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П Р Е Д И С Л О В И Е
В нашей стране используется значительный ассортимент зарубежной радио­

электронной аппаратуры промышленного назначения, в том числе закупленной по 
лицензиям (электронное оборудование металлургических и автомобильных заводов, 
устройства управления станками и технологическими процессами, различные изме­
рительные приборы и испытательные комплексы, медицинская аппаратура), в ко­
торой применяется широкая номенклатура интегральных микросхем (ИМС) различ­
ных стран и фирм.

Для ремонта и наладки указанной аппаратуры в процессе эксплуатации, а также 
для повторения интересующих электронных устройств, описанных в зарубежных 
периодических и переводных изданиях и книгах, специалистам часто необходимы данные 
об эксплуатационных параметрах зарубежных ИМС. Предоставить им эти данные 
и является целью настоящего справочника.

В отличие от первого издания в данный справочник дополнительно 
включены условные обозначения ИМС ряда новых фирм, значительно расширена 
номенклатура ИМС операционных и мощных усилителей, ЦАП и АЦП, вторичных 
источников электропитания, запоминающих устройств, микропроцессоров, описан новый 
класс изделий — программируемые логические ИМС, приведены цоколевки ряда ИМС.

В справочнике приводятся условные обозначения ИМС, электрические параметры 
в табличной форме аналоговых (операционных усилителей, мощных усилителей 
низкой частоты, цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, стабилизато­
ров напряжения) и цифровых ИМС (логических, арифметических и запоминающих 
устройств, микропроцессоров и микроЭВМ).

В приложении 1 даны функциональное назначение выводов (цоколевка) и 
габаритные размеры типовых конструкций корпусов.

При подготовке справочника была использована информация из зарубежной периоди­
ческой печати (журналов EDN, Electronic Design, Electronics, Elektronik и др.), справоч­
ников DATA Book, каталогов и проспектов фирм, переводной литературы.

Предисловие, введение, разд. 1, 2 написаны А. В. Нефедовым, разд. 3 —
А. М. Савченко, § 3.4 — Ю. Ф. Феоктистовым.

Авторы



В В Е Д Е Н И Е
Первые зарубежные лабораторные об­

разцы простейших ИМ С (триггера и гене­
ратора сдвига фаз) были созданы в США 
в 1958 г. фирмой Texas Instruments. 
В 1961 г. были выпущены серийные логи­
ческие ИМС фирмами Fairchild (схема сов­
падений; регистр и триггер, содержащий 
четыре биполярных транзистора и два ре­
зистора) и Texas Instruments (серия SN51). 
В 1962 г. появились и первые аналоговые 
ИМС серии SN52 (маломощный усилитель 
низкой частоты, операционный усилитель и 
видеоусилитель).

Радикальное изменение принципов созда­
ния ИМС произошло после разработки фир­
мой Fairchild в 1960 г. планарной техноло­
гии для биполярных транзисторов, реали­
зации большого количества усовершенствова­
ний планарного процесса (изопланар, ионное 
легирование, плазмохимия, эпитаксия), а 
также технологии создания полевых тран­
зисторов (транзисторы с р-н-переходом были 
получены впервые в 1957 г., а МОП-
транзисторы — в 1962 г.). Первая логическая 
МОП-схема была создана фирмой RCA 
в 1963 г. и содержала 16 МОП-транзисто- 
ров и МОП-матрицы. В начале 70-х годов 
появилось много различных вариантов схемо­
технических и физических принципов, идей и 
технологических процессов (методов), исполь­
зуемых для создания биполярных и МДП- 
типа ИМ С: ТТЛ- и ТТЛШ-схемы и их 
разновидности и модификации (FAST, ALS, 
AS), ЭСЛ-схемы; p-М ОП, л-МОП, КМ ОП- 
схемы и их усовершенствования (НС, FACT), 
с инжекционной логикой (И2Л, И 3Л), при­
боры с зарядовой связью (ПЗС), исполь­
зуемые для создания запоминающих уст­
ройств, датчиков изображений, аналоговых 
фильтров и линий задержки. В настоя­
щее время насчитывается около 50 тех­
нологических разновидностей ИМС. Развитие 
микроэлектроники идет по пути повышения 
уровня (степени) интеграции ИМС за счет 
увеличения числа элементов и уменьшения 
структурных размеров элементов с помощью 
новых технологических методов: от первых 
ИМС с малой (менее 100 элементов на

кристалл) степенью интеграции — SSI (Small 
Scale Integration) до ИМ С средней (от 100 
до 1000 элементов на кристалл) — MSI 
(Medium Scale Integration) и большой (от 
1000 до 100000 элементов на кристалл) — 
LSI (Large Scale Integration) степеней интегра­
ции.

Например, микропроцессор типа 8086 на 
площади 33 м м 2 содержит 29 тыс. тран­
зисторов. Многие из современных больших 
ИМС эквивалентны по функциональным воз­
можностям сложным радиоэлектронным 
устройствам. В настоящее время чаще стали 
использовать сверхбольшие ИМ С (VLSI). 
Значительное повышение уровня интеграции 
ИМ С приводит к слиянию в единый техно­
логический цикл процессов создания ИМС 
и аппаратуры. Однако рост степени интегра­
ции, а следовательно, и сложность ИМС будут 
ограничиваться, очевидно, экономическими и 
практическими факторами из-за специфики, 
уникальности и узкого применения (ограни­
ченного спроса) сверхбольших ИМС, а также 
такими проблемами, как проблема ограниче­
ния возможностей фотолитографии, методов 
обработки пластин, внутренних межсоеди­
нений, занимающих все большую площадь 
по мере увеличения числа элементов на 
кристалл. Кроме того, с уменьшением гео­
метрических размеров элементов возрастает 
сопротивление межсоединений, вследствие 
чего увеличивается мощность рассеяния и 
снижается быстродействие ИМС.

Существующие виды корпусов перестали 
удовлетворять изготовителей при создании 
БИС, СБИС и ИМС с высоким быстро­
действием. При увеличении сложности ИМС 
растет число требуемых выводов корпуса и 
мощность рассеяния, что вызывает значитель­
ные изменения конструкций корпусов. Кор­
пуса типа DIP, имеющие более 40 выводов, 
оказались по ряду причин непрактичными. 
Поэтому были разработаны плоские керами­
ческие корпуса, имеющие до 80 выводов 
и мини-D IP (типа SO — миниатюрные кор­
пуса с укороченными выводами), но и они не 
обеспечивают требований к плотности монта­
жа, снижения габаритных размеров и массы.



Введение 5

Кроме того, были созданы новые кон­
струкции корпусов: безвыводные (с контакта­
ми) -  LCC, кристаллоносители — PLCC (на­
пример, с шагом 1 и 1,27 мм с числом 
контактов от 16 до 156), а также с матрич­
ным расположением выводов — PGA (Pin Grid 
Array).

Трудности унификации схемотехники и 
алгоритмов обработки сигналов на уровне 
БИС приводят к росту типономиналов спе­
циализированных И MC. Из-за высокой стои­
мости и длительности этапа разработки 
таких заказных И MC широкое распростра­

нение получили полузаказные схемы на основе 
нескоммутированных вентильных матриц и 
стандартных ячеек (базовые матричные 
кристаллы, программируемые логические или 
аналоговые матрицы), воплощающие идею 
предварительного изготовления схемы (в виде 
пластины-заготовки) с последующей конкре­
тизацией ее функционального назначения на 
заключительной стадии изготовления. Это 
один из способов ускоренной реализации 
достижений микроэлектронной технологии 
для создания конкретных специализирован­
ных И MC.



Раздел 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ МИКРОСХЕМ

1.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬ­
НЫХ МИКРОСХЕМ ПО СИСТЕМЕ

PRO ELECTRON
За рубежом существуют различные систе­

мы кодирования (обозначения, маркировки) 
И MC, действующие как в международном 
масштабе, так и внутри отдельных стран 
или фирм.

В европейских странах система кодиро­
вания ИМС аналогична системе, принятой 
для кодирования дискретных полупровод­
никовых приборов, и используется полу­
проводниковыми фирмами различных стран 
(Англии, Бельгии, Италии, Испании, Нидер­
ландов, Швеции, Франции, ФРГ и др.). 
Основные принципы кодирования системы, 
по которой обозначения присваиваются меж­
дународной организацией Association Interna­
tional Pro Electron, приводятся ниже.

Код состоит из трех букв, за которы­
ми следует серийный номер (например, 
ТВА810, SAB2000, FLH101).

Первая буква для одиночных схем от­
ражает принцип преобразования сигнала в 
схеме: S — цифровое; Т — аналоговое; U — 
смешанное (аналого-цифровое).

Вторая буква не имеет специального 
значения (выбирается фирмой-изготовите- 
лем), за исключением буквы Н, которой 
обозначаются гибридные схемы.

Для серий (семейств) цифровых схем 
первые две буквы (FA, FB, FC, FD, FE, 
FF, FJ, FI, FL, FQ, FT, FY, FZ, GA, 
GB, GD, GF, GM, GT, GX, GY, GZ, 
HB, НС) отражают схемотехнологические 
особенности, например: FY — ЭСЛ-серия;
FD, GD  — МОП-схемы; FQ — ДТЛ-схемы; 
GA — маломощные ТТЛ-схемы; FL, G F — 
стандартные ТТЛ-схемы; GJ — быстродейст­
вующие ТТЛ-схемы; GM — маломощные с 
диодами Шогки ТТЛ-схемы; НВ — компле­
ментарные МОП-схемы серии 4000 А; НС — 
комплементарные МОП-схемы серии 4500 В.

Третья буква обозначает диапазон ра­
бочих температур или, как исключение, 
другую важную характеристику: А — темпера­
турный диапазон не нормирован; В — от 0 до 
+ 70°С; С - о т  - 5 5  до +  125°С; D — 
от -2 5  до +70°С ; Е -  от —25 до +85°С ; 
F — от —40 до +  85°С; G — от —55 до 
+ 85 °С.

Затем следует серийный номер, состоя­
щий минимум из четырех цифр. Если

он состоит менее чем из четырех цифр, 
то число цифр увеличивается до четырех 
добавлением нулей перед ними.

Кроме того, за цифрами может следо­
вать буква для обозначения варианта (раз­
новидности) основного типа. Типы корпусов 
могут обозначаться одной или двумя буквами.

При двухбуквенном обозначении ва­
риантов корпусов (после серийного номера) 
первая буква отражает конструкцию:
С — цилиндрический корпус;
D — с двухрядным параллельным распо­

ложением выводов (DIP);
Е — мощный с двухрядным расположением 

выводов (с внешним теплоотводом);
F — плоский (с двусторонним расположе­

нием выводов)
G — плоский (с четырехсторонним распо­

ложением выводов);
К — корпус типа ТО-3;
М -  многорядный (больше четырех рядов); 
Q — с четырехрядным параллельным рас­

положением выводов;
R — мощный с четырехрядным расположе­

нием выводов (с внешним теплоотво­
дом);

S — с однорядным расположением выводов; 
Т — с трехрядным расположением выводов.

Вторая буква показывает материал кор­
пуса:
G — стеклокерамика;

М — металл;
Р — пластмасса;
X — прочие.

Обозначения корпусов с одной буквой: 
С — цилиндрический;
D — керамический;
F — плоский;
L — ленточный кристаллодержатель;
Р — пластмассовый D IP;
Q — с четырехрядным расположением вы­

водов;
Т — миниатюрный пластмассовый;
U — бескорпусная ИМС.

В коде, действовавшем до 1973 г.,
первые две буквы обозначают то же, что 
и в современном, а третья буква показывает 
функциональное назначение:
А — линейное усиление;
В -  частотное преобразование/демодуляция; 
С — генерация колебаний;
Н — логические схемы;
J — двухстабильные или мультистабильные 

схемы (делители частоты, триггеры, счет­
чики, регистры);



К — моностабильные схемы (одновибра- 
торы);

L — цифровые преобразователи уровня (де­
шифраторы, драйверы);

М — схемы со сложной логической конфи­
гурацией (например, сумматор)

N — двухстабильные или мультистабильные 
схемы (с длительным хранением ин­
формации);

Q — оперативное запоминающее устройство 
(ОЗУ);

R — постоянное запоминающее устройство 
(ПЗУ);

S — усилитель считывания с цифровым вы­
ходом ;

Y — прочие схемы.
Следующие затем первые две цифры 

указывают серийный номер (от 10 до 99), 
а третья цифра — диапазон рабочих темпера­
тур: 0 — температурный диапазон не нормиро­
ван; 1 — от 0 до +70°С ; 2 — от — 55 до 
125 °С; 3 — от - 1 0  до +85°С ; 4 -  от
+ 15 до +55°С ; 5 -  от —25 до +70°С ; 
6 — от —40 до +85°С .

Например, ИМС типа FY Н121 является 
цифровой логической ИМС (буква Н) и от­
носится к семейству FY (ЭСЛ). Она совмести­
ма с другими ИМС этой серии (семейства), 
т. е. используется при таком же напряжении 
питания, при тех же входных и выходных 
уровнях, имеет то же быстродействие. Это 
третий прибор серии (цифра 12), работает 
в температурном диапазоне от 0 до 70 °С.

1.2. ВНУТРИФИРМЕННЫЕ ОБОЗНА­
ЧЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРО­

СХЕМ

Ниже приводятся другие условные 
обозначения ИМС некоторых зарубежных 
фирм. Сначала дается пример внутрифир­
менного обозначения, а затем на его основе 
показано цифро-буквенное кодирование ИМС.

Фирма Advanced Micro Devices (A M D ), США

Пример обозначения: AM 27 S 18 F M 
1 2 3 4 5 6

1. Фирменное буквенное обозначение:
AM.

2. Функциональное назначение и техно­
логия: 21 — запоминающие устройства МОП- 
типа; 25, 54, /4, 93 — логические схемы 
TTJI-типа (средний уровень интеграции); 
26 — интерфейсные схемы; 27, 31 — биполяр­
ные запоминающие устройства; 28, 90, 92, 
94, 95 -  схемы М ОП-типа; 29 — биполярные 
микропроцессоры; 60, 61, 64, 66 — аналоговые

биполярные схемы; 79 — схемы для систем 
связи; 80 — микропроцессоры М ОП-типа; 81, 
82, 95 — периферийные схемы биполярные 
и М ОП-типа; 91 — оперативные запоминаю­
щие устройства М ОП-типа; 98 — перепро­
граммируемые запоминающие устройства; 
99 — запоминающие устройства КМ ОП-типа; 
104, 1004 — запоминающие устройства ЭСЛ- 
типа; PAL — программируемые логические 
матрицы.

3. Тип схемы: L — маломощные; L S — 
маломощные с диодами Шотки; S — с дио­
дами Шотки.

4. Серийный номер.
5. Тип корпуса: D — с двухрядным распо­

ложением выводов (DIP — dual in line Packa­
ge); F — плоский; L — безвыводной микрокор­
пус; P — пластмассовый; X — бескорпусная 
ИМС.

6. Диапазон рабочих температур: С — 
от 0 до 70/75 °С (коммерческое назначение); 
М — от —55 до +  125 °С (специальное назна­
чение).

Фирма American Microsystems Inc. (A M I), 
США

Пример обозначения: S 2559А Р 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: S.
2. Серийный номер и вариант прибора.
3. Тип корпуса: С — керамический с трех­

слойной металлизацией; D, Е — керамический 
D IP; L — безвыводной; Р — пластмассовый; 
S — с однослойной металлизацией (SLAM -  
Single layer metallization); Т — типа ТО (стан­
дартный корпус, принятый в США).

Фирма Analog Devices (A D ). США

Пример обозначения: AD 7520 A J N;
1 2 3 4 5

AD 7512 DI К D.
1 2 3 4 5

1. Фирменное буквенное обозначение: 
AD; HAS — гибридные схемы АЦП; HDS — 
гибридные схемы ЦАП.

2. Серийный номер.
3. Вариант прибора (одна или две буквы): 

DI — с диэлектрической изоляцией; Z — с на­
пряжением питания +12 В.

4. Диапазон рабочих температур: А, В, 
С —от —25 до + 85°С  (промышленный); I, К, 
L, М — от 0 до + 70°С  (коммерческий); 
S, Т, U -  от —55 до +125°С  (специальный).

5. Тип корпуса: D — керамический D IP; 
Е — безвыводной кристаллодержатель (мик­
рокорпус); F — плоский керамический; Н -  
металлический; N -  пластмассовый DIP; Q — 
керамический D IP; CHIPS — кристалл моно­
литной ИМС (бескорпусная ИМС).



Фирма Beckman Instruments, Inc. (B II) , США

Пример обозначения: 877-85 М V-D1.
1 2 3 4 5

1. Функциональные группы: 801—809; 
851 — 859 — регуляторы напряжения; 811 — 
816; 862, 863 — резистивные матрицы; 822, 
823, 833, 866 — усилители; 840 — источник 
опорного (эталонного) напряжения; 845 — 872, 
877 — цифро-аналоговые преобразователи; 
873, 876 — аналого-цифровые преобразовате­
ли; 882, 883 — активные фильтры.

2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: М — металлический; С, 

G — керамический.
4. Модификация.
5. Точность.

Фирма Brooktree Corp. (В С ), США

Пример обозначения: Bt 102 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: Bt.
2. Серийный номер.

Фирма Burr-Brown (В В ), США

Пример обозначения: ADC 801 X X X ;
1 2 3 4 5

ОРА 605 X X 
1 2 4 5

1. Функциональное назначение: DAC — 
цифро-аналоговые преобразователи; ADC — 
аналого-цифровые преобразователи; AFT — 
активные фильтры; МРС — коммутаторы; 
ОРА — операционные усилители; SHC — 
устройства выборки и хранения; VFC — 
преобразователи напряжение — частота.

2. Серийный номер.
3. Общая информация: А — улучшенные 

характеристики; НТ — широкий температур­
ный диапазон; Z — напряжение питания 
±12 В.

4. Диапазон рабочих температур: Н, J, К, 
L — от 0 до +70°С ; А, В, С — от —25 до 
+  85°С; R, S, Т, V, U, W -  от -5 5  до 
+  125 °С.

5. Тип корпуса: J — ТО-99; М — метал­
лический; L — микрокорпус; Р — пластмассо­
вый; Н — керамический; Z — восемь выводов 
с двухрядным расположением.

Фирма Cherry Semiconductor Corp., США

Пример обозначения: CS 555 D 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: CS.
2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: D — с двухрядным распо­

ложением выводов; Т — металлический (типа 
ТО).

Фирма Consumer Microcircuits limited ( С M L), 
Англия

Пример обозначения: FX 101 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение FX.
2. Серийный номер.

Фирма Crystal Semiconductor Corp. (C SC ), 
США

Пример обозначения: CSC 5016 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
CSC.

2. Серийный номер.

Фирма Cypress Semiconductor Corp. (C S), США

Пример обозначения:
CY 7С128-35 D М 

1 2 3 4 5
1. Фирменное буквенное обозначение:

CY.
2. Серийный номер.
3. Модификация по быстродействию.
4. Тип корпуса: D — керамический D IP; 

L — безвыводной; Р — пластмассовый.
5. Диапазон рабочих температур: С — 

коммерческий (от 0 до +70°С ); М -  спе­
циальный (от —55 до +125°С).

Фирма Datei Systems Inc. (D SI), США
Пример обозначения: AM 490-2 А С 

1 2 3 4 5
1. Фирменное буквенное обозначение: 

ADC — аналого-цифровые преобразователи; 
AM — усилители; DAC — цифро-аналоговые 
преобразователи; DAS — системы сбора дан­
ных; FLT — фильтры; MV, MX — мультиплек­
соры; SHM — схемы выборки и хранения; 
VF, VFQ — преобразователи напряжение — 
частота; VR — источники опорного напря­
жения; VI — преобразователи напряжения; 
ТТ — датчики температуры.

2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: а) для монолитных

схем: 1 —с 14 выводами DIP, 2 — типа 
ТО-99; б) для гибридных схем: G — пласт­
массовый, М — металлический.

4. Вариант прибора по параметрам 
(буквенное обозначение).

5. Диапазон рабочих температур: С — 
от 0 до +70°С ; М — от —55 до +125°С ; 
R -  от - 2 5  до +85°С .

Фирма Digital Equipment Corp. (DEC), США

Пример обозначения: DC 010 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
DC, DCJ.



2. Серийный номер.

Фирма Dionics Inc. (D I), США

Пример обозначения: DI 510 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: DI.
2. Серийный номер.

Фирма Elcap Electronics Ltd (EEL), Англия

Пример обозначения: EL 74НС 161
1. Фирменное буквенное обозначение: EL.
2. Серийный номер.

Фирма Exar Integrated Systems Inc., США

Пример обозначения: XR 567 С R 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение:
XR.

2. Серийный номер.
3. Диапазон рабочих температур: С — 

коммерческий; М — специальный.
4. Тип корпуса: D -  бескорпусная ИМС; 

К — ТО-66 (модификация); Р — пластмассо­
вый; N — керамический; Т — металлический 
(ТО-99, ТО-100, ТО-101).

Фирма Fairchild Semiconductor (F ), США

Пример обозначения: F 38 С 70 D С;
1 2 5 3 4

рА 741А НМ ; F 9 3 L 1 0 D C
1 2 3 4 1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
F — изготовитель; SH — гибридные схемы; 
рА, |iAF -  линейные схемы; CCD (Charge- 
Coupled Devices) — схемы на ПЗС; FCM, 
FWA — хронометрические схемы; FGC — вен­
тильные матрицы, совместимые с TTJI- 
и КМОП-схемами; FGE — вентильные матри­
цы, совместимые с ЭСЛ-схемами.

2. Серийный номер и вариант (моди­
фикация) схемы в виде буквы или цифры. 
Серии 9000, 9300, 9N (аналогичные сериям 
SN5400 и SN7400 фирмы Texas Instruments) — 
стандартные ТТЛ-схемы (SSI); 9Н (аналогич­
ны сериям SN54H и SN74H) — быстро­
действующие ТТЛ-схемы; 93LOO (MSI), 
9L (SSI) — маломощные ТТЛ-схемы; 9S (ана­
логичны сериям SN54S и SN74S), 93S00 
(MSI) — ТТЛ-схемы с диодами Шотки; 9LS -  
маломощные ТТЛ-схемы с диодами Шотки; 
11С, 9500, 95100, 10000 (10к), 100000 (ЮОк) -  
ЭСЛ-схемы; 930, 1800, 9930 — ДТЛ-схемы; 
9600 — моностабильные схемы (с одним устой­
чивым состоянием); 93400 — элементы памя­
ти; серии 54F00 и 74F00 — быстродей­
ствующие ТТЛ-схемы на основе улучшенной 
технологии с диодами Шотки (FAST — 
Fairchild Advanced Schottky TTL). Серия

4000 аналогична серии CD4000 фирмы RCA. 
Серии 3200, 3500, 3700, 3800, 2100, 21000, 
3300, ЗЗООО, 35000 -  МОП-схемы.

3. Тип корпуса: С — бескорпусная ИМС; 
D — керамический D IP; Е — пластмассовый 
цилиндрический (ТО-105, ТО-106); F —
плоский (ТО-86; ТО-91); Н — металлический 
(ТО-5; Т О -18; ТО-33; ТО-39; ТО-52; ТО-71; 
ТО-72; ТО-78; ТО-96; ТО-99; Т О -100;
ТО-101); J — металлический мощный (ТО-66); 
К — металлический мощный (ТО-3); L — без- 
выводной кристалл оноситель; Р — пласт­
массовый D IP; Q — пластмассовый безвы- 
водной; R — керамический мини-D IP; S — 
керамический D IP (для серии F6800), мини- 
D IP; Т — пластмассовый мини-D IP; U — 
пластмассовый для мощных схем (ТО-220); 
W — пластмассовый (ТО-92).

4. Диапазон рабочих температур: С — 
от 0 до -I-70/75 °С; (для КМОП-схем от 
- 4 0  до +  85°С); L -  для М О П -схем -  
от -5 5  до +  85°С (для микроЭВМ — 
от —40 до +  85°С, для линейных сх ем — 
от —20 до +  85°С); для гибридных сх ем — 
от — 20 до +  85 °С; М — от -5 5  до +  85/125 °С; 
V -  от - 4 0  до + 8 5 °С.

5. Технология (для микроЭВМ): С —
КМ О П; Е - с  РПЗУ; F - c  ППЗУ; L — 
маломощные; при отсутствии буквы — п- 
МОП.

Фирма Ferranti Electronics Limited (F E L), 
Англия

Пример обозначения: ZN 432 C J-10;
1 2  3 4

ZNREF 025 Cl 
1 2 34
1. Фирменное буквенное обозначение: 

ZN, ZNA, ZLD; ZNREF -  источники опор­
ного напряжения (ИОН).

2. Серийный номер. Серии ZN5400 и 
ZN7400 аналогичны сериям SN5400 и SN7400 
фирмы Texas Instruments, для ИОН — 
номинальное напряжение (025 — 2,5 В; 
050 -  5 В; 1 0 0 -  10 В).

3. Диапазон рабочих температур: А, Е — 
от —55 до +125°С ; С, J — от 0 до +70°С .

П р и м е ч а н и е .  Тип корпуса и диапазон 
рабочих температур:

а) для преобразователей:
Е — пластмассовый D IP (от 0 до +70°С); 
BE — пластмассовый DIP (от —40 до +85°С ); 
J — керамический D IP (от —55 до +125°С); 
BJ -  керамический D IP (от - 4 0  до +  85 °С); 
CJ — керамический D IP (от 0 до +70°С ); 
К — керамический кристаллоноситель (от —55 
до + 125°С);



ВК — керамический кристаллоноситель (от 
- 4 0  до 4-85 °С);
СК — керамический кристаллоноситель (от 
0 до +70  °С);

б) для серий ZN54; ZN64; ZN74:
Е — пластмассовый DIP;
J — керамический (соответственно от — 55 до 
+  125°С; от - 4 0  до +85°С ; от 0 до 
+  70°С).

4. Нелинейность для преобразователей: 
6 -  ±0,78 %, 7 -  ±0,39 %, 8 -  ±0,19 %, 9 -  
±0,097% , 1 0 -  ±0,049% .

Для ИОН начальный допуск (нестабиль­
ность): 1 - 1 % , 2 - 2 % .

Фирма Fujitsu, Япония

Пример обозначения: MB 8264-15 Z;
1 2  3 4

MB 74LS00 Р 
1 2 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
В — биполярные матрицы; С — матрицы 
КМ ОП-типа; MB, MBL, МВМ.

2. Серийный номер. Для серии 74 
буквы обозначают: LS — маломощные с дио­
дами Шотки; S — с диодами Шотки.

Серия 400 аналогична серии SN74 
фирмы Texas Instruments.

Серия 10000 аналогична серии МС10000 
фирмы Motorola.

Серия 700 — ЭСЛ-схемы; серии 84000В 
и 84500 аналогичны сериям CD4000B и 
CD4500 фирмы RCA.

3. Время выборки (для ЗУ).
4. Тип корпуса: С — керамический; Р — 

пластмассовый; Z — керамический DIP.

Фирма General Electric (G E), США

Пример обозначения: GEIC 40 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение GE, 
GEIC.

2. Серийный номер. Серия GE7400 анало­
гична серии SN7400 фирмы Texas Instru­
ments, а серия GE4000 — серии CD4000 фирмы 
RCA.

Фирма General Instrument Corp. (G IC ), США

Пример обозначения: RO-6 ХХХХ XX 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
AY, CU — матрицы и многофункциональные 
схемы для связной и телевизионной ап­
паратуры; СР — микропроцессоры; DL, DS — 
динамические сдвиговые регистры с емкостью 
соответственно более и менее 50 бит; 
ER — перепрограммируемые постоянные за­
поминающие устройства с электрическим

стиранием информации; КВ — дешифраторы; 
LA — логические матрицы; LC — линейные 
схемы; LG — логические схемы; MEN — п- и 
р-канальные FET; МЕМ — мультиплексоры, 
ключи, счетчики на полевых транзисторах; 
MUX -  коммутаторы; С, PC -  гибридные 
схемы; PIC, SB А — однокристальные микро- 
ЭВМ; RA — оперативные запоминающие 
устройства; RO — постоянные запоминающие 
устройства; SL, SS — статические сдви­
говые регистры с емкостью соответственно 
более или менее 50 бит; SP, SPB -  
для синтеза речи; SPR — постоянное запоми­
нающее устройство для синтеза речи; UA — 
быстродействующие логические матрицы.

2. Диапазон рабочих температур и 
технология: 0 — от —55 до +85°С  (MTOS); 
1 — от 0 до + 70°С  (MTOS); 4 - с  п- 
каналом; 5 -  от 0 до +70°С  (MTNS); 
6 - о т  - 5 5  до +125 °С; 7 -  MTNS; 8 -  
от —55 до +125°С  (с кремниевым затво­
ром); 9 — от 0 до + 70°С  (с кремниевым 
затвором).

3. Для мультиплексоров (коммутаторов) 
первые две цифры показывают типовое 
значение сопротивления канала в открытом 
состоянии rds: 01 ^  100; 02 ^  200; 03 ^  300 Ом 
и т. д.

Остальные цифры показывают число 
каналов.

Для оперативных и постоянных запоми­
нающих устройств четыре цифры показы­
вают значение информационной емкости 
(число бит). Для сдвиговых регистров пер­
вая цифра показывает число схем в корпусе 
(1 — одна, 2 — две; 3 — три и т. д.). Осталь­
ные три цифры показывают число бит 
в одной схеме.

4. Тип корпуса: 01 — бескорпусная (в виде 
кристалла); 8 — с 8 выводами DIP; 14 — 
типа ТО-5 с 4 выводами; 15 — типа ТО-78 
с 8 выводами; 16 — типа ТО-5 с 8 выводами; 
17 — типа ТО-5 с 8 выводами (модификация); 
21 — типа ТО-5 с 10 выводами; 22 — типа 
ТО-5 с изолированными выводами; 23 — 
типа Т О -100 с 10 выводами; 29 -  с 24 вы­
водами пластмассовый D IP; 30 — с 14 выво­
дами пластмассовый D IP; 31 — с 16 выводами
пластмассовый D IP; 32 — с 24 выводами
пластмассовый D IP; 33 — с 40 выводами
пластмассовый D IP; 35 — с 36 выводами
плоский пластмассовый; 51 — типа ТО-8 с 12 
выводами; 55 — с 16 выводами D IP; 60 — 
с 10 выводами плоский; 61 — с 14 выводами 
плоский; 62 — с 16 выводами плоский; 
63 — плоский с 20 выводами; 64 — плоский 
с 24 выводами; 65 — плоский с 40 выводами; 
66 — с 36 выводами; 68 — плоский с 44 вы­
водами; 69 — с 14 выводами D IP; 71 — с 16



выводами; 72 -  с 24 выводами D IP; 73 — 
с 24 выводами D IP (модификация); 74 — 
с 40 выводами D IP; 75 — с 40 выводами 
DIP (модификация); 76 — с 28 выводами D IP; 
77 — с 18 выводами D IP; 79 — с 24 выводами 
D IP (модификация); 80 — с 14 выводами 
керамический DIP; 8 1 —с 16 выводами 
керамический DIP.

Фирма Gigabit Logic Inc. (G LI), США

Пример обозначения: 10G 012А-3 F 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
10G, 11G — сверхбыстродействующие логи­
ческие схемы (Picologic) на GaAs; 12G — 
сверхбыстродействующие запоминающие уст­
ройства на GaAs (NanoRAM); 16G — матрицы 
диодов и полевых транзисторов; другие 
обозначения: 10GBPS; 10GPDK; 90G.

2. Серийный номер.
3. Градация (разбраковка) по быстродей­

ствию.
4. Тип корпуса: F — плоский; L — без- 

выводной кристаллоноситель; X — бескорпус- 
ная (кристалл).

Фирма Gold Star Semiconductor (G SS), 
Ю. Корея

Пример обозначения: KS 5240В 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
КА, GL -  линейные; KS -  цифровые.

2. Серийный номер.

Фирма Harris Semiconductor (H S ), США

Пример обозначения: НА 1-2900-2;
123 4 5

НМ 6514-2 
12 4 5

1. Фирменное буквенное обозначение: Н.
2. Функциональные группы: А — анало­

говые; В — отладочная плата; С — схемы 
средств связи (в том числе кодеки, моду­
ляторы); CF -  бескорпусные; D — цифровые; 
GA — вентильные матрицы; I — интерфейс­
ные схемы (ключи, коммутаторы, ЦАП, 
АЦП и др.); М — запоминающие устрой­
ства, микропроцессоры, диодные матрицы; 
MD — ИМ С на GaAs; PL — программируе­
мые логические матрицы; PROM  — програм­
мируемые постоянные запоминающие устрой­
ства; RAM — оперативные запоминающие 
устройства; ROM — постоянные запоминаю­
щие устройства; S — схемы специального 
назначения, заказные схемы; Т транзистор­
ные сборки; V — высоковольтные.

3. Тип корпуса: 1 — керамический с двух­
рядным расположением выводов (DIP);

2 — типа ТО-5; 3 — пластмассовый; 4 — без- 
выводной; 5 — керамическая подложка (мо­
дули); 7 — мини-D IP; 9 — плоский; 0 — бес- 
корпусная ИМС (кристалл).

4. Серийный номер: 0ХХХ — диодные 
матрицы; 61XX — микропроцессоры; 63ХХ — 
постоянные запоминающие устройства 
КМ ОП-типа; 64 — интерфейсные схемы 
КМ ОП-типа; 65 — оперативные запоминаю­
щие устройства КМ ОП-типа; 66ХХ — про­
граммируемые постоянные запоминающие 
устройства КМ О П; 67ХХ — репрограммируе- 
мые постоянные запоминающие устройства 
КМ ОП-типа; 76ХХ — биполярные програм­
мируемые постоянные запоминающие устрой­
ства.

5. Диапазон рабочих температур: 1 — 
от 0 ( — 55) до +  200°С; 2 — от —55 до 
+  125°С; 3 — от -2 0 0  до +300°С  (высоко­
температурные специальные схемы); 4 — от 
-2 5  до + 8 5 °С; 5 -  от 0 до +75°С ; 
9 — от - 4 0  до +85°С ; для серии 5 4 С -  
от —55 до +125°С ; для серии 74С — от 
0 до + 70  °С.

6. Модификация (вариант). Для КМОП- 
схем: А — напряжение питания 10 В; В — 
быстродействующие маломощные; С — ком­
мерческий диапазон; без буквы — стандарт­
ная продукция. Для биполярных схем: А — 
модифицированные (двухуровневая металли­
зация); Р — с пониженной мощностью; без 
буквы — стандартная серия.

Фирма Hitachi, Япония

Пример обозначения: HD 2548А Р 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
НА — аналоговые; HD, HMCS — цифровые; 
HN — постоянные запоминающие устройст­
ва (ROM); НМ -  оперативные запоминаю­
щие устройства (RAM).

2. Серийный номер и вариант. Серии 
HD 10000, HD 14000 аналогичны сериям 
МС10000, MC 14000 фирмы M otorola; 
HD7400, HD74LS, HD74S, HD74ALS, 
HD75000 -  сериям SN7400, SN74LS, SN74S, 
SN74ALS, SN75000 фирмы Texas Instruments.

3. Тип корпуса: Р — пластмассовый.

Фирма Honeywell, США

Пример обозначения: Н Е 2000 A D 
1 2 3 4 5

1. Фирменное буквенное обозначение: Н.
2. Технология: С -  КМ О П; Е -  ЭСЛ; 

Т -  ТТЛШ (LS TTL).
3. Серийный номер.
4. Модификация.
5. Тип корпуса: DA — керамический D IP 

с 40 выводами; DB — с 64 выводами;



LA — кристаллоноситель (LCC) с 68 выво­
дами; В — кристаллоноситель с 84 выводами: 
С — кристаллоноситель со 148 выводами.

Фирма Hughes A ircraft, США

Пример обозначения: HNVM 3008;
1 3

Н М 23С64С L 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: Н, 
НСМ Р — коммерческие микропроцессоры; 
HCTR — счетчик; HSSR — статический сдви­
говый регистр; HLCD — схемы управления 
Ж КИ ; Н М М Р — микропроцессоры специаль­
ного назначения; HNVM — запоминающие 
устройства (Non Volative Memory).

2. Назначение: С — коммерческое; В — 
высокой надежности; Е -  промышленное; 
М — специальное.

3. Серийный номер.
4. Тип корпуса: D — керамический D IP; 

Н — бескорпусная (кристалл); L — безвывод- 
ной кристаллодержатель; Р — пластмассовый 
D IP; Y — керамический DIP.

Фирма Hybrid Systems Corp. ( H SC), США

Пример обозначения: HS 3140 С 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
HS; ADC94 — коммерческие АЦП; DAC3 — 
ЦАП; DAC93 -  коммерческие ЦАП; HS5 -  
АЦП; R6 — прецизионные источники опор­
ного напряжения.

2. Серийный номер.
3. Диапазон рабочих температур: С — 

коммерческий (от 0 до +  70°С); В — 
специальный (от —55 до +125°С).

1 Фирма Intel, США

Пример обозначения: I Р 33001A L-4 
1 2  3 4

1. Диапазон рабочих температур: I — 
промышленное назначение; М — специальное 
назначение.

2. Тип корпуса: В — керамический DIP; 
С — металлокерамический DIP; D — стекло­
керамический D IP; М — металлический; Р — 
пластмассовый D IP; R — безвыводной; X — 
бескорпусная И MC.

3. Серийный номер прибора и его 
вариант (буквенное обозначение).

4. Модификация по мощности, быстро­
действию и т. п.

Фирма Intermetall (ITT), ФРГ

Пример обозначения: MIC 9300 1 D 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
ITT; MIC; SAK; SAJ; SAY; TAA; ТВА; ТСА; 
TDA (в соответствии с системой Pro Electron).

2. Серийный номер прибора и его 
вариант.

3. Диапазон рабочих температур: 1 — от 
- 5 5  до + 1 2 5 °С; 5 -  от 0 до +70/75°С.

4. Тип корпуса: В — плоский (типа 
ТО-86); С — типа ТО-5; D — керамический 
D IP (типа ТО-116); N — пластмассовый DIP.

Фирма Inmos, США

Пример обозначения: IMS 1 4 2 0 45 Р 
1 2 3 4 5  6 7

1. Фирменное буквенное обозначение:
IMS.

2. Назначение: 1 — статические ОЗУ; 2 — 
динамические О ЗУ; 3 — электрически сти­
раемые ПЗУ.

3. Емкость запоминающих устройств: 
4 - 1 6 ;  5 - 3 2 ;  6 -  64; 7 -  128 Кбит и т. д.

4. Организация ЗУ: 0 — х 1; 1 — х 2; 
2 — X 4 и т. д.

5. Вариант прибора: 0 — стандартные; 
1 — быстродействующие.

6. Быстродействие: 12—120; 45 — 45; 
55 — 55 не и т. д.

7. Тип корпуса: Р — пластмассовый DIP; 
S — керамический D IP; W — керамический 
кристаллодержатель.

Фирма Intersil Inc., США

Пример обозначения: IM 6518А М D D 
1 2 3 4 5

1. Фирменное буквенное обозначение: 
DG — аналоговые ключи; D — схемы управ­
ления; G — многоканальные полевые тран­
зисторы; ІН — гибридные схемы; ICL -  
аналоговые (линейные) схемы; ІСМ — тай- 
мерные (часовые) схемы; IM — запоминаю­
щие устройства.

2. Серийный номер и вариант прибора 
(буква).

3. Диапазон рабочих температур: А — 
от - 5 5  до +  125 °С; В -  от - 2 0  до +85°С ; 
С — от 0 до +  70°С; I — от —40 до +  85°С; 
М -  от - 5 5  до -f 125°С.

4. Тип корпуса: А — ТО-237; В — пласт­
массовый плоский; С — типа ТО-220; D — 
керамический D IP; Е — типа ТО-8; F -  
плоский керамический; Н — ТО-66; I -  с 16 
выводами D IP; J — керамический DIP; К — 
металлический типа ТО-3 с 8 выводами; 
L — керамический безвыводной; Р — пласт­
массовый D IP; Q — с 2 выводами металли­



ческий; S — ТО-52; Т — типа ТО-5 (ТО-78, 
ТО-99, Т О -100); U -  типа ТО-72 (ТО-18, 
ТО-71); Y -  ТО-39; Z -  ТО-92.

5. Число выводов: А -  8, В -  10; С -  12; 
D -  14; Е -  16; F -  22; G -  24; Н -  42; 
I -  28; J -  32; К -  36; L -  40; М -  48; N -  
18; Р — 20; Q -  2; R -  3; S -  4; Т -  6; 
U -  7; V -  8; W -  10; Y -  8; Z -  10.

6. Для запоминающих устройств — тех­
нология: 6 — КМ ОП; 7 — МОП.

7. Для запоминающих устройств: 1 — 
элементы обработки информации; 3 — ПЗУ; 
5 — ОЗУ; 6 — перепрограммируемые ЗУ.

П р и м е ч а н и е ,  а) для серии 76 
(операционные усилители) пример обозначе­
ния: ICL 76 И А С Т.

1 2 3 4 5 6
3. Третья цифра в серийном номере: 

1 — одиночные; 2 -  сдвоенные; 3 -  строен­
ные; 4 — счетверенные.

4. Напряжение смещения нуля: А — 2; 
В - 5 ;  С -  10; D -  15; Е -  25 мВ.

5. Диапазон рабочих температур: С -  
от 0 до +70°С ; М -  от - 5 5  до +125°С.

6. Тип корпуса: Т — типа ТО-99 (4 вы­
вода или 8 выводов); РА — пластмассовый 
мини-DIP с 8 выводами; Р — пластмассовый 
с 14 выводами; РЕ — пластмассовый с 16 вы­
водами; JD -  керамический D IP с 14 вы­
водами; Е -  керамический DIP с 16 выво­
дами.

б) для преобразователей пример обозна­
чения: IC L 7113T  J Н.

1 2 3 4  5
3. Разбраковка по линейности.
4. Тип корпуса.
5. Число выводов.

Фирма International Microcircuits Inc., ( IM I)

Пример обозначения: ІМІ 145156 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
ІМ І; МР — умножители.

2. Серийный номер.

Фирма Lambda Electronics, США

Пример обозначения: LAS 6320 Р 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
LAS, LMC, LPD; LLM — гибридные схемы; 
PMR.

2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: L -  типа ТО-96; Р -  

пластмассовый.

Фирма Linear Technology Corp. (L T C ), США

Пример обозначения: LT 1001А С N 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
LT — линейные (аналоговые) схемы; LF, LM, 
OP, SG — второй поставщик фирм NSC, 
РМІ и SG.

2. Серийный номер и вариант прибора.
3. Диапазон рабочих температур: С — 

коммерческий (от 0 до + 70°С); М — спе­
циальный (от —55 до +  125°С).

4. Тип корпуса: Н — металлический (типа 
ТО-5, ТО-46); J8 — керамический D IP с 8 
выводами; J — керамический DIP с 14 и 16 
выводами; К — типа ТО-3; N8 — пластмас­
совый с 8 выводами; N — пластмассовый 
D IP с 14 и 16 выводами; Т — пласт­
массовый типа ТО-220 с 3 и 5 выводами; 
Z — пластмассовый типа ТО-92 с 2 и 3 
выводами.

Фирма Ugnes Telegraphiques T e le f oniques 
(L T T )

Пример обозначения: LTT 6122 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
LTT.

2. Серийный номер.

Фирма Matsushita Electronics Corp. ( Panasonic, 
National Electronic Components), Япония

Пример обозначения: DN 830 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
AN — аналоговые схемы; DN -  цифровые би­
полярные; MN — цифровые МОП-схемы (за­
поминающие устройства, микроЭВМ; пери­
ферийные); J, М -  разрабатываемые типы.

2. Серийный номер.

Фирма Master Logik (M L ), США

Пример обозначения: ML 100 Р-24 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
ML — вентильные матрицы КМ ОП-типа; 
MLA — заказные КМ ОП-типа; F — прочие.

2. Число вентилей: 5 0 -5 0 ; 100—100; 
150— 150 и т. д.

3. Тип корпуса: Р — пластмассовый; С — 
керамический DIP.

4. Число выводов.

Фирма Maxim Integrated Products, США

Пример обозначения: Мах 420 С Р D 
1 2 3 4 5

1. Фирменное буквенное обозначение: 
Мах.

2. Серийный номер.



3. Диапазон рабочих температур: С — 
от 0 до 70 °С; Е — от —40 до 85 °С; 
М -  от - 5 5  до 125 °С.

4. Тип корпуса.
5. Число выводов.

Фирма M CE ( Micro-Circuit Engineering) Semi­
conductor Inc., США

Пример обозначения: MCE 565А J P 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
MGB, MGC, MCE.

2. Серийный номер и вариант.
3. Диапазон рабочих температур: J, К, 

L, М - о т  0 до 70 °С; S, Т, U -  от 
-5 5  до 125 °С.

4. Тип корпуса: Р — пластмассовый D IP; 
R — D IP с металлической крышкой.

Фирма Micro Networks, США

Пример обозначения: MN 3000 R 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение:
MN.

2. Серийный номер.
3. Диапазон рабочих температур: Е — 

от —25 до +85°С ; F — от —55 до +  85°С; 
G -  от —55 до +100°С ; Н — от - 5 5  до 
+  125°С; R -  от 0 до +50°С ; без буквы -  
от 0 до +  70°С.

Фирма Micro Power Systems (M P S), США

Пример обозначения: М Р 7520 К D 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
М Р; М РО Р — операционные усилители; 
M PREF — источники опорного напряжения.

2. Серийный номер.
3. Диапазон рабочих температур: J, К, 

L — промышленный; S, Т, U — специальный.
4. Тип корпуса: D — керамический DIP; 

Н — металлический (типа ТО-100); N — пласт­
массовый.

Фирма Mitel Semiconductor, Канада

Пример обозначения: МТ 8804 АЕ 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
МА — матрицы; MD — цифровые; МН — 
гибридные; ML — линейные; МТ — для сис­
тем связи; СМ — модули.

2. Серийный номер и вариант.
3. Тип корпуса: С — керамический DIP; 

Е — пластмассовый D IP; Н — бескорпусный; 
Р — пластмассовый четырехрядный; Y — 
керамический безвыводной.

Фирма Mitsubishi, Япония

Пример обозначения: М 5 1 01 Р;
1 2 3 4 6

М 5 К 4116 S 
1 2 5 4 6

1. Фирменное буквенное обозначение: М
2. Диапазон рабочих температур: 5 — 

промышленный и коммерческий (от 0 до 
+  70/75 °С или - 2 0  до + 85°С); 9 -  спе­
циальный.

3. Функциональное назначение и техно­
логия: 1, 10—19 -  аналоговые схемы; 3, 
32, 33 — эквиваленты серии SN7400 фирмы 
Texas Instruments; 4 1 -4 7  — схемы ТТЛ; 9 -  
ДТЛ; 84, 89 -  КМ О П; 85 -  p-М ОП (с крем­
ниевым затвором); 86, 88 — p-МОП (с алю ­
миниевым затвором); 87 — и-МОП(с кремние­
вым затвором); SO —S2 — ТТЛШ (эквивален­
ты серии SN74S).

4. Серийный номер.
5. Серии приборов первого поставщика 

(изготовителя): С — серии MC фирмы M oto­
rola; G — серии фирмы General Instrument; 
К — серии МК фирмы Mostek; L — серии 
фирмы Intel; Т — серии TMS фирмы Texas 
Instruments; W — серии фирмы Western 
Digital.

6. Тип корпуса: К — стеклокерамический 
D IP (К-1 с 16 выводами); Р -  пластмас­
совый (Р-1 с 14 выводами — по системе 
JEDEC типа ТО-116; Р-2 с 14 выводами; 
Р-3 с 16 выводами; Р-4 с 18 выводами; 
Р-5 с 24 выводами; Р-11 с 8 выводами); 
S — металлокерамический; Т — металличес­
кий (Т-1 с 8 выводами — по системе 
JEDEC типа ТО-99; Т-2 с 10 выводами -  
по системе JEDEC типа Т О -100); Y — 
металлический с 10 выводами, модифика­
ция корпуса типа ТО-3.

Фирма Monolithic Memories Inc. (М М І), США

Пример обозначения: 6 3 S 42-1 J 
2 3 4 5 6 10;

PAL 16 L 8-2 М; 74 ACT 648 
1 4 6 7 8 9  2 4 5

1. Фирменное буквенное обозначение: 
HAL — непрограммируемые логические мат­
рицы (с жесткой логикой); PAL — програм­
мируемые логические матрицы; PLE — 
программируемые логические элементы.

2. Диапазон рабочих температур: 5, 54, 
57 — специальный; 6, 67, 74 — промышлен­
ный.

3. Функциональное назначение: 0, 1 — 
генераторы символов; 2 — постоянные запо­
минающие устройства (ПЗУ); 3 — програм­



мируемые постоянные запоминающие уст­
ройства (ППЗУ); 5 — оперативные запоми­
нающие устройства (ОЗУ); 7 — микроЭВМ 
(процессорно-ориентированные схемы, логи­
ческие большие ИМС).

4. а) Для программируемых запоминаю­
щих устройств: D — диагностические; DA — 
диагностические асинхронные; LS — мало­
мощные с диодами Шотки; RA — регистро­
вые асинхронные; RS — регистровые синхрон­
ные; S — с диодами Шотки;

б) для программируемых логических 
матриц: число входов матрицы;

в) для логических схем: ACT (Advanced 
CMOS) — КМ ОП, совместимые с TTJI- 
схемами.

5. Серийный номер.
6. Классификация по параметрам (быст­

родействию, мощности). Для PAL — тип вы­
хода: Н — высокий; L — низкий; С — компле­
ментарный; R — регистровый.

7. Для PAL — число выходов.
8. Для PAL — классификация по быстро­

действию (мощности); А — быстродействую­
щие.

9. Для PAL — диапазон рабочих темпе­
ратур: С -  от 0 до +  75°С; М — от 55 до 
+125 °С.

10 Тип корпуса: F — плоский; J, JS — 
керамический D IP; L — безвыводной; N — 
керамический кристаллоноситель; NS — 
пластмассовый D IP; W — керамический 
плоский.

Фирма Mostek Corporation, США

Пример обозначения: МК 4027 Р-3 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
МК, МКВ, M KJ; GA, GB — вентильные 
матрицы.

2. Серийный номер: 1ХХХ или 1ХХХХ- 
регистры сдвиговые, постоянные запоминаю­
щие устройства (ROM); 2ХХХ, ЗХХХ или 
2ХХХХ, ЗХХХХ — постоянные запоминающие 
устройства; перепрограммируемые запоми­
нающие устройства со стиранием информа­
ции ультрафиолетовыми лучами; 38ХХ — 
элементы микроЭВМ ; 4ХХХ или 4ХХХХ -  
оперативные запоминающие устройства 
(RAM); 5ХХХ или 5ХХХХ — счетчики для 
средств связи (кодеки, телефония, декодеры); 
7ХХХ или 7ХХХХ -  для микроЭВМ.

3. Тип корпуса: Е — безвыводной керами­
ческий кристаллодержатель; F — керами­
ческий плоский; J — керамический D IP; К — 
керамический D IP с металлической крыш­
кой; М — пластмассовый плоский; N — 
пластмассовый D IP; Р — с позолоченной

крышкой керамический D IP; Т — керами­
ческий D IP с прозрачной крышкой.

4. Одна или две цифры показывают 
специальные характеристики.

Фирма Motorola, США

Пример обозначения: MC 14510А L;
1 2 3

MC 68 НС 11 
1 2 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
MC — корпусные интегральные микросхемы; 
МСВ — корпусные схемы с балочными вы­
водами; МСВС — бескорпусные (кристаллы) 
схемы с балочными выводами; МСС — 
кристаллы бескорпусных интегральных 
микросхем; MCCF — линейные интегральные 
микросхемы с шариковыми выводами; 
MCE — интегральные микросхемы с ди­
электрической изоляцией элементов; МСМ — 
интегральные микросхемы запоминающих 
устройств; MLM — эквиваленты аналоговых 
схем фирмы National Semiconductor Corp., 
ММ -  запоминающие устройства (системы); 
MHW, М68, МЕХ68 -  модули.

2. Серийный номер и вариант прибора. 
Серии 300, 350, 1000, 1200, 1600, 10000
(10к), 10100, 10200, 10500, 10600 -  ЭС Л -
типа; 10Н000 — быстродействующие ЭСЛ. 
Серии 400, 500, 2000, 2100, 3000, 3100,
4000, 4300, 5400, 7400 -  ТТЛ -типа; 830,
930 -  ДТЛ-типа; 700, 800, 900 -  РТЛ-типа. 
Серии 14000 (в основном аналогична серии 
CD4000 фирмы RCA) и 14500 -  КМ ОП- 
типа; 54НС, 74НС, 54НСТ, 74НСТ —
быстродействующие КМОП-типа.

Для некоторых серий диапазон рабо­
чих температур: 15ХХ, 31XX, 54ХХ, 9Х Х Х - 
от - 5 5  до +125 °С; 14ХХ, 30ХХ, 8ХХХ — 
от 0 до + 7 5 °С; 74ХХ -  от 0 до +70°С .

3. Тип корпуса: F — плоский керами­
ческий; G -  металлический типа ТО-5;
К — металлический мощный типа ТО-3; L — 
керамический D IP; Р -  пластмассовый; PQ  — 
с двухрядным расположением выводов; R — 
металлический типа ТО-66 (мощный); SOIC — 
микрокорпус; Т — пластмассовый типа 
ТО-220; U — керамический.

П р и м е ч а н и е .  Для КМОП-схем (се­
рии МС14000): напряжение питания, диапа­
зон рабочих температур, тип корпуса: 
AL, EFL — от 3 до 18 В, от —55 до 
+  125°С, керамический; CL, FL — от 3 до 
18 В, от - 4 0  до +85°С , керамический; 
EVL -  от 3 до 6 В, от —55 до +125°С, 
керамический; L, Р — ограниченные напря­
жения питания и диапазон температур, 
соответственно керамический и пластмас­



совый; VL, LP — от 3 до 6 В, от 
— 40 до +  85°С, соответственно керами­
ческий и пластмассовый; Z — ограниченные 
напряжения питания и диапазон темпера­
тур, безвыводной кристаллоноситель.

4. Технология: НС, НСТ — быстродейст­
вующие КМ О П; без букв — «МОП.

Фирма Mullard, Англия

Пример обозначения: ТАА 241 В 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
FC (FCH, FCJ, FCK, FCL, FCY) -  
ДТЛ-схемы; FJ (FJH, FJJ, FJL, FJY) — 
ТТЛ-схемы; FK (FKH, FKJ) — ЭСЛ-схемы, 
а также ТАА, TAB, TAD, TEA, SAA, SAH 
(см. систему обозначений Pro Electron); 
HEF, MAB, MEA, PCB, PCD, PCF.

2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: В — пластмассовый D IP; 

D — керамический D IP; Е — металлокерами­
ческий D IP; Н, К — металлический типа 
ТО-99, ТО-100; Р -  пластмассовый D IP; 
Q — плоский металлокерамический.

Фирма National Semiconductor Corp. (N SC ), 
США

Пример обозначения: LF 355А N;
1 2 5

ADC 0800 Р С N; LM 340 К-12 R 
1 2 3 4 5  1 2 5 6 7

1. Фирменное буквенное обозначение: 
ADB — аналого-цифровой стандартный эле­
мент; ADC — аналого-цифровые преобразо­
ватели; АЕЕ — для микроЭВМ; ADS — систе­
мы сбора данных; AF — активные фильтры; 
АН — аналоговые ключи (гибридные); AM — 
аналоговые ключи (монолитные); С —
КМ ОП-типа; CD — КМ ОП-типа серии 4000; 
СОР — микроконтроллеры; DA-AD — цифро- 
аналоговые, аналого-цифровые схемы; DAC — 
цифро-аналоговые преобразователи; DH — 
цифровые гибридные схемы; DM — цифровые 
монолитные схемы; DM PAL — программи­
руемые логические матрицы; DP, DS — 
микропроцессоры и интерфейсные схемы; 
HY, H S гибридные схемы; ІН — цифровые 
гибридные схемы; IM — цифровые монолит­
ные схемы; IDM, INS, IPS, ISP, NSC
(серий 800, 1600), pP — микропроцессоры;
LF — аналоговые схемы по BIFET-техно- 
логии; LFT — аналоговые схемы по BIFET- 
ІІ-технологии; LH — аналоговые гибридные 
схемы; LM — аналоговые монолитные схемы; 
LP — аналоговые маломощные схемы; МН — 
гибридные МОП-схемы; MF — монолитные 
фильтры; MCA — вентильные матрицы; 
ММ — монолитные МОП-схемы; NH — гиб­

ридные схемы (устаревшие); NMC — запо­
минающие устройства МОП-типа; NMH — 
запоминающие устройства гибридные; NSL — 
элементы оптоэлектроники; PAL — програм­
мируемые логические матрицы; SD — спе­
циальные цифровые схемы; SCX — вентиль­
ные матрицы; SL — специальные аналоговые 
схемы; SM — специальные МОП-схемы; ТР — 
схемы для аппаратуры связи;

П р и м е ч а н и е .  Для преобразователей 
(ЦАП и АЦП) третья буква в буквенном 
обозначении показывает: С — функциональ­
но законченные; В -  стандартные блоки; 
D -  измерительные приборы с цифровым 
отсчетом; М — модульные.

2. Серийный номер включает в себя 
три — пять цифр. Серии 54ALS, 54AS, 
74ALS, 74AS, 74НС аналогичны соответ­
ствующим сериям фирмы Texas Instruments.

Серии 54С, 74С -  КМ ОП. Серии 54НС, 
54НСТ, 54HCU, 74НС, 74НСТ, 74HCU -  
быстродействующие КМ ОП.

Дополнительные буквы к номеру: А — 
улучшенные электрические характеристики; 
С — промышленный (уменьшенный) диапазон 
рабочих температур. Для ЦАП и АЦП 
цифры показывают число разрядов: 08 -  8 бит; 
1 0 -1 0  бит; 1 2 -1 2  бит двоичных разрядов; 
25, 35, 37, 45 соответственно 11/ 2, ЗѴ2, 
33/4, 4 1 /2  десятичных разрядов.

Для аналоговых (линейных) схем первая 
цифра в серийном номере показывает: 
1 — диапазон рабочих температур от —55 
до +  125°С (за исключением серии LM1800 
для бытовой аппаратуры); 2 — диапазон ра­
бочих температур от —25 до + 85°С  (для 
промышленной аппаратуры); 3 — диапазон 
рабочих температур от 0 до +  70°С (для 
бытовой аппаратуры).

Для цифровых схем первые две цифры 
показывают: 54, 55 — для специальной аппа­
ратуры; 74, 75 — для бытовой аппаратуры 
(все другие типы с обозначением, начи­
нающимся с цифры 7, имеют диапазон 
рабочих температур от —55 до 125 °С); 
все типы с обозначением, начинающимся 
с цифры 8, имеют диапазон рабочих 
температур от 0 до +70°С .

3. Для ЦАП и АЦП технология из­
готовления: Р — p-М О П ; С — КМ О П; Н — 
гибридные; В — биполярные; N — и-МОП; 
L — линейные; I — И 2Л.

4. Для ЦАП и АЦП диапазон рабочих 
температур: С — промышленный.

5. Тип корпуса: D — металлостеклянный 
D IP; F — плоский металлостеклянный; G — 
металлический типа ТО-8 с 12 выводами; 
Н — металлический многовыводной (Н-05 — 
с 4 выводами типа ТО-5; Н-46 с 4 выводами



типа ТО-46) типов ТО-99, Т О -100; J — 
керамический DIP (J-8 с 8 выводами 
мини-D lP; J-14 с 14 выводами); К — металли­
ческий типа ТО-3; КС — металлический 
(алюминиевый) типа ТО-3; N — пластмассо­
вый DIP (N-8 с 8 выводами мини-DIP; 
N-14 с 14 выводами); Р — с 3 выводами 
мощный (ТО-202) и с однорядным распо­
ложением выводов; Т — пластмассовый с 3 
выводами мощный (ТО-220); S — мощный 
пластмассовый с 14 выводами; W — низко­
температурный стеклянный плоский; Z — с 3 
выводами пластмассовый (ТО-92).

6. Номинальное выходное напряжение 
(для схем вторичных источников электро­
питания), В: 5; 5,2; 6; 8; 10; 12; 15; 18; 24.

Фирма Nippon Electric Corp. (N E C ), Япония

Пример обозначения: рР С 151 А 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
рР (Micro-Pack); MC (Micro Assembled 
circuit) — гибридные схемы.

2. Функциональное назначение: А — на­
бор элементов; В — цифровые биполярные 
схемы (запоминающие устройства); С — 
аналоговые (линейные) биполярные схемы; 
D — цифровые МОП-схемы.

3. Серийный номер.
4. Тип корпуса: А — металлический типа 

ТО-5; В — керамический плоский; С — пласт­
массовый DIP; D — керамический D IP; G — 
пластмассовый плоский; Н — пластмассовый 
с однорядным расположением выводов (SIP); 
J — пластмассовый типа ТО-92; М — мини­
корпус; V — с вертикальным двухрядным 
расположением выводов (DIP).

Фирма NCR Microelectronics, США

Пример обозначения: NCR 6500 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
NCR.

2. Серийный номер.

Фирма Nitron Inc., США

Пример обозначения: NC 6405 Р С 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
NC -  стандартные типы; NS — системы; 
SC — заказные.

2. Серийный номер: 2ХХХ — для уст­
ройств связи; 4ХХХ — запоминающие уст­
ройства; 64ХХ — синтезаторы частоты; 65ХХ, 
68ХХ — статические постоянные запоминаю­
щие устройства; 7ХХХ — запоминающие 
устройства M NOS-типа.

3. Тип корпуса: D — керамический DIP; 
F — плоский; L — керамический; Р — пласт­
массовый; Т — типа ТО-5.

Фирма Oki Semiconductor, Япония

Пример обозначения: MSM 3764-20 RS 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
MSM, MSL, SAS.

2. Серийный номер.
3. Для запоминающих устройств время 

выборки, не: 12 — 120, 15 — 150, 20 — 200, 
30 -  300.

4. Тип корпуса: AS -  керамический D IP; 
GS — пластмассовый плоский; GSK — пласт­
массовый плоский улучшенный; RS — пласт­
массовый.

Фирма Philips, Голландия

Пример обозначения: PC F 74НСТ160 Р 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
SAA, SAB, SAF, SBB, SCB, SCN, SDA, 
ТАА, ТВА, ТСА, TDB, TEA (см. систему 
обозначений Pro Electron), а также HEF — 
КМ ОП-типа (серия LOCMOS — Local Oxi­
dation Complementary MOS); GXB, HX — 
Э С Л ; PCA, PCB, PCD, PCE — КМ ОП- 
схемы с кремниевым затвором; РСС, PCF — 
быстродействующие К МОП-схемы с крем­
ниевым затвором; PNA — преобразователи 
данных; НХА — логические матрицы.

Для микропроцессоров и сопутствую­
щих (дополняющих) схем первые две буквы 
показывают: МА, МАВ — микроЭВМ; MB — 
процессорная секция; MD — схемы запоми­
нающих устройств; ME, МЕВ — прочие 
дополняющие схемы (интерфейсные, пери­
ферийные и др.).

2. Диапазон рабочих температур: А — 
не нормируется; В — от 0 до +  70°С; 
С -  от - 5 5  до +  125°С; D -  от - 2 5  до 
+  70°С; Е - о т  - 2 5  до +  85°С; F -  от 
- 4 0  до + 8 5 °С; G -  от - 5 5  до +85°С .

3. Серийный номер. Серия НЕ4000 
аналогична серии CD4000 фирмы RCA; 
серия GX10000 — серии МС10000 фирмы 
M otorola; серии 5400 и 7400, 54LS и 
74LS, 54S и 74S — соответствующим сериям 
фирмы Texas Instruments; 54F и 74F — 
соответствующим сериям фирмы Fairchild; 
серии 54НС, 54НСТ и 74НС и 74НСТ — 
соответствующим сериям фирмы RCA.

4. Тип корпуса: D — керамический D IP; 
Р — пластмассовый D IP; Т — пластмассовый 
микрокорпус (типа SO). j



Фирма Plessey Semiconductors, Англия

Пример обозначения: SL 521 DG 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
MJ, NJ — и-МОП-схемы; ML, МТ — анало­
говые МОП-схемы; MN — цифровые л-МОП- 
схемы; М Р — цифровые МОП-схемы; МѴ — 
К МОП-схемы; NOM  — элементы запоми­
нающих устройств и матрицы л-МОП- 
типа; SL — биполярные аналоговые схемы; 
SP — биполярные цифровые схемы.

2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: СМ — многовыводной 

типа ТО-5; DG — керамический D IP; D P — 
пластмассовый D IP; EP, RP — мощный; 
FM — плоский с 10 выводами; GC — без- 
выводной; GM — плоский с 14 выводами; 
КМ -  типа ТО-3; QG и Q P — соответ­
ственно керамический и пластмассовый с 
четырехрядным расположением выводов; 
SP — пластмассовый с однорядным распо­
ложением выводов.

Фирма Precision Monolithic Inc. (P M I), США

Пример обозначения: O P 01Н К 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
АМР — инструментальные (измерительные) 
усилители; BUF — изолирующие или развя­
зывающие (буферные) усилители, повтори­
тели напряжения; СМ Р — компараторы на­
пряжения; DAC — цифро-аналоговые преоб­
разователи; DMX — демультиплексоры; 
GAP — аналоговые процессоры; МАТ — 
сдвоенные монолитные транзисторы; MUX — 
мультиплексоры; PK D  — пиковые детекторы; 
О Р — операционные усилители; РМ — схемы 
второго поставщика; REF — прецизионные 
источники опорного напряжения; RPT — 
ответчики (ретрансляторы) линии импульсно­
кодовой модуляции; SM P — схемы выборки 
и хранения; SSS — схемы, отвечающие улуч­
шенной спецификации; SW — аналоговые 
ключи.

2. Серийный номер и вариант прибора 
(буквенное обозначение).

3. Тип корпуса: Н — ТО-78; J — ТО-99; 
К — ТО-100; L — плоский с 10 выводами; 
М — плоский с 14 выводами; N — плоский 
с 24 выводами; Р — пластмассовый с 8 
выводами (мини-DIP); Q — керамический D IP 
с 16 выводами; R — керамический D IP  с 
20 выводами; Т — керамический D IP с 28 
выводами; V — керамический D IP с 24 вы­
водами; W — D IP с 40 выводами; X — ке­
рамический D IP с 18 выводами; Y — ке­
рамический D IP с 14 выводами; Z — кера­
мический D IP с 8 выводами.

Фирма Raytheon Semiconductors, США

Пример обозначения: RC 118 DD;
1 2 3

AM 2901 DM 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
LH1, LM1, RM (диапазон рабочих темпе­
ратур от - 5 5  до +  125°С); RC (от 0 до 
+  70 °С); RF, RG, RL -  ТТЛ-схемы (от -5 5  
до +125 °С); RV (от - 4 0  до +85°С); 
DAC — цифро-аналоговые преобразователи; 
элементы микроЭВМ: AM, R, 93.

2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: В — с балочными выво­

дами; ВМ — пластмассовый D IP с 16 выво­
дами; CJ, СК -  плоский керамический с 14 
выводами; CL — плоский керамический с 16 
выводами; CQ — плоский керамический с 
10 выводами; D — металлический DIP с 
14 выводами; DB — пластмассовый DIP с 14 
выводами; DC, DD, DE — керамический 
D IP соответственно с 14, 16 и 8 выво­
дами; DM — керамический D IP с 16 вы­
водами; DZ -  керамический D IP с 40 вы­
водами; F -  плоский; FD -  керамический 
плоский с 64 выводами; FV — плоский 
керамический с 28 выводами; FZ — плоский 
керамический с 42 выводами; Н — метал­
лический с 3, 8 или 10 выводами;
J — керамический D IP с 14 или 16 выво­
дами; К — мощный типа ТО-3; LS, LV, 
LW — кристалл он оситель; М — пластмассо­
вый микрокорпус с 8 или 14 выводами; 
MB — пластмассовый D IP с 16 выводами; 
ML, MS, MZ — керамический D IP с метал­
лической крышкой соответственно с 16, 
20, 40 выводами; N — плоский металли­
ческий с 24 выводами; NB — пластмассовый 
D IP с 8 выводами; PS, PU, PV, PZ -  
пластмассовый D IP соответственно с 20, 24, 
28 и 40 выводами; Q -  плоский с 10 
выводами; R -  керамический D IP с 24 выво­
дами; S — керамический (Slim DIP); Т — 
металлический с 3, 8, 10 или 12 выводами; 
ТК — мощный типа ТО-66 с 9 выводами; 
W — плоский керамический с 14 выводами.

Для микроЭВМ : CN — керамический (от 
0 до +70°С ); СР -  пластмассовый (от 0 
до +75°С ); D —с двухрядным расположе­
нием выводов; F — плоский; Р — пластмас­
совый D IP; X — бескорпусная ИМС.

4. Диапазон рабочих температур: С — 
от 0 до +75°С ; М -  от -5 5  до +125°С.

Фирма RCA, США

Пример обозначения: CD 4070 D 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение:



СА — аналоговые схемы; CD, CDM — цифро­
вые КМОП-схемы; CDP — микроЭВМ, пери­
ферийные, микропроцессоры; СММ — 
КМ О П; НС -  ГИС; MWS -  КМОП-схемы; 
РА — вентильные матрицы; ТА — внутрифир­
менное обозначение для всех классов полу­
проводниковых приборов.

2. Серийный номер. Серия CD4000 — 
КМОП-схемы; серии 54НСОО и 54НСТ00, 
74НС00 и 74НСТ00 — быстродействующие 
КМОП-схемы.

3. Корпуса: D — керамический DIP (гер­
метизация сваркой); Е, G — пластмассовый 
D IP; F -  керамический D IP (герметизация 
стеклом); Н — бескорпусная ИМС (кристалл); 
J, L — керамический кристаллодержатель; 
К — керамический плоский; М — типа ТО-220; 
PM, Р — пластмассовый DIP для мощных 
схем; Q —с четырехрядным расположением 
выводов; S — типа ТО-5 с двухрядным рас­
положением 8 выводов; Т — типа ТО-5 с 8, 
10 и 12 выводами; V — типа ТО-5 с радиаль­
ным расположением выводов; W — пласт­
массовый с четырехрядным расположением 
выводов.

Фирма RTC, Франция

Пример обозначения: НХА 100000 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
FD -  МОП-схемы; FF -  ДТЛ; F J - Т Т Л ;  
GT -  ТТЛШ; GXB -  ЭСЛ-типа; GYQ -  ОЗУ 
МОП-типа (с кремниевыми затворами, 
p -канал); НAB — ОЗУ МОП-типа (с крем­
ниевыми затворами, л-канал); другие 
обозначения: FE, GF, GZ, HEF, HSO,
НХА, SAA, SAB, SAF, ТВА, ТСА, 
TDA, TDB, TDE, TEA (см. систему обозна­
чений Pro Electron).

2. Серийный номер. Серия НХА 100000 
аналогична серии MC 100000, серия 
GXB10000 -  серии МС10000 фирмы Motorola, 
серия HEF4000 -  серии CD4000 фирмы RCA.

Фирма RFT, ГД Р

Пример обозначения: A 110D 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
А, В, С — аналоговые и аналого-цифровые 
схемы; D, DL, Е — биполярные цифровые 
схемы; U — МОП-схемы.

2. Серийный номер.

Фирма Ret icon, США

Пример обозначения: RL 1024 В;
1 2 4

R5 X XX 
1 3 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
RA — матрицы; RL — линейные матрицы; 
SAD — линии задержки; SAM — аналоговая 
память; TAD — линии задержки с отвода­
ми; R5 — новые типы; другие обозначения: 
RC, RO.

2. Серийный номер.
3. Для новых типов (R5): 0 — функцио­

нально сложные; 1 — простые линии задерж­
ки; 2 — линии задержки с отводами; 3 — 
аналоговая память; 4 — корреляторы; 5 — 
мультиплексоры и преобразователи; 6 — 
фильтры.

4. Вариант прибора.

Фирма Rockwell International Corp., США
Пример обозначения: R 6502 С 4 Е 

1 2 3 4 5
1. Фирменное буквенное обозначение: R.
2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: С — керамический; Р — 

пластмассовый; Q — с четырехрядным распо­
ложением выводов.

4. Частотный диапазон, МГц: 1 — 1; 2 — 2; 
3 - 3 ;  4 - 4 .

5. Диапазон рабочих температур: без 
буквы -  от 0 до + 70°С ; Е -  от - 4 0  до 
+  85°С; М Т - о т  - 5 5  до +  125°С.

Фирма Rohm, Япония

Пример обозначения: ВА 6121 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение:
ВА.

2. Серийный номер.

Фирма Samsung Semiconductor Inc., Ю. Корея

Пример обозначения: КА 2201;
1 2

KS 74НСТ01 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
КА — аналоговые схемы; ,КМ — запоминаю­
щие устройства; KS — цифровые схемы (ло­
гические, калькуляторы).

2. Серийный номер.

Фирма Sanyo, Япония

Пример обозначения: LA 1230 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
LA — биполярные аналоговые схемы; LB — 
биполярные цифровые схемы; LC — КМ ОП- 
типа; LE — M N M O n-типа; LM -  л-МОП-, 
р-М ОП-типа; STK — тонкопленочные и тол­
стопленочные схемы.

2. Серийный номер.



Фирма SGS-ATES Semiconductor Corp., Италия

Пример обозначения: L 702; HSG 3020 
1 2  1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
НВС, HBF, НСС, HCF — КМ О П ; HSG -  
быстродействующие логические матрицы с 
кремниевым затвором КМ ОП-типа; Е, Н, 
Т — биполярные цифровые схемы; L, LS — 
линейные (аналоговые) схемы; М, Z — М ОП- 
схемы, а также в соответствии с систе­
мой обозначений Pro Electron: ТА А, ТВ А, 
ТС A, TDA; FQ -  ДТЛ.

2. Серийный номер. Серии 5400, 7400, 
54LS00, 74LS00, 55000, 75000 аналогичны 
соответствующим сериям фирмы Texas Instru­
ments, а серии 54НС, 54НСТ, 74НС, 
4000 и 4500 — соответствующим сериям фир­
мы RCA.

Фирма SEEQ Technology Incorporated, США

Пример обозначения: D Q 5 2 13-250
1 2 3 4  5 6

1. Тип корпуса: D — керамический D IP; 
L — безвыводной кристаллодержатель; Р — 
пластмассовый.

2. Диапазон рабочих температур: Е — 
от - 4 0  до + 85°С ; М -  от - 5 5  до +  125°С; 
Q — от 0 до -1- 70 °С.

3. П р и м е н е н и е :  5 — для энергонеза­
висимых запоминающих устройств; 7 — для 
микроЭВМ; 9 — для устройств связи.

4. Тип запоминающих устройств: 1 — 
для репрограммируемых ПЗУ; 2 или 5 -  
электрически стираемые ПЗУ.

5. Организация запоминающих уст­
ройств.

6. Время выборки: 250 — 250 не.

Фирма Sharp Corp., Япония

Пример обозначения: IR 9161 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: IR, 
IRK, LH, LR, LU, LZ, SM.

2. Серийный номер.

Фирма Siemens, ФРГ

Пример обозначения: Т D В 0723A D;
1 2 3 4 5

FL Н 401; S 187 
1 2  4 1 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
S — цифровые схемы; Т — аналоговые схемы; 
U — смешанные аналого-цифровые схемы 
(например, SAJ, SLE, ТАЕ, TAF, TBC, ТВВ, 
TBE, TFA, TLE).

Для обозначений серий цифровых схем 
используются две буквы: FL (схемы TTJI-

типа); FY, GX (схемы ЭСЛ-типа); FD, GD 
(схемы МОП-типа); FZ (схемы невысокого 
быстродействия, но повышенной помехо­
устойчивости LSL — Langsame störsichere 
Logik).

2. Вторая буква не несет никакой ин­
формации (выбирается фирмой).

3. Диапазон рабочих температур: А -  
не нормируется; В — от 0 до +70°С ; 
С — от —55 до +  125°С; D -  от - 2 5  до 
+ 70°С; Е -  от - 2 5  до +85°С ; F — от 
- 4 0  до +85°С .

4. Серийный номер и вариант.
5. Тип корпуса: С — цилиндрический;

D — с двухрядным расположением выводов 
(DIP); Е — мощный D IP; F — плоский; Q — 
с четырехрядным расположением выводов.

П р и м е ч а н и е .  В коде, действовавшем 
до 1973 г., третья буква показывала
функциональное назначение, например: А — 
линейное усиление; Н — логические схемы; 
Q — оперативные запоминающие устройства; 
R — постоянные запоминающие устройства; 
S — усилители считывания; Y — прочие (сме­
шанные) схемы. Следующие затем две циф­
ры (от 10 до 99) показывали серийный 
номер, а третья цифра -  диапазон темпе­
ратур (см. систему обозначений Pro Electron).

Обозначение HKZ имеют магнитоуправ­
ляемые И MC, основанные на эффекте 
Холла.

Фирма Signetics Corp., США

Пример обозначения: N 74123 F;
1 2 3

SCN 2651 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: N, 
NE (диапазон температур от 0 до +  70°С; 
N8 — от 0 до +75°С ); S, SE (от —55 до 
+ 1 2 5 °С); SA (от - 4 0  до +  85°С); SCB -  
биполярные микропроцессоры; SCC — микро­
процессоры КМ ОП-типа; SCN — микропро­
цессоры и-МОП-типа.

2. Серийный номер. 82 — стандартные 
схемы (MSI); 82S — с диодами Шотки (MSI); 
8Т — интерфейсные схемы. Серии N5400 и 
N7400 аналогичны сериям SN5400 и SN7400 
фирмы Texas Instruments.

3. Тип корпуса: D — пластмассовый
микрокорпус (типа SO) с 8, 14 и 16 
выводами; ЕС — металлический типа ТО-46 
с 4 выводами; ЕЕ — металлический типа 
ТО-72 с 4 выводами; F — керамический 
D IP с 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 и 40 
выводами; Н — металлический типа ТО-5 с 
4 выводами, ТО-99 или Т О -100; N -  пласт­
массовый D IP с 16, 18, 20, 22, 24 
и 28 выводами; Q — плоский керамический



с 10, 14, 16 и 24 выводами; R — кера­
мический (бериллиевый) плоский с 16, 18, 24, 
и 40 выводами; ТА — металлический типа 
ТО-5 с 8 выводами; U — с однорядным 
расположением выводов с 9 и 13 выводами; 
W — плоский керамический с 10, 14, 16 и 
24 выводами; Y -  плоский керамический с 
радиальным расположением 24 выводов.

Фирма Siliconix Inc., США

Пример обозначения: DG 201А А Р 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
D — схемы управления для ключей на по­
левых транзисторах; DF — цифровые схемы; 
DG -  аналоговые ключи и коммутаторы; 
DGM — аналоговые ключи (монолитный ва­
риант гибридных схем); G — многоканаль­
ные переключатели; Н — высоковольтные 
(28 В) логические схемы; L — аналоговые 
схемы; LD -  аналого-цифровые схемы и пре­
образователи; LH — линейные гибридные схе­
мы; LM — аналоговые монолитные схемы; 
Si — второй поставщик; S — мощные логи­
ческие ключи; W — специальные.

2. Серийный номер (три или четыре 
цифры) и вариант (буква).

3. Диапазон рабочих температур: А — 
от - 5 5  до +  125°С; В -  от - 2 0  до 
+ 85 °С; С - о т  0 до +70°С ; D -  от - 4 0  
до +85 °С.

4. Тип корпуса: А — ТО-99, Т О -100; F — 
плоский с 14 и 16 выводами; J —
пластмассовый D IP с 14 и 16 выводами; 
К — керамический D IP с 14 и 16 выводами; 
L — плоский с 10 и 14 выводами; Р — 
D IP с 14 и 16 выводами; R -  DIP 
с 28 выводами; N — пластмассовый мини- 
DIP.

Фирма Silicon General (SG ), США

Пример обозначения: SG 108 А Т 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение:
SG.

2. Серийный номер.
3. Характеристики: А — улучшенный тип; 

С — ограниченный температурный диапазон.
4. Тип корпуса: F -  плоский; J -  DIP 

с 14 и 16 выводами; К — типа ТО-3; 
L — безвыводной; М — пластмассовый DIP 
с 8 выводами; N — DIP с 14 и 16 выво­
дами; Р — типа ТО-220; R — типа ТО-66 (3 
и 8 выводов); Т — типа ТО-5 (ТО-39, 
ТО-99, ТО-100, ТО-101); Y -  cerDIP с 8 
выводами.

Фирма Silicon Systems Inc. (S S I)

Пример обозначения: SSI 114.
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение:
SSI.

2. Серийный номер.

Фирма Spraque Electric Company, США

Пример обозначения: UL N 2004 А 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
U C - серии BIMOS, КМ ОП, I2L; U D -  
цифровые формирователи; UG — с эффектом 
Холла; UL — аналоговые схемы; UH — интер­
фейсные схемы; US — логические схемы; 
UT — тиристорные матрицы.

2. Диапазон рабочих температур: N — 
от 0 до +  70/85 °С, от - 2 0  до +85°С , 
от - 5 5  до +100°С ; Р -  от 0 до +70°С ; 
Q — от —40 до +85°С ; С, D, S — от 
— 55 до 125 °С; X — различные диапазоны 
(от 0 до +70°С , от - 4 0  до + 85°С  и 
от - 2 0  до +75°С). Температурный диапа­
зон зависит от типа корпуса.

3. Серийный номер. Серии 5400 и 7400 
аналогичны сериям SN5400 и SN7400 фирмы 
Texas Instruments.

4. Тип корпуса: А — пластмассовый D IP; 
В — пластмассовый D IP с теплоотводами; 
С — бескорпусные ИМС; CW — бескорпусные 
(на пластинах); D — типа ТО-99; Е — пласт­
массовый D IP с 8 выводами; F — типа 
ТО-86 или с 30 выводами плоский; J — 
типа ТО-87; К — типа ТО-100; L — пласт­
массовый мини-D IP; М — пластмассовый 
мини-D IP с 8 выводами; N — пластмассо­
вый с четырехрядным расположением вы­
водов; R — стеклокерамический D IP с 8 
выводами; S — с однорядным расположе­
нием выводов (SIP) с 4 выводами; Т — 
SIP с 3 выводами; W — с однорядным 
расположением 12 выводов; Y — типа ТО-92; 
Z — с 5 выводами типа ТО-220.

Для серии UH: 2 -  тип корпуса [ С — 
плоский; D — D IP; К — бескорпусный (крис­
талл); Р — пластмассовый DIP].

Фирма Solitron, США

Пример обозначения: СМ 4000 A D 
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
СМ -КМ О П; UC4XXX -  линейные схемы; 
UC6XXX, UC7XXX — запоминающие устрой­
ства р-МОП.

2. Серийный номер.
3. Рабочее напряжение, В:А  — 3 — 15; В — 

3 — 18; без буквы — ограниченный диапазон.



4. Тип корпуса и диапазон рабочих 
температур:

а) для КМОП-схем: D — керамический 
DIP, от - 5 5  до +125°С ; Е — пластмас­
совый D IP, от - 4 0  до +85°С ; F — кера­
мический DIP, от -5 5  до + 85°С ; Н — 
бескорпусные ИМС; К — плоский, от —55 
до + 85 °С;

б) для линейных схем: без буквы — 
типа ТО-99, от —55 до +125°С ; С — типа 
ТО-99, от 0 до +70°С ; СЕ — мини-D IP 
с 8 выводами, от 0 до +70°С ; I D — 
бескорпусные ИМС.

Фирма Solid State Scientific (SSS), США

Пример обозначения: SCM 23С32 R Е;
1 2 3 4

SS 74НС00 Е 
1 2 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
SCL, SCM, SM, SND, SS.

2. Серийный номер. Серия SCL4000 
аналогична серии CD4000 фирмы RCA; 
серии SS54H00, SS54HCT00 и SS74HC00, 
SS74HCT00 аналогичны сериям CD54HC, 
CD54HCT, CD74HC, CD74HCT фирмы 
RCA.

3. Электрическая градация: М — спе­
циального назначения; R — с ограниченным 
диапазоном.

4. Тип корпуса: С — керамический D IP 
(герметизация сплавлением); D — керами­
ческий D IP; Е — пластмассовый; Н — бес­
корпусные (кристаллы).

Фирма Sony, Япония

Пример обозначения: СХ 20200 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение 
СХ, СХА.

2. Серийный номер.

Фирма Suwa Seikosha, Япония

Пример обозначения: SMM 2365.
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
SMC, SMM, SRM, SVM.

2. Серийный номер.

Фирма Synertek, США

Пример обозначения: SY М С 2114 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение:
SY.

2. Диапазон рабочих температур: Е — 
от —40 до +  85 °С ;М  —от —55 до +125°С ; 
X — специальные; без буквы — от 0 до -I- 70 °С.

3. Тип корпуса: С -  керамический; D — 
керамический D IP; F — плоский; К — безвы­
водной кристаллодержатель (LCC); Р — 
пластмассовый; Т — металлический (типа 
ТО); X — бескорпусные.

4. Серийный номер.

Фирма Standard Microsystems Corp. (SM C ), 
США

Пример обозначения: СОМ 5016 Т Р  
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
СОМ — для устройств связи; CRT — схемы 
управления дисплеями; SR — сдвиговые ре­
гистры; KR — дешифраторы; MPU — микро­
процессоры.

2. Серийный номер.
3. Назначение: Т -  тактовые схемы; Н — 

быстродействующие; ST — ПЗУ.
4. Тип корпуса: без буквы -  керами­

ческий; С — керамический D IP; Р — пласт­
массовый.

Фирма Sylvania, США

Пример обозначения: ECG 703 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
ECG.

2. Серийный номер.

Фирма Teledyne Semiconductor, США
Пример обозначения: TSC 8750 CJ;

1 2 3
TSC 7650А СРА 

1 2 3
1. Фирменное буквенное обозначение: 

TSC; ТР.
2. Серийный номер и вариант.
3. Тип корпуса и диапазон рабочих 

температур: AJ, BJ — типа ТО-92 (от 0 до 
+  70°С); AM, ВМ -  типа ТО-18 (от - 5 5  до 
125 °С); BL, BN — керамический DIP (от —55 

до +125 °С); CBQ, CSQ -  плоский (от 0 до 
70 °С); CJ, CJL, CPA, CPD, CPE, CPI, CPL -  
пластмассовый D IP (от 0 до +70°С , кроме 
ЦАП и АЦП); CN, CL -  керамический 
D IP (от - 4 0  до +  85°С); IBQ -  плоский 
(от - 4 0  до +85 °С); IJA, IJD, IJE, IL, 
IJL — керамический D IP (от —25 до +85 °С); 
MJA, MJE, MJL, ML — керамический D IP (от 
- 5 5  до +125 °С).

Фирма Tele funken, ФРГ

Пример обозначения: TDA 4420 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
SAB, SAJ, SAS, ТА А, ТВА, ТСА, TDA, TEA,



TL, UAA (см. систему обозначений Pro 
Electron).

2. Серийный номер.

Фирма Telmos, США
Пример обозначения: ТМ 3000;

1 2
TML 1840 

1 2
1. Фирменное буквенное обозначение: 

TM, TMD, TMF, TML.
2. Серийный номер.

Фирма Tesla, ЧССР

Пример обозначения: МАА 661 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
МА, МАА, MAB, MAC, MBA, MCA, MDA -  
аналоговые схемы (монолитные) биполярные; 
MAS — аналоговые схемы униполярные 
(MNOS); MH, МНА, МНС, MHD, МНЕ, MHF, 
MHG, MJA, MYA, MJB, MZH, MZJ, MZK -  
цифровые схемы; MAF — схемы на эффекте 
Холла.

2. Серийный номер.

Фирма Texas Instruments (Т І ) ,  США

Пример обозначения: SN 74 ALS 520 S;
1 2 3 4 5

TM S 4030-15 J 
1 2 4 6 5

1. Фирменное буквенное обозначение: 
SBP — биполярные (I2L) микропроцессоры; 
SN -  стандартные цифровые и аналоговые 
типы; JBP, РМВ, PMJ, SMB, SNA, SNC, 
SNB, SNN, SNT, SNJ, SNS -  отвечающие 
требованиям специальных стандартов; ТВР — 
биполярные запоминающие устройства (про­
граммируемые ПЗУ); T1BPAL, TIFPLA — 
программируемые логические матрицы; TL — 
линейные (аналоговые) схемы; TLC — линей­
ные КМОП-схемы; ТСМ -  для устройств 
связи; TIL — оптоэлектронные; TMS — МОП- 
схемы (запоминающие устройства, микро­
процессоры); ТАС, TAL, TAT -  логические 
матрицы соответственно CMOS, TTL и STL- 
типа.

2. Диапазон рабочих температур: серии 
52, 54, 55, Т Р - о т  - 5 5  до +125°С ; серии 
72, 74, 75 -  от 0 до +70°С ; серия 6 2 -  
от —25 до +85°С ; для биполярных схем: 
С -  от 0 до +70°С ; I -  от - 2 5  до +85°С ; 
Е — от —40 до +  85°С; М — от —55 до 
+  125°С; для МОП-схем (TMS): I -  от -2 5  
до +85°С  (или от —40 до +85°С); 
L — от 0 до +  70°С; С -  от - 2 5  до +85 °С; 
R -  от —55 до +85°С ; М -  от - 5 5  до 
+  125°С; S -  от -5 5  до +100°С. Для анало­
говых схем: С -  от 0 до + 70°С ; I —

от - 2 5  до + 85°С ; М -  от -5 5  до 
+  125°С.

3. Классификация для ТТЛ- и МОП- 
схем (серии SN54 и SN74): ALS (Advanced 
Low Power Schottky) — биполярные усовер­
шенствованные (улучшенные) маломощные 
ТТЛ с диодами Шотки; AS (Advanced 
Schottky) — усовершенствованные с диодами 
Шотки; Н (High-speed) -  быстродействую­
щие; НС (High-speed CMOS) — быстро­
действующие КМ ОП-типа; НСТ — быстро­
действующие КМОП-типа, совместимые с 
ТТЛ-схемами; L (Low Power) — маломощ ­
ные; LS (Low Power Schottky) — мало­
мощные с диодами Шотки; PL — электри­
чески программируемые логические матри­
цы; S (Schottky) -  с диодами Шотки.

4. Серийный номер.
5. Тип корпуса: FA — плоский; FC, FD — 

керамический кристаллодержатель; FG, FE — 
прямоугольный керамический с 28, 32 и 
18 выводами; FK — керамический трехслой­
ный; FN — пластмассовый кристалл одер­
жатель; FP — прямоугольный пластмассовый 
с 18 выводами; J — керамический D IP с 
14 выводами; JG — керамический DIP с 8 
выводами; JA, JB, JP  — с двухрядным рас­
положением выводов (DIP); JT — керами­
ческий D IP с 24 выводами; КС — пласт­
массовый типа ТО-220; L, LA — металли­
ческий; LP -  пластмассовый с 3 выводами 
(типа ТО-92); N — пластмассовый D IP с 14, 
16, 20 и 22 выводами; NE -  пластмассо­
вый D IP с 14 выводами; NG — пласт­
массовый DIP с 14 и 16 выводами; N T — 
пластмассовый D IP с 24 выводами; О — 
микрокорпус (типа SO); Р — пластмассовый 
DIP с 8 выводами; RA — плоский кера­
мический; SB — плоский металлический; Т — 
плоский металлостеклянный; U, W — плос­
кий керамический с 14 и 16 выводами.

6. Только для быстродействующих 
МОП-схем в обозначении дополнительно 
указывается быстродействие, не: 15 < 150; 
20 < 200; 25 <  250; 35 < 350.

Фирма Thomson-CSF (Sescosem), Франция

Пример обозначения: SF F 8 1104А Р Т ;
1 2 3  4 5 6

E F 6  821 С М В 
1 3 4 5 6 7

1. Фирменное буквенное обозначение: 
CDA, EF, EFB, EFD, EFF, EFG, EFH, 
EFM, EFS, EFT, EFY, EFZ, ESM, ET, 
ETL, ETC, M, SF, а также в соответ­
ствии с системой Pro Electron (ТСА, TD, TDA, 
TDB, TDC, TDE, TDF, ТЕ, TEA, TEB, 
TEC, TEE, UAA, UAB, UAC).



2. Технология: а) для схем с обозначе­
нием SF: С — биполярная; F — М ОП;

б) для схем с обозначением E F : А — 
л-МОП (буква может не ставиться); В — 
КМ ОП; С -  КМ О П /КН С; D -  p-М ОП; F -  
биполярная; Н — гибридная; X — прототипы 
других фирм.

3. Функциональное назначение:
а) для схем с обозначением SF: 1 — 

мультиплексоры; 2 — аналоговые или логи­
ческие; 3 — динамические сдвиговые регист­
ры; 4 — статические сдвиговые регистры; 
5 — схемы общего назначения (универсаль­
ные); 7 — ПЗУ; 8 — ОЗУ, микропроцессоры;

б) для схем с обозначением E F : 5 — 
для бытовой аппаратуры; 6 — микропроцес­
соры (или комплекты для микропроцессоров); 
7 — для средств связи; 8 — для промышлен­
ной аппаратуры; 9 -  для отображения ин­
формации.

4. Серийный номер.
Серия SFF24000 аналогична серии 

CD4000 фирмы RCA.
5. Тип корпуса: при отсутствии буквы — 

металлический корпус (ТО-5, ТО-99, Т О -100); 
D — пластмассовый мини-D IP; Е — пласт­
массовый D IP (ТО-116, МР-117); G -  кера­
мический мини-D IP; J, К  — керамический 
D IP; Р — металлический плоский (ТО-91); 
R — металлический (ТО-3); U — пластмас­
совый плоский мини-корпус.

П р и м е ч а н и е .  Для схем с обозна­
чением EF: С — керамический мини-D IP;
М — металлический; Е — кристаллоноситель; 
F — плоский металлостеклянный; W — плос­
кий керамический; Р — пластмассовый.

6. Диапазон рабочих температур: при 
отсутствии буквы для цифровых схем — 
от 0 до +70°С ; А — не нормируется; 
С — от 0 до +  70°С; D -  от —25 до +  70°С; 
Е, Т - о т  - 2 5  до + 8 5 °С; F, U -  от 
- 4 0  до + 8 5 °С; G -  от - 5 5  до +85°С ; 
М -  от - 5 5  до +  125°С.

7. Уровень качества (буквы В, D, G, S), 
отвечающий требованиям различных стандар­
тов.

Фирма Toshiba, Япония

Пример обозначения: ТА 7173А Р;
1 2 3

ТС 74НС10 Р 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
ТА — биполярные линейные (аналоговые) схе­
мы: ТС — КМ О П; TD — биполярные цифро­
вые схемы; TCP, TM, TMP, Т, TDP, ТММ -  
М ОП; TCD -  ПЗС-схемы.

2. Серийный номер и вариант прибора 
(А — улучшенный; НС — быстродействую­

щие); серия TD3400 аналогична серии 
SN7400; серия ТС4000 — серии CD4000.

3. Тип корпуса: С — керамический; М — 
металлический; Р — пластмассовый.

Фирма TRW , США

Пример обозначения: TDC 1016 J М
1 2 3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: 
MPY — умножители; LNA — гибридные схе­
мы высокочастотных усилителей; TDC — 
все другие функции; ТМС, TMZ — КМ О П; 
TDS — специальные (биполярные).

2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: В — керамический DIP; 

С — керамический кристаллодержатель; F — 
плоский; J — керамический D IP; L — безвы- 
водной; N — пластмассовый DIP.

4. Диапазон рабочих температур: М — 
от —55 до +125°С ; без обозначения — 
от 0 до +70°С.

Фирма Transitron Electronic, США

Пример обозначения: TG 7400 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
TDC — компараторы; TFF, TG, TNF -  
ТТЛ-схемы; ТМС — запоминающие устрой­
ства; ТОА — операционные усилители; TRC — 
счетчики; TSR — комплексные функции; 
TVR — стабилизаторы напряжения.

2. Серийный номер.

Фирма Tri-Quint Semiconductor Inc. ( TQSI, 
Tektronix), США

Пример обозначения: TQ1111
1. Фирменное буквенное обозначение:

TQ.
2. Серийный номер.

Фирма Unitra, ПНР

Пример обозначения: U С Y 74 S 00 N ;
1 2 3 4 5 6

U L 10 00 L 
1 2 4 5 6

1. Технология изготовления: U — моно­
литные биполярные, М — монолитные унипо­
лярные; Н — гибридные.

2. Назначение: С — цифровая; L -  линей­
ная.

3. Буква или без буквы: X — разраба­
тываемые, Y — для профессиональной, а без 
буквы — для бытовой аппаратуры.

4. Диапазон рабочих температур: 1 — не 
нормируется; 4 -  от - 5 5  до + 85°С ; 5, 
54 — от —55 до +125°С ; 6 — от —40 до 
+  85 °С; 7, 7 4 - о т  0 до +70°С ; 8 -  
от —25 до +85°С.



5. Функциональное назначение:
а) для аналоговых схем: 000 — 099 —

модуляторы и демодуляторы, смесители; 
100—199 — многофункциональные универ­
сальные; 200 — 299 -  для связной аппаратуры 
(радио и телевидение); 300 —399 — специаль­
ные усилители (микрофонные, для магнитной 
записи); 400 — 499 -  усилители мощности низ­
кой частоты; 500 — 599 — стабилизаторы, пре­
образователи напряжения; 600 — 699 — дешиф­
раторы стереофонические (стереодекодеры); 
700 — 799 — операционные усилители и компа­
раторы напряжения; 800 — 899 — делители ча­
стоты и генераторы (в том числе таймеры); 
900 —999 — управляющие и прочие схемы;

б) для цифровых схем: Н — быстродей­
ствующие ТТЛ; LS — маломощные с дио­
дами Шотки; S — с диодами Шотки.

6. Тип корпуса: F — плоский металли­
ческий (изолирован от основания); Н — 
плоский керамический; J — плоский метал­
лический с электрическим контактом с под­
ложкой; N — пластмассовый.

П р и м е ч а н и е .  Серия MCY7400 анало­
гична серии CD4000 фирмы RCA.

Фирма Unitrode Corporation, США

Пример обозначения: UC 493А 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
UC — аналоговые схемы; PIC (Power Integra­
ted Circuit) — гибридные схемы.

2. Серийный номер.

Фирма Ѵаіѵо, ФРГ

Пример обозначения: HEF 4000 D 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение: 
FC (FCH, FCJ, FCK, FCL, FCY) -  
ДТЛ-схемы; FD (FDN, FDQ, FDR, FEJ, 
FEY), GYQ, GZF, Н AB -  МОП-схемы; 
FZ (FZH, FZJ, FZK, FZL) -  логические 
схемы; GX(GXB), НХА -  ЭСЛ-схемы; H E F -  
КМОП-схемы, а также MAB, РСА, РСВ, 
РСС, PCD, РСЕ, PCF, PNA, SAA, SAB, SAF, 
SAJ, SAK, SBB, ТАА, ТВА, ТСА, TDA, 
TDB, TEA, UAA (см. систему обозначений 
Pro Electron).

2. Серийный номер. Серии 5400, 54F, 
54LS, 54S, 7400, 74F, 74LS, 74S аналогич­
ны соответствующим сериям фирмы Texas 
Instruments, а серия 4000 — серии CD4000 
фирмы RCA.

3. Тип корпуса: D, F, FE, J — керами­
ческий D IP (от 8 до 28 выводов); I, N, 
Р — пластмассовый (от 6 до 28 выводов).

Фирма VLSI Technology, США

Пример обозначения: ѴТ 231024 
1 2

1. Фирменное буквенное обозначение: 
ѴС -  заказные схемы; VF — серийные; ѴН -  
гибридные схемы; VL — логические схемы; 
VS -  СБИС, проектируемые потребителем; 
ѴТ — схемы запоминающих устройств; VU — 
разрабатываемые.

2. Серийный номер.

Фирма Western Digital, США

Пример обозначения: WD 1940 Р 
1 2 3

1. Фирменное буквенное обозначение:
WD.

2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: А — керамический D IP 

с 40 выводами; В — D IP с 40 выводами 
(Relpack); С — керамический D IP с 24 выво­
дами; Е — керамический D IP с 28 выводами; 
F -  D IP с 28 выводами (Relpack); М — пласт­
массовый D IP с 18 выводами; Р — пласт­
массовый D IP с 28 выводами; Т — керами­
ческий D IP с 48 выводами; U — керами­
ческий D IP с 20 выводами; V — керами­
ческий D IP с 20 выводами.

Фирма Хісог, США

Пример обозначения: X 2212 D М 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: X.
2. Серийный номер.
3. Тип корпуса: D — керамический D IP; 

Е -  безвыводной микрокорпус; Р — пласт­
массовый DIP.

4. Диапазон рабочих температур: I — от 
- 4 0  до +85°С ; М -  от - 5 5  до +  125°С; 
без буквы — от 0 до -I- 70 °С.

Фирма Zilog, США

Пример обозначения: Z 8400 В Р 
1 2  3 4

1. Фирменное буквенное обозначение: Z.
2. Серийный номер.
3. Быстродействие, МГц: без буквы — 

2,5; А — 4; В — 6; Н — 8; L — маломощные.
4. Тип корпуса: С — керамический; D — 

керамический D IP; Р — пластмассовый; Q — 
керамический с четырехрядным расположе­
нием выводов.

Фирма Zytrex Corporation

Пример обозначения: ZX 74 HCT 240 N 
1 2 3 4 5



Т а б л и ц а  1.1. Буквенное обозначение ИМ С различных фирм

Буквенное
обозначение Фирма Буквенное

обозначение Фирма

А RFT DM PAL NSC
AD Analod Devices (AD) DMX PM I
ADB National Semiconductor DN Matsushita

Corp. (NSC) DP NSC
ADC NSC, Datei, Burr-Brown DQ SEEQ

(BB), Hybrid Systems (HS) DS GI, NSC
ADD NSC E RFT, SGS
ADM NSC ECG Sylvania
ADS NSC EF Thomson
ADX NSC EFB Thomson
AF NSC EFD Thomson
AH NSC EFF Thomson
AM Advanced Micro Devices EFG Thomson

(AMD), NSC, Raytheon, DSI EFH Thomson
AM PAL AMD EFM Thomson
AN Matsushita EFS Thomson
ATF BB EFT Thomson
AY General Instrument (GI) EFY Thomson
В Fujitsu, RFT EFZ Thomson
BA Rohm EL Elcap
Bt Brooktree Corp. EP Altera
BUF Precision Monolithics Inc. ER GI

(PM I) ESM Thomson
С NSC, Fujitsu, RFT ET Thomson
CA RCA ETC Thomson
CCD Fairchild ETL Thomson
CD RCA, NSC F Fairchild, Master Logic (ML)
CDA Thomson FC Mullard
CDM RCA FCH Valvo
CDP RCA FCK Valvo
CF Harris FCL Valvo
CM Solitron, Mitel FCM Fairchild
CM P PMI FCY Valvo
COM SMC FD RTC, Siemens
COP NSC FDN Valvo
CP GI FDQ Valvo
CRT SMC FD R Valvo
CSC Crystal Semiconductor FE RTC
CS Cherry Semiconductor Corp. FEJ Valvo
CU GI FEY Valvo
CX Sony FF RTC
CXA Sony FGC Fairchild
CY Cypress Semiconductor FGE Fairchild

Corp. FJ Mullard, RTC
D RFT, Intersil, Siliconix FK Mullard
DA-AD NSC FL Siemens
DAC BB, Datei, PM I, HS, NSC, FLT DSI

Raytheon FQ SGS
DAS Datei FWA Fairchild
DAX NSC FX Consumer Microcircuits
DC Digital Equipment Corp. Limited

(DEC) FY Siemens
DCJ DEC FZ Siemens
DE SEEQ FZH Valvo
DF Siliconix FZJ Valvo
DG Intersil, Siliconix FZK Valvo
DGM Siliconix FZL Valvo
DH NSC G Siliconix, Intersil
DI Dionics GA Mostek
DL GI, RFT GAP PM I
DM NSC, SEEQ GB Mostek



Продолжение табл. 1.1

Буквенное
обозначение Фирма Буквенное

обозначение Фирма

GD Siemens IRK Sharp
GE General Electric (GE) ISP NSC
GEIC GE ITT ITT
G F RTC IX Intel
GL GSS J Matsushita
GT RTC JBP Texas Instruments (TI)
GX Siemens, Valvo KA Samsung
GXB Philips, RTC, Valvo KB G l
GZ RTC KM Samsung
GZF Valvo KR SMC
Н Hughes, SGS, Siliconix KS Gold Star, Samsung
НА Harris, Hitachi L SGS, Siliconix
НАВ Harris, RTC, Valvo LA Sanyo, G l
HAL Monolithic Memories (MMI) LAS Lambda
HAS AD LB Sanyo
HBS, HBF SGS LC G l, Sanyo
НС Harris, Honeywell, RCA LD Siliconix
HCC SGS LE Sanyo, Seeq
HCF SGS-ATES LF NSC
НСМ Р Hughes LFT NSC
HD Harris, Hitachi LG G l
HDS AD LH NSC, Raytheon, Sharp, Sili­
НЕ Honeywell conix
HEF Mullard, Philips, RTC, LLM Lambda

Valvo LM NSC, Raytheon, Sanyo, Seeq,
HI Harris Siliconix, Signetics
HLCD Hughes LMC Lambda
HM Harris, Hitachi LNA TRW
HMCS Hitachi LP NSC
HM M P Hughes LPD Lambda
HN Hitachi LQ Seeq
HNVM Hughes LR Sharp
HPL Harris LS SGS
HPROM Harris LT Linear Technology Corp.
HRAM Harris LTT Lighes Telegraphiques Tele-
HROM Harris foniques
HS Harris, Hybrid Systems LU Sharp

NSC LZ Sharp
HSG SGS M Matsushita, Mitsubishi, SGS,
HSSR Hughes Thomson
HSO RTC MA Mitei, Philips
HT Harris, Honeywell MAA ITT, Tesla
HX Philips MAB Tesla
HXA RTC MAC Tesla
HY NSC MAF Tesla
IB Intel MAS Tesla
IC Intel MAT PMI
ICL Intersil Max Maxim
ICM Intersil MB Fujitsu, Intel, Philips
ID Intel MBA Tesla
IDM NSC MBL Fujitsu
IH Intersil, NSC MBM Fujitsu
IM Intel, Intersil, NSC MC Intel, M otorola, Nippon
IMI International Microcircuits Electric (NEC), Unitra

Inc. (IMI) MCA NSC, Tesla
IM P NSC MCB Motorola
IMS Inmos MCBC Motorola
INS NSC MCC Motorola
IP Intel MCCF Motorola
IPC NSC MCE Motorola, MCE
IR Sharp MCM Motorola



Продолжение табл. 1.1

Буквенное
обозначение Фирма Буквенное

обозначение Фирма

м е х Unitra NOM Plessey
MCY Unitra NS Nitron
MD Intel, Mitei, Philips NSC NSC
MDA Tesla NSL NSC
ME Philips OP PMI
МЕА Mullard OPA BB
МЕВ Philips PA RCA
МЕМ G l PAL MMI,
MEN G l NSC
MF NSC PC G l
MGB MCE PCA Philips, Valvo
MGC MCE PCB Mullard, Philips,
MH NSC, Mitei, Tesla Valvo
MHA Tesla PCC Philips, Valvo
м н е Tesla PCD Mullard, Philips, Valvo
M HD Tesla PCE Philips, Valvo
МНЕ Tesla PCF Mullard, Philips, Valvo
M H F Tesla PIC G l, Unitrode
M HG Tesla PKD PMI
MHW Motorola PLE Monolithic Memories
MIC ITT PM PMI
MJ Plessey PMB TI
MJA Tesla PMJ TI
MJB Tesla PNA Philips, Valvo
MK Mostek PM R Lambda
MKB Mostek R Raytheon, Rockwell
MKJ Mostek RA Gl, Reticon
ML ML, Mitei, Plessey RC Raytheon, Reticon
MLA ML REF PMI
MLM M otorola RL Raytheon, Reticon
MM Intel, NSC RM Raytheon
MMS M otorola RO GIC, Reticon
MN Matsushita, Micro RPT PMI

Networks, Plessey RV Raytheon
MP Intel, MPS, Plessey R5 Reticon
MPC BB R6 Hybrid Systems
M POP MPS S American Microsystems,
M PU SMC Signetics, Siliconix
MPY IMI SA Signetics
M PREF MPS SAA Mullard, RTC, Philips,
MSL Oki Valvo
MSM Oki SAB Philips; RTC, Telefunken,
MT Mitei, Plessey Valvo
MUX G l, PM I SAD Reticon
MV DSI, Plessey SAF Philips, RTC, Valvo
MWS RCA SAH Mullard
MX American Microsystems, SAJ ITT, Siemens, Valvo

DSI, Intel SAK ITT, Valvo
MYA Tesla SAM Reticon
MZH Tesla SAS Telefunken, Oki
MZJ Tesla SAY ITT
MZK Tesla SBA Gl
N Signetics SBB Philips, Valvo
NC G l, Nitron SBP Texas Instruments (TI)
NCR NCR Microelectronics SC Nitron
NE Signetics SCB Signetics
NH NSC s c c Signetics
NJ Plessey SCL SSS
NM C NSC SCM SSS
NM H NSC SCN Signetics



Продолжение табл. 1.1

Буквенное
обозначение Фирма Буквенное

обозначение Фирма

SCX NSC TBC Siemens
SD NSC TBE Siemens
SDA Siemens, Philips, Thomson TBP TI
SE Signetics TC Toshiba
SF Thomson TCA ITT, Siemens, Valvo, SGS,
SFC Thomson Philips, RTC, Thomson,
SFF Thomson Telefunken
SG Silicon General TCD Toshiba
SH Fairchild TCP Toshiba
SHC BB TD Toshiba, Thomson
SHM DSI TDA ITT, RTC, SGS, Philips,
SI Siliconix Siemens, Telefunken,
SL G l, NSC, Plessey Thomson, Valvo
SLE Siemens TDB Philips, RTC, Siemens,
SM NSC, SSS Thomson, Valvo
SMB TI TDC TRW , Siemens, Thomson,
SMM Suwa Transitron
SMP PMI TDE Thomson, RTC
SN TI, Monolithic Memories TD F Thomson
SNA TI TD P Toshiba
SNB TI TDS TRW
SNC TI ТЕ Thomson
SND SSS TEA RTC, Philips, Valvo,
SNH TI Mullard, Thomson
SNJ TI TEB Thomson
SNN TI TEC Thomson
SNS TI TEE Thomson
SNT TI TFA Siemens
SP American Microsystems TFF Transitron
SPB G l TG Transitron
SPR G l TIFPLA TI
SR SMC TIL TI
SRM Suwa TIBPAL TI
SS G l, SSS TL TI, Telefunken
SSI SSI TLC TI
sss PMI TLE Siemens
STK Sanyo TM Toshiba, Telmos
SU Signetics TMC Transitron, TRW
SVM Suwa TM D Telmos
SW PMI TM F Telmos
SY Synertek TML Telmos
SYE Synertek TMM Toshiba
SYM Synertek TM P Toshiba
SYX Synertek TMS TI
T SGS, Toshiba TM Z TRW
TA RCA, Toshiba TN F Transitron
TAA ITT, Siemens, SGS, Tele- TOA Transitron

funken, Philips, Mullard, TP NSC, Teledyne
Valvo TQ TQSI

TAB Mullard TRC Transitron
TAC TI TSC Teledyne
TAD Mullard, Reticon TSR Transitron
TAE Siemens TT DSI
TAF Siemens TVR Transitron
TAL TI U Telefunken, G l, RFT
TAT TI UA G l
ТВ A ITT, RTC, Mullard, SGS, 

Siemens, Philips, Telefun-
UAA Telefunken, Thomson, 

Valvo
ken, Valvo UAB Thomson

TBB Siemens UAC Thomson



Продолжение табл. 1.1

Буквенное
обозначение Фирма Буквенное

обозначение Фирма

ис Unitra, Unitrode, Solitron VI DSI
UCN Spraque VL VLSI Technology
UCP Spraque VR DSI
UCQ Spraque VS VLSI Technology
UCS Spraque VT VLSI Technology
исх Unitra VU VLSI Technology
UDN Spraque W Siliconix
UDP Spraque WD Western Digital
UDS Spraque X Xicor
UGN Spraque XR Exar
UHN Spraque Z SGS, Zilog
UL American Microsystems, ZLD Ferranti

Unitra ZN Ferranti
ULN Spraque ZNA Ferranti
ULS Spraque ZN R EF Ferranti
UTN Spraque ZSS Ferranti
рА Fairchild ZST Ferranti
pAF Fairchild ZX Zytrex
рРА NEC ZXCAL Zytrex
рРВ NEC 9N Fairchild
рРС NEC 10G Gigabit Logic Inc. (GLI)
pPD NEC 1 IG GLI
ѴС VLSI Technology 12G GLI
VF VLSI Techn., DSI 16G GLI
VFC BB 90G GLI
VH VLSI Technology

1. Фирменное буквенное обозначение: 
ZX; ZXCAL -  логические матрицы КМ ОП- 
типа.

2. Диапазон рабочих температур: 54 — 
специальное назначение; 74 — коммерческое 
назначение.

3. Серия: НС — быстродействующие
КМ ОП-схемы; НСТ — быстродействующие 
КМОП-схемы, совместимые с ТТЛ-типами.

4. Серийный номер и вариант.
5. Тип корпуса: D — керамический DIP 

(Side brazed); F — плоский; J, JS — керами­

ческий D IP; L — безвыводной; N -  пласт­
массовый DIP.

Следует отметить, что некоторые фирмы 
являются вторыми поставщиками, т. е. дубли­
руют по всем параметрам ИМС, выпускае­
мые другими (основными) фирмами с соот­
ветствующими условными обозначениями.

Иногда требуется определить по буквен­
ному обозначению фирменную принадлеж­
ность ИМС, чтобы по каталогу найти ее 
электрические параметры, поэтому такая ин­
формация приведена в табл. 1.1.

Раздел 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
АНАЛОГОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

2.1. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Операционные усилители (ОУ) вследст­
вие своей универсальности и возможности 
многофункционального использования нашли 
широкое применение в электронной аппа­
ратуре. Они представляют собой специаль­

ные усилители постоянного тока. Принци­
пиальные электрические схемы ОУ весьма 
разнообразны, хотя число соответствующих 
им структурных схем невелико и опре­
деляется областью применения, числом вхо­
дов, способом компенсации дрейфа нуля. 
Операционные усилители делятся на усилите­



ли с одним входом (инвертирующим, напри­
мер, НА2530, НА2535) или с двумя входами 
(инвертирующим и неинвертирующим), т. е. 
дифференциальные, включающие в себя 
дифференциальный каскад, схему сдвига уров­
ня и выходной каскад. В частном случае 
у ОУ (например, у СА3080), управляемого 
по крутизне (или проводимости), помимо 
обычных двух дифференциальных входов 
имеется вход управляющего тока. По спо­
собу компенсации дрейфа нуля различают 
ОУ с параметрической компенсацией дрейфа 
(с непосредственными связями без преобра­
зования сигнала); с преобразованием сигна­
ла; с автоматической коррекцией дрейфа 
нуля. В усилителях с непосредственными 
связями компенсация дрейфа нуля осущест­
вляется за счет построения входных каска­
дов по симметричной балансной или диф­
ференциальной схеме. В усилителях с пре­
образованием сигнала для усиления по­
стоянной составляющей используется уси­
литель с импульсной стабилизацией типа 
МДМ (с модуляцией, усилением на несу­
щей и последующей демодуляцией), напри­
мер НА2905, AM490, TL089, МАХ420 и др. 
Усилители с автоматической коррекцией дрей­
фа нуля (с автокомпенсацией) подразделя­
ются на усилители с периодической и не­
прерывной коррекцией дрейфа нуля; послед­
ние, например, TCL7600 включают в себя 
два усилителя, работающих попеременно: 
один обеспечивает усиление входного сигнала, 
второй осуществляет автоматическую под­
стройку нуля. Более широкое распростра­
нение получили ОУ без преобразования 
сигнала с входными каскадами, выполнен­
ными по дифференциальной схеме, облагаю ­
щие высокой помехозащищенностью по цепи 
питания, большей универсальностью, так как 
может использоваться как инвертирующая 
так и неинвертирующая обратная связь, 
что расширяет их эксплуатационные возмож­
ности. Реализация широкой полосы пропуска­
ния достигается проще у усилителей с од­
ним (несимметричным) входом. Операцион­
ные усилители с преобразованием сигнала 
применяются в случаях, когда необходим 
минимальный дрейф нуля. Однако их динами­
ческие параметры невысокие. Если усили­
тели без преобразования сигнала не удов­
летворяют требованиям в отношении дрейфа 
нуля, а применение усилителей типа МДМ 
экономически нежелательно, могут использо­
ваться усилители с автокомпенсацией (авто­
коррекцией) нуля, но они тоже имеют не­
высокие динамические свойства.

Обеспечение устойчивости ОУ (устра­
нение самовозбуждения) при работе с замкну­

той обратной связью достигается примене­
нием цепей (компонентов) частотной коррек­
ции (компенсации) как внешних, так и внут­
ренних, значение которых определяется для 
конкретного случая (например, внутренняя 
частотная компенсация осуществляется созда­
нием МОП-конденсатора емкостью 30 — 
100 пФ на кристалле ОУ), т. е. могут 
выпускаться два варианта О У : с внутренней 
коррекцией и без нее.

Технологически ОУ выполняются либо 
по биполярной, либо по совмещенной би­
полярно-полевой (BIFET, BIFET-II, BIMOS, 
BICOS/MOS) технологии. Полевые транзисто­
ры с р-и-переходом или М ОП-типа исполь­
зуются на входе ОУ, когда необходимо 
получить высокое входное сопротивление и 
малые входные токи смещения, а также в 
качестве активных нагрузок (источников тока) 
или устройств сдвига уровня, улучшая частот­
ные характеристики по сравнению с характе­
ристиками р-и-р-транзисторов (их граничная 
частота меньше 10 МГц). Операционные 
усилители, выполненные по BIMOS-техно- 
логии, имеют преимущества по размаху 
^вых» 7вх и стабильности усиления, но усту­
пают ОУ, выполненным по BIFET-техноло- 
гии, по шумовым параметрам, значению 
UCM и его дрейфу. Применение совме­
щенной BIMOS-технологии позволяет полу­
чать одновременно биполярные транзисторы 
с усилением более 100 и полевые с Ullop < 
< 2  В.

Первые стандартные монолитные ОУ 
типов SN521, SN522, рА702 были выпущены 
в 1962, 1963 гг. В дальнейшем появились: 
в 1964 г .—тип рА709; в 1967 г .— тип 
LM1Q1, в 1968 г .—типы цА741, LM101A; 
в 1969 г .—типы LM108, рА725; в 1971 г . -  
тип LM118; в 1973 г .—серии НА2500,
НА2900; тип СА3130; в 1974-1979 г т . -  
типы САЗ 140, LF155, ICL7600, НА5190,
LM1CL LM11, АМ490; в 80-х го д ах -
ICL7650, ОР27, LT1028 и др. Операцион­
ные усилители, выполненные по BIFET- 
технологии (LF355, LF356, LF357, LF347), 
появились в 1975 г., а по BIFET-II
(LF351, LF353, LF411, LF412) в 1978 г.

Улучшение электрических параметров и 
характеристик ОУ (повышение быстродей­
ствия, улучшение точностных показателей, 
уменьшение потребляемой мощности и т. п.) 
было обусловлено как прогрессом техноло­
гии (изготовлением транзисторов с весьма 
высоким коэффициентом усиления, высоко­
омных резисторов, горизонтальных р-п-р- 
транзисторов, высокочастотных комплемен­
тарных биполярных, полевых с р-н-переходом 
и МОП-транзисторов, использованием совме­



щенной биполярно-полевой технологии и пр.), 
так и разработкой новых и оригинальных 
схемотехнических решений и принципов (ис­
пользование на входе составных — по схеме 
Дарлингтона — транзисторов, создание бо­
лее сложных входных дифференциальных 
каскадов с большим усилением, сбаланси­
рованных двухтактных каскадов с высокой 
линейностью, встроенных стабилизаторов то­
ка с повышенной стабильностью и др.).

Для уменьшения (7СМ применяются раз­
личные методы подгонки номиналов сопро­
тивлений резисторов в цепи дифференциаль­
ного усилителя (пережиганием перемычек 
параллельно включенных резисторов импуль­
сами тока, лазерная подгонка) с использо­
ванием вычислительной техники (например, 
в ОУ AD517, LF347, LF357 осуществлена 
лазерная подгонка резисторов). Ряд усилите­
лей имеет внутреннюю схему защиты от 
перегрузок.

В большинстве случаев фирмы выпускают 
один и тот же ОУ (с определенным 
сочетанием параметров) в различных корпу­
сах для различных температурных диапа­
зонов. Чаще всего лучшие характеристики 
и параметры имеют ОУ с более широким 
температурным диапазоном (обычно — 55-г- 
-т- +125°С). Ряд фирм выпускает идентич­
ные ОУ, но со своим внутрифирменным 
обозначением. Практически во всех ОУ 
предусмотрена возможность коррекции нуля 
по входу с помощью внешнего резистора.

Для ОУ принципиальное значение имеют 
три параметра: AU CM/AT.\ RBX и ^с/вых (причем
любой из этих параметров может быть 
улучшен, но за счет ухудшения других), 
в соответствии с которыми они подразделяют­
ся на:

1) прецизионные (оптимизированы по 
статическим параметрам и имеют высокие 
точностные параметры, что позволяет отка­
заться во многих случаях от применения 
внешней подстройки), предназначенные для 
применения в контрольно-измерительной ап­
паратуре;

2) быстродействующие (оптимизированы 
по динамическим параметрам и имеют вы­
сокие характеристики по быстродействию), 
предназначенные для схем, требующих ши­
рокую полосу пропускания, высокую ско­
рость нарастания выходного напряжения 
ѵивых и малое время установления ty;

3) универсальные или средней точности 
(оптимизированы по статическим и динами­
ческим параметрам), имеющие средние зна­
чения параметров;

4) микромощные и программируемые

(низковольтные, с малым потреблением мощ­
ности или тока). В микромощных програм­
мируемых ОУ (с управляемым смещением) 
мощность (или ток) потребления может ре­
гулироваться с помощью внешнего смеще­
ния, задающего ток покоя, т. е. может регу­
лироваться положение рабочей точки с по­
мощью внешних резисторов. При этом могут 
изменяться в определенном диапазоне t>i/Bb|X, 
/ вх, А /вх, шумы и частотные свойства 
(например, ОУ типов LM4250, LM146,
рА776, XR146);

5) с высоким входным сопротивлением 
(с малым входным током);

6) малошумящие;
7) многоканальные (сдвоенные, строен­

ные и счетверенные);
8) мощные (с большими мощностью 

рассеяния и выходным током).
Прецизионные, быстродействующие, ми­

кромощные, малошумящие, широкополосные 
ОУ относятся к классу специализирован­
ных, так как имеют один или несколько 
параметров, близких к своим предельным 
значениям.

Параметры ОУ подразделяются на стати­
ческие (входные, выходные, усилительные, 
шумовые), динамические (скоростные, частот­
ные, временные), эксплуатационные [энер­
гетические, предельные (максимальные)].

К точностным параметрам ОУ относят­
ся паразитные напряжения и токи в режиме 
покоя, которые оказывают влияние на вы­
ходной сигнал: напряжение смещения нуля, 
средний входной ток и разность входных 
токов.

Из-за асимметрии гілеч (несогласован­
ности каскадов) дифференциального усили­
теля имеется разбаланс ОУ, которому 
соответствует мнимый дифференциальный 
входной сигнал. Напряжение смещения нуля 
UCM (Input offset voltage) — это напряжение, 
которое надо приложить между входами 
(или к одному из входов, если второй 
заземляется), чтобы выходное напряжение 
стало равным нулю. Таким образом, значе­
ние UCM (в милливольтах или микро­
вольтах) свидетельствует о точности согла­
сования параметров дифференциального 
каскада (например, напряжений С/бэ, номи­
налов сопротивлений коллекторных резисто­
ров) и определяет погрешность передачи 
входных сигналов постоянного тока, которые 
должны превышать значение UCM.

В большинстве ИМС усилителей пре­
дусматриваются выводы, через которые осу­
ществляется компенсация (балансировка) на­
пряжения смещения нуля с помощью внеш­
него подстроечного резистора. Снижение



значения UCM может быть осуществлено 
за счет увеличения коэффициента усиления 
входных каскадов (например, в ряде ОУ 
использовались составные транзисторы по 
схеме Дарлингтона или транзисторы с весьма 
высоким усилением — super ß). Напряжение 
смещения нуля зависит от значения напря­
жения питания и температуры и характе­
ризуется температурным коэффициентом 
напряжения смещения. Последний зависит от 
температурных коэффициентов различных 
элементов ОУ, определяет основную часть 
температурного дрейфа усилителя и учиты­
вается при работе в широком диапазоне 
температур. Он измеряется в микровольтах 
на градусы Цельсия. В ОУ с биполярными 
транзисторами на входе основная состав­
ляющая UCM обусловлена разбросом тепло­
вых токов, а в ОУ с МДП-транзисто- 
рами — разбросом пороговых напряжений и 
удельной крутизны транзисторов, т. е. пара­
метров, зависящих не только от размеров и 
электрофизических свойств кристалла, но и от 
состояния его поверхности. Поскольку послед­
нее труднее поддается контролю, чем объем­
ные свойства, значение UCM в каскадах 
на МДП-транзисторах больше, чем на би­
полярных транзисторах. Неидентичность эле­
ментов дифференциального усилителя вызы­
вает также разбаланс базовых токов (в 
идеальном ОУ входные токи одинаковы и 
разность входных токов равна нулю). Сред­
ний входной ток, или входной ток сме­
щения (Input Bias Current), представляет 
собой среднеарифметическое значение двух 
входных (базовых) токов / вх =  (/б і +  /б 2)А  
который, протекая между дифференциаль­
ными входами через источник синфазного 
сигнала, создает падение напряжения, равно­
сильное появлению синфазного сигнала. Ток 
/ вх уменьшается с уменьшением рабочего 
тока дифференциального усилителя и с увели­
чением коэффициента усиления его транзис­
торов. При протекании разности входных 
токов (Input Offset Current) Д /вх =  / б1— Іб2 
через сопротивление источника дифферен­
циального сигнала на нем создается падение 
напряжения, эквивалентное появлению допол­
нительного напряжения смещения нуля. Зна­
чение Д /вх зависит от температуры, что 
характеризуется температурным коэффициен­
том, измеряемым в наноамперах на градус 
Цельсия.

С помощью параметра / вх подсчиты­
вается входное дифференциальное сопро­
тивление, а с помощью Д /вх — дополни­
тельная погрешность смещения нуля. Разли­
чают входное (полное) сопротивление ОУ 
для дифференциального и синфазного сигна­

лов. Дифференциальное входное сопротив­
ление Явх.д — это сопротивление между 
входами усилителя. Оно определяется по 
формуле

^ В Х . Д  =  2 ф Т / / В Х>

где / вх — входной ток смещения; срт — 
температурный потенциал, равный примерно 
Т/11600 (при комнатной температуре равен 
25 мВ).

Входное сопротивление синфазного 
сигнала R BXC — это сопротивление между 
каждым из входов и землей. Обычно 
Квх.с >  Квх.д- Для увеличения Явх д исполь­
зуют режим работы усилителей с малыми 
токами.

Для ОУ с дифференциальным входом 
различают коэффициент усиления дифферен­
циального сигнала К уя (характеризует их 
свойства усиливать разностные сигналы) и 
коэффициент усиления синфазного сигнала 
К у С (характеризует их свойство усиливать 
сигналы, совпадающие по амплитуде и фазе, 
т. е. внутренние и внешние помехи, дей­
ствующие одновременно на оба входа).

Коэффициент усиления (передачи) диф­
ференциального сигнала при разомкнутой 
цепи обратной связи — это отношение при­
ращений выходного и входного напряжений 
на заданной частоте или в диапазоне 
частот:

Ку.я =  201g Д1/вых/Д1/вх.
Он зависит от частоты (уменьшается с 

увеличением частоты), температуры и напря­
жения питания (возрастает с увеличением 
напряжения источника питания £/и п). Чем 
выше усиление ОУ, тем с большей точностью 
реализуется его передаточная функция.

Динамические параметры, характеризую­
щие быстродействие, определяются парамет­
рами / ср, / ь  ty малого сигнала и пара­
метрами Ѵц , / м большого сигнала.

Операционные усилители обычно обеспе­
чивают усиление от нуля до верхней гранич­
ной частоты. Частотные свойства ОУ опре­
деляются его амплитудно-частотной характе­
ристикой (зависимостью коэффициента усиле­
ния от частоты), вид которой будет зави­
сеть от методов коррекции и от значений 
емкостей корректирующих конденсаторов 
(частотные характеристики ОУ ухудшаются 
из-за цепей коррекции). Частота среза / ср 
(частота первого полюса АЧХ) или полоса 
пропускания — частота, на которой значение 
коэффициента усиления при разомкнутой 
цепи обратной связи снижается на 3 дБ (до 
0,707) по сравнению с его значением на 
частоте, равной нулю. При равных значе-



Т а б л и ц а  2.1. Электрические параметры операционных усилителен

Тип Ц..П.
В

и с м ,

мВ
AUC м/АТ, 

мкВ/°С
в̂х*
нА

Л/вх,
нА К у

В/мкс
^ос.сф»

дБ

A109D + 18 <7,5 <25 <1500 <500 > 15 *103 _ >65
AD101AH + 22 <2 <15 <75 <10 >50 -103 — ■ >80
AD201A + 22 <2 <15 <75 <10 >50 *103 — >80
AD301A + 18 <7,5 <30 <250 <50 > 2 5 -103 — >70
AD301AL + 18 <0,5 <5 <30 <5 > 8 0 -103 — >90
AD504J ± ( 5 - 1 8 ) <2,5 <5 <200 <40 > 250•103 0,12 >94
AD504K + (5 -1 8 ) <1,5 <3 <100 <15 > 500-103 0,12 >100
AD504L ± ( 5 - 1 8 ) <0,5 <1 <80 <10 >106 0,12 >110
AD504M ± ( 5 - 1 8 ) <0,5 <0,5 <80 <10 >106 0,12 >110
AD505J + (5 -1 8 ) <5 15 <75 <10 > 100-103 >120 —
AD505K ± ( 5 - 1 8 ) <2,5 <15 <25 — > 200-103 >120 —
AD507J + (5 -2 0 ) <5 15 <25 <25 > 8 0 -103 >20 >74
AD507K + (5 -2 0 ) <3 15 <15 <15 > 100-103 >20 >80
AD509J + (5 -2 0 ) <10 20 <250 <50 > 7,5 - 103 >80 >74
AD509K + (5 -2 0 ) <8 <30 <200 <25 > 1 0 -103 >100 >80
AD512K ± ( 5 - 1 8 ) <3 <20 <200 <50 > 5 0 -103 0,5 >80
AD517J ± ( 5 - 1 8 ) <0,15 <1 < 5 <1 >106 0,1 >94
AD517K ± ( 5 - 1 8 ) <0,05 <1 < 2 <0,75 >106 0,1 >110
AD517L ± ( 5 - 1 8 ) <0,025 <0,5 <1 <0,25 >106 0,1 >110
AD517S ± (5  — 22) <0,05 <1 < 2 <0,75 >106 0,1 >110
AD518J ± ( 5 - 2 0 ) <10 10 <500 <200 > 2 5 •103 >50 >65

AD518K + (5 -2 0 ) < 4 <10 <200 <50 > 50 *103 >50 >70
AD518S + (5 -2 0 ) <4 <10 <200 <50 > 50 -103 >50 >70
AD542J ± ( 5 - 1 8 ) <2 <20 <0,05 0,005 > 5 0 -103 3 >76
AD542K ± ( 5 - 1 8 ) <1 <10 <0,025 0,002 >150-103 3 >80
AD542L ± ( 5 - 1 8 ) <0,5 <5 <0,025 0,002 > 150-103 3 >80
AD542S + (5 -1 8 ) <1 <15 <0,025 0,002 > 150-103 3 >80
AD544J ± ( 5 - 1 8 ) < 2 <20 <0,05 0,005 >30 103 >5 >74
AD544K ± ( 5 - 1 8 ) <1 <10 <0,025 0,002 > 5 0 -103 >7,5 >80
AD544L + (5 -1 8 ) <0,5 < 5 <0,025 0,002 >50* 103 >10 >80
AD547J ± ( 5 - 1 8 ) <1 <5 <0,050 0,005 > 100-103 3 >76
AD547K ± ( 5 - 1 8 ) <0,5 < 2 <0,025 0,002 > 250-103 3 >80
AD547L ± ( 5 - 1 8 ) <0,25 <1 <0,025 0,002 >250-103 3 >80
AD547SH ± ( 5 - 1 8 ) <0,5 <5 <0,025 0,002 > 250-103 3 >80
AD642JH ± ( 5 - 1 8 ) <2 — <0,075 0,005 > 100-103 3 >76
AD642KH + (5 -1 8 ) <1 — <0,035 0,002 >250 103 3 >80
AD642LH ± ( 5 - 1 8 ) <0,5 — <0,035 0,002 > 250-103 3 >80
AD642SH ± ( 5 - 1 8 ) <1 — <0,035 0,002 > 250-103 3 >80
AD644J ± ( 5 - 1 8 ) <2 — <0,075 <0,035 > 30-103 >8 >76
AD644K ± ( 5 - 1 8 ) <1 — <0,035 <0,025 > 50 -103 >8 >80
AD644L ± ( 5 - 1 8 ) <0,5 — <0,035 0,025 > 50-103 >8 >80
AD644S ± ( 5 - 1 8 ) <1 — <0,035 0,005 > 5 0 -103 8 >80
AD741H + 15 <5 — <500 <200 > 50 - 103 0,5 >70
AD741CN + 15 < 6 — <500 <200 > 2 0 -103 0,5 >70
AD741JN ± ( 5 - 1 8 ) <3 <20 <200 <50 > 5 0 -103 0,5 >80
AD741KN + (5 -2 2 ) < 2 <15 <75 <10 > 50 - 103 0,5 >90
AD741LN + (5 -2 2 ) <0,5 <5 <50 <5 > 50 -103 0,5 >90
AD741SH + (5 -2 2 ) <2 <15 <75 <10 > 50-103 0,5 >90
ADX118 ± 20 <10 - <500 <200 > 25 - 103 >50 >70

ADX218 + 20 < 4 _ <250 <50 > 5 0 -103 >50 >80
ADX318 + 20 < 4 _ <250 <50 > 50 -103 >50 >80
АМ405-2 + 15 <60 50 <0,02 <0,02 >7;5-103 120 >70
АМ406-2 + 15 <60 50 <0,02 <0,02 > 8 0 -103 35 >70
АМ450-2 ' + 15 <8 20 <250 50 25 -103 30 90
АМ452-2 + 15 <10 30 <250 <50 > 7 ,5 -103 120 >74
АМ460-2 +  15 <5 10 ‘ <25 <25 150-103 7 100



в̂л.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

^ш.н»
нВ/

[/Гц;
Чи.эф»
мкВ

в̂х>
Ом

/уст.
*нр*
МКС

Ают>
мА;
Рпот»
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния

выво­
дов

Дополнительные сведения

<200 _ > 5 0103 _ <200* _ ТО-99 47 Средней точности
>80* — >1,5106 — <3 — ТО-99 41 То же
>80* — >1,5106 — <3 — ТО-99 41 » »
>70* — >0,5* IO6 — <3 — Мини-D IP 41 » »
>90* — >1,5106 — <3 — ТО-99 41 » »

40 8 0,5 106 — < 4 0,3 ТО-99 1 Малошумящий
<25 8 1106 — <3 0,3 ТО-99 1 »
<15 8 1,3* 106 — <3 0,3 ТО-99 1 »
<15 <9 1,3* 106 — <3 0,3 ТО-99 1 »

— 10* 2-106 0,8 <8 10 ТО -100 67 Быстродействующий
— 10* 2* 106 0,8 <8 10 ТО -100 67 »

<200 12 > 40•1Об 0,9 <4 35 ТО-99 12 Широкополосный
<100 12 > 4 0 -IO6 0,9 <4 35 ТО-99 12 Быстродействующий
<200 — >40 106 0,2 <6 20 ТО-99 12 »
<100 — > 50*106 0,5 <6 20 ТО-99 12 С внутренней компенсацией
<100 — 106 — <3,3 1 ТО-99 68 Прецизионный
<40 20 2* 1011 — < 4 0,25 ТО-99 48 С внутренней компенсацией
<15 20 2 1 0 11 — <3 0,25 ТО-99 48 Прецизионный
<15 20 2 * 10 11 — <3 0,25 ТО-99 48 С внутренней компенсацией
<20 20 2 •1011 — <3 0,25 ТО-99 48 Прецизионный

>70* — > 5 1 0 5 0,8 <10 12 ТО-99 2 Быстродействующий,с внут­
ренней компенсацией

>80* — > 5 1 0 5 0,8 <7 >10 ТО-99 2 То же
>80* — > 5 1 0 5 0,8 <7 >10 ТО-99 2 » »
<200 30 1010 — <1,5 1 ТО-99 3 BIFET прецизионный
<100 30 1010 — <1,5 1 ТО-99 3 То же
<100 30 1010 — <1,5 1 ТО-99 3 » »
<100 30 10*° - <1,5 1 ТО-99 3 BIFET прецизионный
<200 18 1010 3 <2,5 2 ТО-99 3 Прецизионный
<100 18 10!0 3 <2,5 2 ТО-99 3 »
<100 18 1010 3 <2,5 2 ТО-99 3 »
<200 30 1012 — <1,5 1 ТО-99 3 BIFET
<100 30 1012 — <1,5 1 ТО-99 3 »
<100 30 1012 — <1,5 1 ТО-99 3 »
<100 30 1012 — <1,5 1 ТО-99 3 »
<200 30 1012 — <2,8 1 ТО-99 — Сдвоенный BIFET
<100 30 1012 — <2,8 1 ТО-99 — То же
<100 30 1012 — <2,8 1 ТО-99 — » »
<100 30 1012 — <2,8 1 ТО-99 — » »
<200 18 1012 — <4,5 2 ТО-99 — » »
<100 18 1012 — <4,5 2 ТО-99 — » »
<100 18 1012 — <4,5 2 ТО-99 _ » »
<100 18 1012 — <4,5 2 ТО-99 — » »
<150 — >0,3* 106 — <85* 1 ТО-99 44 Средней точности
<150 — >0,3106 — <85* 1 Мини-D IP 44 То же

— — 1106 — <85* 1 Мини-D IP 44 » »
— — 2106 — <85* 1 Мини-D IP 44 » »
— — 2-106 — <85* 1 Мини-D IP 44 » »

>65* -
2* 106 

> 5 1 0 5
<85*
<10

1
15

ТО-99
CN1

44
44

» »
Быстродействующий, с 
внутренней компенсацией

>70*
>70*

— >106
>106

— <8
<8

15
15

CN1
CN1

44
44

То же
» »

— 10* 1012 0,40 <8 20 ТО-99 — Быстродействующий
»— 10* 1012 — <6 100 ТО-99 —

— — 50*106 0,33 4 12 ТО-99 — »
— 2 >110-106 0,2 <6 20 ТО-99 — »
— - 300-106 1 3 12 ТО-99 — »



Тип £/и.п, В Ѵсш
мВ

ДІ/см/ДГ,
мкВ/°С

/и .
нА

Л/вх,нА К У
ѵ и̂вых»
В/мкс

^ос.сф»
дБ

АМ462-1 + 15 <5 15 <25 <25 >80* 103 35 >74
АМ462-2 + 15 <5 15 <25 <25 > 80103 35 >74
АМ464-2 +  (1 0 -4 0 ) <6 15 <30 <30 100-103 5 7.4
АМ490-2А +  (1 2 -2 0 ) <0,02 <1 <0,15 <0,05 500*106 2,5 >120
АМ490-2В + (1 2 -2 0 ) <0,02 <0,3 <0,15 <0,05 300-106 2,5 >120
АМ490-2С + (1 2 -2 0 ) <0,02 <0,1 <0,15 <0,05 500-106 2,5 >120
B109D + 18 <5 <25 <500 <200 >25-103 — >70
B080D + 18 <15 16 0,03 0,005 >25-103 6 >70
B081D ±18 <15

1 £
0,03 0,005 >25-103 6 >70

B082D + 18 <15
10
16 0,03 0,005 >25-103 6 >70

B083D + 18 <15 16 0,03 0,005 >25-103 6 >70
B084D ±18 <15 16 0,03 0,005 >25-103 6 >70

B176D ±18 <6 - <10 <6 >25-103 6 >70

B177D + 18 < 6 _ <10 <6 >25-103 6 >70
B611D 2 - 1 5 <15 - <50 <25 >5,6-103 - >60

B615D 2 - 1 5 <15 _ <50 <25 >5,6-103 _ >70
B621D 2 - 1 5 <7,5 — <1000 <300 >5,6-103 — >70
B625D 2 - 1 5 <7,5 — <1000 <300 >5,6-103 — >70
B631D 2 - 1 5 <15 — <50 <25 >5,6-103 — >70
B635D 2 - 1 5 <15 — <50 <25 >5,6-103 — >70
B761D 1 ,5 -1 8 <6 — <1000 <300 >45-103 — >65
B765D 1 ,5 -1 8 <6 — <1000 <300 >45-103 — >65
B861D 1 ,5 -1 0 <10 — <1000 <300 >5,6-103 — >60
B865D 1 ,5 -1 0 <10 — <1000 <300 >5,6-103 _ >60
B2761D 2 - 1 5 <6 - <1000 <300 >10-103 - >65

B2765D 2 - 1 5 <6 _ <1000 <300 >10-103 _ >65
СА108 + (2 -2 0 ) <2 <15 <2 <0,2 >50-103 — >85
СА108А + (2 -2 0 ) <0,5 <5 <2 <0,2 >80-103 — >96
СА208 + (2 -2 0 ) <2 <15 <2 <0,2 >50-103 — >85
СА208А + (2 -2 0 ) <0,5 <5 <2 <0,2 >80-103 — >96
СА308 + (2 -1 8 ) <7,5 <30 <7 <1,0 >25-103 — >80
СА308А + (2 -1 8 ) <0,5 <5 < 7 <1,0 >80-103 — >96
СА741 44 <5 2 <500 <200 > 50*103 0,5 >70

СА741С 36 <6 2 <500 <200 >20-103 0,5 >70
СА3078 ± (1 ,4 -1 4 ) <4,5 6 <170 <32 >25-103 >80
СА3078А + (0 ,75-18) <3,5 5 <12 <2,5 >40-103 — >80
САЗ 100 + (7 -1 8 ) <5 10 <2000 <400 >40-103 25 >76
САЗ 130 5 - 1 6 <15 10 <0,05 <0,03 >50-103 30 >70
СА3130А 5 -1 6 <5 10 <0,03 <0,02 >50-103 10 >80
САЗ 130В 5 -1 6 <2 <15 <0,02 <0,01 >100-103 10 >86
САЗ 140 + (2 -1 8 ) <15 20 <0,05 <0,03 >20-103 9 >70
СА3140А 4 - 3 6 <5 6 <0,04 <0,02 >20-103 9 >70
САЗ 140В 4 - 4 4 <2 5 <0,03 <0,01 >50-103 9 >86
САЗ 160 5 - 1 6 <15 8 <0,05 <0,03 >50-103 10 >70
СА3160А 5 -1 6 <5 8 <0,03 <0,02 >50-103 10 >80
САЗ 160В 5 -1 6 <2 <15 <0,02 <0,01 >100-103 10 >86
СА6078А + (0 ,75-18) <3,5 6 <12 <2,5 >40-103 — >80
НА909 + (5 -2 0 ) <5 — <300 <150 >25-103 >3,5 >80
НА911 + (5 -2 0 ) <6 — <300 <300 ' >20-103 5 >74
НА1301 + 10 <5 — <12000 <5000 >1-103 _ >70
НА 1303 + 18 <4,5 5 <1500 <450 >10-103 _ >80
НА2050 35 <25 - <0,02 <0,02 >7,5-103 120 >74



Продолжение табл. 2.1

Лвл.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

t/ш.н» 
нВ/ 

|/Гц; 
Чи. эф: 
мкВ

*вх»
Ом

*уст>
4р.
МКС

Лют»
мА;
Лют»
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния

выво­
дов

Дополнительные
сведения

_ 2 > 4 0 -106 1 <4 100 ТО-116 _ Быстродействующий
— 2 >40-106 1 <4 100 ТО-99 — »
— 33* 200-106 — <4,5 4 ТО-99 — t/вых =  ±35  В
— — 100-106 — <5 3 ТО-99 - Прецизионный типа МДМ
— — 100*106 — <5 3 ТО-99 — То же
— — 100-106 — <5 3 ТО-99 — » »

150 — >150-103 — <150* — — — » »
>70* — 10*2 — — 3 ТО-99 — BIFET
>70* — IO1* — — 3 ТО-99 — BIFET с внутренней компен­

сацией
— — 10!2 — — — ТО-99 — Сдвоенный BIFET
— — 10!2 — — — ТО-99 — То же
— — 10*2 — — — ТО-99 — Счетверенный, с внутрен­

ней компенсацией
<200 — — — 0,2 — ТО-99 54 Программируемый, с внут­

ренней компенсацией
<200 - - — 0,2 — ТО-99 54 Программируемый
>74* — — ТО-99 54 С открытым коллектором, 

Ліых =  70 мА
>74* — — — — — ТО-99 54 По -схеме Дарлингтона
>74* — — — — — ТО-99 54 С ТТЛ-выходом
>74* — — — — — ТО-99 54 То же
>74* — — — — — — - По схеме Дарлингтона
>74* — — — — — — — То же
>74* — — — — — _ _ » »
>74* — — — — _ — _ » »
>74* — — — _ — _ _ » »
>74* — — — — — — — » »
>80* — — — — — — — Сдвоенный, с внутренней 

компенсацией, / ВЬІХ =  70 мА
>80* — — — — — — — То же
>80* — >30-106 — <0,6 — ТО-99 4 Прецизионный
>96* — >30-106 — <0,6 — ТО-99 4 »
>80* — >30-106 — <0,6 — ТО-99 4 »
>96* — >30-106 — <0,6 — ТО-99 4 »
>80* — >10-106 — <0,8 — ТО-99 4 »
>96* — >10-106 — <0,8 — ТО-99 4 »
<150 — >0,3-106 — <2,8 1 ТО-99 44 Средней точности, с внут­

ренней компенсацией
<150 — >0,3-106 — <2,8 1 ТО-99 44 То же

93 — — — <0,13 0,8 ТО-99 5 Микромощный
105 — — — <0,025 0,2 ТО-99 5 »

>60* 8* 30-103 0,6 <10,5 38 ТО-99 6 Широкополосный
<320 23 > 3 -1 0 п 1,2 <15 15 ТО-99 7 BIMOS
<150 23 1,510*2 1,2 <15 15 ТО-99 7 »
<100 23 > 3 -1 0 " 1,2 <15 15 ТО-99 7 »
<320 — > 3 -1 0 11 1,4 <6 4,5 ТО-99 8 »
<320 — >310** 1,4 <6 4,5 ТО-99 8 »
<50 — 1,5-10*2 1,4 < 6 4,5 ТО-99 8 »

— — 1,5-10^ — <15 4 ТО-99 7 »
— — 1,5-10*2 — <15 4 ТО-99 7 »
— — 1,5-10*2 — <15 4 ТО-99 7 »
— - — — <0,025 — ТО-99 5 Микромощный

>80* <5* >200-103 — <2,5 1 ТО-99 9 Средней точности
>74* 1 >100-103 — <2,5 1 ТО-99 9 То же

— — — — <30* — ТО-101 10 » »
— — 50-103 — <125* — ТО-101 10 » »

>74* — 10*2 0,4 < 8 20 ТО-99 11 Быстродействующий



Тип и̂.п» В If ДС/см/ДГ,
мкВ/°С

/вх,
нА

Д/вх.
нА Ку у£/вых>

В/мкс
^ос.сф’

дБ

НА2050А 35 <14 _ <0,02 <0,02 >7,5-103 120 >74
НА2055 35 <60 — <0,02 <0,02 >7,5-103 120 >70
НА2055А 35 <14 — <0,02 <0,02 >7,5-103 120 >70
НА2060 35 <25 — <0,02 <0,02 >80-103 35 >74
НА2060А 35 <12 — <0,02 <0,02 >80-103 35 >74
НА2065 35 <60 — <0,02 <0,02 >80-103 35 • >70
НА2065А 35 <12 — <0,02 <0,02 >80-103 35 >70
НА2101 + 22 <5 6 <500 <200 >50-103 — >70
НА2101А + 22 < 2 <15 <75 <10 >50-103 — >80
НА2107 + 22 < 2 6 <75 <10 >50-103 — >80
НА2107-3 + (5 -2 0 ) <5 <15 <500 <200 >50-103 — >70
НА2201А + 22 < 2 <15 <75 <10 >50-103 — >80
НА2207 + 22 <2 <75 <10 >50-103 — >80
НА2500 40 <5 20 <200 <25 >20-103 >25 >80
НА2502 40 < 8 20 <250 <50 >15-103 >20 >74
НА2505 40 <8 20 <250 <50 >15-103 >20 >74
НА2507 + 20 <10 25 <250 <50 >15-103 > + 15 >74
НА2510 40 < 8 20 <200 <25 >10-103 >50 >80
НА2512 40 <10 25 <250 <50 >7,5-103 >40 >74
НА2515 40 <10 30 <250 <50 >7,5-103 >40 >74
НА2517 + 20 <10 30 <250 <50 >7,5-103 > + 3 0 >74
НА2520 40 <8 20 <200 <25 >10-103 >100 >80
НА2522 40 <10 25 <250 <50 >7,5-103 >80 >74
НА2525 40 <10 30 <250 <50 >7,5-103 >80 >74
НА2527 + 20 <10 30 <250 <50 >7,5-103 > +60 >74
НА2530 40 <3 5 <100 <20 >105 >280 >86

НА2535 40 <5 5 <200 <20 >105 >250 >80
НА2539-2 ±15 <5 20 <20-103 <6-103 >15-103 >550 >60

НА2539-5 + 15 <15 20 <20-103 <6-103 >10-103 >550 >60
НА2540-2 ±15 <5 20 <20-103 < 6 ' 103 >15-103 >350 >60

НА2540-5 + 15 <15 20 <20-103 <6-103 >10-103 >350 >60
НА2-2600 45 < 4 5 <10 <10 >105 > 4 >80
НА2-2602 45 <5 — <25 <25 >80-103 > 4 >74
НА2-2605 45 <5 — <25 <25 >80-103 > 4 >74
НА2607 + 22,5 < 6 <30 <30 >70-103 > + 4 >74
НА2620 45 < 4 _ <15 <15 >105 >25 >80
НА2622 45 <5 — <25 <25 >80-103 >20 >74
НА2625 45 <5 — <25 <25 >80-103 >20 >74
НА2627 + 22,5 < 6 _ <30 <30 >70-103 > + 17 >74
НА2-2640 + (1 0 -4 0 ) < 4 15 <25 <12 >105 5 >80
НА2-2645 + (1 0 -4 0 ) <6 15 <30 <30 >105 5 >74
НА2650 ±15 <3 8 <100 <30 >20-103 > ± 2 >80

НА2655 + 15 <5 8 <200 <60 >15-103 > + 2 >74
НА2-2700 ± (5 ,5 -2 0 ) <3 - <20 <10 >400-103 >10 >86

НА 1-2704 ± (5 ,5 -2 0 ) <3 _ <20 <10 >400-103 >10 >86
НА 1-2705 ± (5 ,5 -2 0 ) <5 — <40 <15 >200-103 >10 >80
НА2720 ± (1 ,2 -1 8 ) <3 — <20 <10 >15-103 0,7 >80

НА2725 + (1 ,2 -1 8 ) <5 _ <30 <10 >15-103 0,7 >74
НА2730 ± 0 ,2 - 1 8 ) <3 <20 <10 >15-103 0,7 >80



Продолжение табл. 2.1

в̂л.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

Л̂и.н»
нВ/

і/Гц;
Чи.эф’
мкВ

в̂х»
Ом

*уст>
'нр.
МКС

Лют» 
мА; 

Р **пот»
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

>74* _ ІО^ 0,4 <8 20 ТО-99 И Быстродействующий
>10* — 10!2 0,4 <8 20 ТО-99 И »
>10* — 10!2 0,4 ^  8 20 ТО-99 И »
>14* — 10^2 — <6 100 ТО-99 11 »
>14* - 10^2 - < 6 100 ТО-99 11 Широкополосный
>10* — 1012 — <6 100 ТО-99 11 »
>10* — 1012 — <6 100 ТО-99 И »
>10* — >300-103 — <3 — ТО-99 1 12 Средней точности
>80* — > 1,5106 — О — ТО-99 12 То же
>80* — > 1,5106 — <3 — ТО-99 13 С внутренней компенсацией
>70* — >300-106 — <3 — ТО-99 13 То же
>80* — >1,5* 106 — <3 — ТО-99 12 Средней точности
>80* — > 1,5106 — <3 — ТО-99 13 С внутренней компенсацией
>80* — >25 IO6 0,33 <6 12 ТО-99 14 То же
>74* — >20-106 0,33 <6 12 ТО-99 14 » »
>74* — >20-106 0,33 <6 12 ТО-99 14 » »
>74* — >20-106 0,33 <6 12 Мини-D IP 15 » »
>80* — >50-106 0,25 <6 12 ТО-99 14 » »
>74* — >40-106 0,25 <6 12 ТО-99 14 » »
>74* — >40-106 0,25 <6 12 ТО-99 14 » »
>74* — >40 106 0,25 <6 12 Мини-DIP 15 » »
>80* — > 50-106 0,2 <6 20 ТО-99 14 Быстродействующий
>74* — >40-106 0,2 <6 20 ТО-99 14 »
>74* — > 40 -1 Об 0,2 <6 20 ТО-99 14 »
>74* — >40-106 0,2 <6 20 Мини-D IP 15 »
>86* — 2-106 0,5 <6 70 ТО-99 16 Широкополосный инверти­

руемый
>80* — 2-106 0,5 <6 70 ТО-99 16 То же
>60* 15 103 0,35 <25 600

<К=10)
D IP 17 Широкополосный быстро­

действующий
>60* 15 103 0,35 <25 600 D IP 17 То же
>60* 15 103 0,25 <25 400

(К=Ю)
D IP 18 » »

>60* 15 103 0,25 <25 400 D IP 18 » »
>80* — >100-106 1,5 <3,7 12 ТО-99 14 С внутренней компенсацией
>74* — >40-106 1,5 < 4 12 ТО-99 14 То же
>74* — >40-106 1,5 < 4 12 ТО-99 14 » »
>74* — >40-106 1,5 <4 12 Мини-D IP 15 » »
>80* — > 65106 — <3,7 100 ТО-99 14 Широкополосный
>74* — > 4 0 -106 — < 4 100 ТО-99 14 »
>74* — >40-106 — < 4 100 ТО-99 14 »
>74* — >40-106 1,5 <4 100 Мини-D IP 15 »
>80* — >50-106 — <3,8 4 ТО-99 20 Высоковольтный
>74* — >40-106 — <4,5 4 ТО-99 20 »
>80* — >5-106 — <4 8 ТО-116 21 Сдвоенный, с внутренней 

компенсацией
>74* — >5-106 — <5 8 ТО-116 21 То же
>86* — — - <0,15 1 ТО-99 22 Микромощный, с внутрен­

ней компенсацией
>86* — — — <0,15 1 ТО-116 22 Микромощный
>80* — — — <0,15 1 ТО-116 22 »
100 — 5-106 — <0,17 10 ТО-99 23 Программируемый, с внут­

ренней компенсацией
150 — 5-106 — <0,17 — ТО-99 23 То же
100 5-106 0,25* <0,17 10 D IP 24 Сдвоенный, программируе­

мый с внутренней компенса­
цией



Тип Ц.лі.
В

«/см.
мВ

M cJbT , 
мкВ/°С

/вх,
нА

Д/вх,
нА *У ^вых’

В/мкс
/̂ ОС.сф*

дБ

НА2735 ± (1 ,2 -1 8 ) <5 _ <30 <10 > 15103 0,7 74
НА2740-2 ±15 <3 — <20 <10 > 30103 0,8 80

НА2740-5 + 15 <5 <30 <10 >25-103 0,8 74
НА2-2900 + (12 -2 0 ) 0,02 <0,6 0,15 0,05 500-106 2,5 >120
НА2-2904 + (10 -2 0 ) 0,02 <0,4 0,15 0,05 500-106 2,5 >130
НА2-2905 + (1 2 -2 0 ) 0,02 0,2 0,15 0,05 500-106 2,5 >120
Н А 4156-5 ± ( 2 - 2 0 ) <5 5 <300 <50 >25-103 >1,3 >80

НА4600-2 ± ( 5 - 2 0 ) <2,5 2 ' <200 <75 >100-103 >1 >86

НА4600-5 + (5 -2 0 ) <2,5 2 <200 <75 >100-103 >1 >86
НА4602-2 + (5 -2 0 ) <9 5 <400 <150 >75-103 ± 4 >80
НА4605-5 + (5 -2 0 ) <9 5 <400 <150 >75-103 + 4 >80
НА4620 ± ( 5 - 2 0 ) <2,5 2 <0,2 <0,075 >100-103 > ± 1 2 >86

НА4622 + (5 -2 0 ) <9 5 <0,4 <0,15 >75-103 > + 12 >80
НА4625 + (5 -2 0 ) <9 5 <0,4 <0,015 >75-103 > ± 1 2 >80
НА4741-2 + (2 -2 0 ) <3 5 <0,2 <0,03 >50-103 ±1,6 >80
НА4741-5 + (2 -2 0 ) <5 5 <0,3 <0,05 >25-103 + 1,6 >80
НА5062-2 ±20 < 6 10 <0,2 <0,1 >20-103 4 >80

НА5062-5 + 20 <15 10 <0,4 <0,2 >10-103 4 >70
НА5062А-5 + 20 <6 10 <0,2 <0,1 >20-103 4 >80
НА5062В-5 + 20 <3 10 <0,2 <0,1 >20-103 4 >80
НА 5064-2 + (5 -2 0 ) <6 10 <0,2 <0,1 >20-103 >2 >80
НА 5064-5 +  (5 -2 0 ) <15 20 <0,4 <0,2 >10-103 >2 >70
НА 5064А-5 + (5 -2 0 ) < 6 10 <0,2 <0,1 >20-103 >2 >80
НА5064В-5 + (5 -2 0 ) <3 10 <0,2 <0,1 >20-103 >2 >80
НА5082-2 ± 20 <5 10 <0,2 <0,1 >50-103 15 >80

НА5082-5 + 20 <15 10 <0,4 <0,2 >25-103 15 >70
НА5082А-5 + 20 <5 10 <0,2 <0,1 >50-103 15 >80
НА5082В-5 + 20 < 2 10 <0,2 <0,1 >50-103 15 >80
НА5084-2 ± ( 5 - 2 0 ) <5 8,3 <0,2 <0,1 >25-103 15 >70

НА5084-5 + (5 -2 0 ) <15 8,3 <0,4 <0,2 >25-103 15 >70
НА5084А-5 + (5 -2 0 ) <5 8,3 <0,2 <0,1 >50-103 15 >80
НА5084В-5 + (5 -2 0 ) <2 8,3 <0,2 <0,1 >50-103 15 >80
Н А 5100-2 ± 20 <1 5 <0,05 <0,01 >75-103 >6 >80

Н А 5100-5 + 20 <1 10 <0,05 <0,01 >75-103 >6 >80
Н А 5105-5 + 20 <1,5 15 <0,1 <0,05 >50-103 >5 >80
НА5110-2 + 20 <1 5 <0,05 <0,01 >75-103 >35 >80
НА5110-5 + 20 <1 10 <0,05 <0,01 >75-103 >35 >80
НА5115-5 ±20 <1,5 15 <0,1 <0,05 > 5 0 -ЮЗ >35 >80

НА5130 + 20 <0,025 <0,6 < ± 2 <2 >106 >0,5 >110
НА5135 + 20 <0,075 <1,3 < + 4 <4 >106 >0,5 >106
НА5141-2 2 - 3 0 <2 3 <75 <10 >50-103 >1 >80
НА5141-5 2 - 3 0 <6 3 <45 <10 >20-103 >1 > 7 7
Н А 5142-2 2 - 3 0 <2 3 <75 <10 >50-103 >1 >80
НА5142-5 2 - 3 0 <6 3 <45 <10 >20-103 >1 >77
Н А 5144-2 2 - 3 0 <2 3 <75 <10 >50-103 >1 >80
Н А 5144-5 2 - 3 0 <6 3 <45 <10 >20-103 >1 >77
НА5160-2 + 20 <3 10 <0,05 <0,01 >75-103 >100 

( К =  10)
>74



Продолжение табл. 2.1

І̂ вл.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

^ш.н»
нВ/

\/Гц;
ча.эф.
мкВ

^ вх> 
Ом

*уст>
'нр>
МКС

Аіот,
мА;
п̂от»
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния

выво­
дов

Дополнительные
сведения

150 _ 5 106 0,25* <0,17 10 D IP 24 То же
100 5106 0,25 1 D IP 25 Счетверенный, программи­

руемый, с внутренней ком­
пенсацией

150 — 5* 106 — 0,25 1 D IP 25 То же
> 120* — 100-106 — <5 3 ТО-99 26 Прецизионный типа МДМ
>130* — 100-106 — <5 3 ТО-99 26 То же
>120* — 100*106 — <5 3 ТО-99 26 » »
>80* 9;

<2*
5-106 0,075* — >2,8 D IP 27 Счетверенный

>86* 8 0,5-106 4,г <5,5 8 D IP 27 Счетверенный, с внутрен­
ней компенсацией

>86* 8 0,5-106 4,2 <5,5 8 D IP 27 То же
>74* 8 0,5-106 4,2 <7,5 8 D IP 27 » »
>74* 8 0,5-106 4,2 <7,5 8 D IP 27 » »

— 8 0,5-106 2,5 <5,5 70 D IP 28 Счетверенный широкопо­
лосный

— 8 0,5-106 2,5 <7,5 70 D IP 28 То же
— 8 0,5-106 2,5 <7,5 70 Кристалл — » »
— 9 5-106 <014* <5 >2,5 DIP 27 Счетверенный
— 9 5-106 <Q14* <7 >2,5 D IP 27 »

>80* — 1012 3,5 <0,4 1 TO-99 29 Сдвоенный с полевыми 
транзисторами

>70* — 10‘2 3,5 <0,5 1 Мини-D IP 29 То же
>80* — 10*2 3,5 <0,4 1 Мини-D IP 29 » »
>80* — 10!2 3,5 <0,4 1 Мини-D IP 29 » »
>80* — 10̂ 2 3,5 <0,8 1 D IP 30 С полевыми транзисторами
>70* — 1012 3,5 <1 1 D IP 30 То же
>80* — 1012 3,5 <0,8 1 D IP 30 » »
>80* — 1012 3,5 <0,8 1 D IP 30 » »
>80* — 1012 2 <5,6 4 TO-99 29 Сдвоенный с полевыми 

транзисторами
>70* — 1012 2 <5,6 4 D IP 29 То же
>80* — 1012 2 <5,6 4 D IP 29 » »
>80* — 1012 2 <5,6 4 D IP 29 » »
>80* — 1012 2 <11 4 D IP 27 Счетверенный с полевыми 

транзисторами
>70* — 1012 2 <12 4 D IP 27 То же
>80* — 1012 2 <11 4 D IP 27 » »

— — 1012 2 <11 4 D IP 27 » »
>80* — 1012 1,7 <7 18 TO-99 14 Широкополосный с полевы­

ми транзисторами
>80* — 1012 1,7 <7 18 TO-99 14 То же
>80* — 1012 2 <8 18 TO-99 14 » »
>80* — 1012 0,85 <7 60 TO-99 14 Широкополосный BIFET
>80* — 1012 0,85 <7 60 TO-99 14 То же
>80* — 1012 1

(0,1%)
<8 50 TO-99 14 » »

>100* <11 >20-106 И <1,3 >0,6 Мини-D IP 31 Прецизионный
>94* <11 >20-106 11 <1,7 >0,6 Мини-D IP 31 » »
>80* 20 — 10 <0,065 0,4 TO-99 32 Маломощный
>77* 20 — 10 <0,08 0,4 TO-99 32 »
>80* 20 — 10 <0,065 0,4 TO-99 32 Сдвоенный маломощный
>77* 20 — 10 <0,08 0,4 TO-99 32 То же
>80* 20 - 10 <0,065 0,4 D IP 30 Счетверенный маломощный
>77* 20 — 10 <0,08 0,4 D IP 30 То же
>74* — 1012 0,28' <10 100 TO-99 33 Быстродействующий с поле­

выми транзисторами



Тип ии.п,
В

исм,
мВ

М см/АТ,
мкВ/°С

7вх>
нА

Д/вх,
нА *3/ ”£/вых’

В/мкс

кл ос.сф’
дБ

НА5160-5 ±20 <3 20 <0,05 <0,01 > 75- 103 >100
( * = 1 0 )

>74

НА5162-5 + 20 <15 <35 <0,065 <0,01 >25' 10 >50 >70
Н А5170-2 ± 20 <0,5 <5 <0,03 <0,03 >100 •10 >5 >100

Н А 5170-5 + 20 <0,5 <5 <0,06 <0,06 >80« 10 > 5 >90
Н А 5180-2 + 20 <3 5 <0,001 <0,0002 >200-10 > 4 >90
Н А 5180-5 + 20 <3 5 <0,001 <0,0002 >200-10 > 4 >90
НА5180А-2 + 20 <0,5 5 <0,001 <0,0002 >200-10 > 4 >90
НА5180А-5 + 20 <0,5 5 <0,001 <0,0002 >200-10 > 4 >90
НА5190 + 17,5 <5 20 <15103 <4-103 >15 10 >160 >74
НА5195 ±17,5 <6 20 <15-103 <4-103 >10 10 >160 >74

НА8023-2 ± ( 2 - 1 8 ) <3 5 <30 <10 > 5 10 0,1 >70

НА8023-5 + (2 -1 8 ) <6 5 <30 <10 > 5 10 0,1 >70
НА17741М + 18 <6 — <500 <200 >20 103 0,5 >70
ICL741D + 22 <5 — <500 <200 >50 103 — >70
ICL741DC + 18 <6 — <500 <200 >25 103 — >70
ICL741CHS + 18 <6 — <500 <200 >25 103 >0,7 >70
ICL741MHS + 18 <5 — <500 <200 >50 103 >0,7 >70
ICL4250 ± ( 1 - 1 8 ) <5 - <50 <10 >40 103 - >70

ICL4250C ± ( 1 - 1 8 ) <6 __ <75 <20 >25 103 __ >70
ICL7600CPD ± ( 2 - 1 8 ) < ± 0 ,005 <0,1 <3 — >30 103 0,5 88

ICL7600ICL + (2 -1 8 ) < + 0 ,005 <0,1 <3 __ >30 103 0,5 88
ICL7600MJD + (2 -1 8 ) < + 0 ,005 <0,1 <3 — >30 103 0,5 88
ICL7601CPD + (2 -1 8 ) < +0,005 <0,1 <3 — >30 103 0,5 88
ICL7601ICL + (2 -1 8 ) < +0,005 <0,1 <3 — >30 103 0,5 88
ICL7601MJD + (2 -1 8 ) < + 0 ,005 <0,1 <3 — >30 103 0,5 88
ICL7611A ± ( 0 ,5 - 8 ) <2 10 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 80

ICL7611B + (0 ,5 -8 ) <5 15 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 80
ICL7611D + (0 ,5 -8 ) <10 25 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 80
ICL7612A ± ( 0 ,5 - 8 ) < 2 10 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 80

ICL7612B + (0 ,5 -8 ) <5 15 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 80
ICL7612D ± ( 0 ,5 - 8 ) <10 25 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 80
ICL7613A ± (0 ,5 - 8 ) <2 10 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 80

ICL7613B + (0 ,5 -8 ) <5 15 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 80
ICL7613D ± ( 0 ,5 - 8 ) <10 25 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 80
ICL7614A + (0 ,5 -8 ) < 2 10 <0,05 <0,03 >30 IO3 0,016 >76
ICL7614B + (0 ,5 -8 ) <5 15 <0,05 <0,03 >10 103 0,016 >70
ICL7614D + (0,5 — 8) <15 25 <0,05 <0,03 >10 103 0,016 >70
ICL7615A ± ( 0 ,5 - 8 ) < 2 10 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 >76

ICL7615B ± ( 0 ,5 - 8 ) <5 15 <0,05 <0,03 >10 IO3 0,016 >70
ICL7615D ± ( 0 ,5 - 8 ) <15 25 <0,05 <0,03 >10 IO3 0,016 >70
ICL7621A ± (0 ,5 -8 ) <2 10 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 >76

ICL7621B + (0 ,5 -8 ) <5 15 <0,05 <0,03 >10 103 0,016 >70
ICL7621D + (0 ,5 -8 ) <15 25 <0,05 <0,03 >10 103 0,016 >70
ICL7622A ± ( 0 ,5 - 8 ) <2 10 <0,05 <0,03 >30 103 0,016 >76
ICL7622B + (0,5 — 8) <5 15 <0,05 <0,03 >10 103 0,016 >70
ICL7622D ± (0 ,5 - 8 ) <15 25 <0,05 <0,03 >10 103 0,016 >70



Продолжение табл. 2.1

^вл.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

нВ / 
|/Гц;
^Ц.эф'
мкВ

Я вх> 
Ом

*уст>
'Яр,
МКС

Ліот»
мА;
Р*г ПОТ>
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

>74* - 1012 0,28 <10 100 ТО-99 33 Быстродействующий с поле­
выми транзисторами

>70* — 10!2 0,4 <12 100 ТО-99 33 То же
>100* 12 6* 1010 1 <2,1 5 ТО-99 34 Прецизионный, с полевыми 

транзисторами
>90* 12 6-1010 1 <2,1 5 Мини-D IP 35 То же
>85* 70 1012 2 <1 2 ТО-99 36 С низким входным током
>85* 70 1012 2 <1 2 ТО-99 36 То же
>85* 70 1012 2 <1 2 ТО-99 36 » »
>85* 70 1012 2 <1 2 D IP 35 С низким входным током
>70* 15 104 70 <28 150 ТО-99 37 Быстродействующий
>70* 15 104 70 <28 150 

(К= 10)
D IP 37 »

>76* — >3* 106 0,7* <0,04 0,27 D IP — Строенный, программируе­
мый

>76* — > 3 1 0 6 0,7* <0,05 0,27 D IP — То же
- — 300-10^ — <100* — ТО-99 — Средней точности

>77* — >0,3* 10^ — <2,8 — DIP 44 То же
>77* — >0,3-106 — <2,8 — D IP 44 » »
>77* — >0,3-106 — <2,8 — D IP 44 » »
>77* — >0,3-106 — <2,8 — D IP 44 » »
>76* — — — <0,08 — TO-99 54 Маломощный, программи­

руемый
>76* — — — <0,09 — TO-99 54 То же
110* <700 — — <5 0,3 D IP — С частотной компенсацией, 

импульсной стабилизацией
110* <700 — — <5 0,3 D IP — То же
110* <700 — — <5 0,3 DIP — » »
110* <700 — — <5 0,3 D IP — » »
ПО* <700 — — <5 0,3 D IP — » »
110* <700 — — <5 0,3 D IP — » »
80* 100 1012 20* < Q0015 0,044 Мини-D IP 54 С внутренней компенсацией, 

маломощный
80* 100 1012 20* <00015 0,044 Мини-D IP 54 То же
80* 100 1012 20* <00015 0,044 Мини-D IP 54 » »
80* 100 1012 20* <00015 0,044 Мини-D IP 54 С расширенным диапазо­

ном £/вх.синф
80* 100 1012 20* <00015 0,044 Мини-D IP 54 То же
80* 100 1012 20* <00015 0,044 Мини-D IP 54 » »
80* 100 1012 20* <00015 0,044 Мини-D IP 54 С внутренней компенсацией, 

с защитой на входе
80* 100 1012 20* <00015 0,044 Мини-D IP 54 То же
80* 100 1012 20* <00015 0,044 Мини-D IP 54 » »

>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 Мини-D IP 39 КМ ОП, маломощный
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 Мини-D IP 39 То же
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 Мини-D IP 39 » »
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 Мини-D IP 39 С защитой на входе, 

КМ ОП, маломощный
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 Мини-D IP 39 То же
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 Мини-D IP 39 » »
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 Мини-D IP 58 Сдвоенный, с внутренней 

компенсацией, КМОП
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 Мини-D IP 58 То же
>80* 100 1012 20* >0,002 0,044 Мини-D IP 58 ». »
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 D IP 59 » »
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 D IP 59 » »
>80* 100 1012 20* <0,002 0,044 D IP 59 » »



Тип В
ѵсм,
мВ

AUCJ A T , 
мкВ/°С

в̂х>
нА

AW
нА Ку ѴѴвыѵ

В/мкс

к
ос.сф’
дБ

ICL7631B ± ( 0 ,5 -8 ) < 5 15 <0,05 <0,03 30-103 0,016 80

ICL7631C +  (0 ,5 -8 ) <10 20 <0,05 <0,03 30-103 0,016 80
ICL7631E ± ( 0 ,5 -8 ) <20 30 0,001 0,005 30-103 0,016 80
ICL7632B +  (0 ,5 -8 ) < 5 15 <0,05 <0,03 30-103 0,016 80
ICL7632C ± (0 ,5 -8 ) <10 20 <0,05 <0,03 30-103 0,016 80
ICL7632E + (0 ,5 -8 ) <20 30 0,001 0,005 30-103 0,016 80
ICL7641B ± (0 ,5 -8 ) < 5 15 <0,05 <0,03 30-103 0,016 80

ICL7641C ± (0 ,5 -8 ) <10 20 <0,05 <0,03 30-103 0,016 80
ICL7641E + (0 ,5 -8 ) <20 30 <0,05 <0,03 30 103 0,016 80
ICL7642B + (0 ,5 -8 ) < 5 15 <0,05 <0,03 30-103 0,016 80
ICL7642C + (0 ,5 -8 ) <10 20 <0,05 <0,03 30-103 0,016 80
ICL7642E + (0 ,5 -8 ) <20 30 0,001 0,005 30-103 0,016 80
ICL7650CPD +  9 < +0,005 <0,05 <0,01 0,0005 ^ 1 -106 2,5 >120
ICL7650CTV +  9 < +0,005 <0,05 <0,01 0,0005 ^ 1 -106 2,5 >120
ICL7650IJD +  9 < +0,005 <0,05 <0,01 0,0005 > мо* 2,5 >120
ICL7650ITV +  9 < +0,005 <0,05 <0,01 0,0005 > 1•106 2,5 >120
ICL8007AC + 18 <30 <50 <0,001 0,0002 ^ 2 0  103 >2,5 >86
ICL8007CI + 18 < 2 < 5 <0,01 0,005 > 50-103 > 3 >70
ICL8007C-2 + 18 < 2 <15 <0,01 0,005  ̂50-103 >з >70
ICL8007C-3 + 18 < 4 <30 <0,02 0,005 > 50-103 > 3 >70
ICL8007C-4 + 18 <10 <10 <0,01 0,005 > 50-103 > 3 >70
ICL8007C-5 + 18 <10 <15 <0,01 0,005  ̂50-103 > 3 >70
ICL8007M-2 + 18 < 2 <15 <0,01 0,005 > 50-103 > 3 >70
ICL8007M-5 + 18 < 5 <15 <0,01 0,005 > 50-IO3 > 3 >70
ICL8008C + 18 < 6 15 <25 <20 >20-103 0,5 >70
ICL8008M + 18 < 5 7 <10 < 5 >20-103 0,5 >70
ICL8021C ± ( 1 - 1 8 ) < 6 5 <30 <10 > 50 103 0,16 >70

ICL8021M ± ( 1 - 1 8 ) < 3 5 <20 <7,5 > 50-103 0,16 >70
ICL8022M ± ( 1 - 1 8 ) < 3 5 <20 < 7,5 > 50-103 0,16 >70
ICL8023M ± ( 1 - 1 8 ) < 3 5 <20 <7,5 > 50-103 0,16 >70
ICL8043C ±18 <50 <75 <0,05 0,005 >20-103 6 >70

ICL8043M + 18 <20 <75 <0,02 0,005 > 50-103 6 >70
L115T1 + 18 <7,5 — <1500 <250 > 10-103 >10 >74
L141B1 + 18 < 6 — <500 <200 >20-103 0,5 >70
L141T1 + 18 < 6 — <500 <200 >20-103 0,5 >70
L141T2 + 22 < 5 — <500 <200 > 50-103 0,5 >70
L148T1 + 18 < 6 — <500 <200 > 50-103 0,5 —

L148T2 + 22 <5 — <500 <200 > 50-103 0,5 >70
LF147N + 22 <5 10 <0,2 <0,1 > 50-103 13 >80
LF151A + 22 < 2 <20 <0,2 <0,1 > 50-103 >10 >80
LF155 + (5 -2 2 ) <5 < 5 <0,1 <0,02 > 50-103 5 >85
LF155A + (5 -2 2 ) < 2 <5 <0,05 <0,01 > 50-103 > 3 >85
LF156 + (5 -2 2 ) < 5 < 5 <0,1 <0,02 >50-103 >7,5 >85
LF156A + (5 -2 2 ) < 2 < 5 <0,05 <0,01 > 50 103 >10 >85
LF157 + (5 -2 2 ) < 5 < 5 <0,1 <0,02 > 50-103 >30 >85
LF157A ± ( 5 - 2 2 ) < 2 < 5 <0,05 <0,01 > 50-103 >40 

(К =  5)
>85

LF255 + (5 -2 2 ) < 5 < 5 <0,1 <0,02 > 50-103 5 >85
LF256 + (5 -2 2 ) < 5 < 5 <0,1 <0,02 > 50-103 >7,5 >85
LF257 + (5 -2 2 ) < 5 < 5 <0,1 <0,02 > 50 103 30 (К =  5) >85
LF347BN + 18 < 5 10 <0,2 <0,1 > 50-103 13 >80
LF347N + 18 <10 10 <0,2 <0,1 >25-103 13 >70
LF351N + 18 <10 10 <0,2 <0,1 >25-103 13 >70
LF353N + 18 <10 10 <0,2 <0,1 >25-103 13 >70



Продолжение табл. 2.1

■̂вл.и.п»
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Дополнительные
сведения

80* 100 1012 20* <0,015 0,044 DIP16 61 Строенный, с внутренней 
компенсацией

80* 100 1012 20* <0,015 0,044 DIP16 61 То же
80* 100 1012 20* <0,015 0,044 DIP16 61 » »
80* 100 1012 20* <0,015 0,044 DIP16 61 Строенный
80* 100 1012 20* <0,015 0,044 DIP16 61 »

80* 100 1012 20* <0,015 0,044 DIP16 61 »

80* 100 1012 20* <0,015 0,044 D IP 45 Счетверенный, с внутрен­
ней компенсацией

80* 100 1012 20* <0,015 0,044 D IP 45 То же
80* 100 1012 20* <0,015 0,044 D IP 45 »  »
80* 100 1012 20* <0,015 0,044 D IP 45 » »
80* 100 1012 20* <0,015 0,044 D IP 45 » »
80* 100 1012 20* <0,015 0,044 D IP 45 » »

> 120* 2* 1012 0,2* <3,5 2 DIP — Прецизионный, МДМ
>120* 2* 1012 0,2* < 3,5 2 TO-99 — То же
>120* 2* 1012 0,2* <3,5 2 D IP — » »
> 120* 2* 1012 0,2* <3,5 2 DIP — » »
<200 — 1012 — < 6 1 TO-99 42 С полевыми транзисторами
<300 — 1012 0,3* < 6 1 TO-99 42 То же
<300 — 1012 0,3* < 6 1 TO-99 42 » »
<300 — 1012 0,3* < 6 1 TO-99 42 »  »

<300 — 1012 0,3* < 6 1 TO-99 57 » »
<300 — 1012 0,3* < 6 1 TO-99 57 » »
<300 — 1012 0,3* <5,2 1 TO-99 42 » »
<300 — 1012 0,3* <5,2 1 TO-99 57 » »
<150 — > 5 1 0 6 0,3* <2,8 — D IP 57 С малым / вх

<150 — >5-106 0,3* <2,8 — TO-99 57 То же
<150 — > 3  - 106 1,3* <0,6* 0,27 TO-99 54 Программируемый, с внут­

ренней компенсацией
<150 — > 3 1 0 6 1,3* <0,48* 0,27 DIP16 54 То же
<150 — > 3 1 0 6 1,3* <0,48* 0,27 DIP14 — Сдвоенный
<150 — > 3 1 0 6 1,3* <0,48* 0,27 DIP16 61 Строенный
<600 — 1012 0,3* <6,8 1 DIP16 — Сдвоенный, с полевыми 

транзисторами
<300 — 1012 0,3* < 6 1 DIP16 — То же
<400 — 1106 0,3 <10 — T O -100 — —

<150 — >0,3-106 — <85* — TO-116 51 С внутренней компенсацией
<150 — >0,3-106 — <85* — TO-99 44 То же
<150 — >0,3-106 — <85* — TO-99 44 »  »

— — >0,3-106 — <85* — TO-99 41 —

<150 — >0,3-106 — <85* — TO-99 41 —

>80* 20 1012 2 <11 4 DIP 28 Счетверенный BIFET-II
>80* 20 1012 2 <2,8 > 3 TO-99 — BIFET-II
>85* 20 1012 4 < 4 2,5 TO-99 34 BIFET
>85* 20 1012 4 < 4 2,5 TO-99 34 »  »

>85* 12 1012 1,5 < 7 5 TO-99 34 »  »

>85* 12 1012 1,5 < 7 4,5 TO-99 34 »  »

>85* 12 1012 1,5 < 7 20 TO-99 34 »  »

>85* 12 1012 1,5 < 7 >15 TO-99 34 »  »

>85* 20 1012 4 < 4 2,5 TO-99 34 »  »

>85* 12 1012 1,5 < 7 5 TO-99 34 »  »

>85* 12 1012 1,5 < 7 20 TO-99 34 »  »

>80* 20 1012 2 <11 4 D IP 28 Счетверенный BIFET-II
>70* 20 1012 2 <11 4 D IP 28 То же
>70* 16 1012 2 <3,4 4 Мини-D IP 35 BIFET-II
>70* 16 1012 2 <6,5 4 D IP 55 Сдвоенный BIFET-II



Тип Ѵн.п,
В

и с м ,

мВ мкВ/°С нА
Д/вх,
нА К у ѵи вых>

В/мкс
О̂С.Сф’
дБ

LF355 ± ( 5 - 1 8 ) <10 5 <0,2 <0,05 >25-103 >5 >80
LF355A + (5 -2 2 ) <2 <5 <0,05 <0,01 >50  103 >3 >85
LF355B + (5 -2 2 ) <5 5 <0,1 <0,02 > 50  103 >5 >85
LF356 + (5 -1 8 ) <10 <5 <0,2 <0,05 >25 103 12 >80
LF356A + (5 -2 2 ) <2 5 <0,05 <0,01 >50  103 >10 >85
LF356B + (5 -2 2 ) <5 5 <0,1 <0,02 >50-103 >7,5 >85
LF357 ± ( 5 - 1 8 ) <10 5 <0,2 <0,05 >25-103 >50(К=5) >80
LF357A + (5 -2 2 ) <2 <5 <0,05 <0,01 >50-103 >40(К=5) >85
LF357B + (5 -2 2 ) <5 5 <0,1 <0,02 > 50103 >30 >85
LF400CN + 18 <10 20 <0,6 <0,1 > 25103 57 >80
LF411ACN + 22 <0,5 <10 <0,2 <0,1 >50-103 >10 >80
LF411CN + 18 <2 <20 <0,2 <0,1 > 2 5103 >8 >70
LF412ACN + 22 <1 <10 <0,2 <0,1 >50* 103 >10 >80
LF412CN + 18 <3 <20 <0,2 <0,1 > 2 5103 >8 >70
LF441CN + 22 <0,5 <10 <0,05 <0,025 > 5 0103 1 >80
LF441ACN + 18 <5 <20 <0,1 <0,05 > 25103 1 >70
LF442ACN ±22 <1 <10 <0,05 <0,025 > 5 0 -IO3 >0,8 >80
LF442CN + 18 <5 7 <0,1 <0,05 > 25103 >0,6 >70
LF444ACN + 22 <5 10 <0,05 <0,025 >50-103 1 >80
LF444CN + 18 <10 10 <0,1 <0,05 >25-103 1 >70
LF13741 + 18 <15 <10 <0,2 <0,05 > 2 5103 >0,5 >70
LFT356 ± ( 5 - 1 8 ) <0,5 <3 <0,05 <0,01 > 5 0103 12 >95
LM11D ± (2 ,5 -2 0 ) <0,3 <3 <0,05 <0,01 300-103 - 130

LM11CD +  (2 ,5 -20 ) <0,6 <5 <0,1 <0,01 300-103 _ 130
LM11CLD +  (2 ,5 -20 ) <5 3 <0,2 <0,025 300-103 _ 110
LM101 + (5 -2 0 ) <5 <6 <500 <200 >50-103 0,5 >70
LM101A + 22 <2 <15 <75 <10 >50-103 0,5 >80
LM107H + 22 <2 <15 <75 <10 >50-103 0,5 >80
LM108AH ± ( 2 - 2 0 ) <0,5 <5 <2 <0,2 >80-103 0,3 >96
LM108H +  (2 -2 0 ) <2 <15 <2 <0,2 >50-103 0,3 >85
LM112H +  (2 -2 0 ) <2 <15 <2 <0,2 >50-103 — >85
LM118H ± ( 5 - 2 0 ) <4 - <250 <50 >50-103 >50 >80

LM124AJ 3 -3 0 <2 <20 <50 <10 >50-103 - >70

LM124J 3 - 3 0 <  +  5 7 <150 <  +  30 >50-103 _ >70
LM143H ± (4 -4 0 ) <5 - <20 <3 >100-103 2,5 >80

LM144H +  (4 -3 6 ) <5 _ <20 <3 >100-103 30 >80
LM146J ± (1 ,5 -2 2 ) <5 — <100 <20 >100-103 0,4 >80

LM148J ±22 <5 - <100 <25 >50-103 0,5 >70

LM149J + 22 <5 _ <100 <25 >50-103 2 >70
LM158AH 3 -3 0 <2 <15 <50 <10 >50-103 - >70

LM158H 3 -3 0 < + 5 7 <150 < + 30 >50-103 _ >70
LM201AH + 22 <2 <15 <75 <10 >50-103 0,5 >80
LM201F + (5 -2 0 ) <7,5 10 <1500 <500 >20-103 0,5 >65
LM207H + 22 <2 <15 <75 <10 >50-103 0,5 >80
LM208AH + (2 -2 0 ) <0,5 <5 <2 <0,2 >80-103 0,3 >96
LM208H + (2 -2 0 ) <2 <15 <2 <0,2 >50-103 0,3 >85
LM212H + (2 -2 0 ) <2 <15 <2 <0,2 >50-103 — >85
LM216AH + (3 -2 0 ) 3 — 0,05 0,015 40-103 _ >80
LM216H + (3 -2 0 ) 10 — 0,15 0,05 20-103 — >80
LM218H + (5 -2 0 ) < 4 - <250 <50 >50-103 >50 >80



Продолжение табл. 2.1
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>80* 20 1012 4 <4 2,5 ТО-99 34 BIFET
>85* 20 1012 4 <4 2,5 ТО-99 34 »
>85* 20 1012 4 <4 2,5 ТО-99 34 »
>80* 12 1012 1,5 <10 12 ТО-99 34 »
>85* 12 1012 1,5 <10 > 4 ТО-99 34 »
>85* 12 1012 1,5 <7 >7,5 ТО-99 34 »
>80* 12 1012 1,5 <10 50 ТО-99 34 »
>85* 12 1012 1,5 <10 >15 ТО-99 34 »
>85* 12 1012 1,5 <7 >30 ТО-99 34 »
>80* — ю н 0,4 <12 18 D IP 54 Быстродействующий BIFET
>80* 25 1012 2 <2,8 >3 D IP 35 Прецизионный BIFET-II
>70* 25 1012 2 <3,4 >2,7 D IP 35 То же
>80* 25 1012 2 <5,6 >3 D IP 55 Сдвоенный BIFET-II
>70* 25 1012 2 <6,8 >2,7 D IP 55 То же
>80* 35 1012 — <0,2 1 D IP 35 Маломощный BIFET-II
>70* 35 1012 — <0,25 1 D IP 35 То же
>80* 35 1012 — <0,4 >0,8 D IP 55 Сдвоенный BIFET-II
>70* 35 1012 — <0,5 >0,6 D IP 55 То же
>80* 35 1012 — <0,8 1 D IP 28 Счетверенный BIFET-II
>70* 35 1012 — <1 1 D IP 28 То же
>77* 37 5 -io n — <4 1 TO-99 34 Средней точности
100* 12 1012 — <7 4 TO-99 — Прецизионный BIFET-II
118* — ю н — <0,6 — TO-99 — BIFET с вну+ренней ком­

пенсацией
118* — ю н — <0,8 — TO-99 — То же
118* — 1011 — <0,8 — TO-99 — »  »

>70* — >0,3-106 — <3 1 TO-99 41 Средней точности
>80* — >1,5-106 — <3 1 TO-99 41 То же
>80* — >1,5-106 — <2,5 1 CN1 42 С внутренней компенсацией
>96* — >30-106 — <0,6 1 CN1 43 Прецизионный
>80* — >30-106 — 0,3 1 CN1 43 »
>80* — >30-106 — <0,6 — CN1 1 Маломощный
>70* — >1-106 — <8 15 CN1 44 Быстродействующий, с 

внутренней компенсацией
>65* — — — <3 1 D IP 45 Счетверенный, с внутрен­

ней компенсацией
>65* — — — <3 1 D IP 45 То же
<100 — — — <4 1 TO-99 44 Высоковольтный, с внут­

ренней компенсацией
<100 — — — <4 1 TO-99 39 Высоковольтный
>80* 28 1-106 — < 2 >0,8 D IP 25 Программируемый, счетве­

ренный
>77* — >0,8-106 — <3,6 1 D IP 27 Счетверенный, с внутренней 

компенсацией
>77* — >0,8-106 — <3,6 4 D IP 27 Счетверенный
>65* — — — <2 1 TO-99 55 Сдвоенный, с внутренней 

компенсацией
>65* — — — <2 1 TO-99 55 То же
>80* — >1,5-106 — <3 1 CN1 41 —

>70* — >0,1-106 — <3 1 FP37 — —

>80* — >1,5-106 — <2,5 1 CN1 42 С внутренней компенсацией
>96* — >30-106 — <0,6 1 CN1 43 То же
>80* — >30-106 — <0,6 1 CN1 43 »  »
>80* — >30-106 — <0,6 — CN1 1 »  »
>80* — 5-109 — 0,6 _ TO-99 1 »  »
>80* — 1 1 0 9 — 0,8 — TO-99 1 »  »
>70* — >1-106 — < 8 15 CN1 44 »  »



Тип в мВ
М с м / А Т ,

мкВ/°С
4х>
нА

Д/вх,
нА

^ВЫХ’
В/мкс

^ос.сф’
ДБ

LM224AJ 3 -3 0 <3 <20 <80 <15 >50 *103 - >70

LM224J 3 -3 0 < + 5 7 <150 < + 30 > 50-103 _ >70
LM246J ±18 <6 - - <100 > 5 0 -103 0,4 >70

LM248J ±18 <6 - <200 <50 > 2 5 1 0 ^ 0,5 >70

LM249J + 18 <6 _ <200 <50 >25-103 2 >70
LM258AH 3 - 3 0 <3 <15 <80 <15 >50-103 - >70

LM258H 3 -3 0 < +  5 7 <150 < +  30 >50-103 _ >70
LM301A + 22 <7,5 <30 <250 <50 >25-103 0,5 >70
LM307 + 18 <7,5 <30 <250 <50 >25-103 0,5 >70
LM308AH + 18 <0,5 <5 < 7 <1 >80-103 0,3 >96
LM308AH-1 + (2 -1 8 ) <0,5 <1 <7 <1 >80-103 — >96
LM308AH-2 + (2 -1 8 ) <0,5 <2 <7 <1 >80-103 — >96
LM308H ± ( 2 - 1 5 ) <7,5 <30 <7 <1 >50-103 0,3 >80
LM312H + (2 -2 0 ) <7,5 <30 <7 <1 >25-103 >80
LM316 + (3 -2 0 ) 10 — 0,15 0,05 20-103 — >80
LM316A + (3 -2 0 ) 3 — 0,05 0,015 40-103 — >80
LM318 + (5 -2 0 ) <10 — <500 <200 >25-103 >50 >70
LM324AJ 3 - 3 0 <3 <30 <100 <30 >25-103 — >65

LM324J 3 -3 0 < + 7 7 <250 < +  50 >25-103 _ >65
LM343H ± 34 <8 — <40 <10 >70-103 2,5 >70

LM344H + 34 <8 _ <40 <10 >70-103 30 >70
LM346J ±18 <6 - <250 <100 >50-103 0,4 >70

LM348J ±18 <6 - <200 <50 >25-103 0,5 >70

LM349J + 18 <6 _ <200 <50 >25-103 2 >70
LM358AH 3 - 3 0 <3 <20 <100 <30 >25-103 - >65

LM358H 3 - 3 0 < + 7 7 <250 < + 50 >25-103 _ >65
LM709H + 18 <5 6 <500 <200 >25-103 0,25 >70
LM709AH + 18 <2 <15 <200 <50 >25-103 0,25 >80
LM709CH + 18 <7,5 12 <1500 <500 >15-103 0,25 >65
LM725H + (3 -2 2 ) <1 <5 <100 <20 >106 — >110
LM725AH + (3 -2 2 ) <0,5 2 <80 <5 >106 — >120
LM725CH + (3 -2 2 ) <2,5 2 <125 <35 >250-103 — >94
LM741H + (3 -2 2 ) <5 5 <500 <200 >50-103 — >70
LM741CH + 18 <6 — <500 <200 >25-103 — >70
LM741AH + 22 <3 15 <80 <30 >50-103 >0,3 >80
LM741EH + 22 <3 15 <80 <30 >50-103 >0,3 >80
LM747AJ + 22 <3 15 <80 <30 >50-103 >0,3 >80
LM747CJ + 18 <6 — <500 <200 >20-103 0,5 >70
LM747EJ + 18 <3 15 <80 <30 >50-103 >0,3 >80
LM747J + 22 <5 — <500 <200 >50-103 0,5 >70
LM 748H ' + (5 -2 0 ) <5 6 <500 <200 >50-103 — >70
LM748CH + (5 -2 0 ) <5 6 <500 <200 >50-103 — >70
LM1458J + 18 <6 — <500 <200 >20-103 _ >•70
LM1558J + 22 <5 — <500 <200 >50-103 _ >70
LM2902J 1 26 < ± 7 7 <250 < ± 5 0 100-103 - >50

LM2904N 26 < ± 7 7 <250 < ± 5 0 100-103 - >50

LM4250H ± ( 1 - 1 8 ) <5 — <50 <10 >50-103 _ >70



Продолжение табл. 2.1

^вл.ил»
ДБ*,

мкВ/В

^ш.н»
нВ/

|/Гц;
Чи.эф»
мкВ

в̂х»
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»УСТ,
*нр>
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п̂от»
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

>65* - - - <3 1 D IP 45 Счетверенный, с внутренней 
компенсацией

>65* — — — <3 1 DIP 45 То же
>74* 28 1106 — <2,5 >0,5 D IP 25 Программируемый счетве­

ренный
>77* — >0,8-106 — <4,5 1 D IP 27 Счетверенный, с внутрен­

ней компенсацией
>77* — >0,8-106 — <4,5 4 D IP 27 Счетверенный
>65* — — — <2 1 TO-99 55 Сдвоенный, с внутренней 

компенсацией
>65* — — — < 2 1 TO-99 55 То же
>70* — >0,5-106 — <3 1 CN1 41 —
>70* — >0,5-106 — <3 1 CN1 42 С внутренней компенсацией
>96* — >10-106 — <0,8 1 CN1 43 —
>96*
>96*

— — — <0,8
<0,8

— TO-99
TO-99

43
43

Прецизионный

>80* — >10-106 — <0,8 1 CN1 43 —
>80* — >10-106 — <0,8 — CN1 1 —
>80* — 1-109 — 0,8 — CN1 1 С внутренней компенсацией
>80* — 5 -109 — 0,6 — CN1 1 То же
>65* — >0,5-106 — <10 15 CN1 44 » »
>65* — — — <3 1 DIP 45 Счетверенный, с внутренней 

компенсацией
>65* — — — <3 1 D IP 45 То же
<200 — — — <5 1 TO-99 44 Высоковольтный, с внутрен­

ней компенсацией
<200 — — — <5 1 TO-99 39 Высоковольтный
>74* 28 1-106 — <2,5 >0,5 D IP 25 Счетверенный, программи­

руемый
>77* >0,8-106 — <4,5 1 DIP 27 Счетверенный, с внутренней 

компенсацией
>77* — >0,8-106 — <4,5 4 DIP 27 Счетверенный
>65* — — — <2 1 TO-99 55 Сдвоенный, с внутренней 

компенсацией
>65* — — — <2 1 TO-99 55 То же
<150 — >150-103 — <5,5 — CN1 47 Средней точности
<100 — >350-103 — <3,6 — CN1 47 То же
<200 — >50-103 — <6,6 — CN1 47 » »
<10 8 1,5-106 — <105* — CN1 50 Прецизионный
<5 8 1,5-106 — >105* — CN1 50 »
<35 8 1,5-106 — <150* — CN1 50 »
>77* — 0,3-106 —  ' <2,8 — CN1 44 Средней точности
>77* — 0,3-106 — <2,8 — CN1 44 То же
>86* — >1-106 — <150* >Q437 TO-99 44 » »
>86* — >1-106 — <150* >0437 TO-99 44 » »
>86* — >1-106 — <2,5 >0437 D IP 52 Сдвоенный
>77* — >0,3-106 — <2,8 — DIP 52 »
>86* — >1-106 — <2,5 >0,437 DIP 52 »
>77* — >0,3-106 — <2,8 — D IP 52 »
>77* — >0,3-106 — <2,8 — CN1 41 С внутренней компенсацией
>77* — >0,3-106 — <2,8 — CN1 41 То же
>77* — >0,3-106 — <5,6 — D IP 55 Сдвоенный
>77* — >0,3-106 — <5 — D IP 55 »
>50* - — — <3 1 D IP 45 Счетверенный, с внутрен­

ней компенсацией
>50* — — — <2 1 D IP 55 Сдвоенный, с внутренней 

компенсацией
>76* - - - <0,09 - CN1 54 Программируемый



Тип ^и.п»
В

^см,
мВ

*U CJ A T ,
мкВ/°С в̂х»

нА

Д4х,
нА К У В/мкс

^ос.сф»
дБ

LM4250CH ± ( 1 - 1 8 ) <6 _ <75 <20 > 2 5 -103 _ >70
LM13080P 3 -1 5 < ± 7 5 <400 < ± 7 5 > 3 1 0 3 — >63

LT1001ACH + 22 <0,025 <0,6 < + 2 <2 >450-10 >0,1 >114
LT1001AMH + 22 <0,015 <0,6 < ± 2 < 2 >450-10 >0,1 >114
LT1001CH + 22 <0,06 <1 < ±  4 <3,8 >400-10 >0,1 >110
LT1001MH + 22 <0,06 <1 < + 4 <3,8 >400-10 >0,1 >110
LT1002ACJ + 22 <0,06 <0,9 < +  3 <2,8 >400-10 >0,1 >110
LT1002ACN + 22 <0,06 <0,9 < + 3 <2,8 >400 10 >0,1 >110
LT1002AMJ + 22 <0,06 <0,9 < + 3 <2,8 >400 10 >0,1 >110
LT1002CJ + 22 <0,1 <1,3 < + 4 ,5 <4,2 >350 10 >0,1 >110
LT1002CN + 22 <0,1 <1,3 < + 4 ,5 <4,2 >350-10 >0,1 >110
LT1002MJ + 22 <0,1 <1,3 < + 4 ,5 <4,2 >350-10 >0,1 >110
LT1007ACH ± 22 <0,025 <0,6 < ± 3 5 <30 >7*10Ö >1,7 >117

LT1007AMH + 22 <0,025 <0,6 < +  35 <30 >7-106 >1,7 >117
LT1007CH + 22 <0,06 <1 < + 55 <50 >5-106 >1,7 >110
LT1007MH + 22 <0,06 <1 < ± 5 5 <50 >5-106 >1,7 >110
LT1008CH ±20 <0,12 <1,5 < ±  0,1 <0,1 >200-103 >0,1 >114

LT1008MH + 20 <0,12 <1,5 < + 0 ,1 <0,1 >200-103 >0,1 >114
LT1012CH ± 20 <0,05 <1,5 , < ± 0 ,2 3 <0,23 >200-103 >0,1 >110

LT1012MH + 20 <0,035 < 1,5 < + 0 ,6 <0,25 >300-103 >0,1 >114
LT1013ACH + 22 <0,15 <2 <20 <0,8 >1,5-106 >0,2 >100
LT1013AMH + 22 <0,15 <2 <20 <0,8 >1,5-106 >0,2 >100
LT1013CH + 22 <0,3 <2,5 <30 <1,5 >1,2-106 >0,2 >97
LT1013DN8 + 22 <0,3 <5 <30 <1,5 >1,2-106 >0,2 >97
LT1013MH + 22 <0,3 <2,5 <30 <1,5 >1,2-106 >0,2 >97
LT1014ACJ ± 22 <0,15 <2 <20 <0,8 >1,5-106 >0,2 >100

LT1014AMJ + 22 ’ <0,15 <2 <20 <0,8 >1,5-106 >0,2 >100
LT1014CJ + 22 <0,3 <2,5 <30 <1,5 >1,2-106 >0,2 >97
LT1014CN + 22 <0,3 <2,5 <30 <1,5 >1,2-106 >0,2 >97
LT1014DN + 22 <0,8 <5 <30 <1,5 >1,2-106 >0,2 >97
LT1014MJ + 22 <0,3 <2,5 <30 <1,5 >1,2-106 >0,2 >97
LT1022ACH ± 20 <0,25 <5 < ± 0 ,0 5 0 <0,01 >150-103 >23 >86

LT1022AMH + 20 <0,25 <5 < + 0 ,050 <0,01 >150-103 >23 >86
LT1022CH + 20 <0,6 <9 < + 0 ,050 <0,02 >120-103 >18 >82
LT1022MH + 20 <0,6 <9 < + 0 ,050 <0,02 >120-103 >1В >82
LT1024ACN + 20 <0,05 <1,5 < + 0 ,120 <0,1 >250-103 >0,1 >112
LT1024AMD + 20 <0,05 <1,5 < + 0 ,120 <0,1 >250-103 >0,1 >112
LT1024CN + 20 <0,1 <2 < + 0 ,2 <0,18 >180-103 >0,1 >108
LT1024MD + 20 <0,1 <2 < + 0 ,2 <0,18 >180-103 >0,1 >108
LT1028 ± 22 0,015 0,2 15 - 5-106 15 -

LT1037ACH ±22 <0,025 <0,6 < ± 3 5 <30 >7-106 >11 >117

LT1037AMH + 22 <0,025 <0,6 < + 35 <30 >7-106 >11 >117
LT1037CH + 22 <0,06 <1 < + 5 5 <50 >5-106 >11 >110
LT1037MH + 22 <0,06 <1 . < + 5 5 <50 >5-106 >11 >110
LT1055ACH ± 20 <0,15 < 4 < ± 5 0 <10 >150-103 >10 >86

LT1055CH + 20 <0,4 <8 < +  50 <20 >120-103 >7,5 >83
LT1056ACH + 20 <0,18 < 4 < + 50 <10 >150-103 >12 >86
LT1056CH + 20 <0,45 < 8 < + 5 0 <20 >120-103 > 9 >83
LTC1052CH +  9 <  +0,005 <  ± 0,05 < + 0 ,0 3 <  +0,03 >1-106 4 >120



Продолжение табл. 2.1

^вл.и.п»
дБ*,

мкВ/В

І̂ІІ.Н»
нВ/
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/ь
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Т и п

корпуса

Схема
распо­
ложе­

ния
ВЫВО­

ДОВ

Дополнительные
сведения

>14* __ _ _ <0,09 __ CN1 54 Программируемый
— — — — <6 — — — Мощный, программируе­

мый, /вых =  250 мА
>110* <11 >30-106 — <75* >0,4 ТО-99 22 Прецизионный

»>110* <11 >30-106 — <75* >0,4 ТО-99 22
>106* <11 > 1 5 1 0 6 — <80* >0,4 ТО-99 22 »
>106* <11 > 1 5 1 0 6 — <80* >0,4 ТО-99 22 »
>108* <11,5 >20-106 — <150* >0,4 D IP -14 62 Сдвоенный, прецизионный
>108* <11,5 >20-106 — <150* >0,4 D IP -14 62 То же
>108* <11,5 >20-106 — <150* >0,4 D IP -14 62 » »
>105* <12 > 1 3 1 0 6 — <170* >0,4 DIP-14 62 » »
>105* <12 > 1 3 1 0 6 — <170* >0,4 DIP-14 62 » »
>105* <12 > 1 3 1 0 6 — <170* >0,4 DIP-14 62 » »
>110* <3,8 7 109 — <120* > 5 TO-99 38 Малошумящий, прецизион­

ный
>110* <3,8 7 109 — <120* > 5 TO-99 38 То же
>106* <3,8 5 109 — <140* > 5 TO-99 38 » »
>106* <3,8 5 - IO9 — <140* >5 TO-99 38 » »
>114* 0,5*

<22
— — <0,6 — TO-99 43 Прецизионный

>114* <22 — — <0,6 — TO-99 43 То же
>110* <22 — — <0,6 — TO-99 1 Прецизионный, с внутрен­

ней компенсацией
>114* <22 — — <0,6 — TO-99 1 То же
>123* 22 >100-106 - <0,5 - TO-99 21 Сдвоенный, прецизионный
>123* 22 >100-106 — <0,5 — TO-99 21 То же
>120* 22 >70-106 — <0,55 — TO-99 21 » »
>120* 22 >70-106 — <0,55 — D IP 66 » »
> 120* 22 > 70-106 — <0,55 — TO-99 21 » »
>103* 22 >100-106 — <0,5 — D IP -14 45 Счетверенный прецизион­

ный
>103* 22 >100-106 — <0,5 — DIP-14 45 То же
>100* 22 >70-106 — <0,55 — DIP-14 45 » »
>100* 22 >70-106 — <0,55 — D IP -14 45 » »
>100* 22 > 7 0 -IO6 — <0,55 — DIP-14 45 » »
>100* 22 >70-106 — <0,55 — DIP-14 45 » »
>88* <20 10*2 1,3 <7 8,5 TO-99 34 Прецизионный с JFET на 

входе
>88* <20 1012 1,3 <7 8,5 TO-99 34 То же
>86* <22 1012 1,3 <7 8 TO-99 34 » »
>86* <22 1012 1,3 <7 8 TO-99 34 » »

>112* <24 — — <0,6 — D IP -14 62 Сдвоенный прецизионный
>112* <24 — — <0,6 — DIP-14 62 То же
>108* <24 — — <0,7 — DIP-14 62 » »
>108* <24 — — <0,7 — DIP-14 62 » »

— 0,9 — — — 65 TO-99 1 Малошумящий прецизион­
ный

>110* 2,5
(<3,8)

7 - IO9 — <130* >45 TO-99 38 То же

>J10* <3,8 7-109 — <130* >45 TO-99 38 » »
>106* <3,8 5-109 — <140* >45 TO-99 38 » »
>106* <3,8 5-109 — <140* >45 TO-99 38 » »
>90* <20 1012 — <4 5 TO-99 44 Прецизионный с JFET на 

входе
>88* <22 1012 — <4 4,5 TO-99 44 То же
>90* <20 1012 — <6,5 6,5 TO-99 44 » »
>88* <22 1012 — <7 5,5 TO-99 44 » »
>120* 1,5* - - <2 1,2 TO-99 - Прецизионный МДМ



Тип и*.п,
в

^см,
мВ

W CJA T ,
мкВ/°С

в̂х»
нА

Д/вх,
нА К У

ѵивых. 
В/мкс

о̂с.сф»
ДБ

LTC1052MH + 9 < + 0 ,005 < + 0 ,0 5 < + 0 ,0 3 < + 0 ,0 3 > 1•106 4 >120
LTC7652CH + 9 < + 0 ,005 < + 0 ,0 5 < +0,03 < + 0 ,0 3 >1•106 4 >120
MAX420MTV + 18 <+ 0 ,005 < ± 0 ,0 5 <0,03 <0,06 >1-106 0,5 >120
MAX421CPD + 18 < + 0 ,01 — <0,1 <0,2 >1-106 0,5 >120
МАХ422СРА + 18 < + 0 ,01 — <0,1 <0,2 >1-106 0,125 >120
MAX423EPD + 18 < + 0 ,005 <0,05 <0,03 <0,06 >1-106 0,125 >120
М5133Р + 14 <7,5 — <350 <35 >15-103 — >84
М5141Т + 22 <5 — <500 <200 >50-103 — >70
М51709Т + 18 <7,5 — <1500 <500 >15-103 — >65
МАА501 + 18 <6 6 <1500 <500 >25-103 — >70
МАА502 + 18 <3 <15 <600 <250 >25-103 — >80
МАА503 + 18 <7,5 — <1500 — >15-103 — >65
МАА504 + 18 <7,5 — <1500 — >15-103 — >65
МАА725 + (3 -2 2 ) <1 <5 <100 <20 >1-106 — >110
МАА725В + (3 -2 2 ) <1,5 <10 <100 <20 >0,5-105 — >100
МАА725С + (3 -2 2 ) <2,5 4 <125 <35 >2,5-105 — >94
МАА725Н ± ( 3 - 1 5 ) <1 <5 <100 <20 >1-106 — >110
MAA725J ± ( 3 - 1 5 ) <1,5 <10 <100 < 20 >0,5-106 — >100
МАА725К ± ( 3 - 1 5 ) <2,5 4 <125 <35 >2,5-105 — >94
МАА741 ± ( 3 - 2 2 ) <5 10 <500 <200 >50-103 0,5 >70

МАА741С ± ( 3 - 1 8 ) <6 _ <500 <200 >20-103 0,5 >70
МАА748 + (3 -2 2 ) <5 10 <500 <200 >50-103 0,5 >70
МАА748С + (3 -1 8 ) <6 — <500 <200 >20-103 0,5 >70
MC1420F + 8 <15 2 <4000 <200 >750 5 >60
МС1430 + 8 <10 — <15000 <4000 >3000 1,7 >65
МС1431 + 8 <15 — <300 <100 >1500 1,4 >60
МС1433 + 18 <7,5 10 2000 <500 >30-103 2 >80
MC1436U ± ( 5 - 3 4 ) <10 — <40 <10 >70-103 2 >70
MC1436CU + 30 <12 — <90 <25 >50-103 2 >'50
МС1439 + 18 <7,5 5 <1000 <150 >15-103 4,2 >80
МС1456 + 18 <10 — <30 <10 >70-103 2,5 >70
МС1456С + 18 <12 — <90 <30 >25-103 2,5 110
MC1520F + 8 <10 2 <2000 <100 >1000 5 >75
MC1530F + 9 <5 — <10000 <2000 >4500 1,7 >70
MC1531F + 9 <10 — <150 <25 >2500 1,4 >65
МС1533 + 20 <5 8 <1000 <150 >40-103 2 >90
МС1536 + 40 <5 — <20 <3 >100-103 2 >80
MC1539L ± ( 4 - 1 8 ) <3 5 <500 <75 >50-103 4,2 >80
MC1556L + 22 <4 — <15 < 2 >100-103 2,5 >80
MC1709F ± ( 3 - 1 8 ) <5 6 <500 <200 >25-103 0,3 >70
MC1709AF ± ( 3 - 1 8 ) <2 <25 <200 <50 >25-103 0,5 >80
MC1709CL + (3 -1 8 ) <7,5 — <1500 <500 >12-103 0,3 >65
MC1712L 7 - 1 4 <2 <10 <5000 <500 >2000 0,5 >80
MC1712CL 7 - 1 4 <5 <20 <7500 <2000 >2000 0,5 >70
MC1741L + (3 -2 2 ) <5 — <500 <200 >50-103 0,5 >70
МС1741С + (3 -1 8 ) <6 15 <500 <200 >20-103 0,5 >70
MC1741NL + 22 <5 — <500 <200 >50-103 0,5 >70
MC1741NC + 18 <6 — <500 <200 >20-103 0,5 >70
MC1741S + 22 <5 — <500 <200 >50-103 >10 >70
MC1741SC + 18 <6 — <500 <200 >20-103 >10 >70
MC1748G + (3 -2 2 ) <5 15 <500 <200 >50-103 0,8 >70
MC1748CG + (3 -1 8 ) <6 15 <500 <200 >20-103 0,8 >70
MC1776G ± (1 ,2 -1 8 ) <5 15 <7,5 <3 >50-103 0,03 >70
MC1776CG + (1 ,2 -18 ) < 6 15 <10 <6 >25-103 0,03 >70
MC3303F 3 -3 6 <8 10 <500 <75 >20-103 0,6 >70
MC3476G + (6 -1 8 ) <6 — <50 <25 >50-103 0,8 >70
MC34001AG + 18 < 2 10 <0,1 <0,05 >50-103 13 >80



Продолжение табл. 2.1
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Дополнительные
сведения

> 120* 1,5* _ _ <2 1,2 ТО-99 _ Прецизионный МДМ
> 120* 1,5* — — <2 1,2 ТО-99 — То же
> 120* 1,1 10*2 — < 2 0,5 ТО-99 — » »
> 120* 1,1 1012 — < 2 0,5 D IP -14 — » »
>120* 1,2 1012 — <0,5 0,125 DIP-8 — » »
>120* 1,2 1012 — <0,5 0,125 D IP -14 — » »

— > 150-103 — — — ТО-116 — » »
— >300-103 — — — ТО-99 — С внутренней компенсацией
— — > 50 1 0 3 — — — ТО-99 — Средней точности

<150 — >40-103 — — — ТО-99 — То же
<100 — >85-103 — 195* — ТО-99 — » »
<200 — >50-103 — 200* — ТО-99 — » »
<200 — >50-103 — 200* — ТО-99 — » »
<10 1* 1,5-106 105* — ТО-99 50 Прецизионный
<10 1* 1,5-106 — 120* — ТО-99 50 »
<35 1* 1,5-106 — <150* — ТО-99 50 »
<10 1* 1,5-106 — <105* — ТО-99 50 »
<10 1* 1,5-106 — <120* — ТО-99 50 »
<35 1* 1,5-106 — < 150* — ТО-99 50 »
<150 - >0,3-106 - <2,8 - CN1 44 Средней точности, с внут­

ренней компенсацией
<150 — >0,3-106 — <2,8 — CN1 44 То же
<150 — >0,3-106 — <2,8 — CN1 41 Средней точности
<150 — >0,3-106 — <2,8 — CN1 41 То же
250 11* 2-106 — <240* 10 ТО-91 — Малощумящий
100 10* >5-103 — <150* >1 ТО-91 — »
10Ö 20* >300-103 — <150* 0,4 ТО-91 — »

<200 — >300-103 — <240* ТО-91 — Средней точности
<200 50 250-106 — <5 1 ТО-99 — С внутренней компенсацией

50 50 250-106 — <5 1 ТО-99 — То же
<200 30 >100-103 — <6,7 — Т О -116 — —
<200 45 250-106 — <3 1 ТО-116 — С внутренней компенсацией

75 45 250-106 — < 4 1 ТО-116 — То же
<450 11 >0,5-106 — <240* 10 ТО-91 — Малошумящий
100 10* >10-103 — <150* >1 ТО-91 — »
100 20* >1-106 — <150* 0,4 ТО-91 — »

<150 — >500-103 — <170* — ТО-91 — Средней точности
<100 50 250-106 — < 4 1 ТО-99 — С внутренней компенсацией
<150 30 >150-103 — < 5 2 ТО-116 — —
<100 45 250-106 — < 1,5 1 ТО-116 — С внутренней компенсацией
<150 — >150-103 — <165* 1 ТО-91 47 Средней точности
<100 — >350-103 — <108* 1 ТО-91 47 То же
<200 — >50-103 — <200* 1 ТО-116 47 » »
<200 — >16-103 — <6,7 7 ТО-116 46 » »
<300 — >10-103 - <6,7 7 ТО-116 46 » »
<150 — >0,3-106 — <2,8 1 ТО-116 51 С внутренней компенсацией
<150 — >0,3-106 — <2,8 1 ТО-116 51 То же
<150 20 >0,3-106 — <2,8 — 14-8 44 » »
<150 20 >0,3-106 — <2,8 — 14-8 44 » »
<150 — >0,3-106 3 <85* — CN1 44 » »
<150 — >0,3-106 3 <85* — CN1 44 » »
<150 — >0,3-106 — <85* 1 ТО-99 41 —
<150 — >0,3-106 — <85* 1 ТО-99 41 —
<150 — 50-106 — <0,02 1 CN1 54 Программируемый
<200 — 50-106 — <0,02 1 CN1 54 »
<150 — — 35* < 7 1 — — Счетверенный
<200 — 5-106 — <0,2 — ТО-99 — Программируемый
>80* 16 10*2 - <2,5 4 ТО-99 57 С внутренней компенсацией



Тип ^ и.п*
В

С/см,
мВ

ДС/см/А Г ,
мкВ/°С

Свх*
нА

А/вх,
нА К У

” С/вых’
В/мкс

о̂с.сф»
ДБ

MC34001BG + 18 <5 10 <0,2 <0,1 >50* 103 13 >80
MC34001G + 18 <10 10 <0,2 <0,1 >25* 103 — >70
MC35001AG + 22 < 2 10 <0,075 <0,025 >50-103. 13 >80
MC35001BG + 22 <5 10 <0,1 <0,050 >50-103 13 >80
MLM101AG + (3 -2 2 ) < 2 10 <75 <10 >50* 103 0,5 >80
MLM107G + (3 -2 2 ) < 2 10 <75 <10 >50*103 0,5 >80
MLM108G + (3 -2 0 ) < 2 3 < 2 <0,2 >50* 103 0,3 >85
MLM108AG + (3 -2 0 ) <0,5 1 <2 <0,2 >80 103 0,3 >96
MLM201AG + (3 -1 8 ) < 2 10 <75 <10 >50* 103 0,5 >80
MLM207G ± ( 3 - 1 8 ) < 2 10 <75 <10 >50-103 0,5 >80
MLM208G + (3 -1 8 ) < 2 3 < 2 <0,2 >50* 103 о , з >85
MLM208AG + (3 -2 2 ) <0,5 1 <2 <0,2 >80-103 0,3 >96
MLM301AG + (3 — 18) <7,5 10 <250 <50 >25-103 0,5 >70
MLM307G + (3 -1 8 ) <7,5 10 <250 <50 > 25103 0,5 >70
MLM308G + (3 -1 8 ) <7,5 15 <7 <1 > 25103 0,3 >80
MLM308AG ± ( 3 - 1 8 ) <0,5 5 <7 <1 >80-103 0,3 >96
NE530T + 18 <5 6 <150 <40 >50* 103 >12 >70
NE531T + 22 < 6 — <1500 <200 >20 103 30 >70
NE535T + 18 <5 6 <150 <40 >50-103 >10 >70
NE536T + (6 -1 8 ) <90 30 <0,1 0,005 >50-103 6 >64
NE538T ± 18 <5 6 <150 <40 >50* 103 60 >70

NE5534T +  22 < 4 _ <1500 <300 >25 103 13 >70
NE5534AT + 22 < 4 — <1500 <300 >25-103 13 >70
NE5539 + 12 <5 — <20* 103 <5000 >225 330 >70
OP-01J +  22 <0,7 < 8 <30 < 2 >50-103 18 >90
OP-01CJ + 20 <5 <20 <100 <20 >25-103 18 >80
OP-01EJ + 22 <2 <10 <50 < 5 >50-103 18 >80
OP-01FJ + 22 <2 <10 <50 <5 > 50103 18 >80
OP-01GJ + 20 <5 <20 <100 <20 > 25103 18 >80
OP-01HJ + 22 <0,7 <8 <30 < 2 >50-103 18 >90
OP-02J + 22 <2 <10 <50 <5 >50-103 >0,25 >90
OP-02AJ + 22 <0,5 <8 <30 <2 >100-103 >0,25 >90
OP-02CJ + 22 <2 <10 <50 <5 >50-103 >0,25 >90
OP-02EJ + 22 <0,5 <8 <30 < 2 >100-103 >0,25 >90
ОР-ОЗАК + 22 <0,75 — <50 — >100-103 >0,25 >85
ОР-04АК ± 22 <0,75 <8 <50 <5 >100103 >0,25 >85

ОР-04ВК ± 22 <5 <20 <100 <25 >25-103 >0,25 >70

ОР-04СК +  22 <3 <10 <75 <5 >50-103 >0,25 >80
OP-04DY + 22 <5 <20 <100 <25 >25-103 >0,25 >70
OP-04EY + 22 <0,75 <8 <50 < 5 >100-103 >0,25 >85
ОР-04К +  22 <2 <10 <75 <5 >50-103 >0,25 >80
OP-05J + 22 <0,5 <2 <  +  3 <2,8 >200-103 0,17 >110
OP-05AJ + 22 <0,15 <0,9 < + 2 <2 >300-103 0,17 >110
OP-05CJ ± 22 <1,3 <4,5 < ± 7 <6 >120-103 0,17 >97

OP-05EJ + 22 <0,5 < 2 < + 4 <3,8 >200-103 0,17 >107
OP-06AJ + 22 <0,2 <0,8 <70 <2 > 1 1 0 б — >114
OP-06BJ + 22 <0,5 <2 <80 <5 >1-106 — >114
OP-06CJ + 22 <1,3 <4,5 <110 <13 >500-103 — >110
OP-06EJ + 22 <0,2 <0,8 <70 < 2 >1-106 — >114
OP-06EJ +  22 <0,5 <2 <80 <5 >1-106 — >114
OP-06GJ ± 22 <1,3 <4,5 <110 <13 >500-103 — >110
OP-07J + (3 -1 8 ) <0,075 <1,3 <  + 3 <2,8 >200-103 0,17 >110
OP-07AJ ± ( 3 - 1 8 ) <0,025 <0,6 < + 2 <2 >300-103 0,17 >110
OP-07CJ +  (3 -1 8 ) <0,15 <1,8 < + 7 <6 >120-103 0,17 >100



Продолжение табл. 2.1

в̂л.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

^ш.н> 
нВ /

і/Гц;
Чи.эф»
мкВ

в̂х»
Ом

»УСТ.
*нр>
МКС

Ают»
мА;
Рпот»
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния

выво­
дов

Дополнительные
сведения

>80* 16 10*2 _ <2,5 4 ТО-99 57 С внутренней компенсацией
>70* 16 10‘2 — <2,7 4 ТО-99 57 То же
>80* 16 10‘2 — <2,5 4 ТО-99 57 » »
>80* 16 1012 — <2,5 4 ТО-99 57 » »
>80* — 0,6-106 — — 1 CN1 41
>80* — 0,6-106 — — 0,8 ТО-99 42 С внутренней компенсацией
>80* — 30-106 — — 1 ТО-99 43 —

>96* — 30-106 — — 1 ТО-99 43 —

— — 1,5-IO6 — 3 1 CN1 41 —

>80* — 1,5-IO6 — <3 1 ТО-99 42 С внутренней компенсацией
>80* — 30-106 — <0,6 1 ТО-99 43 —

>96* — 30-106 — <0,6 1 ТО-99 43 —

>70* — >0,5-106 — — 1 CN1 41 —

>70* — >0,5-106 — — 1 ТО-99 42 С внутренней компенсацией
>80* — >10-106 — — 1 ТО-99 43 —

>96* — >10-106 — — 1 ТО-99 43 —

<150 - >1-106 0,9 <3 ТО-99 44 С внутренней компенсацией
<150 — 20-106 2,5 <10 1 CN1 41 —

<150 — >1-106 3 <2,8 1 CN1 — С внутренней компенсацией
<300 — IO1« — < 8 1 CN1 44 То же
<150 - >1-106 1,2 <3 6 CN1 44 Сдвоенный, с внутренней

компенсацией
<100 4 > 30-103 — <8 10 CN1 63 С внутренней компенсацией
<100 <4,5 > 3 0 1 0 3 — <8 10 CN1 63 То же

<1000 - 100-103 - <18 120. D IP — Быстродействующий
>90* — — 1 <60* 2,5 ТО-99 40 С внутренней компенсацией
>80* — — 1 <90* 2,5 ТО-99 40 То же
>80* — — 1 <90* 2,5 ТО-99 40 » »
>80* — — 1 <90* 2,5 ТО-99 40 » »
>80* — — 1 <90* 2,5 ТО-99 40 » »
>90* — — 1 <60* 2,5 ТО-99 40 » »
>90* 21 >2,3-106 — <90* >0,8 ТО-99 44 » »
>90* 21 >3,8-106 — <60* >0,8 ТО-99 44 » »
>90* 21 >2,3-106 — <90* >0,8 ТО-99 44 » »
>90* 21 >3,8-106 — <60* >0,8 ТО-99 44 » »

— — — — — — Т О -100 — Сдвоенный, с внутренней
<60 21 >2-106 — компенсацией

<90* >1 ТО -100 52 То же
<150 — >1-106 —

<90* >1 ТО -100 52 » »
<100 21 >1,35*106 — <90* >0,8 ТО -100 52 » »
<150 21 >1-106 — <90* >0,8 DIP-14 52 » »
<60 21 >2-106 — <90* >0,8 D IP -14 52 » »
<100 21 >1,35-106 — <90* >1 Т О -100 52 » »
>94* <11 >20-106 — <120* 0,6 ТО-99 38 С внутренней компенсацией
>94* <11 >30-106 — <120* 0,6 ТО-99 38 То же
>86* <11,5 >8-106 - <150* 0,6 ТО-99 38 Прецизионный, с внутрен­

ней компенсацией
>90* <11 >15-106 — <120* 0,6 ТО-99 38 То же
<2 7 >0,8-106 — <120* _ ТО-99 50 » »
<5 7 >0,7-106 — <120* _ ТО-99 50 » »
<10 7 >0,5-106 — <150* _ ТО-99 50 » »
<2 7 >0,8-106 — <120* _ ТО-99 50 » »
<5 7 >0,8-106 — <120* _ ТО-99 50 »  »

<10 7 >0,5-106 <150* _ ТО-99 50 »  »

>100* <11 >20-106 — <120* 0,6 ТО-99 38 Прецизионный
>100* <11 >30-106 — <120* 0,6 ТО-99 38 То же
>90* <11,5 >8-106 - <150* 0,6 ТО-99 38 »  »



Тип Ѵ*.п,
В

^см,
мВ

W c J A T ,
мкВ/°С

/вх,
нА

Д/вх,
нА ку •’t/вых-

В/мкс
о̂с.сф»
ДБ

OP-07DJ ± ( 3 - 1 8 ) <0,15 <2,5 < ± 1 2 < 6 > 1 2 0 1 0 3 0,17 >94
OP-07EJ ± ( 3 - 1 8 ) <0,075 <0,075 <  + 4 <3,8 >200-103 0,17 >106
OP-08AJ + 20 <0,15 <2,5 <2 <0,2 > 4 0 -IO3 0,12 >104
OP-08BJ + 20 <0,3 <3,5 <2 <0,2 >40-103 0,12 >104
OP-08CJ + 20 <1 <10 <5 <0,5 > 1 5 1 0 3 0,12 >84
OP-08EJ + 18 <0,15 <2,5 <2 <0,2 >25-103 0,12 >104
OP-08FJ + 18 <0,3 <3,5 <4 <0,4 >15-103 0,12 >102
OP-08GJ + 18 <1 <10 <5 <0,5 80-103 0,12 >84
OP-09AY + 22 <1 <10 <375 <40 >50-103 0,7 >100
OP-09BY + 22 <3,5 <15 <650 <80 >50-103 0,7 >100
OP-09EY + 22 <0,8 <10 <350 <30 >50-103 0,7 >100
OP-09FY + 22 <3 <15 <550 <60 >50-103 0,7 >100
OP-10AY + 22 <0,5 <2 < + 3 <2,8 >200-103 0,17 >110
OP-10CY + 22 <0,5 <4,5 < + 7 < 6 >120-103 0,17 >100
OP-10EY + 22 <0,5 <2 < + 3 <3,8 >200-103 0,17 >106
OP-10Y + 22 <0,5 < 2 < +3 < 2,8 >200-103 0,17 >110
OP-11AY + 22 <  1 <10 <375 <40 >50-103 0,7 >100
OP-11BY + 22 <3,5 <15 <650 <80 >50-103 0,7 >100
OP-11CY + 22 < 6 4 <800 <300 >25-103 0,7 >70
OP-11EY + 22 <0,8 <10 <350 <30 >25-103 0,7 >100
OP-11FY + 22 <3 <15 <550 <60 >25-103 0,7 >100
OP-11GY + 22 < 6 4 <800 <300 >25-103 0,7 >70
OP-12AJ ± 20 <0,15 <2,5 <2 <0,2 >50-103 0,12 >104

0P-12BJ + 20 <0,3 <3,5 <2 <0,2 >50-103 0,12 >104
OP-12CJ + 20 <1 <10 <5 <0,5 100-103 0,12 >84
OP-12EJ + 18 <0,15 <2,5 <2 <0,2 >50-103 0,12 >104
OP-12FJ + 18 <0,3 <3,5 <4 <0,4 >30-103 0,12 >102
OP-12GJ + 18 <1 <10 <5 <0,5 >100-103 0,12 >84
OP-14AJ ±22 <0,75 < 8 <50 <5 >100-103 5*0,25 >85

OP-14BJ + 22 <5 <20 <100 <25 >25-103 >0,25 >85
OP-14CJ + 22 <2 <10 <75 <5 >50-103 >0,25 >80
OP-14DJ + 22 <5 <20 <100 <25 >25-103 >0,25 >70
OP-14EJ + 22 <0,75 < 8 <50 <5 >100-103 >0,25 >85
OP-14J + 22 <2 <10 <75 <5 >50-103 >0,25 >80
ОР-15А + 22 <0,5 <5 <0,05 <0,01 >100-103 10 > 86
ОР-15В + 22 <1 <10 <0,1 <0,02 >75-103 7,5 > 86
ОР-15С + 18 <3 <15 < 0 ,2 <0,05 >50-103 5 >82
ОР-15Е + 22 <0,5 <5 <0,05 <0,01 >100-103 10 > 86
OP-15F + 22 <1 <10 <0,1 <0,02 >75-103 7,5 > 8 6
OP-15G + 18 <3 <15 <0,2 <0,05 >50-103 >5 >82
ОР-16А + 22 <0,5 <5 <0,05 <0,01 >100-103 >18 >86
ОР-16В + 22 <1 <10 <0,1 <0,02 75-103 > 12 > 8 6
ОР-16С + 18 <3 <15 < 0,2 <0,05 50-103 >9 >82
ОР-16Е + 22 <0,5 <5 <0,05 <0,01 100-103 >18 > 8 6
OP-16F + 22 <1 <10 <0,1 <0,02 75-103 >12 > 8 6
OP-16G + 18 <3 <15 < 0 ,2 <0,05 50-103 >9 >82
ОР-17А + 22 <0,5 <5 <0,05 <0,01 100-103 >45 > 8 6
ОР-17В + 22 <1 <10 <0,1 <0,02 75-103 >35 > 8 6
ОР-17Е + 22 <0,5 <5 <0,05 <0,01 100-103 >45 > 8 6
ОР-17С + 18 <3 <15 <0,2 <0,05 >50-103 >25 >82
OP-17F + 22 <1 <10 <0,1 <0,02 75-103 >35 > 86
OP-17G + 18 <3 <15 <0,2 <0,05 50-103 >25 >82
OP-19AJ + 22 <0,5 <8 <50 < 5 >100-103 >0,8 >85
OP-19BJ + 22 <2 <20 <60 — >50-103 >0,8 >80
OP-19CJ + 22 <5 — <100 <25 >25-103 — >70
0P-19EJ + 22 <0,5 <8 <50 <5 >100-103 >0,8 >85



Продолжение табл. 2.1

в̂л.и.п»
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нВ/
[/Гц;
Чи.эф’
мкВ

*вх>
Ом

*уст>
t**нр>
МКС

Ают>
мА;
Р **пот>
мВт

/ь
МГц

Тип
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Дополнительные
сведения

>90* <11,5 >7-106 _ <150* 0,6 ТО-99 38 Прецизионный
>94* <11 > 15106 — <120* 0,6 ТО-99 38 »

>104* 20 >26-106 — <18* 0,8 ТО-99 43 »
>104* 20 >26-106 — <18* 0,8 ТО-99 43 »
>84* 20 >10-106 — <24* 0,8 ТО-99 43 »
>104* 20 >26*106 — <18* 0*8 ТО-99 43 »
>102* 20 >13-106 — <18* 0,8 ТО-99 43 »
>84* 20 >10-106 — <24* 0,8 ТО-99 43 »
<32 12 >Q17-106 — <200* >2,4 D IP -14 64 Счетверенный
<32 12 >0,1-106 — <200* >2,4 D IP -14 64 »
<32 12 > Q17* 106 — <200* >2,4 D IP -14 64 »
<32 12 >0,1-106 — <200* >2,4 D IP -14 64 »
<10 <11 >20-106 — <120* 0,6 DIP-14 62 Сдвоенный
<32 <11,5 >8-106 — <150* 0,6 DIP-14 62 »
<20 <11 >15-106 — <120* 0,6 DIP-14 62 »
<10 <11 >20-106 — <120* 0,6 DIP-14 62 »
<32 12 > Q17-106 — <200* >2,4 DIP-14 45 Счетверенный
<32 12 >0,1-106 — <200* >2,4 DIP-14 45 »

<100 12 >0,1-106 — <400* >2,4 DIP-14 45 »
<32 12 > Q17* 106 — <200* >2,4 D IP -14 45 »
<32 12 >0,1-106 — <200* >2,4 D IP -14 45 »

<100 12 >0,1-106 — <400* >2,4 DIP-14 45 »
>104* 20 >26-106 — <18* 0,8 TO-99 43 Прецизионный, с внутрен­

ней компенсацией
>104* 20 >26-106 — <18* 0,8 TO-99 43 То же
>84* 20 >10-106 — <24* 0,8 TO-99 43 ,» »

>104* 20 >26-106 — <18* 0,8 TO-99 43 С внутреннй компенсацией
>102* 20 >13-106 — <18* 0,8 TO-99 43 То же
>84* 20 >10-106 — <24* 0,8 TO-99 43 » »
<60 21 >2-106 — <90* >1 TO-99 29 Сдвоенный, с внутренней 

компенсацией
<150 21 >1-106 — <90* >1 TO-99 29 То же
<100 21 > 1,35-Ю6 — <90* >0,8 TO-99 29 » »
<150 21 >1-106 — <90* >0,8 TO-99 29 » »
<60 21 >2-106 — <90* >0,8 TO-99 29 » »
<100 <21 > 1,35-106 — <90* >1 TO-99 29 » »
>86* 15 10*2 2,2 <4 > 4 TO-99 40 BIFET
>86* 15 10*2 2,3 <4 >3,5 TO-99 40 »
>82* 15 10*2 2,4 <5 >3 TO-99 40 »
>86* 15 10!2 2,2 <4 > 4 TO-99 40 »
>86* 15 10!2 2,3 <4 >3,5 TO-99 40 »
>82* 15 10*2 2,4 <5 >3 TO-99 40 »
>86* 15 10!2 1,7 <7 >6 TO-99 40 »
>86* 15 10‘2 > 1,7 <7 >5,5 TO-99 40 »
>82* 15 10*2 1,8 < 8 >5 TO-99 40 »
>86* 15 10»2 1,7 <7 >6 TO-99 40 »
>86* 15 10*2 1,7 <7 >5,5 TO-99 40 »
>82* 15 10*2 1,8 <8 >5 TO-99 40 »
>86* 15 10*2 1,5 <7 >20 TO-99 40 »
>86* 15 10*2 1,5 <7 >15 TO-99 40 »
>86* 15 10*2 1,5 <7 >20 TO-99 40 »
>82* 15 10*2 1,6 <8 >11 TO-99 40 »
>86* 15 10*2 1,5 <7 >15 TO-99 40 »
>82* 15 10*2 1,6 <8 >11 TO-99 40 »

— — >3,4-106 <90* >0,8 TO-99 — Общего назначения
— — - >2-106 — <90* >0,8 TO-99 — То же
— — >1-106 — <90* >0,8 TO-99 — » »
- - >3,4-106 - <90* >0,8 TO-99 - » »



Тип В
^см,
мВ

At/см/ЛГ,
мкВ/°С

/вх,
нА

Д/вх,
нА ку ѵи»ых’

В/мкс
^ОС.сф»

ДБ

OP-19FJ + 22 < 2 <20 <60 _ >50-103 >0,8 >80
OP-19GJ + 22 <5 — <100 <25 >25-103 — >70
OP-20BJ ± (1 ,5 -1 5 ) <0,3 1 <20 <1,5 > 1 1 0 6 0,05 110
OP-20CJ ± (1 ,5 -1 5 ) <0,6 1,5 <25 <2,5 >800-103 0,05 110
OP-20FJ ± 0 ,5 - 1 5 ) <0,3 1 <20 <1,5 > 1 1 0 6 0,05 110
OP-20GJ ± (1 ,5 -1 5 ) <0,6 1,5 <25 <2,5 >800-103 0,05 110
OP-20HJ + (1 ,5 -15 ) <1 2,5 <30 <4 >500 103 0,05 110
OP-21AJ ± (2 ,5 -1 5 ) <0,1 <1 <100 <4 > 1 -106 0,25 >100
OP-21BJ + (2 ,5 -15 ) <0,2 <2 <120 <5 >500-103 0,25 >90
0P-21EJ ± (2 ,5 -1 5 ) <0,1 <1 <100 <4 > 1 1 0 6 0,25 >100
OP-21FJ + (2 ,5 -15 ) <0,2 <2 <120 <5 >500-103 0,25 >90
OP-21GJ + (2 ,5 -15 ) <0,5 <5 <150 <8 >500-103 0,25 >84
OP-22AJ 3 - 3 0 <0,3 <1,5 <30 <1 >1-106 0,08 >100

OP-22BJ 3 -3 0 <0,5 <2 <35 <2 >500-103 0,08 >95
OP-22EJ 3 -3 0 <0,3 <1,5 <30 <1 >1-106 0,08 >100
OP-22FJ 3 -3 0 <0,5 <2 <35 <2 >500-103 0,08 >95
OP-22HJ 3 -3 0 <1 <3 <50 <3 >250-10-3 0,08 >85

OP-27AJ ±22 <0,025 <0,6 < ± 4 0 <35 >1-106 >1,7 >114

OP-27BJ + 22 <0,06 <1,3 < + 55 <50 > 1 1 0 6 >1,7 >106
OP-27CJ + 22 <0,1 <1,8 < + 8 0 <75 >700-103 >1,7 >100
OP-27EJ + 22 <0,025 <0,6 < + 4 0 <35 >1-106 >1,7 >114
OP-27FJ + 22 <0,06 <1,3 < + 55 <50 >1-106 >1,7 >106
OP-27GJ + 22 <0,1 <1,8 < + 8 0 <75 >700-103 >1,7 >100
OP-32AZ 3 -3 0 <0,3 <2 <90 <2 >1-106 1,5 >100

OP-32BZ 3 -3 0 <0,5 <2 <100 <2 >700-103 1,5 >95
OP-32EZ 3 -3 0 <0,3 <1,5 <90 <2 >1-106 1,5 >100
OP-32FZ 3 -3 0 <0,5 <2 <100 <2 >700-103 1,5 >95
OP-32GZ 3 -3 0 <1 <3 <125 <3 >500-103 1,5 >85
OP-37AJ ±22 <0,025 <0,6 < ± 4 0 <35 > 1-106 >11 >114

OP-37BJ + 22 <0,06 <1,3 < ± 5 5 <50 >1-106 >11 >106
OP-37CJ + 22 <0,1 <1,8 < +  80 <75 >700-103 >11 >100
OP-37EJ + 22 <0,025 <0,6 < + 4 0 <35 >1-106 >11 >114
OP-37FJ + 22 <0,06 <1,3 < ± 5 5 <50 >1-106 >11 >106
OP-37GJ + 22 <0,1 <1,8 < + 80 <75 >700-103 >11 >100
OP-41AJ + 20 <0,5 <5 <0,005 <0,001 >1-106 >1 >100
OP-41BJ + 20 <1 <10 <0,01 <0,002 >500-103 >1 >90
OP-41EJ + 20 <0,5 <8 <0,005 <0,001 >1-106 >1 >100
OP-41FJ + 20 <1 7,5 <0,01 <0,002 >500-103 >1 >90
OP-41GP + 20 <1,5 7,5 <0,025 <0,005 >300-103 >1 >90
OP-43AJ + 20 <0,25 <5 <0,005 <0,001 >1-106 >5 >100
OP-43BJ + 20 <0,75 <10 <0,01 <0,002 >500-103 >5 >90
OP-43EJ + 20 <0,25 <8 <0,005 <0,001 >1-106 >5 >100
OP-43FJ + 20 <0,75 7,5 <0,01 <0,002 >500-103 >5 >90
OP-43GP + 20 <1,5 7,5 <0,025 <0,005 >300-103 >5 >90
OP-50AY ±18 <0,025 <0,3 < ± 5 <1 >10-106 >2,5 >126

OP-50BY ±18 <0,1 <1 <10 <3 > 7 ,5 1 0 6 >2,5 >110

OP-50EY ±18 <0,025 <0,3 < ± 5 <1 >10-106 >2,5 >126

OP-50FY ±18 <0,1 <1 < ± 1 0 <3 >7,5-106 >2,5 >110

OP-77AJ ±22 <0,025 <0,3 <2 <1,5 >5-106 >0,1 —



Продолжение табл. 2.1

•̂ вл.и.п*
ДБ*,

мкВ/В

^ш.н*
нВ/

j/Гц;
Ци.эф>
мкВ

Я ВХ*
Ом

fyCT»

*нр>
М КС

hют» 
мА;
Рпот»
мВт

h
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

_ _ >2-106 _ <90* >0,8 ТО-99 _ Общего назначения
— — >1-106 — <90* >0,8 ТО-99 — То же

110* — — — 0,175* 0,1 ТО-99 — Микромощный
110* — — — 0,175* 0,1 ТО-99 — »

110* — — — 0,175* 0,1 ТО-99 — »

110* — — — 0,175* 0,1 ТО-99 — »

110* — — — 0,175* 0,1 ТО-99 — »

<6 — — — <0,3 0,6 ТО-99 — Маломощный
<10 — — — <0,36 0,6 ТО-99 — »

< 6 — — — <0,3 0,6 ТО-99 — »

<10 — — — <0,36 0,6 ТО-99 — »

<32 — — — <0,42 0,6 ТО-99 — »

< 6 — — — <0,17 0,25 ТО-99 — Программируемый, с внут­
ренней компенсацией

<18 — — — <0,19 0,25 ТО-99 — То же
< 6 — — — <0,17 0,25 ТО-99 — »  »

<18 — — — <0,19 0,25 ТО-99 — »  »

<32 — — —  - <0,21 0,25 ТО-99 — Программируемый, с внут­
ренней компенсацией

<10 <3,8 >1,3-106 — <140* >5 ТО-99 — Прецизионный, малошумя- 
щий

< 10 <3,8 > Q94-106 — <140* >5 ТО-99 — То же
<20 <4,5 >0,7-106 — <170 >5 ТО-99 — »  »

<10 <3,8 >1,3-106 — <140* >5 ТО-99 — »  »

< 10 <3,8 >Q94-106 — <140* >5 ТО-99 — »  »

<20 <4,5 >0,7-106 — <170* >5 ТО-99 — »  »

< 6 — — <0,525 4,5 Мини-D IP — Программируемый, микро­
мощный

<12 — — — <0,6 4,5 Мини-D IP — То же
< 6 — — — <0*525 4,5 Мини-D IP — »  »

<12 — — — <0,6 4,5 Мини-D IP — »  »

<25 — — — <0,85 4,5 Мини-D IP — »  »

<10 <3,8 >1,3-106 — <140* >45 ТО-99 — Прецизионный, малошумя- 
щий

<10 <3,8 >Q94-106 — <140* >45 ТО-99 — То же
< 20 <4,5 >0,7-106 — <170* >45 ТО-99 — »  »

<10 <3,8 >1,3-106 — <140* >45 ТО-99 — »  »

<10 <3,8 >Q94-106 — <140* >45 ТО-99 — »  »

<20 <4,5 >0,7-106 — <170* >45 ТО-99 — »  »

<25 32 — 10 <1 0,5 ТО-99 — С малым /вх
<80 32 — 10 <1,2 0,5 ТО-99 — То же
<25 32 — 10 <1 0,5 ТО-99 — »  »

<80 ' 32 — 10 <1,2 0,5 ТО-99 — »  »

<80 32 — 10 < 1,2 0,5 Мини-D IP — »  »

<25 32 — 3 <1 2,4 ТО-99 — »  »

<80 32 — 3 <1,2 2,4 ТО-99 — »  »

<25 32 — 3 <1 2,4 ТО-99 — » »
<80 32 — 3 < 1,2 2,4 ТО-99 — » »
<80 32 — 3 <1,2 2,4 ТО-99 — » »
<0,5 4,5 2-106 30

(Q0r/o)
<3,3 >15 D IP -14 — Прецизионный, /ВЬІХ =  

=  ± 50  мА
<1 4,5 2-106 30

001%)
<3,3 >15 D IP -14 — То же

<0,5 4,5 2-106 30
(001%)

<3,3 >15 D IP -14 — »  »

<1 4,5 2-106 30
(001%)

<3,3 >15 DIP-14 — »  »

<3 <11 >26-106 - <60* >0,4 ТО-99 — Прецизионный



Тип в
исм,
мВ

*UCJA T ,
мкВ/°С

/вх,
нА

Д/вх,
нА КУ "t/вых’

В/мкс
^ос.сф’

ДБ

OP-77BJ + 22 <0,06 <0,6 <2,8 <2,8 >2-106 >0,1 _

OP-77EJ + 22 <0,025 <0,3 <2 <1,5 >5-106 >0,1 —
OP-77FJ + 22 <0,06 <0,6 <2,8 <2,8 >2-106 >0,1 _
OP-77GP + 22 <0,06 <0,6 <2,8 <2,8 >2-106 >0,1 —
OP-90AZ 1 ,6 -3 6 <0,15 — <10 <1 >2-106 8 >110
OP-90BZ 1 ,6 -3 6 <0,25 — <15 <2 >1-106 8 >107
OP-90EZ 1 ,6 -3 6 <0,15 — <10 <1 >2-106 8 >110
OP-90FZ 1 ,6 -3 6 <0,25 — <20 <2,5 >1-106 8 >104
OP-207AY + 22 <0,09 <1 < ± 3 ,5 < + 3 ,5 >200-103 0,2 >103
OP-207BY ±22 <0,28 < 1,5 < ±  6 < ± 6 >150-103 0,2 >96
OP-207EY + 22 <0,09 <1 < ± 3 ,5 < ± 3 ,5 >200-103 0,2 >103
OP-207FY + 22 <0,28 <1,5 < ± 6 < +  6 >150-103 0,2 >96
OP-215AY + 22 <1 <10 < + 0,1 <0,05 >150-103 >10 >86
OP-215BY + 22 <2 <10 < + 0 ,2 <0,05 >75-103 >7,5 >86
OP-215CY + 18 <4 6 < + 0 ,3 <0,1 >50-103 >5 >82
OP-215EY + 22 <1 <15 < + 0 ,1 <0,05 >150-103 >10 >86
OP-215FY + 22 <2 <15 < ± 0 ,2 <0,05 >75-103 >7,5 >86
OP-215GY + 18 <4 6 < +0,3 <0,1 >50-103 >5 >82
OP-220AZ 5 -3 0 <0,15 <1,5 <20 <1,5 >500-103 0,05 >90
OP-220BZ 5 - 3 0 <0,3 <2 <25 <2 >500-103 0,05 >85
OP-220CZ 5 -3 0 <0,75 <3 <30 <3,5 >300-103 0,05 >75
OP-220EZ 5 - 3 0 <0,15 <1,5 <20 <1,5 >500-103 0,05 >90
OP-220FZ 5 - 3 0 ^0,3 <2 <25 <2 >500-103 0,05 >85
OP-220GZ 5 - 3 0 <0,75 <3 <30 <3,5 >500-103 0,05 >75
OP-221AZ 5 - 3 0 <0,15 <1,5 <80 <3 >1,5-106 >0,2 >90
OP-221BZ 5 - 3 0 <0,3 <2 <100 <5 >1-106 >0,2 >85
OP-221CZ 5 -3 0 <0,5 <3 <120 <7 >800-103 >0,2 >75
OP-221EZ 5 - 3 0 <0,15 <1,5 <80 <3 >1,5-106 >0,2 >90
OP-221FZ 5 - 3 0 <0,3 <2 <100 <5 >1-106 >0,2 >85
OP-221GZ 5 -3 0 <0,5 <3 <120 <7 >800-103 >0,2 >75
OP-227AY + 22 <0,08 <1 < + 4 0 <35 >1-106 >1,7 >114
OP-227BY + 22 <0,12 <1,5 < ± 5 5 <50 >1-106 >1,7 >106
OP-227CY + 22 <0,18 <1,8 < + 8 0 <75 >700-103 >1,7 >100
OP-227EY + 22 <0,08 <1 < + 4 0 <35 >1-106 >1,7 >114
OP-227FY + 22 <0,12 <1,5 < ± 5 5 <50 >1-106 >1,7 >106
OP-227GY + 22 <0,18 <1,8 < +  80 <75 >700-103 >1,7 >100
OP-400AY + 15 <0,1 — <1 <0,2 >5-106 0,3 >115
OP-400BY + 15 <0,3 — <3 <0,5 >2,5-106 0,3 >115
OP-400EY + 15 <0,1 — <1 <0,2 >5-106 0,3 >115
OP-400FY + 15 <0,3 — <3 <0,5 >2,5-106 0,3 >115
OP-420BY 5 - 3 0 <2,5 <10 <20 <1,5 >600-103 0,05 >83

OP-420CY 5 - 3 0 <4 <15 <30 <2,5 >400-103 0,05 >80
OP-420FY 5 - 3 0 <2,5 <10 <20 <1,5 >600-103 0,05 >83
OP-420GY 5 -3 0 <4 <15 <30 <2,5 >400-103 0,05 >80
OP-420HY 5 - 3 0 <6 <25 <40 <6 >200-103 0,05 >76
OP-421BY 5 - 3 0 <2,5 <10 <50 <5 >200-103 >0,25 >83
OP-421CY 5 - 3 0 <4 <15 <80 <10 >100-103 >0,25 >80
OP-421FY 5 - 3 0 <2,5 <10 <50 <5 >200-103 >0,25 >83
OP-421GY 5 -3 0 <4 <15 <80 <10 >100-103 >0,25 >80
OP-421HY 5 - 3 0 <6 <15 <150 <20 >100-103 >0,25 >76
PM155J + 22 <5 5 <0,1 <0,02 >50-103 5 >85
PM156J + 22 <5 5 <0,1 <0,02 >50-103 >7,5 >85
PM157J + 22 <5 5 <0,1 <0,02 >50-103 >30(Ä=5) >85
PM155AJ ±22 <2 <5 <0,05 <0,01 >50-103 >3 >85

PM156AJ ±22 <2 <5 <0,05 <0,01 >50-103 >10 >85



Продолжение табл. 2.1

В̂Л.И.П’
ДБ*,

мкВ/В

^Ш.Н’
нВ/

|/Гц;
Чи.эф’
мкВ

в̂х>
Ом

*уст>
/*‘нр»
МКС

Ают>
мА;
Р*'пот> 
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

<3 <11 >18,5106 _ <60* >0,4 ТО-99 _ Прецизионный
<3 <11 >26-106 — <60* >0,4 ТО-99 — »
<3 <11,5 > 18,5106 — <60* >0,4 ТО-99 — »
<3 Н,5 >18,5-106 - <60* >0,4 Мини-D IP — Микромощный
<10 35 — — <0,018 0,025 Мини-D IP — »
<15 35 — — /А о о ю 0,025 Мини-D IP — »
<10 35 — — <0,018 0,025 Мини-DIP — »
<15 40 — — <0,02 0,025 Мини-DIP — »
<32 <13 >20-106 — <240* 0,6 D IP -14 — Сдвоенный прецизионный
<51 <13 >8-106 — <300* 0,6 D IP -14 — То же
<32 <13 >20-106 — <240* 0,6 DIP-14 — » »
<51 <13 >8-106 — <300* 0,6 D IP -14 — » »
<51 15 ІО^ 0,9 <8,5 >3,5 D IP -14 — » »
<80 15 10!2 0,9 <8,5 >3,5 DIP-14 — » »

<100 15 10!2 1 <10 >3 D IP -14 — » »
<51 15 10*2 0,9 <8,5 >3,5 D IP -14 — » »
<80 15 10!2 0,9 <8,5 >3,5 D IP -14 — » »
<100 15 10!2 1 <10 >3 D IP -14 — » »
<10 — — — <0,17 0,2 Мини-DIP — Сдвоенный микромощный
<32 — — — <0,19 0,2 Мини-DIP — То же
<100 — — — <0,22 0,2 Мини-D IP — » »
<10 — — — <0,17 0,2 М ини-D IP — » »
<32 — — — <0,19 0,2 Мини-DIP — » »
<100 — — — <0,22 0,2 Мини-D IP — » »
<10 — — — <0,55 0,6 Мини-D IP — Сдвоенный маломощный
<32 — — — <0,6 0,6 Мини-DIP — То же
<100 — — — <0,65 0,6 Мини-DIP — » »
<10 — — — <0,55 0,6 Мини-DIP — » »
<32 — — — <0,6 0,6 Мини-D IP — » »
<100 — — <0,65 0,6 Мини-DIP — » »
<10 <3,9 >1,3-106 — <140* >5 D IP -14 — Сдвоенный прецизионный
<10 <3,9 >Q94106 — <140* >5 D IP -14 — То же
<20 <4,6 >0,7-106 — <170* >5 DIP-14 — » »
<10 <3,9 >1,3-106 — <140* >5 D IP -14 — » »
<10 <3,9 >(*94-106 — <140* >5 DIP-14 — » »
<20 <4,6 >0,7-106 — <170* >5 DIP-14 — » »
<1,8 12 — — <2,8 1 DIP-14 — Счетверенный маломощный
<1,8 12 — — <2,8 1 DIP-14 — То же
<1,8 12 — — <2,8 1 D IP -14 — » »
<1,8 12 — — <2,3 1 DIP-14 — » »
<30 50 — — <0,36 0,15 D IP -14 — Счетверенный микромощ­

ный
<50 50 — — <0,46 0,15 DIP-14 — То же
<30 50 — — <0,36 0,15 DIP-14 — » »
<50 50 — — <0,46 0,15 DIP-14 — » »
<80 50 — — <0,6 0,15 DIP-14 — » »
<30 <30 — — <1 > 1 D IP -14 — Счетверенный маломощный
<50 <30 — — <1,5 > 1 DIP-14 — То же
<30 <30 — — <1 >1 D IP -14 — » »
<50 <30 — — <1,5 > 1 D IP -14 — » »
<80 <30 — — <2 >1 DIP-14 — » »

>85* 20 10!2 4 < 4 2,5 TO-99 40 BIFET
>85* 12 10!2 1,5 <7 5 TO-99 40 » »
>85* 12 1012 1,5 <7 20 TO-99 40 » »
>85* 20 10*2 4

т % )
< 4 2,5 TO-99 40 » »

>85* 12 10*2 1,5 
((*01 %)

< 7 > 4 TO-99 40 » »



Тип ^и.п,
В мВ

A^cm/AF,
мкВ/°С

V
нА

А/вх,
нА КУ

"t/вых’
В/мкс

о̂с.сф»
ДБ

PM157AJ ±22 < 2 < 5 <0,05 <0,01 > 50*10* >40 
(К =  5)

>85

PM255J ±22 < 5 5 <0,1 <0,02 > 5 0 -103 > 5 >85
PM256J +  22 < 5 5 <0,1 <0,02 > 50-103 >7,5 >85
PM257J + 22 < 5 5 <0,1 <0,02 > 50-103 >30 >85
PM355J + 18 <10 5 <0,2 <0,05 >25-103 5 >80
PM355AJ + 22 < 2 < 5 <0,05 <0,01 > 50 103 > 3 >85
PM356J + 18 <10 5 <0,2 <0,05 >25* 103 12 > 80
PM356AJ + 22 < 2 < 5 <0,05 <0,01 >50* 103 >10 >85
PM357J + 18 <10 5 <0,2 <0,05 > 25103 50 >80
PM357AJ + 22 < 2 < 5 <0,05 <0,01 > 50*103 >40 >85
PM725J + 22 <1 < 5 <0,1 <0,02 > 1 1 0 * — >110
PM725CJ + 22 <2,5 2 <0,125 <0,035 >250-103 — >94
PM741J + 22 < 5 — <500 <200 >50-103 _ >70
PM741CJ + 18 < 6 — <500 <200 >25*103 _ >70
SA709CN + 18 <7,5 — <1500 <500 > 15* 103- >65
SA741CT + 18 < 6 — <500 <200 >20*103 0,5 >70
SE530T + 22 < 2 <15 <60 <10 >50*103 > 18 >70
SE531T + 22 <5 — <500 <200 >50*103 >20 >70
SF535T + 22 < 2 15 <60 <10 >50*103 > 10 >70
SE538T + 22 < 2 15 <60 <10 >50*103 >40 >70
SE5534T + 22 < 2 — <800 <200 >50*103 13 >80
SE5534AT + 22 < 2 — <800 <200 50*103 13 >80
SFC2101A + (5 -2 0 ) < 2 <15 <75 <10 160*103 0,5 70
SFC2107M + (5 -2 0 ) < 2 <15 <75 <10 160*103 0,5 80
SFC2108A + (5 -2 0 ) <0,5 < 5 < 2 <0,2 >80*103 _ 85
SFC2118M + 18 < 4 — <250 <50 50*103 50 80
SFC2201A + (5 -2 0 ) < 5 <15 <250 <20 160*103 0,5 70
SFC2207 + (5 -2 0 ) <5 <15 <250 <20 160*103 0,5 70
SFC2208 + (5 -2 0 ) < 2 <15 < 2 <0,4 >80*103 _ 85
SFC2218M + 18 < 4 — <250 <50 50*103 50 80
SFC2301A ± (5 - 1 5 ) <7,5 <30 <250 <50 160*103 0;5 70
SFC2307 + (5 -2 0 ) <7,5 <30 <250 <50 160*103 0,5 70
SFC2308 ± ( 5 - 1 5 ) <7,5 <30 < 7 <1 >80*103 — 80
SFC2315DC + 10 <12 6 <50 <25 30*103 — 84
SFC2318EC + 18 <10 — <500 <200 25*103 30 70
SFC2476C + 18 < 6 — <50 <25 400*103 — —
SFC2709AP ± (9 - 1 5 ) < 2 <10 <200 <50 45*103 0,25 110
SFC2741C + 15 < 6 — <500 <200 100*103 0,5 70
SFC2748C + 15 < 6 — <500 <200 150*103 0,5 70
SFC2761C + 18 <7,5 6 <1500 <50 30*103 90 80
SFC2776C + (1 2 -1 8 ) < 6 10 <50 <25 >50*103 0,8 >70
SFC2778C + 18 < 6  • 10 <50 <25 400*103 0,16 70
SFC2861PM + 10 <11 6 <1500 <330 30*103 30 80
SG101 + (5 -2 0 ) < 5 3 <500 <200 >50*103 — >70
SG107 ±22 < 2 <15 <75 <10 >50*103 - >80

SG201 + (5 -2 0 ) <7,5 6 <1500 <500 > 20103 _ >65
SG207 ±22 < 2 <15 <75 <10 >50*103 - >80

SG307 ±18 <7,5 <30 <250 <50 >25*103 - >80

SG741 + 22 < 5 _ <500 <200 >50*103 0,5 >70
SG741C + 18 < 6 — <500 <200 >20*103 0,5 >70
SG748 + 22 < 5 — <500 <200 >50*103 0,5 >70
SG748C + 18 < 6 — <500 <200 >20*103 0,5 >70
SG1250 ± (1 - 1 8 ) < 3 4 <15 < 5 >100*103 0,2 >70



Продолжение табл. 2.1

^вл.и.п»
дБ*,

мкВ/В

^ш.н»
нВ/

і/Гц;
^й.эф»
мкВ

В̂Х»
Ом

*уст»
/Sp.
МКС

Аіот»
мА;
п̂от>
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

> 85* 12 1012 1,5
(001%)

< 7 >15 ТО-99 40 BIFET

>85* 20 1012 4 < 4 2,5 ТО-99 40 »
>85* 12 1012 1,5 < 7 5 ТО-99 40 »
>85* 12 1012 1,5 < 7 20 ТО-99 40 »
>80* 20 1012 4 < 4 2,5 ТО-99 40 »
>85* 20 1012 4 < 4 2,5 ТО-99 40 »
>80* 12 1012 1,5 <10 5 ТО-99 40 »
>85* 12 1012 1,5 < 7 > 4 ТО-99 40 »
>80* 12 1012 1,5 <10 20 ТО-99 40 »
>85* 12 1012 1,5 < 7 >15 ТО-99 40 »
> 10 8 1,5 106 <105* — ТО-99 38 Прецизионный
>35 8 1,5 106 — <150* — ТО-99 38 »
>77* — 0,3*106 — <2,8 — ТО-99 40 С внутренней компенсацией
>77* — 0,3*106 — <2,8 — ТО-99 40 —
<200 — 50*103 — <200* — 8 -1 8 47 С внутренней компенсацией
<150 — 0,3*106 — <2,8 1 ТО-99 44 То же
<150 — >3*103 0,9 < 3 3 ТО-99 44 » »
<150 — 20*106 2,5 < 7 — CN1 41 —
<150 — 3*106 3 <2,8 — CN1 — С внутренней компенсацией
<150 — 3*106 1,2 < 3 6 ТО-99 — То же
<50 4 50*103 <6,5 10 CN1 63 Малошумящий
<50 <4,5 >50*103 — <6,5 10 CN1 63 »

— — >1,5*106 — — 2 ТО-99 41 —

— — >1,5*106 — — — ТО-99 42 С внутренней компенсацией
— — >30*106 — — — ТО-99 43 —

— — > 1 106 — — — ТО-99 47 —

— — >1,5*106 — — 2 ТО-99 41 —

— — >1,5*106 — — — ТО-99 42 С внутренней компенсацией
— — >30*106 — — — ТО-99 43 —

— — > 1 106 — — _ ТО-99 47 —

— — >500*103 — — — ТО-99 41 —

— — >500*103 — — — ТО-99 42 С внутренней компенсацией
— — >10*103 — — — ТО-99 43 То же
— — 3*106 — — — 6 - 4 — —

— — >500*103 _ — — — ТО-116 47 —

— — — — — — ТО-99 — —

— — >350*103 — — — ТО-116 47 _

— — 300*103 — — — ТО-99 44 С внутренней компенсацией
— — >300*103 — — — ТО-99 41 —

— — 200*103 — — — CN44 — —

— — 5*106 — — — ТО-99 54 Программируемый
— — 5*106 — — — ТО-99 — —

— — 200*103 — — — ТО-91 — —

>70* — >300*103 — < 3 — ТО-99 41 _

>80*

>70*

14
(100 кГц)

>1,5*106

>150*103

< 3

< 3

ТО-99

ТО-116

42

41

С внутренней компенсацией

>80* 14
(100 кГц)

>1,5*106 — < 3 — ТО-99 42 С внутренней компенсацией

>80* 14
(100 кГц)

>0,5*106 — < 3 — ТО-116 42 То же

<150 — >0,3*106 — <2,8 — ТО-99 44 » »
<150 — >0,3*106 — <2,8 — ТО-116 51 » »
<150
<150 :

>0,3*106
>0,3*106

— <2,8
<2,8

— ТО-99
ТО-116

41
41

—

<150 35 
(10 Гц)

>3*106 — <1,2* — ТО-99 — М икромощный



Тип Ц..П,
В

ѵсм,
мВ

AUCM/AT,
мкВ/°С

7вх>
нА

Л/вх,
нА Ку ѵиъых» 

В/мкс
-^ос.сф,

дБ

SG1660 + 18 <7,5 <30 <15 < 2 > 15103 0,1 >80
SG1760

SG2250

+ 18 
± (1 - 1 8 )

<7,5
< 3

<30
4

<15
<15

< 2
< 5

> 15103  
>100-103

0,1
0,2

>80
>70

SG3250T ± ( 1 - 1 8 ) < 6 6 <30 < 5 >100-103 0,2 >70

SL541A - 4 +  +15 < 5 - < 25 мкА - >180 100 -

SL541B - 6 +  +12 < 5 - < 25 мкА - > 3 1 0 3 100 -

SL701B + 12 < 5 <15 <1000 <300 3 103 _ >80
SL701C + 12 <20 <15 <3000 <1800 3 103 — >60
SL702B + 12 < 5 <15 <1000 <300 1,2-103 — >80
SL702C + 12 <20 <15 <3000 <1800 1,2* 103 — >60
SL748A + 22 < 5 — <500 <200 160-103 — >70
SL748C + 18 < 6 — <800 <300 160-103 — >70
SN52101AL + 22 < 2 <15 <75 <10 > 50*103 — >80
SN52107L + 22 < 2 <15 <75 <10 >50 103 — >80
SN52108AJP + (5 -2 0 ) < 2 <15 < 2 <0,2 > 50*103 — >85
SN52108AL + (5 -2 0 ) <0,5 < 5 < 2 <0,2 >80-103 — >96
SN52660L + (5 -2 0 ) < 3 <25 <15 < 2 >25-103 — >80
SN52702L - 7 +  + 14 < 5 10 <10000 <2000 >1400 1,7 >70
SN52702AJP - 7 +  + 14 < 2 <10 <5000 <500 >2500 1,7 >80
SN52709L + 18 < 5 6 <500 <200 45-103 >70
SN52709AJP + 18 < 2 <25 <200 <50 45-103 >80
SN52741L + 22 < 5 — <500 <200 >50-103 0,5 >70
SN52748L + 22 < 5 — <500 <200 >50-103 0,5 >70
SN52770L + 22 < 4 — <15 < 2 >50-103 2,5 >80
SN52771L + 22 < 4 — <15 < 2 >50-103 2,5 >80
SN52777L + 22 < 2 <15 <25 < 3 >50-103 0,5 >80
SN72301AL + 18 <7,5 <30 <250 <50 >25-103 >70
SN72307L + 18 <7,5 <30 <250 <50 >25-103 — >70
SN72308L ± ( 5 - 1 8 ) <7,5 — < 7 <1 >25-103 — >80
SN72308AL ± ( 5 - 1 8 ) <0,5 — < 7 <1 >80-103 — >96
SN72660L ± ( 5 - 1 8 ) < 4 <30 <15 < 2 >25-103 — >80
SN72702L +  14+  - 7 < 10 5 <15000 <5000 >1000 1,7 >65
SN72709L +  18 <7,5 — <1500 <500 >15-103 — >65
SN72741L + 18 < 6 _ <500 <200 >20-103 0,5 >70
SN72748L + 18 < 6 _ <500 <200 >50-103 0,5 >70
SN72770L + 18 <10 — <30 <10 >35-103 2,5 >70
SN72771L + 18 <10 — <30 <10 >35- 103 2,5 >70
SN72777L + 22 < 5 <30 <100 <20 >25-103 0,5 >70
SSS725 + 22 <0,5 < 2 <80 < 5 >1-106 — >120
SSS725A ±22 <0,1 <0,8 <70 <1 >106 — >120
SSS725B + 22 <0,75 <2,8 <80 < 5 >106 — >110
SSS725C + 22 <1,3 <4,5 <110 <13 >106 — >100
SSS725E + 22 <0,5 < 2 <80 < 5 >106 — >120
SSS741 +  22 < 3 — <100 <25 >25-103 — >70
SSS741B + 22 < 3 — <50 < 5 >50-103 — >80
SSS741C +  18 < 6 — <100 <25 >25-103 — >70
SSS741G +  22 < 3 — <100 <25 >25-103 — >70
SU536T +  22 <20 20 <0,03 0,005 >50-103 6 >70
ТАА241 +  21 < 5 20 <7500 <2000 >2-103 — >70
ТАА521 +  18 <7,5 10 <1500 <500 >15-103 >0,3 >65
ТАА522 +  18 2 — — 100 >45-103 >0,3 >70
ТАА861 + (2 -1 0 ) <10 6 <1000 <300 >5,6-103 3 75
ТАА861А + (2 -1 0 ) <10 6 <1000 <300 > 5,6-103 3 75
ТАА865 + (2 -1 0 ) <10 6 <1000 <300 5,6-103 3 >75



Продолжение табл. 2.1

в̂л.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

^Ш.Н’
нВ/

|/Гц;
Чи.эф>
мкВ

В̂Х’
Ом

у̂ст»
/*‘HP’
М КС

ЛіОТ’
мА;
П̂ОТ’
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

>80* _ > 4 1 0 6 _ <0,75 __ ТО-99 __ С внутренней компенсацией
>80* — > 4 1 0 6 — <0,75 — ТО-116 — То же
<150 35

(10Гц)
> 3 1 0 6 — <1,2* — ТО-99 — С внутренней компенсацией

<170 35 
(10 Гц)

> 3 1 0 6 — <1,2* — ТО-99 — —

>46* — — 100
(1%)

<21 100 ТО-5 — —

>46* — — 100 
(1 %)

<21 100 ТО-5 — —

— — >100-103 — 12 0,5 CN11 — —
— — >100-103 — 12 0,5 CN11 — —
— — >100-103 — 12 0,5 CN11 — —
— — >100-103 — 12 0,5

1
CN11 — —

— — >300-103 — 2,8 CN11 — —
— — >300* 103 — 2,8 1 CN11 — —

>80* — > 1,5 • 106 — < 3 — ТО-99 41 —
>80* — > 1 ,5106 — < 3 — ТО-99 42 С внутренней компенсацией
>80* — >30-106 — <0,6 — 8 - 1 0 43 —
>96* — >30-106 — <0,6 — ТО-99 43 —
>80* — > 4 1 0 6 — <0,75 — ТО-99 — —
<300 — >8-103 — <6,7 — ТО-99 46 —

75 — >16-103 — <6,7 — 8 - 1 0 — —
<150 — >150-103 — <5,5 — ТО-99 47 —
<100 — >350-103 — <3,6 — ТО-99 47 —
<150 — >0,3-106 — <2,8 — ТО-99 44 С внутренней компенсацией
<150 — >0,3-106 — <2,8 — ТО-99 . 41 —
<150 40 100-106 — < 2 1,3 ТО-99 — —
<150 40 100-106 — < 2 1,3 ТО-99 — С внутренней компенсацией
<100 — >2-106 — <2,8 — ТО-99 41 —

>70* — >0,5-10 — < 3 — ТО-99 41 —

>70* — >0,5-10 — < 3 — ТО-99 42 С внутренней компенсацией
>80* — >10-106 — <0,8 — ТО-99 43 —

>96* — >10-106 — <0,8 — ТО-99 43 —

>80* — >4-106 — <0,75 — ТО-99 —

<300 — >6-103 — < 7 — ТО-99 46 —

<200 — >50-103 — <200* — ТО-99 47 —

<150 — >0,3-106 — <2,8 __ ТО-99 44 С внутренней компенсацией
<150 — >0,3-106 — <2,8 _ ТО-99 41 —

<200 40 >100-106 — < 4 1,3 ТО-99 _ —

<200 40 >100-106 — < 4 1,3 ТО-99 44 С внутренней компенсацией
<150 — >1-106 — <3,3 _ ТО-99 41 —

<5 <7,5 >0,7-106 — <120* _ ТО-99 50 Прецизионный
<2 <7,5 >0,8-106 — <105* _ ТО-99 50 »
<5 <7,5 >0.7-106 — <120* — ТО-99 50 »
<10 <7,5 >0,5-106 — <150* _ ТО-99 50 »
<5 <7,5 >0,7-106 — <120* — ТО-99 50 »

С внутренней компенсацией<150 — >1-106 — <85* _ ТО-99 44
<100 — >2-106 — <85* _ ТО-99 44 То же
<150 — >1-106 — <85* _ ТО-99 44 » »
<150 — >1-106 — <85* __ ТО-99 44 » »
<150 20* 1014 — <5,5 1 CN1 44 —
<300 — >10-103 — <120* _ ТО-99 _ —
<200 — >50-103 — <200* _ ТО-78 __ —
<200 — >150-103 — <165* _ ТО-99 __ —

— 3,1* 200-103 — <1,5 __ CN71 __ /„ых =  70 мА
— 3,1* 200-103 — <1,5 __ 6-5 __ То же
- 3,1* 200-103 - <1,5 — CN71 — » »



Тип ^И.П’
в мВ мкВ/°С

в̂х»
нА

Д/вх,
нА К У

v Ubux’
В/мкс

•̂ос.сф’
дБ

ТАА865А + (2 -1 0 ) < 10 6 <1000 <300 > 5,6 • 103 3 >75
ТВА221 + 18 < 6 — <500 <200 > 2 0 -103 0,5 >70
ТВА221В + 18 < 6 — <500 <200 > 2 0 -103 0,5 >70
TBA221D + 20 < 4 5 <150 <50 > 3 0 -103 0,6 >75
TBA221N + 18 < 6 — <500 <200 >20 -103 0,5 >70
ТВА222 + 22 < 5 — <500 <200 >50-103 0,5 >70
ТСА335 ± ( 2 - 1 5 ) < 2 0 12 <50 <20 > 5 ,6 -103 9 >60

ТСА520В + 11 < 6 5 <100 <30 >25 103 50 >70
TCA520D 2 - 2 0 < 6 5 <100 <30 >25-103 50 >70
ТСА680 ± ( 3 - 1 5 ) < 8 — <100 <30 > 3 0 -103 >15 >70
ТСА680В ± ( 3 - 1 5 ) < 8 — <100 <30 > 3 0 - IO3 >15 >70
TCA680D ± ( 3 - 1 5 ) <8 — <100 <30 > 3 0 - IO3 >15 >70
TDA0301D 36 <7,5 30 <250 <50 >25-103 — >70
TDA0741D + 18 < 6 — <500 <200 >20-103 0,5 >70
TDA0748D + 18 < 6 — <500 <200 >20-103 0,5 >70
TDA1034N + (3 -2 0 ) <4 — <800 <200 >30-103 13 >80
TDA1034B + (3 -2 0 ) <4 — <1500 <300 >30-103 13 >80
TDA1034D + (3 -2 0 ) <4 — <1500 <300 >30-103 13 >80
TDA4250 ± ( 1 - 1 8 ) <4 — <75 <25 >50-103 0,16 96
TDA4250B ± ( 1 - 1 8 ) < 6 — <80 <20 >50-103 0,25 >70
TDA4250C ± ( 1 - 1 8 ) <6,5 — <10 <8 >50- IO3 0,16 96
TDA4250D ± ( 1 - 1 8 ) < 6 — <80 <20 >50-103 0,25 >70
TDB0118CM + 18 <10 — <600 <200 200-103 >50 >70
TDB0148DP + 18 < 6 — <200 <50 160-103 0,5 >70
TDB0155CM ±18 <10 5 <0,2 <0,05 200-103 5 >80

TDB0156DP + 18 <10 5 <0,2 <0,05 200-103 12 >80
TDB0157CM + 18 <10 5 <0,2 <0,05 200-103 50(К =  5) >80
TDB0791EP12 + 18 < 6 — <500 <200 20-103 — >70
TDC0155CM ±22 < 5 5 <0,1 <0,02 200-103 5 >85

TDC0156CM + 22 < 5 5 <0,1 <0,02 200-103 >30(К=5) >85
TDC0157CM + 22 < 5 5 <0,1 <0,02 200-103 >30(К=5) >85
TDE0155CM + 22 < 5 5 <0,2 <0,1 200-103 5 >85
TDE0156CM + 22 < 5 5 <0,1 <0,02 200-103 >7,5 >85
TDE0157CM + 22 < 5 5 <0,1 <0,02 200-103 > 30(К=5) >85
TL060CP ± (1 ,5 -1 8 ) <15 10 <0,4 <0,2 >3-103 3,5 >70

TL061C ± (1 ,5 -1 8 ) <15 10 <0,4 <0,2 >2-103 3,5 >70

TL061AC ± (1 ,5 -1 8 ) < 6 10 <0,2 <0,1 >4-103 3,5 >80

TL061BC ± (1 ,5 -1 8 ) < 3 10 <0,2 <0,1 >4-103 ■ 3,5 >80

TL066I ± (1 ,2 -1 8 ) < 6 10 <0,2 <0,1 >4-103 3,5 >80

TL066AC + (1 ,2 -1 8 ) < 6 10 <0,2 <0,1 >4-103 3,5 >80
TL066BC ± (1 ,2 -1 8 ) <3 10 <0,2 <0,1 >4-103 3,5 >80

TL066C + (1 ,2 -1 8 ) <15 10 <0,4 <0,2 >3-103 3,5 >70
TL066M + (1 ,2 -1 8 ) < 6 10 <0,2 <0,1 >4-103 3,5 >80
TL070CP ± (3 ,5 — 18) <10 10 <0,2 <0,05 >50-103 13 >70

TL071C ± (3 ,5 -1 8 ) <10 10 <0,2 <0,05 >25-103 13 >70
TL071AC ±18 < 6 10 <0,2 <0,05 >50-103 13 >80



Продолжение табл. 2.1

в̂л.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

^Ш.Н’
нВ/

і/Гц;
Чи.эф»
мкВ

Явх,
Ом

у̂СТ’
'HP’
МКС

ЛіОТ’
мА;
Рпот>
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

_ 3,1* 200 103 _ < 1,5 _ 6-5 _ Т„ых =  70 мА
<150 — >0,3-106 — <85* — CN1 — С внутренней компенсацией
<150 — >0,3-106 — <85* — 8-46 — —
<100 20 >0,6-106 — <2,8 — 8-9 — —
<150 0,8* >0,3-106 — <85* — ТО-99 — —
<150 — >0,3-106 — <85* — CN1 — С внутренней компенсацией
<200 — 3-106 — <2,5 — ТО-78 — Со схемой Дарлингтона, 

/„ых =  70 мА
— 15 — — 1 1 8-4 — —
— 15 — — 1 1 8-9 — —

<100 25 0,75 < 6 6 ТО-99 — С внутренней компенсацией
<100 25 — 0,75 < 6 6 8-7 — То же
<100 25 — 0,75 < 6 6 8-9 — » »
>70* — >0,5-106 — < 3 — 8-9 — » »
<150 — >0,3-106 — <2,8 — 8-9 44 С внутренней компенсацией
<150 — >0,3-106 — <2,8 — 8-9 41 —
<50 4,5 >30-103 — <6,5 10 ТО-99 — С внутренней компенсацией
<50 4 >30-103 — <6,5 10 8-16 — То же
<50 4 >30-103 — <6,5 10 8-9 — » »
100* — — — <0,03 0,25 — 54 —
>16* — — — <0,1 — 8-16 54 —
100* — — — <0,03 0,25 — 54 —
>16* — — — <0,1 — 8-9 54 —
>65* — 3-106 — <10 15 ТО-99 47 С внутренней компенсацией
>11* — >0,8-106 — <4,5 1 ТО-116 45 То же
> 80* 20 1012 4 < 4 2,5 ТО-99 34 BIFET с внутренней ком­

пенсацией
>80* 12 1012 1,5 <10 5 ТО-99 34 То же
>80* 12 1012 1,5 <10 20 ТО-99 34 » »
<150
>85* 25

>0,3-106
1012 4

<30
< 4 2,5 ТО-99

65

34

В̂ЫХ =  1 А
BIFET с внутренней ком­
пенсацией

>85* 15 1012 1,5 < 7 5 ТО-99 34 То же
>85* 15 1012 1,5 < 7 20 ТО-99 34 » »
>85* 20 1012 4 < 4 2,5 ТО-99 34 » »
>85* 12 1012 1,5 < 7 5 ТО-99 34 » »
>85* 12 1012 1,5 < 7 20 ТО-99 34 » »
>70* 42 

(1 кГц)
1012 — <0,25 1 М ини-DIP 56 Маломощный BIFET

>70* 42 
(1 кГц)

1012 — <0,25 1 D8-11 57 То же

>80* 42 
(1 кГц)

1012 — <0,25 1 D8-11 57 » »

>80* 42 
(1 кГц)

1012 — <0,25 1 D8-11 57 АГГ =  0,01 %; BIFET

>80* 42 1012 — <0,25 1 D8-11 57 Программируемый BIFET с 
внутренней компенсацией

>80* 42 1012 — <0,25 1 D8-11 — То же
>80* 42 1012 — <0,25 1 D8-11 — Программируемый с внут­

ренней компенсацией
>70* 42 1012 — <0,25 1 D8-11 — То же
>80* 42 1012 — <0,25 1 D8-11 — » »
>70* 18 

(1 кГц)
1012 — <2,5 3 М ини-DIP 56 Малошумящий BIFET 

Малошумящий BIFET, Кг =
>70* 18 

(1 кГц)
1012 — < 2,5 3 D8-11 57 0,01%, с внутренней ком­

пенсацией
> 80* 18 

(1 кГц)
1012 — <2,5 3 D8-11 57 То же



Тип ^и.п.
В

^СМ.
мВ

Аі/см/АГ,
мкВ/°С

^вх>
нА

А^вх»
нА К У В/мкс

-̂ ос.сф»
ДБ

TL071BC ±18 < 3 10 <0,2 <0,05 > 5 0 -103 13 >80

TL080AC ±18 < 6 10 <0,2 <0,1 > 50 103 13 >80

TL080C + 18 <15 10 <0,4 <0,2 >25-103 13 >70
TL081AC ± (3 ,5 -1 8 ) < 6 10 <0,2 <0,1 >50-103 13 >80

TL081C + (3 ,5 -1 8 ) <15 10 <0,4 <0,2 >25-103 13 >70
TL081BC + (3 ,5 -1 8 ) < 3 10 <0,2 <0,1 >50-103 13 >80
TL087I ±18 <0,5 10 <0,4 <0,1 >50-103 13 >80
TL087C + 18 <0,5 10 <0,4 <0,1 >25-103 13 >70
TL087M + 18 <0,5 10 <0,4 <0,1 >50-103 13 >80
TL088I + 18 < 3 10 <0,4 <0,1 > 50 103 13 >80
TL088C + 18 < 3 10 <0,4 <0,1 >25-103 13 >70
TL1709 + 18 < 5 6 <500 <200 >25-103 0,25 >70
TL1709C + 18 < 7,5 6 <1500 <500 >15-103 0,25 >65
TL1741 + 22 < 5 6 <500 <200 >50-103 0,8 >70
TL1741C + 18 < 6 6 <500 <200 >20-103 0,8 >70
цАІОІНМ + 22 < 5 6 <500 <200 >50-103 — >70
цАІОІАН + 22 < 2 <15 <75 <10 >50-103 — >80
ЦА107Н + 22 < 2 <15 <75 <10 >50-103 — >80
ЦА108НМ + 20 < 2 <15 < 2 <0,2 >50-103 — >85
ЦА108АН + 20 <0,5 < 5 < 2 <0,2 >80-103 — >96
|іА 118 + 20 < 4 — <250 <50 >50-103 >50 >80
ЦА201НС + 22 <7,5 10 <1500 <500 >20-103 — >65
ЦА201АНМ + 22 < 2 <15 <75 <10 >50-103 — >80
цА207НМ + 22 < 2 <15 <75 <10 >50-103 — >80
|іА208НМ + 20 < 2 <15 < 2 <0,2 >50-103 — >85
ЦА208АНМ + 20 <0,5 < 5 < 2 <0,2 >80-103 — >96
цА218 + 20 < 4 — <250 <50 >50-103 >50 >80
цАЗОІАНС + 18 <7,5 <30 <250 <50 >25-103 — >70
ЦА307НС + 18 <7,5 <30 <250 <50 >25-103 — >70
цА308Н + 18 <7,5 <30 < 7 <  1 >25-103 — >80
цА308А + 18 <0,5 < 5 < 7 <  1 >80-103 — >96
цА318 + 20 <10 — <500 <200 >25-103 >50 >70
ЦА702НМ + 21 < 2 <10 <5000 <500 >2,5-103 — >80
ЦА702НС + 21 < 5 <20 <7500 <2000 >2-103 — >70
ЦА709НМ + 18 < 5 6 <500 <200 * >25-103 0,3 >70
цА709АНМ +  18 < 2 <10 <200 <50 >25-103 — >80
jiA709HC +  18 <7,5 — <1500 <500 >15-103 0,3 >65
цА714 +  (3 -2 2 ) <0,075 <1,3 < 3 <2,8 >200-103 0,17 >110
ЦА714С +  (3 -2 2 ) <0,15 <1,8 < 6 <3,7 >120-103 0,17 >100
ЦА714ЕНС +  (3 -2 2 ) <0,075 <1,3 <3,8 < 4 >200-103 0,17 >106
цА714Ь + 18 <0,25 < 3 <30 <20 >100-103 0,17 >100
ЦА715НМ + 18 < 5 — <750 <250 >15-103 15 >74
|іА715НС + 18 <7,5 — <1500 <250 >10-103 10 >74
ЦА725НМ + (3 -2 2 ) <1 < 5 <100 <20 >1-106 — >110
цА725АНМ + (3 -2 2 ) <0,5 < 2 <75 < 5 >1-106 — >120
ЦА725НС + (3 -2 2 ) <2,5 < 2 <125 <35 >250-103 — >94
ЦА725ЕНС + (3 -2 2 ) <0,5 < 2 <75 < 5 >1-106 — >120
цА740Т + 22 <20 — <0,2 <0,15 >50-103 6 >64
|іА740С + 22 <110 — < 2 <0,3 >20-103 6 >55
ЦА741НМ + 22 < 5 — <500 <200 >50-103 0,5 >70
ЦА741АНМ + 22 < 3 <15 <80 <30 >50-103 0,3 >80
ЦА741НС + 18 < 6 — <500 <200 >20-103 0,5 >70
ЦА741ЕНС + 22 < 3 <15 <80 <30 >50-103 0,3 >80
|iA747DM + 22 < 5 — <500 <200 >50-103 0,5 >70



Продолжение табл. 2.1

^Ш.Н’ Схема
в̂л.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

нВ/
|/Гц;
й̂.эф»
мкВ

Ом
*уст»
'нр'
М КС

п̂от»
мА;
п̂от»
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

распо­
ложе­

ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

>80* 18 
(1 кГц)

1012 - <2,5 3 D8-11 57 BIFET с внутренней компен­
сацией

>80* 25 1012 — <2,8 3 D8-11 56 BIFET
(1 кГц)

>70* 25 1012 — <2,8 3 D8-11 56 »
>80* 25 1012 — <2,8 3 D8-11 57 BIFET с внутренней компен­

сацией
>70* 25 1012 — <2,8 3 D8-11 57 То же
>80* 25 1012 — <2,8 3 D8-11 57 » »
>80* 18 1012 — <2,8 3 Мини-D IP 57 » »
>70* 18 1012 — <2,8 — Мини-DIP 57 » »
>80* 18 1012 — <2,8 3 D8-11 57 » »
>80* 18 1012 — <2,8 3 — — » »
>70* 18 1012 — <2,8 3 D8-11 57 » »
<150 — >150103 — <200* — ТО-99 47 _

<200 — >50-103 — <200* — ТО-99 47 —

<150 - >0,3*106 — <85* — ТО-99 44 С внутренней компенсацией
<150 — > 0,3 • 106 — <85* — ТО-99 44 То же
>70* — >0,3*106 — <2,5 — CN1 41 —

>80* — >1,5*106 — < 3 — ТО-99 41 —

>80* — >1,5*106 — <3 — CN1 42 С внутренней компенсацией
>80* — >30*106 — <0,6 — CN1 43 —

>96* — >30*106 — <0,6 — CN1 43 —

>70* — >1*106 — — 15 DIP 44 С внутренней компенсацией
>70* — >0,1*106 — < 3 — CN1 41
>80* — >1,5*106 — < 3 — CN1 41
>80* — >1,5*106 — < 3 — CN1 42 С внутренней компенсацией
>80* — >30*106 — <0,6 — CN1 43
>96* — >30*106 — <0,6 — CN1 43
>70* - >1*106 — — 15 DIP 44 С внутренней компенсацией
>70* — >0,5*106 — < 3 — CN1 41 То же
>70* — >0,5*106 — < 3 — CN1 42 » »
>80* — >10*106 — <0,8 — CN1 43 —

>96* — >10*106 — <0,8 — D14-31 43 —

>65* - >0,5*106 — — 15 DIP 44 С внутренней компенсацией
<200 — >16*103 — <6,7 — CN1 46 Средней точности
<300 — >10*103 — <6,7 — CN1 46 То же
<150 — >150*103 — — 1 CN1 47 » »
<100 — >350*103 — <3,6 _ CN1 47 » »
<200 — >50*103 — <165* 1 CN1 47 » »

>100* <11 >20*106 - <120* 0,6 CN1 48 Измерительный
>90* <11,5 >8*106 — <150* 0,6 TO-99 48 »
>94* <11 >15*106 — <120* 0,6 CN1 48 »
>90* 9,8 >8*106 — <180* 0,6 CN1 48 »
<300 — 1*106 0,3 < 7 _ TO-100 49 С внутренней компенсацией
<400 — 1*106 0,3 <10 — TO-100 49 —

<10 8 1,5*106 — <105* — CN1 50 Прецизионный
< 5 <7,5 1,5*106 — <120* — CN1 50 »

<35 8 1,5*106 — <150* _ CN1 50 »
< 5 <7,5 1,5*106 — <150* — CN1 50 »

<300 — 1*1012 — <5,2 3 CN1 44 С полевыми транзисторами
<500 — 1*1012 — < 8 1 TO-99 44 То же
<150 — >0,3*106 — <2,8 1 CN1 44 С внутренней компенсацией
<50 — >1*106 — <150* >0,4 CN1 44 То же
<150 — >0,3*106 — <2,8 1 CN1 44 » »
<50 — >1*106 — <150* >0,4 CN1 44 »  »

<150 >0,3*106 — <2,8 — D IP 52 Сдвоенный, с внутренней 
компенсацией



Тип «'п.п.
В

^см,
мВ

А^см/А Г, 
мкВ/°С

7ßx*
нА

А7ВХ,
нА К У

^ВЫ Х’
В/мкс

^ОС.сф’
дБ

HA747DC + 18 < 6 _ <500 <200 >25 103 0,5 >70
ЦА747А0М + 22 < 3 <15 <80 <30 >50-103 >0,3 >80
HA747EDC + 22 < 3 <15 <80 <30 >50* 103 >0,3 >80
ЦА748НМ + 22 < 5 — <500 <200 >50 103 0,5 >70
цА748НС + 22 < 6 — <500 <200 >20-103 0,5 >70
ЦА759НМ ±18 < 3 — <150 <30 >50-103 0,6 >80
ЦА759НС + 18 < 6 — <250 <50 >25-103 0,5 >70
|іА776НМ ±18 < 5 - <50 <15 >100-103 0,8 >70

ЦА776НС + 18 < 6 _ <50 <25 >50-103 0,8 >70
цА777 + 22 < 2 <15 <25 < 3 >50-103 0,5 >70
jiA777HC + 22 < 5 <30 <100 <20 >25-103 0,5 >70
ЦА791КМ + 22 < 5 — <500 <200 >50-103 — >70
ЦА791КС + 18 < 6 — <500 <200 >20-103 — >70
ЦА799НМ 3 - 3 6 < 5 10 <100 <25 >50-103 0,6 >70
ЦА799НС ± (1 ,5 -1 8 ) < 6 10 <250 <75 >20-103 0,6 >70
HAF155 + 22 < 5 5 <0,1 <0,02 >50-103 5 >85
JIAF156 + 22 < 5 5 <0,1 <0,02 >50-103 15 >85
HAF157 + 22 < 5 5 <0,1 <0,02 >50-103 75(К =  5) >85
HAF155A + 22 <2 < 5 <0,05 <0,01 >50-103 > 3 >85
juAFl 56А + 22 <2 <5 <0,05 <0,01 >50-103 > 10 >85
HAF157A + 22 < 2 < 5 <0,05 <0,01 >50-103 >40{С=5) >85
^AF355 + 18 <10 5 <0,2 <0,05 >50-103 5 >85
^AF356 + 18 <10 5 <0,2 <0,05 >50-103 15 >85
HAF357 + 18 <10 5 <0,2 <0,05 >50-103 75 (К =  5) >85
HAF355A + 22 < 2 < 5 <0,05 <0,01 >50-103 > 3 >85
|iAF356A + 22 < 2 <5 <0,05 <0,01 >50-103 >10 >85
jiAF357A + 22 < 2 < 5 <0,05 <0,01 >50-103 >40 >85
*iAF771RC + 18 <10 10 <0,2 <0,1 >50-103 10 >70
HAF771ARC + 18 < 2 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 —
|iAF771ARM + 18 < 2 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 —
|iAF771BRC + 18 < 5 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 —
HAF771BRM + 18 < 5 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 —
HAF771LRC + 18 <15 10 <0,2 <0,1 >50-103 10 >70
|iAF772DC + 18 <10 10 <0,2 <0,1 >50-103 10 >70
^AF772ADC + 18 < 2 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 >80
jiAF772ADM + 18 < 2 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 >80
HAF772BDC + 18 < 5 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 >80
^AF772BDM + 18 < 5 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 >80
|iAF772LDC + 18 <15 10 <0,2 <0,1 >50-103 10 >70
|iAF774DC + 18 <10 35. <0,2 <0,1 >25-103 10 >70
|M F774A DC + 18 < 2 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 >80
HAF774ADM + 18 < 2 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 >80
|iAF774BDC ±18 < 5 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 >80
|iAF774BDM + 18 < 5 10 <0,1 <0,05 >50-103 10 >80
HAF774LDC + 18 <15 35 <0,2 <0,1 >25-103 10 >70
ЦРС51А 12; - 6 < 5 10 <7000 <2000 >2-103 — >70
ЦРС55А + (9 -1 8 ) < 5 <20 <800 <200 >2-103 — >70
ЦРС151А + 15 < 6 <30 <500 <200 >25-103 — >70
ЦРС151С + 15 < 6 <30 <*500 <200 >25-103 — >70
|iPC152A ±15 <200 50 <0,01 — >10-103 0,4 >70
ЦРС153А + (2 -1 8 ) < 5 3 <100 <50 >20-103 — >80
jiPC154A ± ( 3 - 2 2 ) <2,5 < 3 <125 <35 >250-103 — >96
ЦРС156А + 18 <7,5 6 < 7 <1 >25-103 — >80
ЦРС157А ± ( 5 - 1 5 ) <7,5 <30 <250 <50 >25-103 — >70
ЦРС157С ± (5 - 1 5 ) <7,5 <30 <250 <50 >25-103 — >70
ЦРС159А + (5 -2 0 ) <10 — <500 <200 >25-103 >50 >70
ЦРС250А ± ( 3 - 1 8 ) <50 <50 <0,001 - >10-103 - >70



Продолжение табл. 2.1

Квл.и.п* 
ДБ*, 

мкВ/В

^ш.н»
нВ/

і/Гц;
ЧЙ.эф»
мкВ

В̂Х»
Ом

fyCT»
/*Чф»
МКС

Лют»
мА;
п̂от»
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­

ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

<150 _ >0,3-106 _ <85* _ D IP 52 То же
<50 — >1-106 — — 0,437 D IP 52 » »
<50 — >1-106 — — 0,45 D IP 52 » »
<150 — >0,3-106 — <85* 1 CN1 41 Средней точности
<150 — >0,3-106 — <85* 1 CN1 42 То же
> 80* — >025-106 — <18 1 SIP 53 / ВЬІХ =  0,325 А
>80* — >025-106 — <18 1 ТО-99 44 То же
<150 - 5-106 - <0,18 - CN1 54 Программируемый, с внут­

ренней компенсацией
<200 — 5-106 — <0,19 — CN1 54 То же
<100 — >2-106 — <2,8 — CN1 41 —
<150 — >1-106 — <2,8 — CN1 41 —
<150 — >0,3-106 — <30 — CN24 65 /вых ДО 1 А
<150 — >0,3-106 — <30 — CN24 65 То же
<150 — >0,3-106 — < 4 1 — — С внутренней компенсацией
<150 — >0,3-106 — < 4 1 — — То же
>85* — 1012 4 < 4 2,5 TO-99 44 BIFET
>85* 12 1012 1,5 < 7 5 TO-99 44 »
>85* 12 1012 1,5 < 7 2,5 TO-99 44 »
>85* 20 1012 4 < 4 2,5 TO-99 44 »
>85* 12 1012 1,5 < 7 > 4 TO-99 44 »
>85* 12 1012 1,5 < 7 > 15 TO-99 44 »
>85* — 1012 — < 4 — TO-99 44 »
>85* — 1012 — <10 — TO-99 44 »
>85* — 1012 — <10 — TO-99 44 »
>85* 20 1012 4 < 4 2,5 TO-99 44 »
>85* 12 1012 1,5 < 7 > 4 TO-99 44 »
>85* 12 1012 1,5 < 7 >15 TO-99 44 »
>70* 16 1012 — <2,8 3 Мини-D IP 44 »
>80* 16 1012 — <2,8 3 Мини-D IP 44 »
>80* 16 1012 — <2,8 3 Мини-D IP 44 »
>80* 16 1012 — <2,8 3 Мини-D IP 44 »
>80* 16 1012 — <2,8 3 Мини-D IP 44 »
>70* 16 1012 — <2,8 3 DIP 44 »
>70* 16 1012 — <2,8 3 DIP 66 Сдвоенный BIFET
>80* 16 1012 — <2,8 3 DIP 66 То же
>80* 16 1012 — <2,8 3 D IP 66 » »
>80* 16 1012 — <2,8 3 D IP 66 » »
>80* 16 1012 — <2,8 3 DIP 66 » »
>70* 16 1012 — <2,8 3 DIP 66 » »
>70* 16 1012 - <2,8 4 DIP 45 Счетверенный BIFET
>80* 16 1012 — <2,8 4 DIP 45 То же
>80* 16 1012 — <2,8 4 DIP 45 » »
>80* 16 1012 <2,8 4 DIP 45 » »
>80* 16 1012 <2,8 4 DIP 45 » »
>70* 16 1012 — <2,8 4 DIP 45 » »
<300 — >8-103 — <100* 10 TO-99 46 Широкополосный
<100 — >100-103 — <150* — TO-99 47 —

<150 — — — <2,8 — TO-99 44 С внутренней компенсацией
<150 — — — <2,8 — D IP 51 То же
<300 20* — — < 6 — TO-99 — » »
<100 — >1-103 — <0,08 — TO-99 — Микромощный
<35 0,3* 15-106 — <150* — TO-99 50 Измерительный
<100 — >10-106 — <0,8 — TO-99 43 Прецизионный
>70* — >0,5-106 — < 3 — TO-99 41 Общего назначения
>70* — >0,5 106 — < 3 — DIP 41 То же
>65* — >0,5-106 — <10 — TO-99 44 С внутренней компенсацией
>70* 5* — — < 1 — TO-99 — С полевыми транзисторами



Тип ^и.п,
В

^см,
мВ

А UCM/A Т, 
мкВ/°С

/вх,
нА

А/вх,
нА К У

^ВЫ Х.
В/мкс

■̂ ос.сф,
дБ

рРС251А ±18 < 6 3 <500 <200 £25-103 - >70

ЦРС251С + 18 < 6 3 <500 <200 >20-103 _ >70
рРС253А ± ( 3 - 1 5 ) < 5 3 <100 <50 >30-103 — >80
ЦРС451С ± (1 ,5 -1 5 ) < 7 — <500 <50 >100-103 — >85

U110B + (2 -1 0 ) <7,5 6 <700 <75 >5,6-103 3 >80
ULN2139 + 18 < 7,5 — <1000 <100 >20-103 >0,8 >80
ULN2151 + 20 < 5 — <250 <25 >25-103 >0,4 >75
ULN2171 + 20 < 5 — <50 <20 >25-103 >0,8 >80
ULS2139 ±18 < 3 — <500 <60 >50-103 >1 >80
ULS2151 + 22 < 2 — <50 < 5 >50-103 >0,5 >85
ULS2171 + 22 < 2 — <15 < 7 >50-103 >1 >85

ниях Ку частота / ср в инвертирующем 
включении меньше, чем в неинвертирую­
щем. Частота единичного усиления (частот­
ный диапазон) / j — частота, на которой 
коэффициент усиления при разомкнутой цепи 
обратной связи снижается до 1. Частотные 
свойства, скорость Ѵу , размах и вых, / ВЬІХ 
и Р ВЬ1Х являются взаимосвязанными вели­
чинами. С увеличением частоты входного 
сигнала происходит искажение амплитуды 
выходного сигнала. Поэтому оценивается 
предельная частота полной мощности / м — 
максимальная частота (при замкнутой цепи 
обратной связи) при К у =  1, на которой 
возможно получение максимальной амплиту­
ды выходного синусоидального сигнала С/ВЬІХ 
без искажений на заданной нагрузке. Имеет­
ся зависимость

/ м  =  v ü m ß n U m .

Частота / м показывает, как обеспечи­
вается выходная мощность Рвых в заданном 
диапазоне частот. Часто используется пара­
метр Ку А / (произведение коэффициента уси­
ления на полосу пропускания), имеющий 
качественный характер и характеризующий 
широкополосность усилителя.

Способность ОУ реагировать на быстрые 
(ступенчатые, прямоугольные) изменения 
входного сигнала характеризуется как его 
частотными свойствами / ср, так и скоростью 
нарастания выходного напряжения и време­
нем установления, т. е. быстродействие ОУ 
оценивается этими тремя параметрами.

Скорость нарастания выходного напря­
жения ѵѵ определяет максимальную ско­

рость изменения выходного напряжения во 
времени (dUBblx/dt) при подаче на вход 
ступеньки напряжения при максимальной 
амплитуде выходного сигнала, при котором 
он может работать без больших искажений. 
Значение ѵѵ зависит от емкости коррек­
тирующего конденсатора (уменьшается с ее 
увеличением), от действующего значения уси­
ления при замкнутой цепи обратной связи 
(возрастает при увеличении коэффициента 
усиления), связано со значением Рвых 
(уменьшение ^цвых вызывает уменьшение 
^вых) и различно в инвертирующем и не­
инвертирующем режимах. Например, ОУ 
цА175 имеет ѵѵ =  100 В/мкс (при К у = 1)
в инвертирующем режиме и 18 В/мкс — в 
неинвертирующем. Труднее обеспечить быст­
родействие при Ку =  1.

Время нарастания гнр -  интервал вре­
мени, в течение которого амплитуда на­
пряжения на выходе изменяется от 10 до 
90%  установившегося значения при воздей­
ствии ступенчатого входного напряжения.

Длительность переходного процесса ОУ 
и динамические свойства его элементов 
определяются временем установления. Время 
установления густ — интервал времени от 
момента подачи входной ступеньки напря­
жения до момента, когда и вых достигнет 
установившегося значения с заданной точ­
ностью (погрешностью). Значение густ зависит 
от емкости корректирующего конденсатора 
и обычно нормируется при максимальных 
уровнях / ВЬІХ и и вых при точности 0,1 
или 0,01%. Операционные усилители с вы­
сокой скоростью г^вых могут иметь боль­
шое Гу.



Продолжение табл. 2.1

в̂л.и.п»
ДБ*,

мкВ/В

^Ш.Н’
нВ

}/Гц;
і̂и.эф»
мкВ

В̂Х’
Ом

у̂СТ’
‘HP’
М КС

Аіот»
мА;
■̂ПОТ’
мВт

/ь
МГц

Тип
корпуса

Схема
распо­
ложе­
ния
вы­

водов

Дополнительные
сведения

<150 - - - <2,8 - ТО-99 52 Сдвоенный, с внутренней 
компенсацией

<150 — — — <2,8 — D IP 52 То же
< 100 — >1106 — <0,08 — ТО-99 — Микромощный
100* — — — < 2 — DIP 45 Счетверенный, с внутрен­

ней компенсацией
— 3,1* 200-103 — — — — — —

>75* 20 >100-103 — <200* 1 ТО-99 — Средней точности
>15* <45 >0,4-106 — <85* — ТО-99 — То же
>80* 35 >2-106 — <95* — ТО-99 — » »
>15* 20 >150-103 — <150* 1 ТО-99 — » »
>85* 35 >1,5-106 — <85* — ТО-99 _ » »
>85* — >8-106 — <90* — ТО-99 — » »

Время восстановления — это время, не­
обходимое для возвращения усилителя из 
состояния насыщения в линейный режим 
после воздействия перегрузки, т. е. время 
восстановления усилительных свойств после 
перегрузки.

Операционный усилитель характеризует­
ся диапазоном допустимых входных напря­
жений. Предельное дифференциальное вход­
ное напряжение 1/вх.д — это максимальное 
напряжение, которое не приводит к необ­
ратимому нарушению работоспособности 
усилителя. Предельное синфазное напряже­
ние — это максимальное синфазное напряже­
ние, которое может быть подано на вход, 
не вызывая нарушения его работы и при 
котором усилитель еще работает в линейной 
части (ограничивается обычно порогом насы­
щения) и сохраняет способность удовлетво­
рительно усиливать малые дифференциаль­
ные сигналы.

Указываемое в справочниках номиналь­
ное выходное напряжение С/ВЬІХ устанавли­
вает пределы его изменения (размах), при 
котором отсутствуют ограничения (искаже­
ния) амплитуды (зависит от (/„ п, R H, / м,

/н> ^вых и ^вых^'
Ток короткого замыкания на выходе 

/ кз определяет предельный ток, который 
усилитель может отдавать в нагрузку при 
условии сохранения его работоспособности.

Шумовые свойства малошумящих ОУ ха­
рактеризуются напряжениями и токами шу­
мов на одной частоте или в диапазоне 
частот. Спектральные плотности шума напря­
жения и тока выражаются соответственно 
в нановольтах на корень квадратный из

герц (н В /|/ Г ц) и в пикоамперах на корень

квадратный из герц (пАД/Гц).
Способность ОУ подавлять синфазные 

сигналы (помехи) оценивается коэффициен­
том ослабления синфазного сигнала (CMRR — 
Common-Mode Rejection Ratio) К 0с.сф =  
=  201g K yjl/K ycy который показывает отноше­
ние коэффициентов усиления дифференциаль­
ных и синфазных сигналов. Он определяет 
степень сбалансированности усилителя и его 
помехоустойчивость и в основном зависит 
от частоты (уменьшается с увеличением 
частоты сигнала), температуры и сопротив­
ления источника сигнала и выражается, как 
правило, в децибелах.

Для питания ОУ требуются два разно­
полярных источника питания обычно одного 
значения. Имеются ОУ, которые могут ра­
ботать и от одного (однополярного) источ­
ника. В справочниках приводится номиналь­
ное (рабочее) или предельное значение 
С/и п. Нестабильность источника питания вы­
зывает изменение ряда входных параметров 
(/вх» Г/см, А/их)* Чувствительность (качество) 
ОУ к изменениям питающих напряжений 
характеризуется коэффициентом влияния не­
стабильности источника питания на напря­
жение смещения (SVRR — Supply Voltage 
Rejection Ratio), равным отношению изме­
нения напряжения смещения к вызвавшему 
его изменению напряжения одного из источ­
ников (измеряется в милливольтах на вольт 
или децибелах).

Динамический диапазон — это выражен­
ное в децибелах отношение максимального 
сигнала к минимальному. Максимальный 
сигнал ограничивается нелинейными искаже­



ниями (искажениями формы сигнала вследст­
вие отсечки или насыщения транзисторов), 
минимальный — собственными шумами уси­
лителя.

Различают также мощность рассеяния — 
мощность, выделяющуюся при определенном 
токе нагрузки, и мощность потребления — 
мощность постоянного тока, выделяющуюся 
при отсутствии входного сигнала и сопро­
тивления нагрузки.

В табл. 2.1 приведены электрические 
параметры монолитных ОУ:

U и, п — напряжение источника питания 
(рабочее или предельное значение);

UCM — напряжение смещения нуля; 
AU CM/A T  — средний температурный 

дрейф напряжения смещения;
/ вх -  входной ток;
Д/„х — разность входных токов;
Ку — коэффициент усиления при разомк­

нутой цепи обратной связи;
ѵивых — максимальная скорость нараста­

ния выходного напряжения;
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ

К ос.сф — коэффициент ослабления синфазных 
входных напряжений;

^вл.и.п— коэффициент влияния неста­
бильности источника питания на напряже­
ние смещения;

1/щ эф — эффективное (среднеквадратич­
ное) значение напряжения шумов;

и шн — нормированное (эквивалентное) 
напряжение шумов;

Явх — входное сопротивление;
Густ ~  время установления выходного 

напряжения;
/ пот — ток потребления;
Рпот — потребляемая мощность;
/ і — частота единичного усиления. 
Параметры приведены при температуре 

+  25°С. Следует отметить, что скорость 
нарастания выходного напряжения дается при 
Ку =  1; напряжение шумов и ш н — на часто­
те 1 кГц; для SG107, SG207, SG307 — на 
частоте 100 кГц; для SG1250, SG2250,
SG3350 -  на частоте 10 Гц; время установ­
ления — для уровня точности 0,1 %.
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2.2. МОЩНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 
НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Мощные усилители гармонических сиг­
налов являются необходимым элементом 
любых систем связи, радиовещания, акусти­
ки, автоматики, измерений и управления. 
К числу основных электрических показателей 
(параметров и характеристик) усилителей, 
характеризующих их работу и эксплуата­
ционные свойства, относятся: коэффициент 
усиления; диапазон рабочих частот; динами­
ческая, частотная, фазовая (частотно-фазовая) 
и амплитудная характеристики; уровень ли­
нейных и нелинейных искажений; коэффи­
циент полезного действия; входные данные 
(входные сопротивление, напряжение, ток и 
мощность, сопротивление источника сигнала); 
выходные данные (выходные мощность, ток, 
напряжение, сопротивление нагрузки); дина­
мический диапазон; собственный уровень 
шумов и предельно допустимые режимы.

Одним из основных параметров таких 
усилителей является коэффициент усиления 
по мощности (по току и напряжению 
в зависимости от назначения), который за­
висит от параметров внешних элементов, 
в частности от сопротивления внешней 
нагрузки R H и входного сопротивления 
RBX. Коэффициент усиления зависит также от 
изменения напряжения питания, частоты и 
температуры.

Рабочий диапазон частот — это интервал 
частот (полоса пропускания А /) от нижней 
граничной частоты / 0 до верхней / в, в 
котором коэффициент усиления остается не­

изменным в пределах заданных степеней 
точности. Например, усилитель звуковой 
частоты с отличным качеством воспроиз­
ведения речи и музыки имеет неизменным 
усиление в диапазоне от / 0 =  16 Гц до 
/ в =  20 кГц; усилитель с хорошим ка­
чеством в диапазоне от 50 Гц до 10 кГц 
должен иметь допустимую неравномерность 
усиления < 5 дБ (обычно 1 - 2  дБ). Высоко­
качественный усилитель звуковой частоты 
имеет постоянное значение коэффициента уси­
ления с точностью ±0,5 дБ в диапазоне 
20 Гц -  20 кГц.

Динамическая характеристика определяет 
зависимость выходного напряжения от вход­
ного; в идеальном случае эта зависимость 
линейная.

Частотная характеристика выражает за­
висимость коэффициента усиления от часто­
ты, а фазовая -  зависимость сдвига фазы 
между выходным и входным напряжениями 
от частоты; частотно-фазовая характеристика 
связывает в одну обе эти характеристики 
при изменении частоты от 0 до оо. Эти 
характеристики и амплитудная характеристи­
ка (зависимость выходного напряжения от 
входного) определяют частотные и фазовые, 
т. е. линейные и нелинейные искажения по 
сравнению с идеальными характеристиками 
в пределах диапазона рабочих частот. Как 
известно, частотные искажения (неравномер­
ность усиления) акустических сигналов вызы­
вают изменение тембра речи и музыки, 
а фазовые, вследствие физиологических 
свойств слуха, обычно не сказываются при 
усилении акустических сигналов и поэтому
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не учитываются при разработке усилителей 
звуковой частоты.

Нелинейные искажения в усилителях 
обусловлены нелинейностью динамической 
характеристики; их полное отсутствие прин­
ципиально невозможно вследствие нелиней­
ности реальных характеристик активных 
элементов (обычно из-за нелинейных входной 
характеристики и зависимости коэффициен­
тов усиления транзисторов от тока). На 
нелинейные искажения оказывает влияние 
схема построения и режим работы усилителя. 
Количественно степень нелинейных искаже­
ний оценивается коэффициентом гармоник 
(клирфактором) К г, который определяет отно­
сительную интенсивность гармоник. Допусти­
мое значение К Г для различных усили­
телей различно: для измерительных — де­
сятые доли процента и менее; для акусти­
ческих — единицы процента (нелинейные иска­
жения почти не ощущаются на слух, 
если К г < 2 -г 3 % для широкого диапазона 
частот); для работы на двигатели — десят­
ки процентов.

При повышении уровня входного сигна­
ла увеличиваются выходные мощность, ток 
и напряжение, но возрастает уровень нели­
нейных искажений. Поэтому искажения, вно­
симые нелинейностью выходных характерис­
тик, уменьшаются вследствие снижения сни­
маемой выходной мощности по сравнению 
с той, которую можно было бы получить 
от данной ИМС. Искажения менее 1 % для 
определенной мощности на выходе считают­
ся небольшими и вполне допустимыми для 
качественного воспроизведения звука. Требо­
вания к линейности, т. е. уменьшение нели­
нейных и частотных искажений, эффективно 
достигаются применением местной (в пре­
делах одного каскада) или общей отрица­
тельной обратной связи, охватывающей весь 
усилитель.

Номинальное входное напряжение — на­
пряжение, при котором на выходе получается 
номинальная выходная мощность (напряже­
ние или ток). Следует отметить, что для 
получения большой РВЬІХ и высокого КПД 
сопротивление нагрузки R H должно иметь 
определенное (оптимальное) значение.

С ростом напряжения питания усилителя 
увеличиваются до определенного предела 
Р ВЬІХ, КПД и значение оптимального 
сопротивления нагрузки, поэтому в таблице 
приводятся конкретные режимы, при которых 
измерены эти величины. Полное входное 
сопротивление существующих динамиков (Рн) 
составляет 2, 4, 8 или 16 Ом.

Схемотехнически повышение КПД обес­
печивается применением мощных двухтакт­

ных выходных каскадов усилителей в режи­
мах классов AB и В (имеют малый ток 
потребления в режиме, покоя) на основе 
транзисторов одного типа проводимости 
(и-р-и), разного типа проводимости или 
соединенных по схеме Дарлингтона.

Динамический диапазон усилителя — 
это превышение (в децибелах) номиналь­
ного уровня выходного сигнала над его 
минимальным уровнем, еще различимым на 
фоне собственных помех. Верхний предел 
выходного сигнала ограничивается заданной 
нормой нелинейных искажений, нижний — 
уровнем внутренних шумов, ограничивающих 
чувствительность усилителя. Обычно для 
акустических усилителей уровень минималь­
ного выходного напряжения должен быть 
на 6 —10 дБ выше уровня помех, чтобы были 
слышны слабые звуки.

Большое значение для усилителей мощ­
ности имеет проблема рассеяния теплоты, 
так как для надежной работы макси­
мально допустимая температура кристаллов 
(переходов) не должна превышать +175°С. 
Поэтому усилители характеризуются тепло­
выми сопротивлениями между кристаллом 
(переходами) и корпусом R tn_ к и между 
корпусом и окружающей средой 
К ,к-с(Д ,п-с =  Ягп-к +  Кгк-с), которые зави- 
сят от размеров кристалла, типа корпуса 
и его размеров, способа их соединения, от 
температуры окружающей среды. Значения 
тепловых сопротивлений определяются эк­
спериментально и приводятся в справочных 
данных. При повышении температуры окру­
жающей среды допустимая мощность рас­
сеяния усилителя уменьшается линейно.

Для мощных усилителей используются 
как металлические корпуса, например ТО-5 
(для усилителей до 1 Вт), ТО-3 (Rtn-K ^  
^  3 °С/Вт), ТО-66 с девятью выводами
(Я,п_ к *3°С /В т), так и пластмассовые, на­
пример с основанием из металлической 
пластинки, на которую непосредственно 
монтируется кристалл, при этом Rtn_ 
» 2 °С /В т .

К схеме усилителей мощности предъ­
являются также требования хорошего сглажи­
вания пульсаций напряжений, т. е. часто 
приводится значение коэффициента подавле­
ния пульсаций.

Мощные усилители в интегральном ис­
полнении часто имеют специальные цепи 
защиты от короткого замыкания на выходе, 
электрических перегрузок или перегрева 
кристалла (тепловая защита).

Устройство защиты от короткого за­
мыкания обычно включает в себя схему 
из активных (например, схема с исполь­



зованием ограничительного транзистора, от­
пирающегося в критической ситуации от паде­
ния напряжения на специальном резисторе 
и одновременно запирающего мощные вы­
ходные транзисторы) или пассивных (с ис­
пользованием резистора с небольшим сопро­
тивлением в выходной цепи) элементов, что 
позволяет ограничить выходной ток до безо­
пасного значения. В большинстве усилителей 
такие устройства размещаются на том же 
кристалле, что и основная схема усилителя; 
ограничительный резистор может быть внеш­
ним, чтобы имелась возможность установить 
нужный порог ограничения тока.

Схема защиты от электрических пере­
грузок (например, при работе усилителя 
на индуктивную нагрузку) содержит стабилит­
рон (или обратносмещенный диод), ограни­
чивающий выходное напряжение до макси­
мально допустимого значения.

Защита от перегрева при повышении 
температуры кристалла или окружающей 
среды осуществляется специальной схемой, 
расположенной рядом с выходными тран­
зисторами и автоматически отключающей 
(запирающей) их при определенной тем­
пературе (например, 175 °С с точностью 
±10°С).

В табл. 2.2 приведены электрические 
параметры усилителей для температуры окру­
жающей среды 25 °С: допустимое напряжение 
(или диапазон рабочих напряжений питания 
1/и.п); выходная мощность РВЬ1Х и сопро­
тивление нагрузки ÄH; нижняя / 0 и верхняя 
/в  граничные частоты; коэффициент усиле­
ния К у\ входное сопротивление Явх; вы­
ходные ток / ВЬІХ и напряжение С7ВЫХ; ток 
потребления / пот; допустимая мощность рас­
сеяния Р рас; мощность рассеяния с теплоот­
водом Ррас.т» а также тип корпуса.

2.3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Цифровые методы обработки сигналов 

находят широкое применение в самых раз­
личных областях науки и техники, включая 
обработку изображений, анализ и синтез 
речи, обработку радио- и гидролокацион­
ных сигналов, в технике связи, робототехни­
ке, автомобильной электронике, системах 
сбора и обработки информации, для управ­
ления и контроля производственных про­
цессов, в контрольно-измерительной технике, 
устройствах управления бытовыми прибора­
ми и другой радиоэлектронной аппаратуре. 
В связи с этим большое значение имеют 
устройства обмена информацией между ЭВМ 
и остальными устройствами автоматизиро­
ванных систем. В качестве устройств связи

с объектами контроля и управления исполь­
зуются различные типы преобразователей 
данных.

Преобразователи данных по виду вход­
ных и выходных сигналов делятся на цифро- 
аналоговые (код — напряжение, код — ток, 
код — проводимость и др.) и аналого-цифро­
вые (напряжение — код, частота — код и др.). 
Например, для ввода исходной информации 
в ЭВМ аналоговые сигналы (напряжение, 
ток, частота импульсов, временной интервал, 
линейное перемещение), которые генерируют­
ся различными датчиками (скорости, темпе­
ратуры, давления), преобразовываются анало­
го-цифровыми преобразователями (АЦП) в 
цифровой код; выходной код ЭВМ пре­
образовывается затем цифро-аналоговыми 
преобразователями (ЦАП) в аналоговые 
сигналы, поступающие для управления на 
исполнительные механизмы.

Для преобразования аналоговых сигна­
лов применяются следующие классические 
методы преобразования: поразрядного ко-- 
дирования, непосредственного считывания, с 
использованием следящей системы, время-им- 
пульсные и др. Первые два метода харак­
теризуются высоким быстродействием и воз­
можностью получения высокой точности. 
Метод непосредственного считывания приме­
няется для построения сверхбыстродействую­
щих преобразователей. Время-импульсные 
методы обеспечивают высокую точность в 
условиях работы с помехами.

В настоящее время выпускаются различ­
ные типы преобразователей, отличающихся 
внутренней структурой, принципом действия 
(алгоритмом преобразования), технологи­
ческими особенностями и эксплуатацион­
ными свойствами.

Совершенствование ЦАП и АЦП идет 
по пути увеличения точности (прецизион­
ности), быстродействия, функциональных воз­
можностей и информационной надежности 
процесса преобразования. Обычно преобразо­
ватели реализуются как в виде модулей 
и гибридных ИМС, так и в монолитном 
(однокристальном) исполнении.

Модули АЦП (состоят из дискретных 
компонентов, бескорпусных и корпусных 
ИМС) выпускаются последовательного при­
ближения, параллельные, а также интегри­
рующего типа на 4 — 22 двоичных разрядов. 
Они применяются в тех случаях, когда 
главными факторами являются не габарит­
ные размеры и масса, а высокие разряд­
ность, точность и быстродействие.

Гибридные АЦП представляют собой 
комбинацию монолитной и тонкопленочной 
технологий, могут содержать два или более



кристалла ИМ С (например, ICL7104-16), вы­
пускаются на 8 — 18 двоичных разрядов и 
включают в себя приборы последователь­
ного приближения и интегрирующего типа.

Современные монолитные преобразо­
ватели по степени интеграции относятся 
к интегральным микросхемам с большой 
степенью интеграции. Например, 8-разряд- 
ный АЦП СХ20052 имеет на кристалле 
5,2 X 3,9 мм 6900 транзисторов, а 8-разряд- 
ный АЦП параллельного преобразования 
TDC1007 содержит 20 тыс. элементов. 
Стоимость АЦП оказывается пропорциональ­
ной его быстродействию.

Большинство фирм, выпускающих моно­
литные преобразователи, применяют при их 
производстве две доминирующие техноло­
гии: биполярную и КМ ОП, обеспечиваю­
щие минимальную себестоимость производ­
ства, а также комплексные технологии. Би­
полярная технология (ЭСЛ-типа) исполь­
зуется для изготовления быстродействую­
щих схем высокой точности и стабиль­
ности, а КМ ОП-технология — для создания 
схем большой функциональной сложности, 
малой потребляемой мощности и низкой 
стоимости. Кроме указанных технологий, 
используется И 2Л-технология (разновидность 
биполярной), которая объединяет преимуще­
ства КМ О П  и биполярной технологий 
(высокую плотность упаковки, малое 
потребление мощности, высокую точность), 
возможность реализовать на одном крис­
талле аналоговые и цифровые функ­
ции. Используются и другие виды 
технологий (р-МОП, л-МОП, комбинирован­
ные), а также лазерная подстройка (подгонка) 
элементов.

Следует отметить, что в некоторых типах 
монолитных преобразователей (раннего вы­
пуска) отсутствуют источник опорного на­
пряжения (ИОН) и цепи регулировки, т. е. 
они являются функционально незавершен­
ными приборами. Например, многие ЦАП 
не имеют И ОН  и выходного усилителя 
(имеют токовый выход). Для АЦП последо­
вательного приближения требуется один 
компонент или несколько внешних компо­
нентов (ИОН, компаратор или синхрогене­
ратор).

Первые однокристальные АЦП интегри­
рующего типа были достаточно автономны 
(содержали всего несколько внешних пассив­
ных элементов, иногда И ОН или синхро­
генератор). В настоящее время выпускаются 
в функционально законченном виде только 
АЦП интегрирующего типа и последова­
тельного приближения.

Быстрое распространение микропроцес­

соров обусловило развитие преобразователей, 
совместимых с ними соответствующими 
связями для адресации, обмена данными 
и управления. Появились также АЦП с 
программной коррекцией погрешностей 
(имеют ПЗУ).

К основным характеристикам преобразо­
вателей относятся: число разрядов, стати­
ческая точность, быстродействие, применяе­
мый цифровой код, диапазоны входных и 
выходных напряжений (для ЦАП), номиналь­
ные значения логических 0 и 1, входное и 
выходное (для АЦП) сопротивления, входной 
и выходной (для ЦАП) токи, напряжение 
питания, потребляемые мощность и ток, 
помехозащищенность, шум, стабильность и 
диапазон рабочих температур.

2.3.1. ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Цифро-аналоговые преобразователи слу­
жат для преобразования входной дискрет­
ной информации (в цифровом коде) в 
эквивалентный аналоговый сигнал.

Схемы ЦАП подразделяются на классы 
в зависимости от способа представления 
величин в цифровой форме (чаще в двоич­
ной системе счисления), структуры преобразо­
вателя, характера зависимости входных и 
выходных величин (линейные и нелинейные), 
способа получения выходного сигнала (с 
суммированием напряжений или токов, с де­
лением напряжений), вида выходного сигнала 
(токового или потенциального), полярности 
выходного сигнала, вида источника опорного 
сигнала (постоянного или изменяющегося). 
Для цифро-аналогового преобразования, со­
стоящего в суммировании эталонов, соответ­
ствующих разрядам входного тока, исполь­
зуются два метода: суммирования единичных 
аналоговых величин при подаче единичного 
кода (используется только эталон с весом в 
один квант) и суммирования с учетом веса 
разрядов (используется 2‘ эталонов, где 
і =  1 ,2 ,... п) при входном двоичном позицион­
ном коде. Возможно использование и 
комбинированных методов. При втором ме­
тоде входной сигнал может подаваться в 
последовательном коде, т. е. производится 
последовательное преобразование разрядов 
входного кода, начиная со старшего или 
младшего (преобразователь последователь­
ного действия), либо в параллельном, т. е. 
происходит одновременное суммирование 
всех разрядов цифрового кода (преобразо­
ватель параллельного действия или с парал­
лельным вводом входного кода). По своим



свойствам ЦАП последовательного типа 
являются менее быстродействующими, чем 
параллельного. Основную часть выпускае­
мых быстродействующих ЦАП составляют 
преобразователи параллельного типа. Сле­
дует отметить, что чем выше быстродей­
ствие, тем больше значение потребляемой 
мощности.

Типовая электрическая схема преобразо­
вателей напряжения или тока обычно вклю­
чает в себя двухпозиционные ключи тока 
(или напряжения); резисторные делители 
(матрицы) напряжения, связанные с источни­
ком опорного (эталонного) напряжения (или 
тока), который может иметь постоянное 
значение или изменяться в некоторых пре­
делах (например, в преобразователях мно­
жительного типа); выходной операционный 
(суммирующий) усилитель; входной регистр 
и входную логику для согласования с цифро­
выми схемами.

Структура преобразователей зависит как 
от системы счисления и кодирования чисел, 
так и от требований, предъявляемых к па­
раметрам и характеристикам преобразова­
теля, к параметрам ключей, управляемых 
преобразуемыми цифровыми сигналами.

Схемы построения ЦАП определяются 
входным кодом (двоичный, двоично-деся­
тичный, код Грея), наличием или отсутст­
вием ИОН, диапазоном выходных напряже­
ний или токов, диапазоном рабочих темпе­
ратур. Цифро-аналоговый преобразователь 
воспринимает входную цифровую информа­
цию и вырабатывает напряжение или ток, 
пропорциональный ее значению. Поэтому 
функционально ЦАП бывают с выходом по 
току (не содержат выходных операционных 
усилителей) и по напряжению (содержат 
операционные усилители), причем первые бо­
лее быстродействующие (особенно при низко­
омной нагрузке). Выходные напряжение и 
ток зависят от значения опорного напря­
жения, выбираемого для задания полной 
шкалы выходного сигнала (шкала напряжения 
от 0 до 2,5, от 0 до 5 или до 10 В 
или шкала тока от 1 до 20 мА), и исполь­
зуются для управления акустическими систе­
мами, контроллерами, формирователями, 
дисплеями, измерительными индикаторами, 
графопостроителями, решающими устройст­
вами.

Цифро-аналоговое преобразование со­
стоит в суммировании эталонных значений 
напряжений, соответствующих разрядам 
входного кода.

В связи с этим принцип построения 
(структура) ЦАП определяет необходимое 
число эталонов преобразователя. Наибольшее

распространение получили схемы, использую­
щие в качестве эталонов резисторы (ре­
зисторные делители), но могут использо­
ваться схемы и на активных делителях 
(генераторах) опорных токов. В зависимости 
от метода соединения резисторов схемы 
преобразователей код — напряжение или 
код — ток подразделяются на схемы с по­
следовательным соединением резисторов с 
одинаковыми или неодинаковыми сопротив­
лениями; с параллельным соединением (со­
противления резисторов соответствуют систе­
ме кодирования) и с комбинированной 
структурой. Чаще всего для суммирования 
напряжений и токов используются резистор­
ные матрицы двух типов: в виде цепочки 
двоично-взвешенных (весовых) резисторов, где 
номинальные сопротивления резисторов 
должны иметь большой диапазон значений 
и отличаются начиная от старшего разряда 
к младшему в 2"-1 раз (например, для 
12-разрядного ЦАП потребовался бы набор 
резисторов с сопротивлениями от 10 кОм 
до 4096 мОм, т. е. с соотношением сопро­
тивлений резисторов 1:4000), и в виде много­
звенной цепочки (матрицы) с постоянными 
сопротивлениями резисторов лишь двух но­
миналов (R =  2R на разряд). Хотя для вто­
рого типа матриц (R =  2R) используется 
в 2 раза больше резисторов (для одина­
ковой разрешающей способности преобразо­
вателей), в монолитном исполнении можно 
получить более высокую идентичность сопро­
тивлений резисторов с меньшими значе­
ниями номиналов, что упрощает задачу 
получения матрицы прецизионных резисторов 
с помощью интегральной технологии.

Источник опорного напряжения бывает 
фиксированным внутренним (встроенным) 
или внешним. Цифро-аналоговые преобразо- 
віі  I ели, предназначенные для работы с внеш­
ними переменными (изменяющимися по 
определенному закону) ИОН, называются 
умножающими (множительными). Выходные 
аналоговые сигналы пропорциональны произ­
ведению эквивалента цифрового входного 
сигнала на переменный аналоговый (опорный) 
сигнал, что необходимо, например, для ис­
пользования в индикаторах графической ин­
формации. Кроме обычных параметров для 
множительных ЦАП оговаривается наличие 
прохождения прямого аналогового сигнала 
на низких и высоких частотах и число 
квадрантов (два или четыре). В четырех­
квадрантном преобразователе (как правило, 
преобразователи КМОП-типа) входной и 
опорный сигналы могут быть биполярными 
(двухполярными), поэтому выходной сигнал 
может быть либо положительным, либо



отрицательным, т. е. полярность произведе­
ния зависит от полярности аналогового 
сигнала, цифровой системы кодирования и 
характера преобразования. Множительные 
ЦАП имеют два функциональных входа: 
один для аналогового сигнала, другой для 
цифрового. Кроме параметров обычных 
ЦАП, дополнительно они характеризуются 
диапазоном и частотой изменения входного 
аналогового сигнала, аналоговой нелиней­
ностью, временем установления сигнала по 
аналоговому входу, а также законом йзме- 
нения выходного аналогового сигнала. Темпе­
ратурный дрейф ЦАП, не имеющего внут­
реннего ИОН, будет определяться в основ­
ном температурным коэффициентом напря­
жения внешнего ИОН.

Цифро-аналоговый преобразователь ха­
рактеризуется следующими параметрами: 
числом разрядов управляющего входного 
кода (числом дискретных значений, которые 
принимает входной сигнал), совместимостью 
со стандартными логическими уровнями 
(ТТЛ, ДТЛ, КМОП), основанием системы 
счисления (двоичная, двоично-десятичная), 
разрешающей способностью, погрешностью 
преобразования, динамическими и другими 
параметрами.

В процессе преобразования входной л- 
разрядный цифровой сигнал превращается 
в аналоговый выходной сигнал (ступенча­
тую кривую) с 2" дискретными уровнями 
или ступенями, равными 1 МЗР (единица

младшего значащего разряда). Например, 
10-разрядный ЦАП имеет диапазон (полную 
шкалу) преобразования, равный 210, т. е. вы­
ходное напряжение может принимать 1024 
различных выходных уровней от нуля до 
максимального значения (табл. 2.3).

Обратной величиной числа выходных 
уровней является разрешающая способность, 
определяемая числом разрядов и характери­
зующая возможность ЦАП различать смеж­
ные значения входного цифрового кода. 
Фактически она определяет наименьшее воз­
можное приращение (изменение) аналогового 
сигнала (размер ступени), различаемое на 
выходе, при соответствующем изменении 
входного преобразуемого кода на единицу 
младшего разряда, т. е. является значением 
напряжения, соответствующим 1 МЗР. Поэто­
му разрешающая способность определяется 
как отношение значения полной шкалы 
преобразования к значению 2" (для двоично­
десятичной системы с d десятичными разря­
дами — это отношение значения полной шка­
лы к 10d). Единицей измерения разре­
шающей способности является единица са­
мого младшего значащего разряда (1 МЗР). 
Она может выражаться в процентах от 
полной шкалы или миллионных частях 
(ppm). Например, для 10-разрядного ЦАП 
с ^вых =  10 В она равна 9,75 мВ, или 
0,1 % полной шкалы, а для 16-разрядно- 
го — 150 мкВ (0,0015 % показаний полной 
шкалы). Цифро-аналоговый преобразователь

Т а б л и ц а  2.3. Теоретическое значение разрешающей способности ЦАП

Число
разрядов

п

Разрешающая способность при точности
Динамический

диапазон,
дБ

Число ступеней 
выходного 

аналогового 
сигнала 2п

і/2 МЗР 1 МЗР

% М О " 6 % М О " 6

2 12,5 125 000 25 250000 12 4
3 6,25 62 500 12,5 125000 18,1 8
4 3,125 31250 6,25 62 500 24,1 16
5 1,563 15630 3,125 31250 30,1 32
6 0,781 ' 7810 1,563 15625 36,1 64
7 0,391 3910 0,781 7812 42,1 128
8 0,195 1950 0,391 3906 48,2 256
9 0,0977 977 0,195 1953 54,2 512

10 0,0488 488 0,0977 977 60,2 1024
11 0 ,0244 244 0,0488 488 66,2 2048
12 0,0122 122 0,0244 244 72,2 4096
13. 0 ,00610 61 0,0122 122 78,3 8192
14 0,00305 31 0,0061 61 84,3 16 384
15 0,00153 15 0,00305 31 90,3 32 768
16 0,000763 7,6 0,00153 15 96,3 65 536
17 0,00038 4 0,000763 7,6 102,3 131072
18 0,0002 2 0,00038 3,8 108,4 262 144
19 0,0001 1 0,0002 1,9 114,4 524288
20 0,00005 0,5 0,0001 0,95 120,4 1 048 576



на 12 разрядов будет иметь изменение 
выходного сигнала на 0,0245 % при измене­
нии входного кода на 1 МЗР. Если вход­
ные сигналы изменяются в широких пре­
делах, то динамический диапазон (отношение 
1СЗР/1МЗР), дБ, определяется формулой:

D =  20 lg 2я =  20« lg 2 =  20и0,301 =  6,02п,

т. е. число разрядов п умножается на коэф­
фициент 6,02. Например, 16-разрядный пре­
образователь имеет динамический диапазон 
96,3 дБ.

Одной из основных задач преобразова­
теля является получение точного соответ­
ствия (однозначности) входных и выходных 
сигналов. В общем случае точность пре­
образования характеризуется погрешностью 
преобразования, состоящей из методической 
и инструментальной (статической) погреш­
ностей. Последняя вызывается неточностью 
изготовления элементов преобразователя, 
изменением параметров элементов под влия­
нием внешних факторов и времени и зависит 
от действия внутренних и внешних шумов 
и помех. В частности, абсолютная погреш­
ность (точность) преобразования состоит из 
суммы погрешностей в виде смещения нуля 
(сдвиг передаточной характеристики 80 , 
рис. 2.1), изменения коэффициента передачи 
(масштабного коэффициента ЬКп рис. 2.2), не­
линейности (рис. 2.3, а) и немонотонности 
передаточной характеристики (рис. 2.3,6).

Погрешность (точность) преобразования 
8fs  выражается в процентах от диапазона 
изменения аналогового выходного сигнала 
(Ушк, в виде числа разрядов [например, п 
разрядов точности — это погрешность 
( Ѵ Л С / ш к ]  или в долях МЗР. Типичная точ­
ность, требуемая от ЦАП, равна 1/ 2 МЗР, 
т. е. значение погрешности равно (7г х 
X Ѵг") ^шк =  (Ѵ2П+ ) и шк. В частности, 12- 
разрядный ЦАП не может иметь точность

ООО 001010 011100 101 110 111 
Цифровой 6хо0

Рис. 2.1. Погрешность смещения ЦАП

000001010 011100 101110 111 
Цифробои бход

Рис. 2.2. Погрешность усиления ЦАП

000 001 010 011 100 101 110 111 
Цифровой вход а)

ООО ОО/ ОГО О// /00 /О/ //О ///  -  

Цифровой вход

Рис. 2.3. Нелинейность (а) и 
ность (б) ЦАП

немонотон-

преобразования меньше ±  7г МЗР или 
± 2 “ (12 + 1) (±0,0122% ) от полной шкалы за 
счет конечного значения разрешающей спо­
собности. Фактически погрешность ±0,0122 % 
представляет собой отклонение от 100 %-ной 
точности, поэтому точность равна 99,9878%. 
Например, 12-разрядный ЦАП с диапазоном 
шкалы от 0 до 10 В при максимальном



Т а б л и ц а  2.4. Электри

Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

*и>, %  1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

5га Ч> ЬК**, 
1МЗР, (%), бит***

«5l , а К*, 
10~6 1/°С, 

(%/°С)

AD558JD 8 ±  1/2* 8 < ± 1,5(< ±0,6) -

AD558JN 8 ± 1/2* 8 < ± 1,5 -

AD558KD 8 ± 1/4* 8 < ±  0,5 (<  ±0,4) -

AD558KN 8 ± 1/4* 8 < ± 0 ,5 -

AD558SD 8 ± 3 /4 * 8 < ± 1,5 —

AD558TD 8 ± 3 /8 * 8 < ± 0 ,5 -

AD561KN 10 < ± 1/4* 10 < ±  1/4(< 0,025) 2,5

AD561SD 10 < ±  1/2* 10 < ± 1/2 2,5

AD561TD 10 < ± 1/4* 10 ± 1/4

AD562A/BIN 12 < ± 1/2* 12 ± 1 /2 2

AD562KD/BIN 12 < ±  1/2* 12 < ± 1/2 2

AD562SD/BIN 12 < ± 1/2* 12 < ± 1/4 1

AD563JD/BIN 12 < ±  1/2* 12 < ± 1/2 2

A D563KD/BIN 12 < ± 1/2* 12 < ± 1/4 2

AD563SD/BIN 12 < ± 1/2* 12 < ± 1 / 4 2

AD563TD/BIN 12 < ±  1/2* 12 < ± 1/4 2

AD563TD/BCD 3* < ±  1/2* - < ±  1/4 1

AD565AJD 12 < ±  3/4* 12 < ± 1/2 <50*

AD565AJN 12 < ±  3/4* 12 < ± 1/2 <50*

AD565AKD 12 < ±  1/2* 12 < ± 1/4 <20*

AD565AKN 12 < ±  1/2* 12 < ± 1/4 <20*

AD565ASD 12 < ±  3/4* 12 < ± 1/2 <30*

AD565ATD 12 < + 1/2* 12 < + 1/4 < 15*
AD565KD/BIN 12 < ±  1/2* 12 < + 1/4 2
AD565SD 12 < + 3/4* 12 + 1/2 2
AD565TD 12 < + 1/2* 12 + 1/4 2
AD566AJD 12 < + 3/4* 12 < + 1/2 < 10*
AD566AJN 12 < ±  3/4* 12 < ±  1/2 < 10*

AD566AKD 12 < ±  1/2* 12 < ±  1/4 < 3*

AD566AKN 12 < ±  1/2* 12 < ±  1/4 < 3*



ческие параметры ЦАП

Время
установ­

ления
*уст> 

f jp ,  МКС

Наличие
ИОН <Ѵп. в

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

3 Есть +  (11 ,4 - 
16,5)

КМ ОП, ТТЛ Биполярная Керамиче­
ский D IP -16

Совместимый 
с МП

3 » +  ( П ,4 -  
16,5)

КМ ОП, ТТЛ » Пластмассо­
вый D IP -16

То же

3 » +  ( П ,4 -  
16,5)

КМ ОП, ТТЛ » Керамиче­
ский D IP -16

» »

3 » +  ( Н ,4 -  
16,5)

КМОП, ТТЛ » Пластмас­
совый
DIP-16

» »

3 » +  ( П ,4 -  
16,5)

КМ ОП, ТТЛ » Керамиче­
ский D IP -16

» »

3 » +  (11,4 — 
16,5)

КМ ОП, ТТЛ » То же » »

0,25 » +  5; - 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

» Пластмас­
совый 
D IP -16

/ пот <  26 мА

0,25 » + 5; - 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

» Керамиче­
ский D IP-16

/пот <  26 мА

0,25 » + 1 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

» То же / пот <  26 мА

1.5

1.5

Нет +  5; +  15 

± 1 5 ; + 5

ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП 
ТТЛ, тл, 
КМОП

»

»

» »

Керамиче­
ский D IP -16

-

1,5 » ± 15; 5 ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

» То же —

1,5 Есть ±  15; 5 ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

» » » —

1,5 » ± 15; 5 ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

» » » —

1,5 » ± 15; 5 ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

» » » —

1,5 Есть ± 15; 5 ТТЛ, ДТЛ, 
КМ ОП

Биполярная Керамиче­
ский

Двоичный 
входной код

1,5 » ± 15; 5 ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

» » Двоично-деся­
тичный код

< 0,25 » ± 15 ТТЛ, КМОП » » Рпот < 345 мВт, 
с токовым вы­
ходом

< 0,25 » + 15 ТТЛ, КМОП » Пластмас­
совый

То же

<0,25 » ± 15 ТТЛ, КМОП » Керамиче­
ский

» »

<0,25 » ± 15 ТТЛ, КМОП » Пластмас­
совый

» »

<0,25 » ± 15 ТТЛ, КМОП » Керамиче­
ский

» »

<0,25 » + 15 ТТЛ, КМОП » » » »
< 0 ,4 » + 15 ТТЛ, КМ ОП » » » »
< 0 ,4 » + 15 ТТЛ, КМОП » » » »
< 0 ,4 » + 15 ТТЛ, КМОП » » » »
<0,35 Нет - 1 5 ТТЛ, КМОП » » Рпот ^  300 мВт
<0,35 » - 1 5 ТТЛ, КМОП » Пластмас­

совый
То же

<0,35 » - 1 5 ТТЛ, КМОП » Керамиче­
ский

» »

<0,35 » -1 5 ТТЛ, КМОП » Пластмас­
совый

» »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

Ьиь %. 1 МЗР*,
бит**

Монотон­
ность, бит

6F5, ъь ьк*\
1 МЗР, (%), бит***

а 5/, а**, 
10 •1/°С, 

(%/°С)

AD566ASD 12 < ±  3/4* 12 < ±  1/2 < 10*

AD566ATD 12 < + 1/2* 12 < + 1/4 < 3*
AD566JN 12 < ±  3/4* 12 (0,012) 2

AD566KD 12 < ±  1/2* 12 (0,006) 2

AD566SD 12 < + 1/2* і 2 < +  1/2 2
AD566TD 12 < + 1/4* 12 < + 1/4 2
AD567JD 12 < ±  3/4* 12 < ± 1/2 <50*

AD567JN 12 < ± 3/4* 12 < ±  1/2 <50*

AD567KD 12 < ± 1/2* 12 < ± 1/4 <20*

AD567KN 12 < ± 1/2* 12 < ± 1/4 <20*

AD567SD 12 < ± 3/4* 12 < ± 1/2 <30*

AD567TD 12 < + 1/2* 12 < + 1/4 <20*
AD569AD 16 <  + 1* 16 (<  + 0,025) —
AD569BD 16 < + 1/2* 16 (< +0,02) —

AD569JN 16 < + 1* 16 < + 0,025) —
AD569KN 16 < + 1/2* 16 (< +0,02) —
AD667AD 12 < ± 3 /4 * 12 < ±  1/2 < ± 30

AD667AE 12 < + 3/4* 12 < + 1/2 < + 30
AD667BD 12 < + 1/2* 12 < + 1/4 < + 15
AD667BE 12 < + 1/2* 12 < + 1/4 < + 15
AD667JN 12 < + 3/4* 12 < + 1/2 < + 30
AD667KN 12 < + 1/2* 12 < + 1/4 < + 15
AD667SD 12 < + 3/4* 12 < + 1/2 < + 30
AD667SE 12 < + 3/4* 12 < + 1/2 < + 30
AD1408-7D 8 ±0,11 — (± 0 ,39) 20*

AD1408-8D 8 ' ±0,1 - (± 0 ,19) 20*

AD1408-9D 8 ±0,1 - (± 0 ,10) 20*

AD1508-8D 8 ±0,1 - (± 0 ,19) 20*

AD1508-9D 8 ±0,1 - (± 0 ,1 ) 20*

AD6012N 12 < ±  1* 12 (<  ±0,05) < 40

AD7520JD 10 <0,2(8**) - (0,03**) < 2*

AD7520JN 10 < 0 ,2 - (0,03**) < 2 *



Продолжение табл. 2.4

Время 
установ­

ления 
fyCT’ 

/^р, МКС

Наличие
ИОН ^и.п» ®

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

<0,35 Нет -1 5 ТТЛ, КМОП Биполярная Керамиче­
ский

Ліот< 300 мВт

< 0,35 » - 1 5 ТТЛ, кмѳп » » То же
< 0,4 » -1 5 ТТЛ, КМОП » Пластмассо­

вый
» »

< 0,4 » - 1 5 ТТЛ, КМОП » Керамиче­
ский

» »

< 0,4 » - 1 5 ТТЛ, КМОП » » » »
< 0,4 » -1 5 ТТЛ, КМОП » » » »
< 0 ,5 Есть ± (1 2 -1 5 ) ТТЛ, КМОП » » Совместимый 

с МП, с токо­
вым выходом

< 0,5 » ± (1 2 -1 5 ) ТТЛ, КМОП » Пластмассо­
вый

Р пот < 495 мВт

< 0 ,5  , » ± (1 2 -1 5 ) ТТЛ, КМОП » Керамиче­
ский

То же

< 0,5 » ± (1 2 -1 5 ) ТТЛ, КМОП » Пластмассо­
вый

» »
< 0 ,5 » ± (1 2 -1 5 ) ТТЛ, КМОП » Керамиче­

ский
Совместимый 
с МП, Р пот< 
495 мВт, с токо­
вым выходом

< 0,5 » + (1 2 -1 5 ) ТТЛ, КМОП » » То же
6 Нет ± 12 ТТЛ, КМОП BIMOS DIP-28 Совместимый 

с МП, с ОУ
6 » + 12 ТТЛ, КМОП BIMOS DIP-28 То же
6 » + 12 ТТЛ, КМОП BIMOS DIP-28 » »
6 » + 12 ТТЛ, КМОП BIMOS DIP-28 » »

< 4 Есть ± 15 ТТЛ, КМОП Биполярная DIP-28 Функциональ­
но полный, со­
вместимый с 
МП

< 4 » + 15 ТТЛ, КМОП » DIP-28 То же
< 4 » + 15 ТТЛ, КМОП » DIP-28 » »
< 4 » + 15 ТТЛ, КМОП » DIP-28 » »
< 4 » + 15 ТТЛ, КМОП » DIP-28 » »
< 4 Есть + 15 ТТЛ, КМОП Биполярная DIP-28 » »
< 4 » + 15 ТТЛ, КМОП » DIP-28 » »
< 4 » + 15 ТТЛ, КМОП » DIP-28 » »

0,25 Нет + 5,5; 
-1 6 ,5

ТТЛ, КМОП » Керамиче­
ский DIP-16

Множитель- 
ный, РП0Т = 
=  157 мВт

0,25
0,25

»
»

± 5 ,5 ;

-1 6 ,5

ТТЛ,

ТТЛ,

КМОП

КМОП

»

»

То же

» »

То же

» »
0,25 » + 5,5; 

-1 6 ,5
ТТЛ, КМОП » » » » »

0,25 » + 5,5; 
-1 6 ,5

ТТЛ, КМОП » » » » »

< 0,5 » ± 18 ТТЛ,
эсл

КМОП, » DIP-20 Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

0,5 » +  (5 -1 5 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Керамиче­
ский

Множитель­
ный, без ОУ, 
Р  пот =  20 мВт

0,5 » +  (5 -1 5 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Пластмассо­
вый

То же



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

bLD, %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

ЬІ 5К * \
1 МЗР, (%), бит***

* 4 ,
10“ 6-1/°С,

(Уо/°С)

AD7520KD 10 <0,1(9**) - (0,03**) < 2*

AD7520KN 10 <0,1 - (0,03**) <2*

AD7520LD 10 <0,05(10**) - (0,03**) < 2*

AD7520LN 10 <0,05(10**) - (0,03**) < 2*

AD7520SD 10 <0,2(8**) - (0,03**) < 2*

AD7520TD 10 <0,1(9**) - (0,03**) < 2*

AD7520UD 10 <0,05(10**) - (0,03**) < 2*

AD7521JD 12 < 0 ,2 - (0,03**) < 2*

AD7521JN 12 < 0 ,2 - (0,03**) < 2*

AD7521KD 12 < 0,1 - (0,03**) < 2*

AD7521KN 12 <0,1 - (0,03**) < 2*

AD7521LD 12 <0,05 - (0,03**) < 2*

AD7521LN 12 <0,05 - (0,03**) < 2*

AD7521SD 12 < 0 ,2 - (0,03**) < 2*

AD7521TD 12 <0,1 - (0,03**) < 2*

AD7521UD 12 <0,05 - (0,03**) < 2*

AD7522JD 10 < ± 0,2(8**) - - <  ±  10*

AD7522JN 10 < ±  0,2(8**) - - <  ±  10*

AD7522KD 10 < ±0,1(9**) - - <  ±  10*

AD7522KN 10 <  ±0,1(9**) - - < ± 10*

AD7522LD 10 < ±0,05(10**) - - <  ±  10*

AD7522LN 10 < ±0,05(10**) - - < ,±  10*

AD7522SD 10 < ± 0 ,2 - - <  ±  10*

AD7522TD 10 < ±0,1 - - <  ±  10*

AD7522UD 10 < ±  0,05 - - <  ± 10*

AD7523AD 8 < ±  1/2*( < ±  0,2) 8 ( ±  1,5**) -

AD7523BD 8 <  ± 1/4*( < ±  0,1) 8 (±  1,5**) -

AD7523CD 8 <±1/8*(<±0,05) 8 (±  1,5**) -



Продолжение табл. 2.4

Время 
установ­

ления 
*уст> 
р, МКС

Наличие
ИОН В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

0,5 Нет +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМ ОП Керамиче­
ский

То же

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМ ОП Пластмас­
совый

» »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМ ОП Керамиче­
ский

» »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМОП Пластмассо­
вый

» »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Керамиче­
ский

» »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМОП » » »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМ ОП » » »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМ ОП » » »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Пластмассо­
вый

» »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Керамиче­
ский

» »

0,5 Нет +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМОП Пластмассо­
вый

» »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМ ОП Керамиче­
ский

» »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМ ОП Пластмассо­
вый

» »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМ ОП Керамиче­
ский

» »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМОП » » »

0,5 » +  ( 5 - 1 5 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП » » »

0,5 » +  5; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП » Множитель­
ный, совмести­
мый с МП

0,5 » +  5; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый

То же

0,5 » +  5 ; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМ ОП

КМ ОП Керамиче­
ский

Р  пот =  1 Вт

0,5 » +  5 ; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМ ОП Пластмассо­
вый

Лют = 1 ,2  Вт

0,5 » +  5 ; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский

То же

0,5 » +  5; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый

» »

0,5 » +  5; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМ ОП

КМОП Керамиче­
ский

» »

0,5 » +  5; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМ ОП » » »

0,5 » +  5; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМ ОП

КМОП » » »

< 0 ,1 5 » +  5 ; + 1 5 ДТЛ, ТТЛ, 
КМ ОП

КМОП » Множитель­
ный

< 0 ,1 5 » +  ( 5 - 1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП » »

< 0 ,1 5 » +  ( 5 - 1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМ ОП

КМ ОП » »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

bL D , %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность

5fS, 81, 8 * Г , 
1 МЗР, (%), 

бит***

abL , а К%, 
10_ 6 1/°С, 

С/о Г С )

AD7523JN 8 < ± 1/2*( <  ±  0,2) 8 (±  1,5**) 10*

AD7523KN 8 < ±  1 /4*« ±0,1) 8 (±1,5**) 10*

AD7523LN 8 < ± 1/8*« ±0,05) 8 (±  1,5**) 10*

AD7523SD 8 < ±  1 /2 * «  ±0,2) 8 (±  1,5**) 10*

AD7524AD 8 ± 1/2* 8 «  ±0,2) -

AD7524BD 8 + 1/4* 8 « ± 0 , 1 )
AD7524CD 8 ± 1/8* 8 < ± 0,05) —

AD7524JN 8 ± 1/2* 8 «  ±0,2) -

AD7524KN 8 + 1/4* 8 «  +0 ,1) _
AD7524LN 8 + 1/8* 8 «  +0,05) —
AD7524SD 8 ± 1/2* 8 « ± 0 , 2 ) —

AD7524TD 8 + 1/4* 8 «  ± 0 ,1 ) _
AD7524UD 8 + 1/8* 8 (<  ± 0,05) —
AD7528AQ 8 < ±  1* 8 ^  ±  1 «  0,0035)

AD7528BQ 8 < + 1* 8 < + 1/2 (<  0,0035)
AD7528CQ 8 < + 1* 8 < ±  1/2 «  0,0035)
AD7528JN 8 < ± 1* 8 ^  ± 1 «  0,0035)

AD7528KN 8 < + 1* 8 < + 1/2 «  0,0035)
AD7528LN 8 < + 1* 8 < + 1/2 (0,0035)
AD7528SD 8 < ± 1* 8 < ±  1 (0,0035)

AD7528TD 8 < + 1* 8 < + 1/2 (0,0035)
AD7528UD 8 <  ± \ * 8 < + 1/2 (0,0035)
AD7530JD 10 — — « 0 ,2 ) ,  8***) < 10*

AD7530JN 10 - - (< 0 ,2) < 10*

AD7530KD 10 - - (< 0,1), 9***) < 10*

AD7530KN 10 - - « 0 ,1 ) < 10*

AD7530LD 10 - - « 0 ,0 5 ) ,  10***) < 10*

AD7530LN 10 - - « 0 ,0 5 ) < 10*

AD7531JD 12 0,2(8**) - (0,2), 8*** < 10*

AD7531JN 12 - - (0,2) < 10*

AD7531KD 12 - - (0,1), 9*** < 10*

AD7531KN 12 - - (0,1) < 10*

AD7531LD 12 - - (0,05), 10*** < 10*



Продолжение табл. 2.4

Время
установ­

ления
*уст>

/*р, МКС

Наличие
ИОН *Ѵп. В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

<0,15 Нет +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый

Множительный

<0,15 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП » То же

<0,15 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП » »

<0,15 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский

»

0,065* Нет +  5; +15 ТТЛ, КМОП КМОП Керамиче­
ский

Множитель­
ный, совмести­
мый с МП

0,065* » +  5; +16 ТТЛ, КМОП КМОП » То же
0,065* » +  5; +15 ТТЛ, КМОП КМОП Керамиче­

ский D IP -16
» »

0,065* » +  5; +15 ТТЛ, КМОП КМОП Пластмассо­
вый D IP -16

» »

0,065* » +  5; +15 ТТЛ, КМОП КМОП То же » »
0,065* » +  5; +15 ТТЛ, КМОП КМОП » » » »
0,065* » +  5; +15 ТТЛ, КМОП КМОП Керамиче­

ский D IP -16
» »

0,065* » +  5;. +15 ТТЛ, КМОП КМОП То же » »
0,065* » +  5; +15 ТТЛ, КМОП КМОП » » » »
<0,1* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП Керамиче­

ский DIP-20
Сдвоенный
множитель­
ный

<0,1* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП То же То же
< 0,1* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП » » » »
<0,1* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП Пластмассо­

вый DIP-20
» »

<0,1*
0,1

»
»

+  (5 -1 5 )  
+  (5 -1 5 )

ТТЛ, КМОП 
ТТЛ, КМОП

КМОП
КМОП

То же
» »

» »

0,1 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП Керамиче­
ский DIP-20

» »

0,1 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП То же » »
0,1 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП » » » »
0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 

КМОП
КМОП Керамиче­

ский D IP -16
Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый D IP -16

То же

0,5 Нет +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский D IP -16

» »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый D IP -16

» »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский D IP -16

» »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый D IP -16

» »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский D IP -18

» »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый D IP -18

» »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский D IP -18

» »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый D IP -18

» »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский D IP -18

» »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

6LZ>, %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность

ö ra  ö£  5***>
1 МЗР, (%), бит***

а о с  АГЙ, 
10"6 1/°С, 

(%/°С)

AD7531LN 12 - - (0,05) < 10*

AD7533AD ' 10 < ± 0 ,2 - (<  ±  1,4)** 10*

А07533ВД 10 < ±0,1 — (<  ±  1,4)** 10*

AD7533CD 10 < ± 0,05 - (±  1,4)** 10*

AD7533JN 10 < ± 0 ,2 - (±1,4)** 10*

AD7533KN 10 < ±0,1 - (±  1,4)** 10*

AD7533LN 10 < ±  0,05 - (±  1,4)** 10*

AD7533SD 10 < ±  0,02 - (±1,4)** 10*

AD7533TD 10 < ±0,1 - (±1,4)** 10*

AD7533UD 10 < ± 0,05 - (±  1,4)** 10*

AD7534AD 14 < ±  1* 14 < ± 2 < ± 5

AD7534BD 14 < ±  1* 14 ^  ±  1 < ± 2 ,5

AD7534JN 14 < ±  1* 14 < ± 2 < ±  5

AD7534KN 14 < ± 1* 14 ^  ±  1 < ± 2 ,5

AD7534SD 14 < ± 1* 14 < ± 2 < ± 5

AD7534TD 14 < ±  1* 14 ^  ±  1 < ± 2 ,5

AD7541AD 12 < ±  1* 12 (±0,3)** -

AD7541BD 12 < ±  1/2* 12 (±0,3)** -

AD7541JN 12 < ±1*(<  ±0,02) 12 (±0,3)** -

AD7541KN 12 < ±1/2*(<±0,01) 12 (±0,3)** -

AD7541SD 12 < ±  1* 12 (±0,3)** -

AD7541TD 12 < ±  1/2* 12 (±0,3)** -

AD7541AAQ 12 < + 1* 12 < + 1 < 6*
AD7541ABQ 12 < + 1/2* 12 < ± 1/2 < 6*
AD7541ACQ 12 < +  1/2* 12 < + 1/4 < 6*
AD7541AGCQ 12 < +  1/2* 12 < + 1/4 < 6*
AD7541AGLN 12 < + 1/2* 12 < + 1/4 < 6*



Продолжение табл. 2.4

Время 
установ­

ления 
fyC T ’ 

t \ р ,  М КС

Наличие
ИОН В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

0,5 Нет - ( 5 - 1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый D IP -18

»  »
<  0,6 » +  ( 5 - 1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 

КМОП
КМОГІ Керамиче­

ский D IP -16
Множитель­
ный, с токо­
вым выходом, 
4-квадрантный

<  0,6 » +  ( 5 - 1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский

То же

<  0,6 » +  ( 5 - 1 5 ) КМОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Керамиче­
ский D IP -16

Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

<  0,6 » +  ( 5 - 1 5 ) КМОП, ТТЛ,
дтл

КМОП Пластмассо­
вый D IP -16

То же

< 0,6 Нет + ( 5 - 1 5 ) КМОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Пластмассо­
вый D IP -16

» »
< 0,6 » + 1 КМОП, ТТЛ, 

ДТЛ
КМОП То же » »

<  0,6 » +  ( 5 - 1 5 ) КМОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Керамиче­
ский D IP -16

» »
< 0,6 » + ( 5 - 1 5 ) КМОП, ТТЛ, 

ДТЛ
КМОП То же » »

< 0 ,6 » + ( 5 - 1 5 ) КМОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП » » » »
< 1,5 » - 0 , 5 ;

15,75
ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 Множитель­

ный, совмести­
мый с МП, с 
токовым выхо­
дом

<  1,5 » - 0 , 5 ;  15,75 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 То же

<  1,5 » - 0 , 5 ;
15,75

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »

<  1,5 » - 0 , 5 ;
15,75

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »

<  1,5 » - 0 , 5 ;
15,75

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »

<  1,5 » - 0 , 5 ;
15,75

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 —

<  1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Керамиче­
ский DIP

Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

<  1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП То же То же

<  1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМ ОП, ТТЛ,
дтл

КМОП Пластмассо­
вый D IP

» »

<  1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП То же » »

<  1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП Керамиче­
ский DIP

» »

<  1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМ ОП, ТТЛ, 
ДТЛ

КМОП То же » »

1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП » » » »
1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП » » » »
1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП » » » »
1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП » » » »
1 Нет +  ( 5 - 1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП Пластмассо­

вый DIP
» »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

5l d , %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

S t  Stf**,
1 МЗР, (%), бит***

otSL, а**, 
10"6 1/°С, 

(%/°С)

AD7541AJN 12 < + 1* 12 < + 1 < 6*
AD7541AKN 12 < + 1/2* 12 < +  1/2 < 6*
AD7541ALN 12 < + 1/2* 12 < + 1/4 <  6*
AD7541AGTD 12 < ± 1/2* 12 < ±  1/2 < 6*

AD7541ASD 12 < + 1* 12 < + 1 < 6*
AD7541ATD 12 < + 1/2* 12 < + 1/2 < 6*
AD7542AD 12 < ± 2* < ±  1 < 5 *

AD7542BD 12 < + 1* < + 1/2 < 5*
AD7542GBD 12 < + 1* — < + 1/2 < 5*
AD7542GKN 12 < ± 1* — < ±  1/2 < 5*

AD7542GTD 12 < ± 1* - < ±  1/2 < 5*

AD7542JN 12 < ± 2* - < ± 1 < 5*

AD7542KN 12 < + 1* _ < + 1/2 < 5*
AD7542SD 12 < ± 2* — < ± 1 < 5*

AD7542TD 12 < + 1* _ < ±  1/2 < 5*
AD7543AD 12 < ± 2* ^  + 1 < 5*

AD7543BD 12 < + 1* < + 1/2 < 5*
AD7543GBD 12 < + 1* — < + 1/2 < 5*
AD7543GKN 12 < ± 1* — < ± 1/2 < 5*

AD7543GTD 12 < + 1* - < ±  1/2 < 5*

AD7543JN 12 < ± 2* - ^  і  1 < 5*

AD7543KN 12 < ±  1* - < ±  1/2 < 5*

AD7543SD 12 < ± 2* - < ± 1 < 5*

AD7543TD 12 < + 1* _ < + 1/2 < 5*
AD7544AD 12 < ± 2* 1 1 -1 2 < ±  1 < 5*

AD7544BD 12 < +  1* 1 1 -1 2 < + 1/2 < 5*
AD7544GBD 12 < + 1* 1 1 -1 2 < + 1/2 < 5*
AD7544GKN 12 < ± 1* 1 1 -1 2 < ±  1/2 < 5*

AD7544GTD 12 < ± 1* 1 1 -1 2 < ±  1/2 < 5*

AD7544JN 12 < ± 2* 1 1 -1 2 < ±  1 < 5*

AD7544KN 12 < ±  1* 1 1 -1 2 < ± 1/2 < 5*



Продолжение табл. 2.4

Время
установ­

ления
*уст>

/ з р ,  М КС

Наличие
ИОН В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

1 Нет +  ( 5 - 1 6 ) КМОП, ТТЛ КМОП » » » »
1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМОП, ТТЛ КМОП » » » »
1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМОП, ТТЛ КМОП » » » »
1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМОП, ТТЛ КМОП Керамиче­

ский D IP
» »

1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП Т о же » »
1 » +  ( 5 - 1 6 ) КМОП, ТТЛ КМОП » » » »

< 2 » +  5 КМОП » » Множитель­
ный, совмести­
мый с МП, 
с токовым вы­
ходом,
/ ’пот =  40 мВт

< 2 » +  5 — КМОП » » То же
< 2 » +  5 — КМОП » » » »
< 2 » +  5 — КМОП Пластмассо­

вый DIP
» »

< 2 » +  5 — КМОП Керамиче­
ский DIP

» »

<  2 » +  5 — КМОП Пластмассо­
вый DIP

» »

< 2  

< 2

»
»

+  5 
+  5 -

КМОП
КМОП

То же 
Керамиче­
ский D IP

» » 

» »

< 2 » +  5 _ КМОП То же » »
< 2 Нет +  5 КМОП Керамиче­

ский D IP
Множитель­
ный, с после­
довательным 
вводом инфор­
мации

< 2 » +  5 — КМОП То же То же
<  2 » +  5 — КМОП » » » »
< 2 » +  5 — КМОП Пластмассо­

вый DIP
» »

< 2 » +  5 — КМОП Керамиче­
ский D IP

» »

< 2 » +  5 — КМОП Пластмассо­
вый DIP

» »

< 2 » +  5 - КМОП То же » »

< 2 » +  5 - КМОП Керамиче­
ский D IP

» »

< 2 » 4- 5 — КМОП То же » »
<  0,185* » +  5 КМОП » » Совмести­

мый с МП, со 
стековым ре­
гистром

<  0,185* » +  5 — КМОП » » То же
<  0,185* » +  5 — КМОП » » » »
<  0,185* » +  5 — КМОП Пластмассо­

вый D IP
» »

<  0,185* » +  5 — КМОП Керамиче­
ский D IP

» »

< 0,185* » +  5 — КМОП Пластмассо­
вый D IP

» »

< 0,185* Нет +  5 — КМОП Пластмассо­
вый D IP

» »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

5lz>> %> 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

8,5, Ъ Ь  6 К**,
1 МЗР, (%), бит***

«5L <хК*П, 
1<Гб*1/°С, 

(%/°С)

AD7544SD 12 < ± 2* 1 1 -1 2 < ± 1 < 5*

AD7544TD 12 < + 1* 1 1 -1 2 < + 1/2 < 5*
AD7545AQ 12 < ± 4* 10 < ± 2 < ± 10*

AD7545BQ 12 < + 1* 12 ^  + 1 < + 10*
AD7545CQ 12 < +  1* 12 < + 1/2 < + 10*
AD7545GCQ 12 < + 1* 12 < + 1/2 < + 10*
AD7545GLN 12 < ±  1* 12 < ± 1/2 < ± 10*

AD7545GUD 12 < + 1* 12 < ± 1/2 < + 10*
AD7545JN 12 < ± 4* 10 < ± 2 < ± 10*

AD7545KN 12 < + 1* 12 < + 1 < + 10*
AD7545LN 12 < ±  1* 12 < + 1/2 < + 10*
AD7545SD 12 < ± 4* 10 < ± 2 < ± 10*

AD7545TD 12 < + 1* 12 ^  + 1 < + 10*
AD7545UD 12 < + 1* 12 < + 1/2 < + 10*
AD7546AD 16 < ±0,006 14 (<  ±0,05) < ± 2*

AD7546BD 16 < ±0,0015 16 (<  +0,012) < +2*
AD7546JN 16 ^  ±  0,006 14 (<  ±0,05) < ± 2*

AD7546KN 16 < +0,0015 16 (<  +0,012) < +2*
AD9700BD 8 ± 0 ,2 8 (±0 ,2)* 30

ADDAC-08 8 < ±0,19 8 - < ± 5 0

ADDAC-08A 8 < +0,1 8 ± 1/4 _
ADDAC-08C 8 < + 0,39 8 — —
ADDAC-08E 8 < ±0,19 8 — —
ADDAC-08H 8 ^  + 0,1 8 ± 1/4
ADDAC100JD 10 < ±0,1(9**) — — ± 6 0

ADDAC100KD 10 < +  0,05 + 30
ADDAC100LD 10 < +0,05 — — + 15
DAC01BY 6 < ± 0 ,4 - *7*** < ± 120

DAC01Y 6 < + 0 ,4 _ 7*** < ± 8 0
DAC01CY 6 < + 0 ,4 — 7*** ^  + 160
DAC01DY 6 < ±  0,78 — 7*** < + 160
DAC01FY 6 ^  ±  0,4 — 7*** < ± 80

DAC01HY 6 < ± 0 ,4 - 7*** < ±  160

DAC02ACX1 10 < ±0,1 10 - < ± 60

DAC02BCX1 10 < ±0,1 9 - < ± 6 0



Продолжение табл. 2.4

Время
установ­

ления
*УСТ’

М КС

Наличие
ИОН Лгю В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

<  0,185* Нет +  5 - КМОП Керамиче­
ский D IP

»  »

< 0,185* » +  5 — КМОП То же » »
< 0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП Керамиче­

ский DIP-20
Множитель­
ный, с фикси­
рующими ре­
гистрами

<  0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП То же То же
<  0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП »  » »  »

< 0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП » » » »
0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП Пластмассо­

вый DIP-20
» »

0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП Керамиче­ » »
0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП ский DIP-20 

Пластмассо­
вый DIP-20

» »

0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП То же » »
0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП » » » »
0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП Керамиче­

ский DIP-20
» »

0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП То же » »
0,3* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ КМОП » » » »

4 » - 5 ;  +15 ТТЛ, КМОП КМОП Керамиче­
ский DIP-40

Множитель­
ный, совмести­
мый с МП

4 » - 5 ;  +15 ТТЛ, КМОП КМОП То же То же
4 Нет - 5 ;  +15 ТТЛ, КМОП КМОП Пластмассо­

вый DIP-40
» »

4 » - 5 ;  +15 ТТЛ, КМОП КМОП То же » »
0,01 Есть - 5 ,2 эсл Биполярная DIP-20 Быстродейст­

вующий,
Л ю т  =  625 мВт

<  0,135 Нет ± 15 КМ ОП, ТТЛ » Керамиче­
ский D IP -16

Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

< 0,135 » + 15 КМ ОП, ТТЛ » То же То же
< 0,15 » ± 15 КМ ОП, ТТЛ » » » » »
< 0,135 » + 15 КМ ОП, ТТЛ » » » » »
< 0,135 » + 15 КМ ОП, ТТЛ » » » » »
< 0,375 Есть ± ( 6 - 1 8 ) ТТЛ, д т л Керамиче­

ский D IP
С токовым 
выходом,
Р пот < 250 мВт

< 0,375 » ± ( 6 - 1 8 ) ТТЛ, д т л — То же То же
< 0,375 » + (6 -1 8 ) ТТЛ, д т л — » » » »

< 3 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л » D IP -14 Одно- и двух­
полярный вы­
ходы

< 3 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л » D IP -14 То же
< 3 » + (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л » D IP -14 » »
< 3 » + (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л » DIP-14 » »
< 3 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л » DIP-14 Однополярный

выход
< 3 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л » DIP-14 То же

1,5 Есть ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л ,  
КМ ОП

» D IP -18 То же
Р пот < 300 мВт

1,5 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л , 
КМ ОП

» D IP -18 То же



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

8 l d , %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

bFS, 5*, 5***,
1 МЗР, (%), бит***

a d L , atf*, 
10"6-1/°С, 

(7о/°С)

DAC02CCX1 10 < ± 0 ,2 8 - < ± 60

DAC02DDX1 10 ^  ±  0,4 7 - < ±  150

DAC03ADX1 10 ^  ±  0,1 10 - 60

DAC03BDX1 10 < ±0,1 9 - 60

DAC03CDX1 10 < ± 0 ,2 8 - 60

DAC03DDX1 10 < ± 0 ,4 7 - 60

DAC04ACX2 10 < ±0 ,1 10 - < 9 0

DAC04BCX2 10 < +0,1 9 < 9 0
DAC04CCX2 10 < ± 0 ,2 8 _ < 9 0
DAC04DDX2 10 < + 0,4 7 — < 150
DAC05AX1 11 < +0,1 10 _ < 6 0
DAC05BX1 11 < + 0 ,2 9 — < 9 0
DAC05CX1 11 < + 0 ,4 8 _ < 120
DAC05EX1 11 < +0,1 10 — < 100
DAC05FX1 11 < + 0 ,2 9 — < 100
DAC05GX1 И < + 0 ,4 8 — < 100
DAC06AX 10 <0,1 10 — < 6 0
DAC06BX 10 < 0 ,2 9 — < 9 0
DAC06CX 10 < 0 ,4 8 — < 120
DAC06EX 10 < 0,1 10 — < 100
DAC06FX 10 < 0 ,2 9 — < 100
DAC06GX 10 < 0 ,4 8 — < 100
DAC08AF 8 < ± 0,19 8 ( < ± 0 ,1 ) < ± 5 0

DAC08CF 8 < ±  0,39 8 (<  ±0,39) ± 1 0

DAC08CN 8 < ± 0,39 8 ( < ± 0 ,3 9 ) ± ю
DAC08ED 8 < ± 0 ,19 8 (<  ±0 ,19) ± ю
DAC08EF 8 < ± 0 ,19 8 (<  ±0,19) ± ю
DAC08EN 8 < ±  0,39 8 (<  ±  0,39) ± ю
DAC08F 8 ^  ± 0 ,19 8 ( < ± 0 ,1 9 ) ± ю
DAC08HC 8 < ±0 ,19 8 (<  ± 0 ,1 ) < ± 5 0

DACA8HF 8 ^  ± 0 ,19 8 (<  ± 0,1) < ±  50

DAC20AQ 2* < ± 1/4* 2* - < ± 5 0

DAC20CQ 2* < ± 1/2* 2* - < +  80

DAC20EQ 2* < ± 1/4* 2* - < ± 5 0



Продолжение табл. 2.4

Время 
установ­

ления 
*уст> 

t \р, МКС

Наличие
ИОН И̂.П» ß

Совместимость 
с логическими

и м с
Технология Корпус Дополнительные

сведения

1,5 Есть ±(12-18) ТТЛ, д т л ,  
КМОП

Биполярная DIP-18 Pпот < 300 мВт

1,5 » ±(12-18) ТТЛ, д т л ,  
КМОП

» D IP -18 Pпот <350 мВт

1,5 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л ,  
КМОП

» D IP -18 То же

1,5 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л ,  
КМОП

» D IP -18 » »

1,5 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л ,  
КМОП

» D IP -18 » »

1,5 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, д т л ,  
КМОП

» D IP -18 » »

1,5 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, КМОП » DIP-18 С дополняю­
щим кодом до 
двух

1,5 » + (1 2 -1 8 ) ТТЛ, КМОП » D IP -18 То же
1,5 » + (12 -1 8 ) ТТЛ, КМОП » D IP -18 » »
2,5 » + (1 2 -1 8 ) ТТЛ, КМОП » D IP -18 » »
1,5 » + (1 2 -18 ) — » D IP -18 Рпот < 300 мВт
1,5 » + (12 -1 8 ) — » D IP -18 То же
1,5 » + (12 -1 8 ) — » D IP -18 » »
1,5 » + (1 2 -18 ) — » D IP -18 » »
1,5 » + (12 -1 8 ) — » D IP -18 » »
1,5 » + (1 2 -1 8 ) — » D IP -18 » »
1,5 » + 18 — » D IP -18 » »
1,5 » + 18 — » D IP -18 » »
1,5 » + 18 — » D IP -18 » »
1,5 » + 18 — » D IP -18 » »
1,5 » + 18 — » D IP -18 » »
1,5 Есть + 18 — Биполярная D IP -18 » »

<0,135 Нет ± (4 ,5 -1 8 ) ЭСЛ, р-М ОП, 
ТТЛ, КМОП

» D IP -16 Множитель­
ный, Рпот < 
< 174 мВт

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ЭСЛ, р-М ОП, 
ТТЛ, КМОП

» D IP -16 То же

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ЭСЛ, р-М ОП, 
ТТЛ, КМОП

» D IP -16 » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ЭСЛ, р-М ОП, 
ТТЛ, КМОП

» D IP -16 » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ЭСЛ, р-М ОП, 
ТТЛ, КМОП

» DIP-16 » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ЭСЛ, р-М ОП, 
ТТЛ, КМОП

» D IP -16 » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ЭСЛ, р-М ОП, 
ТТЛ, КМОП

» D IP -16 » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ЭСЛ, р-М ОП, 
ТТЛ, КМОП

» D IP -16 » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ЭСЛ, р-М ОП, 
ТТЛ, КМОП

» DIP-16 » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, ЭСЛ,
КМ ОП,
р-М ОП

» DIP-16 Множитель­
ный

<0,15 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, ЭСЛ,
КМ ОП,
р-М ОП

» DIP-16 »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, ЭСЛ,
КМ ОП,
р-М ОП

» DIP-16 »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

bL D , %  1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

б,*, 8 1  6***>
1 МЗР, (%), бит***

*5l , а К * ,  
10_ 6 1/°С,

a m

DAC20Q 2 * < ±  1/2* 2* - < ±  80

DAC608C 8 - - ±  1/2 6*

DAC610C 10 < + 1/2 10*
DAC612R 12 — — < + 1/2 6*
DAC0800LCJ 8 — 8 (<  ±0,19) < ± 5 0

DAC0800LCN 8 - 8 (<  ±0,19) < ± 50

DAC0800LD 8 - 8 (< ± 0 ,1 9 ) < ±  50

DAC0801LCJ 8 - 8 (<  ±0,39) <  ± 8 0

DAC0801LCN 8 - 8 (<  ±0,39) <  ± 8 0

DAC0802LCJ 8 - 8 (<  ± 0 ,1 ) < ± 5 0

DAC0802LCN 8 - 8 (<  ± 0,1) < ± 5 0

DAC0802LD 8 - 8 (<  ± 0 ,1 ) < ± 5 0

DAC0806LCJ 8 - - (<  ±0,78) ± 2 0

DAC0806LCN 8 (<  +0,78) < + 20
DAC0807LCJ 8 — — ±0,39) + 20
DAC0807LCN 8 — — (<  +0,39) + 20
DAC0808LCJ 8 — — (<  +0,19) + 20
DAC0808LCN 8 — — +0,19) + 20
DAC0808LD 8 — — (<  +0,19) ± 2 0
DAC850CB1 12 ± 1/2* - (<  ± 0 ,2 ) -

DAC851CB1 12 + 1/2* __ (<  ± 0 ,3 ) __

HI562A-2 12 ±  1/4* 12 ^  ±  1/4 ^  ± 10

HI562A-4 12 + 1/2* 12 < + 1/2 < ± 1 0
HI562A-5 12 + 1/2* 12 < + 1/2 <  ± 10
HI562A-8 12 ± 1/4* 12 < + 1/4 ^  + 10
НГ565А 12 — 12 + 1/2 15*
HI 1080 8 — — < 1/2 —

HI1085 8 — — < 1/2 —

HI5609
HI5610-2

8
10 < ±  1/2* 10

+ 1/4
< ±  1/2

5
< ± 5

HI5610-5 10 < + 1/2* 10 < + 1/2 < + 5
HI5610-8 10 < ±  1/2* 10 < ± 1/2 < ± 5



Продолжение табл. 2.4

Время 
установ­

ления 
fyCT» 

/ ♦ р ,  М КС

Наличие
ИОН ^И .П »  ß

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

<0,15 Нет ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, эсл,
КМОП,
р-М ОП

Биполярная D IP -16 Множитель­
ный

< 1 Нет ± (4 ,5 -1 8 ) Биполярная DIP-20 Множитель­
ный, совмести­
мый с МП, с 
токовым выхо­
дом

< 0 ,5 » — — » DIP-20 То же
<  1 » — — » DIP-24 »  »

<0,15 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП, 
р-М ОП

» D IP С токовым вы­
ходом,
Р п о т  <  174 мВт

<0,15 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП, 
р-М ОП

» D IP То же

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП, 
р-М ОП

» D IP » »

<0,15 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМ ОП, 
р-М ОП

» D IP » »

<0,15 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП, 
р-М ОП

» DIP » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП, 
р-М ОП

» DIP » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП, 
р-М ОП

» D IP » »

<0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП, 
р-МОП

» D IP » »

0,15 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП » DIP С токовым вы­
ходом,
Р п о т  < 305 мВт

0,15 » + (4 ,5 -18 ) ТТЛ, КМОП » DIP То же
<0,15 » + (4,5— 18) ТТЛ, КМОП » DIP » »
<0,15 Нет ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП Биполярная D IP » »
<0,15 » + (4 ,5 -18 ) ТТЛ, КМОП » D IP » »
<0,15 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП » D IP » »
<0,15 » + (4 ,5 -18 ) ТТЛ, КМОП » D IP » »
< 5 Есть ±  15; + 5 — — Керамиче­

ский D IP
С токовым вы­
ходом

< 5 » + 15; + 5 — — To же То же
< 0 ,4 Нет ±  16,5 ТТЛ, КМОП Биполярная D IP Быстродейст­

вующий, с то­
ковым выхо­
дом

< 0,4 » + 16,5 ТТЛ, КМОП » D IP То же
< 0 ,4 » + 16,5 ТТЛ, КМОП » D IP » »
< 0 ,4

0,35
»

Есть
+ 16,5 
+  5; - 1 5

ТТЛ, КМОП »
»

D IP
DIP-24

» »
Р п о т  =  345 мВт

< 3 Нет +  5; - 1 5 ДТЛ, ТТЛ » DIP-24 —

1,5 » +  5; - 1 5 ДТЛ, ТТЛ » DIP-24 —

0,45 » +  5; - 1 5 ТТЛ, КМОП » DIP-24 Множитель­
0,085 » ± 16,5 ТТЛ, КМОП » DIP-24 ный, быстро­

действующий, 
с токовым вы­
ходом

0,085 » + 16,5 ТТЛ, КМОП » DIP-24 То же
0,085 » ± 16,5 ТТЛ, КМОП » DIP-24 » »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

bL D , %  1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

ö*z,
МЗР, (%), бит***

a8L, а/:*, 
10~6 1/°С, 

(%/°С)

HI5618A-2 8 < ± 1/4* 8 < ±  1/4* < ± 5

HI5618A-5 8 < ± 1/4* 8 < ±  1/4* < ± 5

HI5618A-8 8 < ±  1/4* 8 < ± 1/4* < ± 5

HI5618B-2 8 < ±  1/2* 8 < ±  1/2* < ± 5

HI5618B-5 8 < ± 1/2* 8 < ±  1/2* < ± 5

HI5618B-8 8 ^  ±  1/2* 8 < ±  1/2* < ± 5

HI7541AD 12 < ± 0,02 - (<  ±0,2)** < ± 5

HI7541BD 12 < +0,01 (<  +0,1)** < + 5
HI7541JN 12 < + 0,02 — (<  +0,2)** < + 5
HI7541JO 12 < ±  0,02 — (<  ±0,2)** < ± 5

HI7541KN 12 < + 0,01 _ (<  ±  0,1)** < + 5
HI7541SD 12 < + 0,02 - (<  +0,2)** < + 5
HI7541SO 12 < ±  0,02 — (<  ±0,2)** < ± 5

HI7541TD 12 < + 0,01 _ (<  +0,1)** < + 5
HI-DAC16B-5 16 ± 1* — ± 2 * ± 1

HI-DAC16C-5 16 + 2* + 4* + 1
HI-DAC801 12 < ±  1/2* 12 (<  0,1)** 2

HS3120C-2 12 < ±  0,024 12 (<  ±0,015)* < 2

HS3120C-0 12 < ± 0,097 10 (<  ±0,05)* < 2

HS3140C-3 14 < +0,012 13 (<  +0,012)* 4
HS3140C-4 14 < + 0,006 14 (<  +0,006)* 4
HS3160C-3 16 < +0,012 13 (<  +0,012)* 4
HS3160C-4 16 < ±  0,006 14 (<  +0,006)* 4
ICL7113JJN 3* - - ( ^  0,2) < 10

ICL7113JPN 3* - - ( ^  0,2) < 10

ICL7113KJN 3* - - (< 0 ,1) < 10

ICL7113KPN 3* - - (< 0 ,Г ) < 10

ICL7113LJN 3* - - ( ^  0,05) < 10

ICL7113LPN 3* - - (<  0,05) < 10

ICL7113SJN 3* - - ( ^  0,2) < 10



Продолжение табл. 2.4

Время 
установ­

ления 
*уст» 

/*р, МКС

Наличие
ИОН t W  в

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные 

. сведения

<  0,075 Нет +  15; 
-1 6 ,5

ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

Биполярная D IP -18 С токовым вы­
ходом,
Лют =  340 мВт

<  0,075 Нет +  15; 
-15 ,75

ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

Биполярная D IP -18 То же

<  0,075 » +  15; 
-1 6 ,5

ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

» D IP -18 »  »

<  0,075 » +  15; 
-1 6 ,5

ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

» D IP -18 »  »

<  0,075 » +  15; 
-15 ,75

ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

» D IP -18 » »

< 0,075 » +  15; 
-1 6 ,5

ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

» D IP -18 » »

< 1 » +  15 ТТЛ, КМОП КМОП D IP Множитель­
ный, 4-квад- 
рантный

< 1 » +  15 ТТЛ, КМОП КМОП D IP То же
< 1 » +  15 ТТЛ, КМОП КМОП DIP » »
< 1 » +  15 ТТЛ, КМОП КМОП Бескорпус-

ная
» »

< 1 » +  15 ТТЛ, КМОП КМОП D IP » »
< 1 » +  15 ТТЛ, КМОП КМОП DIP » »
^  1 

< 1

»

»

+  15 

+  15

ТТЛ, КМОП 

ТТЛ, КМОП

КМОП Бескорпус-
ная
DIP

» » 

» »
1 » ± 15 ТТЛ, КМОП Биполярная Керамиче­

ский DIP-40
С токовым вы­
ходом,
РП0Т =  450 мВт

1 » + 15 ТТЛ, КМОП » To же То же
0,4 Есть ± 15 ТТЛ » Бескорпус-

ная
Быстродейст­
вующий, для 
АЦП последо­
вательного 
приближения

2 Нет +  (5 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП Керамиче­
ский D IP

Множитель­
ный, совмести­
мый с МП

2 Нет +  (5 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП Керамиче­
ский

Множитель­
ный

2 » +  (1 1 -1 8 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП » »
2 » +  (1 1 -1 8 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП » »
2 » +  (8 -1 8 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП » »
2 » +  (8 -1 8 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП » »

< 1 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП » »

< 1 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый D IP

»

< 1 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский D IP

»

< 1 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый D IP

»

< 1 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский D IP

»

< 1 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Пластмассо­
вый D IP

»

< 1 » +  (5 -1 6 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский D IP

»



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

8и ,, %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

*FS,*b в * "  
1 МЗР,' (%), 

бит***

abL, а К*, 
10- 6 1/°С, 

С/о /°С)

ICL7113TJN 3* - - ( <  0,1) < 10

ICL7113UJN 3* - - ( <  0,05) < 10

ICL7134BJCJI 14 — — ( <  0,01)*, 12*** 5*

ICL7134BJIJI 14 ( <  0,01)* 5*
ICL7134BKCJI 14 — — (<  0,006)*, 13***1 5*
ICL7134BKIJI 14 — — (<  0,006)* 5*
ICL7134BLCJI 14 — — (<  0,003), 5*

14***
ICL7134BLIJI 14 — — (<  0,003) 5*
ICL7134UJCJI 14 (<  0,01)*, 12*** 5*

ICL7134UJIJI 14 0,01)* 5*
ICL7134UKCJI 14 — — (<  0,006)* 5*
ICL7134UKIJI 14 — — (<  0,006)* 5*
ICL7134ULCJI 14 — — (<  0,003) 5*
ICL7134ULIJI 14 — — (<  0,003) 5*
MC1406L 6 - 6 (<  ±0,78) 80

MC 1408-6 8 - 6 (<  ±0,78) 20

MC1408-7N 8 - 7 (<  ±0,39) 20

M C 1408-8 8 - 8 (<  ±0,19) 20

MC1506L 6 - 6 (<  ±0,78) 80

MC1508-8F 8 - 8 (± 0 ,19) 20

MC3408L 8 - 8 (± 0 ,5 ) -

MC3410CL 10 10 (± 0 ,1 ) < 6 0
MC3410L 10 — 10 (+ 0 ,05) < 6 0
MC3412L 12 0,1 12 + 1/2* 30
МС3510 10 — 10 (+ 0 ,05) < 70
MC3512L 12 12 + 1/4 30
MC6890AL 8 < ±  0,29 8 (<  ±0,19) < ±  50

MC6890L 8 < + 0,29 8 (<  +0,19) < + 50
MC10318L 8 3/4* 8 ( < ± 0 ,1 9 ) < 150

MP562AD 12(3*) < ±  1/2* 12 < ± 1/2 < 5

MP562KD 12(3*) < ±  1/2* 12 < ± 1/2 < 5

MP562SD 12(3*) < ±  1/2* 12 < ±  1/2 < 5



Продолжение табл. 2.4

Время 
установ­

ления 
у̂ст» 

t*p, МКС

Наличие
ИОН ^И.п, В

Совместимость 
с логическими

имс
Технология Корпус Дополнительные

сведения

< 1 Нет +  5; 16 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП Керамиче­
ский DIP

Множитель­
ный

< 1 +  5; 16 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП То же »

< 3 » +  5 КМОП » » Множитель­
ный, совмести­
мый с МП, с 
ППЗУ, с 2-по­
лярным выхо­
дом

< 3 » +  5 — КМОП » » То же
< 3 » +  5 — КМОП » » » »
< 3 » +  5 — КМОП » » » »
< 3 » +  5 — КМОП Керамиче­

ский DIP
» »

< 3 » +  5 — КМОП » » »
< 3 » +  5 КМОП » То же, что и 

ICL7134B, но с 
однополярным 
выходом

< 3 » +  5 — КМОП » То же
^  3 » +  5 — КМОП » » »
< 3 » +  5 — КМОП » » »
< 3 » 15 — КМОП » » »
< 3 » +  5 — КМОП » » »
< 3 » +  5,5; 

-1 6 ,5
ДТЛ, ТТЛ Биполярная ТО-116 Множитель­

ный
0,07 » +  5,5; 

-1 6 ,5
ТТЛ, КМОП » D IP -16 »

0,07 » +  5,5; 
-1 6 ,5

ТТЛ, КМОП » D IP -16 »

0,07 » +  5,5; 
16,5

ТТЛ, КМОП » DIP-16 »

< 0 ,3 » +  5,5; 
-1 6 ,5

ДТЛ, ТТЛ » DIP-16 »

0,3

0,3

»

»

+  5,5; 
-1 6 ,5  
+  5,5; 
-1 6 ,5

ТТЛ, КМОП »

»

ТО-116 

D IP -16

»

»

0,25 » +  7; - 1 8 ТТЛ, КМ ОП » DIP-16 »
0,25 » +  7; - 1 8 ТТЛ, КМОП » D IP -16 »
< 0 ,4 Есть + 18 ТТЛ, КМОП » DIP-16 —

0,25 Нет +  7; - 1 8 ТТЛ, КМОП » DIP-16 —

< 0,4 Есть + 18 ТТЛ, КМОП » DIP-24 —

< 0 ,3 » +  7; - 1 8 ТТЛ Биполярная DIP-20 Совмести­
мый с МП, с 
токовым вы­
ходом

< 0 ,3 » +  7; - 1 8 ТТЛ » DIP-20 То же
0,01 Нет - 6 ;  +0,5 ЭСЛ » D IP -16 Быстродейст­

вующий
1,5 » +  15 ТТЛ, д т л ,  

КМ ОП, ЭСЛ
» DIP-24 С токовым вы­

ходом
1,5 » + 15 ТТЛ, д т л ,  

КМ ОП, ЭСЛ
» DIP-24 То же

1,5 » ± 15 ТТЛ, д т л ,  
КМ ОП, ЭСЛ

» DIP-24 »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

SLZ>, %  1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

ÖF5, б£, 5***,
1 МЗР, (%), бит***

10“ 6-1/°С,
(7о/°С)

MP3140-3 14 < ±0,012 13 (<  ±  0,012)* < 4

MP3140-4 14 < + 0,006 14 (<  +0,006)* < 4
MP5520AD 6 < ± 0 ,4 — 7*** < ± 80

MP5520BD 6 < + 0 ,4 7*** < + 120
MP5520CD 6 < + 0 ,4 — 7*** < + 160
MP5520DD 6 < + 0,78 — 7*** < ± 160
MP5520FD 6 < ± 0 ,4 - 7*** < ± 80

MP5520HD 6 < + 0,4 _ 7*** < + 160
MP5520ZD 6 < ± 0 ,2 — 7*** < ±  80

MP7520J 10 < ± 0 ,2 - (0,3)** < 2*

МР7520К 10 < ±0,1 - (0,3)** <2*

MP7520L 10 < ± 0,05 - (0,3)** < 2*

MP7520Q 10 < ±  0,024 - (0,3)** < 2*

MP7520R 10 < ±0,012 - (0,3)** < 2*

MP7520S 10 < ± 0 ,2 - (0,3)** < 2*

МР7520Т 10 <0,1 - (0,3)** < 2*

MP7520U 10 < ± 0,05 - (0,3)** < 2*

MP7520W 10 < ± 0,024 - (0,3)** < 2*

MP7520Y 10 < ±0,012 - (0,3)** < 2*

MP7521J 12 < 0 ,2 - 8*** 0,3*

МР7521К 12 <0,1 - 9*** 0,3*

MP7521L 12 <0,05 - 10*** 0,3*

MP7521S 12 < 0 ,2 - 8*** 0,3*

МР7521Т 12 <0,1 - 9*** 0,3*

MP7521U 12 <0,05 - 10*** 0,3*

MP7522J 10 - - (<  ±  0,2) ± 5 *

МР7522К 10 - - (<  ± 0,1) ± 5*

MP7522L 10 - - (<  ± 0,05) ± 5*

MP7522S 10 - - (<  ± 0,2) ± 5*



Продолжение табл. 2.4

Время
установ­

ления
*уст>

*5р, МКС

Наличие
ИОН t/и.п, В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

2 Нет +  (1 1 -1 8 ) КМ ОП, ТТЛ КМ ОП DIP-20 Множитель­
ный, 4-квад- 
рантный

2 » +  (11 -1 8 ) КМ ОП, ТТЛ КМ ОП DIP-20 То же
< 3 Есть ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, ДТЛ Биполярная D IP -14 Одно- и двух­

полярный вы­
ходы, с ОУ

^  3 » +  (1 2 -1 8 ) ТТЛ, ДТЛ » DIP-14 То же
< 3 » +  (1 2 -1 8 ) ТТЛ, ДТЛ » DIP-14 » »
<  3 » + (1 2 -18 ) ТТЛ, ДТЛ » DIP-14 » »
< 3 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, ДТЛ » DIP-14 Однополярный 

выход, с ОУ
< 3 » + (1 2 -1 8 ) ТТЛ, ДТЛ » DIP-14 То же
< 3 » ± (1 2 -1 8 ) ТТЛ, ДТЛ » D IP -14 Одно- и двух­

полярный вы­
ходы

0,5 Нет +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 То же

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМ ОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-18 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-28 Множитель­
ный, совмести­
мый с МП

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-28 То же

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-28 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-28 » »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

bLD, %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

»F* 8J, Ö***,
1 МЗР, (%), бит***

а5 /, а К* 
IO“ 6-1 /°С, 

С/о/°С)

МР7522Т 10 - - ( <  ± 0 ,1 ) ± 5 *

MP7522U 10 - - ( <  ± 0 ,0 5 ) ± 5 *

MP7523D 8 - 8 < ±  1/2 -

MP7523BD 8 8 < + 1/4
MP7523CD 8 — 8 < + 1/8 —
MP7523JN 8 — 8 < +  1/2 —

MP7523KN 8 — 8 < + 1/4 —
MP7523LN 8 — 8 < + 1/8 —
MP7523SD 8 — 8 < + 1/2 —
MP7524AD 8 8 < ±  1/2

MP7524BD 8 8 < +  1/4
MP7524CD 8 — 8 < +  1/8 —
MP7524JN 8 — 8 < + 1/2 —
MP7524KN 8 — 8 < + 1/4 —
MP7524LN 8 — 8 < + 1/8 —
MP7524SD 8 — 8 < + 1/2 —
MP7524TD 8 — 8 < + 1/4 —
MP7524UD 8 — 8 < ±  1/8 —
МР7528А 8 < ± 1/2* < ±  1 (±  0,007)

МР7528В 8 < + 1/2* < + 1/2 ( + 0,007)
МР7528С 8 < + 1/2* — < + 1/4 (+  0,007)
MP7528D 8 < + 1/2* — < + 1/8 ( + 0,007)
MP7528J 8 < + 1/2* — < + 1 ( + 0,007)
МР7528К 8 < + 1/2* — < + 1/2 ( + 0,007)
MP7528L 8 < + 1/2* — < + 1/4 ( + 0,007)
MP7528Q 8 < + 1/2* — < + 1/8 ( + 0,007)
MP7528S 8 < + 1/2* — < + 1 (+0,007)
МР7528Т 8 < +  1/2* — < + 1/2 (+  0,007)
MP7528U 8 < + 1/2* — < + 1/4 (+  0,007)
MP7528W 8 < ± 1/2* — < + 1/8 (+  0,007)
MP7530J 10 — — (<  0,3)**, 8*** < 0 ,2

МР7530К 10 - - (<  0,3)**, 9*** < 0 ,2

MP7530L 10 - - (<  0,3)**, 10*** < 0 ,2

MP7530Q 10 - - (<  0,3)**, и*** < 0 ,2

MP7530R 10 - - (С  0,3)**, 12*** < 0 ,2

MP7531JD 12 — - 8*** < 0 ,2



Продолжение табл. 2.4

Время
установ­

ления
^уст»

/  з р ,  М КС

Наличие
ИОН Ѵн.п, В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

0,5 Нет +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-28 Множитель­
ный, совмести­
мый с МП

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-28 То же

<0,15 » +  17 КМ ОП D IP -16 Множитель­
ный, 4-квад- 
рантный, с то­
ковым выхо­
дом

<0,15 Нет +  17 — КМ ОП D IP -16 То же
<0,15 » +  17 — КМОП D IP -16 »  »

<0,15 » +  17 — КМ ОП DIP-16 » »
<0,15 » +  17 — КМ ОП DIP-16 » »
<0,15 » +  17 — КМОП DIP-16 » »
<0,15 » +  17 — КМ ОП D IP -16 » »
<0,1 » +  (5 -1 5 ) КМ ОП DIP-16 Множитель­

ный, совмести­
мый с МП, с 
токовым выхо­
дом

<0,1 » +  (5 -1 5 ) — КМОП DIP-16 То же
<0,1 » +  (5 -1 5 ) — КМ ОП D IP -16 » »
<0,1 » +  (5 -1 5 ) — КМОП DIP-16 » »
<0,1 » +  (5 -1 5 ) — КМ ОП D IP -16 » »
<0,1 » +  (5 -1 5 ) — КМОП DIP-16 » »
<0,1 » +  (5 -1 5 ) — КМОП D IP -16 » »
<0,1 » +  (5 -1 5 ) — КМОП D IP -16 » »
<0,1 » +  (5 -1 5 ) — КМОП D IP -16 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 Сдвоенный, 

множитель­
ный, совмести­
мый с МП

< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 То же
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »
< 0,08* » +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 То же

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМ ОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМ ОП

КМОП D IP -18 » »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

5lz>, %  1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

8ге, 8£, 8а:*»,
1 МЗР, (%), бит***

*ÖL * К * ,  
10~6 1/°С,

(°/о/°С)

MP7531JN 12 - - £*** < 0,2

MP7531KD 12 - - д*** < 0 ,2

MP7531KN 12 - - < 0,2

MP7531LD 12 - - 10*** < 0 ,2

MP7531LN 12 - - 10*** < 0 ,2

МР7533А 10 - - (<  1,5)**, 8*** < 0 ,2

МР7533В 10 - - (<  1,5)**, 9*** < 0 ,2

МР7533С 10 - - (<  1,5)**, 10*** < 0,2

MP7533J 10 - - (<  1,5)**, 8*** < 0 ,2

МР7533К 10 - - (<  1,5)**, 9*** < 0 ,2

MP7533L 10 - - (<  1,5)**, 10*** < 0 ,2

MP7533Q 10 - - (<  1,5)**, 11*** < 0 ,2

MP7533R 10 - - (<  1,5)**, 12*** < 0 ,2

MP7533S 10 - - (<  1,5)**, 8*** < 0 ,2

МР7533Т 10 - - (<  1,5)**, 9*** < 0 ,2

MP7533U 10 - - (<  1,5)**, 10*** < 0 ,2

MP7533W 10 - - (<  1,5)**, 11*** < 0 ,2

MP7533Y 10 - - (<  1,5)**, 12*** < 0 ,2

MP7542AD 12 < ± 2* 11 < + 1 < 2

MP7542BD 12 < + 1* 12 < ± 1/2 < 2
MP7542JN 12 < + 2* 11 < + 1 < 2
MP7542KN 12 < + 1* 12 < ± 1/2 < 2
MP7542SD 12 < + 2* 11 < + 1 < 2
MP7542TD 12 < + 1* 12 < ± 1/2 < 2
MP7543AD 12 < ± 2 * 11 < + 1 < 2

MP7543BD 12 < + 1* 12 < + 1/2 < 2
MP7543JN 12 < + 2* 11 < + 1 < 2
MP7543KN 12 < + 1* 12 < ± 1/2 < 2
MP7543SD 12 < + 2* И < + 1 < 2
MP7543TD 12 < + 1* 12 < + 1/2 < 2
MP7614JD 14 < ± 0,01 12 11*** < 0 ,5

MP7614JN 14 < + 0,01 12 ц*** < 0 ,5
MP7614KD 14 < ±  0,006 13 12*** < 0 ,5



Продолжение табл. 2.4

Время
установ­

ления
*уст»

/*р, МКС

Наличие
ИОН

^И.П» В
Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

0,5 Нет +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 То же

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -18 » »

0,5 » +  (5—15) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

0,5 » +  (5 -1 5 ) ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП D IP -16 » »

< 2 » +  5 КМОП D IP -16 Множитель­
ный, совмести­
мый с МП

< 2 » +  5 — КМОП DIP-16 То же
< 2 » +  5 — КМОП D IP -16 » »
< 2 » +  5 — КМОП DIP-16 » »
< 2 » +  5 — КМОП DIP-16 » »
< 2 » +  5 — КМОП DIP-16 » »
< 2 » +  5 КМОП D IP -16 Множитель­

ный, с последо­
вательным ре­
гистром

< 2 » +  5 — КМОП D IP -16 То же
< 2 » +  5 — КМОП D IP -16 » »
< 2 » +  5 — КМОП DIP-16 » »
< 2 » +  5 — КМОП DIP-16 » »
< 2 » +  5 — КМОП DIP-16 » »

2 » +  (13 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-20 Множитель­
ный

2 » +  (1 3 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-20 »
2 » +  (1 3 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-20 »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

b L D , %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

5F5, 8J, 5***,
1 МЗР, (%), бит***

a5L, а К * ,  
10“ 6-1/°С, 

(%/°С)

MP7614KN 14 13** 13 12*** < 0,5

MP7614SD 14 12** 12 11*** < 0,5
MP7614TD 14 13** 13 12*** < 0,5
MP7616JD 16 12** 12 ц*** < 0,5
MP7616JN 16 < ± 0,01 12 ц*** < 0,5
MP7616KD 16 < ± 0,006 13 12*** < 0,5
MP7616KN 16 ^  + 0,006 13 12*** < 0,5
MP7616SD 16 < ±0,01 12 11*** < 0 ,5
MP7616TD 16 < ±  0,006 13 12*** < 0,5
MP7621AD 12 — — (<  ±0,024) < 2*

MP7621BD 12 (<  +0,012) < 2*
MP7621JN 12 — — (<  +0,024) < 2*
MP7621KN 12 — — (<  +0,012) < 2*
MP7621SD 12 — — (<  +0,024) < 2*
MP7621TD 12 — — (<  +0,012) < 2*
MP7622AD 12 — 11 (<  ±0,024) < 0,2

MP7622BD 12 12 (<  +0,012) < 0,2
MP7622HN 12 — 10 (<  +0,048) < 0,2
MP7622JN 12 — И (<  +0,024) < 0,2
MP7622KN 12 — 12 (<  +0,012) < 0,2
MP7622RD 12 — 10 (<  +0,048) < 0,2
MP7622SD 12 — 11 (<  +0,024) < 0,2
MP7622TD 12 — 12 (<  +0,012) < 0,2
MP7622ZD 12 — 10 (<  ±0,048) < 0,2
MP7623AD 12 ± 1* (11**) И < + 1 < 0,2

MP7623BD 12 + 1/2* 12 < + 1/2 < 0,2
MP7623JN 12 + 1*(11**) 11 < + 1 < 0,2
MP7623KN 12 + 1/2* 12 < ± 1/2 < 0,2
MP7623SD 12 + 1(11**) 11 < + 1 •< 0,2
MP7623TD 12 + 1/2* 12 < + 1/2 < 0,2
MP7628AD 8 ± 1/2* ± 1/2 < 2*

MP7628BD 8 ± 1/4* — ± 1/4 < 2*

MP7628CD 8 ± 1/8* - ± 1/8 < 2*

MP7628JN 8 ± 1/2* - ±  1/2 < 2*

MP7628KN 8 ± 1/4* - ±  1/4 < 2*

MP7628LN 8 ± 1,8* - ±  1/8 < 2*

MP7628SD 8 ± 1/2* - ±  1/2 < 2*

MP7628TD 8 ± 1/4* - ±  1/4 < 2*

MP7628UD 8 ± 1/8* - ±  1/8 < 2*



Продолжение табл. 2.4

Время
установ­

ления
у̂СТ’ 

t*р, МКС

Наличие
ИОН ^И.П, В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

2 Нет +  (13 -1 6 ) КМОП, ТТЛ КМОП DIP-20 Множитель­
ный

2 » +  (1 3 -16 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-20 »
2 » +  (1 3 -1 6 ) КМОП, ТТЛ КМОП DIP-20 »
2 » +  (13 -1 6 ) КМОП, ТТЛ КМОП DIP-22 »
2 » +  (1 3 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-22 »
2 » +  (1 3 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-22 »
2 » +  (1 3 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-22 »

.2 » +  (1 3 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-22 »
2 » +  (1 3 -1 6 ) КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-22 »

< 1 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-18 Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

< 1 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП D IP -18 То же
< 1 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП D IP -18 » »
<  1 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-18 » »
<  1 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП D IP -18 » »
<  1 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП D IP -18 » »
<  2* » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 Множитель­

ный, с вход­
ным регист­
ром

< 2* » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 То же
< 2* » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
<  2* » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
< 2* » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
< 2* » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
<  2* » +  (10 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
<  2* » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
< 2* » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
< 1 » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП D IP -18 Множитель­

ный, с токо­
вым выходом

<  1 » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП D IP -18 То же
< 1 » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-18 » »
<  1 » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-18 » »
<  1 » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП D IP -18 » »
<  1 » +  (1 0 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-18 » »
0,5 » +  (4,5 — 

5,5)
ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 Множитель­

ный, совмести­
мый с МП, 

4-квадрантный
0,5 » +  (4,5 — 

5,5)
ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 То же

0,5 » 1+ 
^

 
г кг>

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »

0,5 » +  (4 ,5 -  
5,5)

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »

0,5 » +  (4 ,5 -  
5,5)

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »

0,5 » +  (4 ,5 -  
5,5)

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »

0,5 » +  (4,5 — 
5,5)

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »

0,5 » +  (4,5-
5,5)

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »

0,5 » +  (4,5 — 
5,5)

ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

b L Di %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

bFS, Ь% Ь К * \
1 МЗР, (%), бит***

«5l , ос К*, 
10_ 6 1/°С 

(%/°С)

MP7633AD 10 < ± 2 * - < ± 2* < 0,2

MP7633BD 10 <  + 1* < + 1* < 0,2
MP7633CD 10 < + 1/2* — < + 1/2* < 0 ,2
MP7633DD 10 < + 1/4* — < + 1/4* < 0,2
MP7633ED 10 < + 1/8* — < + 1/8* < 0,2
MP7633JN 10 < + 2* — < + 2* < 0,2
MP7633KN 10 <  +  1* — <  +  1* < 0,2
MP7633LN 10 < + 1/2* — < + 1/2* < 0,2
MP7633MN 10 < + 1/4* — < + 1/4* < 0,2
MP7633NN 10 < + 1/8* — < + 1/8* < 0,2
MP7633SD 10 < + 2* — < + 2* < 0,2
MP7633TD 10 <  +  1* — <  +  1* < 0,2
MP7633UD 10 < + 1/2* — < + 1/2* < 0,2
MP7633VD 10 < + 1/4* — < + 1/4* < 0,2
MP7633WD 10 < + 1/8* — < + 1/8* < 0,2
MP7645AD 12 < ± 2 *  (10**) < ± 2* < ± 2*

MP7645BD 12 < + 1*(11**) <  +  1* < + 2*
MP7645CD 12 + 1/2* (12**) — < + 1/2* < +2*
MP7645JN 12 <  + 2 * — < + 2* < + 2*
MP7645KN 12 <  +  1* — <  +  1* < + 2*
MP7645LN 12 < + 1/2* — < + 1/2* < + 2*
MP7645SD 12 < + 2* — < + 2* < + 2*
MP7645TD 12 <  +  1* — <  +  1* < + 2*
MP7645UD 12 < ±  1/2* — < + 1/2* < + 2*
NE5007N 8 — 8 (<  ±0,39) ± ю

NE5008N 8 — 8 (<  ±0,19) ± ю
NE5009N 8 < ±0 ,19 8 (<  ± 0 ,1 ) < ± 5 0

NE5018N 8 - 8 (<  ± 0,19) 20

NE5019N 8 8- (<  +0 ,1) 20
NE5020N 10 — 10 (<  + 0 ,1) 20
NE5118N 8 8 (<  ± 0,19) 20

NE5119N 8 8 (<  + 0 ,1 ) 20
SP9768 8 - 8 ± 1/2 25

SSS1408A-6Q 8 - 8 (<  ±0 ,78) ± 2 0

SSS1408A-7Q 8 _ _ (<  +0,39) + 20
SSS1408A-8Q 8 — — (<  ± 0,19) + 20
SSS1508A-8Q 8 — — (<  +0,19) ± 2 0
TDC1016-8J5C 10 < 0,2 8 (<  0,2)* —
TDC1016-9J5C 10 < 0,1 9 (< 0,1)* —
TDC1016-10J5C 10 < 0,05 10 (<  0,05)* -



Продолжение табл. 2.4

Время 
установ­

ления 
*уст» 

/^ р , МКС

Наличие
ИОН ^И.П, В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

0,5 Нет +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 Множитель­
ный, с токо­
вым выходом

0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 То же
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 >> »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП D IP -16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »
0,5 » +  (5 -1 6 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-16 »  »

<  0,25* » +  (1 0 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 Множитель­
ный, с фикси­
рующими ре­
гистрами,

1 совместимый 
с МП

<  0,25* » +  (1 0 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 То же
<  0,25* » +  (1 0 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 »  »
<  0,25* » +  (1 0 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 »  »
< 0,25* » +  (1 0 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 »  »
<  0,25* » +  (1 0 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 »  »
<  0,25* » +  (1 0 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 »  »
<  0,25* » +  (1 0 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 »  »
< 0,25* » +  (1 0 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-20 »  »
<  0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП, 

ЭСЛ, /7-МОП
КМОП DIP-20 Множитель­

ный, с токо­
вым выходом

<  0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМОП, 
ЭСЛ, /7-МОП

КМОП DIP-20 То же

<  0,135 » ± (4 ,5 -1 8 ) ТТЛ, КМ ОП, 
ЭСЛ, /7-МОП

КМОП DIP-20 »  »

2,3 Есть ±  18 КМОП DIP-22 Совмести­
мый с МП и с 
ОУ

2,3 » +  18 — КМОП DIP-22 То же
5
0,2

0,2
0,005

»
»

»

+ 18 
±18

+  18
± 5 ; -1 5 ЭСЛ, ТТЛ

КМОП

Биполярная

DIP-24
DIP-22

DIP-22

»  »
Совмести­
мый с МП, с 
токовым вы­
ходом 
То же
Быстродейст­
вующий

0,25 Нет ± 5 ; - 1 5 ТТЛ, КМОП » DIP-16 Множитель­
ный

0,25 » + 5; - 1 5 ТТЛ, КМОП » DIP-16 То же
0,25 » + 5; -1 5 ТТЛ, КМОП » DIP-16 »  »
0,25 » + 5; - 1 5 ТТЛ, КМОП » DIP-16 » »

< 0,03 » + 5 ТТЛ, ЭСЛ » DIP-40 / пот <  20 мА
<  0,035 » + 5 ТТЛ, ЭСЛ » DIP-40 То же
<  0,04 » + 5 ТТЛ, ЭСЛ » DIP-40 »  »



Тип
прибора

Число
двоичных

(деся­
тичных*)
разрядов

bLDt %, 1 МЗР*, 
бит**

Монотон­
ность, бит

6fS, 5£, 6***,
1 МЗР, (%), бит***

«5l  а К*, 
10"6 1/°С, 

(%/°С)

TDC1018J7C 8 1/2* 8 «  ± 0 ,2) -

TDC1034 4 (0,8)* _
ZN426E-6 6 + 1/2* — (± 0 ,8 ) 10*
ZN426E-7 7 + 1/2* — (± 0 ,4 ) 5*
ZN426E-8 8 + 1/2* — (± 0 ,2 ) 3*
ZN426J-8 8 + 1/2* — (± 0 ,2 ) 3*
ZN428E-8 8 ± 1/2* — < ±  1/2 2*

ZN428J-8 8 ± 1/2* - «  ±  1/2 2*

ZN429E-7 7 _ _ _ _
ZN429E-8 8 — — — —
ZN429J-8 8 — — — —
ZN430-E 10 - - 1/2(0,049) —

ZN430-J 10 _ _ 1/2 _
ZN434-BE 4 — — 1/4(0,78) —
ZN434-E 4 — — 1/4 —
ZN436-E 6 — — 1/2(0,78) -
ZN436-J 6 — — 1/2 —

значении цифрового кода 1111 1111 1111 
имеет максимальное напряжение, равное 
10(1—2 ” 12) =  9,99756 В, а 8-разрядный — 
9,961 В, т. е. на 1 МЗР (0,039 В) меньше 
10 В. Фирмы приводят общую погрешность 
(точность) преобразования или ее состав­
ляющие, указанные ниже.

Погрешность смещения — это выходное 
напряжение ЦАП при нулевом коде на входе. 
Она выражается в процентах от полной 
шкалы или в единицах МЗР.

Погрешность усиления — это изменение 
по крутизне реальной передаточной харак­
теристики по отношению к идеальной. Она 
может быть устранена путем регулировки 
эталонного напряжения или тока.

Нелинейность (погрешность линейности) 
bL ЦАП показывает постоянство отношений 
входного сигнала к выходному во всем 
рабочем диапазоне или идентичность выход­
ных ступенек по ширине и высоте. Нелиней­
ность является важным параметром, так как 
в отличие от других погрешностей не 
может компенсироваться подстройкой. Раз­
личают интегральную и дифференциальную 
нелинейности, выражаемые в процентах, 
миллионных долях или частях МЗР.

Интегральная погрешность линейности 
(нелинейность) — это максимальное отклоне­
ние реальной (измеренной) характеристики 
преобразования от теоретической (идеаль­

ной), т. е. от прямой линии, проведенной 
через нуль и точку максимального значения 
выходного сигнала.

Дифференциальная нелинейность харак­
теризует изменение единичных перепадов 
(размеров ступеней) и определяется как раз­
ность отклонений уровней выходного сигнала 
при переходе входного цифрового сигнала 
от какого-либо значения к смежному. Дру­
гими словами, она характеризует степень 
плавности характеристики преобразования, 
т. е. степень равенства аналоговых прира­
щений на выходе, соответствующих соседним 
цифровым кодам. Дифференциальная нели­
нейность идеального преобразователя равна 
нулю. Если максимальная нелинейность б^для 
«-разрядного ЦАП не более ±Ѵ г МЗР, то 
гарантируется монотонность характеристики 
до п разрядов и дифференциальная не­
линейность bLD будет равна или меньше 
±  1 МЗР (обычно bLD не должна превышать 
bL более чем в 2 раза).

У монотонной передаточной характе­
ристики ЦАП отсутствуют участки с отри­
цательной крутизной, т. е. при непрерывном 
изменении входного сигнала выходной сигнал 
не уменьшается (приращения не меняют знак 
и производная равна или больше 0), так как 
в противном случае в следящих системах 
(с замкнутым контуром) не будет устойчиво­
го равновесия.



Продолжение табл. 2.4

Время 
установ­

ления 
*уст> 

/* р , МКС

Наличие
ИОН ^И.П, В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

<  0,01 Есть -5 ,2 э с л Биполярная DIP-24 С токовым вы­
ходом,
^ п о т  <  0,95 Вт

<  0,01 — — э с л » — —

1 Есть +  5 — — DIP-16 —
1 » +  5 — — DIP-16 —
1
1

» +  5 
+  5

— — D IP -16 
DIP-16

—

0,8 » 7 ТТЛ, КМОП — Пластмассо­
вый DIP-16

Совместимый 
с МП

0,8 » 7 ТТЛ, КМОП — Керамиче­
ский DIP-16

То же

1 Нет 5 - - - Маломощный
1 » 5 — — — »
1 » 5 — — — »
0,4 » ± 5 — — D IP С токовым вы­

ходом
0,4 + 5 — — D IP То же
0,2 — +  5 — — D IP Маломощный
0,2 — +  5 — — D IP »
1 Нет +  5 — — D IP »
1 » +  5 — — DIP »

Нелинейность и монотонность ухуд­
шаются по мере увеличения скорости из­
менения входных сигналов.

Основным динамическим параметром 
ЦАП является время установления [отдельно 
для ЦАП с выходом по току (рис. 2.4) 
и с выходом по напряжению], представ­
ляющее собой интервал времени от момента 
поступления входного цифрового кода (из­
менение кода на полную шкалу) до момента, 
когда выходной аналоговый сигнал достигнет 
установившегося значения с заданной погреш­
ностью (обычно ±Ѵ г МЗР). Время установ­
ления определяет общее быстродействие 
ЦАП. Иногда используется параметр «часто­
та смены кода».

Температурная нестабильность парамет­
ров элементов ЦАП (ИОН, ключей, ре­
зисторных матриц, ОУ) влияет на точность 
преобразования. Например, 12-разрядный

ЦАП (разрешающая способность 0,024%) 
с температурным коэффициентом 100 х 
ж 10"6 1/°С в диапазоне изменения темпе­

ратуры 20 °С эквивалентен только 10-разряд- 
ному (до 0,2%).

Влияние колебаний температуры на ра­
боту ЦАП задается частными температур­
ными коэффициентами в процентах на 
градус Цельсия или в миллионных долях 
на градус Цельсия 10"6/°С (ррт/°С). Общий 
температурный коэффициент определяется 
температурными коэффициентами резистор­
ной матрицы, ИОН, усиления а К п смещения 
нуля а£/см и нелинейности (xbL. Если 10- 
разрядный ЦАП должен иметь точность ±  1/ 2 
МЗР в диапазоне 0 -7 0 ° С , то температурный 
коэффициент напряжения ИОН должен быть 
меньше 10-10"6 1/°С. Для 8-разрядного ЦАП 
с диапазоном температуры от —55 до 
+  125°С общая »допустимая погрешность

Рис. 2.4. Структурная схема ЦАП



равна ±0,195 % /|/з , т. е. требуется ИОН с
а(Ч ы х =  ± іо - іо - «  і/°с .

Нестабильность И ОН  является основным 
источником погрешности (дрейфа) усиления 
и смещения нуля. Дрейф усиления влияет 
на значение выходного напряжения и изменяет 
наклон передаточной характеристики. Сле­
дует отметить, что дрейф нелинейности зави­
сит от дрейфа резисторной матрицы и токо­
вых ключей, но значительно меньше дрейфа 
усиления и смещения. Дрейфы предела 
шкалы, характеризующего нестабильность 
выходного напряжения и смещения (сдвига) 
уровня, измеряются в миллионных долях 
значения полной шкалы (FSR — Full Scale 
Range) на градус Цельсия.

В некоторых ЦАП предусмотрена воз­
можность компенсации погрешностей с по­
мощью внешних регулирующих элементов. 
Ряд фирм не определяет отдельно дрейф 
усиления и смещения нуля и указывает 
суммарный дрейф, учитывающий эти неста­
бильности.

Чувствительность ЦАП к нестабильности 
источника питания (PSSI/r5 — Power Supply 
Sensitivity) определяется как изменение выход­
ного напряжения в процентах при изменении 
значения напряжения питания на 1 % (на­
пример, ±0,01%/%).

В настоящее время выпускаются не 
только схемы ЦАП, требующие дополнитель­
ного подсоединения внешних элементов (ОУ, 
ИОН), но и функционально полные (авто­
номные), т. е. содержащие на одном кристал­
ле все элементы, необходимые для процесса 
преобразования (входные и выходные усилите­
ли, схемы синхронизации, запоминающие 
устройства, ИОН и др.), схемы, обеспечи­
вающие сопряжение с микропроцессорами.

Временная нестабильность параметров 
преобразователей возникает из-за старения 
резисторов и полупроводников, что вызы­
вает ухудшение монотонности, увеличение 
погрешностей коэффициента усиления и 
смещения нуля.

В табл. 2.4 приведены электрические 
параметры монолитных ЦАП.

2.3.2. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Аналого-цифровые преобразователи 
предназначены для преобразования анало­
говых сигналов в соответствующие им 
цифровые, т. е. для преобразования сигналов 
с непрерывной шкалой значений в сигналы, 
имеющие дискретную шкалу значений.

Рис. 2.5. Структурная схема интегрирую­
щего АЦП

Классификация методов преобразования 
напряжения в цифровой код весьма разно­
образна. По виду алгоритма работы АЦП 
подразделяются на преобразователи, исполь­
зующие методы последовательного счета, 
поразрядного кодирования и считывания. 
Метод преобразования выбирается в зависи­
мости от конкретных условий использо­
вания преобразователей и их стоимости. 
Одним из отличительных признаков, характе­
ризующих свойства преобразователей, являет­
ся наличие или отсутствие в структурной 
схеме обратной связи. Поэтому по принципу 
действия АЦП делятся на преобразователи 
прямого преобразования (без обратной связи) 
и с обратной связью (уравновешиваемые, 
замкнутые), например следящие и поразряд­
ного кодирования.

Представителями алгоритма последова­
тельного счета являются преобразователи 
с промежуточным преобразованием напря­
жения в другую аналоговую величину (вре­
менной интервал, частоту), а также интегри­
рующего типа (рис. 2.5). Последние обеспе­
чивают высокую помехоустойчивость и точ­
ность, но уступают по быстродействию 
другим видам АЦП.

В интегрирующих АЦП (однотактного 
преобразования — с генератором пилообраз­
ного напряжения, двухтактного, трехтактного 
и для повышения точности даже четырех­
тактного интегрирования) входной сигнал в 
процессе преобразования интегрируется в те­
чение фиксированного интервала времени и 
сравнивается с эталонными значениями, 
т. е. осуществляется оптимальная обработка 
входного сигнала и шума. Наиболее распро­
страненным вариантом преобразователей та­
кого типа является АЦП с двухтактным



интегрированием (dual slope). Преимущест­
вами АЦП с двухтактным интегрированием 
являются хорошая линейность, высокая точ­
ность, способность подавления наложенных 
на полезный сигнал помех без применения 
входных фильтров. Этот метод экономичен 
при применении в преобразователях высокого 
разрешения, но из-за большой постоянной 
времени цепей быстродействие преобразова­
телей не превышает 100 преобразований/с 
(например, преобразователь ICL7109 имеет 
30 преобразований/с). Как правило, цифровая 
информация на выходе этих АЦП представ­
ляется в специальном коде, предназначен­
ном для непосредственного управления свето­
диодными (СИД) цифровыми табло с семи­
сегментными индикаторами либо табло, вы­
полненными на жидких кристаллах (ЖКИ).

В состав интегрирующих АЦП обычно 
входят операционные усилители, компа­
ратор напряжения, аналоговые ключи, ИОН, 
двоично-десятичный счетчик, регистр, де­
шифратор, генератор тактовых импульсов, 
выходные схемы управления (ЖКИ, СИД).

Преобразователи поразрядного кодиро­
вания строятся в виде как замкнутых 
систем (имеют цепь обратной связи, в 
которую включается ЦАП для преобразо­
вания параллельного позиционного двоич­
ного кода в постоянное напряжение или ток), 
так и разомкнутых (без обратной связи).

В АЦП с обратной связью (например, 
в следящих) напряжение, генерируемое внутри 
АЦП как функция цифрового кода, подается 
на вход компаратора и сравнивается с 
входным аналоговым сигналом. В схему тако­

го преобразователя входят компаратор, 
схема управления, регистр, ИОН, генератор 
тактовых импульсов и ЦАП в цепи обрат­
ной связи. В преобразователях, работающих 
по методу поразрядного кодирования, исполь­
зуется один из следующих способов вы­
полнения операций сравнения: взвешивание 
или последовательное приближение. При 
методе поразрядного кодирования требуется п 
эталонов со значением от одного кванта 
до 2П_1 квантов, т. е. входное напряжение 
сравнивается с помощью одного компара­
тора с суммой эталонных напряжений, 
соответствующих весам разрядов, и происхо­
дит «приближение» к аналоговому входному 
сигналу его цифрового эквивалента с п 
двоичными разрядами.

Быстродействие АЦП с обратной связью 
(рис. 2.6) определяется быстродействием схе­
мы сравнения (компаратора напряжения) и 
ЦАП.

К АЦП, построенным по методу пря­
мого считывания, относятся параллельные 
(flash) и параллельно-последовательные типы 
преобразователей.

В преобразователях считывания (парал­
лельного типа) используются 2" -  1 эталонов 
(опорных напряжений) и входная величина 
сравнивается одновременно со всеми возмож­
ными уровнями квантования с помощью 
2" — 1 сравнивающих устройств (компара­
торов).

Преобразователи параллельного типа (с 
параллельным методом преобразования) об­
ладаю т потенциально самым высоким быст­
родействием из всех типов преобразователей, 
но схемотехнически они самые сложные,

Рис. 2.6. Структурная схема АЦП последо- Рис. 2.7. Структурная схема АЦП параллель- 
вательного приближения ного преобразования



для создания «-разрядного АЦП требуется 
2я — 1 одинаковых схем сравнения (компарато­
ров напряжения), т. е. для создания 6-разряд- 
ного АЦП требуются 63 компаратора, для 
8-разрядного — 255 компараторов и т. д. С 
увеличением разрешающей способности толь­
ко на 1 бит требуется удвоить число 
как компараторов, так и прецизионных 
резисторов.

Таким образом, наибольшее быстродей­
ствие имеют преобразователи, реализующие 
метод считывания, так как преобразование 
выполняется за один цикл (одна операция 
сравнения); наименьшим (худшим) быстро­
действием обладают преобразователи после­
довательного счета, так как необходимо 
2я _1 циклов (хотя и требуется один эталон) 
при максимальном значении входной вели­
чины.

Основными параметрами АЦП являются 
параметры, характеризующие статическую 
точность (разрешающая способность, нели­
нейность, температурная погрешность, моно­
тонность и др.), динамическую точность 
(время преобразования, частота преобразо­
вания, апертурное время и др.), внешние 
условия и режимы работы (напряжение 
источников питания; И О Н ; параметры 
входных сигналов; диапазон входного напря­
жения, максимальная частота входного 
напряжения; параметры выходных сигналов; 
тип цифрового кода на выходе; диапазон 
рабочих температур; ток или мощность 
потребления и др.). Аналого-цифровое пре­
образование является двухступенчатым про­
цессом, связанным с квантованием и коди­
рованием.

Аналого-цифровой преобразователь пре­
образует аналоговое напряжение на входе в 
«-разрядное цифровое слово (квантователем 
времени — в последовательность выборок, за­
даваемую тактовой частотой, и квантова­
телем уровня — в последовательность ко­
дов), т. е. непрерывный сигнал заменяется 
дискретными отсчетами; значение каждого 
отсчета выражается двичным цифровым ко­
дом. Функция преобразования описывается 
характеристикой преобразования (кодирова­
ния), т. е. графической зависимостью между 
непрерывным входным сигналом и дискрет­
ными значениями выходного сигнала (рис. 2.8). 
Погрешности преобразователя определяются 
по степени различия характеристик (пара­
метров) идеального и реального АЦП.

Погрешность АЦП состоит из двух 
составляющих: погрешности квантования по 
времени (динамическая погрешность) и по­
грешность одного отсчета (статическая по­
грешность). Динамическая погрешность оп-

О і/в  1/и З/в 11/2 5/в ЗА 17/в Доля Рт
Аналоговый вход \

I I
+1/2
/13Р

-J/2
ПЗР

Рис. 2.8. Характеристика преобразования 
АЦП

ределяется инерционностью элементов, вли­
яющих на длительность переходных процес­
сов, и скоростью изменения входного 
сигнала.

К погрешностям одного отсчета относят­
ся погрешность квантования по уровню — 
методическая погрешность, вызванная конеч­
ным значением шага квантования, и инстру­
ментальная погрешность (погрешность, вы­
званная неидельностью изготовления элемен­
тов, изменением параметров от времени и 
температуры, внешних условий, действия 
шумов и помех). В процессе квантования 
по уровню диапазон входного напряжения 
разбивается (квантуется) на 2я разрешенных 
дискретных уровней (квантов). При этом 
значение кванта

Я  =  ( ^ вх . ма к с  — ^ в х . м ин ) / ^  =  ^ ш к / 2  >

где « — число разрядов, определяющее число 
уровней, на которое разбивается входной 
сигнал; С/шк — диапазон изменения входного 
сигнала (шкала квантования), который опре­
деляется верхним (С^вх.макс) и нижним 
(Uвх.мин) значениями аналогового сигнала. 
В большинстве преобразователей исполь­
зуются однополярные положительные или 
Отрицательные диапазоны напряжений: от 
О до 5 В или от 0 до 10 В, а также 
двухполярные диапазоны напряжений: ±2,5; 
± 5  и ±  10 В.

Значение кванта (шаг квантования) харак­
теризует разрешающую способность преобра­
зователя по уровню или наименьшее при­
ращение (изменение) входного сигнала (по­



тенциально допустимую точность, предел 
разрешения, порог чувствительности), при ко­
тором вырабатывается выходной цифровой 
код или происходит смена цифрового кода. 
Это наименьшее изменение входного сигнала 
называется единицей младшего значащего 
разряда (1 МЗР).

Погрешность квантования по уровню (ее 
еще называют шумом квантования) является 
функцией числа разрядов: при увеличении 
числа разрядов в выходном коде она умень­
шается. Она выражается в процентах от 
полной шкалы, в частях МЗР или в 
милливольтах. Максимальная погрешность 
квантования равна q/ 2 или +1/2  МЗР 
(рис. 2.8). Например, в 15-разрядном АЦП 
сигнал квантуется по 32 768 уровням, т. е. 
преобразователь разобьет полную шкалу 
входного напряжения на 214 частей и его 
разрешающая способность равна 1 МЗР = 
= 1/16000, а погрешность квантования при 
этом равна 1/ 2 МЗР =  1/32000 (±0,0003%).

Для 12-разрядного АЦП, имеющего пол­
ную шк^лу (FSR -  Full Scale Range) 10 В, 
наименьшее изменение на входе, при котором 
вырабатывается выходной цифровой код, 
будет равно q = Ѵшк/  2 12 =  lOB/4096 = 
=  2,44 мВ, или 0,0244% полной шкалы.

Абсолютная погрешность преобразова­
ния SFS включает в себя погрешность 
квантования и инструментальные погреш­
ности (интегральную и дифференциальную 
нелинейность, погрешность усиления и 
смещения нуля). Например, считается, что 
точность 12-разрядного АЦП равна ± 1  МЗР, 
что эквивалентно ±0,0244% , что вдвое хуже 
погрешности квантования (0,0122%).

Интегральная нелинейность &L (еще ее 
называют относительной точностью или 
нелинейностью) показывает максимальное 
отклонение реальной передаточной функции 
от идеальной — прямой линии (рис. 2.9).

Дифференциальная нелинейность bLD — 
это фактическое отклонение (разность) раз­
меров ступеней квантования (единичных 
перепадов), представленных выходными 
цифровыми кодами, от идеального значения 
(рис. 2.10). Например, если один код соот­
ветствует 10 мВ входного напряжения, 
а другой смежный — 8 мВ, то bLD = 2 мВ; 
если bLD =  ±  Ѵ2 МЗР, то действительный 
размер кванта изменяется от Ѵг ДО 3/г МЗР 
при номинальном размере шага 1 МЗР. При 
большом значении bLD может быть пропуск 
одного и более кода на выходе.

Погрешность коэффициента передачи 
5кп или погрешность полной шкалы — это 
отклонение крутизны характеристики преоб­
разования от идеального значения (рис. 2.11).

Рис. 2.9. Нелинейность АЦП
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Рис. 2.10. Дифференциальная нелинейность 
АЦП

Погрешность смещения нуля 51Усм -  это 
значение входного напряжения, необходи­
мого для установления нулевого кода 
(рис. 2.12).

Погрешности Ьк и &исм могут кор­
ректироваться соответственно регулировкой 
усиления (эталонного напряжения) или внеш­
ним резистором. Они измеряются (как 
и 5^о) в процентах или частях МЗР.

В монотонных АЦП передаточная функ­
ция имеет такой характер, при котором 
исключается снижение выходного кода при 
нарастании входного напряжения (рис. 2.13).

Следует отметить, что старший знача­
щий разряд (СЗР) имеет вес (Ѵг) t/шю второй 
разряд -  (Ѵ^ІУщк и так далее до веса млад­
шего значащего разряда МЗР =  1_ИС/ШК. 
Составленное только из логических единиц 
цифровое число на выходе АЦП соответ­
ствует не полной входной аналоговой шкале,
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Рис. 2.11. Погрешность усиления АЦП

а значению (1 — 2Л) С/шк =  и шк — (1 МЗР +  
+ Ѵ2 МЗР), что показано в табл. 2.5 для 
АЦП от 2 до 20 разрядов для входных шкал 
10 и 10,24 В. Например, 10-разрядный АЦП 
с 10-вольтовой шкалой имеет вес 1 МЗР 
(размер кванта) 9,77 мВ и действительное 
значение шкалы с учетом погрешности 
1 МЗР равно примерно 9,99 В. У шкалы 
10,24 В значения 1 МЗР для определенных 
разрядов выражаются в целых числах или 
кратны 10 мВ. Для полной шкалы, равной 
5 В, надо разделить соответствующие числа 
шкалы 10 В на два.

Быстродействие АЦП характеризуется 
временем или частотой преобразования и 
тактовой частотой (максимальной частотой 
управления счетчиками). Время преобразова­
ния определяет интервал времени от момен­
та подачи входного аналогового сигнала до 
момента появления соответствующего выход­
ного кода, т. е. это время, необходимое для 
одного преобразования. Частота (скорость) 
преобразования характеризуется числом пре­
образований в секунду. Существует связь 
между скоростью преобразования и тактовой 
частотой в зависимости от типа АЦП. Ти­
пичное время преобразования двухтактных 
интегрирующих АЦП определяется форму­
лой гпр1 = 2  Тт и • 2”, где ТТ и — период колеба­
ний тактовых импульсов, 2” — число уровней 
квантования.

Например, для 12-разрядного АЦП при 
частоте тактовых импульсов / т.и = 1  МГц 
гпрі =  2*1 мкс • 4096 % 8,2 мс. Время преобра­
зования АЦП последовательного приближе­
ния определяется по формуле tnp2 = 2Тт Ии, 
тогда для 12-разрядного АЦП при / т и =  
=  1 МГц tnр2 =  12 мкс.

Время преобразования интегрирующих 
АЦП больше времени преобразования АЦП

Рис. 2.12. Погрешность смещения АЦП
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Рис. 2.13. Немонотонность АЦП

последовательного приближения с той же 
тактовой частотой, но интегрирующие АЦП 
дешевле, так как не требуется прецизионных 
элементов.

Аналоговые сигналы преобразуются в 
дискретную форму (в мгновенные значения 
или отсчеты), если частота преобразования 
(выдачи кода) превышает более чем в 2 раза 
максимальную частоту входного сигнала 
Ус.макс (например, если Ус.макс = 5 МГц, то 
необходим АЦП с частотой преобразования 
Упр ^  10 МГц).

Зависимость (дрейф) параметров АЦП 
от температуры (так же как и для ЦАП) 
определяется температурными коэффициен­
тами а Кп, ctbfSy ölUCM. Дрейф усиления (Gain 
Temperature Coefficient или Gain ТС) опреде­
ляет стабильность передаточной функции при 
максимальном входном напряжении и выра­
жается, как и дрейф И О Н , дифференциальной 
и интегральной нелинейностями (линейностя­
ми) в долях 10_6/°С (ррт/°С).

Помимо прямых двоичных кодов в пре­
образователях используются и другие коды: 
смещенный двоичный, с дополнением до двух, 
двоично-десятичный (BCD), а также их ва­



Т а б л и ц а  2.5. Значения 1 МЗР и действительные значения £/шк для АЦП

Число
разрядов

Для входной шкалы 10 В Для входной шкалы 10,24 В

Значения 
1 МЗР

Значения 
^шк —

1 МЗР, В
Значения 
1/2 МЗР

Значения 
^шк —

3/2 МЗР, В
Значения 

1 МЗР

Значения 
^шк —

1 МЗР, В
Значения 
1/2 МЗР

Значения 
^шк —

3/2 МЗР, В

2 2,5 В 7,5 1,25 В 6,25 2,56 В 7,68 1,28 В 6,4
3 1,25 В 8,75 625 мВ 8,13 1,28 В 8,96 640 мВ 8,32
4 625 мВ 9,38 312 мВ 9,07 640 мВ 9,60 320 мВ 9,28
5 312 мВ 9,69 156 мВ 9,53 320 мВ 9,92 160 мВ 9,76
6 156 мВ 9,84 78,1 мВ 9,76 160 мВ 10,08 80 мВ 10
7 78,1 мВ 9,92 39,1 мВ 9,88 80 мВ 10,16 40 мВ 10,12
8 39,1 мВ 9,961 19,5 мВ 9,941 40 мВ 10,20 20 мВ 10,18
9 19,5 мВ 9,980 9,77 мВ 9,97 20 мВ 10,22 10 мВ 10,21

10 9,77 мВ 9,99 4,88 мВ 9,985 10 мВ 10,23 5 мВ 10,225
11 4,88 мВ 9,9951 2,44 мВ 9,9927 5 мВ 10,235 2,5 мВ 10,232
12 2,44 мВ 9,9976 1,22 мВ 9,9964 2,5 мВ 10,2375 1,25 мВ 10,2362
13 1,22 мВ 9,9988 610 мкВ 9,9982 1,25 мВ 10,2388 625 мкВ 10,2382
14 610 мкВ 9,9994 305 мкВ 9,9991 625 мкВ 10,2394 312 мкВ 10,2391
15 305 мкВ 9,9997 153 мкВ 9,99955 312 мкВ 10,23969 156 мкВ 10,23953
16 153 мкВ 9,99985 76 мкВ 9,99977 156 мкВ 10,23984 78,1 мкВ 10,23976
17 76 мкВ 9,99992 38 мкВ 9,99988 78,1 мкВ 10,23992 39,1 мкВ 10,23988
18 38 мкВ 9,999962 19 мкВ 9,999943 39,1 мкВ 10,239961 19,5 мкВ 10,239941
19 19 мкВ 9,999981 9,5 мкВ 9,999971 19,5 мкВ 10,239980 9,77 мкВ 10,2397
20 9,5 мкВ 9,99999 4,8 мкВ 9,999985 9,77 мкВ 10,23999 4,88 мкВ 10,239985

точники тока, термоэлектрические преобра­
зователи, фотоэлектрические элементы и др.).

Вторичные источники электропитания 
(ВИП) включаются в канал передачи энер­
гии от первичного источника питания к 
нагрузке и преобразовывают электрическую 
энергию переменного или постоянного тока 
из одного вида в другой (выпрямители, 
инверторы, конвертеры, умножители напря­
жения и др.). Напряжение первичных источ­
ников питания никогда не остается постоян­
ным и может меняться в широких пределах 
(медленно или скачкообразно). Поэтому к 
распространенной системе ВИП, состоящей 
из источника переменного напряжения и 
выпрямителя и служащей для преобразова­
ния переменного напряжения в постоянное, 
подключаются стабилизаторы напряжения 
(СН).

По способу стабилизации различают 
схемы стабилизаторов напряжения непрерыв­
ного действия и импульсные (ключевые) СН, 
а по методу стабилизации — параметриче­
ские (нелинейные ограничители значений 
стабилизируемого параметра) и компен­
сационные.

Компенсационные СН с непрерывным 
регулированием (непрерывного действия) — 
это фактически система автоматического 
регулирования, которая поддерживает с за­
данной точностью (допустимыми колебания­
ми) постоянным выходное напряжение или

рианты. Каждый код имеет свои особенности. 
Например, кодирование с дополнением до 
двух используется для арифметическо-логи- 
ческих операций; смещенный двоичный код — 
для двухполярных аналоговых измерений.

Двоично-десятичные коды используются 
в АЦП интегрирующего типа, применяемых 
при сопряжении цифровых дисплеев (в циф­
ровых измерительных приборах, мультимет­
рах и других устройствах с десятичными 
дисплеями). Здесь для представления каждо­
го десятичного числа используются 4 бита 
и 1 МЗР =  t/uiK/10d, где и шк — значение 
диапазона полной шкалы, d — число десятич­
ных разрядов (чисел). Например, при d =  3 
и и шк =  10 В 1 МЗР =  10 мВ.

Электрические параметры монолитных 
АЦП приведены в табл. 2.6.

2.4. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ 

ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Все источники электропитания подразде­
ляются на два класса: первичного и вторич­
ного питания. Источники первичного пита­
ния преобразуют различные виды неэлектри­
ческой энергии в электрическую (электро­
магнитные генераторы, электрохимические ис­



Т а б л и ц а  2.6. Электрические параметры

Тип
Число

двоичных
(десятичных*)

разрядов

6/я , МЗР, 
%*, бит**, 
(ед. счета)

bps, ъ*ѵ  
МЗР, %**
(ед. счета)

а Ап, ctb*FS, 

10"6 1/°C
Ррас» Лют» мВт; 

Іп> мА

AD570JD 8 8** < ± 1/2* 176* 0,8 <25*

AD570JN 8 8** < + 1/2 176* 0,8 <25*
AD570SD 8 8** < +  1/2 80* 0,8 <25*
AD571JD 10 < ±  1 88* 0,8 <40*
AD571JN 10 9** < +  1 88* 0,8 <40*
AD571KD 10 10** < + 1/2 44* 0,8 <40*
AD571KN 10 10** < + 1/2 44* 0,8 <40*
AD571SD 10 10** < ± 1 50* 0,8 <40*
AD573JD 10 9** < + 1 88* 0,8 < 40*

AD573JN 10 9** < +  1 88* 0,8 < 40*
AD573KD 10 10** < + 1/2 44* 0,8 <40*
AD573KN 10 10** < + 1/2 44* 0,8 <40*
AD573SD 10 10** < + 1 50* 0,8 <40*
AD575JD 10 9** < ± 1 0,8 <40*

AD575JN 10 9** < + 1 0,8 < 40*
AD575KD 10 10** < + 1/2 — 0,8 <40*
AD575KN 10 10** < + 1/2 — 0,8 < 40*
AD673JD 8 8** < ± 1/2 176* 0,8 <40*

AD673JN 8 8** < +  1 176* 0,8 <40*
AD673SD 8 8** < + 1 80* 0,8 < 40*
AD5010KD 6 — < 1/4 — — —
AD6020KD 6 — < 1/4 — — 450
AD7550BD 13 — < ± 1 1 1 —

AD7552KN 12 < + 1 1 1 _
AD7570J 8 < 1 < ± 1/2 < 10 1

AD7570L 10 < 1 < ± 1/2 < 10 1 _

AD7574AD 8 < +  7/8 < + 3/4 _ 0,45 30
AD7574BD 8 < + 3 /4 < +  1/2 — 0,45 30
AD7574JN 8 < +  7/8 +  3/4 — 0,67 30
AD7574KN 8 < +  3/4 +  1/2 — 0,67 30
AD7574SD 8 < ± 7 /8 +  3/4 — 0,45 30
AD7574TD 8 < + 3/4 + 1/2 — 0,45 30
AD7581AD 8 < ± 1 7 / 8 + 1 3/4 1



аналого-цифровых преобразователей

/пр, мкс;
/З р . я * .

МГц, (мкс/кан)
^И.П» 0

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

< 4 0 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И 2Л DIP-18 Последова­
тельного при­
ближения, ав­
тономный

< 4 0 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И 2Л DIP-18 То же
< 40 4-7; -1 6 ,5 ТТЛ И 2Л D IP -18 » »
< 40 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ, КМОП И 2Л DIP-18 » »
< 4 0 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ, КМОП И 2Л DIP-18 » »
< 4 0 +  16,5 ТТЛ, КМОП И 2Л DIP-18 » »
< 4 0 +  16,5 ТТЛ, КМОП И2Л DIP-18 » »
< 4 0 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ, КМОП И 2Л DIP-18 » »
< 2 0 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И 2Л DIP-20 Последова­

тельного при­
ближения, со­
вместимый с 
МП

< 20 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И 2Л DIP-20 То же
< 2 0 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И 2Л DIP-20 » »
< 2 0 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И 2Л DIP-20 » »
< 20 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И2Л DIP-20 » »
<  20 4-5; -1 5 И2Л DIP-14 Последо­

вательного 
приближения с 
последователь­
ным выходом, 
функциональ­
но полный

< 2 0 +  5; - 1 5 ТТЛ И 2Л DIP-14 То же
< 20 +  5; - 1 5 ТТЛ И2Л DIP-14 » »
< 20 4-5; - 1 5 ТТЛ И 2Л D IP -14 » »
< 30 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И 2Л DIP-20 Последова­

тельного при­
ближения, 

совместимый 
с МП

< 30 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И2Л DIP-20 То же
< 30 +  7; -1 6 ,5 ТТЛ И 2Л DIP-20 » »
0,01
0,02

4-5; - 5 ,2  
+  5; - 5 ,2

э с л
э с л

Биполярная
»

DIP-16 Параллельный
»

4 0 -103 +  5; ± 12 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-40 Интегрирую­
щий, совмести­
мый с МП

160 10^ 4-5; + 12 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-40 То же
< 4 0 +  5; 4-15 ТТЛ, КМОП, 

ДТЛ
КМОП DIP-28 Последова­

тельного при­
ближения, со­
вместимый с 
МП

< 120 4-5; +15 ТТЛ, КМОП, 
ДТЛ

КМОП DIP-28 То же

15 +  5 — КМОП DIP-18 » »
15 +  5 — КМОП DIP-18 » »
15 +  5 — КМОП DIP-18 » »
15 +  5 — КМОП DIP-18 » »
15 +  5 — КМОП DIP-18 » »
15 +  5 — КМОП DIP-18 » »

(80) +  5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-28 8-канальный, 
совместимый 
с МП



Тип
Число

двоичных
(десятичных*)

разрядов

bLD, МЗР, 
%♦ бит**,
(ед. счета)

МЗР, %** 
(ед. счета)

аКп, ub*FS,

Ю“ 6 1 /°с
Ррас» Рпот* мВт; 

/*, мА

AD7581BD 8 < + 7/8 +  3/4 _ 1 _
AD7581CD 8 < + 3 /4 +  1/2 — 1 —
AD7581JN 8 < +  17/8 +  1 7/8 — 1,2 —
AD7581KN 8 < + 7 /8 + 3/4 — 1,2 —
AD7581LN 8 < + 3 /4 +  1/2 — 1,2 —
AD7583KN 8 ( < ± 1) ( < ± 1) — 1 < 20*

AD9000JD 6 0,75* о V * *
ADC0800PCD 8 < ±  1/2 < +  1 <0,01** — <20*

ADC0800PD 8 < ± 1/2 < +  1 <0,01** <20*
ADC0801LCD 8 < ±  1/4 0,875 < 1,8*

ADC0801LCN 8 < +  1/4 0,875 < 1,8*
ADC0801LD 8 — < +  1/4 — 0,875 < 1,8*
ADC0802LCD 8 — < +  1/4 — 0,875 < 1,8*
ADC0802LCN 8 — < + 1/2 — 0,875 < 1,8*
ADC0802LD 8 — < + 1/2 — 0,875 < 1,8*
ADC0803LCD 8 — < + 1/2 — 0,875 < 1,8*
ADC0803LCN 8 — < + 1/2 — 0,875 < 1,8*
ADC0804LCD 8 — < ±  1 — 0,875 <2,5*
ADC0804LCN 8 — < +  1 — 0,875 <2,5*
ADC0805LCN 8 — < +  1 — 0,875 < 1,8*
ADC0808CCJ 8 < ± 1/2 0,875 15

ADC0808CCN 8 < + 1/2 0,875 15
ADC0808CJ 8 — < + 1/2 — 0,875 15
ADC0809CCN 8 — < +  1 — 0,875 15
ADC0816CCJ 8 < ± 1/2 0,875 15

ADC0816CCN 8 < ± 1/2 0,875 15
ADC0816CJ 8 — < + 1 /2 — 0,875 15
ADC0817CCN 8 — < ±  1 — 0,875 15
ADC-EK8BC 8 + 1/2 — + 75 — —
ADC-EK10B 10 + 1/2 — +  75 — —
ADC-EK12B 3,5* +  1/2 — + 75 — —
ADC-EK12DC 3,5* 0,025* — + 75 — —
ADC-EK12DR 3,5* 0,025* — +  75 — —
ADC-ET8BC 8 + 1/2 - +  75 - -
ADC-ET10BC 10 + 1/2 — +  75 — —
ADC-ET12BC 12 + 1/2 — +  75 — —
ADC-ET12BM 12 + 1/2 — +  75 — —



Продолжение табл. 2.6

/пр, мкс;
л Р. л * .

МГц, (мкс/кан)
И̂.П» В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

(80) +  5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-28 To же
(80) +  5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-28 » »
(80) +  5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-28 » »
(80) +  5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-28 » »

1,28** +  (5 -1 5 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-40 9-канальный
интегрирую­
щий

> 50* + 2 э с л Биполярная DIP-16 Параллельный
> 0,05** +  5; - 1 2 ТТЛ /7-МОП DIP-18 Последова­

тельного при­
ближения

> 0,1** +  5; - 1 2 ТТЛ р-МОП D IP -18 То же
< 114 +  5 КМ ОП, ТТЛ Биполярная DIP-20 Последова­

тельного при­
ближения, со­
вместимый с 
МП

< 114 +  5 КМ ОП, ТТЛ » DIP-20 То же
^  114 +  5 КМ ОП, ТТЛ » DIP-20 » »
< 114 +  5 КМ ОП, ТТЛ » DIP-20 » »
< 114 +  5 КМ ОП, ТТЛ » DIP-20 » »
< 114 +  5 КМ ОП, ТТЛ » DIP-20 » »
< 114 +  5 КМ ОП, ТТЛ » DIP-20 » »
< 114 +  5 КМОП, ТТЛ » DIP-20 » »
< 114 +  5 КМ ОП, ТТЛ » DIP-20 » »
^  114 +  5 КМ ОП, ТТЛ » DIP-20 » »
< 114 +  5 КМ ОП, ТТЛ » DIP-20 » »
< 116 +  5 ТТЛ КМОП DIP-28 Последова­

тельного при­
ближения, со­
вместимый с 
МП, с 8-ка- 
нальным 
мультиплексо­
ром

< 116 +  5 ТТЛ КМОП DIP-28 То же
< 116 +  5 ТТЛ КМОП DIP-28 » »
^  116 +  5 ТТЛ КМОП DIP-28 » »
^  116 +  5 ТТЛ КМОП DIP-40 Последова­

тельного при­
ближения, со­
вместимый с 
МП, с 16-ка­
нальным 
мультиплексо­
ром

< 116 +  5 ТТЛ КМОП DIP-40 То же
< 116 +  5 ТТЛ КМОП DIP-40 » »
< 116 +  5 ТТЛ КМОП DIP-40 » »

< 1,8-103 + 5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-24 —

< 6-103 + 5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-24 —

< 24 103 + 5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-24 —
< 12-103 + 5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-24 —

< 12-103 + 5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-24 —

< 1,8-103 + 5 — КМОП DIP-24 —

^  6-103 ± 5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-24 —

< 24-103 + 5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-24 —

< 24-103 ± 5 КМ ОП, ТТЛ КМОП DIP-24
"



Тип

Число
двоичных

(десятичных*)
разрядов

bLD, МЗР, 
%*, бит**, 
(ед. счета)

ft FS-
МЗР, %**
(ед. счета)

а К1Л, а б ^ ,  

10"6 1/°С
Ррас’

Рпот, мВт; 
/*, мА

H I5172-2 12 < ± 1/2 < ± 1/2* < ± 2 0 2 -

HI5172-5 12 < + 1/2 < +  1/2* < + 2 0 2
H I5172-7 12 < +  1/2 <  + 1/2* <  + 2 0 2 —
Н15172-8 12 < +  1/2 < +  1/2* < + 20 2 —
HI5172A-2 12 < + 1/2 < + 1/2* < + 10 2 —
HI5172A-5 12 < + 1/2 < + 1/2* < + 10 2 —
HI5172A-7 12 < + 1/2 < + 1/2* < + 10 2 —
Н15172А-8 12 < ± 1/2 < + 1/2* < ± 10 2 —
ICL7101 11 — 0,5** — — —
ICL7103A 14 — — — — —
ICL7106CDL 3,5* «  о < 5* 1 10

ICL7106CJL 3,5* ( «  о < 5* 1 10
ICL7106CPL 3,5* ( «  о — < 5* 0,8 10
ICL7107CDL 3,5* ( « и < 5* 1 10

ICL7107CJL 3,5* ( <  о < 5* 1 10
ICL7107CPL 3,5* ( «  о — < 5* 0,8 10
ICL7109CPL 12 (1) < 5* 0,5

■

ICL7109IDL 12 ( о <5* 1
ICL7109IJL 12 ( о — <5* 1 —
ICL7109MDL 12 ( о — <5* 1 —
ICL7115JCJL 14 1/2 <0,01** < 4 60

ICL7115JIJL 14 1/2 <0,01** < 4 60
ICL7115KCJL 14 1/2 <0,006** < 4 — 60
ICL7115KIJL 14 1/2 <0,006** < 4 — 60
ICL7115LCJL 14 1/2 <0,003** < 4 — 60
ICL7115LIJL 14 1/2 <0,003** < 4 — 60
ICL7116CDL 3,5* «  ± 1) <5* 1 10

ICL7116CJL 3,5* ( «  ± 0 <5* 1 10
ICL7116CPL 3,5* (<  ±1) — <5* 0,8 10
ICL7117CDL 3,5* (<  ±1) - <5* 1 10

ICL7117CJL 3,5* (<  ± 1) - <5* 1 10

ICL7117CPL 3,5* (<  ± 1) - <5* 0,8 10

ICL7126CDL 3,5* (<  ± 1) < 5 1 1



Продолжение табл. 2.6

^пр’ мкс;
/Г,р. л * .

МГц, (мкс/кан)
*/и.п. В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

< 10 ± 15; + 5 ТТЛ, КМОП DIP-40 Последова­
тельного при­
ближения, со­
вместимый 
с МП

< 10 +  15; + 5 ТТЛ, КМОП — DIP-40 То же
< 10 ± 1 5 ;  + 5 ТТЛ, КМОП — D1P-40 » »
< 10 +  15; + 5 ТТЛ, КМОП — DIP-40 » »
<  10 +  15; + 5 ТТЛ, КМОП — DIP-40 » »
<  10 + 15; + 5 ТТЛ, КМОП — DIP-40 » »
< 10 +  15; + 5 ТТЛ, КМОП — DIP-40 » »
< 10 +  15; + 5 ТТЛ, КМОП — DIP-40 » »

30 103 +  5;  + 1 5 — Биполярная — —
30 103 +  5 — р- МОП — —
60 103 +  15 КМОП DIP-40 Для Ж КИ, с 

ИОН, с гене­
ратором так­
товых импуль­
сов

60.103 +  15 — КМОП DIP-40 То же
60-103 +  15 — КМОП DIP-40 » »
60-103 +  6; - 9 КМОП DIP-40 Для СИД, с 

ИОН, с генера­
тором такто­
вых импульсов

60-103 +  6; - 9 — КМОП DIP-40 То же
60-103 +  6; - 9 — КМОП DIP-40 » »
30 -103 +  6,2; - 9 ТТЛ КМОП DIP-40 Двойного ин­

тегрирования 
совместимый 
с МП

30-103 +  6,2; - 9 ТТЛ КМОП DIP-40 То же
30 103 +  6,2; - 9 ТТЛ КМОП DIP-40 » »
30-103 +  6,2; - 9 ТТЛ КМОП DIP-40 » »

< 40 ± 5 КМОП DIP-40 Последова­
тельного при­
ближения с 
ППЗУ

< 40 + 5 — КМОП DIP-40 То же
< 40 + 5 — КМОП DIP-40 » »
< 40 + 5 — КМОП DIP-40 » »
< 40 + 5 — КМОП DIP-40 » »
< 40 + 5 — КМОП DIP-40 » »

66-103 +  9 КМОП DIP-40 Для Ж КИ , с 
ИОН, с генера­
тором такто­
вых импульсов

66-103 +  9 — КМОП DIP-40 То же
66-103 +  9 — КМОП DIP-40 » »
66-103 ± 5 ТТЛ, ДТЛ, 

КМОП
КМОП DIP-40 Для СИД

66-103 ± 5 ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-40 То же

66 -103 ± 5 ТТЛ, ДТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-40 » »

250.103 +  9 КМОП DIP-40 Для Ж КИ , с 
ИОН, с генера­
тором такто­
вых импульсов



Тип
Число

двоичных
(десятичных*)

разрядов

bL D , МЗР, 
%*, бит**, 
(ед. счета)

МЗР, %** 
(ед. счета)

аАп, а5до 

10~6 1/°С
Ррас» Вт Рпог, мВт; 

/*, мА

ICL7126CJL 3,5* ± 0 _ < 5 1 1
ICL7126CPL 3,5* ± 1) — < 5 0,8 1
ICL7129 4,5* ( ± і ) — — < 1*
ICL7135CJI 4,5* <0,01* ( ± і ) < 5 1 —

ICL7135CPI 4,5* <0,01* (±  о < 5 0,8 _
ICL7136CDL 3,5* — ( ± і ) < 5* 1 1

ICL7136CJL 3,5* (±  и < 5* 1 1
ICL7136CPL 3,5* — ( ± і ) < 5* 0,8 1
MC10315L 7 + 0,1* + 0,16** — 2,8 —
MC10317L 7 ±0,1* + 0,16** — 2,8 —
MC14433L 3,5* - (± 1 ) - - < 2*

МС14433Р 3,5* _ (±  1) _ _ < 2*
MP7138JN 3,5* — «  ± 0,05** — — 10

MP7550BD 13 - < ± 0 ,5 1 1 -

MP7570JD 8 < 1 < + 1/2 < 10* 1 -

MP7570LD 10 < ±  1/2 < ± 1/2

*оV
/ 1 _

MP7574AD 8 < + 7 /8 < + 3 /4 _ 0,45 30
MP7574BD 8 < + 3/4 < + 1/2 — 0,45 30
MP7574JN 8 < + 7/8 < + 3/4 — 0,67 30
MP7574KN 8 < + 3 /4 < ± 1/2 — 0,67 30
MP7574SD 8 < + 7/8 < + 3/4 — 0,45 30
MP7574TD 8 < + 3/4 < + 1/2 — 0,45 30
MP7581AD 8 < ± 1 7 / 8 < ± 1 7 / 8 1

MP7581BD 8 < + 7/8 < + 3 /4 1
MP7581CD 8 < + 3 /4 < + 1/2 — 1 —
MP7581JN 8 < + 17/8 < ± 1 7 / 8 — 1,2 —
MP7581KN 8 < + 7 /8 < + 3/4 — 1,2 —
MP7581LN 8 < + 3 /4 < + 1/2 — 1,2 —
MP7581SD 8 < + 17/8 < ± 1 7 / 8 — 1 —
MP7581TD 8 < + 7 /8 < + 3/4 — 1 —
MP7581UD 8 < ±  3/4 < + 1/2 — 1 —
MP7682XAD 6 < + 1 < + 1* — — 200
MP7682XBD 6 < + 1/2 < + 1/2* — — 200
MP7682XCD 6 < + 1/4 < + 1/4* — — 200
MP7682XJN 6 < + 1 < + 1* — _ 200
MP7682XKN 6 < + 1/2 < + 1/2* — — 200
MP7682XLN 6 < + 1/4 < + 1/4* — — 200
MP7682XSD 6 < + 1 < + 1* — _ 200
MP7682XTD 6 < + 1/2 < + 1/2* — — 200
MP7682XUD 6 < ±  1/4 < + 1/4* — — 200
MP7682YAD 6 < + 1 < + 1* — - 200



Продолжение табл. 2.6

tnpi мкс;
/ V  Z f -

МГц, (мкс/кан)
Ѵи.ѵ В

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

250-103 +  9 _ КМОП DIP-40 To же
250-103 +  9 — КМОП DIP-40 » »
500 10^ +  9 — КМОП DIP-40 Для Ж КИ
133-103 +  6; - 9 ТТЛ КМОП DIP-28 Для Ж КИ, 

прецизионный
133-103 +  6; - 9 ТТЛ КМОП DIP-28 То же
250-103 +  9 КМОП DIP Для Ж КИ, ма­

ломощный, 
с ИОН

250-103 +  9 — КМОП D IP То же
250-103 +  9 — КМОП D IP » »
> 14,5* 
0,033

+  5; - 5 ,2 э с л
э с л

Биполярная
»

DIP-24
DIP-24

Параллельный
»

40-103 ± (4 ,5 -8 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-24 Для Ж КИ и 
СИД

40-103 ± (4 ,5 -8 ) ТТЛ, КМОП КМОП DIP-24 То же
0,06** ± 5 ТТЛ КМОП DIP-28 Для Ж КИ, 

двойного ин­
тегрирования

40-103 ± 5 ; ±12 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-40 Интегрирую­
щий, совмести­
мый с МП

< 40 +  5; +15 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 Последова­
тельного при­
ближения, со­
вместимый с 
МП

/А К) о +  5; +15 ДТЛ, ТТЛ, 
КМОП

КМОП DIP-28 То же

15 +  5 — КМОП DIP-18 » »
15 +  5 — КМОП D IP -18 » »
15 +  5 — КМОП D IP -18 » »
15 +  5 — КМОП DIP-18 » »
15 +  5 — КМОП D IP -18 » »
15 +  15 — КМОП D IP -18 » »

1,6** +  5 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 8-канальный, 
последова­
тельного при­
ближения, со­
вместимый с 
МП

1,6** +  5 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 То же
1,6** +  5 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
1,6** +  5 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
1,6** +  5 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
1,6** +  5 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
1,6** +  5 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
1,6** +  5 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
1,6** +  5 ТТЛ, КМОП КМОП DIP-28 » »
0,066 + ( 3 - 8 ) — КМОП D IP -18 Параллельный
0,066 +  ( 3 - 8 ) — КМОП DIP-18 »
0,066 +  (3 - 8 ) — КМОП DIP-18 »
0,066 + (3 - 8 ) — КМОП D IP -18 »
0,066 +  (3 - 8 ) — КМОП DIP-18 »
0,066 +  (3 - 8 ) — КМОП D IP -18 »
0,066 +  (3 - 8 ) — КМОП DIP-18 »
0,066 +  (3 - 8 ) — КМОП DIP-18 »
0,066 + (3 - 8 ) — КМОП D IP -18 »
0,04 +  (3 - 8 ) — КМОП D IP -18 »



Тип
Число

двоичных
(десятичных*)

разрядов

6LZ), МЗР, 
%*, бит**, 
(ед. счета)

МЗР, %** 
(ед. счета) 10"6 1/°С

Ррас» Р ПОТ’ М̂ Т’
/*, мА

MP7682YBD 6 < + 1/2 < + 1/2* _ _ 200
MP7682YJN 6 < + 1 < + 1* — — 200
MP7682YKN 6 < + 1/2 < + 1/2* — — 200
MP7682ZJN 6 < ± 1 < + 1* — — 200
MP7683XAD 8 < + 1 < + 1* — — 75
MP7683XBD 8 < + 1/2 < + 1/2* — — 75
MP7683XCD 8 < + 1/4 < + 1/4* — — 75
MP7683XJN 8 < + 1 < + 1* — — 75
MP7683XKN 8 < + 1/2 < + 1/2* — — 75
MP7683XLN 8 < + 1/4 < + 1/4* — — 75
MP7683XSD 8 < + 1 < + 1 — — 75
MP7683XTD 8 < + 1/2 < + 1/2* — — 75
MP7683XUD 8 < + 1/4 < + 1/4* — — 75
MP7683YJN 8 < + 1 < + 1* — — 75
MP7684JD 8 < ± 0,4* < ± 0,4** — — < 300

MP7684KD 8 < + 0,2* < + 0,2** < 300
MP7684LD 8 < + 0,4* < + 0,4** — — < 300
MP7684QD 8 < + 0,2* < + 0,2** - - < 300
MP7684SD 8 < + 0,4* < + 0,4** — — < 300
MP7684TD 8 < + 0,2* < + 0,2** — — < 300
MP7684UD 8 < + 0,4* < + 0,4** — — < 300
MP7684VD 8 < ± 0,2* < + 0,2** — — <300
SDA5010 6 — + 1/4 — — 450
SDA6020 6 — + 1/4 — — 450
SDA8010 8 — 1/2 — — 1300
TDC1001J8 8 < 0,2* < ± 0,2* 10 0,6 <40*

TDC1002J8 8 <0,2* < + 0,2* 10 0,6

*оV/

TDC1007J1N 8 <0,3* < + 0,3* < + 50** 2,6 2000
TDC1014J 6 <0,4* <0,4* < + 100** 1 750
TDC1019J1C 9 < +0,15* < + 0,3* <20** 3,9 < 700*
TDC1019IJIC 9 < +0,15* < + 0,3* < 20** 3,9
TDC1021J9C 4 < 1,6* < + 1,6* < + 100** 0,3 <60*
TDC1025C1C 8 <0,3* < +0,3* < 80** 4,5 < 700*
TDC1027J7C 7 1/2 < + 0,4* < + 40** 1,8 <40*
TDC1029J7C 6 1/2 < + 0,8* < + 35** 1,6 < 375
TDC1048J6C 8 1/2 < + 0,2* < + 2 0 1,4 < 35
ТР4143 8 < ± 1/2 < ± 1/2 < ±  75** 0,5 20

ТР4144 10 < + 1/2 < + 1/2 < + 75 0,5 20
ТР4145 12 < + 1/2 < + 1/2 < + 75** 0,5 20
ТР4146 3,5* < + 1/2 < + 1/2 < + 75** 0,5 20
TSC8700CJ 8 < + 1/2 < + 1/2 < + 75** 0,5 20
TSC8700CL 8 < + 1/2 < + 1/2 < +  75** 0,5 20
TSC8701CJ 10 < +  1/2 < +  1/2 < + 75** 0,5 20
TSC8701CL 10 < +  1/2 < + 1/2 < +  75** 0,5 20
TSC8702CN 12 < ± 1/2 < +  1/2 < +  75** 0,5 20
TSC8703BL 8 — < ± 1/2 ± 75 0,5 20

TSC8703CL 8 _ < + 1/2 + 75 0,5 20
TSC8703CJ 8 — < + 1/2 + 75 0,5 20
TSC8704BL 10 — < + 1/2 + 75 0,5 20
TSC8704CL 10 — < + 1/2 + 75 0,5 20
TSC8704CJ 10 — < + 1/2 + 75 0,5 20
TSC8705BN 12 — < + 1/2 + 80 0,5 20
TSC8705CJ 12 - < + 1/2 + 75 0,5 20



Продолжение табл. 2.6

/„р, мкс;
f *  / * *г пр’ J т ’

МГц, (мкс/кан)

Совместимость 
с логическими

имс
Технология Корпус Дополнительные 

сведения

0,04
0,04
0,04
0,033
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
<0,1

<0,1 
<0,05 
<0,05 
<0,1 
<0,1 
<0,05 
<0,05 
> 100*
> 50*
> 100* 
< 0 ,4

< 1
> 20*

>  2 5 *
>  1 5 *
^  1 8 *
>  2 5 *
^  5 0 * *
>  1 8 * *
> 100**

> 20*
< 1,8-103

< 6 - 1 0 3
< 2 4 - 1 0 3
<  1 2 - 1 0 3
<  1 , 8 - 1 0 3
<  1 , 8 - 1 0 3  

< 6 - 1 0 3  
< 6 - 1 0 3  

< 2 4 - 1 0 3
<  1 , 8 - 1 0 3

<  1 , 8 - 1 0 3
<  1 , 8 - 1 0 3  

< 6 - 1 0 3  
< 6 - 1 0 3  
< 6 - 1 0 3  

< 2 4 - 1 0 3  
< 2 4 - 1 0 3

+  ( 3 - 8  
+  ( 3 - 8  
+  ( 3 -  
+  ( 3 -  
+  ( 3 - 8  
+  ( 3 - 8  
+  ( 3 - 8  
+  ( 3 - 8  
+  ( 3 - 8  
+  ( 3 - 8  
+  ( 3 - 8  
+  ( 3 - 8  
+  ( 3 - 8  
+  (3 —  8 
+  (3- '

+  (3 -S  
+  (3 -8  
+  (3 -8  
+  (3 -8  
+  (3 - 8  
+  (3 - 8  
+  (3 -8  
+  5; - 5 ,2  
+  5; - 5 ,2  
± 6  
+ 5

± 5
+  5; - 6  
+  5; - 6  
-5 ,2  
-5 ,2  
+  5; - 6  
-5 ,2
+  5; - 5 ,2  
-5 ,2
+  5; - 5 ,2  
± 5

± 5  
± 5  
± 5  
± 5  
± 5 
± 5  
± 5  
± 5  
+ 5

± 5  
± 5 
+ 5 
± 5 
± 5 
± 5  
± 5

ЭСЛ
ЭСЛ
ЭСЛ
ТТЛ

ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ЭСЛ
ЭСЛ
ТТЛ
ЭСЛ
ТТЛ
ЭСЛ
ТТЛ
КМ ОП,

КМОП,
КМ ОП,
КМ ОП,
КМ ОП,
КМ ОП,
КМ ОП,
КМ ОП,
КМ ОП,
ТТЛ

ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ

ТТЛ

ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ
ТТЛ

КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП

КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
Биполярная

»
>>
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

КМОП

КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП

КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП
КМОП

D IP -18 
D IP -18 
D IP -18 
DIP-18 
DIP-24 
DIP-24 
DIP-24 
DIP-24 
DIP-24 
DIP-24 
DIP-24 
DIP-24 
DIP-24 
DIP-24 
DIP-28

DIP-28 
DIP-28 
DIP-28 
DIP-28 
DIP-28 
DIP-28 
DIP-28 
D IP -16 
DIP-16 
DIP-24 
D IP -18

DIP-18
DIP-64
DIP-24
DIP-64
DIP-64
DIP-16
LCC-68
DIP-24
DIP-24
DIP-28
DIP-24

DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24

DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24
DIP-24

Параллельный
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Параллель­
ный, совмести­
мый с МП 
То же
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Параллельный

Последова­
тельного при­
ближения 
То же
Параллельный

»
»
»
»
»
»
»
»

С выходом на 
3 состояния 
То же
» »

Для Ж КИ 
Нет ИОН 
То же
» »
» »
» »

Совместимый 
с МП 
То же
»
»
»
»
»
»



Тип
Число

двоичных
(десятичных*)

разрядов

bLD, МЗР, 
%*, бит** 
(ед. счета)

Sfs , Ч ,  
м зп , %**
(ед. счета)

а Кп, а 

10"6 1/°С
Ррас, Лют, мВт; 

/*п, мА

TSC8750BN 3,5* + 1/2 < + 0,025** + 75 _ _
TSC8750CJ 3,5* + 1/2 < + 0,025** + 75 — —
TSC8750CN 3,5* + 1/2 < + 0,025** + 75 — —
ZN427E-8 8 ± 1/2 < ±  1/2 2,5* 125

ZN427J-8 8 + 1/2 < + 1/2 2,5* 125
ZN432BJ-8 8 ± 1/2 ± 0,2** 20

'

ZN432CJ-8 8 + 1/2 + 0,2** 20
ZN432J-8 8 + 1/2 + 0,2** 20 — —

ZN432BJ-9 9 + 1/2 + 0,1** 15 - -
ZN432CJ-9 9 + 1/2 + 0,1** 15 — —
ZN432J-9 9 + 1/2 + 0,1** 15 — —

ZN432BJ-10 10 + 1/2 + 0,05** 10 — —
ZN432CJ-10 10 + 1/2 + 0,05** 10 — —
ZN432J-10 10 + 1/2 + 0,05** 10 — —
ZN433BJ-8 8 ± 1/2 ± 0,2** 20 - -

ZN433CJ-8 8 + 1/2 + 0,2** 20 __ __

ZN433J-8 8 + 1/2 + 0,2** 20 — —
ZN433BJ-9 9 + 1/2 + 0,1** 15 — —
ZN433CJ-9 9 + 1/2 +  0,1** 15 — —

ZN433J-9 9 + 1/2 + 0,1** 15 — —
ZN433BJ-10 10 + 1/2 + 0,05** 10 — —

ZN433CJ-10 10 + 1/2 + 0,05** 10 — —

ZN433J-10 10 ±  1/2 + 0,05** 10 — —

ZN440CJ 6 — 1/4; 0,39** — — —

ZN440J 6 — — — —

ZN447E 8 1/4; 0,097**

ZN447J 8 1/4; 0,097**
ZN448E 8 — 1/2; 0,19** — — —

ZN448J 8 — 1/2; 0,19** — — —

ZN449E 8 — 1; 0,39** — _ —

ZN449J 8 1

ток независимо от изменения входного 
напряжения, сопротивления (тока) нагрузки, 
частоты, температуры, т. е. при воздействии 
различных дестабилизирующих факторов.

По способу взаимного включения регу­
лирующего элемента и нагрузки СН бы­
вают последовательного и параллельного 
типа. В виде ИМ С выпускаются компенса­
ционные СН только последовательного типа

на различные входные напряжения и токи 
(одно- и двухполярные), с фиксированным 
и регулируемым значениями напряжений.

В общем случае СН объединяет несколь­
ко функций: основную — стабилизацию на­
пряжений и вспомогательные — фильтрацию 
(подавление) помех и защиту от различного 
рода перегрузок.

Типовая схема последовательного типа



Продолжение табл. 2.6

/пр, мкс;
Лр. Л*>

МГц, (мкс/кан)
^и.П’ 0

Совместимость 
с логическими 

ИМС
Технология Корпус Дополнительные

сведения

12-103 + 5 ТТЛ _ DIP-24 Нет ИОН
12•1О3 + 5 ТТЛ — DIP-24 То же
12 -103 + 5 ТТЛ — DIP-24 » »
< 15 ± 5 ;  - - (3 -3 0 ) ТТЛ D IP -18 Последова­

тельного при­
ближения, со­
вместимый с 
МП, с ИОН

< 15 +  5; -- (3 -3 0 ) ТТЛ — D IP -18 То же
15 + 5 ТТЛ DIP-28 Последова­

тельного при­
ближения, 
с ИОН

15 + 5 — — DIP-28 То же
15 + 5 — — DIP-28 » »
15 + 5 — — DIP-28 » »
15 + 5 — — DIP-28 » »
15 + 5 — — DIP-28 » »
15 + 5 — — DIP-28 » »
15 + 5 — — DIP-28 » »
15 + 5 — — DIP-28 » »
1 ± 5 — — DIP-28 Следящий, 

с ИОН
1 ± 5 — — DIP-28 То же
1 + 5 — — DIP-28 » »
1 + 5 — — DIP-28 » »
1 ± 5 — — DIP-28 » »
1 + 5 — — DIP-28 » »
1 + 5 — — DIP-28 » »
1 ± 5 — — DIP-28 » »
1 + 5 — — DIP-28 » »

0,055 + 5 — — DIP-28 Параллельный
0,055 + 5 — — DIP-28 »

9 ± 5 DIP-28 Последова­
тельного при­
ближения, со­
вместимый с 
МП, с ИОН

9 +  5 — — D IP То же
9 +  5 — — D IP » »
9 +  5 — — D IP » »
9 +  5 — — D IP » »
9 +  5 D IP » »

состоит из регулирующего элемента (одиноч­
ного или составного транзистора), включен­
ного последовательно с нагрузкой, усилителя 
постоянного тока (усилителя сигнала ошиб­
ки), схемы сравнения и источника опорного 
(эталонного) напряжения (ИОН). Входное 
напряжение UBX через регулирующий элемент 
поступает на выход не только в нагрузку, 
но и на схему сравнения, имеющую в своем

составе ИОН. Разность напряжений (/вых и 
U3T (на ИОН) после усиления поступает на 
регулирующий элемент, и в зависимости от 
знака разностного сигнала падение на нем 
будет увеличиваться или уменьшаться. Та­
ким образом, и вых восстанавливается с за­
данной степенью точности, т. е. поддержива­
ется на неизменном уровне. Диапазон изме­
нения стабилизированного выходного напря-
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ж^ния С/ВЬІХ лежит в пределах U3T ^  ^вых < 
< U BX и типовое значение U31 =  1,2-ь 2,5 В 
и более.

Из-за больших пределов регулирования 
Uвых увеличиваются падение напряжения на 
коллекторе и мощность рассеяния на регу­
лирующем транзисторе, что приводит к сни­
жению КПД стабилизатора.

Последовательные СН чувствительны к 
перегрузкам по току и напряжениям. На­
пример, при коротком замыкании на выходе 
напряжение UBX прикладывается между кол­
лектором и эмиттером регулирующего тран­
зистора при одновременном увеличении тока 
нагрузки, что может привести его к выходу 
из строя из-за пробоя или превышения 
максимально допустимой мощности рассея­
ния. Поэтому СН имеют различные схемы 
защиты от электрических перегрузок (путем 
ограничения / ВЬІХ до безопасного значения 
в случае короткого замыкания на выходе) 
и от перегрева (имеется схема тепловой 
защиты, которая отключает СН при его 
нагреве до критической температуры).

Стабилизаторы напряжения с фиксиро­
ванным и вых имеют три вывода: для связи 
с источником нестабилизированного вход­
ного напряжения, с нагрузкой (выход) и 
землей (общей шиной), например СН, выпус­
каемые в корпусах ТО-92, ТО-220, ТО-3 
и др. Представителями стабилизаторов та­
кого рода являются серии рА7800 (положи­
тельной полярности), цА7900 (отрицательной 
полярности), LM320 и LM340 в пластмас­
совых или металлических корпусах. Кроме 
того, с тремя выводами выпускаются так 
называемые СН с плавающим потенциалом 
или с взвешенным и вых, например LM317, 
LM337, LM338, LM350, у которых общий вы­
вод подсоединяется не на землю, а к внеш­
нему делителю напряжения, состоящему из 
двух резисторов (один из них переменный), 
что позволяет регулировать UBblx в опре­
деленных пределах.

При необходимости регулировать UBblx 
используются СН с четырьмя выводами, 
например pA78G, |iA79G, у которых четвер­
тый вывод управляющий, подключаемый 
к делителю напряжения.

Однако в ряде ИМС, кроме указанных, 
требуются дополнительные выводы для кор­
ректировки отдельных параметров с по­
мощью внешних элементов, подключения 
транзисторов, фильтров шумов и установки 
необходимого уровня тока ограничения.

Параметры СН подразделяются на па­
раметры режимов эксплуатации, определяю­
щие допустимые пределы работы, и на 
входные, выходные и точностные параметры,

характеризующие его реакцию на воздей­
ствие различных дестабилизирующих факто­
ров (например, изменение UBX вызывает из­
менение и вых и / ВЬІХ).

Основные параметры СН, характеризую­
щие их качество, приводятся ниже. Относи­
тельный коэффициент стабилизации напря­
жения — это отношение изменений (прира­
щений) напряжений на входе и выходе при 
неизменном выходном токе:

К ст = (AUBX/U BX): (AU Bblx/U  вых) =

=  (AUBXUBblx)/(AUBUXUBX) > 1,

где AU BX и ДІ/ВЬІХ — приращение входного 
и выходного напряжений; UBX и UBblx — но­
минальные значения входного и выходного 
напряжений.

Коэффициент К сг показывает, во сколько 
раз СН уменьшает изменение UBX. Например, 
при ДС/ВХ, равном 10% 1/вх, и Ді/вых> равном 
0,1 % ^вых* ^ст =  100. Иногда используется 
параметр, обратно пропорциональный вели­
чине К ст, — относительный коэффициент не­
стабильности по напряжению:

* н с  =  (Л1/вых^вх)/(Д£/вх£/вых) <

Абсолютный коэффициент нестабильно­
сти по напряжению

Кнси =  AU Bblx/A U BX.

Он показывает изменение и вых при заданном 
изменении UBX.

Нестабильность по напряжению (Line 
Regulation) — относительное изменение в 
процентах выходного напряжения при опре­
деленном изменении входного при постоян­
ном выходном токе К ѵ =  (AU вых/ и  вых) • 100; 
если нестабильность, %/В, оценивается по 
отношению к изменению (/вх, то

К'и =  AU Bblx • 100/(1/ВЬІХ A U BX).

Нестабильность по току (Load Regula­
tion) — отношение изменения (приращения) 
в процентах выходного напряжения к но­
минальному значению при изменении выход­
ного тока (/вых) в заданных пределах:

=  ( ^ в ы х 2  — ^ в ы х і )  ' 1 0 0 / 1 / внх1 =

=  ДС/ВЬІХ. 100/U выхЬ

где и вых2, и вых 1 — значение напряжений при 
токах соответственно / 2 и І х\ если неста­
бильность, %/А, оценивается по отношению 
к изменениям / вых, то

К) = ді/шнх- іооді/вых Д ^вы х).



Т а б л и ц а  2.8. Электрические параметры стабилизаторов

Тип в̂ых» В /вГ и т , В ^пд»
В

К и ,У0 ; К ' и ,

% в*
К Ь %; 

Л£/вых, мВ*

ICL7663CPA +  (1 ,3 -16 ) 0,040 +  (1 ,5 -1 6 ) _ 0,03* _
ICL7663CTV +  (1 ,3 -16 ) 0,040 +  (1 ,5 -1 6 ) — 0,03* —
ICL7664CPA - ( 1 ,3 - 1 6 ) 0,040 - ( 1 ,5 - 1 6 ) — 0,03* —
ICL7664CTV - ( 1 ,3 - 1 6 ) 0,040 - ( 1 ,5 - 1 6 ) — 0,03* —
LM104H -(0 ,0 1 5 -4 0 ) 0,025 - ( 8 - 5 0 ) 2 - 5 0 <0,1 < 5
LM105H 4 ,5 -4 0 0,012 8 ,5 -5 0 3 - 3 0 <0 ,06 < 0,05
LM117H 1 ,2 -37 0,5 — 3 - 4 0 < 0,02* < 15*
LM117K
LM137H

1 ,2 -3 7
- ( 1 ,2 - 3 7 )

1,5
0,5

— 3 - 4 0
3

< 0,02* 
< 0,02* < 25*

LM137HVH -( 1 ,2 - 4 7 ) 0,5 — 3 < 0,02* < 25*
LM137HVK -( 1 ,2 - 4 7 ) 1,5 — 3 < 0,02* < 25*
LM137K - ( 1 ,2 - 3 7 ) 1,5 — 3 < 0,02* < 0 ,5
LM138K 1,2 -3 2 5. — — < 0,01* < 15*
LM150K 1 ,2 -33 3 — 3 -3 5 <0,01* < 15*
LM196K 1,25-15 1 ,5 -1 0 — 3 - 2 0 <0,01* < 0,1
LM204H -(0 ,0 1 5 -3 0 ) 0,025 - ( 8 - 5 0 ) 2 - 5 0 < 0,1 < 5*
LM205H 4 ,5 -4 0 0,012 8 ,5 -5 0 3 - 3 0 <0 ,06 < 0,05
LM217H 1 ,2 -3 7 0,5 — 3 - 4 0 < 0,02* < 15*
LM217HVH 1 ,2 -57 0,5 — — < 0,02* < 15*
LM217HVK 1 ,2 -5 7 1,5 — — < 0,02* < 15*
LM217K 1 ,2 -3 7 1,5 — 3 -4 0 < 0,02* < 15*
LM237H - ( 1 ,2 - 3 7 ) 0,5 — — < 0,02* < 25*,

< 0,5
< 0,5LM237HVH -( 1 ,2 - 4 7 ) 0,5 < 0,02*

LM237HVK -( 1 ,2 - 4 7 ) 1,5 — — < 0,02* < 0,5
LM237K - ( 1 ,2 - 3 7 ) 1,5 — — < 0,02* < 0,5
LM238K 1 ,2 -32 5 — — < 0,01* < 0 ,3
LM250K 1 ,2 -33 3 — 3 -3 5 < 0,01* < 15*
LM304H -(0 ,0 3 5 -3 0 ) 0,025 - ( 8 - 4 0 ) 2 - 4 0 < 0,1 < 5
LM305AH 4 ,5 -4 0 0,045 8 ,5 -5 0 3 -3 0 < 0,06 < 0 ,2
LM3Ö5H 4 ,5 -3 0 0,012 8 ,5 -4 0 3 - 3 0 < 0 ,06 < 0,05
LM317H 1 ,2 -37 0,5 — 3 -4 0 < 0,04* < 25*
LM317HVH 1 ,2 -5 7 1,5 — 3 - 6 0 < 0,04* < 25*
LM317HVK 1 ,2 -5 7 1,5 — 3 -6 0 < 0,04* < 25*
LM317K 1 ,2 -3 7 1,5 — 3 -4 0 < 0,04* < 25*
LM317LZ 1 ,2 -3 7 0,1 — 3 - 4 0 < 0,04* < 0,5
LM317MP 1 ,2 -3 7 0,5 — 3 - 4 0 < 0,04* < 25*
LM317T 1 ,2 -3 7 1,5 — 3 - 4 0 < 0,04* < 25*
LM337H - ( 1 ,2 - 3 7 ) 0,5 — — < 0,04* < 50*
LM337HVH -( 1 ,2 - 4 7 ) 0,5 — — < 0,04* < 50*
LM337HVK - ( 1 ,2 - 4 7 ) 1,5 — — < 0,04* < 50*
LM337K - ( 1 ,2 - 3 7 ) 1,5 — — < 0,04* < 50*
LM337LZ - ( 1 ,2 - 3 7 ) 0,1 — 3 - 4 0 < 0,04* < 0 ,5
LM337MP - ( 1 ,2 - 3 7 ) 0*5 — — < 0,04* < 50*
LM337T - ( 1 ,2 - 3 7 ) 1,5 — — < 0,04* < 50*
LM338K 1 ,2 -3 2 5 — — < 0,03* < 0,5
LM350K 1 ,2 -3 3 3 — 3 -3 5 < 0,03* < 25*
LM350T 1 ,2 -33 3 — 3 -3 5 < 0,03* < 25*
LM376N 5 -3 7 0,025 9 - 4 0 3 - 3 0 < 0,03* < 0 ,2
LM396K 1,25-15 10 — < 2,75 < 0,02* < 0,1
LM723CH 2 - 3 7 0,15 9 ,5 -4 0 3 -3 8 <0,1* < 0,2
LM723CJ 2 - 3 7 0,15 9 ,5 -4 0 3 -3 8 <0,1* < 0,2
LM723H 2 - 3 7 0,15 9 ,5 -4 0 3 -3 8 < 0,1* < 0,15
LM723J 2 - 3 7 0,15 9 ,5 -4 0 3 -3 8 < 0,1* < 0,15
LM2931T 3 - 2 4 0,15 - < 0 ,6 < 1,5 < 1

p. A78G 5 -3 0 1 7 ,5 -4 0 2,5 1* 1
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5

егулируемым выходным напряжением

аѲ'
R*1 п

R**1 п
°С/Вт

Ліот> МА
Долговре­

менная 
стабиль­
ность, %

Уровень
шумов,

мкВ,
°/ и*/о и вых

Корпус

< 0,012 _ _ Мини-D IP
< 0,012 — — ТО-99
< 0,012 — — Мини-D IP
< 0,012 — — ТО-99

< 2,5 < 1 15 Т О -100
< 2 < 1 — Т О -100
— < 1 — ТО-39
— < 1 — ТО-3
— < 1 0,003* ТО-39
— — — ТО-39
— — — ТО-3
— < 1 0,003* ТО-3
— < 1 0,003* ТО-3
— < 1 0,001* ТО-3
— < 1 0,001* ТО-3

< 2,5 < 1 15 Т О -100
< 2 — — ТО-99
— < 1 — ТО-39
— — — ТО-39
— — — ТО-3
— 1 — ТО-3
- 1 0,003* ТО-3

_ 1 0,003 ТО-39
— < 1 0,003* ТО-3
— < 1 0,003* ТО-3
— < 1 0,003* ТО-3
— ^  1 0,001 ТО-3

2,5 < 1 15 Т О -100
2 < 1 — ТО-99
2 < 1 — ТО-99
— < 1 — ТО-39
— < 1 — ТО-39
— < 1 — ТО-3
— < 1 — ТО-3
— < 1 0,003* ТО-92
— < 1 — ТО-202
— < 1 — ТО-220
— < 1 0,003* ТО-39
— < 1 0,003* ТО-39
— < 1 0,003* ТО-3
— < 1 0,003* ТО-3
— < 1 0,003* ТО-92
— < 1 0,003* ТО-202
— < 1 0,003* ТО-220
— < 1 0,003* ТО-3
— < 1 0,001* ТО-3
— < 1 0,001* ТО-220
— < 1 0,003* D IP
— — 0,001* ТО-3

4 0,1 20 Т О -100
4 0,1 20 D IP
3,5 0,1 20 т о -ю о
3,5 0,1 20 D IP
15 0,4 100 ТО-220,

5 выводов
5 —

1
j ТО-3

0,2
0,3
0,2
0,3
0,5
0,8
2
20
2

< 15** 
20 
20

< 1** 
1,5**

3 6 -7 0
0,5
0,8
2

< 15* 
<3**

20
2

2
20
20

< 1** 
< 1,5* 
0,5 
0,8 
0,8

2
15**
3**
20

0,625
7.5 

15 
2 
2 
20 
20

0,62
7.5 

15 
1**

1,5**
4**
2
70

0,8
0,66
0,8
0,66
4**



Тип ^ВЫХ’ В В̂ЫХ’
А в̂х> В ^ПД’

в
КѴ, % ; 

К'и, % В*

Кь % ; 
А ^ВЫХ’ 

мВ*

д A78MG 5 - 3 0 0,5 7 ,5 -4 0 3 1* 1
д A79G -(2 ,2 3 -3 0 ) 1 — - 1* 1
д A79MG -(2 ,2 3 -3 0 ) 0,5 — — 1* 1
д А104 -(0 ,0 1 5 -4 0 ) 0,025 - ( 8 - 5 0 ) 2 - 5 0 < 0,1 < 5*
д А105 4 ,5 -4 0 0,012 8 ,5 -5 0 3 -3 0 < 0,06* < 0,05
д А304 -(0 ,0 3 5 -3 0 ) 0,025 - ( 8 - 4 0 ) 2 - 4 0 0,1 < 5*
д А305 4 ,5 -3 0 0,12 8 ,5 -4 0 3 -3 0 < 0,06* < 0,05
д А376 5 -3 7 0,025 9 - 4 0 3 -3 0 /А о о <  0,2
д А723 2 - 3 7 0,15 9 ,5 -4 0 3 < 0,2 < 0,15
д А723С 2 - 3 7 0,15 9 ,5 -4 0 3 < 0,5 < 0,2

где А С/ВЬІХ — изменение ѴвЬІХ, обусловленное 
изменением / ВЬІХ. Например, для LM323 
А£/Вых ̂  ЮО мВ при Д /вых =  3 А и и вых =  
=  5 В, тогда К і ^ 2 %  и К)  ^  0,66%/А. 
В каталогах часто вместо К и и Kj  приво­
дятся нестабильности в виде АС/ВЬ|Х в милли­
вольтах.

Чем меньше значения К и и K h тем 
качественнее СН.

Выходное напряжение может меняться 
во времени, от температуры и других внеш­
них факторов.

Временной и температурный дрейфы 
характеризуют абсолютное или относитель­
ное изменение 1/ВЬІХ за определенный проме­
жуток времени, например за 1000 ч, или 
в определенном интервале температур.

Абсолютный температурный коэффици­
ент (температурная стабильность), мВ/°С, 
у =  AU Bhlx/A T  — изменение выходного напря­
жения от изменения температуры окружаю­
щей среды при неизменных UBX и / ВЬІХ.

Относительный температурный коэффи­
циент напряжения, %(%/°С), — допустимое 
относительное изменение У вых при измене­
нии температуры окружающей среды в задан­
ных пределах:

^ ых< Ѵ выАГ2)- и выАТ Л  • іоо/с/вых(г 0) =
=  А(УВЬІХ (Т) • 100/1/вых (То),

или

«ѲѴ вых = д  1/Вых (Т) • 100/(1/ВЬ1Х (То) ДТ),

где 1/вых (Т0) — выходное напряжение при нор­
мальной температуре; и вык(Т2) и 1/ВЫХ( Т , ) -  
выходное напряжение соответственно при

м а к си м а л ь н о й  и м и н и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р а х  
о к р у ж а ю щ ей  ср еды .

Таким образом, и®ивых показывает от­
носительное изменение £/вых при изменении 
температуры на 1 °С. Например, чтобы 
UВых =  20 В менялось менее чем на 1 % при 
изменении температуры на 100 °С, необходи­
мо, чтобы аѲ'// <0,01% /°С или у =
= 2 мВ/°С.

Из-за недостаточного сглаживания вып­
рямленного напряжения на вход СН посту­
пают пульсации напряжений, которые по­
давляются пропорционально значению ко­
эффициента К ст. Фильтрующие свойства СН 
оцениваются коэффициентом сглаживания 
(ослабления) пульсаций — отношением отно­
сительных значений пульсаций на входе 
и выходе.

Р еж и м н ы е  и эн ер гет и ч еск и е  п а р а м ет р ы  
СН за в и ся т  о т  д о п у с к о в  на и зм ен ен и е  (Увх, 
н ап р я ж ен и я  п ул ь са ц и й , п р е д ел о в  р ег у л и р о в а ­
ния и вых и и зм ен ен и я  в ы х о д н о г о  ток а . 
К ук а за н н ы м  п а р а м е т р а м  о т н о ся т ся : д и а п а зо н  
и зм ен е н и я  в х о д н о г о  н ап р я ж ен и я  1 /вх мин — 
U вх.максі м а к с и м а л ь н о е  п а д ен и е  н ап р я ж ен и я  
на с т а б и л и з а т о р е  (Dropout Voltage) (Упд =  
= ̂ вх - ̂ вых.ѵж»; д и а п а з о н  р егу л и р о в а н и я  
ВЫХОДНОГО н а п р я ж ен и я  С/Вых.мин - ̂ вых.макс = 
=  и вых<л; м а к с и м а л ь н ы й  в ы х о д н о й  ток  / вых; 
м а к си м а л ьн ы й  ток  п о т е р ь  (п о т р е б л е н и я ) при  
х о л о с т о м  х о д е  / пот.максі м а к си м а л ь н а я  м о щ ­
н о сть  раССеЯНИЯ Ррас.макс-

В т а б л . 2.7 п р и в ед ен ы  эл ек тр и ч еск и е  
п а р а м ет р ы  м о н о л и т н ы х  СН с ф и к си р о в а н ­
ны м  зн а ч ен и ем  1 /вых, а в т а б л . 2.8 — п а р а ­
м етр ы  м о н о л и т н ы х  СН с р ег у л и р у ем ы м  
зн а ч ен и е м  и вых.



Продолжение табл. 2.8

“ѲЧых’ ̂ С, 
“ѳ̂ ь,х’ %

Ppac»

°C/ßT
Лют’

Долговре­
менная 

стабиль­
ность, %

Уровень
шумов,

мкВ,О/ и*/о w вых
Корпус

Схема
располо­

жения
выводов

_ _ 5 _ _ ТО-39 6
— — 2 — — ТО-3 11
— — 2,5 — — ТО-39 15

0,007* 0,5 < 2,5 < 1 15 ТО-ЮО 1
< 1* 0,5 < 2 < 1 — ТО-99 2
0,007* 0,5 < 2,5 < 1 15 ТО-ЮО 1
< 1* 0,5 < 2 < 1 — ТО-99 2

— 0,45 < 2,5 — — ТО-99 —
< 0,015 1 < 3,5 0,1 20 DIP 16
< 0,015 1 < 4 0,1 20 DIP 17

Схемы расположения выводов (цоколевка) ИМС для вторичных источников питания

CURRENT 
LIM IT Ср*

,Jour BOOSTERS 
Л  BOOSTER 0UT( t
У) \

{gfCURRENT 
LIM IT

UNREO 
IM

COMP COMMON
J \  SHUTDOWN (3) \ _

\FEEDBACM
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IN  ff) СОНМ f j)
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™ fr)

Q a
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c o m m £
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a)

I 2  COMM

J comm
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IN (l)
О
COMM

INPUT OUTPUT
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13

COMM\_ 7 ^ 7

" L >
CONT Q г  j 2 OUT

17
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INPUT OUTPUT

оит(г) 
IN (з) 
сомм(і)

14

CON/1 OUT (2) IN 
(1) (3)

FREQ
COMP

16

- Ф -

CONT
(1)

CON/1 (4)

J &
оит(г) in (j)

NC П g j N C
CURRENT гг 

LIM IT Ll
7TtFREQ 
ШСОМР

CURRENT [j 
SENSE

- IN  {± m ^c
+  IN  [5 "Шѵоит

) VREF Ц Ъ ъ
V -  [7 TJn c

> INPUT

> OUTPUT 

>ADJUST

a)

19
OUTPUT

20
GND
(CASE) OUTPUT INPUT

6ND INPUT

21

GND OUTPUT

INPUT

22
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A *

GND

23

OUTPUT

INPUT
(CASE)

25 26
ADJUSTMENT

27 26

ADJUSTMENT
INPUT 

20  fADJUSTMENT 
s J  O-yt- OUTPUT

29

V0UT

= J  Ktn
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О
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____ J
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M N  
I GNU 
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Раздел 3

ЦИФРОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ И ИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

3.1. ЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ

В настоящее время зарубежными фирма­
ми выпускается широкая номенклатура ло­
гических и арифметических ІІМ С, насчиты­
вающая несколько тысяч типов. Ниже при­
ведены данные на некоторые широко рас­
пространенные биполярные интегральные 
микросхемы серии SN74 фирмы Texas 
Instruments — ведущей фирмы США в об­
ласти полупроводниковых ИМС. Большин­
ство ТТЛ ИМ С других фирм функциональ­
но и параметрически повторяют ИМ С серии 
SN74 фирмы Texas Instruments. Далее, в 
табл. 3.10 приведено соответствие между 
ИМС серии SN74 и схемами, выпускаемыми 
другими фирмами США, и дан ряд оте­
чественных аналогов.

Существует пять модификаций серии: 
стандартная серия SN74, маломощная 
SN74LS, быстродействующая SN74S, мало­
мощная быстродействующая SN74ALS, усо­
вершенствованная быстродействующая
SN74AS. Типовые параметры микросхем 
этих серий приведены в табл. 3.1. Напряже­
ние питания схем равно + 5  В, диапазон 
рабочих температур 0 -ь+ 7 0 °С .

Ввиду большого многообразия типов 
логических схем, отличающихся функцио­
нальным назначением, рассматриваются 
только широко распространенные интеграль­
ные микросхемы: триггеры (табл. 3.2), муль­
тивибраторы (табл. 3.3), схемы временной 
задержки (табл. 3.4), дешифраторы (табл. 3.5), 
сдвиговые регистры (табл. 3.6), счетчики 
(табл. 3.7), сумматоры (табл. 3.8), умножи­
тели (табл. 3.9).

Т а б л и ц а  3.1. Типовые параметры микросхем серии SN74 (LS, S, ALS, AS)

Параметр
Значение параметра ИМС серии

SN74 SN74LS SN74S SN74ALS SN74AS

Мощность рассеяния на вен­
тиль, мВт

10 2 19 1 8,5

Время задержки распрост­
ранения, не (при емкос­
ти нагрузки 15 пФ)

10 10 3 4 1,7

Максимальная тактовая 
частота, МГц

35 40 125 70 200

Работа переключения, пДж 
Минимальный выходной 

ток, мА, при выходном 
напряжении 0,4 В:

100 20 57 4 13

на стандартных выво­
дах

16 8 20 8 20

на высокотоковых вы­
водах

Коэффициент разветвления 
по выходу:

48 24 64 24/48 48/64

на стандартных выво­
дах

40 20 50 20 50

на высокотоковых вы­
водах

120 60 160 60/120 120/160

Максимальный входной ток, 
мА, при входном напря­
жении 0,4 В

- 1 ,6 -0 ,4 - 2 - 0,1 - 0 ,5



Т а б л и ц а  3.2. Типовые параметры триггеров

Тип

Макси­
мальная
рабочая
частота,

МГц

Число
вхо­
дов

■̂раз

оX
&d
пС")

П̂ОТ,
мВт

Помехо­
устойчи­

вость,
В

Число 
тригге­
ров в 

корпусе

Число
выводов
корпуса

SN7472J 20 2 0,8 9 10 40 50 1 1 14
SN7472N 20 2 0,8 9 20 40 50 1 1 14
SN7473J 20 2 0,8 8 40 40 50 1 2 14
SN7473N 20 2 0,8 4 10 40 50 1 2 14
SN74LS73J (N, W) 30 2 0,8 3 20 20 30 — 2 14
SN7474AJ (N) 25 2 0,7 4 11 40 40 0,3 2 14

SN7476J (N) 20 2 0,8 20 40 100 1 2 16
SN74LS76AN (W) 45 2 0,8 5 20 20 30 — — 16
SN74LS78AJ (N, W) 45 2 0,8 5 20 20 30 0,3 2 14
SN74104N — 1,7 0,9 10 10 25 120 — 1 —
SN74105J (N) — 1,7 0,9 10 10 25 140 — 1 —
SN74107J 20 1,7 0,9 8 40 40 200 1 2 14

SN74107N 20 1,7 0,9 5 10 40 200 1 2 14
SN74LS107AJ (N, W) 45 1,7 0,9 5 22 20 30 0,3 2 14
SN74LS109AJ (N) 25 2 0,8 5 11 40 40 1 2 16
SN74109J (N) 25 2 0,8 5 20 35 75 1 2 16
SN74110J (N) 20 2 0,8 9 20 30 100 1 1 14
SN74111J (N) 20 2 0,8 5 20 30 140 1 2 16

SN74112AJ (N, W) 45 2 0,8 5 22 20 30 0,3 2 14
SN74112J (N) 80 2 0,8 5 20 5 250 1 2 16
SN74113AJ (N, W) 45 2 0,8 5 22 20 30 0,3 2 14
SN74113J (N) 80 2 0,8 5 20 5 250 1 2 16
SN74114AJ (N, W) 45 2 0,8 5 22 20 30 0,3 2 14
SN74114J (N) 80 2 0,8 5 20 5 250 1 2 16

П р и м е ч а н и е .  Все триггеры J — К-типа, за исключением SN74LS74A — D-типа.

Т а б л и ц а  3.3. Типовые параметры мультивибраторов

Тип

Макси­
мальная 
рабочая 
частота, 
МГц (не 

менее)

Нагрузочная
способность

^зд.р.ср’
НС

^ПОТ’
мВт

Помехо­
устой­

чивость,
В

Число 
мульти­
вибрато­

ров в 
корпусе

Число
выводов
корпусапо

входу
по

выходу

SN74LS124J (N, W) 30 5 60 30 150 0,4 2 16
SN74LS124J (N) 60 5 60 70 525 0,4 2 16
SN74LS324J (N, W) 20 — — 30 90 — 1 14

SN74LS325J (N) 11 1 _ 30 150 1 2 16
SN74LS326J (N, W) 11 2 — 30 250 — 2 16
SN74LS327J (N, W) 11 1 — 30 150 1 2 14

П р и м е ч а н и е .  Частота устанавливается внешними компонентами.



Т а б л и ц а  3.4. Типовые параметры схем временной задержки

Тип

Логические 
уровни, В

Нагрузочная
способность Длитель­

ность Лют>
1 »в 6 н 
>» 2 
°  а > 

сх
ем

 
пу

се

о 8 
2 >* 2 5 а  о,- о

<и
S
XcdУ1)

1 0 по
входу

по вы­
ходу

выходных
импульсов

мВт £ s

Р »С н 00 Чи
сл

е 
в 

ко
рі ц *

5 ®►5 о
S
Sа
С

SN74121J (N) 2 0,8 3 10 40 не — 
28 с

200 1 1 14 Одновибра- 
тор с триг­
гером Шмита 
на входе

SN74122J (N) 2,4 0,4 5 10 40 не —
оо

140 1 1 14 Одновибра- 
тор с повтор­
ным запус­
ком и сбро­
сом

SN74LS122J (W) 2 0,8 5 10 45 не — оо 55 0,4 1 14 То же
SN74123J (N) 2,4 0,4 5 10 45 не — оо 154 1 2 16 Сдвоенный

одновибра-

SN74LS123J (N) 2 0,8 5 10 45 не — оо 100 0,4 2 16
тор 
То же

SN74221J (N) 3,4 0,2 3 10 20 не — 
28 с

400 1,2 2 16 Сдвоенный
одновибра-

SN74LS221J(N) 3,5 0,25 3 10 20 не — 
70 с

23 1,2 2 16 тор с триг­
гером Шмита 
на входах

Т а б л и ц а  3.5. Типовые параметры дешифраторов

Тип

Число линий 
дешифрации

о
X

Си ^пот»

■ -я 
б  н

О О
оьсcd cd2

А л  2  u
2  2
о ° Преобразуемые

вход­
ных

вы­
ход­
ных

О. мВт £  s  
5  аг

С н  в

S

3  <
><
3а

0Q

ч  “ 
я ®
sr §

коды

SN7442AJ (N) 4 10 30 140 1 55 > 2 ,4 16 Двоично-
SN74LS42J (N) 4 10 30 35 1 100 >2 , 5 16 десятич­

ный в деся­
тичный

SN7443AJ (N) 4 10 30 140 1 55 > 2,4 16 —
SN7444AJ (N) 4 10 30 140 1 55 > 2 ,4 16 —

SN7445J (N) 4 10 50 215 1 80 30 16
SN7446AJ (N) 6 8 100 320 1 40 30 16 Двоично­
SN7447J (N) 7 12 100 265 1 40 15 16 десятич­
SN74LS47J (N) 6 8 100 35 1 24 15 16 ный в се­
SN7447AJ (N) 6 8 100 320 1 40 15 16 мисегмент­
SN7448J (N) 
SN74LS48J (N)

6
6

8
8

100
100

265
125

1
1

6,4
6

5.5
5.5

16
16

ный

SN74LS49J (N) 5 7 100 40 1 8 5,5 14
SN74LS138J (N) 3 8 22 32 — 42 > 2,7 16 Дешифра­
SN74S138J (N) 3 8 8 245 — 100 >2 , 7 16 тор, де­

мульти­
SN74LS139J (N) 
SN74S139J (N)

2
2

4
4

22
7,5

34
300 -

42
100

>  2,7 
>2 , 7

16
16

плексор

SN74141J (N) 4 10 - 55 - - 60 16
]
]

Управляет 
газоразряд­
ными индика- 
горами

SN74145J (N) 4 10 50 215 80 15 16 Двоично­
десятичный 
в десятичный



Продолжение табл. 3.5

Тип

Число линий 
дешифрации о

X

а .и
О.
Чс*>

^пот»
мВт

П
ом

ех
оу

с­
то

йч
ив

ос
ть

,
В

ижя
2

3 <к? S

икя
2
*
3ев

CQ Чи
сл

о 
вы

во
­

до
в 

ко
рп

ус
а

Преобразуемые
коды

вход­
ных

вы­
ход­
ных

SN74154J (N) 4 16 36 170 — 57 5,5 24 —

SN74155J (N) 2 4 34 125 0,4 57 > 2 ,4 16 —
SN74156J (N) 2 4 34 125 — 40 — 16 —

SN74246J (N) 6 8 100 320 0,4 40 30 16 —

SN74247J (N) 6 8 100 265 0,4 40 15 16
SN74LS247I(N) 6 8 100 35 0,4 24 15 16 Двоично­
SN 74248J (N) 6 8 100 265 0,4 6,4 5,5 16 десятич­
SN74LS248J (N) 6 8 100 125 0,2 6 5,5 16 ный в семи­
S N74249J (N) 6 8 100 265 0,4 10 5,5 16 сегмент­
SN74LS249J (N) 6 8 100 40 0,4 8 5,5 16 ный

Т а б л и ц а  3.6. Типовые параметры регистров

Тип Разряд­
ность

Макси­
мальная
рабочая
частота,

МГц

^ П О Т ’
мВт

^зд. р. ср»
НС

1 В Ы Х ’
мА

Число
выводов
корпуса

Дополнительные
сведения

С параллельным вводом и* параллельным выводом информации

SN7495AJ (N) 4 25 195 32 16 14 Параллель­
SN74LS95BJ (N) 4 25 65 32 4 14

і

ный и по- 
 ̂ следователь- 
ный ввод. 
Сдвиг впра­
во и влево

SN7496J (N) 5 10 240 55 16 16 Универсаль­
SN74LS96J (N) 5 10 60 55 4 16 ный ввод-

вывод,
сброс

SN74173J (N) 4 25 360 43 16 16 D-типа с вы­
SN74LS173J (N) 4 30 150 36 24 16 ходом на 

шинный 
> формиро­

ватель с тре­
мя состоя­
ниями

SN74174J (N) 6 25 325 35 16 16 —
SN74LS174J (N) 6 30 130 35 8 16 —
SN74S174J (N) 6 75 720 22 20 16 —
SN74175J (N) 4 25 225 35 16 16 D-типа —
SN74LS175J (N) 4 30 90 35 8 16 шинный

формиро­
ватель

SN74S175J (N) 4 75 480 22 20 16 D-типа — 
шинный фор­
мирователь

SN74178J (N) 4 25 230 36 16 14 Со сдвигом 
вправо

SN74179J (N) 4 25 230 36 16 16 С парафазным 
выходом



Продолжение табл. 3.6

Тип
Разряд­
ность

Макси­
мальная
рабочая
частота,

МГц

п̂от»
мВт

*зд.р.ср>
НС

/°1 В Ы Х ’
мА

Число
выводов
корпуса

Дополнительные
сведения

SN74LS194AJ (N) 4 25 75 30 4 16 Двунаправ­
SN74S194J (N) 4 70 425 18 20 16 ленный,

универсаль­
ный

SN74195J (N) 4 30 195 30 16 16 —
SN74LS195AJ (N) 4 30 70 30 4 16 -
SN74S195J (N) 4 70 350 18 20 16 —
SN74198J (N) 8 25 360 30 16 24 Двунаправ­

ленный
SN74199J (N) 8 25 360 30 16 24 —
SN74273J (N) 8 30 470 27 16 20 8 D -триг-
SN74LS273J (N) 8 30 135 27 4 20 геров со 

сбросом
SN74278J (N) 4 400 46 16 14 Наращивае­

мый с вход­
ной защелкой

SN74S281J (N) 4 50 1100 55 20 24 Параллель­
ный, двоич­
ный аккумуля­
тор

SN74LS295AJ (N) 4 20 70 70 4 14 Со сдвигом
SN74LS295BJ (N) 4 25 145 35 24 14 вправо 

и влево

SN74LS299J (N) 8 35 300 35 24 20 Универсаль­
SN74LS299J (N) 8 50 1200 24 20 20 ный с хра­
SN74LS323J (N) 8 35 300 35 24 20 нением
SN74LS373J (N) 8 40 200 27 24 20 8 D-триг­
SN74S373J (N) 8 80 800 13 20 20 геров с хра­

нением, 
выход с 
тремя состо­
яниями

SN74LS374J (N) 8 35 225 36 24 20 1 8 D-триг­
SN74S374J (N) 8 75 700 18 20 20 і геров
SN74376J (N) 4 30 370 35 16 16 4 JK -триггера

SN74LS377J (N) 8 30 140 27 4 20 8 D -триг- 
геров

SN74LS378J (N) 6 30 110 27 4 16 —

SN74LS379J (N) 4 30 75 27 8 16 4 D -триг­

SN74LS395J (N) 4 25 75 32 4 16
гера
Наращивае­
мый, выход с 
тремя состоя­
ниями

SN74LS395AJ (N) 4 25 145 35 24 16 Со сдвигом 
вправо и влево, 
наращивае­
мый, выход с 
тремя состоя­
ниями

SN74LS396J (N) 2 x 4 30 200 30 8 — —



Продолжение табл. 3.6

Макси­

Тип Разряд­
мальная
рабочая ^пот* Ьд.р.ср* /°'ВЫХ’ Число

выводов Дополнительные
ность частота, мВт НС мА сведения

МГц корпуса

С последовательным вводом и последовательным выводом информации

SN7491AJ (N) 
SN74LS91J (N) 
SN7494J (N)

8 10 175 40 16 14
8 10 60 40 4 14
4 10 175 40 18 16

С параллельным вводом и последовательным выводом информации

SN74LS165J (N) 
SN74166J (N) 
SN74LS166J (N)

8 25 180 40 8 16
8 25 360 30 16 16
8 25 190 35 8 16

С последовательным вводом и параллельным выводом информации

SN7416J (N) 
SN74LS164J (N) 
SN74LS622J (N) 
SN74LS673J (N)

8 25 168 42 8 14
8 25 80 36 4 14
8 — - - 4 20
16

"

Т а б л и ц а  3.7. Типовые параметры счетчиков

Макси­ Нагрузочная
Помехо­
устойчи­

вость,Тип
мальная
рабочая

способность
*зд.р.ср»

НС
^пот» Число Пополнительные
мВт выводов сведениячастота, ІІО по В корпуса

МГц входу выходу

SN7490AJ (N) 16 6 10 50 145 1 14 Десятич­
SN74LS90J (N, W) 16 6 20 50 75 1 14 ный, дели­

тель на 5 
и’ 2

SN74LS92J (N, W) 16 4 20 50 75 — 14 Делитель
на 12

SN7493AJ (N) 16 4 10 70 130 1 14 4-раз ряд­
SN74LS93J (N, W) 16 4 20 70 75 — 14 ный, двоич­

ный
SN74160J (N) 25 9 10 38 305 0,4 16 Синхрон­
SN74LS160J (N) 25 9 20 38 93 0,4 16 ный, деся­
SN74LS160А (W) 35 9 20 28 160 — 16 тичный,
SN74S160J (N) 100 9 14 635 16 с предуста­

новкой и 
сбросом

N74161 J(N ) 25 9 10 38 305 0,4 16 4-разряд-
SN74LS161J (N) 25 9 20 38 93 0,4 16 ный, двоич­
SN74LS161AJ (N) 32 9 10 35 160 — 16 ный
SN74LS161AW 35 9 20 28 160 — 16
SN74S161J (N) 100 9 — 14 635 — 16
SN74162J (N) 25 9 10 38 305 — 16 Синхрон­
SN74LS162J (N) 25 9 20 38 93 0,4 16 ный, деся­
SN74LS162AJ (N) 32 9 20 35 160 — 16 тичный с
SN74LS162AW 35 9 20 28 160 — 16 предуста­
SN74S162J (N) 40 9 10 25 475 0,3 16 новкой и 

сбросом



Продолжение табл. 3.7

Тип
Макси­

мальная
рабочая
частота,

МГц

Нагрузочная
способность

^зд.р.ср’ ^пот*
Помехо­
устойчи­

вость,
В

Число Дополнительные
по

входу
по

выходу
НС мВт выводов

корпуса сведения

SN74163J (N) 25 9 10 38 305 0,4 16 4-разряд­
SN74LS163AJ (N) 32 9 20 35 160 — 16 ный, двоич­
SN74LS163AW 
SN74S163J (N) 
SN74LS168J (N, W)

35
40
25

9
9
9

20
10
20

28
25
30

160
475
170

0,3
16
16
16

ный

SN74LS168AJ (N) 32 — — 30 170 — 16 Синхрон-
SN74S168J (N) 40 9 10 28 500 0,3 16 , ный, ревер­

сивный де­
сятичный

SN74LS169J (N, W) 25 9 20 30 170 — 16 4-разряд­
SN74LS169AJ (N) 32 9 10 35 170 — 16 ный двоич­
SN74S169J (N) 40 9 10 28 500 0,3 16 . ный син­

хронный, 
реверсивный

SN74176J (N) 35 8 51 150 14 Десятичный, 
делитель на 
2 и 5

SN74177J (N) 35 8 75 150 14 4-разрядный, 
двоичный 
счетчик-защел­
ка, делитель 
на 2 — 16, с 
предустанов­
кой

SN74190J (N) 25 8 — 50 325 — 16 Двоично­
SN74LS190J (N, W) 25 8 22 52 175 — 16 десятичный

реверсивный
SN74LS191J (N, W) 25 8 22 50 175 16 4-разрядныи,

двоичный,
реверсивный

SN74192J (N) 32 8 60 47 325 — 16 ) Десятичный,
SN74LS192W 30 8 22 32 170 — 16 ( реверсивный
SN74193J (N) 32 8 60 47 325 — 16 Двоично­
SN74LS193J (N) 30 8 22 47 170 — 16 десятичный
SN74LS193W 30 8 22 32 170 16 синхрон­

ный, ревер­
сивный, 
с предуста­
новкой и 
сбросом

SN74196J (N) 50 8 — 42 240 — 14 Десятичный,
SN74LS196J (N) 45 8 20 62 135 1 14 делитель
SN74LS196W 45 8 20 37 100 — 14 на 2 и 5, с
SN74S196J (N) 100 8 10 37 600 1 14 предустанов­

кой
SN74197J (N) 50 8 — 63 240 — 14 4-разряд­
SN74LS197J (N) 50 8 20 95 135 1 14 ный, двоич­
SN74S197J (N) 100 8 10 37 600 1 14 ный дели­

тель на 2 и 
8, програм­
мируемый

SN74290J (N) 32 6 4 70 210 0,4 14 Десятич­
SN74LS290J (N, W) 32 6 20 50 75 0,4 14 ный, дели­

тель на 2 и 5
SN74293J (N) 32 4 4 70 195 0,4 14 4-разряд­
SN74LS293J (N, W) 32 4 20 70 * 75 14 ный, двоич­

ный дели­
тель на 2 и 8



Продолжение табл. 3.7

Тип

Макси­
мальная
рабочая
частота,

МГц

Нагрузочная
способность

з̂л.р.ср’
НС

^ГІОТ’
мВт

Помехо­
устойчи­

вость,
В

Число
выводов
корпуса

/

Дополнительные
сведения

по
входу

по
выходу

SN74390J (N) 35 3 10 60 210 — 16 Сдвоенный
SN74LS390J (N, W) 20 3 22 60 130 1 16 десятичный

делитель на
100

SN74393J (N) 35 2 10 60 190 — 14 Сдвоенный,
4-разрядный,
двоичный

SN74490J (N) 35 3 10 54 225 1 16 Сдвоенный
SN74LS490W 40 3 22 45 130 — 16 десятичный,
SN74LS490J (N) 20 3 22 54 139 1 16 делитель
SN74492AJ (N) 16 4 . 10 50 130 1 — на 100 со

сбросом
SN74LS568J (N, W) 25 12 20 - - - - Двоично-де­

сятичный
SN74LS569J (N, W) 25 12 20 — - - - Двоичный
SN74LS668J (N) 25 9 22 60 170 — — Двоично-деся­

тичный

Т а б л и ц а  3.8. Типовые параметры сумматоров

Тип Разряд­
ность

з̂л.р.ср*
НС

П̂ОТ’
мВт

/°1 В Ы Х ’
мА

Число
выводов
корпуса

Дополнительные
данные

Параллельного действия

SN7480J (N) 1 80 175 16 14

SN7482J (N) 2 42 290 16 14

SN7483AJ (N, W) 4 24 195 4 14

SN74LS183J (N) 1 23 80 4 14
SN74283J (N) 4 24 550 16 16
SN74LS283J (N, W) 4 24 195 8 16
SN74S283J (N) 4 18 800 20 16

ГІоследовіітельног*о деист

SN74LS385J (N, W) 4 30 375 8 —

Полный сумматор с входной 
логикой
Полный сумматор с выходом 
на составном транзисторе

Полный сумматор с внутрен­
ней (Схемой быстрого переноса 
(за 10 не)

Двойной полный сумматор 
Полный сумматор с внут­
ренней схемой быстрого пе­
реноса (за 10 не)

Сумматор-вычитатель (четыре 
независимые схемы в корпусе)



Тип
Разряд­
ность

операн­
дов

Время 
выполне­
ния опе­
рации, НС

Р п О Т »

мВт
/°/ ВЫХ’

мА
Тип

корпуса

Параллельного действия

2 x 2 130 0,3 3 КД-16
2 x 2 215 1,2 3 КД-16, ПД-16,
1 X 2 8,5 400 20 КД-16
2 x 4 11 750 20 КД-24
2 x 8 2,2 880 20 КД-24, КП-24
2 x 4 20 490 20 КД-24, ПД-24
2 x 4 20 490 20 КД-24, КП-24
2 x 4 30 550 — КД-24
2 x 4 30 550 — КД-24, КП-24
2 x 4 42 190 4 ПД-16, КП-16
2 x 4 42 200 8 ПД-16, КП-16
2 x 4 42 200 8 КД-16, ПД-16
2 x 4 42 200 4 КД-16, КП-16
2 x 4 37 935 20 КД-24, ПД-24, КП-24
2 x 4 37 935 20 КД-24, ПД-24, КП-24
2 x 4 63 725 9,6 КД-24, ПД-24
2 x 4 63 650 9,6 КД-24, КП-24
2 x 4 142 225 4,9 КД-24, ПД-24, КП-24
2 x 4 142 225 4,9 КП-24, ПД-24, КП-24
4 x 4 60 375 16 КД-16, ПД-16
4 x 4 60 375 16 КД-16, ПД-16
4 x 4 60 375 16 КД-16, ПД-16
2 x 4 42 190 4 КД-16, КП-16
2 x 4 42 200 8 КД-16, ПД-16
4 x 4 95 775 12 КД-16, ПД-16
4 x 4 60 650 16 КД-16, ПД-16
4 x 4 60 650 16 КД-16, ПД-16
8 x 8 45 1400 4 К Д-40
8 x 8 60 1400 4 КД-40
8 x 8 60 1700 4 КД-40
8 x 8 100 1600 4 КД-48
8 x 8 125 1900 4 КД-48
8 x 8 130 1500 4 КД-40
8 x 8 130 1800 4 КД-40

12 X 12 80 2700 4 КД-64
12 X 12 80 3000 4 КД-64
12 X 12 150 3800 4 КД-64, КП-64
12 X 12 150 4500 4 КД-64
12 X 12 200 3800 4 КД-64
16 X 16 100 4000 4 КД-64
16 X 16 100 4500 4 КД-64
16 X 16 155 4500 4 КД-64
16х 16 160 5000 4 КП-64, КД-64
16 X 16 160 6000 4 КД-64
16 X 16 200 5300 4 КД-64
24x24 200 4300 4 КД-64
2 4 x24 200 5000 4 КД-64

MC14554BAL 
MC14554BCL (Р) 
MC10287L 
MC10183L 
F100183DC(FC) 
93S43DC (PC) 
93S43DM (FM) 
9344DC 
9344DM (FM) 
54LS261CH (J, W) 
74S261CH (J, W) 
N74LS261F (N) 
S54LS261F(W) 
AM25S05DC (PC) 
AM25S05DM (FM) 
AM2505DC (PC) 
AM 2505DM (FM ) 
AM25L05DC (PC) 
AM25L05DM (FM) 
DM7875AD(BD) 
DM7875AJ (BJ) 
DM7875AN (BN) 
SN74LS261J (W) 
SN74LS261J (N) 
SN74S274J (N) 
SN74284J (N) 
SN74285J (N) 
MPY8HJ (I) 
MPY8HJ 
MPY8HJM 
TDC1008J 
TDC1008J (M) 
MPY8AJ 
MPY8AJ (M) 
MPY12H (J) 
MPY12HJ (M) 
MPY12A (J) 
MPY12AJ (M) 
TDC1003J 
MPY16HJ 
MPY16HJ (M) 
TDC1010J 
MPY16A (J) 
MPY16AJ (M) 
TDC1010J (M) 
MPY24HJ 
MPY24HJ (M)

Последовательно-параллельного действия
SN54LS384 1 x 8 25 775 12
SN25LS14 1 x 8 25 775 12
SN54LS384CH 1 x 8 25 775 12
SN74LS384CH 1 x 8 25 775 12
AM25LS14DC(PC, DM, 
FM)

1 x 8 25 775 12

КД-16, КП-16 
КД-16, КП-16 
КД-16, КП-16 
КД-16, КП-16 
КД-16, КП-16, ПД-16



В табл. 3.10 приведено соответствие 
логических микросхем SN74 фирмы Texas 
Instruments схемам других фирм, в табл. 3.11 
даны отечественные аналоги серии SN74.

В таблицах используются следующие 
термины, определения и буквенные обозна­
чения основных электрических параметров: 

U%x — входное напряжение низкого уров­
ня;

С/іх — входное напряжение высокого 
уровня;

в̂ых. макс -  наибольшее значение выход­
ного тока, при котором обеспечиваются за­
данные параметры микросхемы;

1/вых. макс ~  наибольшее значение выход­
ного напряжения, при котором изменения 
параметров микросхемы соответствуют за­
данным значениям;

Рпот -  потребляемая мощность -  значе­
ние мощности, потребляемой от источников 
питания в заданном режиме;

КД — керамический D IP-корпус;
ПД — пластмассовый D IP-корпус;
КП — керамический плоский корпус; 
работа переключения — произведение 

среднего времени задержки распространения 
сигнала на мощность, потребляемую логи­
ческим элементом;

^д.р.ср “  среднее время задержки распро­
странения сигнала — интервал времени, рав­
ный полусумме времен задержки распростра­
нения сигнала при включении и выключении 
логической ИМС;

К 0ъ — коэффициент объединения по вхо­

Т а б л и ц а  3.10. Соответствие логических 
микросхем серии SN74 фирмы Texas 

Instruments схемам других фирм

Фирма Advanced
Micro Devices
АМ2501 SN74191
АМ2505 SN74284

SN74285
АМ2506 SN74S181
AM25LS07 SN74LS378
AM35LS08 SN74LS379
AM25LS09 SN74LS399
AM25LS22 SN74LS322
AM25LS23 SN74LS323
АМ2600 SN74121
АМ2602 SN74123
АМ26123 SN74123
АМ2700 SN74S200
AM27LS00 SN74LS200A
АМ2701 SN74S301
АМ27502 SN74S289
AM27S03 SN74S189
AM27S08 SN74S188

ду — число входов ИМС, по которым реали­
зуется логическая функция;

/Сраз -  коэффициент разветвления по вы­
ходу — число единичных нагрузок, которое 
можно одновременно подключить к выходу 
ИМ С;

U п. макс — помехоустойчивость — наиболь­
шее значение напряжения помехи на входе 
ИМС, при котором еще не происходит 
изменения уровней ее выходного напряже­
ния;

время записи — интервал времени между 
началом адресного сигнала и появлением 
записанной информации на выходе ИМС;

время выборки адреса — интервал вре­
мени между подачей на вход сигнала адреса 
и получением на выходе ИМС сигналов 
информации.

Схемы временной задержки служат для 
формирования импульсов с программируе­
мой длительностью.

Микросхема SN74121 представляет собой 
одновибратор с триггером Шмита на входе. 
Минимальная длительность определяется 
внутренним времязадающим резистором 
при подключении внешних резисторов и 
конденсаторов; длительность выходного им­
пульса изменяется от 40 не до 28 с.

Микросхема SN74221 состоит из двух 
микросхем типа SN74121 в одном корпусе. 
Микросхема SN74122 представляет собой 
одновибратор с повторным запуском и сбро­
сом, a SN74123 — сдвоенный одновибратор 
с повторным запуском и сбросом.

AM27S09 SN74S288
AM27S10 SN74S387
AM27S11 SN74S287
АМ3101 SN7489
АМ3101А SN74S289
АМ9300 SN74195
АМ9301 SN7442A
АМ9308 SN74116
АМ9309 SN74153
АМ9310 SN74160
АМ9311 SN74154
АМ9312 SN74151A
АМ9316 SN74161
АМ9318 SN74148
АМ9322 SN74167
АМ9334 SN74259
АМ9341 SN74181
АМ9342 SN74182

Фирма Fairchild 
9000 SN74276
9Н00, 9S00 SN74S00
9L00 SN74LS00
9N00 SN7400
9001 SN74376
9Н01 SN74S03
9N01 SN7403



Продолжение табл. 3.10

9002 SN7400
9N02 SN7402

Серии 90 9N соответствуют стандартной 
серии SN74, серия 9L — маломощной серии 
SN74LS, серии 9Н, 9S — быстродействующей 
серии SN74S с диодами Шотки, последние 
цифры одинаковы, например 9S51 соответ­
ствует SN74S51, за исключением

Продолжение табл. 3.10

9016
9017 
9020 
9Н21 
9022 
9024
9033
9034 
9Н55
9Н60, 9Н61 
9Н71, 9Н72 
9Н73 
9Н76

SN74S240
SN74S241
SN74276
SN74S15
SN74376
SN74276
SN74S189
SN74S371
SN74S65
SN74S11
SN74S112
SN74S113
SN74S112

9349 SN74180
9350 SN74290
9352 SN7442A
9353 SN7443A
9354 SN7444A
9356 SN74293
9357А SN7446A
9357В SN7447A
9358 SN7448
9359 SN7449
9360 SN74192
93S62 SN74280
9366 SN74193
9368С SN74143
9370С SN74144
93Н72 SN74S194
9374С SN74143
9375 SN74175
9377 SN74175

Далее последние цифры в серии 93 и SN74 
одинаковы, за исключением

9Н78 SN74S114 93151 SN74S139
9Н101, 9Н102, SN74S112 93400 SN74S201
9Н106 93403 SN74S289
9Н108 SN74S114 93404 SN74S284
9300 SN74S299 93405 SN74S189
93Н00 SN74S195 93406 SN74187
93L00 SN74LS195 93407 SN7481А
9301 SN7442A 93410 SN74300
9302 SN7442A 93411 SN74S201
9305 SN74S169 93412 SN74S214
93S05 SN74S169 93415А, 93415 SN74S314
9307 SN7448A 93416 SN74S387
9308 SN74116 93417 SN74S378
9309 SN74153 93421 SN74S200
9310 SN74S162 93425, 93425А SN74214
93S10 SN74S162 93426, 93427 SN74287
9311 SN74154 93433 SN7481А
9312 SN74151A 93434 SN7488
93S12 SN74S151 93435 SN7489
9313 SN74251 Фирма Harris
9314 SN74273 НМ7602 SN54S188
9315 SN74141 НМ7603 SN74S288
9316 SN74S163 НМ7610 SN74S387
93S16 SN74S163 НМ7611 SN74S287
9317В SN7446A НМ7620 SN74S473
9318 SN74148 НМ7621 SN74S472
9321 SN74S139 НМ7640 SN74S475
9322 SN74157 НМ7641 SN74S474
93S22 SN74S157 HRAMI-0064 SN7489
9324 SN74S85 HPROMI-0512 SN74S470
9325 SN74141 HPROM I-124 SN74S287
9328 SN7491A HROMI-1024A SN74S387
9334 SN74259 HROMI-1024 SN74187
9338 SN74172 HPROMI-8256 SN74S188
9340 SN74S281 Фирма Intel
9341 SN74181 3101, 3101А SN74S289
93S41 SN74S181 3102 SN74S200
9342 SN74182 3106 А SN74S201
93S42 SN74S182 3107 А SN74S301
93S43 SN74S274 3110 SN74S314
9344 SN74S274 3205 SN74S138
93S46, 93S47 SN74S85 3212 SN74S412
9348 SN74S280 3301А SN74187



Продолжение табл. ЗАО

3304 SN74S473
3404А SN74S373
3601 SN74S387
3604 SN74S475
3621 SN74S287
3624 SN74S474
8212 SN74S412
8224 SN7S424
8228 SN74S428
8338 SN74S438

П р и м е ч а н и е .  Впереди цифрового обозна­
чения схем этой фирмы обычно стоит 
буква С для ИМ С с керамическим корпу­
сом типа ДИ П, Р — для пластмассового кор­
пуса типа ДИП.
Фирма Intersil

IM5501 SN74S289
IM5502 SN7481А
IM5503 SN74S300A
IM5508 SN74S314
IM5512 SN74S214
IM5523 SN74S201
IM5533 SN74S301
IM5543 SN74S301
IM5553 SN74S200A
IM5600 SN74S188
IM5602 SN74S475
IM5603 SN74S387
IM5604 SN74S470
IM5610 SN74S288
IM5623 SN74S287
IM5624 SN74S370
IM5625 SN74S474

Фирма Monolithic Memories
ММА5200 SN74S473
ММА5240 SN74S473
ММА5241 SN74S472
ММА5280 SN74S473
ММА5281 SN74S472
ММА6240 SN74S473
ММА6241 SN74S472
ММА6280 SN74S473
ММА6281 SN74S472
ММН5200 SN74187
ММН5201 SN74S287
ММН5240 SN74S473
ММН5241 SN74S472
ММН6200 SN74S473
ММН6201 SN74S287
ММН6240 SN74S473
ММН6241 SN74S472
ММ5200 SN74187
ММ5201 SN74S387
ММ5205 SN74S270
М М 5206 SN74S370
ММ5210,ММ5225 SN74S470
ММ5230,ММ6230 SN7488A
ММ5231.ММ6330 SN74S188A
ММ5235 SN74S470
ММ5255,ММ5260 SN74S473

Продолжение табл. 3.10

ММ5300, SN74S387
ММ6201,
ММ6300
ММ5301, SN74S287
ММ6301
ММ5305, SN74S270
ММ6205
ММ5306, SN74S370
ММ6206
ММ5308, SN74S470
ММ6210,
ММ6305,
ММ6235
ММ5309, SN74S471
ММ6306,
ММ6309
ММ5330 SN74S188A

ММ5331, SN74S288
ММ6331
ММ5335, SN74S470
ММ6210,
ММ6235,
ММ6305,
ММ6308,
ММ6335
ММ5340, SN74S475
ММ6340
ММ5341, SN74S474
ММ6341
ММ5348, SN74S473
ММ6260,
ММ6225,
ММ6231
ММ6348
ММ5349, SN74S472
ММ6349
ММ5530, SN74S301
ММ6530
ММ5531, SN74S201
ММ6531
ММ5560, SN74S289
ММ6560
ММ5561, SN74S189
ММ6561
ММ6200 SN74187
ММ6308, SN74470
ММ6335
ММ6561 SN74S189

Фирма Motorola
МС3001 SN7408
МС3002 SN74S02
МСЗООЗ SN7432
МС3004 SN74S03
МС3005 SN74S10
МС3006, SN74S11
МС3018,
МС3019,
МСЗОЗО
МС3007 SN74S15
МС3008 SN74S04
МС3009 SN74S05
МС3010 SN74S20



Продолжение табл. 3.10 Продолжение табл. 3.10

МС3011 SN74S11 DM 8200 SN74S85
МС3012 SN74S22 DM8210 SN74151A
МС3015 SN74S133 DM8211 SN74351
МС3016 SN74S133 DM8213 SN74154
МС3020, SN74S51 DM8214 SN74LS253
МС3023 DM8219 SN74150
МС3021 SN74S86 DM8091 SN74S240
МС3022 SN74S135 DM8551 SN74173
МС3024, МС3025 SN74S40 DM8552 SN74S162
МС3026 SN74S140 DM8553 SN74S163
МС3028, МС3029 SN74S240 DM8554 SN74S373
МС3031, МС3032 SN74S64 DM8555 SN74S168
МС3050, МС3051, SN74S373, DM8556 SN74S169
МС3052, МС3053 SN74S374 DM8560 SN74192
МС3054, МС3055, SN74S112 DM8563 SN74193
МС3063 DM8570 SN74164
МС3060 SN74S74 DM8573 SN74S387
МС3061 SN74S114 DM8574 SN74S287
МС3062 SN74S113 DM8577 SN74S188
МС4000, МС4300 SN74S139 DM8578 SN74288
МС4001 SN74184 DM8579 SN74164
МС4002, МС4007 SN74S139 DM8580 SN7495A
МС4004, МС4005 SN7481А DM8582 SN74S301
МС4006, МС4038, SN74S138 DM8220 SN74S280
МС4048 DM8223 SN74S139
МС4008 SN74S280 DM8330 SN74S257
МС4021, МС4022 SN74S85 DM8280 SN74176
МС4023 SN74S260 DM8281 SN74177
МС4025 SN74S124 DM8283 SN7483A
МС4026, МС4027 SN74S381 DM8288 SN7492A
МС4028, МС4029, SN74S281 DM8290, SN74196
МС4030, МС4031 DM8296
МС4032 SN74S182 DM8291 SN74197
МС4035, МС4037 SN74S373 DM8500 SN7476
МС4039 SN74S143 DM8501 SN7473
МС4040 SN74S139 DM8510 SN7474
МС4042, МС4043 SN74S240 D M 8511, DM8512 SN74276
МС4050 SN74143 DM8250 SN7497
МС4051 SN74144 DM8530 SN7490A
МС4062 SN74S64 DM8532 SN7492A
МС4010 SN74S135 DM8533 SN7493A
МС4012 SN74S299 DM8544 SN74265
МС4015 SN74S195 DM8588 SN7488A
МС4016, МС4017 SN74S168 DM8590 SN74165
МС4018, МС4019 SN74S169 DM8597 SN74S287
МСМ4002 SN7488A DM8598 SN7488A
МСМ4004, SN7481А DM8599 SN74S189
МСМ4005 DM 8640 SN74141
МСМ4006 SN74S387 DM8810

DM8811, DM8819
SN7426
SN7426

1 National
DM8812 SN7416
DM8842 SN7442A

DM8093
DM8094
DM8095
DM8096
DM8097

SN74125
SN74126
SN74365
SN74366
SN74367

DM8846
DM8847
DM8848
DM8853
DM8875A,

SN7446A
SN7447A
SN7448
SN74221
SN74S274

DM8098 SN74368 DM8875B
DM8121 SN74251
DM8123 SN74S257 Фирма Signetics
DM8130, SN74S85
DM8160, 8H16 SN74S20
DM8131 8H20, 8H21, 8H22 SN74S112
DM8136 SN7485 8H70 SN74S11



Продолжение табл. 3.10 

8201, 8202, 8203 SN74174
8204 SN74S471
8205 SN74S472
8Н80 SN74S00
8Н90 SN74S04
8Т01 SN74141
8Т04 SN7447A
8Т05 SN7448
8Т06 SN74143
8Т09, 8Т13, 8Т23 SN74128
8Т10 SN74173
8Т18 SN7426
8Т20 SN7412
8Т22 SN74122
8Т26 SN74125
8Т28 SN74S241
8Т51, 8Т59, 8Т71, 
8Т79

SN74144

8Т54, 8Т74, 8Т75 SN74143
8Т80 SN7426
8Т90 SN7406
8Т93, 8Т94 SN7425
8Т95 SN74365
8Т96 SN74366
8Т97 SN74367
8Т98 SN74368
8162 SN74121
8200 SN74174
8260 SN74S281
8261 SN74S182
8262 SN74180
82S63 SN74S280
8263, 8264 SN74153
8266 SN74157
82S66 SN74S157
8206, 82S06 SN74S201
8207, 82S07 SN74S300
82S08, 82S10 SN74S314
82S11 SN74S214
82S16 SN74200
82S17 SN74S300
8223 SN74S188
8224 SN7488A
8225, 82S25 SN74S289
82S26 SN74S387
8228 SN74S471
82S29 SN74S287
8230, 82S30 SN74151A
8231 SN74S251
82S31, 82S32 SN74S151
8232 SN74151A
8233 SN74157
82S33 SN74S157
8234, 82S34 SN74S258
8241 SN7486
82S41 SN74S86
8242 SN74LS26(
82S42 SN74S135
8243 SN74198
8250 SN7442A
82S50 SN74138
8250 SN7442A
82S52 SN74S280
8255 SN74S289

Продолжение табл. 3.10

82147 SN74147
82148 SN74148
8415, 8416 SN7420
8417 SN7410
8424, 8425 SN74111
8440 SN7450
8267 SN74157
8268 SN7480
8269 SN7485
8270 SN74178
82S70, 82S71 SN74S299
8271 SN74179
8273, 8274 SN74198
8275 SN74174
8276, 8277 SN7491A
8280 SN74176
8281 SN74177
8283, 8284, 8285 SN4S169
8288 SN74163
8290 SN74196
82S90, 8282 SN74S196
8291 SN74197
82S91 SN74S197
8293 SN74LS197
82S110 SN74S314
82S111 SN74S214
82S116 SN74S201
82S117 SN74S301
82S123 SN74S288
82S124 SN74S387
82S129 SN74S287
82S130 SN74170
8445 SN7440
8470 SN7410
8471 SN7412
8481 SN7403
8490 SN7404
8706, 8731 SN7460
8806 SN7460
8808 SN7430
8815 SN7425
8816 SN7420
8821 SN7476
8822, 8826 SN74107
8824, 8827 SN7476
8825 SN7470
8828 SN7474
8829 SN74110
8840, 8859 SN7450
8840 SN74S64
8855 SN7440
8870, 8879 SN7410
8875 SN7427
8881, 8889 SN7401
8885 SN7402
8890 SN7404
8891 SN7405

П р и м е ч а н и е .  Впереди цифрового обозна­
чения микросхем этой фирмы стоит буква N 
для ИМС, рассчитанных на диапазон температуры 
0-=-+70°С, и буква S — на диапазон — 55 
+ 125°С.



Т а б л и ц а  3.11. Отечественные аналоги серии 
SN74

Зарубежная
ИМС

Отечественный
аналог

Тип
корпуса

SN7400 К 155 Л A3 201.14-1
КМ155ЛАЗ 201.14-8

SN7401 К155ЛА8 201.14-1
КМ155ЛА8 201.14-8

SN7402 К155ЛЕ1 201.14-1
SN7404 К155ЛН1 201.14-1
SN7405 К155ЛН2 201.14-1
SN7406 К155ЛНЗ 201.14-1

КМ155ЛНЗ 201.14-9
SN7407 К155ЛН4 201.14-1

КМ155ЛН4 201.14-8
SN7408 К155ЛН1 201.14-1
SN7410 К155ЛА4 201.14-1

КМ 155 Л A4 201.14-8
SN7412 К155ЛА10 201.14-1

КМ155ЛА10 201.14-9
SN7413 К155ТЛ1 201.14-1
SN7414 К155ТЛ2 201.14-2
SN7416 К155ЛН5 201.14-4

КМ155ЛН5 201.14-8
SN7420 К155ЛА1 201.14-1

КМ155ЛА1 201.14-8
SN7422 К155ЛА7 201.14-1

КМ155ЛА7 201.14-8
SN7423 К155ЛЕ2 238.16-1
SN7425 К155ЛЕЗ 201.14-1

КМ155ЛЕЗ 201.14-9
SN7426 К155ЛА4 201.14-1
SN7427 К155ЛЕ4 201.14-1
SN7428 К155ЛЕ5 201.14-1

КМ155ЛЕ5 201.14-9
SN7430 К155ЛА2 201.14-1

КМ155ЛА2 201.14-8
SN7432 К155ЛА1 201.15-1
SN7437 К155ЛА12 201.14-2
SN7438 К155ЛА13 201.14-2

КМ155ЛА13 201.14-9
SN7440 К155ЛА6 201.14-1

КМ155ЛА6 201.14-8
SN7450 К155ЛР1 201.14-1

КМ155ЛР1 201.14-8
SN7453 К155ЛРЗ 201.14-1

КМ155ЛРЗ 201.14-8
SN74H55 К155ЛР4 201.14-1

КМ155ЛР4 201.14-8
SN7460 К155ЛД1 2Q 1.14-1
SN7472 КМ155ЛД1 201.14-8

К155ТВ1 201.14-1
КМ155ТВ1 201.14-8

SN7474 К155ТМ2 201.14-1
КМ155ТМ2 201.14-8

SN7475 К155ТМ7 238.16-1
КМ155ТМ7 201.16-6

SN7477 К155ТМ5 201.14-1
КМ155ТМ5 201.14-9

SN7480 К155ИМ1 201.14-1
КМ155ИМ1 201.14-8

SN7481 К155РУ1 201.14-2
SN7482 К155ИМ2 201.14-1

КМ155ИМ2 201.14-9

Продолжение табл. 3.11

Зарубежная
ИМС

Отечественный
аналог

Тип
корпуса

SN7483A К155ИМЗ 238.16-2
КМ155ИМЗ 201.16-6

SN7486 К155ЛП5 201.14-1
КМ155ЛП5 201.14-8

SN7490A К155ИЕ2 201.14-1
КМ155ИЕ2 201.14-8

SN7492A К155ИЕ4 201.14-1
КМ155ИЕ4 201.14-8

SN7493A К155ИЕ5 201.14-1
КМ155ИЕ5 201.14-8

SN7495 К155ИР1 201.14-1
КМ155ИР1 201.16-6

SN7497 К155ИЕ8 238.16-2
SN74121 К155АГ1 201.14-1
SN74123 КМ153АГЗ 201.16.5
SN74125 К155ЛП8 201.14-1

КМ155ЛП8 201.14-9

SN74128 К155ЛЕ6 201.14-1
КМ155ЛЕ6 201.14-9

SN74132 К155ТЛЗ 201.14-2
SN74141 К155ИД1 238.16-1

КМ155ИД1 201.16-5

SN74148 К155ИВ1 238-16-2
SN74150 К155КП1 239.24-1
SN74151 К155КП7 238.16-1

КМ155КП7 201.16-5
SN74152 К155КП5 201.14-1

КМ155КП5 201.14-8
SN74153 К155КП2 238.16-1

КМ155КП2 201.16-2

SN74154 К155ИДЗ 239.24-2
SN74155 КМ155ИД4 201.16-5
SN74160 К155ИЕ9 238.16-2
SN74170 К155РП1 238.16-2
SN74172 К155РПЗ 239.24-2

К155ИР15 238.16-2
КМ155ИР15 201.16-6

SN74175 К155ТМ8 238.16-1
SN74180 КМ155ИП2 201.14-8
SN74181 К155ИПЗ 239.24-1
SN74182 КМ155ИП4 201.16-5
SN74184 К155ПР6 238.16-2
SN74185 К155ПР7 238.16-2
SN74187 155РЕ21 — 

155РЕ24
238.16-2

SN74192 К155ИЕ6,
КМ155ИЕ6

238.16-2

SN74193 К155ИЕ7,
КМ155ИЕ7

238.16-2

SN74196 Ю 55ИЕ14 201.14-1
SN74198 К155ИР13 239.24-1
SN74365 К155ЛП10 238.16-2
SN74366 К155ЛН6 238.16-2
SN74367 К155ЛП11 238.16-2



Дешифраторы применяются для преоб­
разования кодированной информации в со­
ответствующий управляющий сигнал, напри­
мер для дешифровки кода операции, выра­
ботки сигналов управления АЛУ, преобра­
зования кода адреса запоминающей ячейки 
в соответствующий сигнал при записи (счи­
тывании), управления индикаторами, шкала­
ми, дисплеями, выбора одного или более вы­
ходных каналов в зависимости от кода вход­
ного сигнала.

В микросхемах типов SN7442 —SN7444 
выбирается одна линия из N  выходных 
в зависимости от входного кода. Микросхе­
мы типов SN 7446-SN 7449 представляют 
собой дешифраторы двоично-десятичного 
кода в код 7-сегментного индикатора.

Регистры представляют собой устрой­
ства, предназначенные для приема, промежу­
точного хранения и выдачи л-разрядных 
чисел в процессе выполнения операций, 
а также для преобразования чисел с помощью 
сдвига. Регистры выполняются на триггер­
ных и логических элементах, количество и 
тип которых в регистре определяются его 
назначением. Обычно регистры применяются 
в качестве передаточных звеньев между за­
поминающими устройствами и другими уз­
лами ЭВМ. С помощью регистров можно 
также осуществить преобразование последо­
вательного кода числа в параллельный и 
наоборот. По способу приема и передачи 
информации регистры подразделяются на 
параллельные (параллельный ввод, парал­
лельный вывод) и параллельно-последова­
тельные (параллельный ввод, последователь­
ный вывод или наоборот). Операция сдвига 
заключается в перемещении всех цифр в на­
правлении от старших разрядов к младшим 
(правый сдвиг) или от младших — к старшим 
(левый сдвиг). Помимо однонаправленных 
регистров, т. е. регистров с левым или пра­
вым сдвигом, существуют двунаправленные, 
или универсальные, регистры.

Счетчики предназначены для счета им­
пульсов, поступающих на их входы. Они 
используются для образования последова­
тельности адресов команд, счета числа цик­
лов выполнения операций. В зависимости 
от способа кодирования счетчики бывают 
двоичные или десятичные и по назначению 
делятся на простые (суммирующие и вычи­
тающие) и реверсивные. Простые счетчики 
имеют переходы от предыдущего состояния 
к последующему только в одном направле­
нии. Такие счетчики могут суммировать 
импульсы или вычитать их. Реверсивные 
счетчики имеют переходы в двух направле­
ниях (прямом и обратном). Двоичный счет­

чик обычно состоит из ряда последователь­
но соединенных триггерных ячеек, управляе­
мых по счетному входу. Каскад десятичного 
счетчика (декада) обычно состоит из четырех 
триггеров с обратными связями.

Умножитель — устройство для умноже­
ния двух и-разрядных чисел и выдачи ре­
зультата в виде 2и-разрядного числа. Умно­
жители содержат матрицу элементов син­
хронного умножения, два входных регистра 
операндов и два выходных регистра, один 
из которых принимает старшие разряды 
произведения, а другой — младшие.

Каждый элемент умножительной матри­
цы содержит схему получения однобитового 
произведения и схему полного сумматора 
для сложения этого произведения с суммами 
и переносами от других элементов матрицы. 
Такую структуру имеют, например, быстро­
действующие умножители MPY8, MPY12, 
MPY16, MPY24 фирмы TRW (США). В ум­
ножителях типов TDC1008, TDC1010 этой же 
фирмы добавлен регистр-аккумулятор.

Сумматор представляет собой устрой­
ство, производящее суммирование двух чисел 
с выдачей результата и сигнала переноса 
в старшие разряды.

Отечественные аналоги микросхем серии 
SN74 фирмы Texas Instruments приведены 
в табл. 3.11.

3.2. МИКРОПРОЦЕССОРЫ

Микропроцессор — это программное уп­
равляемое устройство, осуществляющее при­
ем, обработку и выдачу цифровой информа­
ции, построенное на одной или нескольких 
ИМС.

Выпускаемые в настоящее время за ру­
бежом микропроцессорные интегральные 
микросхемы с большой степенью интеграции 
можно классифицировать в основном на три 
большие группы:

1) микропроцессоры с фиксированной 
разрядностью слова и фиксированной систе­
мой команд, однокристальные микропроцес­
соры;

2) микропроцессорные секции с наращи­
ваемой разрядностью слова и микропро­
граммным управлением;

3) однокристальные микроЭВМ.
Однокристальные микропроцессоры с

фиксированной разрядностью и фиксирован­
ной системой команд состоят в основном 
из следующих узлов: арифметическо-логи- 
ческого устройства (АЛУ), устройства управ­
ления, блока внутренних регистров, интер­
фейса. Арифметическо-логическое устрой­



ство, как правило, состоит из двоичного 
сумматора со схемами ускоренного переноса, 
регистров для временного хранения операн­
дов и регистра-сдвигателя. Это устройство 
аппаратно выполняет несколько простейших 
операций: сложение, вычитание, пересылку, 
логическое И, логическое ИЛИ, сложение 
по модулю 2 и сдвиг.

Блок внутренних регистров образует 
внутреннюю память микропроцессора и со­
держит специальные регистры и регистры 
общего назначения (РОН). В состав блока 
РО Н  входят регистры временного хранения 
операндов в процессе выполнения операций, 
регистр-аккумулятор, который содержит один 
из операндов и в котором фиксируется 
результат выполнения операции, счетчик 
команд, регистр адреса, индексный регистр, 
регистр-указатель стека. Счетчик команд со­
держит адрес выбираемой из ЗУ следующей 
по порядку команды в программе. Регистр 
адреса служит для временного хранения 
адреса операнда, находящегося во внешней 
памяти или в другом регистре, или адреса 
ячейки памяти, куда необходимо передать 
результат из регистра-аккумулятора. Нали­
чие стековой памяти, в которую информа­
ция заносится последовательно и извлекается 
в порядке, обратном порядку занесения, 
позволяет просто осуществлять переход к 
прерывающей программе и возврат к пре­
рванной программе, организовывать работу 
с подпрограммами. Отдельные модели мик­
ропроцессоров имеют внутренний, встроен­
ный стек ограниченной емкости. Однако 
в силу того, что обращение к стеку произ­
водится статистически гораздо реже, чем к 
остальным регистрам блока РО Н, в послед­
них моделях микропроцессоров оставлен 
только регистр-указатель стека (stack pointer), 
а сам стек выполнен в виде некоторой зоны 
во внешней оперативной памяти.

Специальными регистрами являются ре­
гистр команды и регистр состояния, или 
признаков. Регистр команды принимает и 
хранит код очередной команды. В регистре 
признаков фиксируется наличие переполне­
ния, нулевой результат, положительный или 
отрицательный знак. Часть регистра призна­
ков процессора не относится структурно 
к АЛУ, а принадлежит управляющему уст­
ройству. В этой части регистра фиксируются 
признаки, определяющие форматы команды 
и обрабатываемых слов, способ адресации, 
наличие запроса прерывания, разрешение или 
маскирование прерывания.

Управляющее устройство содержит де­
шифратор команд и таймерное устройство 
для расшифровки кода команды и выдачи

соответствующих контрольных сигналов, не­
обходимых для извлечения команд и данных 
и манипуляции над ними. Управляющее 
устройство однокристальных микропроцессо­
ров строится на основе «жесткой» (схемной) 
логики, в частности на основе программи­
руемых логических матриц (ПЛМ).

Управляющее устройство управляет 
процессом выполнения команды путем гене­
рации последовательности микрокоманд. 
В простейших моделях микропроцессоров 
функции вычисления следующего адреса 
команды в режиме автоадресации с прира­
щением возлагались на АЛУ. В более слож­
ных микропроцессорах для разгрузки АЛУ 
от выполнения таких элементарных опера­
ций предусмотрена специальная схема инкре- 
ментора-декрементора, которая выполняет 
увеличение (increment) или уменьшение 
(decrement) на определенное значение теку­
щего адреса.

Связь между всеми узлами и блоками 
микропроцессора осуществляется по много­
разрядным шинам (магистралям). По функ­
циональному назначению различают шину 
данных, адресную шину и шину управления. 
Из-за ограниченного числа внешних выводов 
шина данных обычно работает в режиме вре­
менного мультиплексирования, т. е. противо­
положные направления обмена данными 
между микропроцессором, внешней памятью 
или другими периферийными устройствами 
разделены во времени. Внутренняя шина 
данных соединяет между собой АЛУ, уст­
ройство управления, блок регистров общего 
назначения, регистр адреса. Большинство 
однокристальных микропроцессоров имеют 
16-разрядную шину адреса, которая позволя­
ет прямо адресовать внешнюю память 
емкостью 64 Кбайт (216 — 64 К, где К =  
=  1024). Некоторые типы современных про­
изводительных микропроцессоров (например, 
MC68000, Z8000, 8086) имеют 20-разрядную 
шину адреса, что позволяет прямо адресо­
вать память емкостью до 1 М байт (220 =  
=  1024 К) или еще большую с использова­
нием непрямой адресации. Двунаправленная 
шина управления обычно с разрядностью от 
6 до 10 служит для передачи управляющих 
сигналов, признаков состояния процессора 
и периферийного оборудования. По ней пере­
даются синхронизирующие сигналы для 
сопровождения информации при передачах 
ее в обоих направлениях по мультиплекси­
руемой шине данных (маркерные сигналы), 
сигналы, указывающие обращение к памяти 
(чтение или запись), сигналы, информирую­
щие микропроцессор о состоянии внешних 
устройств (готовность), сигналы запроса и



разрешения прерывания от внешних уст­
ройств и микропроцессора.

Список команд однокристальных микро­
процессоров содержит более простые коман­
ды по сравнению с командами больших ма­
шин. Некоторые типы микропроцессоров име­
ют системы команд, аналогичные системам 
команд широко распространенных микро- 
и мини-ЭВМ и поэтому программно совмес­
тимы с ними. Так, например, микропроцес­
сор I Мб 100 фирмы Intersil эмулирует систе­
му команд мини-ЭВМ PDP-8 фирмы DEC, 
микропроцессоры mN601 фирмы D ata Gene­
ral и 9440 фирмы Fairchild имеют систему 
команд мини-ЭВМ типа «Nova»; микропро­
цессоры TMS/SBP9900 фирмы Texas Instru­
ments — мини- и микромашин серии 990.

Наиболее популярным и широко рас­
пространенным универсальным микропроцес­
сором является 8-разрядный параллельный 
однокристальный микропроцессор типа 8080 
фирмы Intel, серийно выпускаемый с 1974 г. 
Он содержит 5000 М ОП-транзисторов на 
кристалле размером 4,2 х 4,8 мм. Архитекту­
ра микропроцессора показана на рис. 3.1.

Микропроцессор содержит следующие функ­
циональные узлы: 8-разрядное АЛУ, выпол­
няющее операции сложения, ИЛИ, И, H E -  
ИЛ И, равнозначности, правого или левого 
сдвига, определения знака. К одному из 
входов схемы АЛУ всегда подключен ре­
гистр-аккумулятор, ко второму через регистр 
временного хранения может быть подклю­
чен любой из регистров блока РОН.

Аккумулятор используется в качестве 
источника одного из операндов и для фикси­
рования результата операции. Он представ­
ляет собой двухтактный регистр. Регистр 
временного хранения служит для упорядоче­
ния обмена в случае, когда какой-либо из 
регистров общего назначения используется 
в одной операции двояко: и в качестве 
регистра-источника операнда, и в качестве 
регистра-результата. Регистры временного 
хранения присутствуют также в блоке РОН. 
Они позволяют выполнять операции пере­
распределения данных между регистрами 
блока РОН, аккумулятором и внешней па­
мятью.

В состав АЛУ входит комбинационная 
схема десятичного корректора, назначение

досъмиразрядная внутренняя шина ванных
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Рис. 3.1. Структурная схема микропроцессора типа 8080



которого состоит в том, чтобы под воз­
действием специальной команды интерпрети­
ровать результат выполнения двоичной опе­
рации как результат операции десятичной 
арифметики. Арифметическо-логическое уст­
ройство непосредственно связано с регистром 
признаков, в котором фиксируются резуль­
таты выполнения каждой операции: нулевой 
результат в аккумуляторе, перенос из стар­
шего разряда, знак результата и др. Наличие 
в микропроцессоре регистра признаков упро­
щает осуществление программных переходов 
в зависимости от состояния триггеров 
признаков.

Микропроцессор 8080 имеет 16-разряд- 
ную однонаправленную шину адреса, 8-раз- 
рядную двунаправленную информационную 
шину, 12-разрядную шину управления (шесть 
входных линий и шесть выходных). Ниже 
приведены наименования сигналов, которые 
могут присутствовать на шине управления 
в виде, используемом в мнемокодах про­
грамм:

RESET — сброс, входной сигнал, очи­
щающий (сбрасывающий) счетчик команд и 
обеспечивающий выполнение программы, на­
чиная с нулевой ячейки памяти;

Фь Фг — входные синхроимпульсы;
SYNK — выходной сигнал, при появле­

нии которого микропроцессор выдает на 
шину данных 8-разрядный код, характери­
зующий состояние микропроцессора;

READY — готовность, входной сигнал, 
поступающий от внешних устройств и преду­
преждающий, что данные готовы для ввода 
в микропроцессор;

WAIT — выходной сигнал, подтверждаю­
щий готовность микропроцессора принять 
данные от внешних устройств; микропро­
цессор находится в режиме ожидания;

HOLD — захват шин, входной сигнал от 
внешних устройств при прямом обращении 
к внешней памяти;

HOLD АСК — подтверждение захвата 
шин, выходной сигнал, подтверждающий 
представление микропроцессором шин для 
прямого обмена с памятью и приостанав­
ливающий дальнейшее действие микропро­
цессора;

INT — запрос прерывания, входной сиг­
нал от внешнего устройства на возможность 
прерывания работы микропроцессора и об­
служивания данного внешнего устройства;

INTE — разрешение прерывания, выход­
ной сигнал, характеризующий факт перехода 
микропроцессора к выполнению программы 
обработки прерывания;

DBIN — прием на шину данных, выход­
ной сигнал, указывающий, что микропроцес­

сор готов принять информацию на шину 
данных:

WR — запись, выходной сигнал, необхо­
димый для записи данных в память или для 
управления вводом-выводом.

Параметры однокристальных микро­
процессоров приведены в табл. 3.12.

Структура однокристальных микропро­
цессоров ориентирована на преимуществен­
ное их применение в устройствах цифровой 
автоматики, в управляющих блоках перифе­
рийных устройств. Фиксированная и малая 
разрядность обрабатываемых слов, жесткая 
неперестраиваемая структура, фиксирован­
ный набор команд ограничивают возмож­
ность их использования для построения 
высокопроизводительных машин, систем об­
работки данных и специализированных 
контроллеров. Для этой цели используются 
микропроцессорные секции с наращиваемой 
разрядностью слова и микропрограммным 
управлением. Минимальный набор для по­
строения микропроцессора состоит из трех 
схем: центрального процессорного элемента 
(собственно микропроцессорной секции), бло­
ка микропрограммного управления и посто­
янной памяти микропрограмм. В состав 
центрального процессорного элемента вхо­
дит секционное АЛУ, блок РОН, регистр- 
аккумулятор, регистр адреса и дешифратор 
микроопераций. Таким образом, микропро­
цессорная секция представляет собой усечен­
ный, узкоформатный вариант однокристаль­
ного микропроцессора, рассмотренного вы­
ше.

Устройство управления реализуется на 
двух отдельных БИС: постоянной памяти 
микропрограмм и блока микропрограммно­
го управления. Такая модульная структура 
удобна для потребителя, так как позволяет 
записывать в ПЗУ микропрограммы, тре­
буемые для выполнения специализирован­
ных команд, и получать микропроцессорную 
систему любой разрядности путем объеди­
нения п числа микропроцессорных секций, 
соединяя цепи межразрядных переносов и 
объединяя их общей шиной микропрограмм­
ного управления.

Параметры микропроцессорных секций 
приведены в табл. 3.13.

Дальнейшим развитием микропроцессор­
ного направления в микроэлектронике яв­
ляется разработка однокристальных микро- 
ЭВМ. Данный класс БИС находит все 
большее применение в малогабаритных си­
стемах обработки данных и системах управ­
ления.

Дешевые четырехразрядные микро- 
ЭВМ (контроллеры) широко используются



Т а б л и ц а  3.12. Параметры однокристальных

Тип
Разрядность 

слова 
данных/ 

команд, бит
Технология

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов 

(байт)

Число
основных

команд

Макси­
мальная
тактовая
частота,

МГц

Время
выполнения

команды
наименьшее/
наибольшее,

МКС

АМ29116 16 т т л /э с л ♦ 61 10 0,1

АМ8080А 8 л-МОП 64К 78 2 1,5/3,75
А М И /PR 16/16 КМОП 64К 68 3 4/90,7

CDP1802 8/8 КМОП 64К 91 2,5 6,4/9,6
CDP1802A 8/8 КМОП 64К 91 3,2 5/7,5
C D P 1802В 8/8 КМ ОП 64К 91 5,1 3,2/4,8
CDP1802M 8/8 КМОП 64К 91 3,2 4/6
CDP1805 8/8 КМОП 64К 113 4 4/6

CDP1805A 8/8 КМОП 64К 123 5 3,2/4,8
CDP1806 8/8 КМОП 64К 113 4 4/6
CDP1806A 8/8 КМОП 64К 123 5 3,2/4,8
CDP6805E2 8/8 КМОП 8К 61 5 2/4
СОР402 4/8 Л-МОП 1К 49 4 4
СОР402М 4/8 л-МОП 1К 49 4 4
СОР404 4/8 Л-МОП 2К 49 2 15

СР1600 8 Л-МОП 64К 3,3
D C jll-A A 16/32 КМ ОП 2М 140 15 • 0,2

DCT11-AA 16/16 л-МОП 2М 140 7,5 -

F100 16/16 Биполярная 32К 153 14 1,19/14
F6800 8 л-МОП 64К 72 2 2/5
F6808 8 л-МОП 64К 72 4 2/5
F6809 8 НМ ОП 64К 59 1 2/5
F6809E 8 н м о п 64К 59 1 1/10
F8(3850) 8/8 Л-МОП 64К 69 2 2/13
F9445 16/16 и  Зл 64К 100 20 0,3/5,7

F9450 16/16 И VI 2М 20
G65SC02 8/8 КМОП 64К 64 4 0,5/3,5
G65SC03 8/8 КМОП 4К 64 4 0,5/3,5
G65SC04 8/8 КМОП 8К 64 4 0,5/3,5

HD6800 8 л-МОП 64К 72 2 1/2,5
HD6809 8 Л-МОП 64К 59 2 1/7,5
HD6809E 8 л-МОП 64К 59 2 1/1
НМ-8031 8/8 Л-МОП 64К 111 12 1/4
НМ-8035Н 8/8 Л-МОП 4К 96 8 1,9/3,8
НМ-80С35 8/8 КМОП 4К 97 11 1,4/2,8
НМ-8086Н 16/16 Л-МОП 1М 97 10 0,2/19
НМ-8088Н 16/16 Л-МОП 1М 97 10 0,2/19
І8087 80/16 Л-МОП 1М 68 5 9/100
ІАРХ86/Ю 16/16 л-МОП 0,5М 97 10 0,2/19
ІАРХ88/Ю 8/16 Л-МОП 32К 97 10 0,2/19

ІАРХ186/10 16/16 л-МОП 0,5М 150 10 0,2/6,7



микропроцессоров общего применения

Число
Число

уровней
прерыва­

ния

Число
регистров

общего
назначения

Встроенный
тактовый
генератор

выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

В
Примечание

— 32 — 52 5 *‘ — определяется пользовате-
лем

1 8 — 40(1) + 5,12 —

5 128x8 + 48 5 Используется для отладки од­
нокристальных микроЭВМ с 
изменяемой структурой

1 16 X 16 + 40 4 -1 0 ,5 —
1 16x16 + 40 4 -  10,5 —

1 16 X 16 + 40 4 -  10,5 —

1 16 X 16 + 40 3 - 6 ,5 —

1 16х 16 + 40 4 - 6 , 5 На кристалле имеется ОЗУ 
емкостью 64 байт

1 16 X 16 + 40 4 -6 ,5 —
1 16x16 + 40 4 - 6 , 5 —

1 16 X 16 + 40 4 - 6 , 5 —
1 ОЗУ + 40 4 - 6 , 5 —

3 6 4 x 4 + 40(2) 4 ,5 -6 ,3 Модификации однокристаль­
— 6 4 x 4 + 40(2) 4 ,5 -6 ,3 ных микроЭВМ СОР420 и
3 128x4 + 40(3) 4 ,5 -9 ,5 СОР440 без ПЗУ имеют 

последовательный канал пе­
редачи

4 — — 42(4) 5,12 —

7 12 + 60 5 Двухкристальный вариант про­
цессора мини-ЭВМ P D P -11/70

4 — 40 5 Система команд мини-ЭВМ 
PDP-11

1 ОЗУ — 40 5,12 —
3 — — 40 5 —

— + 40(5) 5 —
3 — + 40(6) 5 —
3 — — 40(6) 5 —
1 64 + 40 5,12 —

16 8 40(7) 5 Система команд мини-ЭВМ 
NOVA-IV, включая команды 
высокоскоростного умножения 
и деления

— — — 64 5 —

1 - + 40(8) 5 ) Совместимы по разводке
1 — — 28(9) 5 1 выводов с микропроцессо-
1

~

28(10) 5 1 ром 6500, по структуре шин 
) с микропроцессором МС6800

— — + 40 5 —

6 — + 40(6) 5 —

3 — — 40(6) 5 —

2 32 + 40(11) 5 —

1 16 + 40(12) 5 —

1 16 + 40(12) 5 —

1 8 — 40(13) 5 —

1 8 — 40(14) 5 —

1 8 x 8 0 — 40 5 —

1 8 — 40(13) 5 Часто обозначается как 8086
1 8 — 40(14) 5 8-разрядная внешняя шина 

данных
5 8 + 68 5 По сравнению с 8086 имеет 

дополнительные контроллер­
ные схемы на кристалле



Тип

Разрядность 
слова 

данных/ 
команд, бит

Технология

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов 

(байт)

Число
основных

команд

Макси­
мальная
тактовая
частота,

МГц

Время
выполнения

команды
наименьшее/
наибольшее,

М КС

ІАРХ286/Ю 16/16 л-МОП 16М 163 10 0,2/17,6

ІАРХ432 32/32 я-МОП 16М 221 8 1,25/200
IM6100 12/12 КМОП 4К 81 з,з 2,5/5,5

IMST-414 32 КМОП 4Г _ 5 0,05
INS8040 8/8 л-МОП 64К 96 И 1,4/2,8
INS8060 8/8 л-МОП 64К 46 4 5/22

INS8070 8/8 л-МОП 64К 74 4 3
LM6497 4/8 л-МОП 1К 65 1,0 4

LM64PG97 4/8 л-МОП 1К 65 1,0 4

LM6499 4/8 л-МОП 2К 82 1,2 3

LM64PG99 4/8 л-МОП 2К 82 1,2 3

LM65PG99 4/8 КМОП 4К 81 0,4 10

LS7270 12/16 л-МОП 4К 10 2 46/72
М6800 8/8 л-МОП 64К 72 2 1/25
МВ8849 4/8 л-МОП 2К 70 2 3/6
МВ8850 4/8 КМОП 2К 70 2 3/6
МВ8859 4/8 КМОП 2К 70 2 3/6
МВ88408 4/8 л-МОП 4К 75 2 3/6

МВ88409 4/8 л-МОП 4К 75 2 3/6
МВ88418 4/8 л-МОП 4К 75 2 3/6

МВ88419 4/8 л-МОП 8К 75 2 3/6

MBL6800 8/8 л-МОП 64К 72 2 1/25
MBL6802 8/8 л-МОП 64К 72 2 2/5
MBL6809 8/8 л-МОП 64К 82 3,58 2/12
MBL8086-1 16/16 л-МОП 1М 133 10 0,2/19
MBL8088 8/16 л-МОП 64К 97 10 0,2/19

МС6802/6808 8/8 л-МОП 64К 72 2 1/6

МС6803 8/8 л-МОП 64К 82 2 1,6/9,6
МС6808 8 л-МОП 64К 72 2 1/6
МС6809 8/8 л-МОП 64К 59 2 1/7,5
МС6809Е 8/8 л-МОП 64К 59 2 1/7,5
МС14500 1/4 КМОП 0 16 1 1/1
MC68000 16/16 л-МОП 16М 56 12 0,375
МС68008 8/16 н м о п 1М 56 8 0,5

МС68010 16/32 н м о п 16М 56 10 0,4
MC68020 32 КМОП 256М 65 16 —
МС68000-8 16/32 н м о п 16М 56 8 0,4
MC68000-10 16/32 н м о п 16М 56 10 0,4
MC68000-12 16/32 н м о п 16М 56 12,5 0,4
МС146805Е2 8/8 КМОП 8К 61 5 2/4
MCS65C0X 8/8 КМОП 64К 56 4 0,5/3,5
MCS65C1X 8/8 КМОП 64К 56 4 0,5/3,5



Продолжение табл. 3.12

Число
Число

уровней
преры­
вания

Число
регистров

общего
назначения

Встроенный
тактовый
генератор

выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

В
Примечание

1 8 - 68 5 Имеет встроенную схему уп­
равления и защиты памяти

0 — — 2 x 6 4 5 —
1 0 + 40 4 -1 1 Система команд микроЭВМ 

PDP-8
— ОЗУ :2 К х 8 84 5 Транспьютер
1 256 + 40 5 —

1 8 + 40(15) 5 Модификация микроЭВМ 
INS8050 без ПЗУ

2 9 + 40 5 То же INS8072 без ПЗУ
— 6 4 x 4 + 80 4 ,5 -6 ,5 Модификация изделия LM6416/ 

13 без ПЗУ
— 6 4 x 4 + 42 4 ,5 -6 ,5 Отладочный кристалл для 

LM6497 с навесным РПЗУ
— 128x4 + 80 4 ,5 -6 ,5 Модификация изделия 

LM6402/05 без РПЗУ
— 128x4 + 42 4 ,5 -5 ,5 Отладочный кристалл для 

LM6499 с навесным ПЗУ
— 6 4 x 4 + 42 4 ,5 -5 ,5 То же для LC6599 с навес­

ным РПЗУ
4 15x1 + 40 5 - 9 —

3 0 — 40 5 —
2 128 + 64 5 —

— 128x4 + 42 5 —

— 128x4 + 82 5 —

— 192x4 + 42 5 Отладочный кристалл для 
серии МВ88400

— 192x4 + 82 5 —
— 192x4 + 42 5 Отладочный кристалл с 8-раз- 

рядным АЦП
— 192x4 + 82 5 То же и с адресацией 8 Кбит 

ПЗУ
1 0 — 40 5 —

1 128/0 + 40(5) 5 -
1 0 + 40(6) 5 —
1 8 + 40(13) 5 —
1 8 + 40(14) 5 Совместим по выводам с 8088

фирмы Intel
3 128/0 + 40(5) 5 Микропроцессор 6808 не имеет 

внутреннего ОЗУ
8 0 — 40 5 —
3 — 40(5) 5 —
6 0 + 40(6) 5 —
6 — — 40 5 —

1 1 + 16 3 -1 8 —

7 17 — 64(17) 5 —

3 17 64 5 Модификация модели 68000 
с более простой шинной ор­
ганизацией

7 17 — 64 5 —

7 — — 84 5 —

7 17 X 32р - 64(17) 5 -

7 17 X 32р — 64(17) 5 —

7 17 X 32р — 64(17) 5 —

1 0 — 40 4 -6 ,5 —

1 0 + 40 5 —

1 0 — 40 5 —



Тип
Разрядность 

слова 
данных/ 

команд, бит
Технология

Емкость 
непосред­
ственно 

■ адресуемого 
ЗУ, слов 

(байт)

Число
основных
команд

Макси­
мальная
тактовая
частота,

МГц

Время
выполнения

команды
наименьшее/
наибольшее,

МКС

MCS650X 8/8 «-МОП 64К 56 4 0,5/3,5
MCS651X 8/8 «-МОП 64К 56 4 0,5/3,5

MCS-6508 8/8 «-МОП 64К 56 4 0,5/3,5

МК38Р70/02 8/8 «-МОП 64К 70 4 2/13

МК38Р73/02
MKS16

8/8
16/16

«-МОП
КМ О П//кнс

64К
32К

70 4
5,5

2/13

mN602 16/16 «-МОП 64К 82 8,3 2,4/53

M N 1498 4/8 «-МОП 1К 66 0,3 10/20

MN1499 4/8 «-МОП 2К 75 0,3 10/20
M N 1499А 4/8 «-МОП 2К 75 0,3 10/20
MN 1599 4/8 «-МОП 4К 125 1 2/4
MN1610 16/16 «-МОП 64К 33 2 2/6
MN1613 16/16 «-МОП 256К 87 3,3 0,3/58

MSM5840H 4/8 КМОП 4К 98 4 7,6/15,2
MSM80C35/39 8/8 КМОП 64К 111 11 1,4/2,8
MSM80C85A 8/8 КМОП 64К 113 6 1,3/6
NCR/32-000 32/32 «-МОП 4M 179 13,3 1/0,15
NS 16008 8/32 «-МОП 16М 100 — —

NS16016 16/32 «-МОП 16М 78/100 _ _

NS 16032-10 16/32 «-МОП 16М 161 10 0,4/

NS32008 8/32 хмоп 16М 133 10 0,3/

NS32032 32/32 «-МОП 16М 133 10 0,3
NSC800 8 КМОП 64К 158 2,5 1,6/9,2

NSC800-4 8 КМОП 64К 158 4 1/5,75
R650X 8/8 «-МОП 64К 56 4 0,5/3,5
R651X 8/8 «-МОП 64К 56 4 0,5/3,5
R65CXX 8/8 КМОП 64К 68 4 0,5/3,5
S9980A 8 «-МОП 16М — 3 —

S99C91 16/16 КМОП 64К 68 5 2,4/54,5
SAB8031 8/8 «-МОП 128К 111 12 1/4
SAB8035 8/8 «-МОП 64К 96 6 2,5/5
SAB8080A-1 8/8 «-МОП 64К 78 3,1 1,26/3,15
SAB8085A-1 8/8 «-МОП 64К 80 5,5 0,8/5,2
SAB8086-1 16/16 «-МОП 1М 97 10 0,2/19
SAB80286 16/16 «-МОП 16М 163 10 0,2/17,6
SBP9900 16/16 И 2Л 128К 73 4,4 —

SBP9989 16/16 И 2Л 32К 73 4,4 0,37/13,6
SElOOOjLC 4/8 КМОП 1К 43 1 6/120
SEI lOOjLC 4/8 КМОП 2К 40 1 6/120
SE1400jLL 4/8 р-М ОП 4К 41 0,55 11/60



Продолжение табл. 3.12

Число
уровней
преры­
вания

Число
регистров

общего
назначения

Встроенный
тактовый
генератор

Число
выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

В
Примечание

1 0 + 40 5 _
1 0 40 5 Подобен модели 650Х, но 

нуждается в двухфазном гене­
раторе

1 256 40 5 То же, что и 651, но с 
8-разрядным портом В/В и 
ОЗУ

2 64 + 40(18) 5 Отладочный кристалл для од­
нокристальной микроЭВМ 
МК3870

4 64 + 40(18) 5 То же МК3873
2 16 — 48 5 - 1 0 Шестикристальный микропро- 

граммируемый набор
16 4 40(19) 12 ± 5 Система команд микроЭВМ 

Nova, включая команды ум­
ножения и деления

1 6 4 x 4 + 40 5 Модификация изделия MN1402 
без ПЗУ

1 6 4 x 4 + 64 5 То же MN1400 без ПЗУ
1 128x4 + 64 5 То же MN1405 без ПЗУ
4 256x4 + 64 5 То же MN1564 без ПЗУ
3 5 — 40 5 ,1 2 -3 —
3 5 x 1 6 + 40 5 Имеет последовательный ка­

нал ввода-вывода
2 128x4 + 42 3 - 6 —
1 64 + 40(12) 3 - 6 —
4 8 + 40(20) 4 - 6 —
1 — — 68 5 Микропрограммируемый

8 — 48 5 Имеет 32-разрядную внутрен­
нюю шину данных

— 8 — 48 5 —
256 8 — 48(21) 5 Имеет 32-разрядную внутрен­

нюю шину данных
256

~
48 5 32-разрядная внутренняя архи­

тектура
256 8 — 68 5 —

5 + 40 5 Имеет систему команд микро­
процессора Z80. Шинная 
структура аналогична 8085

5 — + 40 5 —
1 0 + 40 5 —
1 0 — 40 5 —
1 0 + 40 5 -
— — — — — —
4 3 + 40 5 _
2 128 + 40(11) 5 —
1 64 + 40(12) 5 —
1 8 — 40(1) 5 ,1 2 -5 —
4 8 + 40(20) 5 —
1 8 — 40(13) 5 —
1 8 — 68 5 —

16 16 — 64 5 ,1 2 -5 —
16 0 — 64 или 68 1,25 —
— 6 6 x 4 + 64 5 _
— 130x4 + 64 5 —

130x4 + 64 - 9 Модификация изделия 
TMS1400 без ПЗУ



Тип
Разрядность 

слова 
данных/ 

команд, бит
Технология

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов 

(байт).

Число
основных
команд

Макси­
мальная
тактовая
частота,

МГц

Время
выполнения

команды
наименьшее/
наибольшее,

М КС

SE2100jLL 4/8 р-М ОП 2К 55 0,55 11/60

SE2130jLL 4/8 р- МОП 2К 53 0,5 12/30

SElOOOjLP 4/8 р -МОП 1К 43 0,40 15/60

SEI lOOjLP 4/8 р-М ОП 2К 40 0,40 15/60
SY6502 8 л-МОП 64К 56 4 0,25/40
SY6503 8 л-МОП 4К 56 2 0,25/40
SY6504 8 л-МОП 8К 56 2 0,25/40
SY6505 8 л-МОП 4К 56 2 0,25/40
SY6506 8 л-МОП 4К 56 2 0,25/40
SY6507 8 л-МОП 8К 56 2 0,25/40
SY6512 8 л-МОП 64К 56 4 0,25/40
SY6513 8 л-МОП 4К 56 2 0,25/40
SY6514 8 л-МОП 8К 56 2 0,25/40
SY6515 8 л-МОП 4К 56 2 0,25/40
T3535 1 2 / 1 2 р-М О П

л-МОП
4К 108 2,5 10/30

TCP4600AC 4/8 КМ ОП 4К 52 0 , 2 1 0 / 2 0

TMP4300C 4/8.f " л-МОП 2К 35 0,5 4/8

TMP4399C 4/8 л-МОП 2К 25 0,5 4/8
TMP4700C 4/8 л-МОП 4К 90 5 2/4

TMP8080A 8/8 л-МОП 64К 78 2 , 6 1,5/3,75
TMP8085AP 8/8 л-МОП 64К 80 5,5 1,3/5,2
TMP80C39AP 8/8 КМ ОП 64К 97 1 1 1,36/2,7
ТМР8035Р/
8039P-6

8/8 л-МОП 64К 96 6 2,5/5

TMP80C35P 8/8 КМ ОП 64К 96 6 2,5/5
TMP80C39P-6 8/8 КМ ОП 4К 96 6 2,5/5
TMS7000 8/8 л-МОП 64К 61 8 1 , 1 / 1 0 , 8

TMS/SBP9900 16/16 л-М О П/И 2Л 32К 69 4 2/31

TMS9980/9981 16/16 л-МОП 8К 69 4 3,2/49,6
TMS9995 16/16 л-МОП 32К 73 1 2 1/15
TMS99105 16/16 л-МОП 128К 85 24 0,5/7,2
TMS99110 16/16 л-МОП 128К 98 24 0,5/7,2

TMS99120 16/16 л-МОП 128К 87 24 0,5/7,2
|iPD556B 4/8 р-М ОП 2К 80 0,44 9,1/25

pPD7500 4/8 КМ ОП 8К 1 1 0 0 , 2 1 0

pPD75C08 4/8 КМ ОП 4К 92 0 , 2 1 0

pPD7800 8/8 л-МОП 64К 140 2 2/4

pPD78C05 8/8 КМ ОП 64К 1 0 1 4 4
ЦР07810 8/8 л-МОП 64К 158 1 2 1/4
jiPD80C35/
80C39

8/8 КМ ОП 64К 96 6 2,5/5

WD-16 16/16 л-МОП 64К 116 з,з 2,1/780

Z80H 8/8 л-МОП 64К 150 8 0,7/3,5



Продолжение табл. 3.12

Число
уровней
преры­
вания

Число
регистров

общего
назначения

Встроенный
тактовый
генератор

Число
выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

В
Примечание

1 130x4 + 64 - 9 Модификация изделия 
TMS2100/2300 без ПЗУ

— 130x4 + 64 - 9 Имеется встроенный генератор 
звукового диапазона

— 6 6 x 4 + 64 - 1 5 Модификация изделия 
T M S1000/1200 без ПЗУ

— 130x4 + 64 - 1 5 То же TM S1100/1300 без ПЗУ
1 — + 40(8) 5 —
1 — + 28(9) 5 —
1 — + 28(10) 5 —
1 — + 28(22) 5 —
1 — + 28(23) 5 —
1 — + 28(24) 5 —
1 — — 40(25) 5 —
1 — — 28(26) 5 —
1 — — 28(27) 5 —
1 — — 28(28) 5 —
8 8 + 36 5 Имеет команды умножения и 

деления
1 160x4 + 42 5 Отладочный кристалл для се­

мейства TLCS-40A без ПЗУ
1 128x4 + 64 5 Отладочный кристалл для се­

мейства TLCS-43 без ПЗУ
1 128x4 + 42 5 С навесным РПЗУ
6 256x4 + 40 5 Отладочный кристалл для се­

мейства TLCS 47
1 8 — 40(1) 5 ,1 2 -5 —
4 8 + 40(20) 5 —
1 64 + 40(29) 5 —
1 64 + 40(12) 5 Модификации изделий типов 

8048, 8049 без ПЗУ
1 64 + 40(12) 5 —
1 6 4 x 8 + 40(29) 5 —
2 128x8 + 40 5 —
16 16 — 64(30) 5 ,1 2 -5 Имеет систему команд мини- 

ЭВМ серии 990
4 16 — 40 5 ,1 2 -5 —
7 1 2 8 х і6 + 40 5 —

16 16 + 40 5 —
16 16 + 40 5 Выполняет операции над чи­

слами с плавающей запятой
16 16 + 40 5 —
2 9 6 x 4 + 64 - 1 0 Модификация изделий серии 

jicom-4 без ПЗУ
5 2 56x4 + 64(31) 5 То же |iPD7500 без ПЗУ
3 224x4 + 40(32) 5 Отладочный кристалл для се­

рии pPD7500 с навесным 
РПЗУ

5 128x16 + 64Q 5 Модификация микроЭВМ 
PPD7801 без ПЗУ

3 128x16 + 64Q 5 То же pPD78C06
3 20 + 64Q 5 —
1 64 + 40(12) 5 —

16 6 — 40 5 ,1 2 -5 Аналогичен микропроцессору 
LSI-11

1 14 40 5



Тип
Разрядность

слова
данных/
команд,

бит

Технология

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов 

(байт)

Число
основных

команд

Макси­
мальная
тактовая
частота,

МГц

Время
выполнения

команды
наименьшее/
наибольшее,

МКС

Z80 8 л-МОП 64К 158 2,5 __

Z80A 8 л-МОП 64К 158 4 —
Z80B 8 л-МОП 64К 158 6 0,7/4,2
Z80L 8 л-МОП 64К 158 2,5 —

Z8001 16/16 л-МОП 48 М 110 10 0,3
Z8002 16/16 л-МОП 384К 110 10 0,3
Z8003 16/16 л-МОП 48 М • 110 10 0,3
Z8004 16/16 л-МОП 354К 110 10 0,3
Z8108 8/16 л-МОП 512К — 25 0,4/

Z8612 8/8 л-МОП 126К 47 12 1/2,8

Z8603/8613 8/8 л-МОП 126К 47 12 1/2,8
Z8671-MCH 8/8 л-МОП 126К 47 4 1,5/3,75

Z8681-12 8/2 л-МОП 126К 47 12 1/2,8

8X300 8 ТТЛ 8К 8 0,2
8X305 8 ТТЛ 8К — 10 —

68SC02 8/8 КМОП 64К 72 1 2,5
80С86 16/16 КМОП 1М 97 8 0,25/24
2650А 8/8 л-МОП 32К 75 2 1,5/6
6120 12/12 КМОП 64К 85 8 1/3,75

8031 8/8 /7-МОП 128К 111 12 1/4

8035/8039 8/8 Л-МОП 64К 96 6 2,5/5
8080А 8 Л-МОП 64К 78 2 1,5/3,75
8080А -1 8 л-МОП 64К 78 3,125 1,3
8080А-2 8 л-МОП 64К 78 2,63 1,5
8085 8/8 л-МОП 64К 80 5,5 0,8/5,2
8085АН 8 н м о п 64К 102 3 1,3
8085А Н -1 8 н м о п 64К 102 6 0,67
8085АН-2 8 н м о п 64К 102 5 0,8

8087-2 16 н м о п 500К 8 1,25/100
8089 16/16 Л-МОП 500К 46 5 0,4/4
80386 32 КМОП (4Г) _ 16 0,25
WE32200 32 КМОП (4Г) 30 0,125



Продолжение табл. 3.12

Число
уровней
преры­
вания

Число
регистров

общего
назначения

Встроенный
тактовый
генератор

Число
выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

/ в
Примечание

3 — _ 40 5 ) П рограммная совместимость
3 — — 40 5 J с микропроцессором 8080А
3 — — 40 5 I Модификация L с понижен-
3 40 5 J ным потреблением мощно­

сти

1 17 _ 48(33) 5 _
1 17 — 40(34) 5 —
1 17 — 40(35) 5 —
1 17 — 40(36) 5 —
7 18 + 40 5 Улучшенный вариант Z80 с 

устройством управления па­
мятью

6 128x8 + 64 5 Модификация микроЭВМ Z8 
без ПЗУ

6 128x8 + 40 5
6 144x8 + 40 5 МикроЭВМ Z8 для работы 

с программой на языке 
БЕЙСИК, записанно в ПЗУ

6 144x8 + 40 5 Модификация микроЭВМ Z8 
без ПЗУ в 40-выводном кор­
пусе

- 15 + 50 5 Предназначен для построения
15 + 50(37) 5 высокоскоростных контролле­

ров

1 128 + 40(5) 3 -6 ,5 _
1 8 + 40(13) 5 —
1 7 — 40 5 —
2 1 + 40 5 Система команд микроЭВМ 

PDP-8E

2 128 + 40(11) 5 Модификация микроЭВМ 8051 
без ПЗУ

1 64 + 40(12) 5 То же 8048/8049 без ПЗУ
1 8 — 40(1) + 5,12 —
1 8 — 40(1) + 5,12 —
1 8 — 40(1) + 5,12 —
4 8 + 40(20) 5 —
4 8 — 40(20) 5 —
4 8 — 40(20) 5 —
4 8 40(20) 5

1 _ _ 40 5 Арифметический сопроцессор
— — — 40 5 Процессор ввода-вывода
— 8 x 3 2 132 5 'j Работает под управлением

5 1 любой из трех операцион- 
( ных систем: UNIX, MS-DOS, 
J iRMX
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в бытовой технике: в устройствах для
управления приготовлением и консервирова­
нием продуктов, для дозировки жидкостей, 
в стиральных машинах, телевизорах для 
выборки телевизионных программ, автомо­
билях и т. п. Более сложные, производи­
тельные и, следовательно, более дорогие 
8 —16-разрядные микроЭВМ применяются 
в устройствах управления терминалами дан­
ных и приборах передней панели оборудо­
вания, в мультипроцессорных системах в 
качестве периферийных контроллеров и в 
других вычислительных устройствах.

В отличие от БИС микропроцессоров, 
однокристальные микроЭВМ содержат на 
кристалле помимо процессорного элемента 
(АЛУ со схемами управления) ОЗУ данных 
емкостью до 2 Кбит, ПЗУ микропрограмм 
емкостью до 64 Кбит, устройства ввода- 
вывода, счетчик-таймер, генератор тактовых 
импульсов, иногда логику прерываний. О т­
личительной особенностью микроЭВМ моде­
лей 8748 и 8741 фирмы Intel и TMS9940E 
фирмы Texas Instruments является наличие 
встроенного перепрограммируемого ЗУ со 
стиранием информации ультрафиолетовыми 
лучами, которое обеспечивает многократное 
изменение программы в процессе отладки 
вычислительной системы или при ее приме­
нении.

Следует отметить, что наиболее правиль­
ным методом сравнения характеристик мик­
роЭВМ является подсчет общего числа 
программных циклов и числа байт памяти, 
необходимых для выполнения нескольких 
наиболее распространенных операций. Лисло 
программных циклов отражает возможности 
системы команд. Малая емкость памяти, 
требуемая для решения конкретной задачи, 
особенно важна для устройств с ограничен­
ной памятью, к которым относятся одно­
кристальные микроЭВМ. По этим показате­
лям микроЭВМ типа TMS9940 превосходит 
модели 8048 и 3870.

Вопросы программной совместимости 
изделий различными фирмами решаются 
по-разному. Так, например, семейство микро­
ЭВМ фирмы Intel не обладает программной 
совместимостью с микропроцессорным се­
мейством 8080/8085. По данным фирмы сде­
лано это как по экономическим сообра­
жениям, так и по соображениям оптималь­
ности конструкции для решения специали­
зированных задач управления. МикроЭВМ 
TMS9940 фирмы Texas Instrum ents прог­
раммно совместима с более мощной много­
кристальной серией 990 и при построении 
вычислителей с ограниченной емкостью па­
мяти позволяет разработчикам, применяю­

щим многокристальные системы, перейти на 
однокристальные микроЭВМ с использова­
нием отработанного программного обеспече­
ния.

В модели 8-разрядной микроЭВМ 8051 
фирмы Intel в дополнение к системе команд 
микроЭВМ типа 8048 предусм отрим  коман­
ды умножения, деления, сравнения. Предус­
матривается возможность обработки 4, 8, 
16-разрядных слов. Адресуемая внешняя па­
мять увеличена до Т 28 Кбайт. На кристалле 
размещены два 16-разрядных счетчика-тай­
мера и полный дуплексный приемопередат­
чик, обеспечивающий передачу данных по 
двух, трехпроводной линии связи в последо­
вательном коде. При тактовой частоте 
12 М Гц большинство команд выполняется 
за 1 мкс, на операцию умножения требуется 
4 мкс.

Программное обеспечение включает 
в себя микроассемблер, преобразователь ко­
дов, интерпретатор языка БЕЙСИК. Совре­
менной тенденцией в разработках одно­
кристальных микроЭВМ является интеграция 
функций аналого-цифрового преобразования, 
последовательного ввода-вывода, увеличение 
информационной емкости встроенных ОЗУ 
и ПЗУ, размещение части математического 
обеспечения в памяти кристалла. Создаются 
однокристальные микроЭВМ со встроенны­
ми электрически стираемыми и перепрограм­
мируемыми ЗУ (МС68НС11 фирмы Motorola, 
PIC16E57 фирмы General Instruments), с энер­
гонезависимым ОЗУ (38SH72 фирмы SGS- 
ATES или с однократно программируемым 
ППЗУ (F38F70 фирмы Fairchild).

Снижение потребляемой мощности дос­
тигается использованием логических элемен­
тов на основе КМОП-структур.

Параметры однокристальных микроЭВМ 
представлены в табл. 3.14.

В таблицах приведены следующие обо­
значения технологий, по которым изготов­
лены микропроцессорные схемы и схемы 
запоминающих устройств:

НМ ОП  -  высококачественная и-каналь- 
ная МОП-технология с пропорциональным 
масштабированием размеров;

TTJ1III -  ТТЛ-технология с диодами 
Шотки;

КМ О П /КН С  — технология комплемен­
тарных МОП-схем на структурах кремний 
на сапфире;

И 3Л — интегральная инжекционная изо- 
планарная логика;

ЭСЛ — эмиттерно-связанная логика;
л-МОП -  л-канальная МОП-технология.
Схемы расположения выводов приведе­

ны ниже.



Т а б л и ц а  3.14. Параметры

Тип
Разрядность

слова
данных/
команд

Технология
Емкость 

встроенного 
ОЗУ, бит X 

ж разряд

Емкость 
встроенного 
ПЗУ, бит х 

X разряд

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов

Число
основных
команд

АМСС1259 4/9 КМОП 3 2 x 4 ПЛМ-136 + 8

CDP1804AC 8/8 КМОП 6 4 x 8 2048 X 8 + 123
CDP6805F2 8/8 КМОП 6 4 x 8 1089x8 — 61
CDP6805G2 8/8 КМОП 112x8 2106x8 — 61
СОР402 (М) 4/8 л-МОГІ 6 4 x 4 - 1К 49

COP404LP (LS) 4/8 Л-МОП 128x4 _ 2К 49
СОР410С 4/8 КМОП 3 2 x 4 512x8 512 40
COP410L 4/8 Л-МОП 3 2 x 4 512x8 512 40
СОР411С 4/8 КМОП 3 2 x 4 512x8 512 40
COP411L 4/8 Л-МОП 3 2 x 4 512x8 512 40
СОР420 4/8 Л-МОП 6 4 x 4 1024x8 1К 49
COP420L 4/8 Л-МОП 6 4 x 4 1024x8 + 49

СОР424С 4/8 КМОП 6 4 x 4 1024x4 1К 49
СОР425С 4/8 КМОП 6 4 x 4 1024x4 1К 49
СОР440 4/8 Л-МОП 160x4 2048 X 8 2К 49
СОР441 4/8 л-МОП 160x4 2048 X 8 + 49
СОР442 4/8 Л-МОП 160x4 2К X 8 2К —

СОР444С 4/8 КМОП 128x4 2К X 8 2К —
COP444L 4/8 Л-МОП 128x4 2048x8 2К 49
СОР445С 4/8 КМОП 128x4 2 К х 4 2К —
COP445L 4/8 л-МОП 128x4 2048 X 8 + 49
СОР2404 4/8 Л-МОП 160x4 — 2048 —
СОР2440 4/8 Л-МОП 160x4 2048 X 8 2048 60

СОР2441 4/8 Л-МОП 160x4 2048 X 8 2048 60
СОР2442 4/8 Л-МОП 160x4 2048x8 + 60
F3870 8 Л-МОП 6 4 x 8 4К X 8 2К 70
Р3872 8 Л-МОП 128x8 4К X 8 4К —
F38C70-2 8/8 КМОП 6 4 x 8 2048x8 + 78
F38E70-2 8/8 Л-МОП 6 4 x 8 2048x8 — 76

G65SC150 8/8 КМОП 6 4 x 8 2048x8 + 64

HD4470 4/10 КМОП 25 6 x 4 2,1 К X 10 - 71

HD6301 8 КМОП 128x8 4096 X 8 65К 82
HD63A01 8 КМОП 192x8 4К X 8 64К 82

HD6303 8 КМОП 128x8 2К X 8 64К 82
HD6305 8 КМОП 128x8 4К X 8 64К —
HD63A05 8 КМОП 128x8 4К X 8 4К 62

HD63L05F 8 КМОП 9 6 x 8 3772 X 8 — 61

П р и м е ч а н и е .  Знак + означает возможность подключения внешнего ЗУ.



однокристальных микроЭВМ

Время
Макси­ выпол­ Число

мальная
тактовая
частота,

кГц

нения
команды
наимень­
шее/на­

Число
уровней
прерыва­

ния

Число
линий
ввода-
вывода

выводов
корпуса
(схема

расположения

Напряжение
питания,

В
Примечание

ибольшее,
МКС

выводов)

32,718 30/60 - 54 1,5 Имеется схема управления 
Ж КИ

5000 3,2/4,8 1 7 40 4 - 6 ,5 —
5000 2/5 1 16 28 3 - 6 —

5000 2/4 1 32 40 3 - 6 —
4000 4/10 3 — 40(2) 4 ,5 -6 ,3 Имеется разъем для под­

ключения РПЗУ
2100 16/40 3 - 40(3) 4 ,5 -9 ,5 —

250 4 2 20 24 2 ,4 -6 —
250 15/40 — 19 24 4 ,5 -6 ,3 Все микроЭВМ серии
250 4 2 16 20 2 ,4 -6 СОР имеют последова­
250 15/40 2 13 20 4 ,5 -6 ,3 тельный канал ввода-вы­

2100 4/10 3 23 28(38) 4 ,5 -6 ,3 вода, схему управления
60 15/40 1 23 28(38) 4 ,5 -9 ,5 светодиодным индикато­

ром. Схемы серии 
СОР300 отличаются от 
схем серии СОР400 рас­
ширенным диапазоном 
температур 
— 40 -г- + 8 5  °С

4000 4/10 — 23 28 3 - 5 —
4000 4 — 19 24 3 - 5 —

1000 4/10 4 35 40 4 ,5 -6 ,3 —
260 15/40 4 23 28 4 ,5 -6 ,3 —
— 4/10 4 19 24 4 ,5 -6 ,3 —

4000 4 — 23 28 3 - 5 —

2100 15/40 1 23 28 4 ,5 -9 ,5 —
4000 4 — 19 24 3 - 5 —
2100 15/40 — 19 24 4 ,5 -9 —

— — — — 48 4 ,5 -6 ,3 —

250 8/16 4 35 40 4 ,5 -6 ,3 Имеются два процессора 
на кристалле

250 8/16 4 23 28 4 ,5 -6 ,3
250 8/16 4 19 24 4 ,5 -6 ,3 —

4000 — — — 40(18) 5 —
4000 — — — — — —
4000 2/13 2 32 40(18) 5 —
4000 1/6,5 2 32 40 5 Имеется встроенное пере­

программируемое ЗУ
2000 1,8/3,5 2 27 68 5 Имеется синусоидальный 

генератор
500 10 80 5 Имеются два 5-разрядных 

АЦП и схема управления 
матричным Ж КИ

4000 2/12 2 29 40(39) 5 —
1500 7 53 64(39) 5 Имеется 16-разрядный тай­

мер, последовательный ин­
терфейс

1000 — — — 40(40) 5 —
2000 0,5 6 6 64 5 —

1500 0,67 6 — 64 5 Имеются два таймера, по­
следовательный интерфейс

4000 2/4 2 20 60 3 Имеется АЦП и схема
управления Ж КИ



Тип
Разряд­
ность
слова

данных/
команд

Технология
Емкость 

встроенного 
ОЗУ, бит X 

ж разряд

Емкость 
встроенного 
ПЗУ, бит ж 

X разряд

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов

Число
основных

команд

HD6801 8/8 л-МОП 128x8 4096x8 + 82

HD6801S 8/8 л-МОП 128x8 2048 X 8 + 82
HD6805S 8/8 л-МОП 64 X 8 1100x8 — 61
HD6805V 8/8 л-МОП 9 6 x 8 2056 X 8 — 61
HD6805V 8/8 л-МОП 9 6 x 8 3848 X 8 — 61
HD6805W 8/8 л-МОП 9 6 x 8 3848 X 8 — 61
HD44790 4/10 КМОП 160x4 2,1 К X 10 - 71

HD614042 4 КМ ОП 25 6 x 4 4К X 10 _ 99
HM8048H 8/8 л-МОП 6 4 x 8 1024x8 + 96
НМ80С48 8/8 КМОП 6 4 x 8 1024 X 8 + 97
НМ8051Н 8/8 л-МОП 128x8 4096x8 + 111
HMCS42 4/10 л-МОП 3 2 x 4 512x10 512 51

HMCS42C 4/10 КМ ОП 3 2 x 4 512 X 10 512 51
HMCS43 4/10 л-МОП 8 0 x 4 IK X 10 1024 71

HMCS43C 4/10 КМОП 8 0 x 4 IK X 10 1024 71
HMCS44A 4/10 л-МОП 160x4 2К X 10 2048 71
HMCS44C 4/10 КМОП 160x4 2К X 10 2048 71
HMCS45A 4/10 л-МОП 160x4 2К X 10 2048 71
HMCS45C 4/10 КМОП 160x4 2К X 10 2048 71
HMCS46C 4/10 КМОП 160x4 4К X 10 2048 71
HMCS47C 4/10 КМОП 160x4 4К X 10 2048 71
HMCS404C 4 КМОП 2 5 6x4 4К X 10 - 99

INS8050 8/8 л-МОП 256x8 4096 X 8 64К 96
INS8073 8/8 л-МОП 6 4 x 8 2560 X 8 64К 74

МАВ8021 8/8 л-МОП 6 4 x 8 1024x8 70
МАВ8041А 8/8 л-МОП 6 4 x 8 1024 X 8 + 90
МАВ8048Н 8/8 нмоп 6 4 x 8 1024x8 + 90
МАВ8049Н 8/8 нмоп 128x8 2048x8 + 90
МАВ8400 8/8 нмоп 128x8 — 87

МАВ8410 8/8 нмоп 6 4 x 8 1024x8 87
МАВ8420 8/8 нмоп 6 4 x 8 2048x8 — 87
МАВ8440 8/8 нмоп 128x8 4096 X 8 — 87
МВ8841 4/8 л-МОП 128x4 2048x8 2К 72
МВ8842 4 л-МОП 128x4 2К X 8 2К 72
МВ8843 4 л-МОП 6 4 x 4 IK X 8 1К 70
МВ8844 4 л-МОП 6 4 x 4 IK X 8 1К 70
МВ8851А 4/8 КМОП 128x4 2048 X 8 2К 70

МВ8853 4/8 КМОП 6 4 x 4 1024x8 1К 70
МВ8854 4 КМОП 6 4 x 4 IK X 8 1К 72
МВ8854А 4 КМОП 6 4 x 4 IK X 8 1К 72
МВ8854 4 КМОП 6 4 x 4 IK X 8 1К 72
МВ88201 4 КМОП 16x4 512x8 512 72
МВ88202 4 КМОП 3 2 x 4 IK X 8 1024 72
МВ88401 4/8 л-МОП 192x4 4096 X 8 4К 72
МВ88411 4/8 л-МОП 192x4 4096 X 8 — 72



Продолжение табл. 3.14

Время
Макси­

мальная
тактовая
частота,

выпол­
нения

команды
наимень­

Число
уровней
прерыва­

Число
линий
ввода-

Число
выводов
корпуса
(схема

Напряжение
питания,

В
Примечание

кГц шее/наи­ ния вывода расположения
большее,

МКС

выводов)

5000 2/12 2 29 40(41) 5 Имеется универсальный 
асинхронный приемопере­
датчик

5000 2/12 2 29 40(41) 5 —

4000 2/4 1 20 28 5 —

4000 2/4 1 32 40(42) 5 —

4000 2/4 1 32 40(43) 5 —

4000 2/4 2 29 40 5 Имеется АЦП
500 10 2 — 80 5 Имеется схема управления 

семисегментным Ж КИ
2000 2 5 — — 5 —

8000 1,9/3,8 1 27 40(12) 5 —

11000 1,4/2,8 1 27 40(12) 5 —

12000 1/4 2 32 40(11) 5 —

500 10/20 — 22 28 - 1 0 Имеется высоковольтный 
(50 В) выход

500 10/20 — 22 28 5 —

500 10/20 2 32 42 - 1 0 Имеется высоковольтный 
(50 В) выход

500 10/20 2 32 42 5 —

500 10/20 2 32 42 - 1 0 —

500 10/20 2 32 42 5 —

500 10/20 2 44 54 - 1 0 —

500 10/20 2 44 54 5 —

500 10/20 2 32 42 5 —

500 10/20 2 44 54 5 —

2000 2 5 58 64 5 Имеется схема управления 
ЭЛТ

11000 1,4/2,8 1 27 40(29) 5 —

4000 3/1000 2 5 40 5 Имеется интерпретатор 
языка БЕЙСИК, записан 
в ПЗУ

3580 8,4/16,8 — 21 28 5 _

6000 2,5/5 1 18 40(44) 5 —

8000 1,9/3,8 1 27 40(12) 5 —

11000 1,4/2,8 1 27 40(29) 5 —

6000 5/10 1 23 28 5 Имеется последовательный 
канал ввода-вывода дан­
ных

6000 5/10 1 23 28 5 _

6000 5/10 1 23 28 5 —

6000 5/10 1 23 28 5 _

2000 3 2 37 42 5 __

2000 3 23 28 5 __

2000 3 37 42 5 __

2000 3 23 28 5 _

2000 2/4 2 37 42 5 Имеется последовательный 
канал ввода-вывода

2000 2/4 2 37 42 5 __

2000 3 23 28 5 __

2000 3 23 28 3 ,5 -6 _
2000 3 23 28 2 ,5 -3 ,5 _
2000 3 12 16 5 __

2000 3 12 16 5 __

2000 3 4 36 42 5 __

2000 3 4 37 42 5 Имеется встроенный АЦП



Тип
Разрядность

слова
данных/
команд

Технология
Емкость 

встроенного 
ОЗУ, бит X 

ж разряд

Емкость 
встроенного 
ПЗУ, бит X 

х разряд

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов

Число
основных
команд

МВ88413 4/8 л-МОП 192x4 2048 X 8 _ 75
МВ88421 4 л-МОП 192x4 4К X 8 4К 72
МВ88423 4 л-МОП 128x4 2К X 8 2К 70
МВ88500 4/8 КМОП 192x4 4096 X 8 — 75
МВ88501 4 КМОП 192x4 4К X 8 4К 70
МВ88503 4 КМОП 128x4 2К X 8 2К 70
МВ88504 4/8 КМОП 192x4 4096 X 8 — 75

МВ88535 4 КМОП 128x4 2К X 8 2К 72

МВ88536 4 КМОП 128x4 2К X 8 2К 72

МВ88541 4 КМОГ1 196x4 4К X 8 4К 72

MBL6801 8/8 Л-МОП 128x8 2048 X 8 + 82
MBL6801W 8/8 Л-МОП 192x8 4096 X 8 + 82
MBL8049 8/8 Л-МОП 128x8 2048 X 8 + 96
MBL80C49 8/8 КМОП 128x8 2048 ж 8 + 96
МС6801/68701 8/8 нмоп 128x8 2048 X 8 64К 82

MC6801U4/701U4 8/8 нмоп 192x8 4096 X 8 64К 82

MC6804j2 8 нмоп 3 2x8 IK X 8 4К 42
МС6804Р2 8 нмоп 3 2x8 IK X 8 4К
МС6805Р2 8/8 нмоп 64 x 8 1100x8 2К 59
MC6805R2 8/8 нмоп 6 4 x 8 2048 X 8 4К 59
MC6805R3 8/8 нмоп 64 x 8 2К X 8 4К 59
МС6805Т2 8/8 нмоп 6 4 x 8 2500 X 8 4К 59

MC6805U2 8/8 нмоп 6 4 x 8 2048 X 8 4К 59
MC6805U3 8 нмоп 112x8 3,8К X 8 4К 59
МС68120 — Л-МОП 128x8 2К X 8 64К 82
МС68121 Л-МОП 128x8 64К 82

МС68704Р2 - нмоп 32 x 8 IK X 8 4К 42

MC68705R5 8 нмоп 112x8 3776 X 8 4К 59

МС68705РЗ 8/8 нмоп 112x8 1804x8 2К 59
MC68705R3 8/8 нмоп 112x8 3776 X 8 4К 59
MC68705U3 8/8 нмоп 112x8 3776 X 8 4К 59
MC 142000 4/8 КМОП 6 4 x 4 1024x8 — 43
MC146805G2 8/8 КМОП 112x8 2048 X 8 8К 51
МС146805Е2 8 КМОП 112x8 - 8К 51

MC146805F2 8 КМОП 64 x 8 1089x8 2К 51



Продолжение табл. 3.14

Макси­
мальная
тактовая
частота,

кГц

Время
выпол­
нения

команды
наимень­
шее/наи­
большее,

М КС

Число
уровней
прерыва­

ния

Число
линий
ввода-
вывода

Число
выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

В
Примечание

2000 3 4 32 42 5 Имеется встроенный АЦП
2000 3 57 64 5 —

2000 3 57 64 5 —

2000 8/6 4 36 42 5 —

2000 3 36 42 5 ,3 - 6 —

2000 3 36 42 5 ,3 - 6 —

2000 8/6 4 36 42 5 Имеется схема управления
жидкокристаллическим ин­
дикатором (Ж КИ)

2000 3 — 34 42 5 Имеется встроенный 6-раз-
рядный трехканальный
ЦАП

2000 3 — 34 42 5 То же и 13-разрядный од­
ноканальный ЦАП

2000 3 — 29 70 5 Имеется схема управления
Ж КИ

1000 2/12 1 31 40(41) 5 —

1000 2/12 1 31 40(41) 5 —

11000 1,4/2,8 1 27 40(29) 5 —

6000 1,4/2,8 1 27 40(29) 5 —

1000 2/12 2 31 40(41) 5 Имеется встроенный такто­
вый генератор, 16-разряд-
ный таймер. Серия 68701
с: РПЗУ

1250 2/12 8 31 40 5 Имеется встроенный по­
следовательный приемопе­
редатчик

11000 0,6/14 3 20(45) 5 —

11000 0,6/14 3 20 28(45) 5 —

2000 1/5,5 3 20 28(46) 5 —

2000 2/11 3 32 40 5 ] Имеется четырехканаль­
1000 2/11 3 20 40 5 ный АЦП
5000 2/4 3 20 28 5 Имеется схема фазовой ав­

топодстройки частоты
1000 2/11 3 32 40(42) 5 —

1000 2/11 3 — 40(42) 5 —

1250 1,6/9,6 8 — 48 5 Двухпортовые ОЗУ, по­
1250 1,6/9,6 8 — 48 5 следовательный канал

ввода-вывода. Использу­
ется в качестве перифе­
рийного контроллера

11000 0,6/14 3 — 28 5 Отладочный кристалл со
встроенным перепрограм­
мируемым ПЗУ

1000 2/11 3 — 40 5 Имеется четырехканальный
АЦП

1000 2/11 3 20 28 5 1 Встроенное перепрограм­
1000 2/11 1 31 40 4 ,75-5 ,75 ] мируемое ЗУ
1000 2/11 1 20 40 5
6600 10/10 — 23 28 3 - 6 —

1000 2/10 4 32 40 3 - 6 —

1000 2/10 4 — 40 3 - 6 16 двунаправленных шин
ввода-вывода

1000 2/10 4 28 3 - 6



Тип
Разрядность

слова
данных/
команд

Технология
Емкость 

встроенного 
ОЗУ, бит X  

X разряд

Емкость 
встроенного 
ПЗУ, бит X  

X  разряд

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов

Число
основных

команд

МС14605Н2 8 КМОП 112x8 2106x8 8К 51

MC1468705G2 8/8 КМОП 112x8 2048 X 8 8К 51

МС2870/10 8/8 w-МОП 6 4 x 8 1024x8 _ 70
МК3850 8 — 6 4 x 8 IK X 8 64К
МК3870/10 8/8 Л-МОП — 1024x8 — 70
МК3870/20 8/8 Л-МОП 6 4 x 8 2048x8 — 70
МК3870/22 8/8 Л-МОП 128x8 2048 X 8 — 70
МК3870/40 8/8 л-МОП 6 4 x 8 4032 X 8 — 70
МК3870/42 8/8 Л-МОП 128x8 4032 X 8 — 70
МК3873/20 8/8 л-МОП 6 4 x 8 2048 X 8 — 70
МК3873/22 8/8 л-МОП 128x8 2048 X 8 — 70

МК3875/22 8/8 л-МОП 128x8 2048 X 8 _ 70
МК3875/42 8/8 л-МОП 128x8 4096 X 8 — 70
МК68200 16/16 л-МОП 128 X 16 2048 X 16 64К 87

MN1400 4/8 л-МОП 6 4 x 4 1024x8 1024 75
MN1402 4/8 л-МОП 3 2 x 4 768x8 768 57
MN1403 4/8 л-МОП 16x4 512x8 512 50
MN1404 4/8 л-МОП 16x4 512x8 512 48
MN1405 4/8 л-МОП 128x4 2048 X 8 2048 75
MN1430 4/8 /7-МОП 6 4 x 4 1024x8 1024 75
MN1432 4/8 р- МОП 3 2 x 4 768x8 768 57
MN1435 4/8 /7-МОП 128x4 2048 X 8 2048 75
MN1450 4/8 КМОП 6 4 x 4 1024x8 1024 75
MN1453 4/8 КМОП 16x4 512x8 512 50
MN1454 4/8 КМОП 16x4 512x8 512 48
MN1455 4/8 КМОП 128x4 2048 X 8 2048 75
MN1541 4/8 Л-МОП 152x4 1536x8 4К 124
MN1542 4/8 л-МОП 152x4 2048 X 8 4К 124
MN1544 4/8 Л-МОП 256x4 4096 X 8 4К 124
MN1562 4/8 Л-МОП 152x4 2048 X 8 4К 124
MN1564 4/8 Л-МОП 256x4 4096 X 8 4К 124

MSM5840RS 4/8 КМОП 128x4 2048x8 2К 98
MSM5842RC 4/8 КМОП 3 2 x 4 768x8 — 52
MSM5845RS 4/8 КМОП 6 4 x 4 1280x8 — 49
MSM6404RS 4/8 КМОП 256x4 4096 X 8 — 91
MSM58421GS 4/8 КМОП 4 0 x 4 1536x8 1536 52

MSM58423RS 4/8 КМОП 3 2 x 4 1280x8 1536 52

MSM80CH8RS 8/8 КМОП 6 4 x 8 1024x8 + 111
MSM80C49RS 8/8 КМОП 128x8 2048 X 8 + 111
MV68SC02 8/8 КМОП 128x8 — — 72
М5М80С49 8/8 КМОП 128x8 2048 X 8 + 97
М5М8050Н 8/8 Л-МОП 256x8 4096 X 8 + 96
NCR6500/1 8 Л-МОП 64x88 2К X 8 56
N CR6500/11,13 8 л-МОП 192x8 ЗК X 8 16К 60



Продолжение табл. 3.14

Время
Макси­ выпол­

Число
уровней
прерыва­

ния

Число
мальная 
тактовая 
частота, 

к Г ц

нения
команды
наимень­
шее/наи­

Число
линий
ввода-
вывода

выводов
корпуса
(схема

расположения

Напряжение
питания,

В
Примечание

большее,
МКС

выводов)

1000 2/10 4 — 40 3 - 6 24 двунаправленные шины 
ввода-вывода, синтезатор 
частот, встроенный генера­
тор звуковых частот

1000 2/10 4 32 40 3 — 6 Встроенное перепрограм­
мируемое ЗУ

4000 2/13 2 20 28 5 — '
2000 — 1 — — 5,12 —

4000 2/13 ' 2 32 40(18) 5 —

4000 2/13 2 32 40(18) 5
4000 2/13 2 32 40(18) 5 —

4000 2/13 2 32 40(18) 5 —

4000 2/13 2 32 40(18) 5 —

4000 2/13 4 29 40 5 11 Серия МК3873 имеет по-
4000 2/13 4 29 40 5 \У следовательный канал 

1 ввода-вывода
4000 2/13 4 30 40 5 —

4000 2/13 4 30 40 5 —

6000 0,5/4 16 40 48 5 Встроенный универсальный
синхронно-асинхронный
приемопередатчик

450 10/20 1 34 40 5 —

450 10/20 1 19 28 5 —

450 10/20 1 13 18 5 —

450 10/20 1 10 16 5 —

450 10/20 34 40 5 —

300 15/30 1 34 40 - 1 5 —

300 15/30 1 19 28 - 1 5 —

200 15/30 34 40 - 1 5 —

500 10/20 1 34 40 5 —

500 10/20 1 13 18 5 —

500 10/20 1 10 16 5 —

500 10/20 2 34 40 5 —

1000 2/4 4 24 40 5 Все микроЭВМ серии
1000 2/4 4 24 40 5 MN 1500 содержат 8-раз-
1000 2/4 4 24 40 5 рядный сдвиговый ре­
1000 2/4 4 48 64 5 гистр для последователь­
1000 2/4 4 48 64 5 ного ввода-вывода ин­

2000
формации

16 2 30 42 3 - 6 —

4200 7,6/15,2 — 21 28 3 - 6 —

4200 7,6/15,2 1 30 42 3 - 6 —

2000 2 1 - 5 32 42 4 ,5 -5 ,5 —

4000 8/16 — 53 60 3 - 6 Имеется схема управления
ж к и

4000 8/16 — 53 40 5 Имеется схема управления 
ЭЛТ

11000 1,4/2,8 1 27 40(12) 3 - 6 —

11000 1,4/2,8 1 27 40(29) 3 - 6 —

500 8/16 1 8 40(5) 3 - 7 —

6000 25/5 1 27 40(29) 5 —

11000 13,6/2,73 1 27 40(29) 5 —

2000 1/3,5 4 32 40 5 _

2000 1/3,5 10 Имеется встроенный уни­
версальный асинхронный 
приемопередатчик



Тип
Разряд­
ность
слова

данных/
команд

Технология
Емкость 

встроенного 
ОЗУ, бит X 

X разряд

Емкость 
встроенного 
ПЗУ, бит X 

X разряд

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов

Число
основных
команд

NCR6500/11E 8 «-МОП 192x8 _ 64К 60
NCR65C00/1 8 КМОП 6 4 x 8 2К X 8 60
NS82PC48 8/8 КМОП 6 4 x 8 — + 97
NS87P50 8/8 «-МОП 256x8 — + 96
PIC1650A 8/12 «-МОП 32 x 8 512 X 12 512 X 12 30
PIC1652 8/12 «-МОП 32 x 8 256 X 12 — 30
Р1С1654 8/12 «-МОП 32 x 8 512 X 12 512 X 12 30
PIC1655A 8/12 «-МОП 32 x 8 512 X 12 512 X 12 30
PIC1657 8/12 «-МОП 32 x 8 512 X 12 — 30
PIC1670 8/13 «-МОП 6 4 x 8 1024X 13 — 57
PIC1672 8/13 «-МОП 6 4 x 8 2К X 13 2К X 13 57
PIC16C58 8 КМОП 32 x 8 512 X 13 31
PIC7020 8 «-МОП 128x8 2К X 8 64К 61
PIC70C20 8 КМОП 128x8 2К X 8 64К 61
PIC7040 8 «-МОП 128x8 4К X 8 64К 61
PIC7041 8 «-МОП 128x8 4К X 8 64К 61

R6500/1 8 «-МОП 6 4 x 8 2К X 8 8К 56
R6500/11 8 «-МОП 192x8 3072 X 8 16К 60
R6500/12 8 «-МОП 192x8 3072 X 8 16К 60
R6500/15 8 «-МОП 192x8 3072 X 8 16К 60
R6500/16 8 «-МОП 192x8 4К X 8 16К 60
S28211 16/17 «-МОП 256 X 16 512 X 18/ + 731

128 X 16
SAA6000 4/8 КМОП 9 6 x 4 2268 X 8 + 54

SAB8021 8/8 «-МОП 6 4 x 8 1024x8 _ 70
SAB8048 8/8 «-МОП 6 4 x 8 1024x8 + 90
SAB8051 8/8 «-МОП 128x8 4096 X 8 + 111
SAB80210 8/8 «-МОП 6 4 x 8 2048 X 8 — 65
SAB80212 8/8 «-МОП 4 0 x 8 1024x8 — 66
SAB80215 8/8 «-МОП 128x8 2048 X 8 — 63

SM4A 4/8 КМОП 9 6 x 4 2268 2268 54

SM5A 4/8 КМОП 6 5 x 4 1827 1827 51

SM100 4/8 /7-МОП 64 X 4 1134 1134 58
SM110 4/9 /7-МОП 128x4 2032 2032 90

SM511 4/8, КМОП 128x4 4032 4032 55

SM540 4/8 КМОП 128x4 2016 2016 57

SM550 4/8 КМОП 8 0 x 4 1024 1024 94

SM573 4/9 КМОП 224x4 4064 4064 92
SMC1102 4/8 КМОП 128x4 2К X 4 2К
SMC4151 4/8 КМОП 6 4 x 4 IK X 12 - 45

ТСР4620ВР 4/8 КМОП 9 6 x 4 2048 X 8 _ 52
ТСР4621 АР 4/8 КМОП 9 6 x 4 2048 X 8 — 52

ТСР4630АР 4/8 КМОП 160x4 3072 X 8 - 52



Макси­
мальная 
тактовая 
частота, 

кГ ц

Время
выпол­
нения

команды
наимень­
шее/наи­
большее,

М КС

Число
уровней
прерыва­

ния

Число
линий
ввода-
вывода

Число
выводов
корпуса
(схема

располо­
жения

выводов)

Напряжение
питания,

В
Примечание

2000 1/3,5 10 _ 40 5 Отладочный кристалл
2000 1/3,5 4 — 40 5 \ —
6000

11000
2,5/5 

1,4/2,8
1
1

27
27

40
40

5
5

J Отладочный кристалл

1000 4/8 — 32 40(46) 5 —
4000 2/10 — 32 18 5 —
4000 2/4 — 12 18 5 —
1000 4/8 — 20 28 5 —
4000 2/10 — 20 28 5 —
8000 1/2 1 32 40 5 —
8000 1/2 1 — 40 5 —
3000 3,3/6,6 — — 28 5 —
5000 2,4/19,2 3 — 40 5 —
3000 4/32 3 — 40 5 —
5000 2,4/19,2 3 — 40 5 —
5000 2,7/19,2 3 — 40 5 Имеется последовательный 

канал ввода-вывода
2000 1/7 4 32 40 5 —
2000 10 10 — 40 5 'j Имеется встроенный уни-
2000 1/7 10 56 64 5 1 версальный синхронно-
2000 1/7 10 56 64 5 ( асинхронный приемопере-
2000 1/7 10 56 64 5 )  датчик

16667 0,3 1 8 28 5 Процессор обработки сиг­
налов

32 61/122 — 51 60 3 Имеется схема управления 
Ж КИ

3580 8,4/16,8 — 21 28 5 —
6000 2,5/5 1 27 40(12) 5 —

12000 1/4 2 32 40(11) 5 —
3580 8,4/16,8 — 30 40 5 —
3580 8,4/16,8 — 21 28 5 —
3580 8,4/16,8 — 30 40 5 Специализированная часо­

вая схема
32

32

61

61 _ _

60

60

- 3

- 3

} Имеется встроенный кон- 
> троллер Ж КИ

400 10 _ _ 28 - 9 _
400 10 1 — 60 - 9 Имеется встроенный 8-раз- 

рядный АЦП
32 61 60 - 3 Имеется встроенный гене­

ратор мелодий и кон­
троллер Ж КИ

120 16 60 -4 ,5 Имеется встроенный кон­
троллер матричного Ж КИ

2500 1,6 5 48 3 - 5 Последовательный ввод- 
вывод

2000 2 4 — 60/64 3 - 5 Имеется встроенный АЦП
400 10 — — — 3 - 5 —

32,768 122 2 — 60 1,5 Имеется встроенный конт­
роллер Ж КИ

400 10/20 1 34 42 5 —
4200 10/20 1 34 42 5 Имеется схема управления 

вакуумным флюоресцент­
ным индикатором

4200 10/20 1 34 42 5 —



Тип
Разрядность

слова
данных/
команд

Технология
Емкость 

встроенного 
ОЗУ, бит ж 

ж разряд

Емкость 
встроенного 
ПЗУ, бит ж 

х разряд

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов

Число
основных

команд

TCP4632BF 4/8 КМОП 160x4 3072 X 8 - 52

ТМР4310АР 4/8 л-МОП 4 8 x 4 1024x8 _ 35
TMP4310PLL 4/8 л-МОП 4 8 x 4 1024x8 — 35
ТМР4315ВР 4/8 л-МОП 6 4 x 4 1536x8 — 35
ТМР4320АР 4/8 л-МОП 128x4 2048 X 8 — 35
TMP4320APLL 4/8 л-МОП 128x4 2048 X 8 — 35
ТМР4321 АР 4/8 л-МОП 128x4 2048 X 8 — 35
ТМР4720Р 4/8 л-МОП 128x4 2048 X 8 — 90
ТМР4740Р 4/8 л-МОП 256x4 4096 X 8 — 90
ТМР47С20Р 4/8 КМОП 128x4 2048 X 8 — 90
TMP47C22F 4/8 КМОП 192x4 2048 X 8 — 90

ТМР47С40Р 4/8 КМОП 256x4 4096 X 8 — 90
ТМР8022 8/8 Л-МОП 6 4 x 8 1024x8 — 70
ТМР8048Р 8/8 Л-МОП 6 4 x 8 1024x8 4К 96
ТМР8049Р-6 8/8 Л-МОП 128x8 2048 X 8 + 96
ТМР8051Р 8/8 л-МОП 128x8 4096 X 8 + 111
ТМР80С48Р 8/8 КМОП 6 4 x 8 1024x8 +1 96
ТМР80С49АР 8/8 КМОП 128x8 2048 X 8 + 97
ТМР80С49-6 8/8 КМОП 128x8 2048 X 8 + 96
TMS32010 16/16 Л-МОП 114 X 16 1536X 16 + 60

TMS1000 4/8 /7-МОП 6 4 x 4 1024x8 43
TMS1000C 4/8 КМОП 6 4 x 4 1024x8 — 43
TMS1004C 4/8 КМОП 256x4 1024x8 — 40
TMS1022 4/8 /7-МОП 6 4 x 4 1024x8 - 43

TMS1070 4/8 р- МОП 6 4 x 4 1024x8 - 43

TMS1100 4/8 р- МОП 128x4 2048 X 8 _ 40
TMS1100C 4/8 КМОП 128x4 2048 X 8 — 40
TMS1117 4/8 /7-МОП 128x4 2048 X 8 — 43

TMS1170 4/8 р- МОП 128x4 2048 X 8 - 40

TMS1200 4/8 /7-МОП 6 4 x 4 1024x8 43
TMS 1200C 4/8 КМОП 6 4 x 4 1024x8 — 43
TMS1270 4/8 /7-МОП 6 4 x 4 1024x8 — 43
TMS1270C 4/8 КМОП 6 4 x 4 1024x8 — 43
TMS1300 4/8 /7-МОП 128x4 2048 X 8 — 40
TMS1300C 4/8 КМОП 128x4 2048 X 8 — 40
TMS1370 4/8 /7-МОП 128x4 .2048x8 — 40

TMS1400 4/8 /7-МОП 128x4 4096 X 8 41
TMS1470 4/8 /7-МОП 128x4 4096 X 8 — 41

TMS1600 4/8 /7-МОП 6 4 x 4 4096 X 8 - 41



Продолжение табл. 3.14

Макси­
мальная 
тактовая 
частота, 

кГ ц

Время
выпол­
нения

команды
наимень­
шее/наи­
большее,

М КС

Число
уровней
прерыва­

ния

Число
линий
ввода-
вывода

Число
выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

В
Примечание

400 10/20 1 29 67 5 Имеется схема управления
Ж КИ

500 4/8 1 22 28 5 —
200 10/20 1 35 42 5,5 —
500 4/8 1 35 42 5 —
500 4/8 1 35 42 5 —
200, 10/20 1 35 42 5,5 —
500 4/8 1 35 42 5 —

5000 2/4 6 35 42 5 —
5000 2/4 6 35 42 5 —
4200 4/8 6 35 42 5 —
4200 4/8 6 27 67 5 Имеется схема управления

Ж КИ
4200 4/8 6 35 42 5 —
3600 8,4/16,8 — 13 20 5 Совместимы по развод­
6000 2,5/5 1 27 40(12) 5 ке выврдов с аналогич­
6000 2,5/5 1 32 40(29) 5 ными микроЭВМ фирмы

12 000 К/4 2 32 40(11) 5 Intel
6000 2,5/5 1 27 40(12) 5
11000 1,36/2,72 1 27 40(29) 5
6000 2,5/5 1 27 40(29) 5

20000 0,2/0,6 1 27 40 5 Процессор обработки сиг­
налов, имеет 32-разрядное
АЛУ и умножитель 16x16
на кристалле

400 15/60 — 23 28(47) - 9 ;  - 1 5 —
1000 6/120 — 22 28(47) 3 - 6 —
1000 6/120 — 22 28 3 - 6 —
400 15/60 - - 28 - 1 5 Контроллер фазовой авто­

подстройки частоты
400 15/60 — 23 28(48) - 9 ;  - 1 5 Имеется схема управления

вакуумным флюоресцент­
ным индикатором

400 15/60 — 23 28(48) - 9 ;  - 1 5 —
1000 6/120 — 22 28(48) 3 - 6 —
400 15/60 — — 28 -1 5 Контроллер управления

СВЧ-печью
400 15/60 — 23 28 - 9 ;  - 1 5 Имеется схема управления

вакуумным флюоресцент­
ным индикатором

400 15/60 — 25 40(49)

7ак1 —
1000 6/120 — 32 40(49) 3 - 6 —
400 15/60 — 27 40(50) - 9 ;  - 1 5 —

1000 6/120 — 32 40(50) 3 - 6 —
400 15/60 — 25 40(51) - 9 ;  - 1 5 —

1000 6/120 — 28 40(51) 3 - 6 —
400 15/60 — 27 40 - 9 ;  - 1 5 Имеется схема управления

вакуумным флюоресцент­
ным индикатором

550 11/60 — 23 28 - 9 ;  - 1 5 —

550 11/60 — 22 28 - 9 ;  - 1 5 Имеется схема управления
вакуумным флюоресцент­
ным индикатором

550 11/60 32 40 - 9 ;  -1 5



Тип
Разрядность

слова
данных/
команд

Технология
Емкость 

встроенного 
ОЗУ, бит ж 

ж разряд

Емкость 
встроенного 
ПЗУ, бит ж 

X разряд

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов

Число
основных
команд

TMS1670 4/8 /7-МОП 6 4 x 4 4096 X 8 - 41

TMS1700 4/8 /7-МОП 6 4 x 4 4096 X 8 _ 43
TMS2100 4/8 /7-МОП 128x4 2048 X 8 — 55

TMS2170 4/8 /7-МОП 128x4 2048 X 8 55
TMS2300 4/8 /7-МОП 128x4 2048 X 8 — 55

TMS2370 4/8 />МОП 128x4 2048 X 8 _ 55
TMS2400 4/8 /7-МОП 256x4 4096 X 8 — 55
TMS2470 4/8 /7-МОП 256x4 4096 X 8 — 55
TMS2600 4/8 /7-МОП 256x4 4096 X 8 — 55
TMS2670 4/8 /7-МОП 256x4 4096 X 8 — 55
TMS3132 4/8 /7-МОП 128x4 2048 X 8 53

TMS3240 4/8 л-МОП 128x4 2048 X 8 73
TMS7020 8/8 л-МОП 128x8 2048 X 8 64К 61
TMS7040 8/8 л-МОП 128x8 4096 X 8 64К 61
TMS7041 8/8 л-МОП 128x8 4096 X 8 64К 61
TMS9940E/9940M 16 л-МОП 128x8 2048 X 8 68

TMS99105A 16 л-МОП 32 X 16 IK X 16 256К 84

TMS99110A 16 л-МОП 32 X 16 IK X 16 256К 96

TMS70E40 8 л-МОП 128x8 4К X 8 64К 61

TMS70L22 8 л-МОП 128x8 2К X 8 64К 61

|iPD548 4/10 /7-МОП 9 6 x 4 1920 X 10 _ 72
|iPD7500 4/8 КМОП 256x4 — 110

pPD7501 4/8 КМОП 9 6 x 4 1024x8 _ 63
|iPD7502 4,8 КМОП 128x4 2048 X 8 — 92

|iPD7503 4/8 КМОП 224x4 4096 X 8 __ 92
|iPD7506 4/8 КМОП 6 4 x 4 1024x8 — 58
jxPD7507 4/8 КМОП 128x4 2048 X 8 — 92
ЦР07508 4/8 КМОП 224x4 4096 X 8 — 92
|iPD7519 4/8 КМОП 256x4 4096 X 8 — 92

ЦР07520 4/8 /7-МОП 4 8 x 4 768x8 47

(iPD7528 4/8 КМОП 160x4 4096 X 8 _ 66
jnPD7720A 16/23 л-МОП 128 X 16 512x23 — 48

|iPD7800 8 л-МОП 128x8 - 64К 140



Продолжение табл. 3.14

Время
Макси­ выпол­

Число
линий
ввода-
вывода

Число
мальная
тактовая
частота,

кГц

нения
команды
наимень­
шее/наи­

Число
уровней
прерыва­

ния

выводов
корпуса
(схема

расположения

Напряжение
питания,

В
Примечание

большее,
мкс

выводов)

. 550 11/60 - 32 40 1 4
0 1 С
П Имеется схема управле­

ния вакуумным флюорес­
центным индикатором

400 15/60 — 21 28 - 9 ;  -1 5 —

550 11/60 1 20 28 - 9 Имеется 8-разрядный АЦП, 
детектор нулевых пересе­
чений

550 11/60 1 19 28 - 9 —

550 11/60 1 33 40 - 9 Имеются два входных ка­
нала АЦП

550 11/60 1 32 40 - 9 —

550 11/60 1 20 28 - 9 —

550 11/60 1 19 28 - 9 —

550 11/60 1 32 40 - 9 —
550 11/60 1 32 40 - 9 —
500 12/60 1 23 28 - 9 Имеется встроенный звуко­

вой генератор и схема уп­
равления светодиодным ин­
дикатором

5000 1,2/6 — 30 40 5 —

2500 1,6/19,2 4 32 40 5 —

2500 1,6/19,2 4 32 40 5 —

4000 1,6/19,2 4 40 5 Встроенный универсаль­
4000 2/452 4 32 40 5 ный асинхронный прие­

мопередатчик, 9940Е име­
ет на кристалле перепро­
граммируемое ПЗУ

24000 0,5/100 16 5 Совместимость по системе 
команд с микропроцессо­
ром TMS9900

24000 0,5/100 16 - 40 5 Возможность обработки
чисел с плавающей запятой

2500 1,6/19,2 4 — 40 5 Имеется встроенное пере­
программируемое ЗУ

2500 1,6/19,2 4 — 40 4 ,5 -1 0 ,5 (С низким потреблением
мощности (35 мВт)

200 10/20 2 35 42 - 1 0 —

280 6,7 — 32 64 2 ,7 5 -5 ,5 Отладочный кристалл
(31)

280 6,7/20 4 24 64(52) " 2 ,7 -5 ,5 ) Имеется схема управле-
200 6,7/20 4 23 64(53) 2 ,7 -5 ,5 Ін и я  Ж КИ , последова- 

( тельный канал, 8-разряд- 
) ный таймер

200 6,7/20 4 23 64(53) 2 ,7 -5 ,5 —

280 10 2 22 28(54) 2 ,7 -5 ,5 —

280 10 4 32 40 2 ,7 -5 ,5 —

280 10 4 32 40(32) 2 ,7 -5 ,5 —

200 10 4 58 64 2 ,7 -5 ,5 Имеется схема управления 
ЭЛТ, встроенный 14-раз- 
рядный ЦАП

450 20/40 — 24 28 1 O
s 1 О Имеется схема управления 

светодиодным индикатором
500 4 / - 3 35 42 5 —

8000 0,25 1 12 28 5 Процессор обработки сиг­
налов

1000 2 5 64 5 -



Тип
Разрядность

слова
данных/
команд

Технология
Емкость 

встроенного 
ОЗУ, бит X 

ж разряд

Емкость 
встроенного 
ПЗУ, бит ж 

X разряд

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов

Число
основных

команд

HPD7801 8 / 8 л-МОП 128x8 4096 X 8 64К 140

HPD7802 8 / 8 л-МОП 128x8 6144x8 64К 140
|iPD7807 8 л-МОП 256x8 — — 165

HPD7809 8 лМОП 256x8 IK X 8 56К 165

HPD7810 8 л-МОП 256x8 64К 153
|iPD 7811 8 / 8 л-МОП 256x8 512x8 60К 160

|iPD78C05 8 КМОП 128x8 64 К 101
пРП78С06 8 / 8 КМОП 128x8 4096 X 8 64К 101
Ц Р078Р09 8 л-МОП 256x8 IK X 8 56К 165

ЦР08035 8 л-МОП 6 4 x 8 _ 4К 96
ЦР08039 8 л-МОП 128x8 — 4К 96
HPD8048 8 л-МОП 6 4 x 8 IK X 8 4К 96
*iPD8049 8 л-МОП 128x8 2К X 8 4К 96
ЦР080С35 8 КМОП 64 X 8 — 4К 97
ЦР080С48 8/8 КМОП 6 4 x 8 1024x8 4К 96
HPD80C49 8/8 КМОП 128x8 2048 X 8 + 96
ЦР08748 8 л-МОП 6 4 x 8 IK X 8 4К
Z8C 8/8 л-МОП 6 4 x 8 1024x8 + 47

Z86C01 8/8 КМОП 128x8 2040 X 8 + 47
Z8601-MCH 8/8 л-МОП 128x8 2048 X 8 124К 129

Z8603-MCH 8 л-МОП 128x8 124К 129
Z8611-12 8 / 8 л-МОП 128x8 4096 X 8 124К 129

Z8612-MCH 8 л-МОП 128x8 124К 129
1872 4/10 /7-МОП 3 2 x 4 512 X 10 — 37
2920 25/24 л-МОП 40x25 192x24 21

2921 25/24 л-МОП 40x25 192x4 _ 21

8020H 8 / 8 л-МОП 6 4 x 8 1024x8 _ 65
8021H 8 / 8 НМОП 6 4 x 8 1024x8 — 70
8022 8 / 8 л-МОП 6 4 x 8 2048 X 8 — 70
8031 AH 8 НМОП 128x8 64 К 111



Продолжение табл. 3.14

Макси­
мальная 
тактовая 
частота, 

кГ ц

Время
выпол­
нения

команды
наимень­
шее/наи­
большее,

мкс

Число
уровней
прерыва­

ния

Число
линий
ввода-
вывода

Число
выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

В
Примечание

1000 2/4 5 48 64(55) 5 Имеется последовательный 
канал ввода-вывода

1000 2/4 5 48 64(56) 5 —

12000 64 5 Имеется встроенный уни­
версальный синхронно-асин­
хронный приемопередатчик

12000 1 64 5 Имеются встроенный уни­
версальный синхронно­
асинхронный приемопере­
датчик, 16-разрядное АЛУ, 
АЦП, последовательный 
ввод-вывод

12 000 1 — — — — —

12000 1 5 48 64 5 Дополнительно к 7801 
имеются команды умноже­
ния и деления, 8-канальный 
АЦП, последовательный 
канал

— — — — 64 5 —

4000 6/12 5 46 64 5 —

12000 1 64 5 Встроенное перепрограм­
мируемое ЗУ, последова­
тельный ввод-вывод

6000 2,5/5 1 27 40(12) 5 —

11 ООО 1,4/2,8 1 — 40(29) 5 —

6000 2,5/5 1 — 40(12) 5 —

11000 1,4/2,8 1 — 40(29) 5 —

6000 2,5/5 1 — 40(12) 2 ,5 -6 —

6000 2,5/5 1 27 40(12) 5 —

6000 2,5/5 1 27 40(29) 5 —

6000 2,5/5 1 — 40(12) 5 Встроенное перепрограм­
мируемое ЗУ

8000 1,5/4,25 8 30 40 5 —

8000 1,5/4,25 8 32 40 3 - 6 —

4000

4000

2,2/4,25

2,2/4,25

6

6

32 40

40

5

5

Имеется встроенный уни­
версальный асинхронный 
приемопередатчик 
Отладочный кристалл

12000 1/2,8 6 32 40 5 Имеется встроенный уни­
версальный асинхронный 
приемопередатчик

4000 1/1,5 6 — 64 5 Отладочный кристалл
150 6,25/125 1 27 40 12 —

6670 0,6/6 12 28 5, - 5 Процессор обработки сиг­
налов с аналоговым вво­
дом-выводом информации 
с перепрограммируемой 

программной памятью
10000 0,4/0,4 — 12 28 5, - 5 То же, но с масочным 

ПЗУ программ
3580 8,4/16,8 — 13 20 5 —

3580 8,4/16,8 — 21 28 5 —

3580 8,4/16,8 1 27 40 5 Имеется АЦП
12000 1/4 2 40(11) 5 Имеются два 16-разрядных 

таймера; последователь­
ный порт ввода-вывода



Тип
Разрядность

слова
данных/
команд

Технология
Емкость 

встроенного 
ОЗУ, бит ж 

ж разряд

Емкость 
встроенного 
ПЗУ, бит X 

X разряд

Емкость 
непосред­
ственно 

адресуемого 
ЗУ, слов

Число
основных

команд

8032 8 нмоп 2 56x8 64К 111
8035AHL 8 нмоп 6 4 x 8 — 4К 96

8039AHL 8 нмоп 128x8 4К 96
8040АН L 8 нмоп 256x8 — 4К
8041/8741 8 / 8 л-МОП 6 4 x 8 1024x8 + 90

8048АН/8748Н 8 / 8 нмоп 6 4 x 8 1024x8 4К 96

8049АН/8749Н 8 / 8 нмоп 128x8 2048 X  8 4К 96

8050АН 8 нмоп 256x8 4К X  8 4К 96
8051 АН/8751Н 8/8 нмоп 128x8 4096 X  8 64К 111

8052 8 нмоп 256x8 8К X  8 64К 111

8096 16/16 Л-МОП 116x16 4096X  16 + 95

71840 8 Л-МОП 256x8 4К X  8 64К 129

72710 8 л-МОП 128x8 IK X  8 64К 62

80С31 8 КМОП 128x8 - 64К 111

80С39 8 КМОП 128x8 4К 97
80С48 8/8 КМОП 6 4 x 8 1024x8 + 90
80С49 8/8 КМОП 128x8 2048 X  8 4К 96
80С51 8/8 КМОП 128x8 4096 X  8 64К 111
Н РС 16040 16 КМОП 256x8 4096 X  8 — 50
НРС16083 16 КМОП 256x8 8192x8 50



Продолжение табл. 3.14

Макси­
мальная
тактовая
частота,

кГц

Время
выпол­
нения

команды
наимень­
шее/наи­
большее,

М КС

Число
уровней
прерыва­

ния

Число
линий
ввода-
вывода

Число
выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

В
Примечание

12000 1/4 2 40 5
11000 1 1 40(12) 5 Имеется 8-разрядный тай­

мер

11000 1,4/2,8 2 _ 40(29) 5 _
11000

6000
1,4/2,8 
2,5/5

I
1 18

40(29)
40(44)

5
Универсальный периферий­
ный интерфейс, 8741 имеет 
на кристалле перепрограм­
мируемое ЗУ

8000 1,4/2,8 1 27 40(12) 5 8748Н имеет перепрограм­
мируемое ЗУ (РПЗУ)

11000

11000

1,4/2,8 

1,4/2,8

1

1

27 40(29)

40(29)

5

5

8749Н имеет перепрограм­
мируемое ЗУ (РПЗУ)

12000

12000

1/4

1,4/2,8

2

2

32 40(11)

40

5

5

Имеет последовательный 
канал ввода-вывода, 8751Н 
имеет РПЗУ

Имеются три 16-разрядных 
таймера, последовательный 
порт ввода-вывода

12000 1/6,5 8 48 48 5 Имеется на кристалле 8-ка­
нальный 10-разрядный 
АЦП 8 X 16-разрядный тай­
меров

8000 1,5/4,25 6 — 40 5 Имеется встроенное пере­
программируемое ЗУ, сов­
местимость с Z8

10000 2/6,8 4 40 5 Электрически перепрограм­
мируемое ЗУ на кристал­
ле, совместимость с TMS 
700

12000 1/4 5 — 40(11) 5 Имеются два 16-разрядных 
таймера, последовательный 
порт ввода-вывода

11000 1,4/2,8 2 _ 40(29) 5 _
11000 1,4/2,8 1 27 40(12) 5 —
11000 1,4/2,8 1 27 40(29) 5 —
12000 1/4 2 32 40(11) 5 —
16800 0,24 — 52 68 5 —
16 800 0,6 5



22*Оі

С/ГО — 
СИІ —

т  -
reset —  

/лу -

2
COP 402

3
COP 404L

1 40 — DO с/го­ 1 40
г JS —  D1 ст  — 2 53

30 —  D2 IP4 - 3 30
37 — D3 RESET - 4 37
36 —  IRS IR J  - 5 36
35 —  RO IR 2  - 6 35
34 —  P S _____ IR 1 - 7 34
33 — ad/ data IRO  - 8 33
32 —  S/TIP IP 7  - 3 32
31 —  63 IR 6  - /0 31
30 —  62 L7 - 71 30
23 —  01 LO - 12 23
20 —  60 15 - 13 20
27 —  IH 3 L4 — /4 27
26 —  If/o IN I  - /5 26
25 —  Stf I  N2 - 16 25
24 — so Vcc ~~ 17 24
23 —  S I 13 - /0 23
22 — 6ffD 12 - 13 22

20 21 —  LO LI - 20 21

 atі с
ÖUSlOC/fZL 
ООЗбНТП. , 
RDYA С 

С  ,
ST/fOD С , 

С
Л0К0 С (_ 

с  j
{ш С 
S f s  с  
Ійѣ с:

ж
•g ,*  g

I  *

шг, 6600
yss С 1 40
HALT G 2 33
НА С 3 30
IRO C 4 37
/ha a 5 36
NffI С 6 35
ЗА С 7 34
VCC *= 6 33
АО С 3 32
At С 10 31
A2 С 11 30
A3 С 12 23
A4 G 13 20
A5 С 14 27
AO G /5 26
А7 С /6 25
АО С 17 24
A3 С 10 23
А10 С 13 22
А11 С 20 21

8
G65SC02

Vss С 1 40
RDY С 2 33

0l[OUT)TZ 
т  С

3
4

38
37

НС С 5 36
ННІ С 6 35
огне с 7 34
УСС с 0 33АО с 3 32
А/ С го 31
А2 С fl 30
A3 С /2 23
A4 С ГЗ 28
А5 С 74 27
А6 С /6 26
А7 С 16 25
АО С 17 24
A3 С 10 23
А/О С 73 22
А11 С 20 21

Z2RCS 
ZD * *

=D >v£ 
R/kV 
DO 
D1 

H D 2  
H D 3  

D4 
0 D 5  

D6 
H D 7  
13R /0  

A/4 
A13 

ПА12
r$s

6 6 5 S C 0 3

RES С / 28 ^ 0 2  (OUT)
/SS С г 27 =3 />о (І/І)
IRQ С 3 26 П  R/W
Ш  С 4 25 ZD DO
УСС С 5 24 ZD D1
АО с 6 23 ZD D2
А1 с= 7 22 ZD D3
А2 с: д 21 П В 4
A3 с 3 20 ZD D5
A4 с 10 13 'ПВО
А5 с 11 10 ZD B 7
А6 с 12 77 ZD A11
А7 с 13 16 П АЮ
АО с 14 15 ZD A3



70

G65SC04
Р1.0 с  
P1J С  
Р1.2 
Р1.3 

1 Р1.4 С
Р15 С  
Р1.6 
Р1.7П  

PST/vPP 
/tXD Ш С  
ТХРР3.1П. 

Ш0Р3.2
т / рз.з

ТО Р3.4П. 
ТГ Р3.5С  
Ш  Р3.6П. 
РОР3.7П. 
XTAL2 С  
XTALf С  

VSS
13

6066

11
6031,8051

40 
33
33 
37 
36 
35
34 
33 
32 
31 
30
23 
26 
27 
26 
25
24 
23 
22 
21

7
2
34
5
6
7
8 
3 
to 
f l  
12 
/3 
74 
ГЗ 
76 
17 
78 
73 
20

74
8066

12
8035,8046,8748

l/rr
PO.OAPO 
P0.1AD1 

Z I  Р0.2 AD2 
Z3 РО.З AD3 
Z I  P0.4 AP4 

P0.5AP5 p  P0.6AD6 
Z2P0.7 AD7 

EA/VDD 
ZI ALE/PP OG

pSEn 
P  P2.7 A15 
Z2P2.6 A74 

Р2.5А1Э 
Z2P2.4A12 
Z2P2.3 All 

P2.2A10 
Р2.1АЭ 
P2.0A6

ТОП. 
XTAL f 
XTAL 2 С 
Р Ш ТП  

SS_ С  
INT С 
EA С

Ж -z  
EseN с
И1Р с 
ALE 
PÖO 
Рві С 
Р32 С
РОЗ
Р04
005
006 
007 
VSS

GNP C.7 40
AP14 С 2 39
AP13 С 3 36
AP 12 С 4 37
AP11 С 5 36
AP 10 C.6 35
APS C. 7 34
AP 6 С в 33
АР7П 3 32
АО 6 С 10 31
А 05 C.11 30
А04 С 72 29
/Ш С 73 26
АО 2 П.74 27
А01 С 75 26
А ООП. 76 25
NMI П 77 24
INTP П 18 23
CLP П 73 22
GNP С 20 21

16
МС6803

т с 1 40
с 2 39
с 3 38

NMI С 4 37
//И? С 5 36
PESET С 6 35
m  с 7 34
/5?<7 С в 33
/?/ С 3 32
/5й? С 70 37
/27 С 11 30

С 12 29
/>/7 с 13 28
/У/ С 14 27
/>Л? С 15 26
/»/J С 76 25
/У* с 77 24
/°/7 С 78 23Р16 с 13 22
Р17 С 20 21

GNP- 
А14 - 
А13- 
А12 - 
А11- 
A/O­
AS“ 
A8 - 

AP7 -

p  vcc 
AP/5 

Z2A76/S3 
Z3A77/S4 
'nAIQ/SÖ 
ZI A19/S6 

Ш /3 7  
MN/MX

'ПРО/бТО/НОШ) AP6 
\W/m(HL0A) APS- 

'ПІШіЩ AP4 - 
^S2 (M/IO) AP3- 
P77 (ЛГ/77) AP2- 
SO (Ш) AP1 - 
OSO (ALE) ADO- 

ZI OS f( IN TA) NMI - 
TEST IN TP -

ZOPEAOY CLP -
PESET GNP -

/
2
3
4
5
6 
7 
6 
3 
10 
11 
12
13
14
15
16 
17 
16 
13 
20

40
33
36
37 
36 
35
34 
33 
32 
31 
30
23 
26 
27 
26 
25
24 
23 
22 
21

- VCC 
-A15 
-A16/S3 
-A17/S4 
-A1Ö/S5 
-A13/S6 
-SSO _ 
-MN/MX 
-PO
-NO LP 
-NLPA
-  W7f_
- 10/M
-OT/E
-PEN
-ALE
- і Ш
-TEST
Ч  Р Е А О У  

-PESET

NWOS — 
NPPS — 

NENIN — 
NENOUT — 

NOPEQ — 
NHOLP —  
NPST — 
CONT —  
067  —  
006 —  
005 -  
004 —  
003 —  
002 —  

007 —  
ООО — 

SENSE А — 
SENSE О —  
PLAG О — 

GNP —

XTL1 C. 
XTL2 С 
Eob tz  
P01 C 
E ft С  
m  С  

STPOOE C 
P4ß С  
E41 С  
E ft С  /97 С  
E§4 С  
P45 CZ 
ЕЦ  С  /*47 E  
/ 9 7  CZ 
/9 7  C  
PQ5_ С  
/WCZ 
GNP С

1 40 Р  ѴСС
2 39 Z2T1
3 38 Z3 Р27
4 37 р  Р26
5 36 р  Р25
6 35 ZD Р24
7 34 р  Р17
6 33 ZD Р16
9 32Z3P75
10 31 ZI P14
11 30 ZD P13
12 29ID P12
13 28ZD P11
74 27ZI P70
15 26ZI VDD
16 25ZD PROG
77 24Z3 P23
78 23p  P22
79 22P  P21
20 21P P20

75
8060

1 40 — vcc
2 39 — NAPS
3 38 —  XOUT
4 37— XIN
5 36— AP11
6 35— AO 70
7 34— AO09
8 33— AP06
9 32 — AO07
10 31 —  AO06
11 30 — AO05
12 29 — AO04
13 28— AO03
14 27— AO02
15 26 —  AO07
76 25—  AD00
17 24—  SIN
18 23—  SOOT
19 22—  PLAG-2
20 21 — PLAG-7

76
3870

7 40 p  VCC
2 39 Z3PESET
3 36 P  EXTINT
4 37 p  РТП
5 36 p  ETJ
6 35 P  P ft
7 34 P  P13
в 33 P  ЕГО
9 32 P  /97
10 31 P  E ft
11 30 P  P5J
12 29 P  P54
73 28 P  Eft
74 27 ^ Z Z l15 26 P  E 57
16 25 P  P77
77 24 P  ЕГЪ
78 23 P  P15
19 22 P  ЕГ4
20 21 P  TEST



VOO С 
Р С  

DCHINTtL 
EXTINT е  
MAP ON С  
HALT 
У06

( ш М г ^MOZмог с  
МО 2 С 
ff03 с  
МВ4 с  
М35 С 
MÖ6 С 
М07 
ѴСС С 
МОд с, 
М09 С 

/УЛЛ7 С

1
2
3
4
5 * 
7 *
to
f t
Г2
f j
f t
f5
fö
f7
fd
ts
20

*0
39
36
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
26 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21

20
6065160СѲ5

ZD WE 
ZDSAE 
ID VDD 
ZDFDCHR 

WAIT 
FDCHE 

ZD 01 
13 02

X1
X2

TRAP 
RST 7.5 
RST5.se.

ZDl/O INPUT RST 5.5\ 
I/O DATA INTR C  

ZDI/0DATA2 INTÄ C  
Z3i/OCLOCN ADO 

A2
CLAMP 

ZDSCEN 
M015 
M014 

ZDM313 
13 MB12
:и  mo ft

ADI 
AD2 
AD3 C  
AD4 
AD5 С  
AD6 C  
AD7 С  
VSS

1 40
2 39
3 36
4 37
5 36
6 35
7 34
6 33
9 32
to 31
ft 30
12 29
13 26
14 27
15 26
16 25
17 24
16 23
19 22
20 21

ID VCC 
HOLD 
HLDA 
CLPfOUT) 
RESET IN 13 READY 
IO/M 
S t 
RD 
FPR
ALE 
SO 

ZD A15 
Af4 
Af3 
Af2 

ZD A ft 
ZDA10 

A9 
tDA6

A22 d
MS16032 
1 v-r"A21 C 2 47

а г о е 3 46Ais e 4 45Ais e 5 44
ап e 6 43A/6 с 7 42AD15 e 6 41AD14 e S 40ADij e 10 39

AD12 e 11 38AD11 С 12 31AD10 c 13 36ADS e 14 35AD6 С 15 34AD7 e 16 33
ad 6 e 17 32AD5 e 10 31AD4 e 19 33AD3 С 20 29AD2e AD1 С 21

22 »ado e 23 266NDL e 24 25

VCC 
A23 

В  firr

STO IST1 IST2

i f #
iL f * 
1006 
D RDY 1PHI2 
iPHIf 
16ND0

22 23 24

6505 6506 6507
RES с / 26 ZD02(OU7) RES e 1 20 ID 02 (OUT) Ш e 1 26 =3 02 (OUT)
vss e  
RDVC.

2
3

27
26

-=3 00 (IN) 
ID R/W

vss e  
01 (ouije

2
3

27
26

vss e  
RDY e

2
3

27
26

^0o(7N )
eiR /iP

Ш e 4 25 ZD DO Ш e 4 25 13 DO vcc c 4 25 =1 DO
VCC с 5 24 'nD I vcc e 5 24 13 D1 AO e 5 24 ZDD1
АО с 6 23 ID D2 AO e 6 23 ID D2 A1 e 6 23 13 D2
A i e 7 22 ZDD3 At e 7 22 U  D3 A2 e 7 22 ZDD3
az e 6 21 ZDD4 A2 e 6 21 ZDD4 A3 e 6 21 ZDD4
A3 c . 9 20 ZDD5 A3 с 9 20 ID D5 A4 e 9 20 •ПО5
A4 C 10 19 ZDD6 A4 e 10 79 TDD6 AS e 70 19 ZD D6
a s  e 11 16 Z1D7 a s  e 11 10 Z1D7 A6 e 71 10 ID D7
A6 e 12 17 Z3 A11 A6 e 12 77 ZDA11 A7 С 12 17 ZD A12
A7 e 13 16 ZD A10 A7 e 13 76 Z2A10 Ад С 13 16 ZD A11
AO с 14 15 ZDA9 АѲ e 14 75 ID AS AS С 74 15 ZD A10

25
6512

26

65/3

27

6514
1 28 id Res vss e 7 26
2 27 H  02 0, e 2 27
3 26 H  R/W Щ e 3 26
4 25 TDDQ vcc e 4 25
5 24 13 Df AO e 5 24
6 23 ZDD2 A1 с 6 23
7 22 ZDD3 A2 e 7 22
6 21 Z3D4 аз e 6 21
9 20 ZDD5 A4 С 9 20
70 19 ZDD6 a s  e 70 19
11 16 ZDD7 A6 С 77 76
12 77 ZD A lt A7 e 72 77
13 16 ZD A 70 AO C 13 16
/4 15 UAS Ase 14 15

I #ES

I DO I D f 
\D2 

ID D3 
D4 
D5 

ID D6 
D7 
Af2 

ZD A ft 
ZD A10



28
65Г5

Х1 с

ш ?  с 
OUSt t 
6US9 с 

Bi/SfO сaas ff с
B(/Sf2 с 

е
7*<7 с
£ */  « Р42 с
/VJ с
Р50 с
/У/ с
/»Ä? «
Р53 с
/>60 I
/V/ I

Я  і
?7У с 
/>72 с 
/»7J I 

INT1 I 
7/V70 I 
INT2 I 

*
Ä 2  I 
С 11 I 
VDD «

2 5 6049.6039,
6040,6050,6749

ТО c 1 40 □  ѴСС
ЛТЛ/ 1 С 2 39 Z3T1
77Ж  7 С 3 38 :UP27
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ЯА4 
РАЗ С  
РА6 С  
РА7
080 С
081 С. 
002П. 
003П.
004 П.
005 
086 Ц  77 
007 С 1В 
РСО С 13 
0С1 С 20

1
2
3
4
5
6 
7 
в
9
10 
11 
12
13
14
15
16

4 0
39
38
37
36
35
34
33
32
31
31
21 
28 
27 
26 
25 
24 
23
22 
21

У.XX 
VDU 

Н ОТСС 
Н М Ш  
Н  OSC (0в)51С  Z3 CLP OUT (09)52С 

PU7 086
Н  085 

OD4 
РОЗ 
002 
001 ZI ООО 

НРС7 
РС6 

Н0С5 
Z20C4 
НОСЗ

осг

47

TMS/000

46
THS1070, 
Г MS//00

WH
}9Н

(лѵ/ псх.
(Р10) /Г*Е_ 
(У88) о б е
(pi) vss с:
(52) РОС 
Ш Я І С .
(т ) я г е

(Ж Т )Я Зе  
(07) 04 с  
(Об) 05 С  
(05) 06 С  
(04) 07 В

1 1J 28 Н  ІОІТ(Об) o e c 1 L)  28 13 07
2 27 HOLT (07) 09 EI 2 27 Н  06
3 26 Н У  DU (05) О10П. 3 . 26 Н Р5
4 25 ZlOSC (04) У88С 4 25 Z104
5 24 13 OSC (03) 51 С 5 24 ПОЗ
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AI CZ 3 38 3  У 2
АО С 4 37 3  Y1
16 cz 5 36 13 Y0
те С 6 35 ZIP
17 С 7 34 13 OVO

0АО3 Р ф п в 33 13 С 0+4
OAliOLO/mZ1 9 32 3  G
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A2 С 6 fl 3  A4
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VDDCZ 8 9 ZJA7

6 0
T/iS 4256-10

A6 tZ 1 \J 7б 3  №
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3.3. ОДНОКРИСТАЛЬНЫЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

По конструктивно-технологическому 
принципу полупроводниковые запоминаю­
щие устройства (ЗУ) делятся на два больших 
класса: ЗУ на основе М ОП-структур и би­
полярные. Среди МОП-приборов выделяют 
/7-канальные, /7-канальные и комплементар­
ные (КМОП) ЗУ. Биполярные ЗУ в зависи­
мости от типа используемой логики бывают 
ЭСЛ-типа, ТТЛ-типа, ТТЛ с диодами Шот- 
ки и инжекционного (И2Л) типа.

По функциональному назначению и об­
ластям применения ЗУ подразделяются на 
оперативные с произвольной выборкой ин­
формации (ОЗУ), используемые, например, 
в основной памяти вычислительных машин,

и постоянные ЗУ с программированием на 
стадии изготовления (ПЗУ) или пользовате­
лем (ППЗУ), предназначенные для памяти 
программ или блоков микропрограммного 
управления вычислительных машин, генера­
торов символов, таблиц. Разновидностью 
ППЗУ являются запоминающие устройства 
с перепрограммированием, так называемые 
репрограммируемые ЗУ (РПЗУ), применяе­
мые, например, для отладки программ, когда 
необходима многократная смена информа­
ции.

По схемотехническому принципу по­
строения ячеек запоминающей матрицы ли­
бо электронного обрамления ЗУ бывают 
статического и динамического типа.

В динамических ЗУ информация хранит­
ся в виде электрического заряда на МОП- 
конденсаторе. Вследствие утечки накоплен­
ного заряда требуется его регенерация. Не­



обходимость использования дополнительных 
схем регенерации и иногда трех источников 
питания является недостатком схем данного 
типа. Однако благодаря большей степени 
интеграции и низкой стоимости ЗУ этого 
класса широко применяются в основной 
памяти вычислительных машин, в перифе­
рийных и буферных установках. Параметры

динамических ОЗУ большой емкости приве­
дены в табл. 3.15. Длительность цикла 
записи в 1,3—1,6 раза больше времени вы­
борки адреса, проводимого в таблице. 
Потребляемая мощность в рабочем режиме 
не превышает 300 — 400 мВт, а в невыбран- 
ном состоянии 3 0 -5 0  мВт (для ОЗУ КМ ОП- 
типа потребляемая мощность в режиме хра­
нения 200 — 250 мкВт).

Т а б л и ц а  3.15. Параметры динамических оперативных запоминающих устройств

Тип
Информационная 

емкость, 
бит X разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса
(схема

расположения
выводов)

Напряжение
питания,

В

МВ8281 65 536 X 1 55 1 16 5
МК45Н64-8 65 536 X 1 80 1 16 5
АМ9064-10 65536X 1 100 1 16 5
МВ8264А-10 65 536 X 1 100 1 16 5
IMS2600-10 65 536 X 1 100 1 16 5
pP D 4164-2 65536X 1 100 1 16 5
51С64* 65536X 1 120 1 16 5
АМ9064-12 65536X 1 120 1 16 5
МВ8264А-12 65 536 X 1 120 1 16 5
НМ4864-1 65 536 X 1 120 1 16 5
НМ4864А-12 65 536 X 1 120 1 16 5
IMS2600-12 65 536 X 1 120 1 16 5
МК45Н64-12 65 536 X 1 120 1 16 5
|iPD4164-12 65 536 X 1 120 1 16 5
MSM3764-12 65 536 X 1 120 1 16 5
TMS4164-12 65 536 X 1 120 1 16(59) 5
АМ9064-15 65 536 X 1 150 1 16 5
НМ4864А-15 65 536 X 1 150 1 16 5
2164А-15 65 536 X 1 150 1 16 5
МК4564-15 65 536 X 1 150 1 16 5.
МСМ6665А-15 65 536 X 1 150 1 16 5
|iPD4164-15 65 536 X 1 150 1 16 5
TMS4164-15 65 536 X 1 150 1 16 5
2164А-20 65 536 X 1 200 1 16 5
МК4564-20 65 536 X 1 200 1 16 5
МСМ6665А-20 65 536 X 1 200 1 16 5
TMS4464-10 65 536x4 100 1 18 5
НМ50464-12 65 536x4 120 1 18 5
pPD41254-15 65 53 6x4 150 1 18 5
MK4528-15 131 072X 1 150 1 18 5
MK4528-20 131 072 X 1 200 1 18 5
MB81256-10 262 144 X 1 100 1 16 5
MB81257-10 262 144x1 100 1 16 5
MCM6256 262144x1 100 1 16 5
MSM41256-10 262 144 X 1 100 1 16 5
TMS4256-10 262 144x1 100 1 16(60) 5
MB1256-12 262144x1 120 1 16 5
HM50257-12 262 144 X 1 120 1 16 5
MSM41256-12 262144x1 120 1 16 5
TMS4256-12 262144x1 120 1 16(60) 5
TMM41256 < 262144x1 120 1 16 5

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в последующих таблицах в графе 3 приводится максимальное значение 
времени выборки. Изделие, отмеченное*, выполняется по КМОП-технологии. В графе 4 для всех 
типов ЗУ приводятся следующие обозначения: 1 — трехстабильный выход (TS); 2 — открытый кол­
лектор (ОС); 3 — открытый эмиттер (ОЕ); 4 — последовательный (Serial).



В отличие от динамических ОЗУ, в 
запоминающей ячейке статических ОЗУ ис­
пользуются потенциальные триггеры. Поэто­
му эти ОЗУ не требуют регенерации. Для 
их работы, как правило, необходим только 
один источник питания. Современные стати­
ческие ОЗУ по принципу действия можно 
разделить на три класса:

1) нетактируемые, в которых каждое 
изменение адреса вызывает получение нового 
результата, если кристалл выбран. Потреб­
ляемый ток и, следовательно, рассеиваемая 
мощность, не зависят от того, выбран или 
не выбран кристалл. Примером ЗУ данного 
типа служат изделия 2613 фирмы Signetics, 
4044 фирмы Texas Instruments, 7141 фирмы 
Intersil с организацией 4К х 1 и 2614 фирмы 
Signetics, 2114 фирмы Intel, 4045 фирмы 
Texas Instruments с организацией 1 К х4 ;

2) тактируемые, в которых каждый раз 
для получения результата надо выбирать 
кристалл, а затем возвращаться к невыбран- 
ному состоянию для перезарядки внутренних 
цепей. Потребляемый ток в невыбранном 
состоянии обычно меньше, длительность 
цикла примерно в 1,5 раза больше времени 
выборки адреса. Примером ЗУ подобного 
типа служат изделия 4104 фирмы Mostek и 
6104 фирмы Zilog с организацией 4К х 1 
и 6114 фирмы Zilog с организацией 1К х 4 ;

3) нетактируемые с уменьшением потреб­
ляемой мощности, если кристалл не выбран 
(в режиме хранения информации). Примером 
ЗУ подобного типа могут служить изделия 
2147 фирмы Intel. Время выборки адреса 
равно длительности цикла. Данный тип ста­
тических ЗУ наиболее перспективен. Парамет­
ры статических ОЗУ приведены в табл. 3.16 — 
3.19. Оперативные ЗУ с информационной 
емкостью 4 Кбит и более в основном отно­
сятся к третьему типу (к нетактируемому ЗУ). 
Максимальное значение длительности цикла 
записи у них соответствует времени выбор­
ки адреса. Потребляемая мощность ОЗУ 
КМ ОП-типа в режиме хранения информации 
лежит в микроваттном диапазоне, а в рабо­
чем режиме зависит от частоты обра­
щения.

Постоянные ЗУ выпускаются двух типов: 
программируемые в условиях изготовления 
с помощью фотошаблона (так называемые 
масочные ПЗУ) и однократно программи­
руемые в условиях эксплуатации (ППЗУ). 
Программирование осуществляется пережи­
ганием плавких перемычек из нихрома, 
сплавов титана или поликристаллического 
кремния или путем миграции алюминия при 
лавинном пробое, в результате чего тран­
зистор в матрице трансформируется в диод,

закорачивающий соответствующие шины. 
Параметры однократно электрически про­
граммируемых постоянных запоминающих 
устройств приведены в табл. 3.20. Процеду­
ра программирования заключается в подаче 
серии импульсов напряжением около 20 В. 
Возможность неоднократно изменять инфор­
мацию присуща репрограммируемым по­
стоянным запоминающим устройствам 
(РПЗУ). Существуют два класса многократно 
перепрограммируемых постоянных запоми­
нающих устройств: со стиранием информации 
электрическим сигналом и ультрафиолетовы­
ми лучами. Непрограммируемые ПЗУ с 
ультрафиолетовым стиранием информации 
выполняются на основе технологии МОП- 
транзисторов с плавающим затвором и ла­
винной инжекцией зарядов при программи­
ровании. Напряжение программирования 
(записи) лежит в пределах 12 — 20 В, число 
циклов перезаписи 10—100 и ограничивается 
деградацией характеристик при многократ­
ном лавинном пробое двуокиси кремния. 
Потребляемая мощность в активном режи­
ме составляет сотни милливатт для РПЗУ, 
выполненных по и-канальной МОП-техно- 
логии, и не превышает 40 мВт/М Гц для 
КМ ОП РПЗУ. Потребляемая мощность 
КМ ОП РПЗУ зависит от частоты обраще­
ния.

Недостатком РПЗУ с ультрафиолетовым 
стиранием информации является невозмож­
ность их перепрограммирования в схеме 
и необходимость стирания информации сра­
зу во всей матрице. Параметры многократ­
но перепрограммируемых ПЗУ с ультра­
фиолетовым стиранием приведены в 
табл. 3.21. Электрически стираемые РПЗУ 
выполняются, на основе либо М НОП-тран- 
зисторов, либо двузатворных и-МОП-струк- 
тур, в которых один затвор (плавающий) 
используется для хранения заряда, другой 
(управляющий) — для управления процессом 
записи и стирания информации (например, 
РПЗУ 2816, 2817 фирмы Intel). Стирание и 
программирование таких ЗУ может осу­
ществляться непосредственно в схеме и по­
байтно, что удобно при частичной корректи­
ровке записанной информации. Время запи­
си байта информации лежит в пределах 
1 —10 мс, время стирания информации не 
превышает единиц миллисекунд. Число цик­
лов перезаписи на несколько порядков 
больше, чем у приборов с ультрафиолетовым 
стиранием информации (104— 105). Расчетное 
время хранения информации составляет 
10 — 20 лет.

Характеристики электрически перепрог­
раммируемых ПЗУ приведены в табл. 3.22.



Т а б л и ц а  3.16. Параметры статических оперативных запоминающих устройств
ЭСЛ-типа

Тип
Информа­
ционная 
емкость* 

бит X разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

GX В100473 6 4 x 4 6 3 24 -5 ,2
HD10147 128 X 1 12 3 16 -5 ,2
МСМ10147 128 X 1 12 3 16 -5 ,2
GXB10147A 128 X 1 12 3 16 -5 ,2
SN10147 128 X 1 15 3 16 -5 ,2
НМ10414-1 256 X 1 8 3 16 -5 ,2
F100414C 256 X 1 10 3 16 -5 ,2
F10414C 256 X 1 10 3 16 -5 ,2
НМ10414 256 X 1 10 3 16 -5 ,2
DM 10414А 256 X 1 10 3 16 -5 ,2
Fl 0414M 256 X 1 15 3 16 -5 ,2
МСМ10152 256 X 1 15 3 16 - 5 ,2
|iPB10144 256 X 1 25 3 16 -5 ,2
МСМ10144 256 X 1 26 3 16 -5 ,2
M C M 10544 256 X 1 26 3 16 -5 ,2
DM10414 256 X 1 26 3 16 - 5 ,2
SM 10144 256 X 1 35 3 16 -5 ,2
MBM100422A-7 256x4 7 3 24 -4 ,5
MBM10422A-7 256x4 7 3 24 -5 ,2
H M 10422-7 256x4 7 3 24 - 5 ,2
F I00422 256x4 10 3 24 -4 ,5
F100422C 256x4 10 3 24 - 4 .5
HM 100422 256x4 10 3 24 -4 ,5
100422B 25 6x4 10 3 24 -4 ,5
F I0422 256x4 10 3 24 -5 ,2
F10422C 25 6x4 10 3 24 -5 ,2
M BM 10422 256x4 10 3 24 -5 ,2
MCM 100422-10 2 56x4 10 3 24 - 5 ,2
MCM 10422-10 2 56x4 10 3 24 -5 ,2
DM 10422A 2 56x4 10 3 24 -5 ,2
10422В 2 56x4 10 3 24 -5 ,2
MB7072E 256x4 12 3 22 - 5 ,2
HM 10422 25 6 x 4 12 3 24 - 5 ,2
MB7072N 256x4 15 3 22 -5 ,2
DM100422 2 5 6x4 15 3 24 -4 ,5
10422 2 5 6x4 15 3 24 - 4 ,5
100422A 2 5 6x4 15 3 24 -4 ,5
MBM10422N 2 5 6x4 15 3 24 - 5 ,2
MCM 10422-15 256x4 15 3 24 - 5 ,2
DM10422 256x4 15 3 24 - 5 ,2
10422A 2 5 6x4 15 3 24 -5 ,2
10422 25 6 x 4 20 3 24 - 5 ,2
93422AM 25 6 x 4 30 3 24 -5 ,2
93L422AC 2 5 6x4 30 3 24 - 5 ,2
HM2112-1 1024 X 1 8 3 16 -5 ,2
AM 10415 1024 X 1 10 3 16 -5 ,2
HM100415 1024 X 1 10 3 16 - 4 ,5
100415B 1024 X 1 10 3 16 -4 ,5
F10415C 1024 X 1 10 3 16 -5 ,2
HM2112 1024 X 1 10 3 16 -5 ,2
MCM 100415-10 1024 X 1 10 3 16 - 5 ,2
10415 В 1024 X 1 10 3 16 - 5 ,2
F100415C 1024 X 1 10 3 24 -4 ,5
MCM10146A 1024 X 1 10 3 24 -5 ,2
AM 100415A 1024 X 1 15 3 16 -4 ,5
100415A 1024 X 1 15 3 16 -4 ,5
AM10415SA 1024 X 1 15 3 16 -5 ,2
MCM10415-15 1024 X 1 15 3 16 - 5 ,2



Продолжение табл. 3.16

Тип
Информа­
ционная 
емкость, 

бит X разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

100415 1024 X 1 20 3 16 — 4,5
AM 10415А 1024 X 1 20 3 16 -5 ,2
AM 10415S А 1024 X 1 20 3 16 -5 ,2
Fl 0415 АС 1024 X 1 20 3 16 -5 ,2
МВМ10415АН 1024 X 1 20 3 16 -5 ,2
М С М 10415-20 1024 X 1 20 3 16 -5 ,2
DM10415A 1024 X 1 20 3 16 -5 ,2
10415А 1024 X 1 20 3 16 - 5 ,2
АМ10415А 1024 X 1 25 3 16 -5 ,2
GXB10415 1024 X 1 25 3 16 -5 ,2
МСМ10146 1024 X 1 29 3 16 -5 ,2
AM 10415 1024 X 1 35 3 16 -5 ,2
F 10415 1024 X 1 35 3 16 -5 ,2
DM10415 1024 X 1 35 3 16 -5 ,2
AM 10415М 1024 X 1 40 3 16 -5 ,2
МСМ 10546 1024 X 1 40 3 16 -5 ,2
МВМ100474А-10 1024 X 1 10 3 24 -4 ,5
МВМ10474А-10 1024x4 10 3 24 -5 ,2
AM 100474А 1024x4 15 3 24 - 4 ,5
МВМ 100474-15 1024x4 15 3 24 -4 ,5
AM 10474АС 1024x4 15 3 24 -5 ,2
МВМ 10474 1024x4 15 3 24 -5 ,2
НМ 10474 1024x4 15 3 24 -5 ,2
МСМ 100474-15 1024x4 15 3 24 -5 ,2
DM10474A 1024x4 15 3 24 -5 ,2
МСМ 10474-15 1024x4 15 3 24 -5 ,2
МВМ 100474-20 1024x4 20 3 24 -4 ,5
AM 10474АМ 1024x4 20 3 24 -5 ,2
AM 100474 1024x4 25 3 24 -4 ,5
HM 100474 1024x4 25 3 24 -4 ,5
AM 10474С 1024x4 25 3 24 -5 ,2
МСМ 10474-25 1024x4 25 3 24 -5 ,2
DM10474 1024x4 25 3 24 -5 ,2
GX В100474 1024x4 25 3 24 -5 ,2
F l00474 1024x4 30 3 24 -4 ,5
AM 10474M 1024x4 30 3 24 -5 ,2
F10474C 1024x4 30 3 24 -5 ,2
M BM 100470A -10 4096 X 1 10 3 18 - 5 ,2
MBM10470A-10 4096 X 1 10 3 18 - 5 ,2
MCM10470-10 4096 X 1 10 3 18 - 5 ,2
HM2142 4096 X 1 10 3 20 -5 ,2
M C M 100470-15 4096 X 1 15 3 16 -5 ,2
AM 100470SA 4096 X 1 15 3 18 -4 ,5
AM 10470SAC 4096 X 1 15 3 18 -5 ,2
MBM10470A-15 4096 X 1 15 3 18 -5 ,2
HM 10470-1 4096 X 1 15 3 18 -5 ,2
MCM 10470-15 • 4096 X 1 15 3 18 -5 ,2
МСМ 10470A 4096 X 1 15 3 18 -5 ,2
DM10470A 4096 X 1 15 3 18 -5 ,2
M BMI 00470 4096 X 1 20 3 18 -4 ,5
AM10470SAM 4096 X 1 20 3 18 -5 ,2
M BMI 0470A-20 4096 X 1 20 3 18 -5 ,2
AM100470A 4096 X 1 25 3 18 -4 ,5
F l00470А 4096 X 1 25 3 18 -4 ,5
HM 100470 4096 X 1 25 3 18 -4 ,5
100470А 4096 X 1 25 3 18 -4 ,5
AM 10470AC 4096 X 1 25 3 18 -5 ,2
F l0470A 4096 X Г 25 3 18 -5 ,2
HM 10470 4096 X 1 25 3 18 -5 ,2



Продолжение табл. 3.16

Тип
Информа­
ционная 
емкость, 

бит X разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
ВЫВОДОВ
корпуса

Напряжение
питания,

В

М С М 10470 4096 X 1 25 3 18 -5 ,2
М С М 10470-25 4096 X 1 25 3 18 — 5,2,
DM 10470 4096 X 1 25 3 18 -5 ,2
DM10470L 4096 X 1 25 3 18 -5 ,2
10470А 4096 X 1 25 3 18 -5 ,2
AM 10470AM 4096 X 1 30 3 18 -5 ,2
AM 100470 4096 X 1 35 3 18 -4 ,5
F l00470 4096 X 1 35 3 18 -4 ,5
100470 4096 X 1 35 3 18 -4 ,5
AM10470C 4096 X 1 35 3 18 -5 ,2
F l0470 4096 X 1 35 3 18 -5 ,2
10470 4096 X 1 35 3 18 -5 ,2
AM10470M 4096 X 1 40 3 18 -5 ,2
MCM 100484-20 4096 X 1 20 3 20 -5 ,2
MCM 10484-20 4096 X 1 20 3 28 5
MCM 10480-20 16 384 X 1 20 3 20 -4 ,5
MCM 100480-20 16384Х 1 20 3 20 -5 ,2
M BM 100480 16 384 X 1 25 3 20 -4 ,5
HM 100480 16 384 X 1 25 3 20 -4 ,5
MBM 10480 16 384 X 1 25 3 20 -5 ,2
HM 10480 16 384 X 1 25 3 20 -5 ,2
F l00480 16 384 X 1 35 3 20 -4 ,5
F l00480 16 384 X 1 35 3 20 -5 ,2

Т а б л и ц а  3.17. Параметры статических оперативных запоминающих устройств ТТЛ-типа

Тип
Информа­
ционная 
емкость, 

бит X разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

N8X350 256x8 40 1 22 5
S8X350 256x8 40 1 22 5
N82S212A 256x9 35 1 22 5
93479 256x9 45 1 22 5
N82S210 256x9 60 1 24 5
S82S212 256x9 70 1 22 5
S82S210 256x9 90 1 24 5
АМ93415АС 1024 X 1 30 2 16 5
АМ93425АС 1024 X 1 30 2 16 5
93415АС 1024 X 1 30 2 16 5
93425АС 1024 X 1 30 1 16 5
АМ93415АМ 1024 X 1 40 2 16 5
АМ93425АМ 1024 X 1 40 1 16 5
АМ93415С 1024 X 1 45 2 16 5
AM93L415A 1024 X 1 45 2 16 5
93415С 1024 X 1 45 2 16 5
МСМ93415С 1024 X 1 45 2 16 5
АМ93425С 1024 X 1 45 1 16 5
AM93L425A 1024 X 1 45 1 16 5
93425С 1024 X 1 45 1 16 5
МСМ93425 1024 X 1 45 1 16 5
|і РВ2205 1024 X 1 50 2 16 5
93425АМ 1024 X 1 50 1 16 5
AM93L415C 1024 X 1 60 2 16 5



Продолжение табл. 3.17

Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит X разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

93415М 1024 X 1 60 2 16 5
93L414 1024 X 1 60 2 16 5
93L415C 1024 X 1 60 2 16 5
МСМ93415М 1024 X 1 60 2 16 5
93425М 1024 X 1 60 1 16 5
93L425C 1024 X 1 60 1 16 5
АМ93415М 1024 X 1 65 2 16 5
АМ93425М 1024 X 1 65 1 16 5
AM93L415M 1024 X 1 70 2 16 5
93L415M 1024 X 1 70 2 16 5
AM93L425M 1024 X 1 70 I 16 5
93L425M 1024 X 1 70 1 16 5
93475 1024 X 1 45 1 18 5

Т а б л и ц а  3.18. Параметры статических оперативных запоминающих устройств
л-МОП-типа

Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит X разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

АМ9150-25 1024x4 25 1 24 5
АМ2148-35 1024x4 35 1 18 5
АМ2149-35 1024x4 35 1 18 5
|iP D 2 149-2 1024x4 35 1 18 5
АМ9150-35 1024x4 35 1 24 5
АМ9150-35М 1024x4 35 1 24 5
АМ2148-45 1024x4 45 1 18 5
АМ2148-45М 1024x4 45 1 18 5
А М 2149-45 1024x4 45 1 18 5
АМ2149-45М 1024x4 45 1 18 5
AM21L48-45 1024x4 45 1 18 5
AM21L49-45 1024x4 45 1 18 5
2148Н-2 1024x4 45 1 18 5
2149Н-2 1024x4 45 1 18 5
ЦР02149-1 1024x4 45 1 18 5
SY2148H-2 1024x4 45 1 18 5
SY2149H-2 1024x4 45 1 18 5
А М 9150-45 1024x4 45 1 24 5
АМ9150-45М 1024x4 45 1 24 5
АМ2148-55М 1024x4 55 1 18 5
АМ2148-55 1024x4 55 1 18 5
АМ2149-55 1024x4 55 1 18 5
АМ2149-55М 1024x4 55 1 18 5
AM21L48-55 1024x4 55 1 18 5
АМ21L49-55 1024x4 55 1 18 5
2148Н-3 1024x4 55 1 18 5
2148HL-3 1024x4 55 1 18 5
2149Н-3 1024x4 55 1 18 5



Продолжение табл. 3.18

Тип
Информа­
ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

HPD2149 1024x4 55 1 18 5
SY2148H-3 1024x4 ,55 1 18 5
SY2148HL-3 1024x4 55 1 18 5
SY2149H-3 1024x4 55 1 18 5

SY2149HL-3 1024x4 55 1 18 5
SYM2148H-3 1024x4 55 1 18 5
SYM2149H-3 1024x4 55 1 18 5
АМ2148-70 1024x4 70 1 18 5

АМ2148-70М 1024x4 70 1 18 5
АМ2149-70 1024x4 70 1 18 5
АМ2149-70М 1024x4 70 1 18 5
AM21L48-70 1024x4 70 1 18 5

АМ21L49-70 1024x4 70 1 18 5
2148Н 1024x4 70 1 18 5
2148HL 1024x4 70 1 18 5

2149Н 1024x4 70 1 18 5
2149HL 1024x4 70 1 18 5
М2148Н 1024x4 70 1 18 5
NMC2148H 1024x4 70 1 18 5

SY2148H 1024x4 70 1 18 5
SY2148HL 1024x4 70 1 18 5
SY2149H 1024x4 70 1 18 5
SY2149HL 1024x4 70 1 18 5

SYM2148H 1024x4 70 1 18 5
SYM2149H 1024x4 70 1 18 5
ЕТ2148 1024x4 70 1 18 5
SYM2148H-6 1024x4 85 1 18 5

SYM2149H-6 1024x4 85 1 18 5
2114AL-1 1024x4 100 1 18 5
SY2114AL-1 1024x4 100 1 18 5
2114AL-2 1024x4 120 1 18 5

SY2114AL-2 1024x4 120 1 18 5
ТММ2114А-12 1024x4 120 1 18 5
НММ472114А-1 1024x4 150 1 18 5

2114AL-3 1024x4 150 1 18 5
M2114AL-3 1024x4 150 1 18 5
SY2114AL-3 1024x4 150 1 18 5
SYM2114А-3 1024x4 150 1 18 5

TM S2114-15 1024x4 150 1 18 5
TM S2114L-15 1024x4 150 1 18 5
ТММ2114А-15 1024x4 150 1 18 5
АМ9114Е 1024x4 200 1 18 5



Продолжение табл. 3.18

Тип
И нформа­

ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

АМ9114ЕМ 1024x4 200 1 18 5
AM91L14E 1024x4 200 1 18 5
AM91L14EM 1024x4 200 1 18 5
2114-2 1024x4 200 1 18 5
2114L-2 1024x4 200 1 18 5
НМ472114А-2 1024x4 200 1 18 5

2114AL-4 1024x4 200 1 18 5
М2114А-4 1024x4 200 1 18 5
M2114AL-4 1024x4 200 1 18 5
М СМ 2114-20 1024x4 200 1 18 5
MSM 2114-2 1024x4 200 1 18 5
LH2114-L2 1024x4 200 1 18 5
SY 2114-2 1024x4 200 1 18 5

SY2114A-4 1024x4 200 1 18 5
SY2114AL-4 1024x4 200 1 18 5
SY2114L-2 1024x4 200 1 18 5
SY2114LV-2 1024x4 200 1 18 5
SYM 2114А-4 1024x4 200 1 18 5

TM S2114-20 1024x4 200 1 18 5
TMS2114L-20 1024x4 200 1 18 5
SY2142-2 1024x4 200 1 20 5
SY2142L-2 1024x4 200 1 20 5
АМ9130Е 1024x4 200 1 22 5
М2114А-5 1024x4 250 1 18 5

М СМ 2114-25 1024x4 250 1 18 5
SY2114A-5 1024x4 250 1 18 5
SYM2114А-5 1024x4 250 1 18 5
TM S2114-25 1024x4 250 1 18 5
TMS2114L-25 1024x4 250 1 18 5
AM9130D 1024x4 250 1 22 5

АМ9114С 1024x4 300 1 18 5
АМ9114СМ 1024x4 300 1 18 5
АМ9124С 1024x4 300 1 18 5
АМ9124СМ 1024x4 300 1 18 5
AM91L14C 1024x4 300 1 18 5
AM91L14CM 1024x4 300 1 18 5

AM91L24C 1024x4 300 1 18 5
AM91L24CM 1024x4 300 1 18 5
2114-3 1024x4 300 1 18 5
2114-ЗМ 1024x4 300 1 18 5
2114L-3 1024x4 300 1 18 5
НМ 472114-3 1024x4 300 1 18 5

М СМ 2114-30 1024x4 300 1 18 5
MSM 2114-3 1024x4 300 1 18 5
SY2114-3 1024x4 300 1 18 5
SY2114L-3 1024x4 300 1 18 5
SYM 2114-3 1024x4 300 1 18 5



Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит X разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

SY2142-3 1024x4 300 1 20 5
SY2142L-3 1024x4 300 1 20 5
АМ9130С 1024x4 300 1 22 5
АМ9130СМ 1024x4 300 1 22 5
AM91L30C 1024x4 300 1 22 5
AM91L30CM 1024x4 300 1 22 5
АМ9130В 1024x4 400 1 22 5
АМ9130ВМ 1024x4 400 1 22 5
AM91L30B 1024x4 400 1 22 5
AM91L30BM 1024x4 400 1 22 5
АМ9114В 1024x4 450 1 18 5
АМ9114ВМ 1024x4 450 1 18 5
АМ9124В 1024x4 450 1 18 5
АМ9124ВМ 1024x4 450 1 18 5
AM91L14B 1024x4 450 1 18 5
AM91L14BM 1024x4 450 1 18 5
AM91L24B 1024x4 450 1 18 5
AM91L24BM 1024x4 450 1 18 5
2114 1024x4 450 1 18 5
2114L 1024x4 450 1 18 5
2114М 1024x4 450 1 18 5
НМ 472114-4 1024x4 450 1 18 5
М СМ 2114-45 1024x4 450 1 18 5
EA2114L 1024x4 450 1 18 5
|iPD2114L 1024x4 450 1 18 5
MSM2114 1024x4 450 1 18 5
SY2114 1024x4 450 1 18 5
SY2114L 1024x4 450 1 18 5
SYM2114 1024x4 450 1 18 5
TM S2114-45 1024x4 450 1 18 5
TMS2114L-45 1024x4 450 1 18 5
SY2142 1024x4 450 1 20 5
SY2142L 1024x4 450 1 20 5
АМ9130А 1024x4 500 1 22 5
АМ9130АМ 1024x4 500 1 22 5
AM91L30A 1024x4 500 1 22 5
AM91L30AM 1024x4 500 1 22 5
МК4801А-55 1024x8 55 1 24 5
МК4801А-70 1024x8 70 1 24 5
МКВ4801-87 1024x8 70 1 24 5
МК4801А-90 1024x8 90 1 24 5
МКВ4801-89 1024x8 90 1 24 5
SY2158A-1 1024x8 90 1 24 5
SY2158B-1 1024x8 90 1 24 5
SY2158L-1 1024x8 90 1 24 5
SY2159A-1 1024x8 90 1 24 5
SY2159B-1 1024x8 90 1 24 5
SY2159L-1 1024x8 90 1 24 5
SY2130 1024x8 100 1 48 5
SY2131 1024 X 8 100 1 48 5
МК4801А-1 1024x8 120 1 24 5
МКВ4801-81 1024x8 120 1 24 5
SY2158A-2 1024x8 120 1 24 5
SY2158B-2 1024x8 120 1 24 5
SY2158L-2 1024x8 120 1 24 5
SY2159A-2 1024x8 120 1 24 5
SY2159B-2 1024x8 120 1 24 5
SY2159L-2 1024x8 120 1 24 5
HPD421-5 1024x8 150 1 22 5
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Тип

Информа­
ционная 

емкость, 
бит X разряд

Время
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НС
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корпуса

Напряжение
питания,

В

МК4801А-2 1024 X 8 150 1 24 5
SY2158A-3 1024 X 8 150 1 24 5
SY2158B-3 1024 X 8 150 1 24 5
SY2159B-4 1024 X 8 150 1 24 5
SY2158L-3 1024 X 8 150 1 24 5
SY2159A-3 1024 X 8 150 1 24 5
SY2159B-3 1024 X 8 150 1 24 5
SY2159L-3 1024 X 8 150 1 24 5
JHPD421-3 1024 X 8 200 1 22 5
МК4801А-3 1024 X 8 200 1 24 5
SY2158A-4 1024 X 8 200 1 24 5
SY2158L-4 1024 X 8 200 1 24 5
SY2159A-4 1024 X 8 200 1 24 5
SY2159B-4 1024 X 8 200 1 24 5
SY2159L-4 1024 X 8 ' 200 1 24 5
|iPD421-2 1024 X 8 250 1 22 5
МК4801А-4 1024 X 8 250 1 24 5
JJ.PD421-1 1024 X 8 300 1 22 5
|iPD421 1024 X 8 450 1 22 5
ТММ2019-35 2048 X 8 35 1 24 5
ТММ2068-45 2048 X 8 45 1 20 5
МСМ2016Н-45 2048 X 8 45 1 24 5
TM М 2018-45 2048 X 8 45 1 24 5
МСМ2016Н-55 2048 X 8 55 1 24 5
ТММ2018-55 2048 X 8 55 1 24 5
АМ9128-70 2048 X 8 70 1 24 5
МСМ2016Н-70 2048 X 8 70 1 24 5
ТММ2015А-90 2048 X 8 90 1 24 5
ТММ2016А-90 2048 X 8 90 1 24 5
АМ9128-10 2048 X 8 100 1 24 5
МВ8128-10 2048 X 8 100 1 24 5
SY2128-1 2048 X 8 100 1 24 5
SY2128L-1 2048 X 8 100 1 24 5
SY2129-1 2048 X 8 100 1 24 5
SY2129L-1 2048 X 8 100 1 24 5
ТММ2015А-10 2048 X 8 100 1 24 5
ТММ2016-1 2048 X 8 100 1 24 5
ТММ2016А-10 2048 X 8 100 1 24 5
АМ9128-12М 2048 X 8 120 1 24 5
MSM2128 2048 X 8 120 1 24 5
SY2128-2 2048 X 8 120 1 24 5
SY2128L-2 2048 X 8 120 1 24 5
SY2129-2 2048 X 8 120 1 24 5
SY2129L-2 2048 X 8 120 1 24 5
ТММ2015А-12 2048 X 8 120 1 24 5
ТММ2016А-12 2048 X 8 120 1 24 5
АМ9128-15М 2048 X 8 150 1 24 5
МВ8128-15 2048 X 8 150 1 24 5
М5М8725Р-15 2048 X 8 150 1 24 5
jiPD4016-3 2048 X 8 150 1 24 5
MSM2128-15 2048 X 8 150 1 24 5
SY2128-3 2048 X 8 150 1 24 5
SY2128L-3 2048 X 8 150 1 24 5
SY2129-3 2048 X 8 150 1 24 5
SY2129L-3 2048 X 8 150 1 24 5
SYM2128-3 2048 X 8 150 1 24 5
SYM2129-3 2048 X 8 150 1 24 5
TMS4016-15 2048 X 8 150 1 24 5
ETL2128-3 2048 X 8 150 1 24 5
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В

ТММ2015А-15 2048 X  8 150 1 24 5
ТММ2016 2048 X  8 150 1 24 5
ТММ2016А-15 2048 X  8 150 1 24 5
АМ9128-20 2048 X  8 200 1 24 5
АМ9128-20М 2048 X  8 200 1 24 5
М5М8725Р-20 2048 X  8 200 1 24 5
|iPD4016-2 2048 X  8 200 1 24 5
MSM2128-20 2048 X  8 200 1 24 5
SY2128-4 2048 X  8 200 1 24 5
SY2128L-4 2048 X  8 200 1 24 5
SY2129-4 2048 X  8 200 1 24 5
SY2129L-4 2048 X  8 200 1 24 5
SYM 2128-4 2048 X  8 200 1 24 5
SYM 2129-4 2048 X  8 200 1 24 5
TM S4016-20 2048 X  8 200 1 24 5
|iPD4016-l 2048 X  8 250 1 24 5
TM S4016-25 2048 X  8 250 1 24 5
ETL2128-5 2048 X  8 250 1 24 5
IPD2147A-25 4096 X  1 25 1 18 5
АМ2147-35 4096 X  1 35 1 18 5
2147Н-1 4096 X  1 35 1 18 5
1PD2147A-35 4096 X  1 35 1 18 5
SY2147H-1 4096 X  1 35 1 18 5
ЕТ2157Н-1 4096 X  1 35 1 18 5
А М 2147-45 4096 X  1 45 1 18 5
АМ2147-45М 4096 X  1 45 1 18 5
AM21L47-45 4096 X  1 45 1 18 5
НМ4847-2 4096 X  1 45 1 18 5
2147Н-2 4096 X  1 45 1 18 5
М2147Н-2 4096 X  1 45 1 18 5
ММ2148Н-2 4096 X  1 45 1 18 5
1PD2147A-45 4096 X  1 45 1 18 5
SY2147H-2 4096 X  1 45 1 18 5
SYM2147H-2 4096 X  1 45 1 18 5
ЕТ2147Н-2 4096 X  1 45 1 18 5
АМ2147-55 4096 X  1 55 1 18 5
АМ2147-55М 4096 X  1 55 1 18 5
AM21L47-55 4096 X  1 55 1 18 5
НМ4847-3 4096 X  1 55 1 18 5
2147-3 4096 X  1 55 1 18 5
2147А-3 4096 X  1 55 1 18 5
2147AL-3 4096 X  1 55 1 18 5
2147Н-3 4096 X  1 55 1 18 5
2147HL-3 4096 X  1 55 1 18 5
М2147Н-3 4096 X  1 55 1 18 5
ITT2147-55 4096 X  1 55 1 18 5
ММ2147-3 4096 X  1 55 1 18 5
ММ2148Н-3 4096 X  1 55 1 18 5
MM2148H-3L 4096 X  1 55 1 18 5
NMC2147H-4 4096 X  1 55 1 18 5
|iPD2147-3 4096 X  1 55 1 18 5
SY2147-3 4096 X  1 55 1 18 5
SY2147H-3 4096 X  1 55 1 18 5
SY2147HL-3 4096 X  1 55 1 18 5
SYM2147-3 4096 X  1 55 1 18 5
SYM 2147-6 4096 X  1 55 1 18 5
SYM2147H-3 4096 X  1 55 1 18 5
ЕТ2147-3 4096 X  1 55 1 18 5
ЕТ2147Н-3 4096 X  1 55 1 18 5
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ETL2147H-3 4096 X 1 55 1 18 5
АМ2147-1 4096 X 1 55 1 18 5
А М 2147-70 4096 X 1 70 1 18 5
АМ2147-70М 4096 X 1 70 1 18 5
AM21L47-70 4096 X 1 70 1 18 5
НМ4847 4096 X 1 70 1 18 5
2147 А 4096 X 1 70 1 18 5
2147AL 4096 X 1 70 1 18 5
2147Н 4096 X 1 70 1 18 5
2147HL 4096 X 1 70 1 18 5
М2147Н 4096 X 1 70 1 18 5
2147 4096 X 1 70 1 18 5
ITT2147-70 4096 X 1 70 1 18 5
ММ2147 4096 X 1 70 1 18 5
MM2147L 4096 X 1 70 1 18 5
ММ2148Н 4096 X 1 70 1 18 5
MM2148H-L 4096 X 1 70 1 18 5
|iPD2147-2 4096 X 1 70 1 18 5
SY2147H 4096 X 1 70 1 18 5
SY2147HL 4096 X 1 70 1 18 5
SYM2147 4096 X 1 70 1 18 5
ЕТ2147 4096 X 1 70 1 18 5
ET2147L 4096 X 1 70 1 18 5
ММ2147М 4096 X 1 85 1 18 5
SY2147-6 4096 X 1 85 1 18 5
ITT2147-90 4096 X 1 90 1 18 5
|iPD2147 4096 X 1 100 1 18 5
АМ21L41-12 4096 X 1 120 1 18 5
2141-2 4096 X 1 120 1 18 5
TMS4044-12 4096 X 1 120 1 18 5
TMS40L44-12 4096 X 1 120 1 18 5
AM21L41-15 4096 X 1 150 1 18 5
2141-3 4096 X 1 150 1 18 5
2141L-3 4096 X 1 150 1 18 5
AM21L41-20 4096 X 1 200 1 18 5
АМ9044Е 4096 X 1 200 1 18 5
2141-4 4096 X 1 200 1 18 5
2141L-4 4096 X 1 200 1 18 5
МК4104-33 4096 X 1 200 1 18 5-
|iP D 4 104-2 4096 X 1 200 1 18 5
TMS4044-20 4096 X 1 200 1 18 5
TMS40L44-20 4096 X 1 200 1 18 5
АМ9140Е 4096 X 1 200 1 22 5
AM21L41-25 4096 X 1 250 1 18 5
AM9044D 4096 X 1 250 1 18 5
AM9044DM 4096 X 1 250 1 18 5
AM90L44D 4096 X 1 250 1 18 5
AM92L44D 4096 X 1 250 1 18 5
2141-5 4096 X 1 250 1 18 5
2141L-5 4096 X 1 250 1 18 5
М К 4104-34 4096 X 1 250 1 18 5
М К 4104-4 4096 X 1 250 1 18 5
М КВ4104-84 4096 X 1 250 1 18 5
ММ5257-25 4096 X 1 250 1 18 5
MM5257-25L 4096 X 1 250 1 18 5
p P D 4 104-1 4096 X 1 250 1 18 5
TMS4044-25 4096 X 1 250 1 18 5
TMS40L44-25 4096 X 1 250 1 18 5
AM9140D 4096 X 1 250 1 22 5



Продолжение табл. 3.18

Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

АМ4044С 4096 X 1 300 1 18 5
АМ4244С 4096 X 1 300 1 18 5
АМ9044СМ 4096 X 1 300 1 18 5
AM90L44C 4096 X 1 300 1 18 5
AM90L44CM 4096 X 1 300 1 18 5
AM92L44C 4096 X 1 300 1 18 5
AM92L44CM 4096 X 1 300 1 18 5
МК4Ю4-35 4096 X 1 300 1 18 5
М К 4104-5 4096 X 1 300 1 18 5
ММ5257-3 4096 X 1 300 1 18 5
MM5257-3L 4096 X 1 300 1 18 5
|iPD4104 4096 X 1 300 1 18 5
АМ9140С 4096 X 1 300 1 22 5
АМ9140СМ 4096 X 1 300 1 22 5
AM91L40C 4096 X 1 300 1 22 5
AM91L40CM 4096 X 1 300 1 22 5
АМ9140В 4096 X 1 400 1 22 5
АМ9140ВМ 4096 X 1 400 1 22 5
AM91L40B 4096 X 1 400 1 22 5
AM91L40BM 4096 X 1 400 1 22 5
AM9044В 4096 X 1 450 1 18 5
АМ9044ВМ 4096 X 1 450 1 18 5
AM90L44B 4096 X 1 450 1 18 5
AM90L44BM 4096 X 1 450 1 18 5
AM92L44B 4096 X 1 450 1 18 5
AM92L44BM 4096 X 1 450 1 18 5
ММ5257 4096 X 1 450 1 18 5
MM5257L 4096 X 1 450 1 18 5
TMS4044-45 4096 X 1 450 1 18 5
TMS40L44-45 4096 X 1 450 1 18 5
АМ9140А 4096 X 1 500 1 22 5
АМ9140АМ 4096 X 1 500 1 22 5
AM91L40A 4096 X 1 500 1 22 5
AM91L40AM 4096 X 1 500 1 22 5
ТММ2069-35 4096 X 4 35 1 20 5
IMS 1421-40 4096 X 4 40 1 20 5
А М 2168-45 4096x4 45 1 20 5
А М 2169-45 4096 X 4 45 1 20 5
М В8168-45 4096x4 45 1 20 5
IMS 1420-45 4096x4 45 1 20 5
М5М2168-45 4096 X 4 45 1 20 5
IMS1421-50 4096 X 4 50 1 20 5
АМ2168-55 4096 X 4 55 1 20 5
АМ2168-55М 4096x4 55 1 20 5
АМ2169-55 4096 X 4 55 1 20 5
АМ2169-55М 4096 X 4 55 1 20 5
IMS1420-55 4096x4 55 1 20 5
IMS1420-55M 4096x4 55 1 20 5
М5М2168-55 4096 X 4 55 1 20 5
SY2168-3 4096 X 4 55 1 20 5
SY2169-3 4096 X 4 55 1 20 5
ТММ2068-55 4096 X 4 55 1 20 5
А М 2168-70 4096 X 4 70 1 20 5
АМ2168-70М 4096 X 4 70 1 20 5
А М 2169-70 4096 X 4 70 1 20 5
AM2169-70M 4096 X 1 70 1 20 5
М В8168-70 4096 X 4 70 1 20 5
MB8168-70W 4096 X 4 70 1 20 5
IMS1420-70L 4096 X 4 70 1 20 5



Продолжение табл. 3.18

Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

IMS1420-70M 4096 X 4 70 1 20 5
IMS1420L 4096 X 4 70 1 20 5
М5М2168-70 4096 X 4 70 1 20 5
SY2168 4096 X 4 70 1 20 5
SY2169 4096 X 4 70 1 20 5
SYM2168 4096 X 4 70 1 20 5
SYM2169 4096 X 4 70 1 20 5
MBM8168-85W 4096 X 4 85 1 20 5
IMS1420-10L 4096 X 4 100 1 20 5
АМ9988-10 8192x8 100 1 28 5
ТММ2063-10 8192x8 100 1 28 5
ТММ2064-10 8192x8 100 1 28 5
ТММ2063-12 8192x8 120 1 28 5
ТММ2064-12 8192x8 120 1 28 5
АМ9988-15 8192x8 150 1 28 5
АМ9988-15М 8192x8 150 1 28 5
ТММ2063-15 8192x8 150 1 28 5
ТММ2064-15 8192x8 150 1 28 5
АМ9988-20 8192x8 200 1 28 5
АМ9988-20М 8192x8 200 1 28 5
2186-25 8192x8 250 1 28 5
2186-30 ‘8192x8 300 1 28 5
2187А-30 8192x8 300 1 28 5
2186-35 8192x8 350 1 28 5
2187-35 8192x8 350 1 28 5
2187А-25 8192x8 350 1 28 5
АМ2167-35 16 384 X 1 35 1 20 5
IMS1400-35 16 384 X 1 35 1 20 5
МСМ2167Н-35 16384 X 1 35 1 20 5
АМ2167-45 16 384 X 1 45 1 20 5
АМ2167-45М 16 384 X 1 45 1 20 5
МВ8167А-45 16 384 X 1 45 1 20 5
IMS 1400-45 16 384 X 1 45 1 20 5
ITT2167-45 16 384 X 1 45 1 20 5
М 5М 2167,-45 16384 X 1 45 1 20 5
МСМ2167Н-45 16 384 X 1 45 1 20 5
АМ2167-55 1638Фх 1 55 1 20 5
АМ2167-55М 16 384 X 1 55 1 20 5
МВ8167А-55 16 384 X 1 55 1 20 5
IMS 1400-55 16 384 X 1 55 1 20 5
IMS1400-55M 16 384 X 1 55 1 20 5
ITT2167-55 16 384 X 1 55 1 20 5
М5М2167-55 16384 X 1 55 20 5
МСМ2167Н-55 16 384 X 1 55 1 20 5
ЦР02167 16 384 X 1 55 1 20 5
HPD2167-3 16 384 X 1 55 1 20 5
SY2167-3 16 384 X 1 55 1 20 5
АМ2167-70 16 384 X 1 70 1 20 5
АМ2167-70М 16 384 X 1 70 1 20 5
МВ8167А-70 16 384 X 1 70 1 20 5
MB8167A-70W 16 384 X 1 70 1 20 5
IMS1400-70L 16 384 X 1 70 1 20 5
IMS1400-70M 16 384 X 1 70 1 20 5
IMS1400L 16 384 X 1 70 1 20 5
ITT2167-70 16 384 X 1 70 1 20 5
М5М2167-70 16 384 X 1 70 1 20 5
МСМ2167 16 384 X 1 70 1 20 5
|iP D 2 167-2 16 384 X 1 70 1 20 5
SY2167 16 384 X 1 70 20 5
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SYM2167 16 384 X 1 70 1 20 5
MBM8167A-85W 16 384 X 1 85 1 20 5
IMS1400-10L 16 384 X 1 100 1 20 5
LH2164-15 65 536 X 1 150 1 16 5
LH 2164-20 65 536 X 1 200 1 16 5

Т а б л и ц а  3.19. Параметры статических оперативных запоминающих устройств
КМОП-типа

Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода
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Напряжение
питания,

В

CDP1821 1024 X 1 125 1 16 10
НМ6508В-2 1024 X 1 180 1 16 5
НМ6508В-8 1024 X 1 180 1 16 5
НМ6508В-9 1024 X 1 180 1 16 5
НМ6518В-2 1024 X 1 180 1 18 5
НМ6518В-8 1024 X 1 180 1 18 5
НМ6518В-9 1024 X 1 180 1 18 5
НМ6508-2 1024 X 1 250 1 16 5
НМ6508-8 1024 X 1 250 1 16 5
НМ6508-9 1024 X 1 250 1 16 5
CDP1821C 1024 X 1 250 1 16 5
НМ6518-2 1024 X 1 250 1 18 5

НМ6518-8 1024 X 1 250 1 18 5
НМ6518-9 1024 X 1 250 1 18 5
HS6508RH 1024 X 1 260 1 16 5
НМ6508-5 1024 X 1 300 1 16 5
НМ6518-5 1024 X 1 300 1 18 5
ТС5508 1024 X 1 370 1 16 5
CY2149-25C 1024x4 25 1 18 5
CY7C148-25C 1024x4 25 1 18 5
CY7C149-25C 1024x4 25 1 18 5
CY7C150-25C 1024x4 25 1 24 5
CY2148-35C 1024x4 35 1 18 5

CY2148-35M 1024x4 35 1 18 5
CY2149-35C 1024x4 35 1 18 5
CY2149-35M 1024x4 35 1 18 5
CY21L148-35C 1024x4 35 1 18 5
CY21L149-35C 1024x4 35 1 18 5
CY7C148-35C 1024x4 35 1 18 5
CY7C148-35M 1024x4 35 1 18 5
CY7C149-35C 1024x4 35 1 18 5
CY7C149-35M 1024x4 35 1 18 5
CY7C150-35C 1024x4 35 1 24 5
CY7C150-35М 1024x4 35 1 •24 5
CY2148-45C 1024x4 45 1 18 5
CY2148-45M 1024x4 45 1 18 5

CY2149-45C 1024x4 45 1 18 5
CY2149-45M 1024x4 45 1 18 5
CY21L48-45C 1024x4 45 1 18 5
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CY21L49-45C 1024x4 45 1 18 5
CY7C148-45C 1024x4 45 1 18 5
CY7C148-45M 1024x4 45 1 18 5
CY7C149-45C 1024x4 45 1 18 5
CY7C149-45M 1024x4 45 1 18 5
CY7C150-45C 1024x4 45 1 24 5
CY7C150-45 М 1024x4 45 1 24 5
CY2148-55C 1024x4 55 1 18 5
CY2148-55M 1024x4 55 1 18 5
CY2149-55C 1024x4 55 1 18 5
CY2149-55M 1024x4 55 1 18 5
CY21L48-55C 1024x4 55 1 18 5
CY21L49-55C 1024x4 55 1 18 5
НМ6148 1024x4 70 1 18 5
SCM2114AL-1 1024x4 100 1 18 5
SCM21C14-1 1024x4 100 1 18 5
HM6514S-2 1024x4 120 1 18 5
HM6514S-8 1024x4 120 1 18 5
HM6514S-9 1024x4 120 1 18 5
SCM2114AL-2 1024x4 120 1 18 5
SCM21C14-2 1024x4 120 1 18 5
SCM2114AL-3 1024x4 150 1 18 5
SCM21C14-3 1024x4 150 1 18 5
НМ6514В-2 1024x4 200 1 18 5
НМ6514В-8 1024x4 200 1 18 5
НМ6514В-9 1024x4 200 1 18 5
|iPD444-3 1024x4 200 1 18 5
jiPD444/6514-3 1024x4 200 1 18 ß
MSM 5114-2 1024x4 200 1 18 5
MWS5114-3 1024x4 200 1 18 5
SCM2114AL-4 1024x4 200 1 18 5
SCM2114ALM 1024x4 200 1 18 5
SCM21C14-4 1024x4 200 1 18 5
SCM21C14M 1024x4 200 1 18 5
ТС5513А-20 1024x4 200 1 18 5
ТС5514А-2 1024x4 200 1 18 5
TC5514AL-2 1024x4 200 1 18 5
HS6514RH 1024x4 220 18 5
|iPD444/6514-2 1024x4 250 1 18 5
MWS5114-2 1024x4 250 1 18 5
S6514 1024x4 300 1 18 5
НМ6514-2 1024x4 300 1 18 5
НМ6514-5 1024x4 300 1 18 5
НМ6514-9 1024x4 300 1 18 5
НМ6514С-9 1024x4 300 1 18 5
НМ4334-3 1024x4 300 1 18 5
jiPD444/6514-l 1024x4 300 1 18 5
MSM 5114-3 1024x4 300 1 18 5
CMM5114/1RZ 1024x4 300 1 18 5
MWS5114-1 1024x4 300 1 18 5
TC5514A-3 1024x4 300 1 18 5
TC5514AL-3 1024x4 300 1 18 5
HM4334-4 1024x4 450 1 18 5
|iPD444/6514 1024x4 450 1 18 5
MSM5114 1024x4 450 1 18 5
LH 5114-4 1024x4 450 1 18 5
jiPD445L 1024x4 450 1 20 5
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ТС5047А-1 1024x4 550 1 20 5
HPD445L-1 1024x4 650 1 20 5
ТС5047А-2 1024x4 800 1 20 5
CY7C128-35C 2048 X  8 35 1 24 5
CY7C128-35M 2048 X  8 35 1 24 5
CY7C128-45C 2048 X  8 45 1 24 5
CY7C128-45M 2048 X  8 45 1 24 5
ССМ21С16-45 2048 X  8 45 1 24 5
CCM21C16L-45 2048 X  8 45 1 24 5
CY7C128-55C 2048 X  8 55 1 24 5
CY7C128-55M 2048 X  8 55 1 24 5
HM65162S-5 2048 X  8 55 1 24 5
HM65162S-9 2048 X  8 55 1 24 5
HM65172S-5 2048 X  8 55 1 24 5
HM65172S-9 2048 X  8 55 1 24 5
IDT6116S-55B 2048 X  8 55 1 24 5
IDT6116L-55 2048 X  8 55 1 24 5
IDT6116S-55 2048 X  8 55 1 24 5
N C6116-55 2048 X  8 55 1 24 5
SCM21C16-55 2048 X  8 55 1 24 5
SCM21C16L-55 2048 X  8 55 1 24 5
НМ65162В-2 2048 X  8 70 1 24 5
НМ65162В-5 2048 X  8 70 1 24 5
НМ65162В-8 2048 X  8 70 1 24 5
НМ65162В-9 2048 X  8 70 1 24 5
НМ65172В-2 2048 X  8 70 1 24 5
НМ65172В-5 2048 X  8 70 1 24 5
НМ65172В-8 2048 X  8 70 1 24 5
НМ65172В-9 2048 X  8 70 1 24 5
IDT6U6L-70 2048 X  8 70 1 24 5
IDT6116S-70 2048 X  8 70 1 24 5
IDT6116S-70B 2048 X  8 70 1 24 5
NC6116 2048 X  8 70 1 24 5
N C 6116-70 2048 X  8 70 1 24 5
N C 6116-90 2048 X  8 70 1 24 5
SCM21C16-70 2048 X  8 70 1 24 5
SCM21C161-70 2048.x 8 70 1 24 5
Н М 65162-2 2048 X  8 90 1 24 5
HM65I62-5 2048 X  8 90 1 24 5
НМ65162-8 2048 X  8 90 1 24 5
НМ 65162-9 2048 X  8 90 1 24 5
НМ65162С-9 2048 X  8 90 1 24 5
НМ 65172-2 2048 X  8 90 1 24 5
НМ65172-5 2048 X  8 90 1 24 5
НМ 65172-8 2048 X  8 90 1 24 5
НМ 65172-9 2048 X  8 90 1 24 5
НМ65172С-9 2048 X  8 90 1 24 5
IDT6116L-90B 2048 X  8 90 1 24 5
IDT6116S-90 2048 X  8 90 1 24 5
IDT6116S-90B 2048 X  8 90 1 24 5
NC6116-70М 2048 X  8 90 1 24 5
NC6116-90М 2048 X  8 90 1 24 5
SCM 6116-1 2048 X  8 100 1 24 5
SCM6116L-1 2048 X  8 100 1 24 5
МВ8416А-12 2048 X  8 120 1 24 5
MB8416A-12L 2048 X  8 120 1 24 5
МВ8417А-12 2048 X  8 120 1 24 5



Продолжение табл. 3.19

Тип

И нформа­
ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

MB8417A-12L 2048 X  8 120 1 24 5
МВ8418А-12 2048 X  8 120 1 24 5
MB8418A-12L 2048 X  8 120 1 24 5
RA91C16-2 2048 X  8 120 1 24 5
НМ65162С-2 2048 X  8 120 1 24 5
НМ65162С-8 2048 X  8 120 1 24 5
НМ6516В-2 2048 X  8 120 1 24 5
НМ6516В-8 2048 X  8 120 1 24 5
НМ6516В-9 2048 X  8 120 1 24 5
НМ65172С-2 2048 X  8 120 1 24 5
НМ65172С-8 2048 X  8 120 1 24 5
НМ6116-2 2048 X  8 120 1 24 5
Н М 6116L-2 2048 X  8 120 1 24 5
IDT6116L-120B 2048 X  8 120 1 24 5
IDT6116S-120 2048 X  8 120 1 24 5
IDT6116S120 2048 X  8 120 1 24 5
М СМ 6116-12 2048 X  8 120 1 24 5
MCM61L16-12 2048 X  8 120 1 24 5
N C6116-120 2048 X  8 120 1 24 5
N C6116-120М 2048 X  8 120 1 24 5
MSM5128-12 2048 X  8 120 1 24 5
SCM 6116-2 2048 X  8 120 1 24 5
SCM6116L-2 2048 X  8 120 1 24 5
TMS4016-12 2048 X  8 120 1 24 5
МВ8416А-15 2048 X  8 150 1 24 5
MB8416A-15L 2048 X  8 150 1 24 5
МВ8417А-15 2048 X  8 150 1 24 5
MB8417A-15L 2048 X  8 150 1 24 5
МВ8418А-15 2048 X  8 150 1 24 5
MB8418A-15L 2048 X  8 150 1 24 5
RA91C16-3 2048 X  8 150 1 24 5
Н М 6116-15 2048 X  8 150 1 24 5
НМ6116-3 2048 X  8 150 1 24 5
НМ6117-3 2048 X  8 150 1 24 5
IDT6116L150 2048 X  8 150 1 24 5
IDT6116L150B 2048 X  8 150 1 24 5
IDT6116S-150 2048 X  8 150 1 24 5
MK48Z02-15 2048 X  8 150 1 24 5
М КВ4817-82 2048 X  8 150 1 24 5
МКВ4817-83 2048 X  8 15Р 1 24 5
М КВ4817-84 2048 X  8 150 1 24 5
М КВ6116-82 2048 X  8 150 1 24 5
М КВ6116L-82 2048 X  8 150 1 24 5
М СМ 6116-15 2048 X  8 150 1 24 5
MCM61L16-15 2048 X  8 150 1 24 5
|iPD446-3 2048 X  8 150 1 24 5
|iPD449-3 2048 X  8 150 1 24 5
MSM5128-15 2048 X  8 150 1 24 5
MSM5129-15 2048 X  8 150 1 24 5
CDM 6116А-3 2048 X  8 150 1 24 5
CDM 6117А-3 2048 X  8 150 1 24 5
CDM 6118А-3 2048 X  8 150 1 24 5
SRM2016C-15 2048 X  8 150 1 24 5
SRM2017C-15 2048 X  8 150 1 24 5
SRM2018C-15 2048 X  8 150 1 24 5
LH5116-15 2048 X  8 150 1 24 5



Продолжение табл. 3.19

Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

SCM6116-3 2048 X 8 150 1 24 5
SCM6116L-3 2048 X 8 150 1 24 5
МК48С02-15 2048 X 8 150 1 28 5
MK48C02L-15 2048 X 8 150 1 28 5
МВ8416 2048 X 8 200 1 24 5
МВ8417 2048 X 8 200 1 24 5
МВ8418 2048 X 8 200 1 24 5
RA91C16-4 2048 X 8 200 1 24 5
НМ6516-2 2048 X 8 200 1 24 5
НМ6516-5 2048 X 8 200 1 24 5
НМ6516-8 2048 X 8 200 1 24 5
НМ6516-9 2048 X 8 200 1 24 5
Н Мб 116-20 2048 X 8 200 1 24 5
Н М 6116-4 2048 X 8 200 1 24 5
HM6116L-4 2048 X 8 200 1 24 5
НМ6117-4 2048 X 8 200 1 24 5
81С28-200 2048 X 8 200 1 24 5
81C28L-200 2048 X 8 200 1 24 5
MK48Z02-20 2048 X 8 200 1 24 5
МКВ6116-83 2048 X 8 200 1 24 5
МКВ6116L-83 2048 X 8 200 1 24 5
М СМ 6116-20 2048 X 8 200 1 24 5
МСМ61L16-20 2048 X 8 200 1 24 5
|iPD446-2 2048 X 8 200 1 24 5
HPD449-2 2048 X 8 200 1 24 5
MSM5128 2048 X 8 200 1 24 5
MSM5128-20 2048 X 8 200 1 24 5
MSM5129-20 2048 X 8 200 1 24 5
CDM 6116А-2 2048 X 8 200 1 24 5 •
SRM2016C-20 2048 X 8 200 1 24 5
SRM2017C-20 2048 X 8 200 1 24 5
SRM2018C-20 2048 X 8 200 1 24 5
LH5116-20 2048 X 8 200 1 24 5
ТС5516А-2 2048 X 8 200 1 24 5
TC5516AL-2 2048 X 8 200 1 24 5
ТС5517А-2 2048 X 8 200 1 24 5
ТС5517В-20 2048 Х .8 200 1 24 5
МК48С02-20 2048 X 8 200 1 28 5
MK48C02L-20 2048 X 8 200 1 28 5
MB8416-25W 2048 X 8 250 1 24 5
MK48Z02-25 2048 X 8 250 1 24 5
М КВ6116-84 2048 X 8 250 1 24 5
М КВ6116L-84 2048 X 8 250 1 24 5
|aPD446-l 2048 X 8 250 1 24 5
jiPD449-l 2048 X 8 250 1 24 5
CD M 6116А-9 2048 X 8 250 1 24 5
SRM2016C-25 2048 X 8 250 1 24 5
SRM2017C-25 2048 X 8 250 1 24 5
SRM2018C-25 2048 X 8 250 1 24 5
ТС5516А 2048 X 8 250 1 24 5
ТС5517А 2048 X 8 250 1 24 5
ТС5518В-2 2048 X 8 250 1 24 5
МК48С02-25 2048 X 8 250 1 28 5
MK48C02L-25 2048 X 8 250 1 28 5
|iPD446 2048 X 8 450 1 24 5
|iPD449 2048 X 8 450 1 24 5
CY7C147-25C 4096 X 1 25 1 18 5



Продолжение табл. 3.19

Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит X разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Ч исло 
выводов 
корпуса

Напряжение
питания,

В

CY2147-35C 4096 X 1 35 1 18 5
CY21L47-35C 4096 X 1 35 1 18 5
CY7C147-35C 4096 X 1 35 1 18 5
CY7C147-35M 4096 X 1 35 1 18 5
НМ6147Н-35 4096 X 1 35 1 18 5
CY2147-45C 4096 X 1 45 1 18 5
CY2147-45M 4096 X 1 45 1 18 5
CY21L47-45C 4096 X 1 45 1 18 5
CY7C147-45C 4096 X 1 45 1 18 5
CY7C147-45M 4096 X 1 45 1 18 5
НМ6147-45 4096 X 1 45 1 18 5
CY2147-55C 4096 X 1 55 1 18 5
CY2147-55M 4096 X 1 55 1 18 5
CY21L47-55C 4096 X 1 55 1 18 5
НМ6147-3 4096 X 1 55 1 18 5
НМ6147-55 4096 X 1 55 1 18 5
МСМ6147-55 4096 X 1 55 1 18 5
MCM61L47-55 4096 X 1 55 1 18 5
НМ6147 4096 X 1 70 1 18 5
HM6147L 4096 X 1 70 1 18 5
MCM61L47-70 4096 X 1 70 1 18 5
HM6504S-2 4096 X 1 120 1 18 5
HM6504S-8 4096 X 1 120 1 18 5
HM6504S-9 4096 X 1 120 1 18 5
HS6504RH 4096 X 1 180 1 18 5
НМ6504В-2 4096 X 1 200 1 18 5
НМ6504В-8 4096 X 1 200 1 18 5
НМ6504В-9 4096 X 1 200 1 18 5
IM6504C 4096 X 1 200 1 18 5
IM6504M 4096 X 1 200 1 18 5
M SM 5104-2 4096 X 1 200 1 18 5
ТС5504А-2 4096 X 1 200 1 18 5
НМ6504-2 4096 X 1 300 1 18 5
НМ6504-5 4096 X 1 300 1 18 5
НМ6504-8 4096 X 1 300 1 18 5
НМ6504-9 4096 X 1 300 1 18 5
НМ6504С-9 4096 X 1 300 1 18 5
NMC6504-9 4096 X 1 300 1 18 5
M SM 5104-3 4096 X 1 300 1 18 5
CMM5104/1RZ 4096 X 1 300 1 18 5
ТС5504А-3 4096 X 1 300 1 18 5
НМ4315 4096 X 1 450 1 18 5
L H 5104-4 4096 X 1 450 1 18 5
CY7C168-25C 4096 X 4 25 1 20 5
CY7C169-25C 4096 X 1 25 1 20 5
SR16K4-25 4096 X 1 25 1 20 5
CY7C168-35C 4096 X 4 35 1 20 5
CY7C168-35M 4096 X 4 35 1 20 5
CY7C169-35C 4096 X 4 35 1 20 5
CY7C169-35M 4096 X 4 35 1 20 5
SR16K4-35 4096 X 4 35 1 20 5
МСМ6168-35 4096 X 4 35 1 20 5
МСМ6169-35 4096 X 4 35 1 •20 5
CY7C169-40C 4096 X 4 40 1 20 5
CY7C169-40M 4096 X 4 40 1 20 5
CY7C168-45C 4096 X 4 45 1 20 5
CY7C168-45M 4096 X 4 45 1 20 5



Продолж ение табл. 3.19

Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса,

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

CY7C169-45C 4096 X 4 45 1 20 5
CY7C169-45M 4096 X 4 45 1 20 5
НМ 6168-45 4096 X 4 45 1 20 5
НМ 6168Н-45 4096 X 4 45 1 20 5
IDT6116L-45 4096 X 4 45 1 20 5
IDT6168S-45 4096 X 4 45 1 20 5
SR16K4-45 4096 X 4 45 1 20 5
М С М 6 168-45 4096 X 4 45 1 20 5
М С М 6 169-45 4096 X 4 45 1 20 5
IDT71681L-45 4096 X 4 45 1 24 5
IDT71681S-45 4096 X 4 45 1 24 5
IDT71682L-45 4096 X 4 45 1 24 5
IDT71682S-45 4096 X 4 45 1 24 5
НМ6168-55 4096 X 4 55 1 20 5
НМ 6168Н-55 4096 X 4 55 1 20 5
IDT6168L-55 4 0 9 6 x 4 55 1 20 5
IDT6168S-55 4096 X 4 55 1 20 5
IDT6168S-55B 4096 X 4 55 1 20 5
МСМ6168-55 4096 X 4 55 1 20 5
МСМ 6169-55 4096 X 4 55 1 20 5
IDT71681L-55 4096 X 4 55 1 24 5
IDT71681L-55B 4096 X 4 55 1 24 5
ID T 7 1681S-55 4096 X 4 55 1 24 5
ID T 7 1681S-55B 4096 X 4 55 1 24 5
IDT71682L-55 4096 X 4 55 1 24 5
IDT71682L-55B 4096 X 4 55 1 24 5
IDT71682S-55 4096 X 4 55 1 24 5
IDT71682S-55B 4096 X 4 55 1 24 5
НМ6168-70 4096 X 4 70 1 20 5
НМ 6168Н-70 4096 X 4 70 1 20 5
IDT6168L-70 4096 X 4 70 1 20 5
IDT6168L-70B 4096 X 4 70 1 20 5
IDT6168S-70 4096 X 4 70 1 20 5
IDT6168S-70B 4096 X 4 70 1 20 5
IDT71681L-70 4096 X 4 70 1 24 5
IDT71681L-70B 4096 X 4 70 1 24 5
IDT71681S-70 4096 X 4 70 1 24 5
IDT71681S-70B 4096 X 4 70 1 24 5
IDT71682L-70 4096 X 4 70 1 24 5
IDT71682L-70B 4096 X 4 70 1 24 5
IDT71682S-70 4096 X 4 70 1 24 5
IDT71682S-70B 4096 X 4 70 1 24 5
IDT6182L-85 4096 X 4 85 1 20 5
IDT6168L-85B 4096 X 4 85 1 20 5
IDT6168S-85 4 0 9 6 x 4 85 1 20 5
IDT6168S-85B 4096 X 4 85 1 20 5
ID T 7 1581S-85 4096 X 4 85 1 24 5
IDT71582L-85B 4096 X 4 85 1 24 5
ID T 7 1681L-85 4096 X 4 85 1 24 5
IDT71681L-85B 4096 X 4 85 1 24 5
IDT71681S-85B 4096 X 4 85 1 24 5
IDT71682L-85 4096 X 4 85 1 24 5
IDT71682S-85 4096 X 4 85 1 24 5
IDT71682S-85B 4096 X 4 85 1 24 5
IDT6168L-100 4096 X 4 100 1 20 5
IDT6168L-100B 4096 X 4 100 1 20 5
IDT6168S-100 4096 X 4 100 1 20 5



Продолж ение табл. 3.19

Тип
Информа­
ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса.

НС

Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

ID T 7 1681L -100 4096 X  4 100 1 24 5
IDT71681L-100B 4096 X  4 100 1 24 5
IDT71681S-100 4096 X  4 100 1 24 5
IDT71681S-100B 4096 X  4 100 1 24 5
ID T 7 1682L -100 4096 X  4 100 1 24 5
IDT71682L-100B 4096 X  4 100 1 24 5
IDT71682S-100 4096 X  4 100 1 24 5
IDT71682S-100B 4096 X  4 100 1 24 5
М5М5165-70 8 1 9 2 x 8 70 1 28 5
Н М 6264-10 8 1 9 2 x 8 100 1 28 5
HM 6264L-10 8 1 9 2 x 8 100 1 28 5
М 5М 5165Р-10 8 1 9 2 x 8 100 1 28 5
MSM5165-10 8 1 9 2 x 8 100 1 28 5
ТС5564 8 1 9 2 x 8 100 1 28 5
TC5564L 8 1 9 2 x 8 100 1 28 5
ТС5565 8 1 9 2 x 8 100 1 28 5
TC5565L 8 1 9 2 x 8 100 1 28 5
НМ6264-12 8 1 9 2 x 8 120 1 28 5
HM 6264L-12 8 1 9 2 x 8 120 1 28 5
IDT8M 864-120 8 1 9 2 x 8 120 1 28 5
М 5М 5165Р-12 8 1 9 2 x 8 120 1 28 5
CDM 6264-4 8 1 9 2 x 8 120 1 28 5
SRM 2064C120 8 1 9 2 x 8 120 1 28 5
ТМ М 5565-12 8 1 9 2 x 8 120 1 28 5
НМ6264-15 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
HM 6264L-15 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
IDT8M 864-150 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
IDT8M 864-150B 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
^PD4364-15 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
MSM5165-15 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
CDM 6264-3 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
SRM 2064C-15 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
TC5564L-1 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
ТС5565-1 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
IDT8M 864-200 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
IDT8M 864-200B 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
|iPD 4364-20 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
HS6564RH 8 1 9 2 x 8 200 1 40 5
CY7C167-25C 16 384 X 1 25 1 20 5
CY7C167-35C 16 384 X  1 35 1 20 5
CY7C167-35M 16 384 X  1 35 1 20 5
51С67-35 16 384 X  1 35 1 20 5
CY7C167-45C 16 384 X  1 45 1 20 5
НМ 6167-45 16 384 X  1 45 1 20 5
IDT6167L45 16 384 X  1 45 1 20 5
IDT6167S45 16 384 X  1 45 1 20 5
CY7C167-55C 1 6 3 8 4 X  1 55 1 20 5
CY7C167-55M 16 384 X  1 55 1 20 5
НМ6167-55 16 384 X  1 55 1 20 5
IDT6167L-55 16 384 X 1 55 1 20 5
IDT6167L-55B 16 384 X  1 55 1 20 5
IDT6167S-55 16 384 X  1 55 1 20 5
IDT6167S-55B 16 384 X  1 55 1 20 5
НМ 6167 16 384 X  1 70 1 20 5
IDT6167L-70 16 384 X  1 70 1 20 5
IDT6167S-70B 16 384 X 1 70 1 20 5
IDT6167S-70 16 384 X  1 70 1 20 5
IDT6167L-70B 16 384 X  1 70 1 20 5
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Тип

Информа­
ционная 
емкость, 

бит ж разряд

Время
выборки
адреса,
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Тип
выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение
питания,

В

НМ 6167-6 16 384 X  1 85 1 20 5
HM 6167L-6 16 384 ж 1 85 1 20 5
IDT6167L-85 16 384 ж 1 85 1 20 5
IDT6167L-85B 16 384 X  1 85 1 20 5
IDT6167S-85 16 384 X  1 85 1 20 5
IDT6167S-85B 163 8 4 X 1 85 1 20 5
НМ 6167-8 16 384 X  1 100 1 20 5
HM 6167L-8 16 384 X  1 100 1 20 5

IDT6167L-100 16 384 X  1 100 1 20 5
IDT6167L-100B 16 384 X  1 100 1 20 5
ID T  6167S-100 16 384 X  1 100 1 20 5
IDT6167S-100B 16 384 X  1 100 1 20 5
SR64K4-35 16 384 X  1 35 1 22 5
SR64E4-35 16 384 X  1 35 1 24, 28 5
SR64K4-45 16 384 X  1 45 1 22 5
SR64E4-45 16 384 X  1 45 1 24, 28 5
IDT7198L-45 1 6 3 8 4 x 4 45 1 28 5
IDT7198S-45 16 3 8 4 x 4 45 1 28 5

IDT7188L-55 1 6 3 8 4 x 4 55 1 22 5
IDT7288S-55 16 3 8 4 x 4 55 1 22 5
SR64K4-55 16 3 8 4 x 4 55 1 22 5
SR64EH-55 16 3 8 4 x 4 55 1 24, 28 5
IDT7198L-55 16 3 8 4 x 4 55 1 28 5
IDT7198L-55B 16 384 X  1 55 1 28 5
IDT7198S-55 16 384 X  1 55 1 28 5
IDT7198S-55B 16 3 8 4 x 4 55 1 28 5
IDT7188L-70 16 3 8 4 x 4 70 1 22 5
IDT7188L-70B 16 3 8 4 x 4 70 1 22 5
IDT7188S-70 16 3 8 4 x 4 70 1 22 5
IDT7188S-70B 1 6 3 8 4 x 4 70 1 22 5
IDT7198L-70 1 6 3 8 4 x 4 70 1 28 5
IDT7198L-70B 16 3 8 4 x 4 70 1 28 5
IDT7198S-70 16 3 8 4 x 4 70 1 28 5

IDT7198S-70B 1 6 3 8 4 x 4 70 1 28 5
IDT7188L-85 1 6 3 8 4 x 4 85 1 22 5
IDT7188L-85B 1 6 3 8 4 x 4 85 1 22 5

IDT7188S-85 1 6 3 8 4 x 4 85 1 22 5
IDT7188S-85B 1 6 3 8 4 x 4 85 1 22 5
IDT7198L-85 16 3 8 4 x 4 85 1 28 5
IDT7198L-85B 1 6 3 8 4 x 4 85 1 28 5
IDT7198S-85 1 6 3 8 4 x 4 85 1 28 5
IDT7198S-85B 1 6 3 8 4 x 4 85 1 28 5
ID T 7 188L -100 16 3 8 4 x 4 100 1 22 5
IDT7188L-100B 16 3 8 4 x 4 100 1 22 5
IDT7188S-100 1 6 3 8 4 x 4 100 1 22 5
IDT7188S-100B 1 6 3 8 4 x 4 100 1 22 5
НМ 6564-2 1 6 3 8 4 x 4 350 1 40 5
НМ 6564-9 1 6 3 8 4 x 4 350 1 40 5
НМ 6564-5 1 6 3 8 4 x 4 450 1 40 5
ТС53256 32 7 6 8 x 8 200 1 28 5
НМ 6287-55 65 536 X  1 55 1 22 5
НМ 6287-70 65 536 X  1 70 1 22 5
ТС531000 13 1 0 7 2 x 8 200 1 28 5
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Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
ВЫВОДОВ
корпуса

Напряжение 
питания, В

63S281А 2 5 6 x 8 30 1 20 5
МВ7117Н** 2 5 6 x 8 35 2 20 5
МВ7118Н** 2 5 6 x 8 35 1 20 5
53S281А 2 5 6 x 8 40 1 20 5
МВ7117Е** 2 5 6 x 8 45 2 20 5
МВ7118Е** 2 5 6 x 8 45 1 20 5
63S281 2 5 6 x 8 45 1 20 5
53S281 2 5 6 x 8 55 1 20 5
63S280 2 5 6 x 8 55 1 20 5
DM74LS471 2 5 6 x 8 60 1 20 5
53S280 2 5 6 x 8 65 1 20 5
6308-1 2 5 6 x 8 70 2 20 5
TBP28LA22 2 5 6 x 8 70 2 20 5
6309-1 2 5 6 x 8 70 1 20 5
DM54LS471 2 5 6 x 8 70 1 20 5
TBP28L22 2 5 6 x 8 70 1 20 5
6336-1 2 5 6 x 8 70 1 24 5
5308-1 2 5 6 x 8 80 2 20 5
TBP28LA22M 2 5 6 x 8 80 2 20 5
5309-1 2 5 6 x 8 80 I 20 5
TBP28L22M 2 5 6 x 8 80 1 20 5
AM 27S12AC 5 1 2 x 4 30 2 16 5
AM 27S13AC 5 1 2 x 4 30 1 16 5
63S241А 5 1 2 x 4 30 1 16 5
AM 27S12AM 5 1 2 x 4 40 2 16 5
НМ 7620В-5 5 1 2 x 4 40 2 16 5
AM 27S13AM 5 1 2 x 4 40 1 16 5
НМ 7621В-5 5 1 2 x 4 40 1 16 5
53S241А 5 1 2 x 4 40 1 16 5
63S240 5 1 2 x 4 45 2 16 5
63S241 5 1 2 x 4 45 1 16 5
AM 27S12C 5 1 2 x 4 50 2 16 5
НМ 7620А-5 5 1 2 x 4 50 2 16 5
N82S130 5 1 2 x 4 50 2 16 5
AM 27S13C 5 1 2 x 4 50 1 16 5
НМ 7621А-5 5 1 2 x 4 50 1 16 5
М СМ 7621А 5 1 2 x 4 50 1 16 5
N28S131 5 1 2 x 4 50 1 16 5
М СМ 7641А 5 1 2 x 4 50 1 24 5
НМ 7620В-2 5 1 2 x 4 55 2 16 5
53S240 5 1 2 x 4 55 2 16 5
DM 74S570 5 1 2 x 4 55 2 16 5
DM 74S570A 5 1 2 x 4 55 2 16 5
НМ 7621В-2 5 1 2 x 4 55 1 16 5
53S241 5 1 2 x 4 55 1 16 5
DM74S571 5 1 2 x 4 55 1 16 5
DM 74S571А 5 1 2 x 4 55 1 16 5
DM 74S571B 5 1 2 x 4 55 1 16 5
AM 27S12M 5 1 2 x 4 60 2 16 5
6305-1 5 1 2 x 4 60 2 16 5
AM 27S13M 5 1 2 x 4 60 1 16 5
6306-1 5 1 2 x 4 60 1 16 5
DM 54S570 5 1 2 x 4 65 2 16 5
DM 54S570A 5 1 2 x 4 65 2 16 5
DM54S571 5 1 2 x 4 65 1 16 5
DM 54S571А 5 1 2 x 4 65 1 16 5
DM 54S571B 5 1 2 x 4 65 1 16 5
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Информационная 
емкость, 

бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

5 1 2 x 4 70 2 16
5 1 2 x 4 70 2 16
5 1 2 x 4 70 2 16
5 1 2 x 4 70 1 16
5 1 2 x 4 70 1 16
5 1 2 x 4 70 1 16
5 1 2 x 4 70 1 16
5 1 2 x 4 75 2 16
5 1 2 x 4 75 1 16
5 1 2 x 4 85 2 16
5 1 2 x 4 85 1- 16
5 1 2 x 8 30 1 20
5 1 2 x 8 35 1 20
5 1 2 x 8 35 1 24
5 1 2 x 8 35 1 24
5 1 2 x 8 35 2 20
5 1 2 x 8 35 2 20
5 1 2 x 8 35 2 24
5 1 2 x 8 35 1 20
5 1 2 x 8 35 1 20
5 1 2 x 8 35 1 20
5 1 2 x 8 35 1 20
5 1 2 x 8 35 1 22
5 1 2 x 8 35 1 24
5 1 2 x 8 35 1 24
5 1 2 x 8 45 1 24
5 1 2 x 8 45 2 20
5 1 2 x 8 45 2 20
5 1 2 x 8 45 2 20
5 1 2 x 8 45 2 24
5 1 2 x 8 45 2 24
5 1 2 x 8 45 2 24
5 1 2 x 8 45 1 20
5 1 2 x 8 45 1 20
5 1 2 x 8 45 1 20
5 1 2 x 8 45 1 20
5 1 2 x 8 45 1 20
5 1 2 x 8 45 1 20
5 1 2 x 8 45 1 20
5 1 2 x 8 45 1 20
5 1 2 x 8 45 1 24
5 1 2 x 8 45 1 24
5 1 2 x 8 45 1 24
5 1 2 x 8 50 1 24
5 1 2 x 8 55 2 20
5 1 2 x 8 55 2 20
5 1 2 x 8 55 2 24
5 1 2 x 8 55 1 20
5 1 2 x 8 55 1 20
5 1 2 x 8 55 1 20
5 1 2 x 8 55 1 24
5 1 2 x 8 55 1 24
5 1 2 x 8 60 1 20
5 1 2 x 8 60 1 24
5 1 2 x 8 60 2 20
5 1 2 x 8 60 2 20
5 1 2 x 8 60 2 24
5 1 2 x 8 60 2 24



Продолжение табл. 3.20

Тип
Информационная 

емкость, 
бит X разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

НМ 7649-5 5 1 2 x 8 60 1 20 5
DM54S472 5 1 2 x 8 60 1 20 5
DM54S472A 5 1 2 x 8 60 1 20 5
DM 54S472B 5 1 2 x 8 60 1 20 5
DM54S474A 5 1 2 x 8 60 1 20 5
DM54S474B 5 1 2 x 8 60 1 20 5
DM 74S472 5 1 2 x 8 60 1 20 5
TBP28S42 5 1 2 x 8 60 1 20 5
AM 27S15C 5 1 2 x 8 60 1 24 5
НМ 7641А-2 5 1 2 x 8 60 1 24 5
НМ 7649А-2 5 1 2 x 8 60 1 24 5
N82S115 5 1 2 x 8 60 1 24 5
N82S141 5 1 2 x 8 60 1 24 5
TBP28S46 5 1 2 x 8 60 1 24 5
AM 27S28M 5 1 2 x 8 65 2 20 5
53S480 5 1 2 x 8 65 2 20 5
DM54S473 5 1 2 x 8 65 2 20 5
TBP28SA42 5 1 2 x 8 65 2 20 5
DM54S475 5 1 2 x 8 65 2 24 5
DM 74S475 5 1 2 x 8 65 2 24 5
TBP28SA46 5 1 2 x 8 65 2 24 5
AM 27S29M 5 1 2 x 8 65 т 20 5
AM 27S31М 5 1 2 x 8 65 1 24 5
DM74S474 5 1 2 x 8 65 1 24 5
6348-1 5 1 2 x 8 70 2 20 5
AM 27S30M 5 1 2 x 8 70 2 24 5
НМ 7640-5 5 1 2 x 8 70 2 24 5
6340-1 5 1 2 x 8 70 2 24 5
5349-2 5 1 2 x 8 70 1 20 5
6349-1 5 1 2 x 8 70 1 20 5
29623 5 1 2 x 8 70 1 20 5
TBP28S42M 5 1 2 x 8 70 1 20 5
НМ7641-5 5 1 2 x 8 70 1 24 5
5341-2 5 1 2 x 8 70 1 24 5
6341-1 5 1 2 x 8 70 1 24 5
МСМ7641 5 1 2 x 8 70 1 24 5
DM 54S474 5 1 2 x 8 70 1 24 5
TBP28S46M 5 1 2 x 8 70 1 24 5
5348-1 5 1 2 x 8 80 2 20 5
5340-1 5 1 2 x 8 80 2 24 5
НМ7649-2 5 1 2 x 8 80 1 20 5
5349-1 5 1 2 x 8 80 1 20 5
5341-1 5 1 2 x 8 80 1 24 . 5
TBP28SA42M 5 1 2 x 8 85 2 20 5
НМ  7640-2 5 1 2 x 8 85 2 24 5
TBP28SA46M 5 1 2 x 8 85 2 24 5
TBP28S42M 5 1 2 x 8 85 1 20 5
НМ7641-2 5 1 2 x 8 85 1 24 5
AM 27S15M 5 1 2 x 8 90 1 24 5
S82S115 5 1 2 x 8 90 1 24 5
S82S141 5 1 2 x 8 90 1 24 5
TBP28L46 5 1 2 x 8 100 1 24 5
НМ6641-2* 5 1 2 x 8 250 1 24 5
HM 664I-8* 5 1 2 x 8 250 1 24 5
НМ6641-9* 5 1 2 x 8 250 1 24 5
AM 27S32AC 1 024x4 35 2 18 5
AM 27S33AC 1 024x4 35 2 18 5
МВ7121Н 102 4 x 4 35 2 18 5



Продолж ение табл. 3.20

Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

AM 27S33AC 1024 x 4 35 1 18 5
МВ7122Н 1024 x 4 35 1 18 5
63S441А 102 4 x 4 35 1 18 5
DM74S573B 1 0 2 4 x 4 35 1 18 5
N82S137B 102 4 x 4 35 1 18 5
AM 27S32AM 102 4 x 4 45 2 18 5
МВ7121Е 1 0 2 4 x 4 45 2 18 5
НМ7642В-5 102 4 x 4 45 2 18 5
63S440 1 0 2 4 x 4 45 2 18 5
DM74S572A 102 4 x 4 45 2 18 5
AM 27S33AM 102 4 x 4 45 1 18 5
МВ7122Е 1 0 2 4 x 4 45 1 18 5
НМ7643В-5 1 024 x 4 45 1 18 5
63S441 1 024 x 4 45 1 18 5
DM74S573A 1 0 2 4 x 4 45 1 18 5
DM 87S181А 1 0 2 4 x 4 45 1 24 5
НМ7642А-5 1 024 x 4 50 18 5
НМ 7643А-5 1024x4 50 1 18 5
53S441А 10 2 4 x 4 50 1 18 5
MSM7643A 102 4 x 4 50 1 18 5
DM54S573B 1 0 2 4 x 4 50 1 18 5
AM 27S32C 1 0 2 4 x 4 55 2 18 5
НМ 7642В-2 1 0 2 4 x 4 55 2 18 5
Н N25044 1 02 4 x 4 55 2 18 5
53S440 1024 x 4 55 2 18 5
AM 27S33C 1024 x 4 55 1 18 5
НМ7643В-2 1 0 2 4 x 4 55 1 18 5
HN25045 1024 x 4 55 1 18 5
53S441 1 0 2 4 x 4 55 1 18 5
6353-2 102 4 x 4 55 1 18 5
НМ7642-2 1024 x 4 60 2 18 5
НМ 7642-5 1 0 2 4 x 4 60 2 18 5
6352-1 1 0 2 4 x 4 60 2 18 5
DM54S572A 1 0 2 4 x 4 60 2 18 5
DM54S573A 1 0 2 4 x 4 60 2 18 5
DM74S572 1 0 2 4 x 4 60 2 18 5
НМ 7643-2 1 0 2 4 x 4 60 1 18 5
НМ  7643-5 1 0 2 4 x 4 60 1 18 5
6353-1 1 0 2 4 x 4 60 1 18 5
DM 74S573 1 0 2 4 x 4 60 1 18 5
N82S137 1 0 2 4 x 4 60 1 18 5
AM 27S32M 1 0 2 4 x 4 65 18 5
AM 27S33M 1 0 2 4 x 4 65 1 18 5
5353-2 1 0 2 4 x 4 65 1 18 5
DM 77S181А 1 0 2 4 x 4 65 1 24 5
НМ 7642А-2 1 0 2 4 x 4 70 18 5
НМ 7643А-2 1 0 2 4 x 4 70 1 18 5
МСМ 7643 1 0 2 4 x 4 70 1 18 5
S82S137A 1 0 2 4 x 4 70 1 18 5
5352-1 1 0 2 4 x 4 75 18 5
DM54S572 1 0 2 4 x 4 75 18 5
5353-1 1 0 2 4 x 4 75 1 18 5
DM 54S573 10 2 4 x 4 75 1 18 5
S82S137 1 0 2 4 x 4 80 1 18 5
НМ 7643-2 1 0 2 4 x 4 85 1 18 5
63S881А 1 02 4 x 8 30 1 24 5
ТВР28Р85 102 4 x 8 35 1 24 5
TBP28S85 1 0 2 4 x 8 35 1 24 5



Продолж ение табл. 3.20

Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

CY7C281-35C* 1024x8 35 1 24 5
CY7C282-35C* 1024x8 35 1 24 5
AM 27S180AC 1024x8 35 2 24 5
AM 27S280AC 1024x8 35 2 24 5
AM 27S37 1025x8 35 2 24 5
93Z450A 1024x8 35 2 24 5
МВ71324 1024x8 35 2 24 5
AM27S181 АС 1024x8 35 1 24 5
AM27S281 АС 1024x8 35 1 24 5
93Z451А 1024x8 35 1 24 5
MB7132Y 1024x8 35 1 24 5
MCM27S181 1 024x8 35 1 24 5
93Z450 1024x8 45 24 5
МВ7131Н 1024x8 45 24 5
93Z451 1024x8 45 1 24 5
МВ7132Н 1024x8 45 1 24 5
53S881А 1024x8 45 1 24 5
63S881 1024x8 45 1 24 5
N82S181В 1024x8 45 1 24 5
CY7C281-50C* 1024x8 50 1 24 5
CY7C281-50M * 1024x8 50 1 24 5
CY7C282-50C* 1024x8 50 1 24 5
CY7C282-50M * 1024x8 50 1 24 5
AM 27S180AM 1024x8 50 24 5
AM 27S280AM 1024x8 50 24 5
AM27S181 AM 1024x8 50 1 24 5
AM27S281 AM 1024x8 50 1 24 5
НМ7681-5 1024x8 50 1 24 5
HN25089S 1024x8 50 1 24 5
82HS181 1024x8 50 1 24 5
М СМ 7681А 1024x8 50 1 24 5
MB7132E-W** 1024x8 55 1 24 5
МВ7131Е 1024x8 55 2 24 5
63S880 1024x8 55 2 24 5
DM 87S180 1024x8 55 2 24 5
DM 87S280 1024x8 55 2 24 5
МВ7132Е 1024x8 55 1 24 5
82S181 1024x8 55 1 24 5
53RS881 1 024x8 55 1 24 5
53S881 1024x8 55 1 24 5
6381-2 1024x8 55 1 24 5
DM87S281 1024x8 55 1 24 5
N82S181А 1024x8 55 1 24 5
AM 27S180C 1024x8 60 2 24 5
AM 27S280C 1024x8 60 2 24 5
TBP28S86A 1024x8 60 2 24 5
TBP28SA86A 1024x8 60 2 24 5
AM 27S181C 1024x8 60 1 24 5
AM 27S281C 1024x8 60 1 24 5
29631А 1024x8 60 1 24 5
29633А 1024x8 60 1 24 5
N82S183 1024x8 60 1 24 5
TBP28L85 1 024x8 65 1 24 5
53S880 1 024x8 65 2 24 5
6380-2 1024x8 70 2 24 5
N82S180 1024x8 70 2 24 5
НМ 7681-5 1024x8 70 1 24 5
5381-2 * 1024x8 70 1 24 5



Продолж ение табл. 3.20

Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

МСМ7681 1 024x8 70 1 24 5
DM87S181 1024x8 70 1 24 5
29633А 1024x8 70 1 24 5
N82S181 1024x8 70 1 24 5
DM 77S180 1024x8 75 2 24 5
DM 77S280 1024x8 75 2 24 5
TBP28SA86M 1024x8 75 2 24 5
DM77S181 1024x8 75 1 24 5
DM77S281 1024x8 75 1 24 5
TBP24S86M 1 0 24x8 75 1 24 5
TBP28S2708A 1024x8 75 1 24 5
TBP28L86 1024x8 80 1 24 5
TBP28L86M 1024x8 80 1 24 5
AM 27S180M 1024x8 80 2 24 5
AM 27S280M 1024x8 80 2 24 5
AM 27S181М 1024x8 80 1 24 5
A M 27S28IМ 1024x8 80 1 24 5
S82S181А 1024x8 80 1 24 5
5380-2 1024x8 90 2 24 5
6380-1 1024x8 90 2 24 5
S82S180 1024x8 90 2 24 5
НМ 7681-2 1 024x8 90 1 24 5
6381-1 1 024x8 90 1 24 5
S82S181 1 024x8 90 1 24 5
S82S183 1024x8 90 1 24 5
S82S2708 1 024x8 90 1 24 5
29633С 1 024x8 95 1 24 5
HN25088 1 024x8 100 2 24 5
HN25089 1 024x8 100 2 24 5
DM87LS181 1 0 24x8 100 1 24 5
DM77LS181 1 0 24x8 120 1 24 5
N82LS181 1 0 24x8 120 1 24 5
5380-1 1 0 24x8 125 2 24 5
5381-1 102 4 x 8 125 1 24 5
S82LS181 102 4 x 8 175 1 24 5
AM 27S184AC 2048 X  4 35 2 18 5
MB7127Y 2048 X  4 35 2 18 5
AM 27S185AC 2048 X  4 35 1 18 5
MB7128Y 2048 X  4 35 1 18 5
63S841А 2 0 4 8 x 4 35 1 18 5
DM87S185B 2048 X  4 35 1 18 5
SN54S455 2048 X  4 45 2 18 5
SN74S455 2048 X  4 45 2 18 5
TBP24SA81 2048 X  4 45 2 18 5
TBP24SA81M 2048 X  4 45 2 18 5
TBP24S81 2 0 4 8 x 4 45 1 18 5
TBP24S81M 2048 X  4 45 1 18 5
AM 27S184AM 2 0 4 8 x 4 45 2 18 5
МВ7127Н 2048 X  4 45 2 18 5
AM 27S185AM 2048 X  4 45 1 18 5
МВ7128Н 2048 X  4 45 1 18 5
DM 87S185A 2048 X  4 45 1 18 5
N82S185B 2048 X  4 45 1 18 5
AM 27S184C 2048 X  4 50 2 18 5
AM 27S185C 2048 X  4 50 1 18 5
НМ 7685А-5 2048 X  4 50 1 18 5
53S841А 2048 X  4 50 1 18 5
63S841 2048 X  4 50 1 18 5



Продолж ение табл. 3.20

Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

DM 77S185B 2048 X 4 50 1 18 5
N82S185A 2048 X 4 50 1 18 5
MB7128E-W** 2048 X 4 55 1 20 5
MB7138E-W** 2048 X 4 55 1 24 5
AM 27S184M 2048 X 4 55 18 5
DM 87S184 2048 X 4 55 18 5
AM 27S185M 2048 X 4 55 I 18 5
МВ7128Е 2048 X 4 55 1 18 5
MB7128E-W 2048 X 4 55 1 18 5
53S841 2048 X 4 55 1 18 5
6389-2 2048 X 4 55 1 18 5
DM 87S185 2048 X 4 55 1 18 5
MB7138E-W 2048 X 4 55 1 24 5
AM 27LS185C 2048 X 4 60 1 18 5
A M 27PS185C 2048 X 4 60 1 18 5
НМ 7685А-2 2048 X 4 60 1 18 5
DM 77S185A 2048 X 4 60 1 18 5
29651А 2048 X 4 60 1 18 5
29653А 2048 X 4 60 1 18 5
N82S191А 2048 X 4 60 1 24 5
AM 27LS184M 2048 X 4 65 18 5
AM 27PS184M 2048 X 4 65 18 5
AM 27LS185M 2048 X 4 65 1 18 5
AM 27PS185M 2048 X 4 65 1 18 5
6388-1 2048 X 4 70 18 5
DM 77S184 2048 X 4 70 18 5
НМ7685-5 2048 X 4 70 I 18 5
5389-2 2048 X 4 70 1 18 5
6389-1 2048 X 4 70 1 18 5
М СМ 7685 2048 X 4 70 1 18 5
DM 77S185 2048 X 4 70 1 18 5
29651C 2048 X 4 70 1 18 5
29653С 2048 X 4 75 1 18 5
S82S185A 2048 X 4 80 1 18 5
S82S191А 2048 X 4 80 1 24 5
НМ7685-2 2048 X 4 90 1 18 5
29651М 2048 X 4 90 1 18 5
29653М 2048 X 4 95 1 18 5
5388-1 2048 X 4 100 18 5
5389-1 2048 X 4 100 I 18 5
N82S185 2048 X 4 100 1 18 5
S82S185 2048 X 4 115 1 18 5
TBP28SA166 2048 X 8 35 24 5
ТВР28Р166 2048 X 8 35 1 24 5
TBP28S166 2048 X 8 35 1 24 5
CY7C291-35C* 2048 X 8 35 1 24 5
CY7C292-35C* 2048 X 8 35 1 24 5
AM 27S190AC 2048 X 8 35 2 24 5
AM 27S290AC 2048 X 8 35 2 24 5
SFC71190C 2048 X 8 35 2 24 5
AM 27S191А 2048 X 8 35 I 24 5
AM 27S291А 2048 X 8 35 1 24 5
MB7238YZ 2048 X 8 35 1 24 5
НМ76161 В-5 2048 X 8 35 1 24 5
3636В-1 2048 X 8 35 1 24 5
63S1681А 2048 X 8 35 1 24 5
D M 87S191В 2048 X 8 35 1 24 5
D M 87S291В 2048 X 8 35 1 24 5



Продолж ение табл. 3.20

Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

SFC71191C 2048 X 8 35 1 24 5
93Z510C 2048 X 8 45 2 24 5
МВ7137Н 2048 X 8 45 2 24 5
SF C 71190В 2048 X 8 45 2 24 5
93Z511C 2048 X 8 45 1 24 5
МВ7138Н 2048 X 8 45 1 24 5
3636В-2 2048 X 8 45 1 24 5
DM 87S191А 2048 X 8 45 1 24 5
DM 87S291А 2048 X 8 45 1 24 5
SF C 71191В 2048 X 8 45 1 24 5
CY7C291-50C* 2048 X 8 50 1 24 5
CY7C291-50M * 2048 X 8 50 1 24 5
CY7C292-50C* 2048 X 8 50 1 24 5
CY7C292-50M * 2048 X 8 50 1 24 5
AM 27S190C 2048 X 8 50 2 24 5
AM 27S290AM 2048 X 8 50 2 24 5
AM 27S290C 2048 X 8 50 2 24 5
HN24084S 2048 X 8 50 2 24 5
HN25084S 2048 X 8 50 2 24 5
TBP28SA86A-50 2048 X 8 50 2 24 5
AM 27PS191C 2048 X 8 50 1 24 5
AM27S191 2048 X 8 50 1 24 5
AM 27PS291C 2048 X 8 50 1 24 5
AM27S191 AM 2048 X 8 50 1 24 5
AM27S291 2048 X 8 50 1 24 5
AM27S291 AM 2048 X 8 50 1 24 5
НМ76161А-5 2048 X 8 50 1 24 5
HN25085S 2048 X 8 50 1 24 5
3636В 2048 X 8 50 1 24 5
82HS191 2048 X 8 50 1 24 5
53S1681А 2048 X 8 50 1 24 5
63S1681 2048 X 8 50 1 24 5
МСМ 76161А 2048 X 8 50 1 24 5
DM 77S191В 2048 X 8 50 1 24 5
DM 77S291В 2048 X 8 50 1 24 5
29681А 2048 X 8 50 1 24 5
29683А 2048 X 8 50 1 24 5
93Z510M 2048 X 8 55 24 5
МВ7137Е 2048 X 8 55 24 ' 5
М СМ 7685А 2048 X 8 55 1 18 5
93Z511M 2048 X 8 55 1 24 5
МВ7138Е 2048 X 8 55 1 24 5
HN25084 2048 X 8 60 18 5
HN25168S 2048 X 8 60 24 5
HN25085 2048 X 8 60 1 18 5
НМ76161-5 2048 X 8 60 1 24 5
HN25169S 2048 X 8 60 1 24 5
DM 77S191А 2048 X 8 60 1 24 5
DM 77S291А 2048 X 8 60 1 24 5
S F C 71191А 2048 X 8 60 1 24 5
AM 27S190M 2048 X 8 65 2 24 5
DM 87S190 2048 X 8 65 2 24 5
DM 87S290 2048 X 8 65 2 24 5
AM 27PS191М 2048 X 8 65 1 24 5
AM 27PS291М 2048 X 8 65 1 24 5
AM 27S291М 2048 X 8 65 1 24 5
53S1681 2048 X 8 65 1 24 5
DM87S191 2048 X 8 65 1 24 5



Продолж ение табл. 3.20

Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

DM87S291 2048 X  8 65 1 24 5
82S191 2048 X  8 70 1 24 5
МСМ76161 2048 X  8 70 1 24 5
29681А 2048 X  8 70 1 24 5
29683А 2048 X  8 70 1 24 5
TBP28L166 2048 X  8 75 1 24 5
DM 77S190 2048 X  8 80 2 24 5
DM 77S290 2048 X  8 80 2 24 5
SFC71190A 2048 X  8 80 2 24 5
НМ76161-2 2048 X  8 80 1 24 5
DM77S191 2048 X  8 80 1 24 5
DM77S291 2048 X  8 80 1 24 5
29681 2048 X  8 80 1 24 5
N82S191 2048 X  8 80 1 24 5
29683 2048 X  8 85 1 24 5
НМ6616В-2* 2048 X  8 90 1 24 5
НМ6616В-9* 2048 X  8 90 1 24 5
S82S191 2048 X  8 100 1 24 5
НМ6616-2* 2048 X  8 120 1 24 5
НМ6616-9* 2048 X  8 120 1 24 5
TMS2716-30** 2048 X  8 300 1 24 5
MB7152-Y** 4096 X  4 35 1 20 5
AM 27S40A 4096 X  4 35 20 5
A M 27S41А 4096 X  4 35 1 20 5
63S1641А 4096 X  4 35 1 20 5
М СМ 76165А 4096 X  4 35 1 20 5
DM 87S195B 4096 X  4 35 1 20 5
N82HS195 4096 X  4 35 1 20 5
DM 87S195A 4096 X  4 45 1 20 5
МВ7134Н 4096 X  4 45 1 24 5
МВ7152Е 4096 X  4 45 1 24 5
AM 27S40 4096 X  4 50 20 5
AM 27S40AM 4096 X  4 50 20 5
AM 27PS41 4096 X  4 50 1 20 5
AM27S41 4096 X  4 50 1 20 5
AM27S41 AM 4096 X  4 50 1 20 5
53S1641А 4096 X  4 50 1 20 5
63S1641 4096 X  4 50 1 20 5
DM 77S195B 4096 X  4 50 1 20 5
S82HS195 4096 X  4 50 1 20 5
MB7152E-W** 4096 X  4 55 1 20 5
МВ7134Е 4096 X  4 55 1 24 5
М В7152Н 4096 X  4 55 1 24 5
НМ76165-5 4096 X  4 60 1 20 5
DM 77S195A 4096 X  4 60 1 20 5
AM 27S40M 4096 X  4 65 20 5
A M 27S41М 4096 X  4 65 1 20 5
53S1641 4096 X  4 65 1 20 5
НМ76165-2 4096 X  4 80 1 20 5
TBP34SA165 4096 X  4 100 24 5
TBP34SA166 4096 X  4 100 24 5
TBP34S165 4096 X  4 100 1 24 5
TBP34S166 4096 X  4 100 1 24 5
AM 27S43A 4096 X  8 40 1 24 5
3632-1 4096 X  8 40 1 24 5
82HS321 4096 X  8 40 1 24 5
63S3281 4096 X  8 40 1 24 5
AM 27S43 4096 X  8 50 1 24 5



Продолж ение табл. 3.20

Тип
Информационная 

емкость, 
бит X разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

3632 4096 X 8 50 1 24 5
82S321 4096 X 8 50 1 24 5
М3632 4096 X 8 50 1 24 5
53S3281А 4096 X 8 50 1 24 5
63S3281А 4096 X 8 50 1 24 5
МВ7141Н 4096 X 8 55 24 5
МВ7142Н 4096 X 8 55 1 24 5
DM87S321 4096 X 8 55 1 24 5
DM87S421 4096 X 8 55 1 24 5
53S3281 4096 X 8 60 1 24 5
МВ7141Е 4096 X 8 65 24 5
МВ7142Е 4096 X 8 65 1 24 5
НМ 76321-5 4096 X 8 65 1 24 5
DM77S321 4096 X 8 65 1 24 5
DM77S421 4096 X 8 65 1 24 5
MB7142E-W 4096 X 8 65 1 28 5
29671А 4096 X 8 70 1 24 5
29671 4096 X 8 80 1 24 5
N82S321 4096 X 8 80 1 24 5
НМ76321-2 4096 X 8 85 1 24 5
29673 4096 X 8 85 1 24 5
29671 4096 X 8 100 1 24 5
29673 4096 X 8 105 1 24 5
Р2732А-2** 4096 X 8 200 1 24 5
R2716-25* 4096 X 8 250 1 28 5
Р2732А** 4096 X 8 250 1 24 5
R 2716-350* 4096 X 8 350 1 28 5
М58735** 4096 X 8 350 1 24 5
R094132** 4096 X 8 150 1 24 5
93Z564 8 1 9 2 x 8 45 24 5
93Z565 8 1 9 2 x 8 45 1 24 5
МВ7143Н 8 1 9 2 x 8 55 24 5
МВ7144Н 8 1 9 2 x 8 55 1 24 5
MB7144E-W** 8 1 9 2 x 8 70 1 24 5
НМ76641-5 8 1 9 2 x 8 85 1 24 5
НМ  76641-2 8 1 9 2 x 8 100 1 24 5
НМ6664-2* 8 1 9 2 x 8 175 1 28 5
Н М 6664-8* 8 1 9 2 x 8 175 1 28 5
НМ6664-9* 8 1 9 2 x 8 175 1 28 5
Р2764А-2** 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
R27C64-25* 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
Р2764Д** 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
R27C64-35* 8 1 9 2 x 8 350 1 28 5
MBM27128-30W** 16 384 X 8 300 1 28 5
М ВМ27С256-20* 32 768 X 8 200 1 28 5
R09256D** 32 768 X 8 200 1 28 5
МВМ27С256-25* 32 768 X 8 250 1 28 5
R09256DS** 32 768 X 8 250 1 28 5
МВМ27С256-30* 32 768 X 8 300 1 28 5
R09256CS** 32 768 X 8 350 1 28 5
R09256B** 32 768 X 8 450. 1 28 5

П р и м е ч а н и е .  Все изделия выполнены по технологии ТТЛ с диодами Шотки (ТТЛШ); изделия, 
отмеченные *, выполнены по КМ ОП-технологии; изделия, отмеченные **, выполнены по л-М ОП- 
технологии.



Т а б л и ц а  3.21. П а р а м е т р ы  м н о г о к р а т н о  п е р е п р о г р а м м и р у е м ы х  
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Тип
Информационная 

емкость, 
бит X разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

C D P18042C 2 5 6 x 8 1000 1 24 5
АМ 1702А 2 5 6 x 8 1000 1 24 - 9 ;  5
АМ 1702А-6 2 5 6 x 8 1500 24 - 9 ;  5
ММ 8702А-4 2 5 6 x 8 2300 1 24 - 9 ;  5
AM  1702А -1 2 5 6 x 8 550 1 24 - 9 ;  5
AM1702AL-1 2 5 6 x 8 550 1 24 - 9 ;  5
АМ 1702А-2 2 5 6 x 8 650 1 24 - 9 ;  5
AM 1702AL-2 256 x 8 650 1 24 - 9 ;  5
IM6654A* 5 1 2 x 8 300 1 24 10
IM6654-1* 5 1 2 x 8 450 1 24 5
IM6654* 5 1 2 x 8 550 1 24 5
IM 6654M * 5 1 2 x 8 600 1 24 5
IM6653-1* 1024x4 550 1 24 5
IM 6653M * 1024x4 600 1 24 5
TMS2708-35 1024x8 250 1 24 ±  5; 12
IM6658* 1024x8 450 1 24 5
IM 6658M * 1024x8 450 1 24 5
NM C27C58* 1024x8 450 1 24 5
INS8708 1024x8 450 1 24 5
M SM 2708A 1024x8 450 1 24 +  5; 12
TM S2708-45 1024x8 450 1 24 + 5; 12
TM S27L08-45 1024x8 450 1 24 + 5; 12
IM6657* 2048 X 4 450 1 24 5
IM 6657M * 2048 X 4 450 1 24 5
ЕТС2716-1* 2048 X 8 350 1 24 5
АМ 9716 2048 X 8 300 1 24 5
TM S27A16 2048 X 8 300 1 24 + 5; 12
2716-1 2048 X 8 350 1 24 5
ММ2716-1 2048 X 8 350 1 24 5
ЕТ2716-1 2048 X 8 350 1 24 5
HN462716-2 2048 X 8 390 1 24 5
2716-2 2048 X 8 390 1 24 5
ММ2716-2 2048 X 8 390 1 24 5
ЕТС2716* 2048 X 8 450 1 24 5
2716 2048 X 8 450 1 24 5
М2716 2048 X 8 450 1 24 5
М М 2716 2048 X 8 450 1 24 5
NM C27C16-45* 2048 X 8 450 1 24 5
MPD2716 2048 X 8 450 1 24 5
M SM 2716A 2048 X 8 450 1 24 5
ЕТ2716 2048 X 8 450 1 24 5
T M S 2716-45 2048 X 8 450 1 24 +  5; 12
2716-5 2048 X 8 490 1 24 5
2716-6 2048 X 8 650 1 24 5
МВМ 2732А-20 4096 X 8 200 1 24 5
2732А-2 4096 X 8 200 1 24 5
2732А-20 4096 X 8 200 1 24 5
М ВМ 2732А-25 4096 X 8 250 1 24 5
2732А 4096 X 8 250 1 24 5
2732А-25 4096 X 8 250 1 24 5
МВМ 2732А-30 4096 X 8 300 1 24 5
М ВМ 2732А-30Х 4096 X 8 300 1 24 5
2732А-3 4096 X 8 300 1 24 5
2732А-30 4096 X 8 300 1 24 5
J4PD2732A-3 4096 X 8 300 1 24 5
R87C32-35* 4096 X 8 350 1 24 5
NM C27C32-35* 4096 X 8 350 1 24 5
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Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

М2532-1 4096 X 8 350 1 24 5
R87C32-45* 4096 X 8 450 1 24 5
ЕТС2732* 4096 X 8 450 1 24 5
ЕТС2732-3* 4096 X 8 450 1 24 5
HN462532 4096 X 8 450 1 24 5
2732А-4 4096 X 8 450 1 24 5
NM C27C32-45* 4096 X 8 450 1 24 5
MPD2732 4096 X 8 450 1 24 5
М2532 4096 X 8 450 1 24 5
R87C32-55* 4096 X 8 550 1 24 5
SCM 27C64-15* 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
ЕТ2764-1 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
АМ2764А-1 8 1 9 2 x 8 170 1 28 5
АМ 2764А-17 8 1 9 2 x 8 170 1 28 5
HN27C64-20* 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
27С64* 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
87С64* 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
R87C64-2* 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
27С6420* 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
SCM 27C64-20* 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
АМ 2764А-2 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
АМ 2764А-20 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
МВМ 2764-20 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
HN26C64-20* 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
2764-2 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
M5L2764-2 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
MPD2764-2 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
2764-200 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
TM S2764-20 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
ЕТ2764-2 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
ТМ М 2764-2 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
МВМ27С64-25* 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
R87C64-25* 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
27С64-25* 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
SCM 27C64-25* 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
АМ 2764А 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
АМ 2764А-25 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
МВМ 2764-25 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
HN482764-3 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
2764 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
2764-25 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
M5L2764 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
HPD2764 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
2764-250 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
М2764-250 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
М2764 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
TMS2764-25 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
ЕТ2764 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
ТМ М 2764 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
МВМ27С64-30* 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
М BM27C64-30W* 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
27С64-30 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
М СМ 68766-30 8 1 9 2 x 8 300 1 24 5
АМ 2764А-3 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
АМ 2764А-30 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
МВМ 2764-30 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
МВМ 2764-30Х 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
2764-3 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5



Продолж ение табл. 3.21

Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

2764-30 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
MPD2764-3 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
2764-300 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
5133-300 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
TM S2764-30 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
ЕТ2764-3 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
R87C64-35* 8 1 9 2 x 8 350 1 28 5
М СМ 68764-35 8 1 9 2 x 8 350 1 24 5
М СМ 68766-35 8 1 9 2 x 8 350 1 24 5
TM S2564-35 8 1 9 2 x 8 350 1 28 5
TM S2764-35 8 1 9 2 x 8 350 1 28 5
М СМ 68766-40 8 1 9 2 x 8 400 1 24 5
2764-4 8 1 9 2 x 8 400 1 28 5
5133-4 8 1 9 2 x 8 400 1 28 5
М СМ 68764 8 1 9 2 x 8 450 1 24 5
АМ 2764А-4 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
HN482764-4 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
2764-45 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
MPD2764-4 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
MSM2764A 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
2764-450 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
5133-450 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
М2764-450 8 1 0 2 x 8 450 1 28 5
М2764-4 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
TMS2564-45 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
TMS2764-45 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
TM S2764H-45 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
ЕТ2764-4 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
SCM 27C128-15* 16 3 8 4 x 8 150 1 28 5
АМ27128-1 16 3 8 4 x 8 150 1 28 5
АМ 27128-15 16 3 8 4 x 8 150 1 28 5
АМ27128А-1 16 3 8 4 x 8 150 1 28 5
АМ 27128А-15 16 3 8 4 x 8 150 1 28 5
27128А-1 16 3 8 4 x 8 150 1 28 5
SCM27C128-20* 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
АМ 27128А-2 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
АМ 27128А-20 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
М27128 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
M5L27128-2 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
M5L27C128-2* 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
|iP D 2 7 128-2 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
27128-2 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
27128-200 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
5143-2 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
5143-200 16 3 8 4 x 8 200 1 28 5
SCM 27C128-25* 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
HN4827128-25 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
АМ 27128 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
АМ 27128А 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
АМ 27128А-25 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
МВМ27128-25 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
HN4827128-25 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
27128-25 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
M5L27128 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
M 5L27C128* 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
HPD27128 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
M SM27128A 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
27128-250 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
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Тип
Информационная 

емкость, 
бит X разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

5143-250 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
М 27128-250 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
H N 4827128-30 16 3 8 4 x 8 300 3 28 5
27128-30 16 3 8 4 x 8 300 3 28 5
АМ 27128А-3 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
АМ 27128А-30 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
МВМ 27128-30 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
H N 4827128-30 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
27128-3 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
M 5L 27128-3 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
M5L27C128-3* 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
p P D 2 7 128-3 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
27128-300 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
5143-3 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
5143-300 16 3 8 4 x 8 300 1 28 5
H N 4827128-45 16 3 8 4 x 8 450 3 28 5
27128-45 16 3 8 4 x 8 450 3 28 5
М27128-45 16 3 8 4 x 8 450 3 28 5
АМ 27128А-4 16 3 8 4 x 8 450 1 28 5
H N 4827128-45 16 3 8 4 x 8 450 1 28 5
27128-4 16 3 8 4 x 8 450 1 28 5
MPD27128-4 16 3 8 4 x 8 450 1 28 5
27128-450 16 3 8 4 x 8 450 1 28 5
5143-4 16 3 8 4 x 8 450 1 28 5
5143-450 16 3 8 4 x 8 450 1 28 5
М 27128-450 16 3 8 4 x 8 450 1 28 5
27513 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5
HN27C256* 32 768 X 8 150 1 28 5
АМ 27256 32 768 X 8 170 1 28 5
АМ 27256-15 32 768 X 8 170 1 28 5
VT27C256-20* 32 768 X 8 200 1 28 5
АМ 27256-2 32 768 X 8 200 1 28 5
АМ 27256-20 32 768 X 8 200 1 28 5
27256-2 32 768 X 8 200 1 28 5
ТС57256-20 32 768 X 8 200 1 28 5
VT27C256-25* 32 768 X 8 250 1 28 5
АМ 27256 32 768 X 8 250 1 28 5
АМ 27256-25 32 768 X 8 250 1 28 5
HN27256-25 32 768 X 8 250 1 28 5
27256 32 768 X 8 250 1 28 5
27С256-250* 32 768 X 8 250 1 28 5
ТС57256-25 32 768 X 8 250 1 28 5
VT27C256-30* 32 768 X 8 300 1 28 5
АМ 27256-3 32 768 X 8 300 1 28 5
АМ 27256-30 32 768 X 8 300 1 28 5
HN27256-30 32 768 X 8 300 1 28 5
27С256-30 32 768 X 8 300 1 28 5
27С256-300 32 768 X 8 300 1 28 5
АМ 27256-4 32 768 X 8 450 1 28 5
АМ 27512 65 536 X 8 250 1 28 5
АМ27512-25 65 536 X 8 250 1 • 28 5
27512 65 5 3 6 x 8 250 1 28 5
АМ 27512-3 65 536 X 8 300 1 28 5
АМ 27512-30 65 5 3 6 x 8 300 1 28 5
АМ 27512-45 65 536 X 8 450 1 28 5

П р и м е ч а н и е .  Все изделия выполнены по «-канальной МОП-технологии с плавающим затвором; 
изделия, отмеченные *, выполнены по КМОП-технологии с плавающим затвором и имеют пониженную 
мощность потребления. Приводимые в таблице ППЗУ стираются ультрафиолетовым излучением.



Т а б л и ц а  3.22. П а р а м е т р ы  э л е к т р и ч е с к и  с т и р а е м ы х  п р о г р а м м и р у е м ы х  
п о с т о я н н ы х  за п о м и н а ю щ и х  у с т р о й с т в

Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

NCR52210 6 4 x 4 300 1 18 5
Х2210 6 4 x 4 300 1 18 5
Х2210М 6 4 x 4 300 1 18 5
ER2055 6 4 x 8 4000 1 22 - 2 9 ;  5
NC7055 6 4 x 8 4000 1 22 - 2 9 ;  5
R2000 6 4 x 8 125 1 24 5
HN VM 3500 6 4 x 8 300 1 18 5
N C R 52211 1 2 8 x 4 300 1 24 5
ER5911 1 2 8 x 8 400 8 5
PCD8572 1 2 8 x 8 250 8 5
ER5901 1 28 x 8 300 1 24 5
NCR52001 1 28 x 8 300 1 24 5
Х2001 1 2 8 x 8 300 1 24 5
Х2001М 128 x 8 300 1 24 5
N C R 62001М 1 2 8 x 8 450 1 24 5
NCR52212 2 5 6 x 4 300 1 18 5
Х2212 2 5 6 x 4 300 1 18 5
X2212DM 2 5 6 x 4 300 1 18 5
ER5902 2 5 6 x 8 250 24 5
NCR52002 2 5 6 x 8 300 1 24 5
Х2002 2 5 6 x 8 300 1 28 5
Х2002М 2 5 6 x 8 300 1 28 5
2004-2 5 1 2 x 8 200 1 28 5
ER5904 5 1 2 x 8 250 1 24 5
Х2804А-25 5 1 2 x 8 250 1 24 5
2004 5 1 2 x 8 250 1 28 5
Х2804А 5 1 2 x 8 300 1 24 5
Х2804АМ 5 1 2 x 8 300 1 24 5
NCR52004 5 1 2 x 8 300 1 24 5
2004-3 5 1 2 x 8 300 1 28 5
NCR52004-28 5 1 2 x 8 300 1 28 5
Х2004 5 1 2 x 8 300 1 28 5
Х2004М 5 1 2 x 8 300 1 28 5
Х2804А-35 5 1 2 x 8 350 1 24 5
Х2804АМ-35 5 1 2 x 8 350 1 24 5
Х2804А-45 5 1 2 x 8 450 1 24 5
Х2804АМ-45 5 1 2 x 8 450 1 24 5
HNVM 3004 5 1 2 x 8 650 1 24 5
E R 3400 1 02 4 x 4 900 1 22 - 3 0 ;  —12; 5
NC7451 1 024 x 4 900 1 22 — 30; —12; 5
HNVM 3008 1024x8 650 1 24 5
HNVM 3108 1 024x8 650 1 24 5
HNVM 3708 1 024x8 650 1 24 5
ER2810 2048 X 4 1600 1 24 - 2 4 ;  — 14; 5
ER2810H 2048 X 4 1600 1 24 - 2 4 ;  —14; 5
X L 46016-55 2048 X 8 55 1 24 5
X L 46C 16-70 2048 X 8 70 1 24 5
52В13-200 2048 X 8 200 1 24 5
52В13Н-200 2048 X 8 200 1 24 5; 21
XL2817A-200 2048 X 8 200 1 28 5
2817А-2 2048 X 8 200 1 28 5
N M C 9817-20 2048 X 8 200 1 28 5
2817А-200 2048 X 8 200 1 28 5
2817АН 2048 X 8 200 1 28 5
5517А 2048 X 8 200 1 28 5
5517АН 2048 X 8 200 1 28 5
NVR2 2048 X 8 200 1 24 5



5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Информационная 
емкость, 

бит X разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

2048 X 8 250 1 24
2048 ж 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 24
2048 X 8 250 1 28
2048 X 8 250 1 28
2048 X 8 250 1 28
2048 X 8 250 1 28
2048 X 8 250 1 28
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 300 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 24
2048 X 8 350 1 28
2048 X 8 350 1 28
2048 X 8 350 1 28
2048 X 8 450 1 24
2048 X 8 450 1 24
2048 X 8 450 1 24
2048 X 8 450 1 24
2048 X 8 450 1 24
2048 X 8 450 1 24
2048 X 8 450 1 24
2048 X 8 450 1 24
2048 X 8 450 1 28
2048 X 8 450 1 28



Продолж ение табл. 3.22

Тип
Информационная 

емкость, 
бит ж разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

XL46C32-70 4096 X 8 70 1 24 5
XL46C16-85 4096 X 8 85 1 24 5
МСМ 2833-15 4096 X 8 150 1 28 5
М СМ 2833-20 4096 X 8 200 1 28 5
М2732А-25 4096 X 8 250 1 28 5
N CR52832 4096 X 8 300 1 28 5
М2732А-45 4096 X 8 450 1 28 5
NCR52864 8 1 9 2 x 4 450 1 28 5
PR64K-45 8 1 9 2 x 8 45 1 24 5
ЕЕ64К8-45 8 1 9 2 x 8 45 1 28 5
39V864A 8 1 9 2 x 8 50 1 24 5
PR64K-55 8 1 9 2 x 8 55 1 24 5
ЕЕ64К8-55 8 1 9 2 x 8 55 1 28 5
PR64K-70 8 1 9 2 x 8 70 1 24 5
29V864A 8 1 9 2 x 8 70 1 24 5
39VS864 8 1 9 2 x 8 70 1 24 5
ЕЕ64К8-70 8 1 9 2 x 8 70 1 28 5
39V864 8 1 9 2 x 8 80 1 24 5
29V864 8 1 9 2 x 8 100 1 24 5
29VS864 8 1 9 2 x 8 100 1 24 5
XL48C64-150 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
NV RD 68 8 1 9 2 x 8 150 1 28 5
АМ9864-2 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
АМ 9864-20 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
XL2864A-200 8 1 9 2 x 8 200 1 28 .5
XL48C64-200 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
R52B33-2 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
52ВЗЗ-200 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
52ВЗЗН-200 8 1 9 2 x 8 200 1 28 5
Х2864А-25 8 1 9 2 x 8 250 1 24 5
АМ 9864 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
АМ9864-25 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
XL2864A-250 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
XL48C64-250 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
HN58064-25 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
М2764-25 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
R52B33-25 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
52ВЗЗ-250 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
52ВЗЗН-250 8 1 9 2 x 8 250 1 28 5
M52B33-300 8 1 9 2 x 8 300 1 24 5
Х2864АМ 8 1 9 2 x 8 300 1 24 5
АМ9864-3 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
HN58064-30 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
R52B33-3 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
52B33-3 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
52B33-300 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
52B33H-3 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
52B33H-300 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
Х2864А 8 1 9 2 x 8 300 1 28 5
Х2864А-35 8 1 9 2 x 8 350 1 24 5
Х2864АМ-35 8 1 9 2 x 8 350 1 24 5
XL2864A-350 8 1 9 2 x 8 350 1 28 5
HN58064-35 8 1 9 2 x 8 350 1 28 5
R52B33-35 8 1 9 2 x 8 350 1 28 5
Х2864АМ-45 8 1 9 2 x 8 450 1 24 5
XL2864A-450 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
М2764-45 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
N M H 2864 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
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Тип
Информационная 

емкость, 
бит X разряд

Время 
выборки 

адреса, не
Тип выхода

Число
выводов
корпуса

Напряжение 
питания, В

N M H 2864C 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
Х2864А-45 8 1 9 2 x 8 450 1 28 5
М СМ 6836Е16 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5; 21
M CM 6836R16 16 3 8 4 x 8 250 1 28 5; 21

3.4. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
ЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 

МИКРОСХЕМЫ

3.4.1. Назначение, применение 
и перспективы развития 

программируемых логических 
интегральных микросхем

Вследствие бы строго роста слож ности 
электронных систем все чаще требуется при­
менение вы сокоинтегрированны х специали­
зированны х интегральны х микросхем. Р аз­
работка и изготовление таких схем по за ­
казу представляет собой длительны й и до ­
рогостоящ ий процесс, которы й экономически 
оправдан только при достаточно больш ом  
объеме выпуска. При м алой потребности 
(до 10 000 шт. в год) более вы годно исполь­
зование стандартны х «полуфабрикатов» 
И М С, специализируемых в сфере потребле­
ния после их изготовления. П оскольку для 
всех И М С  использую тся одни и те же ф ото­
ш аблоны, то  для изготовителя эти И М С  
являю тся стандартны м и изделиями. К числу 
таких изделий м икроэлектроники относятся 
програм м ируем ы е пользователем  логические 
И М С  (П Л И С ) или програм м ируем ы е логи ­
ческие приборы  — П Л П  (PL D  — Program ­
m able Logic Devices). П рограм м ирование 
П Л И С  осущ ествляется сам им  пользовате­
лем, конструктором  аппаратуры . В результа­
те програм м ирования в схему вносятся об­
ратим ы е или необратимы е (с точки зрения 
возмож ности последую щ его перепрограм м и­
рования) изменения исходной структуры 
П Л И С.

Основное преимущ ество П Л И С  перед 
другими специализированны ми схемами — 
м алое время изготовления требуемы х за ­
казных вариантов схем. И зделие в готовом  
виде всегда имеется на складе, и нет необ­
ходимости обращ аться к изготовителям  
И М С  для нанесения металлической маски 
и установки кристалла в корпус. Д остаточно

вклю чить соответствую щ ие средства прог­
рам м ирования и через несколько секунд 
или минут заказная схема будет готова. 
И з-за простоты  и доступности процесса 
специализации програм м аторы  П Л И С  иног­
да назы ваю т «фабрикой на столе».

О сновное назначение П Л И С  — зам ена 
логических серий интегральны х микросхем 
с м алой и средней степенями интеграции. 
В зависимости от уровня слож ности одна 
современная П Л И С  м ож ет функционально 
зам енить от 4 —5 до 60 и более интеграль­
ных микросхем с м алой и средней степеня­
ми интеграции. Т акая зам ена обеспечивает 
все вы годы  использования ИС с более высо­
кой степенью  интеграции.

П рограм м ируем ы е логические интег­
ральны е микросхемы ш ироко использую тся 
в качестве интерфейсных схем, в м икро­
процессорных системах для организации об­
мена и стыковки различных Б И С  между со­
бой и устройствам и ввода-вы вода. На базе 
П Л И С  м огут бы ть изготовлены  логические 
блоки и системы, преобразователи кодов, 
периферийные контроллеры , м икропрограм м ­
ные устройства управления, конечные авто ­
м аты , а такж е другие специализированны е 
устройства типа умножителей, небольш их 
процессоров и процессоров бы строго пре­
образования Фурье.

П рограм м ируем ы е логические интег­
ральны е микросхемы развиваю тся в направ­
лении соверш енствования архитектуры , тех­
нологии, увеличения функциональной слож ­
ности и возмож ностей, бы стродействия и 
числа терм ов произведений, снижения м ощ ­
ности потребления, в основном за счет пере­
хода на К М О П -технологию , обеспечиваю ­
щ ую и больш ую  плотность упаковки эле­
ментов.

Успехи, достигнуты е в области П Л И С , 
особенно в последние 3 года, создали 
условия для их сам ого ш ирокого приме­
нения. Все более усиливается их сам остоя­
тельное значение для создания сложных 
логических устройств.



Исторически технология и физические 
принципы програм м ирования П Л И С  повто­
ряю т путь, пройденный ИС запом инаю щ их 
устройств (ЗУ) с изменяемой конфигурацией. 
Создание П Л И С  бы ло стим улировано не­
обходим остью  сокращ ения разры ва в степе­
ни интеграции между ИС ЗУ и произволь­
ной логикой. П оэтом у и возникла идея 
построения П Л П  по принципу, аналогичном у 
ЗУ. Эти приборы долж ны  бы ли вы полнять 
функции произвольной логики со многими 
переменными и использоваться там , где при­
менение для этих целей ЗУ неэффективно.

Первые П Л И С  были изготовлены  по 
биполярной технологии и как програм м и­
руемые постоянные ЗУ (ПП ЗУ) програм м и­
ровались пережиганием плавких перемычек. 
Затем появилась К М О П -технология П Л И С  
с плавкими перемычками, были созданы  
репрограм м ируем ы е П Л И С  с ультраф иоле­
товы м и электрическим стираіщ ем записан­
ных логических функций (С П Л И С  и 
ЭС П Л И С ), использую щ ие технологию  ре- 
програм м ируем ы х П П ЗУ. Наконец, созданы  
П Л И С , изготовленны е по технологии К М О П  
статических оперативных запом инаю щ их уст­
ройств (СОЗУ). С егодняш ние П Л П  изготав­
ливаю тся практически по всем возмож ны м 
технологиям. М иним альны е разм еры  элемен­
тов составляю т 1,2 — 2 мкм, как у лучших 
ИС ЗУ. Ведутся работы  по уменьш ению  
этих разм еров до 0,9 мкм.

П рограм м ируем ы е логические интег­
ральны е микросхемы  представляю т собой 
относительно новое, бы стро развиваю щ ееся 
направление микроэлектроники. Первые при­
боры  этого типа бы ли созданы  фирм ам и 
Signetics C orpora tion  и M onolithic M em ories 
Incorporation  (M M I) в 1975 и 1978 гг. соот­
ветственно, больш инство — в последние 5 — 
6 лет. В условиях жесткой конкуренции 
со стороны  других типов полузаказны х ИМ С, 
когда основное внимание уделяется разви­
тию  И М С  ЗУ и м икропроцессоров, их по­
пулярность постоянно растет. По некоторы м 
прогнозам  более 60%  конструкций с приме­
нением специализированны х И М С  будут 
использовать П Л П  и только 21 % вентиль­
ные матрицы. Новейш ие серийно выпускае­
мые П Л И С  достигли функциональной слож ­
ности 1 0 0 0 -3 6 0 0  эквивалентных вентилей 
(двухвходовый вентиль И -Н Е  или И Л И -Н Е). 
Эти функциональные возм ож ности перекры­
ваю т требования больш инства радиоэлект­
ронных приборов -  1 0 0 0 -2 0 0 0  эквивалент­
ных вентилей и медианное значение для 
всех полузаказны х И М С  — 2000 эквивалент­
ных вентилей. Д о настоящ его времени прог­
нозировалось м едианное значение 3500 эк­

вивалентных вентилей, при этом слож ность 
П Л И С  долж на возрасти до 5 0 0 0 -1 0  000 
эквивалентных вентилей. Предсказывается, 
что в дальнейш ем  будут созданы  П Л И С  
с 24 000 вентилей.

3.4.2. Структура ПЛИС

Н аиболее ш ироко распространенными и 
известными разновидностям и П Л П  являю тся 
П Л П  с плавкими перемы чками: п рограм м и­
руемые логические м атрицы  (П ЛМ ) -  
FPLA  фирмы Signetics C orporation  и прог­
рам м ируем ая м атричная логика (П М Л) — 
PAL фирмы  М М І. Н аименование PAL боль­
ше отраж ает торговую  марку фирмы М М І, 
чем направление П Л П , так как эти приборы 
являю тся частным случаем П Л М .

Упрощ енно традиционны е фундамен­
тальны е структуры П ЛМ  представлены на 
рис. 3.2. О ба П Л П : П Л М  (рис. 3.2, а, в) и 
П М Л (рис. 3.2, б, г) имею т матрицы  И и И Л И . 
Основное различие между ними заклю чается 
в том , что в П М Л  м атрица И Л И  фикси­
рована, а в ПЛМ  програм м ирую тся обе 
матрицы, что обеспечивает ей больш ую  гиб­
кость по сравнению  с П М Л. При п рограм ­
мировании П Л П  задаю тся терм ы  произве­
дений (м атрица И) и суммы произведений 
(матрица И Л И ) и тем сам ы м  — логические 
функции П Л И С .

И стинное и инверсное значения сигнала 
каж дого входа через плавкие перемычки 
подаю тся на каждый вентиль матрицы  И. 
Группы вентилей И соединяю т с вентилями 
И Л И , создавая програм м ируем ую  реализа­
цию суммы произведений, к которой можно 
свести все логические функции.

А рхитектура П Л П  строится таким  обра­
зом , чтобы на каж дом имею щ емся вентиле 
И образовы вать как мож но больш е произ­
ведений в пределах возм ож ности прибора. 
П оэтом у логическую  схему И назы ваю т 
такж е терм ом  произведения. Логическое 
произведение затем  вы водится на выход 
через програм м ируем ую  или фиксированную  
матрицу И Л И . Каждый терм произведения 
потенциально м ож ет использоваться для реа­
лизации логических функций и управления 
внутри П Л И С .

В качестве базовой для П Л П  бы ла 
вы брана алгебра Буля, так как она наиболее 
изучена конструкторами.

При всей гибкости ПЛМ  они считаю тся 
достаточно слож ны ми для больш инства пот­
ребителей с точки зрения их проектирования. 
К ром е того, наличие плавких перемычек
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в обеих матрицах влечет за собой их отно­
сительно больш ие разм еры  по сравнению  
с П М Л и меньшее быстродействие.

Введением своей програм м ируем ой м ат ­
ричной логики ф ирм а М М І упростила П Л М , 
закрепив термы  произведений за специаль­
ными выходами. Наличие одной програм м и­
руемой матрицы  И и фиксированной И Л И  
привело к уменьш ению  разм еров П Л И С  
и времени распространения сигнала через 
кристалл, упрощ ению  програм м ирования 
схем. Архитектура ПМ Л завоевала наиболь­
шую популярность у конструкторов аппа­
ратуры  и составляет подавляю щ ую  долю  
рынка среди П Л И С . И нтегральны е м икро­
схемы ПМ Л могут програм м ироваться бо л ь­
ш инством стандартны х програм м аторов  
П П ЗУ  с добавлением карт индивидуализа­
ции. Во время програм м ирования одна по­
ловина выводов П Л И С  используется для 
програм м ирования, а другая — для адреса­
ции. Затем выходы переклю чаю тся для 
програм м ирования других элементов. При 
проверке используется так же процедура, 
причем линии програм м ирования удерж ива­
ются в состоянии с низким уровнем.

И нтегральны е микросхемы  П М Л  вы­
пускаю тся не только фирм ой М М І, но и 
вторы ми поставщ иками — ф ирм ам и A dvan­

ced M icro Devices (A M D ), N ational Sem icon­
ductor C orpora tion  (NSC) и Texas Instrum ents 
(TI).

В результате усоверш енствования П М Л  
и П Л М  в них были введены дополнитель­
ные элементы — триггеры  и регистры, свя­
зы ваю щ ие обратной связью  выходы и входы. 
Э то позволило использовать м атрицы  в 
последовательных устройствах, в которы х 
новое состояние зависит от преды дущ его 
и новых условий на выходе.

Н аряду с традиционны м и (П М Л  и П Л М ) 
созданы  другие приборы  програм м ируем ой 
логики с плавкими перемычками.

П рограм м ируем ы е пользователем  вен­
тильны е м атрицы  — П П ВМ  (FPG A ) построе­
ны на концепции, подобной П М Л , но име­
ю т более ограниченную  гибкость, так как 
програм м ируем ая м атрица состоит из прос­
той м атрицы  И.

И нтегральная логика с плавкими пере­
мы чками (IFL) соединяет многие концепции 
П Л М , ПМ Л и устройств, задаю щ их после­
довательность (секвенсоры), и обеспечивает 
высокий уровень гибкости.

П рограм м ируем ы е логические элем ен­
ты — П Л Э  (PLE) фирмы  М М І с програм м и­
руемой матрицей И Л И  и фиксированной И 
обеспечиваю т относительно больш ое число



терм ов произведений: от 32 (PLE5P8A) до 
4096 (PLE12P4) и являю тся дополнением 
к ПМ Л.

3.4.3. Обобщенная модель ПЛИС
В настоящ ее время создано около 

100 типов П Л И С , имею щ их различные наи­
менования, структуры  и особенности. Б оль­
ш инство их м ож но представить виде обоб­
щенной модели, предлож енной в 1984 г. 
и показанной на рис. 3.3. Каждый входной 
сигнал проходит через входную  ячейку, кото­
рая м ож ет содерж ать элементы запоминания, 
а затем  подается на входной деш ифратор. 
В больш инстве П Л И С  он является одно­
разрядны м , каждый бит индивидуально де­
ш ифрируется в два сигнала, истинный и 
комплементарный. И м ею тся П Л П  также с 
м ногоразрядны м и деш иф раторами . Л огиче­
ская м атрица мож ет бы ть полной матрицей 
И -И Л И  (ПЛМ ), матрицей с однотипны ми 
вентилями, наприм ер матрицей И (ППВМ ), 
или матрицей с фиксированны ми или частич­
но програм м ируем ы м и И Л И  (ПМ Л). П арал­
лельно логической матрице вклю чена управ­
ляю щ ая м атрица. Задачей этой матрицы  
является вы бор функции м ногофункциональ­
ных выходных ячеек. И спользуется множ е­
ство типов выходных ячеек, в том  числе 
с запом инанием  и без запоминания. Неко­
торы е выходные ячейки им ею т плавкие пере­
мычки, что позволяет, например, ш унтиро­
вать элементы запоминания. Наконец, ячей­
ки м огут иметь обратную  связь (ОС) с логи ­
ческой и управляю щ ей м атрицам и, что 
позволяет создавать синхронные или асин­
хронные последовательны е маш ины.

Синхронные схемы им ею т один вход 
синхронизации или более. У правляю щ ие вхо­
ды м огут иметь такие функции, как предва­

ОС
] Г  Синхронизация,
U  внешнее управление

Рис. 3.3. О бобщ енная модель П Л И С

рительная установка, сброс или загрузка 
регистров или разреш ение выхода. На 
рис. 3.4 представлены  типы наиболее рас­
пространенных выходных ячеек, позволяю ­
щие описать больш инство серий П Л И С :
I — прям ая; 2 — прям ая с разреш ением; 
3 — ком плем ентарная; 4 — прям ая с програм ­
мируемой полярностью  (ПП ); 5 — прямая 
с ПП и разреш ением ; 6 — S R -триггер; 7 — 
D-защ елка; 8 — ввод-вы вод; 9 — прямая с об­
ратной связью  (ОС); 10 — ввод-вы вод с П П ;
I I  -  ввод-вы вод с ПП и двойным разреш е­
нием ввода-вы вода; 12 — ввод; 13 — D-триг­
гер с О С ; 14 — S R -триггер с О С ; 15 — 
D-триггер с ПП и О С ; 1 6 - D / S R - триггер 
с ПП, ввод-вы вод с двойным разреш ением, 
внутренняя синхронизация; 17 — J K/ D- триг­
гер с О С  и загрузкой (соединение на три 
состояния); 18 — J K - триггер с ОС, внутрен­
ней синхронизацией и сбросом. На рис. 3.4 
обозначены: У— выход управляю щ ей м ат­
рицы; — х—  — плавкая перемычка; ■  — 
внешний в в о д ;  ► — соединение с други­
ми выходными ячейками; СН — синхрониза­
ция.

Эти типы ячеек или фиксированы, или 
задаю тся выходны ми сигналами, или прог­
рам м ирую тся пользователем .

О бобщ енная м одель, изображ енная на 
рис. 3.3, с некоторы м и дополнениями при­
м енима и для описания больш инства совре­
менных П Л И С .

Н есм отря на постоянное соверш енство­
вание архитектуры  и внедрение новых тех­
нологий, больш инство новых П Л И С  осно­
вано на структуре логической матрицы 
И -И Л И , в основном с фиксированными 
вентилями И Л И .

На рис. 3.5 показана архитектура блока 
одной из современных П Л И С  с присущими 
им характерны м и особенностями:

П Л И С  содерж ат регистры для хранения 
сумм произведений. Эти регистры мож но 
использовать для изготовления синхронных 
схем и последовательной логики, например 
маш ины состояний;

схемы имею т програм м ируем ую  поляр­
ность выхода, или возм ож ность вы бора 
активно-низкого или активно-вы сокого вы­
ходного сигнала;

обратная связь (ОС) от выхода к м атри­
це И позволяет использовать выход как 
двунаправленную  линию  ввода-вы вода. К ро­
ме того, содерж им ое регистра м ож ет бы ть 
передано обратно  в матрицу для создания 
тем  сам ы м  маш ины  состояний;

некоторы е П Л И С  содерж ат термы  про­
изведений, которы е отпираю т выходные бу­
фера (разреш ение выхода). Разреш ение выхо-
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да м ож ет осущ ествляться индивидуально и 
асинхронно;

некоторы е терм ы  произведений мож но 
подавать на вход синхронизации внутренних 
регистров (програм м ируем ая синхронизация), 
позволяя логике синхронизировать индивиду­
альны е регистры;

терм ы  произведений м огут управлять 
установкой и сбросом  линий внутренних 
регистров.

Н екоторы е фирмы  наряду со стандарт­
ными вариантам и схем ввели варианты  схем 
с м ощ ностью , равной (1 /2 )Р П0Т и (1 /4 )Р П0Т. 
Н апример, для серии PAL20 им ею тся вари­
анты  схем со следую щ им и врем енам и за ­
держки распространения сигнала от  входа к 
выходу и токам и потребления: 25 не, 180 мА 
(А); 35 не, 90 мА (/4-2); 55 не, 50 мА 
(/4-4); 10 не, 180 мА (D); 15 не, 90 мА 
(D-2) ; 25 не, 55 мА  (D-4).

С о снижением м ощ ности потребления 
уменьш ается быстродействие.

3.4.4. Репрограммируемые ПЛИС

Н епрограм м ируем ы е приборы  обычно 
совм естим ы  с типоном иналам и  сущ ествую ­
щих серий П Л П  более ранних поколений. 
Н апример, архитектура П Л И С  ЕРЗОО/ЕРЗЮ 
обеспечивает прям ое замещ ение функций, 
вы полняемых серией 20-выводных PAL. Н а­
личие управления вводом -вы водом  обеспечи­
вает не тольдсо функциональное замещ ение, 
но и совм естим ость по вы водам.

П рограм м и руем ая логическая интеграль­
ная м икросхем а с электрическим стиранием 
GAL16V8 такж е совм естим а с 21 типом  
20-выводных PA L, причем совм естим ость 
обеспечивается не только  по рабочим  харак­
теристикам  и функциональны м возм ож ­
ностям , но и по картам  програм м ирования 
перемычек. Схему м ож но внедрять в качестве 
зам ены  в уже сущ ествую щ ие системы без 
необходим ости каких-либо изменений в их 
структуре. Выходная логическая макроячейка 
этой И М С  м ож ет бы ть запрограм м ирована 
на ряд различных конфигураций, не им ею ­
щ ихся в конкретной серии П М Л . В этом  
случае используется терм ин супернабор, или 
суперкомплект.

Репрограм м ируем ость П Л И С  не несет 
в себе возм ож ности замены  целых серий 
П Л М  и П М Л . Репрограм м ируем ы е П Л И С  
относятся к новом у поколению  програм м и­
руемой логики. Их архитектура направлена 
на устранение недостатков ранее разр аб о ­
танных П Л П  с целью  повыш ения конку­

рентной способности. Во м ногом  этому спо­
собствует К М О П -технология, потенциально 
обеспечиваю щ ая м еньш ую  потребляем ую  
м ощ ность и больш ую  степень интеграции. 
К ром е того , повы ш ению  степени интегра­
ции способствую т меньш ие по сравнению  
с плавкими перемы чками разм еры  програм ­
мируем ы х структур репрограм м ируем ы х 
П Л И С .

К разряду промы ш ленны х стандартных 
П Л И С  относится прибор 22V10. Он выпус­
кается несколькими ф ирм ам и и изготавли­
вается как по биполярной, так и по К М О П - 
технологии, а такж е по технологии К М О П  
С П П ЗУ . С хем а имеет 132 терм а произведе­
ния, которы е подаю тся на выходные м акро­
ячейки. К аж дая из этих макроячеек мож ет 
индивидуально програм м ироваться  для рабо­
ты  в одном  из четырех реж имов: регистро­
вом, ком бинаторном , с высоким и низким 
порогам и. К ром е того, 22V10 позволяет осу­
щ ествлять переменное распределение терм ов 
произведений. За вы бранны м  выходом м о ­
жет бы ть закреплено от 8 до 16 термов. 
Ф актически независим о от технологии изго­
товления 22V10 м ож ет зам естить все 24-вы- 
водны е П Л П  с совмещ ением по вы водам.

Более соверш енным является П Л П  
V750 фирмы  Amtei. И нтегральная микросхема 
имеет близкую  к 22V10 структуру ввода- 
вы вода: 10 вы бираемы х контактов ввода/вы ­
вода и 12 специализированны х входных 
контактов, но более слож ную  внутренню ю  
структуру. О на имеет два триггера на вы ­
ходную  м акроячейку (у 22V10 один). О ба 
триггера в каж дой макроячейке им ею т соб­
ственный вентиль И Л И  и собственную  ли­
нию обратной связи (истинную и ком племен­
тарную ) с програм м ируем ой матрицей И 
наряду с обычной линией через контакты  
ввода-вы вода. К аж дый триггер имеет соб­
ственную  линию  подачи тактового  импульса, 
идущ ую  из матрицы . Д ва вентиля И Л И  
им ею т собственные соединения с матрицей.

Э та усоверш енствованная архитектура 
обеспечивает дополнительны е выгоды. При 
отсоединении одного или обоих триггеров 
от вы ходного контакта макроячейки тригге­
ры мож но использовать в качестве регистров 
и разгрузить контакт ввода-вы вода. К ром е 
того, терм ы  произведений м ож но направить 
обратно  в м атрицу И, такж е разгрузив 
контакт ввода-вы вода.

Г ибкость и соверш енство архитектуры 
П Л И С  V750 позволяет ей зам ещ ать 22V10, 
32V10 и 20RA10, а также ряд схем примене­
ния ЕР600.

П рим ером  эффективного перевода тр а ­
диционных П Л И С  на более высокий уро­



вень архитектуры и степени интеграции 
является Э С П Л П  18CV8 фирм G ou ld  и ІСТ. 
М ож но установить ее выходные макроячейки 
в 12 различных конфигураций путем програм ­
мирования двунаправленного ввода-вы вода, 
регистровых или ком бинаторны х выходов, 
полярности выходов и регистровой или 
ком бинаторной обратной связи с матрицей 
И -И Л И . Разреш ение каж дого вы хода м ак­
роячейки осущ ествляется независимо. О на 
имеет входы синхронной предварительной 
установки и асинхронного сброса. И нтег­
ральная микросхема м ож ет эм улировать 
больш инство существую щих биполярны х 
П Л И С  и допускает более 100 новых кон­
фигураций, не имею щ ихся в обычных 
П Л П .

Особенностью  многих К М О П  П Л И С  
является «нулевая» м ощ ность потребления 
в резервном режиме (Рпот. р =  0)- Э то  озна­
чает, что терм ы  произведений возбуж даю тся 
только  тогда, когда изменяю тся входные 
сигналы. Хотя это приводит к дополнитель­
ной задержке сигнала, при ум елом  проекти­
ровании она получается относительно м алой. 
У П Л И С  серии Е Р  ф ирмы  Altera типовой 
ток потребления уменьш ается с 15 — 50 мА 
в активном  режиме (10 М Гц) до 10 мкА 
в резервном. Э та особенность привлекатель­
на для областей применения с ограничен­
ными возм ож ностям и источника пита­
ния.

Репрограм м ируем ы е логические интег­
ральны е микросхемы и особенно Э С П Л И С  
считаю тся наиболее перспективными для 
использования в аппаратуре. И зменение их 
конфигурации и повторное использование 
требует менее 1 с и м ож ет бы ть осу­
щ ествлено непосредственно в аппаратуре. 
Д ля переконфигурации С П Л И С  необходим о 
вынуть ее из аппаратуры  и подвергнуть 
воздействию  ультраф иолетового облучения 
в течение 15 — 20 мин и только  затем  по­
вторно програм м ировать.

В условиях производства и эксплуата­
ции Э С П Л И С  наиболее полно позволяю т 
реализовать преимущ ества сокращ ения 
номенклатуры  складских запасов и универ­
сальности програм м ируем ой конфигура­
ции.

Один кристалл Э С П Л И С  позволяет 
осущ ествлять модификацию , обслуживание, 
м одернизацию  и функциональные измене­
ния в аппаратуре в условиях ее эксплуата­
ции.

Технология К М О П  обеспечивает репрог- 
рам м ируем ы м  П Л И С  высокую  пом ехоустой­
чивость и больш ой диапазон рабочих на­
пряжений.

3.4.5. Новые структуры ПЛИС

Н овое поколение П Л И С  р азраб аты ва­
ется ф ирм ам и Signetics и Ехеі, которы е о т ­
казались от традиционной структуры с м ат ­
рицам и И -И Л И . Д ля синтезирования ло ги ­
ческих функций независимо от того, явля­
ю тся они одно- или многоуровневы м и, ис­
пользую тся м атрицы  с одним типом  венти­
лей.

П рибор 78С800 семейства Erasic фирмы  
Ехеі изготовлен по технологии электрически 
стираемы х П П ЗУ  и имеет единственную  
центральную  м атрицу только  вентилей 
И Л И -Н Е .

П риборы  PLHS501 и PLHS502 семейства 
програм м ируем ой  м акрологики — PM L  фир­
м ы  Signetics изготовлены  по биполярной тех­
нологии с плавким и перемы чками и им ею т 
единственную  м атрицу вентилей И-Н Е.

С труктура PM L  использует возм ож ность 
вы раж ения лю бой  ком бинаторной логичес­
к о й  функции в виде суммы  произведений 
и ф ундам ентальную  эквивалентность меж ду 
двухуровневой структурой вентилей И -И Л И  
и И -Н Е -И -Н Е  в выражении ком бинаторной 
логической функции в виде суммы  произведе­
ний. К аж ды й вы ход вентиля И -Н Е  PM L  
имеет внутренню ю  обратную  связь (зарубеж ­
ный терм ин — обратная свертка) со входом  
матрицы . О братная связь с вы хода одного 
вентиля на вход второго  создает необходи­
м ую  функцию  И -Н Е -И -Н Е .

П рограм м и руем ая логическая интеграль­
ная м икросхем а 78С800 имеет програм м и­
руемую  полярность входа и выхода. П ри 
вы боре соответствую щ ей полярности функ­
цию  И Л И -H E  м ож но преобразовать в функ­
ции И, И -Н Е, И Л И , или как И Л И -Н Е . 
Здесь, как и у PM L , для  выполнения м ного­
уровневой логики используется обратная 
связь.

В дополнение к новой структуре в се­
мействах П Л И С  обеих фирм им ею тся м ак­
роячейки с обратны м и связями. М акроячей­
ки в совокупности с м ногоуровневой логи ­
ческой конфигурацией обеспечиваю т гибкость 
проектирования. П о . заявлению  фирмы  
Signetics использование внутренних м акро­
ячеек в сочетании с единственной м атрицей 
значительно упрощ ает проектирование 
П Л И С , а проектирование PM L  аналогично 
проектированию  ПП ЗУ.

П ри изготовлении И М С  програм м ируе­
м ой м акрологики по К М О П -технологии 
ф ирм а Signetics планирует повы сить их 
слож ность с 3000 (PLHS501) и 3600 (PLHS502) 
эквивалентны х вентилей до  5000—10000 и 
ввести макроячейки более вы сокого уровня



слож ности, такие как буфера, счетчики, 
мультиплексоры , деш ифраторы , А Л У и ЗУ.

О дно из наиболее радикальны х измене­
ний традиционной конструкции П Л П  пред­
лож ено специалистами недавно организован­
ной фирмы Хіііпх. Речь идет о м атрицах 
логических К М О П -элем ентов (LCA) с дина­
мически изменяемой конфигурацией. Эти 
м атрицы  состоят из больш ого числа ло ги ­
ческих блоков с изменяемой конфигурацией, 
построенных на основе ячеек статических 
ЗУПВ. Э ти блоки м огут реализовать лю бую  
логическую  функцию четырех-пяти перемен­
ных, причем в состав каж дого из них 
включен свой триггерны й элемент. Такие 
логические блоки соединяю тся с блокам и 
ввода-вы вода, такж е имею щ ими изменяемую  
конфигурацию .

П ервы м членом данного семейства яв­
ляется И М С  ХС2064, эквивалентная по 
слож ности м атрице из 1500 вентилей. Ее 
гибкость и универсальность обеспечиваю тся 
матрицей из 64 логических элем ентов и 
58 блоков ввода-вы вода (все они им ею т ди­
намически изменяем ую  конфигурацию ). Ц ент­
ральной частью  прибора является м атрица, 
разбитая на м одули, с организацией 8 x 8  
элементов. Вокруг м атрицы  разм ещ ены  
58 двунаправленных блоков ввода-вы вода, 
каждый из которы х содерж ит входной ре­
гистр, схему настройки входного порогового 
напряжения и выходную  схему на три состоя­
ния. Каж дый логический блок имеет четыре 
входные логические цепи, тактовы й вход и 
две выходные логические цепи. Ч еты ре 
входных сигнала управляю т ком бинацион­
ными логическими схемами блоков, опре­
деляем ы м и содерж им ы м  СОЗУ. К аждый 
такой блок м ож ет вы полнять ‘ ш ирокий 
диапазон логических функций — от простого 
вентиля до м аж оритарной схемы голосова­
ния типа «три из четырех». Если требуется 
использовать меньш е четырех логических 
переменных, то блок м ож но перестроить на 
генерацию  двух выходных функций трех 
переменных. П оскольку каждый такой блок 
м ож ет восприним ать на входе и ф орм иро­
вать на выходе сигналы  как полож ительной 
(с представлением логической 1 полож итель­
ным уровнем  напряжения), так и отрицатель­
ной логики, для них не требую тся ни 
внутренние инверторы, ни логические доп ол­
нения входных сигналов. К аждый блок 
содерж ит такж е запом инаю щ ий элемент, ко­
торы й м ож ет вы полнять функцию триггера 
D-типа или стробируем ой «прозрачной» за ­
щелки. К ром е того, оба вы хода каж дого 
из логических блоков мож но п рограм м иро­
вать независимо друг от  друга.

Д ополнительны й вклад в возмож ности 
изменения конфигурации логических элемен­
тов м атрицы  обеспечиваю т ее разнообраз­
ные соединительны е элементы, п рограм м и­
руемые потребителем . В их число входят 
м еталлизированны е линии, пролож енные в 
горизонтальном  и вертикальном  направле­
ниях между логическими блокам и и бло­
ками ввода-вы вода, элементы  обмена на 
координатны х переклю чателях, соединяю щ ие 
между собой отдельны е сегменты м еталли­
зированны х линий, и програм м ируем ы е сое­
динительны е точки, связываю щ ие м еталли­
зированны е линии с логическими блоками 
и блокам и ввода-вы вода.

Н аиболее соверш енной на 1987 г. среди 
м атриц  логических элементов (недавно полу­
чивших название програм м ируем ы х вентиль­
ных м атриц  — ПВМ ) является ХС3090. Ее 
эквивалентная слож ность характеризуется 
9000 вентилями или более 900 триггерами.

Н а основе ПВМ уже созданы, например, 
контроллер для оптического ЗУ, кодирую щее 
устройство, контроллер лентопротяж ного ме­
ханизма.

Б лагодаря возм ож ности програм м ной 
реконфигурации обеспечивается многофунк­
циональное применение ПВМ . О дна такая 
И М С , например, в кассетном м агнитофоне 
м ож ет управлять всеми функциями записи 
и после перепрограм м ирования всеми функ­
циями воспроизведения.

П о сравнению  с другими п рограм м и­
руемы м и логическими приборам и ПВМ  обес­
печиваю т более высокий коэффициент ис­
пользования имею щ ихся вентилей.

3.4.6. Новые направления развития 
ПЛИС

П ом им о П Л И С  общ его назначения по­
явились специализированны е П Л И С , пред­
назначенные для конкретных, более узких 
областей применения.

П реимущ еством специализированных 
П Л И С  по сравнению  П Л П  общ его приме­
нения является меньш ее число програм м и­
руемых связей и соединительных линий, 
приводящ ие к уменьш ению  разм еров кри­
сталла, м ощ ности потребления и времени 
задержки распространения.

«Д еш ифратор вы бора кристалла» 82С339 
фирмы H arris, изготовленны й по К М О П - 
технологии с плавкими перемычками, пред­
назначен для использования в качестве 
деш иф ратора вы бора кристалла ввода-вы во­
да и ЗУ. П отенциально он мож ет заменить 
24-выводные П Л М  и две восьмеричные за­
щелки.



Более слож ная П Л И С  — контроллер с 
плавким и перемы чками AM 29PL141 фирмы 
A M D  содерж ит на кристалле устройство 
задания последовательности адресов, П П ЗУ  
32 бит X 64 слова и 32-разрядный выходной 
регистр. Я дром  устройства является м икро­
програм м ное устройство задания последова­
тельности адреса, которое обеспечивает м ик­
ропрограм м ную  адресацию  П П ЗУ  (32 х 
X 64 бит). При програм м ировании соответ­

ствую щ ей последовательности м икроком анд 
схему мож но применять там , где необхо­
дим ы  сложные конечные автом аты  и конт­
роллеры .

Ф ирм а Texas Instrum ents р азраб отала  
П Л И С  PSG507, оптим изированную  для вы ­
полнения логических операций маш ины  со­
стояний. П рибор имеет время цикла 20 не 
и наряду с м атрицей И -И Л И  с 80 терм ам и 
произведений вклю чает в себя такие элемен­
ты, как 8-разрядны й внутренний (скрытый) 
регистр, 6-разрядны й счетчик и 8-разрядны й 
выходной регистр — мультиплексор.

Ф ирм а Intel выпустила програм м ируе­
мый контроллер ш инного интерфейса 5CBIC. 
И нтегральная микросхема передает дан ­
ные в шину ЭВМ  и приним ает их обратно, 
а такж е контролирует управляю щ ие логи ­
ческие сигналы.

Ф ирм а М М І такж е создала П Л И С  во 
встроенном ПП ЗУ.

П рограм м ируем ы е логические И М С  
постоянно соверш енствую тся, и следует ожи­
дать  появления новых приборов с усилен­
ными функциональны ми возм ож ностям и.

В табл. 3.23 — 3.26 приведены данные 
П Л И С  различных типов или серий зарубеж ­

ных фирм. П ри этом  использованы  следую ­
щие сокращ ения и обозначения:

П П  — програм м ируем ая полярность;
Т П  — терм ы  произведений;
тзл р — врем я задерж ки распространения 

сигнала от входа к выходу;
/  — рабочая частота;
секвенсор — устройство управления по­

следовательностью  логических операций;
О С  — обратн ая связь;
I пот.р» Лют.р — ток> мощ ность, потребля­

емые в резервном  режиме;
R H — сопротивление, на которое м ож ет 

бы ть нагруж ена П Л И С ;
УФ С — ультраф иолетовое стирание;
Э С  — электрическое стирание;
спец. — специализированны й;
PC  — регистр состояния;
К — ком бинаторны й;
В/В* — ком бинаторны й ввод-вы вод;
Р  — регистр (регистровый);
РВ/В — регистровы й ввод-вы вод;
ВР — выходной регистр;
А П У  — асинхронная предварительная ус­

тановка;
К М  — ком плем ентарная м атрица;
К М П  — ком плем ентарная м атрица пере­

ходов;
Л Э  — логический элемент;
O K  — откры ты й коллектор;
ВсЗС — вы ход с трем я состояниям и;
ЗС — три состояния (с трем я состояния­

ми);
УВ — управляю щ ий вентиль;
РВ — разреш ение вы вода;
А П У и С — асинхронная предваритель­

ная установка и сброс;
С Н  — синхронизация.

Т а б л и ц а  3.23. П араметры  программируемых логических элементов (PL E ) фирмы М М І

Тип прибора
тзд.р
макс,

НС

Лют* МА Число

Тип
ВЫХО­

ДОВ

Типовое зна­
чение при 
П̂ИТ = 5 В, 
Токр = 85 °С

Макси­
мальное
значение

контак­
тов

корпуса
ВХО­
ДОВ

ВЫХО­
ДОВ

термо­
произве­

дений

выходных
регист­

ров

PL E P8 25 90 125 16 5 8 32 _ ЗС
PL E P8A 15 90 125 16 5 8 32 — ЗС
PL E 8P4 30 80 130 16 8 4 256 — ЗС
PLE8P8 28 90 140 20 8 8 256 — ЗС
PL E 9P4 35 90 130 16 9 4 512 — ЗС
PL E 9P8 30 104 155 20 9 8 512 — ЗС
PLE10P4 35 95 140 18 10 4 1024 — ЗС
PLE11P4 35 110 150 18 11 4 2048 — ЗС
PLE11P8 35 135 185 24 11 8 2048 — ЗС
PLE12P4 35 130 175 20 12 4 4096 — ЗС
PLE9R 8 15 130 180 24 9 8 512 8 р
PLE10R8 15 130 180 24 10 8 1024 8 р
PLE11R A 8 15 140 185 24 11 8 2048 8 р
PLE11RS8 15 140 185 24 11 8 2048 8 р
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У казатель зарубежных интегральных микросхем, вошедших в справочник

Тип ИМС Стр. Тип ИМС Стр. Тип ИМС Стр.

АЮ9 34 AD512 34 AD567 94
А205 82 AD517 34 AD569 94
А2Ю 82 AD518 34 AD570 132
А 2П 82 AD542 34 AD571 132
А2030 82 AD544 34 AD573 132
A D lO l 34 AD547 34 AD575 132
AD201 34 AD558 92 AD642 34
A D 30I 34 AD561 92 AD644 34
AD504 34 AD562 92 AD667 94
AD505 34 AD563 92 AD673 132
AD507 34 AD565 92 AD741 34
AD509 34 AD566 93 AD1408 94



1*2, г
\2 , 2
249
176

7, 2
218
215
6, 2
216
188
176
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

231

Стр. Тип ИМС Стр. Тип ИМС

94 АМ 462 36 AM 27290
132 АМ 464 36 AM27291
94 АМ 490 36 AM27512

132 A M  1702 246 AM29116
94 АМ2141 224 AM93415
96 АМ 2147 224, 233 AM93425
96 АМ 2148 219 A M  100415
96 АМ 2149 219 A M  100470
98 АМ 2167 226 A M  100474
98 АМ 2168 225 AM CC1259
98 АМ 2169 225 A M U /P R
98 АМ 2505 165 A M PA L18P8

100 АМ 2712 236 A M PA L20EG 8
100 АМ2713 236 AM PAL20EV8
100 АМ 2715 238 AM PAL22V10
102 АМ 2728 237, 238 A M PAL23S8
102 АМ 2729 237 A M PA L29M 16
102 АМ 2730 238 AM PAL2971
104 АМ2731 237 AM PAL29PL141
104 АМ 2732 238, 239 AT22V10
132 АМ 2733 238, 239 ATV750
132 АМ 2737 240 B080
132 АМ 2740 244 B081
132 АМ2741 244 В08І
132 АМ2743 244 B083
134 АМ 2764 248 B084
134 АМ 4044 225 B109
104 A M 4244 225 В 176
134 A M 8080 176 В 177
134 A M 9044 224, 225 B611
134 AM 9064 213 B615
134 AM 9114 219, 221 B621
134 AM 9124 213 B625
134 AM 9128 222 B631
134 AM 9130 221 B635
134 AM 9140 224, 225 B761
134 AM 9150 218 B765
134 A M 9244 225 B861
134 AM 9716 246 B865
134 AM 9864 252 B2761
134 AM9988 226 B2765
134 AM 10415 216 CA 108
134 AM  10470 217 CA208
134 AM  10474 216 CA308
104 AM27128 248, 249 CA741
104 AM 27180 240, 241 CA3078
34 AM27181 240, 241 САЗ 100
34 AM 27184 241, 242 САЗ 130
34 AM27185 241, 242 САЗ 140
34 AM 27190 243 САЗ 160
34 AM27191 242, 243 СА6078
34 AM 27256 249 CDM 6116
34 AM 27280 240, 241 CDM 6117
34 AM27281 240, 241 CDM 6118



1

245
221
252
250
262
262
262
262
262
262
266
250
250
250
250
250
250

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

223
223
246
247
247
247
223
224
176
176
188
188
176
176
176
176
176
215

15, 2
215
216
216
165

Стр. Тип ИМ С Стр. Тип ИМ С

234 DAC0800 108 DM87421
176 DAC0801 108 EA2114
188 DAC0802 108 ЕЕ64к8
176 DAC0806 108 ER2055
176 DAC0807 108 EP310
227 DAC0808 108 EP320

176, 188 DAC850 108 EP600
246 DAC851 108 EP900
232 D C jll 176 EP 1210
228 DCT11 176 EP 1800

176, 188 DM 7875 165 EPL22V10A
176, 188 DM 10415 216 ER2055

188 DM 10422 216 ER2810
188 DM 10474 216 ER3400
188 DM 54472 236 ER5901
188 DM54473 237 ER5902
188 DM 54474 238 ER5911
188 DM 54476 237 ESM222
188 DM 54570 239 ESM231
188 DM54571 239 ESM432
188 DM 54572 239 ESM532
188 DM54573 239 ESM632
188 DM 74472 237 ESM732
188 DM 74473 237 ESM1231
188 DM 74474 238 ESM1432
188 DM 74475 237 ESM1532
176 DM 74570 236 ESM1632
232 DM74571 236 ESM1732
233 DM 74572 239 ET2147
233 DM74573 239 ET2157
229 DM 77180 241 ET2716

231, 232 DM77181 239, 241 ET2764
227 DM 77184 242 ETC2716
227 DM 77185 242 ETC2732
227 DM 77190 .244 ETL2128
234 DM77191 244 ETL2147
232 DM 77280 241 F8
232 DM77281 241 F100
237 DM 77290 244 F3870
240 DM77291 244 F3872
240 DM77321 245 F6800

242, 243 DM77421 245 F6808
242, 243 DM 87180 241 F6809

104 DM87181 239, 241 F9445
104 DM 87184 242 F9450
106 DM 87185 242 F10414
106 DM 87190 243 F 10415
106 DM87191 243 F l 0422
106 DM 87195 244 F l 0470
106 DM 87280 240 F l 0474
106 DM87281 240 F l 00183
108 DM 27290 243 F100414
108 DM87291 243, 244 F l 00422
108 DM87321 245 F l 00470



Продолжение

Тип ИМС Стр. Тип ИМС Стр. Тип ИМС Стр.

F 100480 217 НА2607 38 HD6801 188
G6502 176 НА2620 38 HD6805 188
G6503 176 НА2622 38 HD6809 176
G6504 176 НА2625 38 HD10147 215
G65150 188 НА2627 38 HD44790 188
GAL16V8 264 НА2640 38 H D 6 14042 188
GAL20V8 264 НА2645 38 H I 562 108
GAL39V18 264 НА2650 38 HI565 108
GXB10147 215 НА2655 38 HI 1080 108
G X B 100473 215 НА2700 38 HI 1085 108
G X B 100474 216 НА2704 38 HI5172 136
НА909 36 НА2705 38 HI5609 108
НА911 36 НА2720 38 HI5610 108
НА1301 36 НА2725 38 HI5618 110
НА  1303 36 НА2730 38 HI7541 110
НА 1306 82 НА2735 40 HID A C16 110
НА  1308 82 НА2740 40 HIDAC801 110
НА  1309 82 НА2900 40 НМ2112 215
НА 1310 82 НА2904 40 НМ 2142 216
НА 1311 82 НА2905 40 НМ 4315 232
НА1312 82 НА4156 40 НМ 4334 228
НА1313 82 НА4600 40 НМ 4864 213
НА1314 82 НА4602 40 НМ 6116 230
НА1316 82 НА4605 40 НМ6117 230
Н А  1322 82 НА4620 40 НМ 6147 232
НА  1324 82 НА4622 40 НМ6148 228
НА 1325 82 НА4625 40 НМ 6167 233, 235
НА2050 36 НА4741 40 НМ 6168 233
НА2055 38 НА5062 40 НМ 6264 234
НА2060 38 НА5064 40 НМ 6267 235
НА2065 38 НА5082 40 НМ 6504 232
НА2101 38 НА5084 40 НМ6508 227
НА2107 38 НА5100 40 НМ 6514 228
НА2201 38 НА5105 40 НМ 6518 227
НА2207 38 НА5110 40 НМ 6616 244
НА2500 38 НА5115 40 НМ6641 238
НА2502 38 НА5130 40 НМ 6664 245
НА2505 38 НА5135 40 НМ 7620 236, 237
НА2507 38 НА5141 40 НМ7621 236
НА2510 38 НА5142 40 НМ 7640 236, 238
НА2512 38 НА5144 40 НМ7641 236, 238
НА2515 38 НА5160 40 НМ 7642 239
НА2517 38 НА5162 42 HM  7643 239
НА2520 38 НА5170 42 HM  7649 238
НА2522 38 НА5180 42 HM7681 240, 241
НА2525 38 НА5190 42 HM 7685 242
НА2527 38 НА5195 42 HM8031 176
НА2530 38 НА8023 42 HM8035 176
НА2535 38 НА 17741 42 HM  8048 190
НА2539 38 HD4470 188 HM8051 188
НА2540 38 HD6301 188 HM 8086 176
НА2600 38 HD6303 188 HM8088 176
НА2602 38 HD6305 188 HM 10414 215
НА2605 38 HD6800 176 HM  10470 216



^ 1JJ.

225
213
178
178
188
178
178
188
246
223
з, 2:
226
251

44
44
44
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
83
83
83
83
83
83
83
83
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46

Стр. Тип ИМ С Стр. Тип ИМ С

216 ІАРХ432 178 IM S 1421
217 ICL741 42 IMS2600
213 ICL4250 42 IM ST414
213 ICL7101 136 INS8040
229 ICL7103 136 INS8050
229 ICL7106 136 INS8060

242, 243 ICL7107 136 INS8070
244 ICL7109 136 INS8073
245 ICL7113 110 INS8708
245 ICL7115 136 IPD 2147
215 ICL7116 136 ITT2147
215 ICL7117 136 ITT2167
216 ICL7126 136 КМ 2816
217 ICL7129 138 L115T1

219, 220 ICL7134 112 L141
188 ICL7135 138 L148
188 ICL7136 138 L A4100
188 ICL7600 42 LA4101
188 ICL7601 42 LA4102
188 ICL7611 42 LA4110
188 ICL7612 42 LA4112
188 ICL7613 42 LA4137
247 ICL7614 42 LA4138
247 ICL7615 42 LA4140
243 ICL7621 42 LA4200
243 ICL7622 42 LA4201
243 ICL7631 44 LA4220
240 ICL7632 44 LA4230
243 ICL7641 44 LA4250
247 ICL7642 44 LA4420
252 ICL7650 44 LA4422
248 ICL7663 152 LA4430

248, 249 ICL7664 152 LA4460
250 ICL8007 44 LA4461
250 ICL8008 44 LF147
250 ICL8021 44 LF151
250 ICL8022 44 LF155
250 ICL8023 44 LF156
263 ICL8043 44 LF157
263 IDT6165 234 LF255
263 1DT6167 235 LF256
263 IDT168 234 LF257
263 IDT7188 235 LF347
110 IDT7198 235 LF351
110 IDT71681 234 LF353
110 IDT71682 234 LF355
228 IDT8M 864 234 LF356
228 1М6100 178 LF357
234 IM 6653 246 LF400
176 IM 6654 246 LF411
176 IM 6657 246 LF412
176 1М6658 246 LF441
176 1MS1400 227 LF442
178 IM S1420 225, 226 LF444



146
146
152
48

178
178
178
146
146
146
146
146
146
146
146
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
50

178
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
52

265
9, 2
223
219
247
246
252
251
251

Стр. Тип ИМ С Стр. Тип ИМС

46 LM 218 46 LM 2930
46 LM 223 144 LM2931

220 LM 224 48 LM 2931T
227 LM 237 152 LM 4250
232 LM 238 152 LM6497
230 LM 246 48 LM6499

46 LM 248 48 LM6599
146 LM 249 48 LM7805
146 LM 250 152 LM7812
146 LM258 48 LM7815
146 LM301 48 LM 78L05
146 LM 304 152 LM78L12
147 LM305 152 LM 78L15
147 LM 307 48 LM 78M 05
147 LM 308 48 LM 78M 12
147 LM 309 144 LM 78M 15
147 LM 312 48 LM7905
147 LM 316 48 LM7912
147 LM 317 152 LM7915
46 LM 318 48 LM79L05

152 LM 320 144 LM 79L12
152 LM323 145 LM79L15
46 LM 324 48 LM 79M 05
46 LM 325 145 LM 79M 12

144 LM 326 145 LM 79M 15
46 LM 330 145 L M 13080

152 LM 337 152 LS7270
46 LM 338 152 LT1001

144 LM 340 145 LT1002
144 LM341 146 LT1007
46 LM 342 146 LT1008

144 LM 343 48 LT1012
144 LM 344 48 LT1013
152 LM 345 146 LT1014
152 LM 346 48 LT1022
144 LM348 48 LT1024
46 LM 349 48 LT1028
46 LM 350 152 LT1037

144 LM358 48 LT1055
46 LM 376 152 LT1056
46 LM 380 83 LTC1052
46 LM383 83 LTC7652

152 LM 396 152 М2064
46 LM 709 48 М2114

152 LM723 152 М2147
46 LM725 48 М2148

152 LM741 48 М2532
152 LM 747 48 М2716
46 LM748 48 М2731
46 LM1458 48 М2816

144 LM1558 48 М2817
46 LM 2879 83 М2764
46 LM2902 48 М3632

152 LM 2904 48 М5102



Стр.

112
52
52
52
52
52
52
83
52

112
112
52
52
52
52
52
52
83
52
52
52
52
52
52
52

112
112
112
52

112
112
192
178
178
192
192
178
178
112
147
147
147
147
147
147

Стр. Тип ИМС Стр. Тип ИМ С

83 МВ8416 229, 231 M C 1408
52 МВ8417 229, 231 M C 1420
52 МВ8418 229 M C 1430

251 МВ8841 188 M C 1431
252 МВ8842 188 MC1433
178 МВ8843 188 M C 1436
249 МВ8844 190 MC1439

52 МВ8849 178 M C 1454
249 МВ8850 178 M C 1456
247 МВ8851 188 M C 1506
226 МВ8853 188 MC1508

225, 226 МВ8854 188 M C 1520
223 МВ8859 178 MC1530

52 МВ71324 240 MC1531
52 МВ81256 213 MC1533
52 МВ81257 .213 MC1536
52 МВ88201 188 M C 1539
52 МВ88202 188 M C 1554
52 МВ88401 188 MC1556
52 МВ88408 178 MC 1709

188 МВ88409 178 MC1712
188 МВ88411 188 MC1741
188 МВ88413 192 M C 1748
188 МВ8418 178 M C 1776
188 МВ88419 178 MC3303
188 МВ88421 192 MC3408
188 МВ88423 192 MC3410
188 МВ88500 192 MC3412
52 МВ88501 192 MC3476
52 МВ88503 192 MC3510
52 МВ88504 192 MC3512
52 МВ88535 192 MC6801

215 МВ88536 192 MC6802
236 МВ88541 192 MC6803
236 МВА810 83 MC6804
238 MBL6800 178 MC6805
239 MBL6801 192 MC6808
237 MBL6802 178 MC6809
237 MBL6809 178 MC6890
241 MBL8049 192 MC7805
240 MBL8086 178 MC7806
240 MBL8088 178 MC7812
244 МВМ2732 246 MC7815
243 МВМ 2764 247 MC7818
243 МВМ27128 245, 248 MC7824
245 МВМ27256 245 M C78L02
245 МВМ10415 216 MC78L05
245 МВМ 10422 215 MC78L08
245 М ВМ  10470 216 MC78L12
244 М ВМ  10474 216 MC78L15
226 МВМ  100422 215 MC78L18
225 М ВМ  100470 216 MC78L24
213 МВМ  100474 216 M C78M 05
213 M C 1406 112 M C78M 06



Стр.

180
54
54
54
54
54
54
54
54
54

223
223
246
224
180
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
180
194
194
194
194
194
180
180
180
112
114
114
138
114
114
114
116
116
116
116
116
118
118
118
138
138
138

Стр. Тип ИМС Стр. Тип ИМС

147 М СМ 6836 253 MKS16
147 МСМ7621 237 MLM101
147 МСМ7641 236 M LM 107
147 М СМ 7643 239 MLM 108
147 МСМ7681 241 MLM201
148 М СМ 7685 242, 243 M LM 207
148 М СМ 10144 215 M LM 208
148 М СМ 10146 215, 216 MLM301
148 МСМ 10152 215 M LM 307
148 М СМ 10415 215, 216 MLM 308
148 М С М 10422 215 ММ 2147
148 М С М 10470 216, 217 М М 2148
148 М С М  10480 217 М М 2716
148 М С М  10484 217 ММ 5257
148 М С М  10544 215 M N602
148 М С М  10546 216 MN1400
148 М СМ 68764 248 M N1402
148 М СМ 68766 247, 248 MN1403
148 МСМ76161 243, 244 M N1404
148 М СМ 76165 244 MN1405
148 М СМ 93415 218 M N1430
165 М СМ 100415 215 M N1432
165 М СМ  100422 215 MN1435
138 М СМ  100470 216 M N1450
138 М СМ  100474 216 MN1453
112 М СМ  100480 217 M N1454
138 М СМ  100484 217 MN1455
178 MCS650 178 MN1498
165 MCS651 178 MN1541
52 MCS6508 180 M N1542
54 M DA2010 83 M N1544

178 M DA2020 83 MN1562
178 Mega PA L32R16 265, 271 M N1564
178 Mega PA L64R32 265, 271 MN1599
178 МС2870 194 M N1610
192 МК3850 194 MN1613
192 МК3870 180, 194 М Р562
192 МК3870/10 194 M P3140
192 МК3870/20 194 М Р5520
192 М К3870/22 194 МР7138

178, 192 МК3870/42 194 М Р7520
194 МК3873 180, 194 МР7521
222 МК3873/20 194 М Р7522
220 М К3873/22 194 МР7523
226 МК3875 194 М Р7524
237 МК4104 224 МР7528
237 МК4528 213 М Р7530
237 М К4564 213 МР753-1
230 МК4801 221 МР7533
230 МК4802 230 М Р7542
232 М К4104 224 МР7543
232 МКВ4801 221 М Р7550
213 М КВ4817 230 М Р7570
213 М КВ6116 231 М Р7574



Стр.

54
54
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
60
60
60
60
60
60
60
60
60

245
245
271
271
270
270
265
265
270
270
270
270
270
271
270
270
270
270
271

Стр. Тип ИМС Стр. Тип ИМ С

138 N82S185 241 ОР06
118 N82S191 242, 244 ОР07
118 N82S195 244 ОР08
120 N82S210 217 ОР09
120 N82S321 245 ОРЮ
120 NC6116 230 ОР11
120 NC7055 250 ОР12
122 NC7451 250 ОР14
122 NCR32000 180 ОР15
138 NCR6500/1 194 ОР16
140 NCR52001 250 ОР17
140 NCR52002 250 ОР19
165 NCR52004 250 ОР20
165 NCR52210 250 ОР21
165 N C R 52211 250 ОР22
165 NCR52212 250 ОР27
220 NCR52832 252 ОР32

222, 223 NCR52864 252 ОР37
246 NCR62001 250 ОР41
246 NE530 54 ОР43
248 NE531 54 ОР50
251 NE535 54 ОР77
213 NE536 54 ОР90
232 NE538 54 ОР207
228 NE5007 122 ОР215

230, 231 NE5008 122 ОР220
230, 231 NE5009 122 ОР221

234 NE5018 122 ОР227
180, 194 NE5019 122 ОР400

194 NE5020 122 ОР420
194 NE5118 122 ОР421
194 NE5119 122 Р2732
239 NE5534 54 Р2764
180 NE5539 54 PA L6L16A
180 NM C2148 219 PA L8L14A
194 NM C2716 246 PAL10L8
194 NM C2732 246 PAL10H8
180 NM C2758 246 PA L10H 20G8
248 NM C2816 251 PA L10H 20P8
213 NM C9817 250 PA L12H 6
194 N M H2864 252 PAL12L6
194 NS8248 196 PAL12L10
194 NS8750 196 PA L14H 4
228 N S 16008 180 PAL14L4
165 NS16016 180 PAL14L8
238 N S 16032 180 PA L 16 A4
236 NS32008 180 PAL16C1
237 NS32032 180 PA L16H 2
239 NV RD 68 252 PAL16L2
238 ОР01 54 PAL16L6
237 ОР02 54 PAL16L8
240 ОРОЗ 54 PA L16L8BP
240 ОР04 54 PA L16P8A
240 ОР05 54 PA L16R 4



Стр.

252
251
196
246
247
230
245
245
228
180
180
196
238
237
239
238
240
241
241
242
242
217
217
241
184
62
62

196
196
180
180
196
196
180
180
180
196
196
196
180
180
180
228
229
247
229
248
140
140
140
62
62
62
62

Стр. Тип ИМ С Стр. Тип ИМ С

270 PLE9P8 261 R52B33
270 PLE9R 8 261 R5516
270 PL E 10P4 261 R6500
270 PLE10R 8 261 R8732
270 PL E 11P4 261 R8764
270 PLE11P8 261 RA9116
270 PLE11R A 8 261 R09256
270 PLE11RS8 261 R094132
271 PL E 12P4 261 S6514
271 PLH S18P8 268 S9980
271 PLHS153 268 S9991
271 PLHS173 268 S28211
271 PLHS473 268 S82S115
271 PLHS501 268 S82S131
271 PLHS502 268 S82S137
271 PLS100 269 S82S141
271 PLS101 269 S82S180
271 PLS103 269 S82S181
271 PLS105A 269 S82S183
271 PLS105 269 S82S185
271 PLS151 268 S82S191
271 PLS153 268 S82S210
271 PLS153A 268 S82S212
271 PLS155 268 S82S2708
265 PLS157 268 S8X350
265 PLS159 268 SA709
266 PLS161 268 SA741

263, 265 PLS162 269 SAA6000
263 PLS163 269 SAB8021
250 PLS167 269 SAB8031
263 PLS168 269 SAB8035
263 PLS173 269 SAB8048
263 PLS179 269 SAB8051
263 РМ 155 60 SAB8080
196 РМ 156 60 SAB8085
196 РМ 157 60 SAB8086
196 РМ 255 62 SAB80210
196 РМ 256 62 SAB80212
196 РМ 257 62 SAB80215
196 РМ 355 62 SAB80286
196 РМ 356 62 SBP9900
196 РМ 357 62 SBP9989
196 РМ 725 62 SCM 2114
196 РМ741 62 SCM 2116
196 PM S14R21 266 SCM 2764
263 PR64K -  45 252 SCM 6116
266 R650 180 SCM27128
268 R651 180 SDA5010
268 R65CXX 180 SDA6020
261 R2000 250 SDA8010
261 R2716 245 SE530
261 R2764 245 SE531
221 R2816 251 SE535
261 R5213 251 SE538



Стр.

158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
159
158
159
159
159
159
159
159
160
160
160
162
162
162
163
162
162
162
163
163
160
160
160
163
163
160
160
164
163
163
163
163
161
161
163
163
161
161

Стр. Тип ИМ С Стр. Тип ИМ С

180 SM C1102 196 SN74105
180 SMC4151 196 SN74107
182 SN7442 159 SN74LS107A
182 SN7443 159 SN74109
62 SN7444 159 SN74LS109
62 SN7445 159 SN74110
62 SN7446 159 SN74111
62 SN7447 159 SN74112
62 SN74LS47 159 SN74113
62 SN7448 159 SN74114
62 SN7449 159 SN74121
62 SN7472 158 SN74LS124
62 SN7473 158 SN74122, 123
62 SN74LS73 158 SN74LS138
62 SN7474 158 SN74138
62 SN7476 158 SN74139
62 SN74LS76A 158 SN74141
62 SN74LS78 158 SN74145
62 SN7480 164 SN74154
62 SN7482 164 SN74155
62 SN7483 164 SN74156
62 SN7490 162 SN74160
62 SN7491 162 SN74161
62 SN7492 162 SN74162
62 SN7493 162 SN74163
62 SN7494 162 SN74164

244 SN7495 160 SN74165
243 SN7496 160 SN74166

62 SN10144 215 SN74168
62 SN10147 215 SN74169
62 SN52101 64 SN74173
62 SN52107 64 SN74174
62 SN52108 64 SN74175
62 S N 52660 64 SN74176
62 SN52702 64 SN74177
62 SN52709 64 SN74178
64 SN52741 64 SN74179
64 SN52748 64 SN74183
64 SN52770 64 SN74190
64 SN52771 64 SN74191
83 SN52777 64 SN74192
83 SN54455 241 SN74193
64 SN72301 64 SN74194
64 SN72307 64 SN74195
64 SN72308 64 SN74196
64 SN72660 64 SN74197

196 SN72702 64 SN74198
196 SN72709 64 SN74199
196 SN72741 64 SN74221
196 SN72748 64 SN 74246
196 SN72770 64 SN74247
196 SN72771 64 SN 74248
196 SN72777 64 S N74249
196 SN74104 158 S N74261



Стр.

234
234
235
249
235

84
66
66
66
84
84
84

182
196
196
196
198
66
66
66
84
66
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

140
140
165
140
165
165

Стр. Тип ИМС Стр. Тип ИМС

161 SY2158 221 ТС5564
165 SY2167 226 ТС5565
161 SY2168 224, 226 ТС53256
161 SY2169 224, 226 ТС57256
164 SY6502 182 ТС531000
165 SY6503 182 ТСА160
165 SY6504 182 ТСА335
163 SY6505 182 ТСА520
163 SY6506 182 ТСА680
161 SY6507 182 ТСА760
161 SY6512 182 ТСА830
162 SY6513 182 ТСА940
161 SY6514 182 ТСР4600
158 SY6515 182 ТСР4620
158 SYM 2114 219, 220 ТСР4621
158 SYM2128 222 ТСР4630
158 SYM 2129 222 ТСР4632
161 SYM2147 219, 223 TDA0301
161 SY2148 219 TDA0741
161 SYM2149 219 TDA0748
161 SYM2167 227 TDA1010
161 Т3535 182 TDA1034
161 ТАА241 64 TDA1037
165 ТАА300 83 TDA1905
164 ТАА435 83 TDA1908
163 ТАА521 64 TDA2002
164 ТАА522 64 TDA2003
161 ТАА611 83 TDA2004
161 ТАА861 64 TDA2005
241 ТАА865 64 TDA2006
164 ТВА221 66 TDA2008
164 ТВА222 66 TDA2010
164 ТВА641 83 TDA2020
164 ТВА800 83 TDA2030
164 ТВА810 83 TDA2040
162 ТВА820 84 TDA2611
122 ТВА915 84 TDA2870
232 ТВР2481 241 TDA3000
231 TBP24S86 241 TDA4250
231 TBP28LA22 236 TDB0118
231 ТВ Р28Р42 237 TDB0148
234 ТВР28Р45 237 TDB0155

64 ТВР28Р85 239 TDB0156
64 TBP28S46 238 TDB0157

122 TBP28S86 240 TDB0791
122 ТВР28166 242 TDC0155
64 ТВР34165 244 TDC0156

221 ТВР34166 244 TDC0157
222, 223 TBP28S2708 241 TDC1001

221 Т С 5047 229 TDC1002
221 ТС5504 232 TDC1003
223 ТС5514 228 TDC1007

218, 227 ТС5516 231 TDC1008
218, 227 ТС5517 231 TDC1010



Стр.

140
140
140
140
140
142
72
84
84
84
84
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85
85
72
72
72
72
72
72

149
149
149
149
149
149
149
1 4 9
149
149
149
152
149
149
149
149
149
149
149
149
149

Стр. Тип ИМ С Стр. Тип ИМ С

140 ТМ Р8049 198 TSC8701
122 ТМ Р8051 198 TSC8701
124 ТМ Р8080 182 TSC8703
140 ТМ Р8085 182 TSC8704
140 TM S1000 198 TSC8705
140 TM S1004 198 TSC8750
140 TM S1022 198 U110
140 TM S1070 198 UL1401
124 TM S1100 198 UL1402
140 TMS1117 198 UL1403
66 TM S1170 198 UL1405
66 TM S1200 198 UL1461
66 TM S1270 198 UL1480
66 TM S1300 198 UL1481
66 TM S1370 198 UL1490
66 TM S1400 198 UL1491
66 TM S1470 198 UL1492
66 TM S1600 198 UL1493
68 TM S1670 200 UL1495
68 TM S1700 200 UL1496
68 TM S2100 200 UL1497
68 TM S2114 219 UL1498

148 TM S2170 200 ULN2139
148 TM S2300 200 ULN2151
148 TM S2370 200 ULN2171
68 TM S2400 200 ULS2139
68 TM S2470 200 ULS2151

148 TM S2564 248 ULS2171
148 TM S2600 200 цА78С08
148 TM S2670 200 рА78С10
222 TM S2708 246 |і А78С12
222 TM S2716 246 ЦА78С15
222 TM S2764 247 рА78С17
222 TM S3132 200 |і А78С18
226 TM S3240 200 |іА78С20
226 TM S4016 222, 230 |іА78С22
222 TM S4044 224 |і А78С24
225 TM S4164 213 рА78С82
247 TM S4256 213 ЦА78СВ
234 TM S4464 213 |iA 78G
182 TM S7020 200 |iA78L05
198 TM S7040 200 |iA78L09
198 TMS7041 200 pA78L12
198 TM S9900 182 jiA78L15
198 TM S9940 200 pA78L18
182 TM S9980 182 pA78L24
182 TMS9981 182 pA78L26
198 TM S99105 182, 200 pA78L62
198 T M S99110 182, 200 |iA78L82
198 ТР4143 140 pA 78M G
198 ТР4144 140 ЦА78М05
182 ТР4145 140 ЦА78М06
182 ТА4146 140 ЦА78М08
198 TSC8700 140 |iA78M 12



Продолж ение

Тип ИМС Стр. Тип ИМ С Стр. Тип ИМС Стр.

ЦА78М15 150 |іА7815 149 |iPD 446 229
ЦА78М20 150 цА7818 149 jiPD 449 230
цА 78М 24 150 цА7824 140 jiPD 548 200
|iA 79G 154 цА7885 149 jiPD556 182
|iA 79M G 154 ІА7905 150 Ц Р02114 221
цА79М 05 150 іА7906 150 |iPD 2149 217
jiA78M 06 150 іА7908 150 jiPD2167 226
|і А79М 08 150 IA7912 150 |iPD 2716 246
|іА 79М 12 150 iA7915 150 Ц Р02764 247
|іА79М 15 150 jiA7918 150 jiPD4016 222, 223
|іА 79М 20 150 A7924 150 |iPD 4104 224
цА 79М 24 150 |iA F155 70 |iPD 4164 213
цАЮ І 68 |iA F156 70 Ц Р04364 234
|іА104 154 |iA F157 70 |iPD 7500 182, 200
|іА105 154 |iA F355 70 |iPD7501 200
цА107 68 |iA F356 70 |iPD 7502 200
|іА108 68 |iA F357 70 jiPD7503 200
JJ.A 109 148 |iAF771 70 jiPD 7506 200
цА І 18 68 |iA F772 70 Ц Р07507 200
|і А201 68 |iA F774 70 |iPD 7508 182, 200
цА207 68 jiPB10144 215 |iPD 7519 200
цА208 68 jiPC51 70 |iPD 7520 200
|і А209 148 |iPC 55 70 |iPD 7720 200
цА218 68 pPC151 70 |iPD 7800 182, 200
рАЗОІ 68 (iPC152 70 jiPD7801 202
|іА304 154 |iPC 153 70 jiPD 7802 202
цА305 154 ЦРС154 70 |iPD 7805 182, 202
|іА307 68 |iPC 156 70 HPD7806 202
цА308 68 |iPC 157 70 fiPD7807 202
|іА309 148 |iPC 159 70 Ц Р07809 202
|іА318 68 |iPC 250 70 jiPD 7810 182, 202
|і А376 154 |iPC251 72 jiP D 7 8 1 1 202
|іА702 68 |iPC 253 72 Ц Р08035/39 182, 202
цА706 85 |iPC451 72 Ц Р08048 202
|іА709 68 jiP C l 177 85 HPD8748 202
цА714 68 ЦРС1881 85 |iPD 27128 248, 249
цА715 68 jiP C l 182 85 jiPD 41254 213
цА723 154 цРС1185 85 VP16V8E 267
рА725 68 jiP C l 188 85 VP20V8E 267
|іА740 68 ЦРС1212 85 VT27256 249
|іА741 68 |iPC1213 85 W D16 182
|іА747 68 ЦРС1218 85 X2001 250
|іА748 70 |iPC1221 85 X2002 250
рА759 70 pPC1230 85 X2004 250
|іА776 70 ЦРС1238 85 X2210 250
|і А777 70 |iPC1241 85 X2212 250
|іА783 85 ц PC  1242 85 X2804 250
рА791 70 ЦРС1263 85 X2816 251
|іА799 70 ЦРС1277 85 X2864 252
|і А7307 85 ЦРС1350 85 XC2018 267
|і А7805 148 jiPC2002 85 XC2064 267
ЦА7806 149 jiPD421 221 XL78C800 263
|іА7808 149 |iPD 444 228 XL2816 251
|і А7812 149 |iPD 445 228 XL2817 251



Тип ИМ С Стр. Тип ИМ С Стр. Тип ИМ С Стр.

XL2864 252, 253 5133 248 8086 184
XL4616 252 5164 213 8087 184
XL4632 252 5213 250 8089 184
XL4864 252 5233 252 8096 204
XLS2816 251 5305 237 8764 247
Z8 202 5306 237 9343 165
Z80 182, 184 5308 236 9344 165
Z8001 184 5309 236 10415 215
Z8002 184 5340 238 10422 215
Z8003 184 5341 238 10470 217
Z8004 184 5348 238 10800 186
Z8108 184 5349 238 10900 186
Z8601 202 5352 239 27128 248
Z8603 184, 200 5353 239 27256 249
Z8611 202 5380 241 27512 249
Z8612 184, 202 5381 240 27513 249
Z8671 184 5388 242 29300 186
Z8681 184 5389 242 29623 238
ZN426 124 5516 251 29631 240
ZN427 142 5517 250 29633 240, 241
ZN428 124 6120 184 29651 242
ZN429 124 6305 236 29653 242
ZN430 124 6306 236 29671 245
ZN432 142 6308 236 29673 245
ZN433 142 6309 236 29681 243, 244
ZN434 124 6336 236 29683 243, 244
ZN436 124 6340 238 29864 252
ZN440 142 6341 237, 238 39864 252
ZN447 142 6348 238 53241 236
ZN448 142 6349 237, 238 53281 236
ZN449 142 6352 239 53440 239
1872 202 6353 239 53441 239
2114 219, 220, 6380 240, 241 53480 238

221 6381 240, 241 53481 237
2141 224 6388 242 53841 241
2147 223 6389 242 53880 240
2148 218 6802 184 53881 240
2149 218 8020 202 54S481 186
2164 213 8021 202 54LS261 165
2186 226 8022 202 63240 236
2187 226 8031 184, 202, 63241 236
2650 184 204 63280 236
2716 246 8032 204 63281 236
2732 246 8035 184, 204 63440 239
2764 247 8039 184, 204 63441 239
2815 251 8040 204 63480 237
2816 251 8041 204 63481 237
2817 250 8048 204 I 63880 240
2900 186 8049 204 I 63881 239, 240
2920 202 8050 204 I 71840 204

202 8051 204 I 72710 204
3000 186 8052 204 74AS8XX 186
3632 244, 245 8080 184 74AS88XX 186
3636 242, 245 8085 184 I 74S261 185



Тип ИМС Стр. Тип ИМС Стр. Тип ИМС Стр.

80386 184 93475 218 100422 215
82181 240 937495 263 531641 244
82191 244 93479 217 531681 243
93415 217 93510 243 533281 245
93422 215 93511 243 631641 244
93425 217 93564 245 631681 243
93450 240 93565 245 633281 244, 245
93451 240 100415 215
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